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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий справочник представляет собой наиболее полное изда­
ние, содержащее сведения о широкой номенклатуре отечественных 
биполярных и полевых транзисторов.

. В нем приводятся электрические и эксплуатационные характе­
ристики и параметры транзисторов, классификация и система обозна­
чений, классификация транзисторов по функциональному назначению, 
условные графические обозначения и условные обозначения электри­
ческих параметров, особенности использования транзисторов в радио­
электронной аппаратуре.

Настоящий справочник отличается от предыдущих изданий пол­
нотой справочных параметров и их зависимостей от режимов 
эксплуатации.

Справочные сведения о полупроводниковых приборах составлены 
на основе данных, зафиксированных в государственных стандартах 
и технических условиях на отдельные типы приборов. Справочник 
содержит сведения об основном назначении, габаритных и присоеди­
нительных размерах, маркировке, важнейших параметрах, режимах 
измерения, предельных эксплуатационных режимах транзисторов, а 
также зависимости параметров от режимов и эксплуатационных 
факторов.

Он предназначен для специалистов, занимающихся разработкой, 
ремонтом и эксплуатацией радиоэлектронной аппаратуры, студентов 
и аспирантов радиотехнических факультетов вузов и широкого круга 
радиолюбителей.

Отзывы и замечания о справочнике авторы просят направлять в 
адрес издательства: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10, 
Энергоиздат.

Авторы



Ч а с т ь  п е р в а я

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИПОЛЯРНЫХ 
И ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Р а з д е л  п е р в ы й
КЛАССИФИКАЦИЯ БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ 

ТРАНЗИСТОРОВ
1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Классификация транзисторов по их назначению, физическим свой­
ствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-техно­
логическим признакам, роду исходного полупроводникового материала 
находят свое отражение в системе условных обозначений их типов. 
В соответствии с возникновением новых классификационных групп 
транзисторов совершенствуется и система их условных обозначений, 
которая на протяжении последних 15 лет трижды претерпевала 
изменения.

Система обозначений современных типов транзисторов установле­
на отраслевым стандартом ОСТ 11 336.038-77 и базируется на ряде 
классификационных признаков.

В основу системы обозначений положен семизначный буквенно­
цифровой код, первый элемент которого (буква для транзисторов 
широкого применения или цифра для приборов, используемых в 
устройствах общей техники) обозначает исходный полупроводниковый 
материал, на основе которого изготовлен транзистор.

Второй элемент обозначения — буква, определяющая подкласс 
транзистора, третий — цифра, определяющая его основные функцио­
нальные возможности (допустимое значение рассеиваемой мощности 
и граничную либо максимальную рабочую частоту).

Четвертый — шестой элементы — трехзначное число, обозначаю­
щее порядковый номер разработки технологического типа тран­
зисторов (каждый технологический тип может включать в себя 
один или несколько типов, различающихся по своим параметрам).

Седьмой элемент — буква, условно определяющая классификацию 
по параметрам транзисторов, изготовленных по единой технологии.

Стандарт предусматривает также введение в обозначение ряда 
дополнительных знаков, отмечающих отдельные существенные кон­
структивно-технологические особенности приборов.

Для обозначения исходного материала используются следующие 
символы (первый элемент обозначения):

Г или 1 — для германия или его соединений;
К или 2 — для кремния или его соединений;
А или 3 — для соединений галлия (практически для арсенида 

галлия, используемого для создания полевых транзисторов);
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И или 4 — для соединений индия (эти соединения для про­
изводства транзисторов пока в качестве исходного материала не 
используются).

Для обозначения подклассов транзисторов используется одна 
из двух букв (второй элемент обозначения):

Т — для биполярных транзисторов;
П — для полевых транзисторов.
Для обозначения наиболее характерных эксплуатационных при­

знаков транзисторов (их функциональных возможностей) использу­
ются применительно к двум их подклассам следующие символы 
(третий элемент обозначения), приведенные ниже.

Для биполярных транзисторов :
1 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более I Вт 

и граничной частотой коэффициента передачи тока (далее — гранич­
ной частотой) не более 30 МГц;

2 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт 
и граничной частотой более 30, но не более 300 МГц;

4 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт 
и граничной частотой более 300 МГц;

7 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и 
граничной частотой не более 30 МГц;

8 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью более I Вг 
и граничной частотой более 30 МГц, но не более 300 МГц; •

9 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и 
граничной частотой более 300 МГц.

Для полевых транзисторов:
1 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт 

и максимальной рабочей частотой не более 30 МГц;
2 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 - Вт 

и максимальной рабочей частотой более 30 МГц, но не более 
300 МГц;

4 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт 
и максимальной рабочей частотой более 300 МГц;

7 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и 
максимальной рабочей частотой не более 30 МГц;

8 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт 
и максимальной рабочей частотой более 30 МГц, но не более 
300 МГц;

9 — для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и 
максимальной рабочей частотой более 300 МГц.

Для обозначения порядкового номера разработки используются 
трехзначные числа от 101 до 999, в качестве классификационной 
литеры используются буквы русского алфавита от А до Я, за 
исключением сходных по начертанию с цифрами букв 3, О, Ч.

В качестве дополнительных элементов обозначения используются 
следующие символы:

буква С после второго элемента обозначения для наборов в 
общем корпусе однотипных транзисторов (транзисторные сборки), 
не соединенных, как правило, электрически;

цифра, написанная через дефис, после седьмого элемента обозна-
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чения для бескорпусных транзисторов; значение этой цифры соот­
ветствует следующим модификациям конструктивного исполнения;

1 — с гибкими выводами без кристаллодержателя (подложки);
2 — с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке);
3 — с жесткими выводами без кристаллодержателя (подложки);
4 — с жесткими выводами на кристаллодержателе (подложке);
5 — с контактными площадками без кристаллодержателя (под­

ложки) и без выводов (кристалл);
6 — с контактными площадками на кристаллодержателе (под­

ложке), но без выводов (кристалл на подложке).
Таким образом, современная система обозначений позволяет 

по наименованию типа получить значительный объем информации
о свойствах транзистора.

Примеры обозначения некоторых транзисторов:
КТ2115А-2 — для устройств широкого применения кремниевый 

биполярный маломощный (Рмакс < 1 Вт) высокочастотный (30 МГц < 
< /  < 300 МГц), номер разработки 115, группа А, бескорпусный 
с гибкими выводами на кристаллодержателе.

2П7235Г — для устройств общетехнического назначения кремние­
вый полевой в корпусе мощный (Рмакс > 1 Вт) низкочастотный 
(/макс ** 30 МГц), номер разработки 235, группа Г.

ГТ4102Е — для устройств широкого применения германиевый 
биполярный в корпусе маломощный (Рмакс < 1 Вт), СВЧ (/гр > 
^  300 МГц), номер разработки 102, группа Е.

Поскольку ОСТ 11 336.038-77 введен в действие в 1978 г., 
для большинства транзисторов, включенных в настоящий справочник, 
использованы иные системы обозначений.

У биполярных транзисторов, разработанных до 1964 г. и вы­
пускаемых до настоящего времени, условные обозначения типа со­
стоят из двух или трех элементов.

Первый элемент обозначения — буква П, характеризующая класс 
биполярных транзисторов, или две буквы МП для транзисторов 
в корпусе, герметизируемом способом холодной сварки.

Второй элемент обозначения — одно-, двух- и трехзначное число, 
которое определяет порядковый номер разработки и указывает на 
подкласс транзистора по роду исходного полупроводникового ма­
териала, значениям допустимой рассеиваемой мощности и гранич­
ной (или предельной) частоты:

от 1 до 99 — германиевые маломощные низкочастотные тран­
зисторы ;

от 101 до 199 — кремниевые маломощные низкочастотные тран­
зисторы ;

от 201 до 299 — германиевые мощные низкочастотные транзисторы; 
от 301 до 399 — кремниевые мощные низкочастотные транзисторы; 
от 401 до 499 — германиевые высокочастотные и СВЧ маломощ­

ные транзисторы;
от 501 до 599 — кремниевые высокочастотные и СВЧ мало­

мощные транзисторы;
от 601 до 699 — германиевые высокочастотные и СВЧ мощные 

транзисторы;
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от 701 до 799 — кремниевые высокочастотные и СВЧ мощные 
транзисторы.

Третий элемент обозначения (у некоторых типов он может 
отсутствовать) — буква, условно определяющая классификацию по 
параметрам транзисторов, изготовленных по единой технологии.

Примеры обозначения некоторых транзисторов:
П29А — германиевый маломощный низкочастотный транзистор, 

номер разработки 29, группа А.
МП102 — кремниевый маломощный низкочастотный транзистор в 

холодносварном корпусе, номер разработки 02.
Начиная с 1964 г. была введена новая система обозначений 

типов транзисторов (ГОСТ 10862-64, ГОСТ 10862-72), действовавшая 
до 1978 г. Эта система близка к системе обозначений, установлен­
ной ОСТ 11 336.038-77 и описанной ранее. Обозначения типов 
транзисторов согласно ГОСТ 10862-72, присвоенные подавляющему 
большинству типов транзисторов, вошедших в настоящий справоч­
ник, отличаются от современной системы обозначений следующими 
признаками.

В качестве третьего элемента обозначения (первые два элемента 
с 1964 г. сохраняются без изменений) используются девять цифр, 
характеризующих подклассы биполярных и полевых транзисторов по 
значениям рассеиваемой мощности и граничной (для полевых тран­
зисторов — максимальной рабочей) частоты:

1 — транзисторы маломощные (Риж < 0,3 Вт) низкочастотные 
(/•< 3 МГц);

2 — транзисторы маломощные средней частоты (3 < / <  30 МГц);
3 — транзисторы маломощные высокочастотные и СВЧ 

( />  30 МГц);
4 — транзисторы средней мощности (0,3 Вт < .Рмакс < 1,5 Вт) 

низкочастотные;
5 — транзисторы средней мощности средней частоты;
6 — транзисторы средней мощности высокочастотные и С В Ч ;
7 — транзисторы большой мощности ( Р м а к с  > *>5 Вт) низкочас­

тотные ;
8 — транзисторы большой мощности средней частоты;
9 — транзисторы большой мощности высокочастотные и СВЧ.
Четвертый и пятый элементы обозначения (двузначное число

от 01 до 99) определяют порядковый номер разработки (позднее 
пришлось вводить и трехзначные номера, т. е. добавлять еще один 
элемент обозначения).

Остальные элементы (классификационная буква, буква С для 
транзисторных сборок и цифры для бескорпусных транзисторов) также 
с 1964 г. изменениям не подвергались.

Примеры обозначений:
ГТ101А —для устройств широкого применения германиевый би­

полярный маломощный низкочастотный в корпусе, номер разработки
1, группа А.

2Т399А — для устройств общетехнического назначения кремниевый 
биполярный маломощный СВЧ в корпусе, номер разработки 99, 
группа А.
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2Т3106А-2 -  аналогичен транзистору типа 2Т399А, но в бескор- 
пусном исполнении с гибкими выводами на кристаллодержателе, 
номер разработки 106, группа А.

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНЗИСТОРОВ ПО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

В настоящем справочнике, наряду с нашедшей отражение в си­
стеме условных обозначений типов транзисторов классификацией по 
роду исходного полупроводникового материала, рассеиваемой мощ­
ности, граничной частоте, конструктивному исполнению, отображена 
также классификация по основному функциональному назначению. 
Биполярные транзисторы в соответствии с основными областями 
применения подразделяются на 13 групп:

усилительные низкочастотные (/^р < 30 МГц) с нормированным 
коэффициентом шума;

усилительные низкочастотные с ненормированным коэффициентом 
шума;

усилительные высокочастотные (30 МГц < / гр < 300 МГц) с нор­
мированным коэффициентом шума;

усилительные высокочастотные с ненормированным коэффициен­
том шума;

СВЧ усилительные ( / гр >  300 МГц) с нормированным коэффици­
ентом шума;

СВЧ усилительные с ненормированным коэффициентом шума; 
усилительные мощные высоковольтные; 
высокочастотные генераторные;
СВЧ генераторные; 
переключательные маломощные; 
переключательные мощные высоковольтные; 
импульсные мощные высоковольтные; 
универсальные.
По своему основному назначению полевые транзисторы делятся 

•на три группы: усилительные, генераторные, переключательные.
По виду затвора и способу управления проводимостью канала 

полевые транзисторы делятся на четыре группы: 
с затвором на основе р-п перехода;
с изолированным затвором (МДП-транзисторы), работающие в 

режиме обеднения;
с изолированным затвором, работающие в режиме обогащения. 
Каждая из перечисленных выше групп характеризуется спе­

цифической системой параметров и справочных зависимостей, от­
ражающих особенности применения транзисторов в радиоэлектронной 
аппаратуре. Применительно к данной классификации транзисторов 
и расположен информационный материал в справочнике.

1.3. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В технической документации и специальной литературе следует 
применять условные графические обозначения полупроводниковых 
приборов в соответствии с ГОСТ 2.730-73.
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Графические обозначения полупроводниковых приборов, помещен­
ных в данном справочнике, приведены в табл. 1.1.

Т а б л и ц а  1.1. Графические обозначения полупроводниковых приборов

1.4. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ

Uкэ — напряжение коллектор-эмиттер;
^кэогр -  граничное напряжение биполярного транзистора; 

С/Кэо — постоянное напряжение коллектор-эмиттер при токе 
базы, равном нулю;

С/кэя — постоянное напряжение коллектор-эмиттер при за­
данном сопротивлении в цепи база-эмиттер;

Н аим енование О бозн ачени е

Однопереходный транзистор с и- и р -базой

Транзистор типа р-п-р

Транзистор типа п-р-п с коллектором, электри 
чески соединенным с корпусом

Лавинный транзистор типа п-р-п

Полевой транзистор с каналом п- и р -типа

Полевой транзистор с изолированным затво­
ром с выводом от подложки обогащенного 
типа с /^-каналом и обедненного типа с 
«-каналом

Полевой транзистор с изолированным затво­
ром обогащенного типа с «-каналом и с внут­
ренним соединением подложки и истока

Полевой транзистор с двумя изолированными 
затворами обедненного типа с л-каналом и с 
внутренним соединением подложки и истока
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£/Кэк ~  постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ко­
роткозамкнутых выводах базы и эмиттера;

Uкэх ~  постоянное напряжение коллектор-эмиттер при за­
данном обратном напряжении база-эмиттер;

^кэки — импульсное напряжение коллектор-эмиттер при за­
данном сопротивлении в цепи база-эмиттер;

UK3K „ — импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ко­
роткозамкнутых выводах базы и эмиттера; 

i/кэхи ~  импульсное напряжение коллектор-эмиттер при задан­
ном обратном напряжении база-эмиттер;

С/кэопроб ~  пробивное напряжение коллектор-эмиттер при токе 
базы, равном нулю;

С/кэяпроб — пробивное напряжение коллектор-эмиттер при за­
данном сопротивлении в цепи база-эмиттер;

Uк эк проб — пробивное напряжение коллектор-эмиттер при ко­
роткозамкнутых выводах базы и эмиттера;

^кэх  п р о б — пробивное напряжение коллектор-эмиттер при 
заданном обратном напряжении база-эмиттер; 

£/«эмакс — максимально допустимое постоянное напряжение 
коллектор-эмиттер;

UK э  — максимально допустимое импульсное напряжение 
коллектор-эмиттер;

^кэ.нас — напряжение насыщения коллектор-эмиттер;
Uкб — постоянное напряжение коллектор-база; 

б^кви ~  импульсное напряжение коллектор-база;
(^кбо. п р о б  — пробивное напряжение коллектор-база;
^ кб. макс — максимально допустимое постоянное напряжение 

коллектор-база;
^ кб. и. макс — максимально допустимое импульсное напряжение 

коллектор-база;
{/эбо. п роб  ~  пробивное напряжение эмиттер-база;

Uэб — постоянное напряжение эмиттер-база;
ДС̂ бэ — падение напряжения на участке база-эмиттер;

^ эб. макс— максимально допустимое постоянное напряжение 
эмиттер-база;

^ЭБ2. макс — максимально допустимое обратное напряжение эмит­
тер-база 2 однопереходного транзистора;

Uбэ.нас — напряжение насыщения база-эмиттер;
^эб. пл — плавающее напряжение эмиттер-база;
£/Б1Б2 — межбазовое напряжение однопереходного транзис­

тора;
^Б 1Б2. макс — максимально допустимое межбазовое напряжение 

. однопереходного транзистора;
t/э э  — напряжение между эмиттерами двухэмиттерного тран­

зистора;
{/упр — напряжение управления двухэмиттерного транзис­

тора;
VB. п р о б  — напряжение вторичного пробоя;

Vs. п р о б  и — импульсное напряжение вторичного пробоя;
Uсм — напряжение сток-исток;



С/зи — напряжение затвор-исток;
{/Ипд — напряжение исток-подложка;

1/Си.Макс~ максимально допустимое напряжение сток-исток; 
^зи.макс ~  максимально допустимое напряжение затвор-исток;

' lh c  макс ~  максимально допустимое напряжение затвор-сток;
Uс „д. макс ~  максимально допустимое напряжение сток-подложка; 
и и „л макс ~  максимально допустимое напряжение исток-под­

ложка;
С/3„д. Макс ~  максимально допустимое напряжение затвор-под- 

ложка;
1/(3132)Макс— максимально допустимое напряжение между затво­

рами ;
(Узи отс — напряжение отсечки полевого транзистора;
^зи пор -  пороговое напряжение полевого транзистора;

Щш ~ V3m  I -  разность напряжений затвор-исток сдвоенного по­
левого транзистора;

Ь'зиг -  и ш 2 1 -  температурный уход разности напряжений затвор-
д-р исток сдвоенного полевого транзистора;

С/ш — шумовое напряжение полевого транзистора;
Еш — электродвижущая сила шума полевого транзистора; 

Епит — напряжение источника питания;
Ек — напряжение источника питания цепи коллектора;
Еб — напряжение источника питания цепи базы;
/к — постоянный ток коллектора;
/э  — постоянный ток эмиттера;
/Б — постоянный ток базы;

1К „ — импульсный ток коллектора;
/3„  — импульсный ток эмиттера;
/Би — импульсный ток базы;
/к бо — обратный ток коллектора;
/эбо — обратный ток эмиттера;
/КЭо — обратный ток коллектор-эмиттер при разомкнутом 

выводе базы;
/ кэл _  обратный ток коллектор-эмиттер при заданном со­

противлении в цепи база-эмиттер;
/кэк — обратный ток коллектор-эмиттер при короткозамкну­

тых выводах базы и эмиттера;
/КЭх — обратный ток коллектор-эмиттер при заданном об­

ратном напряжении база-эмиттер;
/к нас — постоянный ток коллектора в режиме насыщения; 
/ Бнас — постоянный ток базы в режиме насыщения;

1Кр — критический ток биполярного транзистора;
/в „роб — т° к вторичного пробоя;

/ в.„роб.и — импульсный ток вторичного пробоя;
'к.макс -  максимально допустимый постоянный ток коллек­

тора;
^э.макс — максимально допустимый постоянный ток эмиттера; 

макс — максимально допустимый постоянный ток базы;
/к. и. макс — максимально допустимый импульсный ток коллек­

тора;
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/э  и макс — максимально допустимый импульсный ток эмиттера; 
^К. нас. м акс  -  максимально допустимый постоянный ток коллекто­

ра в режиме насыщения;
/б. нас м а к с  ~  максимально допустимый постоянный ток базы в 

режиме насыщения;
/с „яке ~  максимально допустимый постоянный ток стока;

/б 1 Б2 — межбазовый ток однопереходного транзистора;
/ вкл — ток включения однопереходного транзистора;

/ ВЫкл — ток выключения однопереходного транзистора;
/мод — ток модуляции однопереходного транзистора;

А:.нач — начальный ток стока;

с  нач1—  отношение начальных токов стока сдвоенного по-
^С . н ач 2

левого транзистора;
/с  ост  — остаточный ток стока;

/з.ут —ток утечки затвора;
/•jco — обратный ток затвор-сток при разомкнутом выводе 

истока;
/зи0 — обратный ток затвор-исток при разомкнутом выводе 

стока;
/ ш — шумовой ток полевого транзистора;

/з „р. м акс -  максимально допустимый прямой ток затвора;
'с . и. макс -  максимально допустимый импульсный ток стока;

Сэ — емкость эмиттерного перехода;
Ск — емкость коллекторного перехода;

С ц и — входная емкость полевого транзистора;
Сцм — выходная емкость полевого транзистора;
С]2и — проходная емкость полевого транзистора;
Сзсо -  емкость затвор-сток при отсоединенном выводе ис­

тока;
Сзио — емкость затвор-исток при отсоединенном выводе 

стока;
С|—  емкость генератора;

/ — частота;
f Tр — граничная частота коэффициента передачи тока в 

схеме с общим эмиттером;
/гр — значение / гр в заданном режиме; 

fhi\ — предельная частота коэффициента передачи тока би­
полярного транзистора;

/м а к с  — максимальная частота генерации биполярного тран­
зистора;

gn и — активная составляющая входной проводимости по­
левого транзистора в схеме с общим истоком;

&22и — активная составляющая выходной проводимости по­
левого транзистора в схеме с общим истоком;

А) 1Э — входное сопротивление биполярного транзистора в 
режиме малого сигнала в схеме с общим эмит­
тером;

Л| 1Э — входное сопротивление биполярного транзистора в . 
режиме большого сигнала в схеме с общим эмит­
тером; .
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h\ is — входное сопротивление биполярного транзистора в 
режиме малого сигнала в схеме с общей б а зо й ;

йи, — коэффициент обратной связи по напряжению би ­
полярного транзистора в режиме малого сигнала в 
схеме с общим эмиттером;

Л126 — коэффициент обратной связи по напряжению бипо­
лярного транзистора в режиме малого сигнала в 
схеме с общей базой;

hI,, — коэффициент передачи тока биполярного транзисто­
ра в режиме малого сигнала в схеме с общим эм ит­
тером ;

| h2ij | — модуль коэффициента передачи тока биполярного 
транзистора в схеме с общим эмиттером на высокой 
частоте;

/?21э — статический коэффициент передачи тока биполярно­
го транзистора в схеме с общим эмиттером; 

arg (Л2|б) — фаза коэффициента передачи тока в схеме с общей 
базой;

Л22, — выходная полная проводимость биполярного тран­
зистора в режиме малого сигнала при холостом 
ходе в схеме с общим эмиттером;

Л22б — выходная полная проводимость биполярного тран ­
зистора в режиме малого сигнала при холостом 
ходе в схеме с общей базой;

Кур — коэффициент усиления по мощности биполярного 
(полевого) транзистора;

KyPi„о) — коэффициент усиления по мощности в режиме двух­
тонового сигнала (отношение выходной мощности 
в пике огибающей ко входной мощности в пике 
огибающей);

Кш — коэффициент шума биполярного (полевого) тран­
зистора ;

/ кщ— значение А"ш в .заданном режиме;
К, — коэффициент линейности; ”

А*нас — коэффициент насыщения;
^ст. и ~  коэффициент стоячей волны по напряжению;

/ — длина выводов;
Л/3, Л/5 — коэффициенты комбинационных составляющих со­

ответственно третьего и пятого порядка [отношение 
наибольшей амплитуды напряжения комбинационной 
составляющей третьего (пятого) порядка спектра 
выходного сигнала к амплитуде основного тона 
при подаче на вход транзистора двухтонового сиг­
нала равных амплитуд];

п — число приборов в выборке;
N  — число приборов в партии;
Р — постоянная рассеиваемая мощность биполярного (по­

левого) транзистора;
Рср  -  средняя рассеиваемая мощность биполярного (полево­

го) транзистора; '



Р„ — импульсная рассеиваемая мощность биполярного 
(полевого) транзистора;

Рк — постоянная рассеиваемая мощность коллектора;
Рк.ср — средняя рассеиваемая мощность коллектору;

Рю — входная мощность биполярного (полевого) тран­
зистора ;

Ррых — выходная мощность биполярного (полевого) тран­
зистора;

^ вх(по) ~  входная мощность в пике огибающей (средняя 
мощность однотонового сигнала с амплитудой, рав­
ной амплитуде двухтонового сигнала в пике оги­
бающей);

^ вых(по)— выходная мощность в пике огибающей (средняя 
мощность однотонового сигнала с амплитудой, рав­
ной амплитуде двухтонового сигнала в пике оги­
бающей);

Л>тр ~  мощность отраженной волны СВЧ сигнала;
^пад — мощность падающей волны СВЧ сигнала;

Рмакс — максимально допустимая постоянная рассеиваемая 
мощность биполярного (полевого) транзистора;

Р«.шчс -  максимально допустимая импульсная рассеиваемая 
мощность биполярного (полевого) транзистора;

^К. макс — максимально допустимая постоянная рассеиваемая 
мощность коллектора;

Рк Ср макс — максимально допустимая средняя рассеиваемая мощ­
ность коллектора;

р — атмосферное давление;
Q — скважность;

RK — сопротивление в цепи коллектор-источник питания;
^Бэ — сопротивление в цепи база-эмиттер;

Лб1 Б2 — межбазовое сопротивление вднопереходного тран­
зистора;

/?Б — сопротивление в цепи база:источник питания;
Леи отк -  сопротивление сток-исток в открытом состоянии 

полевого транзистора;
/?вх — входное сопротивление;

«вых — выходное сопротивление;
/?ш — шумовое сопротивление полевого транзистора;
/?„ — сопротивление нагрузки;
R, — выходное сопротивление генератора при измерениях;

R j — тепловое сопротивление;
R j  п.к — тепловое- сопротивление переход-корпус;

ЯТи — импульсное тепловое сопротивление переход-корпус;
Rx.n< — тепловое сопротивление переход-среда;

^Пб> ^Иэ — коэффициент отражения входной цепи соответст­
венно в схеме с общей базой и с общим эмит­
тером ;

5*126 — коэффициент обратной передачи напряжения в схеме 
с общей базой;



| Sj261 — М°ДУЛЬ коэффициента обратной передачи напряже­
ния в схеме с общей базой;

S i|, — коэффициент прямой передачи напряжения в схеме 
с общим эмиттером;

S225 — коэффициент отражения выходной цепи в схеме с 
общей базой;

5  — крутизна характеристики полевого транзистора;
5’пд — крутизна характеристики по подложке;
/вкл — время включения биполярного (полевого) тран­

зистора;
Гвыкл— время выключения биполярного (полевого) тран­

зистора ;
tw -  время задержки для биполярного транзистора;
/нр — время нарастания для биполярного (полевого) 

транзистора;
'рас — время рассасывания для биполярного транзистора;
(сп — время спада для биполярного (полевого) тран­

зистора;
'м.в«л -  время задержки включения полевого транзистора; 

'ж выкл — в Р е м я  задержки выключения полевого транзистора;
Т — температура окружающей среды;

Гк — температура корпуса; для бескорпусных транзисто­
ров — кристаллодержателя (подложки);

Т„ — температура р-п перехода;
г|к — коэффициент полезного действия коллектора;
г| — коэффициент передачи однопереходного транзистора;

Ф„ — фаза коэффициента отражения от нагрузки;
Ф — фаза S-параметра;
тк — постоянная времени цепи обратной Связи на высо­

кой частоте биполярного транзистора;
т„ — длительность импульса;
Тф — длительность фронта*

1.5. ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ НА БИПОЛЯРНЫ Е 
И ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

ГОСТ 15133-77 

ОСТ 11 336.038-77 

ГОСТ 2.730-73 

ГОСТ 18472-78

Приборы полупроводниковые. Термины и 
определения.
Приборы полупроводниковые. Система обо­
значений.
ЕСКД. Обозначения условные графические 
в схемах. Приборы полупроводниковые. 
Приборы полупроводниковые. Корпуса. Га­
баритные и присоединительные размеры.

* Знаком * далее в тексте отмечены  парам етры  или их зн ачени я, при­
веденные в справочны х данны х ТУ. П ри п роизводстве п олуп ровод ни ковы х 
приборов они м огут не кон троли роваться . Значения эксплуатац ион н ы х д ан ­
ных, приведенные без указани я тем пературного ди ап азо н а , сп раведли вы  во 
всем интервале тем ператур окруж аю щ ей среды для д ан н ого  ти п а  тр ан зи стора.
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ГОСТ 19095-73

ГОСТ 18604.0-74 

ГОСТ 18604.1-80

ГОСТ 18604.2-80 

ГОСТ 18604.3-80

ГОСТ 18604.4-74 

ГОСТ 18604.5-74 

ГОСТ 18604.6-74 

ГОСТ 18604.7-74 

ГОСТ 18604.8-74 

ГОСТ 18604.9-75

ГОСТ 18604.10-76 

ГОСТ 18604.11-76 

ГОСТ 18604.12-78

ГОСТ 18604.13-76

ГОСТ 18604.14-76

ГОСТ 18604.15-76 

ГОСТ 18604.16-78

ГО С Т 20003-74 Транзисторы биполярные. Электрические па­
раметры. Термины, определения и буквенные 
обозначения.
Транзисторы полевые. Электрические пара­
метры. Термины, определения и буквенные 
обозначения.

Транзисторы. Методы измерения электриче­
ских параметров. Общие положения. 

Транзисторы биполярные. Метод измерения 
постоянной времени цепи обратной связи 
на высокой частоте.
Транзисторы биполярные. Метод измерения 
статического коэффициента передачи тока. 
Транзисторы биполярные. Метод измерения 
емкостей коллекторного и эмиттерного пе­
реходов.
Транзисторы. Методы измерения обратного 
тока коллектора.
Транзисторы. Метод измерения начального 
тока коллектора.
Транзисторы. Метод измерения обратного 
тока эмиттера.
Транзисторы. Метод измерения коэффициен­
та передачи тока.
Транзисторы. Метод измерения выходной 
проводимости.
Транзисторы биполярные. Методы определе­
ния граничной и предельной частот коэф­
фициента передачи тока.

.Транзисторы биполярные. Метод измерения 
входного сопротивления.
Транзисторы биполярные. Метод измерения 
коэффициента шума.
Транзисторы биполярные СВЧ генератор­
ные. Методы определения граничной час­
тоты коэффициента передачи тока. 
Транзисторы биполярные СВЧ генератор­
ные. Метод измерения выходной мощности 
и определения коэффициента усиления по 
мощности и коэффициента полезного дей­
ствия.
Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. 
Метод измерения модуля коэффициента об­
ратной передачи.
Транзисторы биполярные СВЧ генератор­
ные. Методы измерения критического тока. 
Транзисторы биполярные. Метод измерения 
коэффициента обратной связи по напряже­
нию в режиме малого сигнала.
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ГОСТ 18604.18-78

ГОСТ 18604.19-78

ГОСТ 18604.20-78

ГОСТ 18604.21-78

ГОСТ 18604.22-78

ГОСТ 18604.23-80

ГОСТ 18604.24-81

ГОСТ 18604.25-81 

ГОСТ 20398.0-74

ГОСТ 20398.1-74 

ГОСТ 20398.2-74 

ГОСТ 20398.3-74 

ГОСТ 20398.4-74

ГОСТ 20398.5-74 

ГОСТ 20398.6-74 

ГОСТ 20398.7-74 

ГОСТ 20398.8-74 

ГОСТ 20398.9-80

ГОСТ 20398.10-80

ГОСТ 18604.17-78 Транзисторы биполярные. Метод измерения 
плавающего напряжения эмиттер-база. 
Транзисторы биполярные. Методы измере­
ния статической крутизны прямой передачи. 
Транзисторы биполярные. Методы измере­
ния граничного напряжения.
Транзисторы биполярные. Методы измерения 
коэффициента шума на низкой частоте. 
Транзисторы биполярные. Методы измере­
ния времени рассасывания.
Транзисторы биполярные. Методы измере­
ния напряжения насыщения коллектор- 
эмиттер и база-эмиттер.
Транзисторы биполярные. Метод измерения 
коэффициентов комбинационных состав­
ляющих.
Транзисторы биполярные высокочастотные 
генераторные. Метод измерения выходной 
мощности и определения коэффициента уси­
ления по мощности и коэффициента по­
лезного действия.
Транзисторы биполярные высокочастотные 
генераторные. Метод определения граничной 
частоты коэффициента передачи тока. 
Транзисторы полевые. Методы измерения 
электрических параметров. Общие поло­
жения.
Транзисторы полевые. Метод измерения мо­
дуля полной проводимости прямой передачи. 
Транзисторы полевые. Метод измерения 
коэффициента шума.
Транзисторы полевые. Метод измерения 
крутизны характеристики.
Транзисторы полевые. Метод измерения ак­
тивной составляющей выходной проводи­
мости.
Транзисторы полевые. Метод измерения 
входной, проходной и выходной емкостей." 
Транзисторы полевые. Метод измерения тока 
утечки затвора.
Транзисторы полевые. Метод измерения по­
рогового напряжения и напряжения отсечки. 
Транзисторы полевые. Метод измерения на­
чального тока стока.
Транзисторы полевые. Метод измерения 
крутизны характеристики в импульсном 
режиме.
Транзисторы полевые. Метод измерения на­
чального тока стока в импульсном режиме.
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Транзисторы полевые. Метод измерения 
спектральной плотности шумового напря­
жения.
Транзисторы полевые. Метод измерения ос­
таточного тока стока.
Транзисторы полевые. Метод измерения 
сопротивления сток-исток.
ЕСКД. Согласование применения покупных 
изделий.
Приборы полупроводниковые. Методы за­
щиты от статического электричества. 
Приборы полупроводниковые. Руководство 
по применению. Общие положения. 
Транзисторы биполярные. Руководство по 
применению.
Транзисторы полевые. Руководство по при­
менению.
Приборы полупроводниковые бескорпусные. 
Руководство по применению.

Р а з д е л  в т о р о й

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНЗИСТОРОВ 

В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

Все преимущества полупроводниковых приборов, позволяющие 
создавать чрезвычайно экономичную, малогабаритную и надежную 
аппаратуру, могут быть сведены к минимуму, если при разработке, 
изготовлении и эксплуатации ее не будут приняты во внимание 
их специфические особенности.

Высокая надежность радиоэлектронной аппаратуры может быть 
обеспечена только при учете таких факторов, как разброс параметров 
транзисторов, температурная нестабильность и зависимость их пара­
метров от режима работы, а также изменение параметров Транзи­
сторов в процессе эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.

Транзисторы, приведенные в справочнике, являются транзисто­
рами общего применения. Они сохраняют свои параметры в уста­
новленных пределах в условиях эксплуатации и хранения, характер­
ных для различных видов и классов аппаратуры.

Эти условия характеризуются внешними механическими воздейст­
виями (вибрационными, ударными, центробежными нагрузками) и 
климатическими воздействиями (температурными, атмосферными и др.).

Условия эксплуатации аппаратуры могут изменяться в широких 
пределах.

В зависимости от эксплуатационных требований, предъявляемых 
к транзисторам, промышленностью выпускаются транзисторы широ­
кого применения для промышленной и общетехнической аппаратуры.

Общие требования, справедливые для всех транзисторов, пред-
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назначенных для использования в аппаратуре определенного класса, 
содержатся в общих технических условиях.

Нормы на значения электрических параметров и специфические 
требования, относящиеся к конкретному типу транзистора, содер­
жатся в частных технических условиях.

Под воздействием различных факторов окружающей среды (тем ­
пературы, влаги, химических, механических и , других воздействий) 
некоторые параметры, характеристики и свойства транзисторов могут 
изменяться. .

Целям герметичной защиты транзисторных структур от внешних 
воздействий служат корпуса приборов.

Конструктивное оформление транзисторов рассчитано на их ис­
пользование в составе аппаратуры при любых допустимых усло­
виях эксплуатации. Рассеиваемая мощность, а также возможность 
работы на сверхвысоких частотах определяются конструкцией тран­
зисторов.

Необходимо помнить, что корпуса транзисторов в конечном 
счете имеют ограничение по герметичности. Поэтому при использо­
вании транзисторов в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации 
в условиях повышенной влажности, платы с расположенными на них 
транзисторами рекомендуется покрывать лаком не менее трех слоев.

Для защиты плат с транзисторами от влаги рекомендуется при­
менять лаки УР-231 (ТУ 6-10-863-79) или ЭП-730 (ГОСТ 20824-75).

Корпусными транзисторами не исчерпывается все многообразие 
выпускаемых типов транзисторов. Все большее распространение, 
получают так называемые бескорпусные транзисторы, предназначен­
ные для использования в микросхемах и микросборках. Если кри­
сталлы таких транзисторов и защищены специальным покрытием, 
то оно не обеспечивает дополнительной защиты от воздействия окру­
жающей среды. Защита достигается общей герметизацией всей микро­
схемы .

Эксплуатация транзисторов должна осуществляться в соответ­
ствии с требованиями ТУ и стандартами-руководствами по приме­
нению полупроводниковых приборов (общие положения) и руковод­
ством для конкретного класса приборов.

Чтобы обеспечить долголетнюю и безотказную работу радио­
электронной аппаратуры, конструктор обязан не только учесть ха­
рактерные особенности транзисторов на этапе разработки аппаратуры, 
но и обеспечить соответствующие услория ее эксплуатации и хра­
нения.

Транзисторы — приборы универсального применения. Они могут 
быть успешно использованы не только в классе схем, для которых 
они разработаны, но и во многих других схемах. Однако набор 
параметров и характеристик, приводимых в справочнике, соответ­
ствует в первую очередь назначению транзистора.

В справочнике приводятся значения параметров транзисторов, 
гарантируемые ТУ для соответствующих оптимальных или предельных 
режимов эксплуатации.

Рабочий режим транзистора в проектируемой схеме часто отли­
чается от того режима, для которого приводятся параметры в ТУ.
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Значение большинства параметров транзисторов зависит от рабо­
чего режима и температуры, причем с увеличением температуры 
зависимость параметров от режима сказывается более сильно. В спра­
вочнике, как правило, приводятся типовые (усредненные) зависимости 
параметров транзисторов от тока, напряжения, температуры, частоты 
и т. д. Эти зависимости должны использоваться при выборе типа 
транзистора и ориентировочных расчетах схем, так как значения па­
раметров транзисторов одного типа не одинаковы, а лежат в неко­
тором интервале. Этот интервал ограничивается минимальным или 
максимальным значением, указанным в справочнике. Некоторые па­
раметры имеют двустороннее ограничение. В ряде случаев в справоч­
нике приводятся также и типовые (усредненные) значения пара­
метров.

При конструировании схем необходимо стремиться обеспечить 
их работоспособность в возможно более широких интервалах изме­
нений важнейших параметров транзисторов.

Разброс параметров транзисторов и их изменение во времени при 
конструировании схем могут быть учтены расчетными методами или 
экспериментально — методом граничных испытаний.

В справочнике, как правило, не приводятся выходные характери­
стики биполярных транзисторов ввиду их однотипности и возмож­
ности построения по приводимым данным.

На рис. 2.1 показаны выходные характеристики биполярного 
транзистора с указанием областей работы для схем с общей ба­
зой (ОБ) и общим эмиттером (ОЭ).

Характерные особенности областей, показанных на рис. 2.2 при­
менительно к токам и напряжениям для р-п-р транзистора, приведены 
в табл. 2.1.

Т а б л и ц а  2.1. Характерные особенности областей работы при вклю 
чении транзисторов типа р-п-р по схеме с ОБ и с ОЭ

Рабочая
область

Схе­
ма

вклю­
чения

Напряжение 
на эмиттере

Напря­
жение на 
коллек­

торе

Ток
коллектора Ток базы

Усиле­
ние

ОБ

ОЭ

{/ЭБ> 0

Ub3 < ®

UK Б<0

и к э < 0 ”  ̂ 21эЛ>

^Б= Л<0 +Л21Б)/
2 1 Б > 0

4  = ̂ к /^ 2 1 Э > 0

Насы­
щение

ОБ
ОЭ

^ЭВ >  ^ К Б  

11^Бэ1 > 1 ^ К э 1

1/кб>0
£/к э <0

< ̂ 21 Б^Э

Лс < ^2 1 Э ^ Б

h  > /к ( 1  + ^ 2 1 Б )/^ 2 1 Б

1б >1к/Ьцэ

Отсеч­
ка

ОБ
ОЭ ^ б э ^ О

^ к б < 0

и к э <0
^КБК > Лс <  Л<Б0

Лсэо > Лево
/ б < 0

/ б < 0

Умно­
жение

ОБ
ОЭ

и э в >0
^ Б Э  ^ 0

1 /К Б < 0
С/к э <0

/ к > Л 2 1б / э

/ к > А 2 1э / б

< /К(1 + ^ 2 1 Б )/^ 2 1 Б  

^ Б < ^ к / А21Э
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Рис. 2.1. Выходные характеристики биполярного транзистора и об­
ласти работы при включении по схеме с ОБ (а) и по схеме с ОЭ (б).

Для п-р-п транзисторов знаки неравенства в столбцах табл. 2.1 
«Напряжение на коллекторе» и «Напряжение на эмиттере» должны 
быть заменены на обратные.

При необходимости применения транзисторов для выполнения 
функций, отличающихся от их основного назначения, вывод о воз-

Рис. 2.2. Реальные выходные характеристики мощного германиевого 
транзистора и области максимальных режимов (заштрихованы).
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можности их использования в этих режимах может быть сделан 
после всестороннего обследования параметров транзисторов в этих 
режимах, проведения соответствующих испытаний и согласования 
их применения в соответствии с ГОСТ 2.117-71.

В аппаратуре транзистор может быть использован в широком 
диапазоне напряжений и токов. Ограничением служат значения пре­
дельно допустимых режимов, превышение которых в условиях эк­
сплуатации не допускается независимо от длительности импульсов 
напряжения или тока. Даже кратковременное превышение предельно 
допустимых режимов может привести к пробою р-п перехода, сгора­
нию внутренних выводов и выходу прибора из строя. Поэтому 
при применении транзисторов необходимо обеспечивать их защиту 
от мгновенных изменений токов и напряжений, возникающих при 
переходных процессах (моменты включения, выключения, изменения 
режимов работы и т. д.), мгновенных изменениях питающих напря­
жений. Не допускается также работа транзисторов в совмещенных 
предельных режимах (например, по напряжению и току).

Режимы работы транзисторов должны контролироватья с учетом 
возможных неблагоприятных сочетаний условий эксплуатации аппа­
ратуры. При измерениях необходимо принимать во внимание коле­
бания напряжений источников питания, значение и характер нагрузки 
на выходе блока, амплитуды, длительности выходных сигналов, 
уровни внешних воздействующих факторов.

Для повышения надежности транзисторов в эксплуатации следует 
выбирать рабочие режимы с коэффициентами нагрузки по напряжению 
и мощности в диапазоне 0,7—0,8. Однако следует учесть то, что 
применение транзисторов при малых рабочих токах приводит к сни­
жению устойчивости их работы в диапазоне температур, нестабиль­
ности усиления во времени. Использование более высокочастотных 
типов транзисторов в низкочастотных схемах нежелательно, так как 
они доррги, склонны к самовозбуждению и обладают меньшими 
эксплуатационными запасами.

При применении мощных транзисторов необходимо обеспечивать 
правильный тепловой режим работы, чтобы температура корпуса 
транзисторов была минимальной и не превышала допустимую. 
Превышение предельной температуры может привести к тепловому 
пробою р-п перехода. Тепловой пробой возникает вследствие лавино­
образного нарастания температуры р-п перехода. Во избежание теп­
лового пробоя необходимо улучшать отвод тепла от транзистора.

Правильный выбор теплового режима работы снижает интенсив­
ность отказов транзисторов, а также обеспечивает стабильность вы­
ходных параметров аппаратуры.

Обеспечение оптимального теплового режима работы транзисто­
ров играет первостепенную роль при создании надежной аппаратуры.

Для учета зависимости параметров от температуры в справоч­
нике приводятся температурный диапазон использования транзисторов, 
значения параметров и режимов при различных температурах и их 
температурные зависимости.

В качестве теплоотвода для мощных транзисторов могут исполь­
зоваться специально сконструированные радиаторы или конструктив-
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ные элементы узлов и блоков. При этом должна предусматриваться 
специальная обработка мест крепления транзисторов.

Крепление транзисторов к радиаторам должно обеспечивать их 
надежный тепловой контакт. Особое внимание следует уделить обеспе- • 
чению надежного теплового контакта при введении между корпусом 
транзистора и радиатором изолирующих прокладок. Для уменьшения 
общего теплового сопротивления лучше изолировать радиатор от 
корпуса аппаратуры, чем транзистор от радиатора.

При применении заливки плат компаундами следует учитывать 
возможное ухудшение теплообмена между транзисторами и окружаю­
щей средой.

Заливку плат допускается производить компаундами, не оказы­
вающими отрицательного химического и механического влияния на 
транзисторы.

Особенностью применения мощных биполярных транзисторов 
является работа этих приборов в режимах, близких к предельным 
по температуре перехода. Для обеспечения надежной работы аппара­
туры режимы использования мощных транзисторов должны выби­
раться таким образом, чтобы ток и напряжение не выходили за 
пределы области максимальных режимов. На рис. 2.3 приведен 
типичный вид области максимальных режимов мощного биполярного 
транзистора. Сплошными линиями ограничена область статического 
режима работы транзистора, а пунктирными — импульсного. Область 
максимальных режимов ограничена следующими факторами:

максимально допустимым током коллектора (постоянным и им­
пульсным) — область /;

максимально допустимой мощностью рассеивания (постоянной 
и импульсной) — область //;

вторичным пробоем — область III\
граничным напряжением вольт-амперной характеристики при за­

данных условиях на входе — область IV;
максимально допустимым обратным напряжением коллектор- 

эмиттер (постоянным и импульсным) — область V.

'К>1

Рис. 2.3. Область максимальных 
режимов мощного биполярного 

транзистора.

UK31 ик30<грУкЭ.макс 
UКЗК. макс 

Рис

f y . M t 1 КС

\
1 1 
1 1

\
\

1 1 1 \
1 1 1 \  I I I  '

2.4. Зависимость постоян­
ной рассеиваемой мощности от 

температуры корпуса.
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Рис. 2.5. Области максимальных Рис. 2.6. Зависимость теплового 
режимов при различных темпе- сопротивления от длительности 

ратурах корпуса. импульса.

Область максимальных режимов в справочнике приводится, как 
правило, при температуре корпуса Гк при которой обеспечивается 
максимальная мощность рассеивания. При увеличении температуры 
корпуса выше ТК[ мощность рассеивания определяется с помощью 
графиков (рис. 2.4), а при их отсутствии рассчитывается по формуле

^ м а к с  ~ ( Т П ~  T k) /R T. п-к>

где Тп — температура перехода; Гк — температура корпуса (например, 
7^2, Тк з и т.п.); R T п.к — тепловое сопротивление переход-корпус.

При работе транзистора при температуре корпуса Тк2 или Гк3 
область II  (см. рис. 2.3) перемещается, что соответствует уменьшению 
мощности рассеивания, определенной графическим путем или рассчи­
танной по формуле (рис. 2.5).

При повышении температуры корпуса происходит изменение по­
ложения и области V. Значение предельно допустимого обратного 
напряжения коллектор-эмиттер (постоянного или импульсного) при 
росте температуры уменьшается (рис. 2.5). Эта зависимость снимается 
экспериментально.

При переходе от статического режима к импульсному и при 
уменьшении длительности импульса границы области максимальных 
режимов перемещаются в сторону больших значений тока и на­
пряжения. .

Максимально допустимая мощность рассеивания в импульсном 
режиме связана с максимальной рассеиваемой мощностью соотно­
шением

^ и .м а к с  =  а кс ̂  /  . п - к R-1 и. п-к>

где R j — импульсное тепловое сопротивление переход-корпус, 
являющееся функцией длительности импульса и скважности (рис. 2.6).

Чем меньше длительность импульса и больше скважность, тем 
больше импульсная мощность рассеивания, вызывающая разогрев 
перехода до максимально допустимой температуры. Области макси­
мальных режимов II  и III при этом перемещаются вправо, в область
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больших значений токов и напряжений. Эти границы определяются 
экспериментально.

Тепловое сопротивление переход-корпус зависит от конструкции 
транзистора и может быть определено из области максимальных ре­
жимов. Например, для режима 1/«эь (см. рис. 2.3) тепловое 
сопротивление, К/Вт,

Л Г.п-к =  (Т„ -  r K l) / t / K 3 , / Kl.

Импульсное тепловое сопротивление 'переход-корпус связано > с 
тепловым сопротивлением в статическом режиме соотношением

Л г .и .п - к  =  ( ^ K 3 1 ^ K l / t ^ K 3 1 ^ K  п-к-

Все мощные биполярные транзисторы СВЧ диапазона пред­
назначены для работы в режимах с отсечкой коллекторного тока. 
Допустимые электрические режимы на постоянном токе (по н апря­
жению и мощности рассеивания), как правило, существенно о тл и ­
чается от динамических режимов работы.

В динамических режимах среднее напряжение эмиттер-база долж но 
быть запирающим.

Приведенные в справочнике параметры мощных СВЧ транзис­
торов позволяют пользоваться типовой эквивалентной схемой для 
оценки их эксплуатационных характеристик.

Эквивалентная схема транзистора в активном режиме показана 
на рис. 2.7. В .ряде случаев параметры некоторых элементов, 
изображенных на схеме, в справочных данных отсутствуют. Э то 
значит, что эквивалентная схема должна быть соответствующим 
образом упрощена. Например, если не приводится эквивалентное

Скэ

Корпус

Рис. 2.7. Эквивалентная схема мощного СВЧ транзистора в активном
режиме.

C r i  -  активная ем кость коллектора; С ю  ~  пассивная ем ко сть  коллектора; С к Э  ~  е м к о с т ь  
коллектор-эм иттер; С 3  — емкость эм иттера; С ,, С 2, С 3 — ем кости  выводов о тн о си тельн о  к о р ­
пуса; ^ Э ’ ^ Б ’ ~  индуктивности выводов эм и ттер а , базы , коллектора с о о т в е т с т в е н н о ; 
rg  _  сопротивление б азы ; /?э  — последовательное сопротивление в цепи эм и т т е р а ; — 

эквивалентное сопротивление коллектора; Г3  — сопротивление эм иттерного перехода .
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последовательное сопротивление коллектора, то это означает малое 
влияние этого параметра на типовые эксплуатационные характе­
ристики, и он может быть исключен из схемы.

Приводимое в справочнике значение емкости коллекторного 
перехода СВЧ мощных транзисторов включает в себя значения ем­
костей металлизированных площадок в структуре транзистора и 
емкостей корпуса. То же относится и к понятию «емкость эмит- 
терного перехода».

Усилительные свойства мощных высокочастотных линейных 
транзисторов характеризуются параметрами, методы измерения ко­
торых основываются на использовании двухтонового сигнала, со­
стоящего из двух гармонических сигналов.

Нелинейные свойства транзисторов в этом случае оцениваются 
коэффициентом комбинационных составляющих третьего и пятого 
порядков, являющимся отношением наибольших амплитуд соответ­
ствующих комбинационных составляющих спектра выходного сигнала 
(рис. 2.8) к амплитуде основного тона.

1

Рис. 2.8. Вид спектра частот 
выходного сигнала при измере­
нии коэффициента комбинаци­
онных составляющих методом 

двухтонового сигнала.
/  — основной т о н : 2 -  комбинационные 
составляю щ ие третьего  порядка; 3 -  ком­
бинационные составляю щ ие пятого по­

рядка.

Между средней мощностью линейного двухтонового сигнала 
и мощностью в пике огибающей существует соотношение

^ в ы х  =  ^*вы\(пр) 2-

Это соотношение используется для расчета КПД коллектора 
транзистора в режиме двухтонового сигнала.

В процессе монтажа транзисторов в схемы механические и 
тепловые воздействия на них не должны превышать значений, 
указанных в ТУ, так как это может привести к растрескиванию 
изолятора и, следовательно, к нарушению герметичности корпуса 
транзистора-.

При рихтовке, формовке и обрезке участок вывода у корпуса 
транзистора должен быть закреплен таким образом, чтобы в месте 
выхода вывода из корпуса (изолятора) он не испытывал изгибаю­
щих или растягивающих усилий. Оснастка для формовки выводов 
должна быть заземлена.

Расстояние от корпуса транзистора до начала изгиба вывода 
при формовке должно быть не менее 2 мм, если в ТУ на кон­
кретный тип транзистора не указано иное. При диаметре вывода
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не более 0,5 мм радиус его изгиба должен быть не менее 0,5 мм; 
при диаметре от 0,6 до 1,0 мм — не менее 1 мм; при диаметре 
более 1,0 мм — не менее 1,5 мм.

При лужении, пайке и монтаже транзисторов следует принимать 
меры, исключающие возможность их повреждения из-за перегрева 
и механических усилий. В процессе выполнения операций лужения 
и пайки расстояние от корпуса (изолятора) до места лужения и 
пайки должно быть не менее 3 мм, если в ТУ на конкретный тип 
транзистора не указано иное.

Допускается пайка без теплоотвода и групповым методом, 
если температура припоя не превышает (533 + 5)К, а время пайки 
не более 3 с, если в ТУ на конкретный тип транзистора не 
указано иное.

Очистку печатных плат от флюсов допускается производить жид­
костями, не портящими, покрытие, маркировку и материал корпуса 
транзистора (рекомендуется спиртобензиновая смесь).

В процессе монтажа, транспортировки, хранения ВЧ и СВЧ би­
полярных транзисторов и МДП полевых транзисторов необходимо 
обеспечивать защиту их от воздействия статического электричества. 
Способы защиты изложены в ОСТ 11 аА0.336.013-73.

К числу важнейших предупредительных мер относятся:
хорошее заземление оборудования и измерительных приборов;
применение заземляющих браслетов (или колец) между телом 

оператора и землей, антистатических халатов;
использование низковольтных электропаяльников с заземленным 

жалом.
Транзисторы МДП полевые (кроме мощных) хранят и транспор­

тируют при наличии замыкателей на их выводах. Замыкатели уда­
ляют только перед моментом включения (монтажа) транзистора 
в схему. В момент пайки все выводы МДП транзистора должны 
быть закорочены.

Для сохранения минимальных значений тока затвора МДП по­
левых транзисторов необходимо применять меры, предохраняющие 
корпус от попадания флюса и припоя.

При выборе лаков или компаундов для заливки плат с МДП 
полевыми транзисторами необходимо учитывать влияние этих мате­
риалов на ток утечки затвора транзистора.

При применении МДП полевых транзисторов во входных кас­
кадах радиоэлектронной аппаратуры необходимо принимать меры их 
защиты от электрических перегрузок.

Для измерения параметров транзисторов промышленностью вы­
пускается ряд измерительных приборов.

Наибольшее распространение для измерения параметров мало­
мощных биполярных транзисторов получил прибор JI2-22, мощных — 
J12-42. Для измерения параметров полевых транзисторов могут быть 
использованы приборы типов J12-32, JI3-38, JI2-46 и Л2-48.

Методы измерения основных электрических параметров транзис­
торов установлены государственными стандартами.

Для наблюдения вольт-амперных характеристик транзисторов 
рекомендуется использовать прибор J12-56 (ПНХТ-2).
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Ч а с т ь  в т о р а я

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ БИПОЛЯРНЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ

Р а з д е л  т р е т и й
ТРАНЗИСТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ 

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
п-р-п

ТМЗА, ТМЗВ, ТМЗГ, ТМЗД, МЗА, м зв , м з г ,
м з д

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные п-р-п универ­
сальные низкочастотные маломощные.

Предназначены для применения в усилительных, импульсных 
и переключающих схемах в составе гибридных интегральных микро­
схем залитой и капсулированной конструкций.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе на керамической 
плате (ТМЗА, ТМЗВ, ТМЗГ, ТМЗД) и с гибкими выводами (МЗА, 
МЗВ, МЗГ, МЗД).

Обозначение типа транзистора приводится на его корпусе.
Масса транзистора на керамической плате не более 0,8 г, с гиб­

кими выводами не более 0,5 г.
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Предельная частота коэффициента передачи тока при 
{/кб =  5 В, /э  =  1 мА не менее:

ТМЗА, М З А .........................................................................1,0 МГц
ТМЗВ, ТМЗГ, МЗВ, М З Г ................................................5,0 МГц
ТМЗД, М З Д .........................................................................10,0 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/КБ =
= 5 В, /э =  1 мА, / =  5 МГц не более:

ТМЗА, М З А ......................................................................... 3,0 не
ТМЗВ, ТМЗГ, ТМЗД, МЗВ, МЗГ, М З Д .....................  3,5 не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при {/КБ = 1 В, /э = 10 мА: 

при Т = 293 К :
ТМЗА, М ЗА ........................................................................  18-55

ТМЗВ, М ЗВ .........................................................................2 0 -6 0
ТМЗГ, М З Г .........................................................................40 -120
ТМЗД, М ЗД .........................................................................40-160

при Т=  213 К:
ТМЗА, М ЗА ........................................................................ 7 ,2 -55
ТМЗВ, М ЗВ .........................................................................8 ,0 -60
ТМЗГ, М З Г .........................................................................16-120
ТМЗД, М ЗД .........................................................................16-160

при Т = 346 К :
ТМЗА, М З А ................................................................... 18-110
ТМЗВ, М ЗВ .........................................................................20-120

ТМЗГ, М З Г ......................................................................... 40-240
ТМЗД, М ЗД ......................................................................... 40-320

Граничное напряжение при /э = 5 мА не менее . . . .  15В  
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер п р и /к =  10 мА,

/Б = 1 мА не б о л е е .................... .......................................... 0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА,

/Б = 1 мА не б о л е е ..............................................................  1,0 В
Время рассасывания при /к =  10 мА, / = 1 , 5  кГц не

более............................................................................................. 2,5 мкс
Обратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ =  15 В, (/БЭ =

= — 0,5 В не более:
при Т =  293 К ................................................................... 20 мкА
при Г = 346 К ................................................................... 150 мкА

Обратный ток эмиттера при С/БЭ = 15В не более . . . .  20 мкА 
Емкость коллекторного перехода при С/Кб =  5 В , / =  5 МГц

не более........................................................................................ 35 пФ
Емкость эмиттерного перехода при С/БЭ =  0,5 В , /  =  5 МГц 

не более........................................................................................ 70 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер...........................  15 В
Постоянное напряжение коллектор-база........................... 15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база........................... 10 В

Электрические параметры
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Постоянный ток коллектора (эмиттера) при 7"= 213-г
308 К ..............................................................................................50 мА

Импульсный ток коллектора (эмиттера) при т„ =  10 мкс 
и средней рассеиваемой мощности, не превышающей 
постоянную предельную рассеиваемую мощность . . .  100 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность при Г=213-г-298К 75 мВт
Тепловое сопротивление переход-среда............................... 0,8 К/мВт
Температура окружающей среды.............................................. От 213 до

346 К
П р и м е ч а н и я :  1. При Т > 308 К ток коллектора (эмиттера), 

мА, рассчитывается по формуле
/ к (/э ) -  7 1/358 -  Т.

2. При Т > 298 К максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность, мВт, рассчитывается по формуле

^макс = (358 — T)jR f п<. '
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Зависимость относительного на­
пряжения насыщения коллектор- 

эмиттер от температуры.

МП9А, МП10, МП10А, МП10Б, МП11, МП11А
Транзисторы германиевые сплавные п-р-п усилительные низко­

частотные с ненормированным (МП10, МП10А, МП10Б, МП11, 
МП11А) и нормированным (МП9А) коэффициентами шума на час­
тоте 1 кГц.

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.
Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры
Предельная частота коэффициента передачи тока при 

и КБ =  5 В, / э = 1 мА не менее:
МП9А, МП10, МП10А, М П 1 0 Б ....................................  1 Мгц
МПИ,  М П 1 1 А ......................... I ....................................2 Мгц

Коэффициент шума при С/КБ — 1,5 В, /э =  0,5 мА,
/ =  1 кГц МП9А не более * .......................................... 10 дБ
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Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при С/КБ =  5 В, /э =  1 мА, / =  1 кГц: 
при Т =  293 К :

М П 9 А ..................................................................................  15-45
МП10, М П 1 0 А ................................................................... 15-30

М П 1 0 Б .................................................................................. 25 -50
М П 11....................................................................................... 25 -55

М П 1 1 А .................................................................................. 45-100
при Т  = 213 К:

М П 9 А ..................................................................................  6 -4 5
МП10, М П 1 0 А ................................................................... 6 -3 0
М П 1 0 Б ..................................................................................  9 -5 0
М П 11.......................................................................................  9 -5 5
М П 1 1 А .................................................................................. ■ 18-100

при Г =  343 К:
М П 9 А ......................................... ........................................  15-90
МП10, М П 1 0 А ..................................................................  15-60

М П 1 0 Б ..................................................................................25-100
М П П .......................................................................................25-110

М П 1 1 А ..................................................................................45-165
Обратный ток коллектора при Т = 343 К не более:

МП9А, МП10, МПП,  МП11А при С/КБ = 10 В . . . 350 мкА
МП10А, МП 1 ОБ при {/КБ = 20 В .................................... 400 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при Т = 293 К не 
более:

МП9А, МП10, МПП,  МПИА при {/к э = 15 В . . . 30 мкА
МП10А при UKб =  30 В ..............................................ЗОмкА

МП10Б при (7Кб =  30 В . . . . .............................. 50 мкА
Обратный ток эмиттера при Т  = 293 К не более:

МП9А,МП10, МП11,МП11Апри {/ЭБ = 15В.  . . . ЗОмкА
МП10А, МП10Б при С/эб = 30 В ....................................30 мкА

Сопротивление базы при (УКБ =  5 В, /э = 1 м А ,/ = 500 кГц
не более.......................................................................................150 Ом

Выходная полная проводимость в режиме малого сигна­
ла при холостом ходе в схеме с общей базой при
UKB =  5 В, /э =  1 мА, / =  1 кГц не б о л ее .................... 2,5 мкСм

Емкость коллекторного перехода при С'кБ =  5 В не
более............................................................................................ 60 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: 
при Т =  213 323 К:

МП9А, МП10, МП11, М П 1 1 А ...................................  15 В
МП10А, М П 10Б ..................................................................  30 В

при Т  =  323 343 К:
МП9А, МП10, МПП,  М П 11А .................................... 10 В
МП10А, М П 10Б ..................................................................  20 В
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Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
при Г =  213 н- 323 К:

МП9А, МП10, МПП,  МП 11А .....................................  15 В
МП10А, М П 10Б ....................................................................  30 В

при Т — 323ч-343 К:
МП9А, МШО, МПП,  М П11А..........................................  10 В
МП10А, М П 10Б .................................................................... 20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база: 
при Г =  213 4- 323 К:

МП9А, МП10, МПП,  М П 1 1 А .....................................  15 В
МП10А, М П 10Б ....................................................................  30 В

при Т = 323 4- 343 К:
МП9А, МП10, МПП,  М П П А ..........................................  10 В
МП10А, М П 10Б .................................................................... 20 В

Постоянный ток коллектора.................................................... 20 мА
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения . . . .  150 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность: 

при р > 6666 Па:
при Г =  213 4- 328 К .............................. .......................... 150 мВт
при Т = 343 К ....................................................................75 мВт

при р < 6666 П а:
при 7"= 213 ч- 328 К ......................................................... 100 мВт
при Г = 343 К ....................................................................50 мВт

Общее тепловое сопротивление:
при р > 6666 П а .................................................................... 200 К/Вт
при р < 6666 П а .................................................................... 300 К/Вт

Температура перехода ..............................................................  358 К
Температура окружающей среды............................................... От 213

до 343 К
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Зависимость относительного ко- Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре- эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от напря- жиме малого сигнала от тока 

жения коллектор-база. эмиттера.
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Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от темпе­

ратуры.

Зависимость относительного на­
пряжения коллектор-эмиттер от 
сопротивления в цепи база- 

эмиттер.

ТМ10А, ТМ10Б, ТМ10В, ТМ10Ж
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п универсальные низко­

частотные маломощные. '
Предназначены для применения в усилительных, импульсных и 

переключающих схемах в составе микромодулей залитой и кап- 
сулированной конструкций.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе на керамической 
плате. Обозначение типа приводится на плате.

Масса транзистора не более 0,8 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при (/«б =  Ю В, /э  = 3 мА 
не менее....................................................................................... 30 МГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при (/«б = 1 0  В, /э = 3 мА: 

при Т — 293 К:
Т М 1 0 А .............................................................................4 0 -1 2 0

Т М 1 0 Б ........................................................................ ....  1 0 -3 2
Т М 1 0 В .............................................................................2 0 -6 0

ТМ10Ж не менее.............................................................. 80
при Т = 213 К:

Т М 1 0 А .............................................................................2 0 -1 2 0
Т М 1 0 Б .............................................................................  8 - 3 2
Т М 1 0 В .............................................................................  1 0 -6 0
ТМ10Ж не м е н е е .........................................................  40

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при 1/КБ = 10 В, / э =  10 мА:

Т М 1 0 А .................................................................................. 28 — 120
ТМ10Б . . ........................................................................  7 -3 2
Т М 1 0 В ..................................................................................  1 4 -6 0
ТМ10Ж не м е н е е .............................................................. 55

Граничное напряжение при /Эи = 25 мА не менее:
ТМ10А, ТМ 10Ж .................... .................................... ..... . 20 В
ТМ10Б, Т М 10В ................................................................... 30 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
= 10 мА не более:

при /Б = 1 мА ТМ10А, ТМ10В, Т М 1 0 Ж ....................  2,5 В
при /б =  2 мА Т М 1 0 Б .................................................... 2,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА v
не более:

при / Б = 1  мА ТМ10А, ТМ10В, ТМ10Ж . . . .  2 В 
при / б = 2 мА Т М 1 0 Б .................................................... 2 В

Обратный ток коллектора не более: 
при Т =  293 К:

при С/КБ =  20 В ТМ10А, Т М 1 0 Ж ............................... 5 мкА
при f/кв =  30 В ТМ10Б, Т М 1 0 В ...............................5 мкА

при Т =  293 К, 1/|<б = 10 В ...............................................30 мкА
Обратный ток эмиттера при (/эб =  3 В не более . . .  50 мкА 
Выходная полная проводимость в режиме малого сиг­

нала при коротком замыкании при (/КБ = 10 В,
/э = 3 мА, / =  5 0 -н 1000 Гц не б о л е е ..........................3 мкСм

Емкость коллекторного перехода при (/КБ = 10 В, /  =
= 2 МГц не б о л е е .............................................................. 10 пФ

Емкость эмиттерного перехода при £/Эб =  3 В, / =  2 МГц 
не б о л е е .................................................................................. 50 пФ



Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база, коллектор-эмит­
тер:

ТМ10А, Т М 10Ж ................................................... ..... 20 В
ТМ10Б, Т М 1 0 В ................................................................... 30 В

Постоянное напряжение эмиттер-база....................................  3 В
Постоянный ток к оллектора ................................................... 10 мА
Постоянный ток б а з ы .............................................................  10 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т < 333 К ...................................................................150 мВт
при Т = 393 К .................................... .............................. 50 мВт

Температура п е р е х о д а .............................................................  423 К
Тепловое сопротивление.............................................................  600 К/Вт
Температура окружающей ср ед ы .........................................От 213

до 393 К

МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, 
МП103А, МП111, МП111А, МП111Б, МП112, 

МП113, МП113А

Транзисторы кремниевые сплавные п-р-п усилительные низко­
частотные с ненормированным (МП 101, МП 101 Б, МП 102, МП 103, 
МП103А, МП111, МП111Б, МП112, МП113, МП113А) и нормирован­
ным (МП101А, МП111А) коэффициентами шума на частоте 1 кГц.

Предназначены для усиления и переключения сигналов низкой 
частоты.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г для типов МП 101, МП101А, 
МП101Б, МП102, МП103, МП103А и не более 2,5 г для типов 
МП111, МП111А, МП 111 Б, МП 112, МП113, МП113А.

Коллектор

ФЧ,1
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Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
1/КБ = 5 В, /э =  1 мА не менее:

МП 101, МП101А, МП101Б, МП 102, МП111, МП1 11А,
МП11Б, М П 112 ....................................................................0,5 МГц
МП103, МП ЮЗА, М П 1 1 3 ............................................... 1 МГц
МП113А...................................................................................1,2 МГц

Коэффициент шума при С/КБ =1 В, /3 =  0,2 мА, /  =
= 1 кГц:

МП ЮЗА не более.................................................................... 15 дБ
типовое значение.................................................................... 5 * дБ
МП113А не б о л е е ..............................................................  18 дБ

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при С/КБ = 5  В, /э = 5 мА, / =  1 кГц: 

при Т = 298 К :
МПЮ1,МП111.................................................................... 10-25
МПЮ1А, М П 111А .........................................................  10-30
МПЮ1Б, МП 102, МПЮЗ, МП111Б, МП112,
М П 1 1 3 ..............................................................................  15-45
М П 103А ..............................................................................3 0 -7 5
М П 113А ..............................................................................35-105

при Т = 213 К:
М П 1 0 1 ..............................................................................  5 - 2 5
М П Ю 1А .............................................................................. 5 -3 0
МП101Б, МП 102, МПЮ З...............................................  8 - 4 5
МП Ю ЗА ..............................................................................  10-75

при Т = 398 К :
М П Ю 1 .............................................................................. 10-75
М П Ю 1А ..............................................................................10-100
МПЮ1Б, МПЮ2, МПЮЗ ............................................... 15-120
М П Ю ЗА .............................................................................. 30-225

Обратный ток коллектора не более: ’
при Т = 298 К :

МПЮ1А при (/КБ = Ю В ..........................................  1 мкА
МП111, МП111Б при 1/КБ =  10 В ..................... ..... 3 мкА
МП111А при £/КБ =  5 В ...............................................  1 мкА
МП112, МП113, МП113А при (/КБ= 5 В . . . . 3 мкА 

при Т =  398 К :
МПЮ1, МПЮ1Б при £/КБ = 10 В ...........................50 мкА
МПЮ1А, МП 102, МПЮЗ, МПЮЗА при t/KB =
_ 5  j ...................................................................................50 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при Т = 298 К не 
более:

МПЮ1, МПЮ1Б при и Кэ = 20 В .......................... 3 мкА
МП101А, МП 102, МПЮЗ, МПЮЗА при UK3 =
= 10 В ...................................................................................3 мкА

Обратный ток эмиттера при Т =  298 К не более:
МП101, МПЮ1Б при t/3B= 2 0  В ................................3 мкА
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МП 101 А, МП 102, МПЮЗ, МПЮЗА при {/ЭБ =
=  10 В ..................................................................................
МП 111, МП 111 А, МП 111 Б, МП 112, МП 113, МП113А
при 1/эб =  5 В ...................................................................

Выходная полная проводимость в режиме малого сигна­
ла при холостом ходе при С/кБ = 5 В, /э = 1 мА,
/ =  1 кГц не б о л е е ..............................................................
типовое значение МПЮ1, МПЮ1А, МПЮ1Б, МП102,
МПЮЗ, М П Ю З А ...................................................................

Коэффициент обратной связи по напряжению в режиме 
малого сигнала в схеме с общей базой при £/КБ =
= 5 В, / э  =  5 мА, /  =  1 кГц не б о л е е ..........................
типовое значение МП101, МП101А, МПЮ1Б, МП102,
МПЮЗ, М П Ю З А ...................................................................

Емкость коллекторного перехода при С/Кб =  5 В:
МП101, МПЮ1.А, МПЮ1Б, МП 102, МПЮЗ, МПЮЗА
не б о л е е ..................................................................................
типовое значение ..............................................................
МП 111, МП111А, МП111Б, МП 112, МП 113, МП113А 
не более ..................................................................................

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
МП101, МПЮ1Б, МП111, М П111Б...............................
МП 101 А, МП 102, МПЮЗ, МПЮЗА, МП111А, МП112, 
МП113, МП113А...................................................................

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб <
< 2 кО м:

МП101, МП101Б, МП111, М П 1 1 1 Б ..........................
МП101 А, МП 102, МПЮЗ, МПЮЗА, МП111А, МП112,
МП113, МП113А........................................ ..........................

Постоянное напряжение эмиттер-база:
МП101, М П 101Б................................................... ..... . .
МП101 А, МП 102, МПЮЗ, М П Ю ЗА .........................
МП111, МП 1 ПА, МП 111 Б, МП 112, МП113,
М П 113А ..................................................................................

Постоянный ток коллектора...................................................
Постоянный ток э м и т т е р а ...................................................
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения при 

переключении и среднем значении тока эмиттера за
1 с не более 20 мА МП111, МП111А, МП111Б,
МП112, МП113, М П 113А ...................................................

Импульсный ток коллектора при ти < 10 мс, Q > 10 
Импульсный ток эмиттера при ти < 10 мс, Q > 10 
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Г =  213 4- 348 К, р > 6650 Па МПЮ1, МП101А, 
МПЮ1Б, МП 102, МПЮЗ, М ПЮ ЗА...............................

3 мкА 

3 мкА

2 мкСм 

1,2* мкСм

3- Ю" 3 

Ю-з*

150 пФ 
110* пФ

170 пФ

20 В 

10 В

20 В 

10 В

20 В 
10 В

5 В 
20 мА 
20 мА

100 мА 
100 мА 
100 мА

150 мВт
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при Т =  213 4- 348 К, р = 665 Па МП101, МП101А,
МП101Б, МП 102, МПЮЗ, М П Ю ЗА ............................... 100 мВт

при Г =  218 4- 343 К МП111, МП111А, МП111Б,
МП112, МП113, М П 113А ............................................... 150 мВт

при Г =  373 К МП111, МП 111 А, МП111Б, МП112,
МП113, МП113А............................................... ..... . . . 60 мВт
при Т =  398 К МП101, МП 101 А, МПЮ1Б, МП102,

МПЮЗ, МПЮЗА................................................................... 60 мВт
Общее тепловое сопротивление:

МПЮ1, МП101А, МП101Б, МПЮ2, МПЮЗ,
МПЮЗ А..................................................................................  556 К/Вт
МП111, МПН1А,  МП111Б, МП112, МП113,
М П113А..................................................................................  333* К/Вт

Температура перехода:
МПЮ1, МП101 А, МП101Б, МПЮ2, МПЮЗ,
МПЮЗА..................................................................................  423 К
МП111, МП111А, МП 111 Б, МП 112, МП113 
М П113А..................................................................................  393 К

Температура окружающей среды:
МП101, МПЮ1А, МП101Б, МП 102, МПЮЗ,

МПЮЗА.................................................................................. От 213
до 398 К

МП111, МП 111 А, МПП 1 Б, МП 112, МП113,
М П113А.................................................................................. От 218 до

373 К

10 12 П  16 181э ,мА

Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме 
малого сигнала от тока эмиттера при различных напряжениях

коллектор-база.



2ТМ103А, 2ТМ103Б, 2ТМ103В, 
2ТМ103Г, 2ТМ103Д

Транзисторы кремниевые 
сплавные п-р-п маломощные.

Предназначены для работы в 
усилительных и импульсных мик­
ромодулях этажерочной конструк­
ции. Выпускаются в металлостек­
лянном корпусе на керамической 
плате. Обозначение типа приводит­
ся на корпусе.

Масса транзистора не более 
0,8 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при (/Кб = 5 В, /э =  1 мА не
менее.............................................................................................30 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при (/«б = 20 В, /э = 20 мА: 

при Т = 293 К :
2ТМ103А, 2ТМ 103Г........................................................  10-50
2ТМ103Б, 2ТМ 103Д ........................................................  18-90
2ТМ103В............................................................................. 30-150

при Г = 398 К:
2ТМ103А, 2ТМ 103Г.............................. ......................... 10-125
2ТМ103Б, 2ТМ 102Д ........................................................18-225
2ТМ103В.............................................................................  30-375

при Г =  213 К:
2ТМ103А, 2ТМ 103Г........................................................ 8 -5 0
2ТМ103Б, 2ТМ 103Д ........................................................ 12-90
2ТМ103В.............................................................................18-150

Обратный ток коллектора не более:
2ТМ103А, 2ТМ103Б при £/КБ = 120 В .....................7,5 мкА
2ТМ103В, 2ТМ103Г, 2ТМ103Д при t/кв =  80 В . . . 7,5 мкА 

Обратный ток эмиттера не более:
2ТМ103А, 2ТМ103Б, 2ТМ103В при U3S =
= 1,5 В .............................................................................5 мкА
2ТМ103Г, 2ТМ103Д при иЭБ = 3 В ..........................5 мкА

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при/к =  10 мА,
/Б = 2 мА не более: 

при Т = 293 К:
2ТМ103А, 2ТМ103Б, 2ТМ103В, 2ТМ103Г,
2ТМ 103Д ..........................................................................  3,3 В

при Г =  398 К:
2ТМ103А, 2ТМ103Б, 2ТМ103В, 2ТМ103Г,
2ТМ103Д.............................................................................  5,5 В
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
2ТМ103А, 2ТМ103Б..............................................................  120 В
2ТМ103В, 2ТМ103Г, 2ТМ103Д . . . .....................  80 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
2ТМ103А, 2ТМ103Б, 2Т М 103В ..................................... 1,5 В
2ТМ1ОЗГ, 2ТМ103Д ..............................................................  3 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при t/gg =
= 0,5 В и КБЭ ^  1 кОм:

2ТМ103А, 2ТМ103Б..............................................................  120 В
2ТМ103В, 2ТМ103Г, 2Т М 103Д ....................................  80 В

Постоянный ток коллектора:
при Г =  213 4-333 К .........................................................  15 мА

при Т = 398 К .................................... ...............................2,7 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мкс, Q > 10. . . 60 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т=  213 н- 348 К ......................................... • • • 75 мВт
при Г = 398 К ................................................................... 30 мВт

Температура п ерехода..............................................................  428 К
Температура окружающей с р е д ы ..........................................От 213 до

398 К

ГТ122А, ГТ122Б, ГТ122В, ГТ122Г

Транзисторы германиевые сплавные п-р-п низкочастотные усили­
тельные маломощные.

Предназначены для работы в низкочастотных усилительных 
устройствах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.

49



Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при
{/КБ =  5 В, /э  =  1 мА не менее:

ГТ122А, ГТ122Б...................................................................1 МГц
ГТ122В, ГТ122Г...................................................................2 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при = 5 В, /э =  1 мА:

ГТ122А, ГТ122Б................................................................... 15-45
ГТ122В, ГТ122Г...................................................................30 -60

Сопротивление базы не б о л е е ..............................................  200 Ом
Обратный ток коллектора при 1/КБ = 5 В не бо­

лее..................................................................................................20 мкА
Обратный ток эмиттера при (/эб =  5 В не более . . .  15 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при температуре 
Т =  213 ч- 313 К:

Г Т 1 2 2 А .................................................................................. 35 В
ГТ122Б, ГТ122В, Г Т 1 2 2 Г ..........................Г . . . 20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т = 213 ч- 
313 К:

Г Т 1 2 2 А .................................................................................. 35 В
ГТ122Б, ГТ122В, Г Т 1 2 2 Г ..............................................  20 В

Постоянный ток коллектора................................................... 20 мА
Импульсный ток коллектора...................................................150 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т =  213 ч- 328 К ........................................................ 150 мВт
при Т — 328 ч- 343 К ........................................................ 75 мВт

Тепловое сопротивление........................................................ • . 0,2 К/мВт
Температура окружающей с р е д ы .........................................От 213

до 343 К

П р и м е ч а н и е .  Минимальное расстояние от корпуса до места 
изгиба выводов 3 мм. Минимальное расстояние до места пайки
5 мм. Пайку производить при Т  < 558 К в течение времени не 
более 5 с.

КТ127А-1, КТ127Б-1, КТ127В-1, КТ127Г-1

Транзисторы кремниевые 
планарные п-р-п маломощные.

Предназначены для работы 
в усилителях и стабилизаторах 
постоянного тока в герметизи­
рованной аппаратуре.

Бескорпусные, без кристал­
лодержателя, с защитным по-
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крытием лаком, с гибкими выводами. Обозначение типа приводит­
ся на сопроводительной таре.

Масса транзистора не более 0,006 г.

Электрические параметры
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером при (/«б = 3  В, /3  =  1 мА, ти­
повое значение.........................................................................100 кГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при 1/кэ =  5 В, /э = 1 мА :

КТ127А-1, К Т 127В -1 .........................................................  15-60
КТ127Б-1, К Т 127Г -1 .........................................................  40-200

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 1К =  3 мА
не более........................................................................................  0,5 В

Обратный ток коллектора при (УКБ = 25 В, Т =  213 н-
358 К не б о л е е ......................................................................... 1 мкА

Обратный ток эмиттера при £ /Э б  =  3  В, Т =  213 н- 358 К
не более........................................................................................ 1,5 мкА

Емкость коллекторного перехода при С/|<б =  5 В не
более.............................................................................................  5 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

КТ127А-1, К Т 127Б -1 .........................................................  25 В
КТ127В-1, К Т 127Г -1 .........................................................  45 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
КТ127А-1, К Т 127Б -1 ......................................................... 25 В
КТ127В-1, К Т 127Г -1 ......................................................... 45 В

Постоянный ток к о лл екто р а ...............................................50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т = 213 -  343 К .........................................................15 мВт
при Т =  358 К ...................................................................  5 мВт

Полное тепловое сопротивление.......................................... 3 К/мВт
Температура перехода ..............................................................  398 К
Температура окружающей ср е д ы .......................................... От 213

до 358 К

2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д, 
КТ201А, КТ201Б, КТ201В, КТ201Г, КТ201Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п усили­
тельные низкочастотные с ненормированным (2Т201А, КТ201А, 2Т201Б, 
КТ201Б, 2Т201В, КТ201В, 2Т201Г, КТ201Г) и нормированным 
(2Т201Д, КТ201Д) коэффициентами шума на частоте 1 кГц. 

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Масса транзистора не более 0,6 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при С/̂ б = 5  В, /д =  10 мА не
менее.............................................................................................10 МГц

типовое значение 2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г,
2 Т 2 0 1 Д .................................................................................. 40* МГц

Коэффициент шума при С/КБ= 1  В, /э =  0,2 мА, /  =
= 1 кГц:

2Т201Д не б о л е е .............................................................  15 дБ
типовое значение..................................................................  6 * дБ
КТ201Д не б о л е е .............................................................  15 дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/КБ = 1  В, /к =  5 мА: 

при Г = 298 К :
2Т201 А, К Т 201А ............................................................. 20-60

2Т201Б, КТ201Б, 2Т201В, КТ201В, 2Т201Д,
К Т 2 0 1 Д .............................................................................  30-90
2Т201Г, К Т 2 0 1 Г ................................................... ..... . 70-210

при Г =  213 К:
2 Т 2 0 1 А .............................................................................10-60

2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Д............................... 15-90
2 Т 2 0 1 Г .......................... ........................................ ..... . 35-210

при Т  =  398 К :
2 Т 2 0 1 А .............................................................................20-120
2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Д .............................................. 30-180

2Т201Г . ........................................................................ 70-400
Обратный ток коллектора не более: 

при 1/кб =  20 В : 
при Г =  298 К2Т201А, КТ201А, 2Т201Б, КТ201Б. . 0,5 мкА

при Т  =  398 К 2Т201 А, 2Т 201Б ...............................10 мкА
при 1/КБ = 10 В:

при Т  =  298 К 2Т201В, КТ201В, 2Т201Г, КТ201Г,
2Т201Д, К Т 2 0 1 Д ............................................................. 0,5 мкА

при Т — 398 К 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д . . . .  10 мкА 
Обратный ток эмиттера при Г = 298 К не более:

при t/эв =  20 В 2Т201 А, КТ201А, 2Т201Б, КТ201Б . . 3 мкА
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при {/Эб = Ю в  2Т201 В, КТ201 В, 2Т201Г, КТ201Г,
2Т201Д, КТ201Д...................................................................  3 мкА

Выходная полная проводимость в режиме малого сиг­
нала при холостом ходе при t /кв =  5 В, /3  =  1 мА,
f — 1 кГц не б о л е е .............................................................. 2 мкСм

типовое значение 2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г,
2 Т 2 0 1 Д .................................................................................. 0,5* мкСм

Коэффициент обратной связи по напряжению в режиме .
малого сигнала в схеме с общей базой при 1/КБ = 5 В,
/э = 1 мА, / =  1 кГц не б о л е е .................................... 3 • 10— 3

типовое значение 2T20IA, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г,
2 Т 2 0 1 Д .................................................................................. 4- 10 ~4*

Емкость коллекторного перехода при 1/кб = 5 В не
более............................................................................................  20 пФ

типовое значение для 2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В,
2Т201Г, 2Т201Д ................................................................... 9* пФ

Индуктивность выводов эмиттера и базы при / = 3 мм 6* нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т201 А, КТ201А, 2Т201Б, К Т 2 0 1 Б ...............................  20 В
2Т201В, КТ201В, 2Т201Г, КТ201Г, 2Т201Д,
К Т 2 0 1 Д ..................................................................................  10 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эб **
< 2 кОм:

2Т201 А, КТ201 А, 2Т201Б, К Т 2 0 1 Б ............................... 20 В
2Т201 В, КТ201В, 2Т201Г, КТ201Г, 2Т201Д,
К Т 2 0 1 Д ..................................................................................  10 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
2Т201 A, KT20IA, 2Т201Б, К Т 2 0 1 Б ............................... 20 В
2Т201 В, КТ201В, 2Т201Г, КТ201 Г, 2Т201Д, КТ201Д. . 10 В 

Постоянный ток коллектора:
2Т201 А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д . . . .  20 мА 
КТ201 А, КТ201Б, КТ201В, КТ201Г, КТ201Д . . .  30 мА 

Импульсный ток коллектора при Q > 10:
при ти « 1 0  мс 2Т201 А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г,

2 Т 2 0 1 Д .................................................................................. 100 мА
при ти < 100 мкс КТ201 А, КТ201Б, КТ201В, КТ201Г,

К Т 2 0 1 Д .................................................................................. 100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

2Т201 А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д:
при Т=  213 4-348 К, р > 6650 П а ......................... 150 мВт
при Т =  213 4- 348 К, р = 665 П а ............................... 100 мВт
при Т  =  398 К ........................................................................ 60 мВт

КТ201 А, КТ201Б, КТ201В, КТ201Г, КТ201Д:
при Т=  213 4-363 К .........................................................150 мВт
при Т — 398 К ................................................................... 60 мВт
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Общее тепловое сопротивление 2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В,
2Т201Г, 2Т201Д ................................................................... . 5 5 6  К/Вт

Температура перехода КТ201А, КТ201Б, КТ201В, КТ201Г,
К Т201Д........................................................................................  423 К

Температура окружающей ср е д ы .........................................От 213
до 398 К

Зависимость относительного 
статического коэффициента п 
редачи тока в схеме с общим 
эмиттером от тока коллектора.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока в схеме с общим 
эмиттером от напряжения кол­

лектор-база.

3,0 

2,5

^ 1 , 5  

$ 1 ,0  

0,5 

О
213 243 273 303 333 363 Т,К

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока в схеме с общим 

эмиттером от температуры.

2Т205
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п мало­

мощные.
Предназначены для работы в усилительных и импульсных 

микромодулях и блоках герметизированной аппаратуры.
Бескорпусные, без кристаллодержателя, с контактными площад­

ками для монтажа в аппаратуру. Обозначение типа приводится 
на групповой таре.

Масса транзистора не более 0,003 г.
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0,3 0,05

- -коллектор 
-эмиттер

-J- -База

■ ]- -коллектор

Ключ 4- контакта 
Ф0,18

Электрические параметры
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером при Vкб =  Ю В, /3  =2 , 5  мА
не менее........................................................................................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при 1/кб =  10 В, /3  = 2,5 мА:

при Т = 298 К ..............................................
при Т = 398 К ..............................................
при Т = 213 К .........................................

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к :
/Б = 2 мА не б о л е е ....................................

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к
/Б = 2 мА не б о л е е ....................................

Емкость коллекторного перехода при [/КБ = 10
= 10 МГц не б о л е е ....................................

Емкость эмиттерного перехода при £/ЗБ = 2 В, /  =
не более.............................................................

Время рассасывания при /к =  5 мА, /Б =  2
более.......................................................................

Обратный ток эмиттера при (/ЗБ = 3 В не более

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база...............................
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?БЭ <

< 3 к О м ..................................................................................
Постоянное напряжение эмиттер-база.....................................
Постоянный ток коллектора....................................................
Импульсный ток коллектора при ти <  10 мс, Q >  10 . . . 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т=  213 4- 363 К .........................................................
при Т = 398 К ...................................................................

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 
ти < 10 мс, Q > 1 0 ...................................................................

=  5 мА, 

5 мА, 

В, /  = 

10 МГц 

мА не

20 МГц

10-40
10-100
5 -4 0

2 В

1 В

10 пФ

25 пФ

1 МКС

3 мкА

250 В

250 В 
ЗВ 

20 мА 
45 мА

40 мВт 
31,8 МВт

160 мВт
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Температура перехода . . . .  
Температура окружающей среды

408 К 
От 213 

до 398 К

0 W  80 иКБ,В

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером от тока 

эмиттера.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зона возможных положений за­
висимости емкости эмиттерного 
перехода от напряжения эмит­

тер-база.

С3,пФ

15

10

5

s // /

2Т1

П
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КТ206А, КТ206Б

Транзисторы кремниевые эпитак­
сиально-планарные п-р-п маломощные 
универсальные.

Предназначены для работы в уси­
лительных и импульсных микромоду­
лях и блоках в герметизированной 
аппаратуре.

Бескорпусные, без кристаллодер­
жателя, с защитным покрытием, с 
гибкими выводами. Обозначение типа 
приводится на групповой паре.

Масса транзистора не более 0,002 г.



Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при UKB — 2 В, / к =  5 мА не
менее............................................................................................. 10 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при Ukb = 1 В, 1к =  5 мА:

К Т 206А ...................................................................................30-90
К Т 2 0 6 Б ...................................................................................70-210

Обратный ток коллектора не более:
КТ206А при С/К б = 20 В ............................................... 1 мкА
КТ206Б при (/КБ=12  В ............................................... 1 мкА

Обратный ток эмиттера не более:
КТ206А при и ЭБ =  20 В . ............................................... 1 мкА
КТ206Б при и ЭБ = 12  В ............................................... 1 мкА

Емкость коллекторного перехода при (УКБ =  5 В, /  =
= 10 МГц не б о л е е .............................................................. 20 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
К Т 206А ................................................................................... 20 В
К Т 2 0 6 Б ................................................................................... 12 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
< 3 кОм:

К Т 206А ................................................................................... 20 В
К Т 2 0 6 Б ................................................................................... 12 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
К Т 206А ................................................................................... 20 В
К Т 2 0 6 Б ................................................................................... 12 В

Постоянный ток коллектора....................................................20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т =  213-г 328 К .........................................................15 мВт
при Т =  358 К ................................................................... 5 мВт

Температура п ерехода ..............................................................  373 К
Температура окружающей ср еды .......................................... От 213

до 358 К

КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, 
КТ215Д-1, КТ215Е-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­
сальные маломощные.

Предназначены для использования в ключевых и линейных 
гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектрон­
ной герметизированной аппаратуры.
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Бескорпусные, без кристал­
лодержателя, с гибкими вывода­
ми, с защитным покрытием. 
Обозначение типа приводится на 
возвратной таре.

Масса транзистора без упа­
ковочной тары не более 0,01 г.

Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала: 
при С/КБ =  5 В, / э  = 1 0  мА:

КТ215А-1 не м е н е е .............................................................  20
К Т 2 1 5 Б -1 ..............................................................................30-90
КТ215В-1, КТ215Г-1............................................................. 40-120

при Uk b= '  В, / э  =  40 мкА не менее:
КТ215Д-1 ..............................................................................  80
К Т 2 1 5 Е -1 .............................................................................. 40

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при/« =  10 мА,
/Б = 1 мА КТ215Д-1, КТ215Е-1 не более..........................  0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА,
/Б = 1  мА КТ215Д-1, КТ215Е-1 не б о л е е .....................  1,2 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / Б = 1 мА,
/э = 0 КТ215Д-1, КТ215Е-1................................................... 0 ,3-2,5 В

Входное сопротивление в схеме с общим эмиттером 
в режиме малого сигнала при t/кЭ =  5 В, /к =  2 мА,
/ =  800 Г ц .................................................................................. 1,2-10 кОм

типовое значение...................................................................1,5* кОм
Емкость эмиттерного перехода при Uэб =  0,5 В, / =

= 500 к Г ц .................................................................................. 9,6-100 пФ
типовое зн а ч е н и е ............................................................. 40* пФ

Емкость коллекторного перехода при U&Б = 1 0  В, /  =
= 500 к Г ц ...................................................................................9 ,5 -50  пФ

типовое значение.................................................................. 12* пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при КБЭ = 10 кОм,

(7кэ = 30 В, Т = 358 К не б о л е е ............................... 100 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т  =  233 -г 
358 К:

КТ215А-1, К Т 2 1 5 Б -1 .............................................................. 80 В
К Т 2 1 5 В -1 ............................................................................. ...... 60 В
К Т 2 1 5 Г -1 ............................................................................. ...... 40 В
К Т 2 1 5 Д -1 ............................................................................. ...... 30 В
К Т 2 1 5 Е -1 ............................................................................. ...... 20 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база при Т =  233
358 К ............................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Г =  233 -=- 358 К . . . . 50 мА 
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мс, Q > 100,

Т = 233 -г 358 К ........................................................................ 100 мА
Постоянный ток базы при Т =  233 4- 358 К .....................20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т = 308 К ................................................................... 50 мВт
при Г = 358 К ................................................................... 20 мВт

Температура перехода..............................................................  398 К
Тепловое сопротивление переход-кристалл..........................0,1 К /м В т
Температура окружающей с р е д ы ......................................... От 233

до 358 К
Допустимая температура пайки транзисторов в гибрид­

ные схемы не должна превышать 432 К в течение 
30 с.

*>213
200

150

100

50

КТ215А-1-
КТР1ЯГ-1
и*Б = 5В

'ИТ9'
=

ЧП-1 _
КТ215 Е-1  

|
10 1э,мА 228 273 318 Т,К

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем­

пературы.

Зависимость коэффициента Шу­
ма от тока эмиттера.

Зависимость коэффициента шу­
ма от выходного сопротивления 

генератора.
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КТ302А
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п низкочастотные усили­

тельные маломощные с нормированным коэффициентом шума на 
частоте 1 кГц.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

Коэффициент шума при С/кэ = 1  В, /э  =  0,1 мА, / =
=  1 кГц не б о л е е ......................................................................

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала
при С/кэ  = 1  В, /э  =  0,11 м А ...........................................

О братный ток коллектора при (7Кб  =  15 В не более . . . 
Обратный ток эмиттера при Uэб =  4 В не более . . .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Г =  308 К . . 
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эб =

=  0,1 кОм, Т =  308 К ................................................................
Постоянное напряжение эмиттер-база при Т — 308 К . . .
Постоянный ток коллектора при Т =  308 К .....................
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т =  

=  308 К ........................................... ...............................................

П307, П307В, П308, П309
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п переключательные 

низкочастотные маломощные.
Предназначены для применения в схемах переключения и преоб­

разователей постоянного напряжения.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 2 г.

7 дБ

110-250 
1 мкА 
1 мкА

15 В

15 В 
4 В 

10 мА

100 мВт
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с
общим эмиттером при 1/КБ = 20 В, /3  =  4 мА не
менее................................................................................ . . . . 20 МГц

Входное сопротивление при 1/КБ =  20 В, /э =  10 мА не
б ол ее ..................................................................................................70 Ом

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при /э =  10 мА, £/кб =  20 В :

П307, П309 .................................................................................. 2 0 -6 0
П307В............................................................................................ 5 0 -1 5 0
П308 .................................. ' ......................................................3 0 -9 0

Сопротивление насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  15 мА, / Б =  3 мА не более: 

при Г =  298 К:
П307 .......................................................................................  100 Ом

П307В, П308, П309 . . . ' . .......................................130 Ом
при Т =  398 К ............................................................................  240 Ом

Обратный ток коллектора при С/КБ =  (Уквмаке не
более ..................................................................................................3 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при t/ K3 =  (Укэмакс- 
/?ЭБ =  Ю кОм не более:

при Т =  298 К .................................................................  20 мкА
при Т =  393 К ....................................................................... 200 мкА

Обратный ток эмиттера при (/3б =  3 В не более:
при Т =  298 К ............................................................................ 5 мкА
при Т =  393 К ............................................................................ 15 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор- 
эмиттер при ЛЗБ < 10 кОм:

П307, П 3 0 7 В ............................................................................  80 В
П 308, П 309 .................................................................................. 120 В

Постоянный ток к о л л ек то р а .......................................................30 мА
Импульсный ток коллектора при т„ < 1 мкс, Q > 10 . . . 120 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т < 293 К ....................................................................... 250 мВт
при Г =  373 К .......................................................................150 мВт
при Т =  393 К .......................................................................100 мВт

61



Температура перехода ................................................................. 423 К
Общее тепловое сопротивление:

при Т  <  373 К ............................................................................0,8 К/мВт
при Т  »  373 К ........................................................................... 0,4 К/мВт

Температура окружаю щей среды .................................................От 213
до 393 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
менее 5 мм от корпуса транзистора. Пайку производить паяль­
ником при Т  <  533 К в течение не более 10 с. Необходимо 
осуществлять теплоотвод между корпусом и местом пайки. Изгиб 
выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса, 
при этом долж ны быть приняты меры предосторожности, обеспе­
чивающие неподвижность вывода между изгибом и стеклянным 
изолятором, чтобы не произошло нарушения спая выводов со 
стеклянным изолятором , ведущего к потере герметичности транзи­
стора.

Входные характеристики.
Зависимость коэффициента пе­
редачи тока от тока коллектора.

Н21з 
100

80

ВО

40

го 
о
213 293 313 333 353 373 Т,К

Зависимость коэффициента пе­
редачи тока от температуры.

Зависимость модуля коэффи­
циента передачи тока от тока 

эмиттера.
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Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

Зависимость относительного 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от  

сопротивления база-эмиттер.

ГТ404А, ГТ404Б, ГТ404В, ГТ404Г
Транзисторы германиевые сплавные п-р-п усилительные н изко­

частотные маломощные.
Предназначены для применения в выходных каскадах усилителей 

низкой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы водам и 

в двух вариантах. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора: вариант 1 — не более 5 г, вариант 2 — 

не более 2 г.

База
Коллектор

Эмиттер
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при {/кб =  * В, /э  =  3 м А :

ГТ404А, Г Т 404В ...................................................................... 3 0 -8 0
ГТ404Б, Г Т 4 0 4 Г ...................................................................... 60 -1 5 0

Коэффициент линейности К, = (h2]3 при / э  =  3 MA)/(h2ij
п р и /э  =  300 м А )............................................................................0 ,6—1,5

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при С/Кб =  ' В' h  =  3 мА не
менее....................................................................................................1 МГц

Прямое падение напряжения на эмиттерном переходе
при отключенном коллекторе,/э  =  2 мА не более . . . 0,3 В 

Обратный ток коллектора при С/КБ =  10 В, обратный ток
эмиттера при 1/Вэ  = 1 0  В не б о л е е ................................ 25 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?Бэ  =
=  200 Ом, Т =  233 -н 328 К:

ГТ404А, Г Т 4 0 4 Б ......................................................................  25 В
ГТ404В, Г Т 4 0 4 Г ......................................................................  40 В

Постоянный ток коллектора при Т =  233 -г- 328 К . . . . 0,5 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Г =

=  298 К:
вариант 1 ................................................................................. 0,6 Вт
вариант 2 ................................................................................. 0,3 Вт

Температура п е р е х о д а ................................................................  358 К
Тепловое сопротивление переход-среда:

вариант 1 ...................................................................................... 0,1 К/мВт
вариант 2 ...................................................................................... 0,15 К/мВт

Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 233 до
328 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Г =  298 -г 328 К опреде­
ляется по формуле

^К.макс =  (358 — T)l R t .u-c.

2. Допускается производить соединения выводов транзисторов 
с элементами схемы на расстоянии не менее 5 мм от корпуса 
транзистора любым способом (пайка, сварка и т. п.) при условии 
соблюдения следующих требований: за все время соединения темпе­
ратура в любой точке корпуса транзистора не должна превы­
шать максимально допустимую температуру окружающей среды. 
Температура пайки не должна превышать 558 К.

Изгиб выводов должен производиться на расстоянии не менее 
3 мм от корпуса транзистора. При включении транзистора в 
электрическую цепь вывод коллектора должен присоединяться послед­
ним и отключаться первым.
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Зависимость относительного об­
ратного тока коллектора от 

температуры.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­

редачи тока от температуры.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.
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КТ503А, КТ503Б, КТ503В, КТ503Г, КТ503Д, 
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Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­
сальные низкочастотные маломощные.

Предназначены для работы в усилителях Н Ч , операционных 
и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных 
схемах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

О М

3 Полупроводниковые приборы 65



Электрические параметры

Граничное напряжение при /3 =  10 мА, ти < 30 мкс, 
скважности >  100 не менее:

КТ503А, К Т 503Б ......................................................................  25 В
КТ503В, К Т 5 0 3 Г ......................................................................  40 В
К Т 5 0 3 Д ......................................................................................  60 В
К Т 5 0 3 Е ......................................................................................  80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  10 мА,
/ Б =  1 мА  не б о л е е ................................................................. 0,6 В
типовое з н а ч е н и е ......................................................................0,2 * В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б =  1 мА  не б о л е е ...................................... .....  1,2 В
типовое з н а ч е н и е ......................................................................0,8* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при {Укэ = 5 В, /э  = 1 0  мА:

КТ503А, КТ503В, КТ503Д, К Т 5 0 3 Е ................................ 4 0 -1 2 0
КТ503Б, К Т 5 0 3 Г ...................................................................... 8 0 -2 4 0

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общ им эмиттером при t/к  э =  5 В, / 3 =  3 мА,
не м ен ее ............................................................................................5 МГц

Емкость коллекторного перехода при (/КБ = 5  В, /  =
=  465 кГц не б о л е е ................................................................ 20 пФ

Обратный ток коллектора при t /KБ =  [/re.макс не бо­
лее ....................................................................................................... 1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т =  233 -f- 
358 К:

КТ503А, К Т 503Б ...................................................................... 40 В
КТ503В, К Т 503Г ...................................................................... 60 В
К Т 5 0 3 Д ......................................................................................  80 В
К Т 5 0 3 Е ......................................................................................  100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т =  233 -г
358 К .................................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Г =  233 -н 358 К . . . 0,15 А 
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мкс, Q > 100,

Г =  233 358 К ...........................................................................0,35 А
Постоянный ток базы при Т = 233 358 К .....................  0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т =

=  233 ч- 298 К ...........................................................................0,35 Вт
Температура п е р е х о д а ................................................................  398 К
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 233

до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайку выводов разрешается производить на 
расстоянии не менее 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника 
должно быть заземлено. Разрешается производить пайку путем 
погружения выводов не более чем на 3 с в расплавленный при­
пой с температурой не выше 523 К.
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Изгиб выводов допускается производить на расстоянии не менее 
5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5 — 2 м м , 
при этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий 
на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

Зависимость максимально до­
пустимой постоянной мощности 
рассеивания коллектора от тем­

пературы.

0,25

0,2

0,15

h , i
£

0,05

О

1 111 
KTS03A-
1/ТСП7Р

г

/

h ! h = и? /

1 г  Ч 6810 20 Ч01к,мА

Зависимость напряжения насы ­
щения коллектор-эмиттер от 

тока коллектора.

120

100

80

60

40
20
О

1II
KTS03

... Г | Г|_  
S.KTSOir,

Г N S
У

икз - 5В / \
/

у
/

KT50JA,KT503B, 
КТ503Д .KT50JE 

...................

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока кол­

лектора.

Oftl 0,04 0,1 0,20,40,6 1 2 4 S10 20 4060100200400
1э ,мА

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.
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Т1А, Т1Б, Т2А, Т2Б, Т2В, Т2К, ТЗА, ТЗБ
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р универсаль­

ные низкочастотные маломощные.
Предназначены для применения в усилительных, импульсных 

и переключающих каскадах низкой частоты в составе гибридных 
интегральных микросхем залитой конструкции.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы вода­
ми. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,25 г.
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Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
{/КБ =  5 В, / к =  1 мА не менее:

Т1А, Т 2 А ................................................................................. 3,0 МГц
Т1Б, Т 2 Б .......................................................................................2,0 МГц
Т 2 В ............................................................................................7,0 МГц
Т 2 К ............................................................................................4,0 МГц
ТЗА, Т З Б ................................................................................. 1,0 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при {/кб =
=  5 В, / э  =  1 мА, /  =  465 кГц не б о л е е ...................... 3000 пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при Uкб =  1 В, /к =  10 мА: 

при Г =  298 К:
Т1 А, Т 2 А ................................................................................. 2 0 -5 0

Т1Б, Т 2 Б ...................................................... .....  4 0 -150
Т 2 В ............................................................................................2 0 -150

Т З А ............................................................................................  10 -40
Т З Б ............................................................................................30 -150

при Г = 2 1 3  К ......................................................................От 1 до 0,5
значения при 

Г =  298 К
при Т — 343 К не б о л е е ................................................ 2 значения

при Г =  298К
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  20 мА не более: 
при / Б =  2 м А :

Т1А, Т1Б, Т2А, Т2Б, Т 2 В ...........................................  0,2 В
Т З Б ............................................................................................ 0,4 В

при / Б =  4 мА Т З А ..........................................................  0,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  20 мА не 

более:
при / Б =  2 м А :

Т1 А, Т1Б, Т2А, Т2Б, Т 2 В ........................................... 0,5 В
Т З Б ............................................................................................ 0,8 В

при / Б =  4 мА Т З А ..........................................................  0,5 В
Плавающее напряжение эмиттер-база при {/Кб =  10 В 

Т1А, Т1Б; при {/КБ =  20 В Т2А, Т2Б, Т2В, Т2К; при 
UKB =  30 В ТЗА, ТЗБ не б о л е е ...................................... 0,3 В
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Остаточное напряжение при прямом смещении кол­
лекторного перехода при / Б =  7,5 мЛ Т2К не бо­
л ее .......................................................................................................5,0 мВ

Сопротивление насыщения открытого транзистора при
/ к =  6 мА, / Б =  7,5 мА Т2К не б о л е е ........................... 4,0 О м
Время рассасывания при {/КБ =  10 В, / Б =  0,5 мА, /к =

=  10 мА не б о л е е .......................................................................1,0 мкс
Обратный ток коллектора не более: 

при Г =  298 К :
при £/кб = 10 В Т1 А, Т 1 Б .................................................6,0 м кА

при С/КБ =  20 В:
Т2А, Т2Б, Т 2 В ...................................................................... 7,0 м кА
Т 2 К ............................................................................................5,0 мкА
при {/КБ =  30 В ТЗА, Т З Б .................................................8,0 мкА

при Т =  343 К :
при 1/КБ =  10 В Т1 А, Т 1 Б ........................................... 50 мкА

при {/КБ =  20 В:
Т2А, Т2Б, Т 2 В ...................................................................... 55 м кА
Т 2 К ............................................................................................40 м кА

при С/КБ =  30 В ТЗА, Т З Б .................................................60 м кА
Обратный ток эмиттера не более: 

при Т =  298 К :
при t /эв =  5 В TI А, Т 1 Б .................................................6,0 мкА

при (/э Б =  15 В : .
Т2А, Т2Б, Т 2 В ...................................................................... 7,0 мкА
Т 2 К ............................................................................................5,0 м кА
ТЗА, Т З Б .................................................................................8,0 м кА

при Т =  343 К:
при t/эв =  5 В Т1А, Т 1 Б .................................................50 м кА

при U3б =  15 В :
Т2А, Т2Б, Т 2 В ...................................................................... 55 м кА
Т 2 К ............................................................................................40 м кА
ТЗА, Т З Б ................................................................................. 60 м кА

Емкость коллекторного перехода при UKБ =  5 В, /  =
=  465 кГц не б о л е е .................................................................  18 пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/Эб =  5 В, /  =
= 465 кГц не б о л е е .................................................................  18 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер:
Т1 А, Т 1 Б .................................................................................  7,0 В
Т2А, Т2Б, Т 2 В ......................................................................  15 В
ТЗА, Т З Б .................................................................................  20 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
Т1А, Т 1 Б .................................................................................  7,0 В
Т2А, Т2Б, Т2В, Т2К, ТЗА, Т З Б ......................................  14 В

Импульсное напряжение коллектор-база: '
Т1 А, Т 1 Б .................................................................................  10 В
Т2А, Т2Б, Т2В, Т 2 К ............................................................ 20 В
ТЗА, Т З Б ......................................................................................  30 В
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П остоянное и импульсное напряжение эмиттер-база:
Т1 А, Т 1 Б .................................................................................  5,-О В
Т2А, Т2Б, Т2В, Т2К, ТЗА, Т З Б ...................................... 15 В

Постоянный ток к о л л ек т о р а ......................................................50 мА
Импульсный ток к о л л ек то р а ......................................................150 мА
П остоянная рассеиваемая мощность при Т < 298 К . . . 100 мВт
Тепловое сопротивление переход-среда................................ 0,8 К/мВт
Температура р-п п е р е х о д а ...................................................... 373 К
Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 213

до 343 К

П р и м е ч а н и я :  1. При 298 К максимально допустимая рас­
сеиваемая мощность, мВт, рассчитывается по формуле

^макс =  (373 — T)/Rj'n<.
2. Изгиб выводов должен производиться на расстоянии не 

менее 2 мм от стеклоизолятора радиусом не менее 0,5 мм. 
Число перегибов должно быть не более двух. Пайка выводов тран­
зисторов должна производиться на расстоянии не менее 3 мм от 
стеклоизоляторов припоем с температурой плавления (523 ±10) К.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость емкости эмиттер- 
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от 

напряжения коллектор-база.
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Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р универсаль­
ные низкочастотные маломощные.

Предназначены для применения в усилительных, импульсных 
и переключающих каскадах низкой частоты в составе гибридных 
интегральных микросхем залитой и капсулированной конструкций.
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Выпускаются в металлостеклянном корпусе на керамической 
плате (ТМ2А, ТМ 2Б, ТМ2В, ТМ2Г, ТМ 2Д) и с гибкими выводами 
(М2А, М2Б, М2В, М2Г, М2Д).

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора на керамической плате не более 0,8 г, 

с гибкими выводами не более 0,5 г.

Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при
и КБ =  5 В, / э  =  1 мА не менее:

ТМ2А, ТМ 2Б, М2А, М 2 Б ................................................. 3,0 МГц
ТМ2В, ТМ 2Г, М2В, М 2 Г ................................................. 9,0 МГц
ТМ2Д, М 2 Д ............................................................................15,0 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/КБ =
=  5 В, / э  =  1 мА, / =  5 МГц не более:
ТМ2А, ТМ 2Б, ТМ2В, М2А, М2Б, М 2 В ......................  3000 пс
ТМ2Г, ТМ 2Д, М2Г, М 2 Д .................................................  4000 пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при t /кв =  1 В- =  *0 мА : 

при Т =  293 К :
ТМ2А, М 2 А ............................................................................2 0 -6 0
ТМ2Б, М 2 Б ............................................................................ 5 0 -1 5 0
ТМ2В, М 2 В ............................................................................3 0 -9 0
ТМ2Г, М 2 Г ............................................................................7 0 -2 1 0
ТМ2Д, М 2 Д ............................................................................  8 0 -2 5 0

при Т =  213 К:
ТМ2А, М 2 А ............................................................................  1 2 -6 0
ТМ2Б, М 2 Б ............................................................................3 0 -1 5 0
ТМ2В, М 2 В ............................................................................  1 5 -9 0
ТМ2Г, М 2 Г ............................................................................2 5 -2 1 0
ТМ2Д, М 2 Д ............................................................................  4 0 -2 5 0
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при Г =  346 К :
ТМ2А, М 2 А ........................................................................... 20 -120

ТМ2Б, М 2 Б ...........................................................................  50 -250
ТМ2В, М 2 В ...........................................................................  30 -2 0 0
ТМ2Г, М 2 Г ...........................................................................  70 -400
ТМ2Д, М 2 Д ...........................................................................  80 -450

Граничное напряжение при /эи =  3,5 мА не менее:
ТМ2А, Т М 2Б, М2А, М 2 Б ...........................................  15 В
ТМ2В, Т М 2Г , ТМ 2Д, М2В, М2Г, М2Д . . . .  10 В 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  10 мА, / Б =  1 мА не б о л е е .................................................0,15 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА,
/ Б =  1 мА не б о л е е ................................................................  0,5 В

Время рассасывания при / к = 10 мА, Q =  50 ч- 1000
ТМ2А, М2А при и КБ=  15 В, /Б =  1 мА ; ТМ2Б,
М2Б при 1/КБ =  15 В, / Б =  0,5 мА; ТМ2В, М2В при 
t /KB= 1 0  В, / Б =  0,5 мА; ТМ2Г, ТМ2Д* М2Г, М2Д
при Uk£ = 1 0  В, / Б =  0,25 мА не б о л е е ........................... 2,0 мкс

Обратный ток коллектор-эмиттер при 1/эб =  0-5 В не 
более:

при С/КБ =  15 В ТМ2А, ТМ2Б, М2А, М2Б:
при Г =  293 К и Г  =  213 К ...................................... 20 мкА
при Т =  346 К ................................................................ 70 мкА

при UKB =  10 В ТМ2В, ТМ2Г, ТМ2Д, М2В, М2Г,
М2Д:

при Г =  293 К и Т =  213 К ......................................15 мкА
при Т  =  346 К ................................................................ 70 мкА

Обратный ток эмиттера при £ / Э б  = 1 0  В не более:
при Т =  293 К и 7"= 213 К . . . . . . .  . 20 мкА

при Т  =  346 К ........................................................................... 50 мкА
Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 5  В, /  =

=  5 МГц не б о л е е ................................................  25 пФ
Емкость эмиттерного перехода =  0,5 В, / =  10 МГц 

не б о л ее ............................................................................................40 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при напря­
жении база-эмиттер 0,5 В:

ТМ2А, ТМ 2Б, М2А, М 2 Б ................................................  15 В
ТМ2В, ТМ 2Г, ТМ 2Д, М2В, М2Г, М 2 Д ...................... 10 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
ТМ2А, ТМ 2Б, М2 А, М 2 Б ................................................  15 В
ТМ2В, ТМ 2Г, ТМ 2Д, М2В, М2Г, М 2 Д ...................... 10 В

Постоянное напряжение эмиттер-база...................................... 10 В
Постоянный ток коллектора при Т =  213 ч- 308 К . . . 50 мА 
Импульсный ток коллектора при ти =  10 мкс и средней , 

рассеиваемой мощности, не превышающей предель­
ную ................................................................................................. 100 мА
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Постоянная рассеиваемая мощность при Т =  213-4­
298 К ..................................................................................................75 м В т

Тепловое сопротивление переход-среда.................................0,8 К /м В т
Температура окружающей с р е д ы ............................................От 213

до 346 К
П р и м е ч а н и я :  1. При Г >  308 К ток коллектора, мА, р ас ­

считывается по формуле
/к  макс = 7  1/358 -  Т.

2. При Т >  298 К максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, рассчитывается по ф орм уле

*к макс = (358 -  T)/RT

Входная характеристика.
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Зона возможных положений за ­
висимости статического коэф ф и­
циента передачи тока о т  тем ­

пературы.

ТМ4А, ТМ4Б, ТМ4В, ТМ4Г, ТМ4Д, ТМ4Е, 
М4А, М4Б, М4В, М4Г, М4Д, М4Е

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р универ­
сальные низкочастотные маломощные.

Предназначены для применения в усилительных, импульсных 
и переключающих схемах низкой частоты в составе гибридны х 
интегральных микросхем залитой и капсулированной конструкций.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе на керамической 
плате (ТМ4А, ТМ4Б, ТМ4В, ТМ 4Г, ТМ 4Д, ТМ4Е) и с гибким и 
выводами (М4А, М4Б, М4В, М4Г, М4Д, М4Е).

Обозначение типа приводится на корпусе. Вывод эм и ттера на 
корпусе транзисторов М4А, М4Б, М4В, М4Г, М4Д, М4Е м ар к и ­
руется красной точкой.

Масса транзистора на керамической плате не более 0,8 г, 
с гибкими выводами 0,5 г.
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Электрические параметры

Граничное напряжение при [/КБ =  12 В, /э  =  10 мА,
ти =  100 мкс и Q >  10 не м е н е е ......................................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при = I В, /э  =  10 мА: 

при Т =  298 К:
ТМ4А, ТМ4Г, М4А, М 4 Г ...........................................
ТМ4Б, ТМ4Д, М 4Б, М 4 Д ...........................................
ТМ4В, ТМ4Е, М4В, М 4 Е ................................................

при Т =  346 К:
ТМ4А, ТМ4Г, М4А, М 4 Г ...........................................
ТМ4Б, ТМ4Д, М 4Б, М 4 Д ...........................................
ТМ4В, ТМ4Е, М4В, М 4 Е ...........................................

при Т  =  213 К:
ТМ4А, ТМ4Г, М4А, М 4 Г ...........................................
ТМ4Б, ТМ4Д, М 4Б, М 4 Д ...........................................
ТМ4В, ТМ4Е, М4В, М 4 Е ...........................................

Постоянная времени цепи обратной связи при С/КБ =  
=  5 В, / к =  5 мА, / =  5 МГц не более:

ТМ4А, ТМ4Б, ТМ 4В, М4А, М4Б, М4В .
ТМ4Г, ТМ4Д, ТМ 4Е, М4Г, М4Д, М4Е .

М одуль коэффициента передачи тока при UKБ =  5 В 
/э  =  5 А, / =  20 М Гц не менее:

ТМ4А, ТМ4Б, ТМ4В, М4А, М4Б, М4В .
ТМ4Г, ТМ4Д, ТМ 4Е, М4Г, М4Д, М4Е . 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер п ри/к =  10 мА
/ Б =  1 мА не б о л е е .................................................

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА
/ Б =  1 мА не б о л е е ................................................

Время рассасывания при / к =  10 мА, UK3 =  25 В, / Б =  
=  1,0 мА ТМ4А, ТМ 4Г, М4А, М 4Г; при / Б =

12 В

2 0 -7 5
50 -120
9 0 -2 0 0

10-330
35 -660
50-850

1 0 -1 0 0
20 -160
4 0 -2 4 0

1500 пс 
500 пс

2,5
4,0

0,5 В

0,7 В
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= 0,4 мА ТМ 4Б, ТМ4Д, М4Б, М 4Д; при / Б =
=  0,22 мА ТМ4В, ТМ4Е, М4В, М4Е не более . . .  3,0 мкс 

Обратный ток коллектор-эмиттер при 1/Кэ  =  15 В, С/БЭ =
= 0,5 В не более:

при Т =  298 К и Г = 2 1 3  К .............................................6,0 мкА
при Т =  346 К .............................................................................80 мкА

Обратный ток коллектора при (УКБ =  15 В не более . . .  6,0 мкА 
Обратный ток эмиттера при С/ЭБ =  1,5 В не более . . .  30 мкА 
Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 5  В, /  =

= 5 МГц не б о л е е ................................................................. 8,5 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при напря­

жении база-эмиттер 0,5 В .......................................................
Постоянное напряжение коллектор-база в схеме с общей

базой ..................................................................................................
Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ..................................
Постоянный ток коллектора при Т — 213 -г 308 К . . .
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мкс и средней 

рассеиваемой мощности, не превышающей постоянную
предельную рассеиваемую м ощ н ость ..................................

Постоянная рассеиваемая мощность при Т =  2 1 3 -н
н- 298 К ............................................................................................ 75 мВт

Тепловое сопротивление переход-среда..................................0,8 К/мВт
Температура окружающей с р е д ы ............................................ От 213

до 346 К
П р и м е ч а н и я :  1. При Т >  308 К максимально допустимый 

ток коллектора, мА, рассчитывается по формуле

/к. макс = 6 1/358 -  Т.
2. При Т >  298 К максимально допустимая постоянная рас­

сеиваемая мощность коллектора, мВт, рассчитывается по формуле

Ле.макс =  (358 — T)/RTn

15 В

15 В 
1,5 В 

40 мА

100 м А

"213 
2W

200

160

120

80

W

тм4в?тмче) 
-МЧВ М4Е

т мщ т мчд,

ЪМАТМЧ/г*>

0КБ=1В " ч

= 10мА
I ,.,.1 .

Входные характеристики.
Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.
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^ 1,2 
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем­

пературы.

tO, 2 

* О

ТША-ТМ4Е 
■ т л -М 4 Е -

510~г  51 0 510° S101Rs3>k0m

Зависимость относительного 
пробивного напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

ьк>

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость емкости эмиттер- 
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

8

ТМ5А, ТМ5Б, ТМ5В, ТМ5Г, ТМ5Д, М5А, 
М5Б, М5В, М5Г, М5Д

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные низко­
частотные маломощ ные.

Предназначены для применения в усилительных, импульсных 
и переключающих схемах низкой частоты в составе гибридных 
интегральных микросхем залитой и капсулированной конструкций.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе на керамической 
плате (ТМ 5А, ТМ 5Б, ТМ5В, ТМ5Г, ТМ 5Д) и с гибкими вы­
водами (М 5А, М 5Б, М5В, М5Г, М5Д).

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора на керамической плате не более 0,8 г, 

с гибкими выводами не более 0,5 г.
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Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
UKS =  5 В, /э  =  1 мА не менее:

ТМ5А, ТМ5Б, ТМ5Д, М5А, М 5Б, М5Д . . . .  1,0 М Г ц
ТМ5В, М 5 В ............................................................................2,0 М Г ц
ТМ5Г, М 5 Г ............................................................................3,0 М Г ц

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/КБ =
=  5 В, /э  =  1 мА, / =  5 МГц не более:

ТМ5А, ТМЗД, М5А, М 5 Д .....................................................2500 пс
ТМ 5Б, ТМ5В, М5Б, М 5 В ............................................ ... 3000 пс
ТМ 5Г, М 5 Г ............................................................................... 3500 пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при {/КБ = 1  В, /3  = 1 0  мА: 

при Г =  293 К:
ТМ5А, М 5А ............................................................................2 0 - 5 0
ТМ 5Б, М 5 Б ............................................................................3 5 - 8 0

ТМ5В, М 5 В ............................................................................6 0 - 1 3 0
ТМ 5Г, М 5 Г ...................................................................... 1 1 0 -2 5 0
ТМ 5Д, М 5 Д ...................................................................... 2 0 - 6 0

при Т =  213 К:
ТМ5А, М 5А ............................................................................ 1 2 -5 0

ТМ5Б, М 5 Б ............................................................................2 0 - 8 0
ТМ5В, М 5 В ............................................................................3 0 -1 3 0

ТМ5Г, М 5 Г ...............................................................................6 0 - 2 5 0
ТМ 5Д, М 5 Д ....................................................................... 1 2 - 6 0

при Т =  346 К:
ТМ5А, М 5 А ...................................................................... 2 0 -1 0 0
ТМ5Б, М 5 Б ............................................................................3 5 -1 2 0

ТМ5В, М 5 В ...............................................................................6 0 - 2 5 0
ТМ5Г, М 5 Г ............................................................................1 1 0 -3 2 0
ТМ5Д, М 5 Д ............................................................................2 0 - 6 0



Граничное напряжение при /Эи =  5 мА, {/КБ= 1 5  В,
Q >  10 не м ен ее ............................................................................  15 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б =  1 мА не б о л е е ................................................................. 0,15 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА,
/ Б =  1 мА не б о л е е .................................................................  0,5 В

Время рассасывания при 1/к э = 1 5  В, /к =  10 мА 
ТМ5А, ТМ5Д, М5А, М 5Д при / Б =  1,0 мА; ТМ5Б,
ТМ5В, М5Б, М5В при / Б = 0,5 мА; ТМ5Г, М5Г
при / Б = 0,25 мА не б о л е е ................................................ 2,0 мкс

Обратный ток коллектор-эмиттер при {УБЭ =  0,5 В не
более:

при Т =  293 К и Т =  213 К: 
при £/кэ =  15 В ТМ 5А, ТМ5Б, ТМ5В, ТМ5Г,

М5А, М5Б, М5В, М 5 Г ................................................ 20 мкА
при UKэ =  25 В ТМ 5Д , М 5 Д ......................................25 мкА

при Т =  346 К : 
при и кэ =  15 В ТМ 5А , ТМ5Б, ТМ5В, ТМ5Г,

М5А, М5Б, М5В, М 5 Г ................................................ 70 мкА
при UK3 =  25 В ТМ 5Д, М 5 Д ......................................110 мкА

Обратный ток эмиттера при t/эв =  10 В не более . . .  20 мкА 
Емкость коллекторного перехода при (/КБ =  5 В, /  =

=  5 МГц не б о л е е .................................................................  30 пФ
Емкость эмиттерного перехода при £/ЭБ =  0,5 В не

б о л ее ................................................................................................. 45 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при напря­
жении база-эмиттер 0,5 В ................................................  15 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
ТМ5А, ТМ5Б, ТМ 5В, ТМ5Г, М5А, М5Б, М5В,
М 5 Г ............................................................................................  15 В
ТМ5Д, М 5 Д ............................................................................ 25 В

Постоянное напряжение эм иттер-база...................................... 10 В
Постоянный ток коллектора при Т =  213 -г 308 К . . . 70 мА
Импульсный ток коллектора при ти =  10 мкс и средней 

рассеиваемой мощности, не превышающей постоян­
ную предельную рассеиваемую м ощ н ость ......................150 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
Г =  213 ч- 298 К ............................................................................75 мВт

Тепловое сопротивление переход-среда.................................0,8 К/мВт
Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 213

до 346 К

П р и м е ч а н и я :  1. При Т > 308 К ток коллектора, мА, рас­
считывается по формуле
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2. При Г =  298 -f- 346 К максимально допустимая постоянная 
рассеиваемая мощность коллектора, мВт, рассчитывается по ф о р ­
муле

^К.макс =  (358 — T)j Rj.n-c-

16,мА

0,5
0,4

0,3

0,2

0,1

ГА15Д

Окз = 0

У
о 0,1 о,г о,з о,4 о,5изв,в

Входная характеристика. Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.

213 233 253 273 293 313 333 Т,К

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем­

пературы.

1,0

* 0,8 
8

-5 , 0,8 
Щ$ 0 ,4

0,2

ТМ5А-ТМ5Д 
' М5А -  Ы5Д

0,1 г  4 6 81 2 4 6810 2 46 100 2 RB3,k0m

Зависимость относительного на­
пряжения коллектор-эмиттер о т  

сопротивления база-эмиттер.

ТМИ, ТМ11А, ТМ11Б
Транзисторы кремниевые диффузионные р-п-р универсальные 

низкочастотные маломощные.
Предназначены для применения в усилительных, импульсных 

и переключающих схемах низкой частоты в составе гибридны х 
интегральных микросхем залитой и капсулированной конструкций.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе на керамической 
плате. Обозначение типа приводится на керамической плате.

Масса транзистора не ёолее 0,8 г.
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Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
1/КБ =  5 В, /э  =  1 мА не менее:

Т М 1 1 ............................................................................................ 0,1 МГц
ТМ11А, Т М 1 1 Б ...................................................................... 0,5 МГц

Граничное напряжение не менее:
ТМ 11 при /э  и =  5 м А ...........................................................  30 В
ТМ11А, ТМ11Б при / Эи =  Ю м А ................................  15 В

Коэффициент передачи тока в режиме малого сиг­
нала при (/КБ =  5 В, / э  =  1 мА, / =  50 ч- 1000 Гц: 

при Т =  293 К :
Т М И ....................................................................................... 9 - 3 6
Т М 1 1 А .................................................................................  15 -6 0

Т М 1 1 Б ................................................................................. 30 -160
при 7 = 2 1 3  К:

Т М 1 1 ....................................................................................... 7 -3 6
Т М 1 1 А .................................................................................  10 -6 0

Т М 1 1 Б ................................................................................. 25 -1 6 0
при 7 =  393 К:

Т М 1 1 .......................................................................................9 -1 0 8
Т М 1 1 А ................................................................................. 15-180

Т М 1 1 Б .................................................................................  30 -380
Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­

щим эмиттером при (УКБ =  1 В, /д =  10 мА:
Т М 1 1 ....................................................................................... 7 -4 0
Т М 1 1 А ................................................................. .....  10 -6 0

Т М 1 1 Б ................................................................................. 19-160
Входное сопротивление в схеме с общим эмиттером 

при / э  =  1 мA, UKs  =  30 В ТМ 11 и UKE = 1 5  В
ТМ11А, ТМ11Б не б о л е е .....................................................  300 Ом

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при/к =  10 мА,
/ Б =  2 мА ТМ11 и / Б =  1 мА ТМ11А не более . . .  0,5 В
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Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б =  2 мА ТМ 11 и / Б =  I мА ТМ 11А не более . . .  1,0 В 

Время рассасывания при С/КБ = 1 5  В, / к =  10 мА,
/ Б =  1,0 мА, /  =  400 Гц Т М 11, ТМ11А не более . . . 5,0 мкс 

Обратный ток коллектора не более: 
при 7  =  293 К:

TMI1 при С/КБ =  30 В; TM I1A , Т М П Б  при £/КБ =
=  15 В .......................................................................................20 мкА

при 7  =  213 К:
Т М И  при <7кб =  40 В, ТМ11А, ТМ11Б при £/КБ =
=  20 В ....................................................................................... 200 мкА

при 7  =  393 К:
ТМ11 при (/КБ =  20 В; TM 1IA , Т М П Б  при UKB =
=  10 В ......................................................................................  250 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при сопротивлении 
в цепи базы 1 кОм ТМ11 при С/кБ =  40 В и TM I1A,
Т М П Б  при (/Кб =  20 В не б о л е е ................................. 200 мкА

Обратный ток эмиттера при £/эб =  5 В, при Т =
=  393 К не б о л е е ...................................................................... 150 мкА

Емкость коллекторного перехода при UKБ =  5 В, /  =
= 3 М Гц ТМ11, ТМ11А не б о л е е ......................................110 пФ

Емкость эмиттерного перехода при t/эв =  0,5 В, /  =
=  10 МГц ТМ11, ТМ11А не б о л е е ................................. 50 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при {/БЭ =
=  0,5 В:

ТМ11:
при 7  =  213 -г- 348 К ......................................................  30 В
при 7  =  393 К ......................................................................  20 В

ТМ11А, ТМПБ :
при 7"= 213 -  348 К ......................................................  15 В
при Г =  393 К ......................................................................  10 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
ТМ11:

при 7 =  213 -  348 К ......................................................  30 В
при 7  =  393 К ......................................................................  20 В

ТМ11А, ТМ П Б:
при 7  =  213 -г 348 К ......................................................  15 В
при 7  =  393 К ......................................................................  10 В

Напряжение база-эмиттер:
при 7 = 2 1 3  -н 348 К ............................................................ 10 В
при 7  =  393 К .................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора:
при 7  =  213 н- 348 К ......................................................  50 м А
при 7  =  393 К .................................................................  30 м А

Постоянная (средняя) рассеиваемая мощность:
при 7  =  213 ч- 333 К ............................................................150 м В т
при 7 =  393 К ................................................................. 50 м В т
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Температура окружающей среды От 213 
до 393 К

П р и м е ч а н и я :  1. При Г  =  348 ч- 393 К напряжение кол­
лектор-эмиттер, коллектор-база, база-эмиттер, а также ток коллек­
тора уменьшается по линейному закону.

2. При Т  =  333 -=- 393 К максимально допустимая постоянная 
рассеиваемая мощность коллектора, мВт, рассчитывается по формуле

Рк.макс =  (423 -  Г)/0,6.

Входная характеристика.

Зависимость относительного 
входного сопротивления в схеме 
с общим эмиттером от темпе­

ратуры.

Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от темпе-

0 0,1 0,2 0,3 иБЭ,В ратуры.

§  V

" |  1,2 
€ 1,0MW

0,6

ТМ11, ТМНА, ТМ116

UK6 = 15B,
1 3 =1мА  
i J I 1

^  14£  'у 
^ 1 ,2  
$ 1>0 
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ТМ11, ТМ11А, ТМ116

' и КБ == 5 [1
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f i 3 =1MA,
СЛ -4ЛЛЛ Гп

| _ 1
213 253 293 333 373 Т, К 213 253 293 333 373Т,К

МП13, МП13Б, МП14, МП14А, МП14Б, 
МП14И, МП15, МП15А, МП15И

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные низко­
частотные маломощные.

Предназначены для усиления малых сигналов низкой частоты 
(М П 13Б), усиления, переключения, формирования импульсов (МП14И), 
применения в ферриттранзисторных ячейках (МП15И).

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 

Масса транзистора не более 2 г.
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Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
С/КБ =  5 В, /э  =  1 мА не менее:

М П 1 3 ............................................................................................ 0,5 МГц
МП13Б, МП 14, МП14А, МП14Б, МП14И . . . .  1 МГц

МП15, М П 1 5 А .......................................................................2 МГц
Коэффициент шума при С/КБ =  1,5 В, /э  =  0,5 мА,

/ =  1 кГц МП13Б не б о л е е .................................................  12 дБ
Время рассасывания при Ек =  20 В, {/Бэ.и =  4 В, RK =

=  510 Ом, ЛБ =  100 Ом МП14И не менее . . . .  1,4 мкс 
Амплитуда выходного импульса при Ек =  15 В, ( /БЭ и =

=  15 В, RK =  100 Ом, ЛБ =  1 кОм МП15И не менее:
при Г =  293 К ....................................................................... 5,5 В
при Т =  213 и Т  =  343 К .................................................  4 В

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при 1/КБ =  5 В, / э  =  1 мА, / =  1 кГц: 

при Т =  293 К:
МП 13 не м енее....................................................................... 12

М П 1 3 Б ..................................................................................2 0 -6 0
МП14, М П 14А .......................................................................2 0 -4 0
МП14Б, МП 1 5 ................................................................. 3 0 -6 0
М П 1 4 И ..................................................................................2 0 -8 0
М П 1 5 А ..................................................................................5 0 -1 0 0

при Т =  213 К :
МП 13 не м е н е е .................................................................  7
М П 1 3 Б .................................................................................. 7 - 6 0
МП14, М П 14А ....................................................................... 7 - 4 0
МП14Б, М П 1 5 ....................................................................... 1 2 -6 0
М П 1 4 И .................................................................................. 7 - 8 0

М П 1 5 А ..................................................................................2 0 -1 0 0
при Т =  343 К:

МП 13 не м е н е е .................................................................  12
МП13Б, М П 1 4 И ................................................................. 2 0 -1 5 0
МП 14, М П 14А .......................................................................2 0 -1 0 0
МП14Б, М П 1 5 .......................................................................3 0 -1 5 0

М П 1 5 А .................................................................................. 50 -  200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:

МП14И при /к =  10 мА, /Б = 1 м А ............................  0,2 В
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МП15И при £ к =  15 В, £ б =  15 В, Лк =  100 Ом,
ЛБ =  600 О м ...........................................................................  I B

Обратный ток коллектора при Г =  343 К не более:
МП 13, М П13Б, МП 14, МП 15, МП15А при £/КБ =
=  10 В ......................................................................................  200 мкА
МП14А, М П14Б, МП14И при t /KB =  20 В .....................  200 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛЭБ =  0 не более: 
при Т  =  293 К:

М П13, М П13Б, МП14, МП15, МП15А при 1/кэ =
=  15 В .................................................................................30 мкА
МП14А при и Кэ  =  30 В .................................................30 мкА
М П14Б, МП14И при UKB =  30 В ........................... 50 мкА

при Т  =  343 К, UK3 =  10 В МП15И:
90 % т р а н зи с т о р о в ................................................................  650 мкА
100% тран зи сторов ................................................................  700 мкА

Импульсный обратный ток коллектор-эмиттер МП15И 
при Т =  293 К, £/|<э.и =  30 В, /?ЭБ =  0, т„ =  10 мкс,
/ = 1 0  кГц не б о л е е ................................................................  1 мА

Обратный ток эмиттера при Т =  293 К не более:
МП13, МП13Б, МП 14, МП 15, МП15А при U3b =

=  15 В ...................................................................................... 30 мкА
МП14А, МП14Б, МП14И при С/ЭБ =  30 В . . . . 30 мкА 

Сопротивление базы при (JkБ =  5 В, /э  =  1 мА, / =
=  500 кГц МП13, МП13Б, МП14, МП14А, МП14Б,
МП14И, МП 15, МП15А не б о л е е ................................ 150 Ом

Выходная полная проводимость в режиме малого сиг­
нала при холостом ходе в схеме с общей базой 
при С/КБ =  5 В, / э = 1  м А , / =  1 кГц МП13, МП13Б,
МП 14, МП14А, МП14Б, МП14И, МП15, МП15А не
б о л е е ................................................................................................. 2,5 мкСм

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ =  5 В МП 13,
МП13Б, МП 14, МП14А, МП14Б, МП14И, МП15,
МП15А не б о л е е .....................................................................  50 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: 
при Г =  213 -ь 323 К:

МП13, МП13Б, МП 14, МП15, МП15А,
М П 1 5 И ................................................................................  15 В
МП14А, МП14Б, М П 14И ................................................  ЗОВ

при Т  =  323 -=- 343 К:
МП 13, МП 1ЗБ, МП 14, МП 15, МП 15А, М П 15И . . . 10 В
МП14А, МП14Б, М П 14И ................................................  20 В

Импульсное напряжение коллектор-база МП 13, МП13Б,
МП 14, МП 15, МП15А, МП15И:

при Т =  213 -  323 К ........................................................... 30 В
при Т  =  323 4  343 К ........................................................... 20 В
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Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэб <
< 2 кОм: 

при Т =  213 -  323 К:
МП13, МП13Б, МП14, МП15, М П 15А, МП15И . . 15 В
МП14А, МП14Б, М П 14И .................................................. 30 В

при Т =  323 ч- 343 К:
МП13, МП13Б, МП14, МП15, М П15А, М П15И . . 10 В
МП14А, МП14Б, М П 1 4 И ............................................. 20 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер для МП15И 
при т„ < 3 мкс, Q > 4, RK > 75 Ом:

при Т =  213 -  323 К ............................................................  30 В
при Т =  323 -н 343 К ............................................................  20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база: 
при Т =  213 ч- 323 К:

МП13, МП13Б, МП14, МП15, М П 15А, МП15И . . 15 В
МП14А, МП14Б, М П 14И .................................................. ЗО В

при Т =  323 -т- 343 К:
МП13, МП13Б, МП14, МП15, М П15А, МП15И . . 10 В
МП14А, МП14Б, М П 14И .................................................  20 В

Постоянный ток кол лектора.......................................................20 мА

Импульсный ток коллектора.......................................................150 мА

Среднее значение тока эм и тт ер а ............................................ 30 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:
при Т =  213 -г- 323 К, р > 6666 П а .......................................150 мВ т
при Т  =  213 -  323 К, р =  665 П а .......................................100 м В т
при Т =  343 К ...................................................................... 75 мВт

Температура окружающей с р е д ы ............................................ От 213
до 343 К
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Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от напря­

жения коллектор-база.

мА

Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от тока  

эмиттера.
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Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от тем­

пературы.

' 213 233 253 273 293  313 Т,К

МП16, МП16А, МП16Б
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р переключательные 

низкочастотные маломощ ные.
Предназначены для применения в схемах переключения и фор­

мирования импульсов. 
Выпускаются в 

металлостеклянном 
корпусе с гибкими вы­
водами. Обозначение 
типа приводится на бо­
ковой поверхности 
корпуса.

Масса транзисто­
ра не более 2 г.

■ МПП,МППА —  
мш щ мппи,
МП15,МГ)15А~ 
МП15И ' '

МП13,МП13Б\

Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
1/кб -  5 В, / э  =  1 мА не менее:

МП16, М П 1 6 А ...................................................................... 1 МГц
М П 1 6 Б .......................................................................................2 МГц

Время переключения при £/кэ = 1 5  В, У?к =  1,5 кОм 
не более:

МП 16 ............................................................................................  2 мкс
М П 1 6 А .......................................................................................1,5 мкс
М П 1 6 Б .......................................................................................  1 мкс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при UKэ =  1 В, /к =  10 мА: 

при Т =  293 К :
М П 1 6 .......................................................................................2 0 -3 5

М П 1 6 А ................................................................................. 3 0 -5 0
М П 1 6 Б ................................................................................. 45 -100

при Т — 213 К:
М П 1 6 ................................................................................... 10-35
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М П 1 6 А .................................................................................  1 5 -5 0
М П 1 6 Б ................................................................................. 2 3 -1 0 0

при Т =  343 К :
М П 1 6 .......................................................................................2 0 -8 0
М П 1 6 А ................................................................................. 3 0 -1 0 0

М П 1 6 Б .................................................................................  4 5 -2 0 0
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер п р и /к =  10 мА,

/ Б =  1 мА не б о л е е .................................................................0,15 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА,

/ Б =  1 мА не б о л е е .................................................................0,35 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при i /Kэ  =  15 В, Uh3 =

=  0,5 В не более:
при Т =  293 К ........................................................................... 25 мкА

при Т =  343 К ......................................................................  200 мкА
Импульсный обратный ток коллектор-эмиттер при 293 К,

{/«э  = 1 2  В, /?к =  1,5 кОм не б о л е е ...........................  400 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база................................. 15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?Эб <

< 2 к О м ......................................................................................  15 В
Импульсный ток коллектора .................................................  300 мА
Импульсный ток э м и т т е р а ........................... ‘ .......................  300 мА
Среднее значение тока эм и тт ер а ............................................ 50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т =  213 н- 318 К, р > 6666 П а ................................. 200 мВт
при Г =  213 4  318 К, /7 =  665 П а .................................100 мВт
при Т =  343 К ...................................................................... 75 мВт

Общее тепловое сопротивление * .................................................  200 К /В т
Температура п е р е х о д а .................................................................  358 К
Температура окружающей с р е д ы ............................................От 213

до 343 К
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока в схеме с общим 
эмиттером от тока коллектора.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока в схеме с об щ и м  
эмиттером от напряжения к о л ­

лектор-эмиттер.
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Зависимость относительного 
времени рассасывания от темпе­
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МП16Я1, МП16ЯН
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р переключательные 

низкочастотные маломощные.
Предназначены для применения в ферриттранзисторных ячей­

ках.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 2 г.
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Время включения при Ек =  10 В, RK =  100 Ом, {/бЭи =
=  1,8 В:

М П 16Я 1.......................................................................................0,2 —0,45 м кс
М П 1 6 Я П ................................................................................. 0,3 —0,65 мкс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при Ек =  10 В, i /K3 = 1  В, / к =

100 мА, RK =  90 Ом, т„ = 10 мкс: 
при Г =  293 К:

М П 1 6 Я 1 .................................................................................  2 0 -7 0
М П 16Я И .................................................................................  1 0 -7 0

при Г = 213 К :
М Г116Я1.................................................................................  1 8 -7 5
М П 16Я И .................................................................................  1 0 -7 5

при Т — 343 К :
М П 1 6 Я 1 .................................................................................  1 8 -8 0
М П 16Я Н .................................................................................  9 - 8 0

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  150 мА, / Б =  25 мА не б о л е е ......................................  1 В

Обратный ток коллектор-эмиттер при (/к э = 1 5  В не 
более:

при Т =  293 К ...................................................................... 50 мкА
при Т  =  343 К ......................................................................  1,2 мА

Импульсный обратный ток коллектор-эмиттер при Т =
=  293 К, 1/кэ.и =  30 В не б о л е е ......................................  1 мА

Входное сопротивление в схеме с общим эмиттером 
в режиме малого сигнала при £|< =  10 В, RK =
=  100 Ом, £/бэи =  40 В, ЛБ =  1,8 кОм:

МП16Я1 . .................................................................................  3 0 -1 0 0  Ом
М П 1 6 Я Н .................................................................................  3 0 -2 0 0  Ом

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ
< 100 О м ......................................................................................  15 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Лдб <
< 100 Ом, ти < 5 м к с ............................................................ 30 В

Импульсное напряжение эмиттер-база при т„ < 5 мкс:
при Т =  213 -  323 К ............................................................ 15 В
при Т =  323 -г 343 К ............................................................ 10 В

Импульсный ток кол лектора......................................................  300 мА
Импульсный ток эм и ттера............................................................ 300 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т =  213 328 К, р >  6666 П а .................................150 мВт
при Т =  2 1 3 -  328 К, /> =  665 П а .................................100 мВт
при Т = 343 К ...................................................................... 75 мВт

Общее тепловое сопротивление................................................. 200 К /В т
Температура п е р е х о д а .................................................................  358 К
Температура окружающей среды .................................................От 213

до 343 К 
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эмиттером от температуры.

МП20, МП21, МП21А, МП21Б
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р переключательные низко­

частотные маломощные.
Предназначены для применения в схемах Переключения.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

П редельная частота коэффициента передачи тока при 
С/кб  =  5 В, / э  =  5 мА не менее:

МП20, МП21, М П 2 1 А ......................................................1 МГц
М П 2 1 Б ................................................................................  465 кГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при t /KB =  5 В, /э  =  25 мА, / =  50 -ь 1000 Гц: 

при Т  =  293 К:
МП20, М П 21А ......................................................................50 -150
М П 2 1 ......................................................................................2 0 -6 0
М П 2 1 Б ................................................................................ 2 0 -8 0
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при Т =  213 К:
МП20, М П 21А .......................................................................2 5 -1 5 0
М П 2 1 .......................................................................................  1 5 -6 0
М П 2 1 Б ..................................................................................1 5 -8 0

при Г =  343 К :
МП20 .......................................................................................  2 0 -2 0 0
М П 2 1 ....................................................................................... 2 0 -7 5
М П 2 1 А .................................................................................. 5 0 -2 0 0
М П 2 1 Б ..................................................................................2 0 -1 1 0

Плавающее напряжение эмиттер-база не более: 
при Г =  293 К:

МП20 при {/кб =  50 В ....................................................... 0,3 В
МП21, МП21А, МП21Б при t /KB =  70 В . . . . 0,3 В 

при Г =  343 К:
МП20 при {/кб =  50 В .................................................  0,5 В
МП21, МП21А, МП21Б при {/КБ =  70 В . . . . 0,5 В 

Граничное напряжение при / э =  100 мА не менее:
МП20 ............................................................................................  30 В
МП21, М П 2 1 А ....................................................................... 35 В
М П 2 1 Б .......................................................................................  40 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  =
=  300 мА не б о л е е .................................................................  0,3 В

Обратный ток коллектора не более: 
при Т =  293 К:

МП20 при {/кб =  50 В ................................................. 50 мкА
МП21, МП21А, МП21Б при 1/КБ =  70 В . . . . 50 мкА 

при Т — 343 К :
МП20 при Vкб =  50 В .................................................  250 мкА
МП21, МП21А, МП21Б при {/КБ =  70 В . . . . 250 мкА 

Обратный ток эмиттера при Т =  293 К, {/э б =  50 В не
б ол ее ................................................................................................. 50 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база:

МП20 ............................................................................................  50 В
МП21, МП21А, М П 2 1 Б ......................................................  70 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэб <
< 5 кОм:

МП20 ............................................................................................  30 В
МП21, М П 2 1 А ....................................................................... 35 В
М П 2 1 Б .......................................................................................  40 В

Постоянное напряжение эм и ттер -б аза .................................  50 В
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мкс, Q > 2 . . . 300 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т =  213 -г 298 К ............................................................150 мВт
при Г =  343 К ...................................................................... 45 мВт

Общее тепловое сопротивление.................................................  330 К/Вт
Температура п е р е х о д а .................................................................  358 К
Температура окружающей среды ................................................. От 213

до 343 К
91



2,0

1,8

03
«Jd 1,4
<*s

1,2

1,0

0,8

Mf
МП

20,
21A,

J
l]b

71Б" -----

- I k

___________________________II_______
1mA

О 2 ,5  5 7,5 10 12,5Кнас 0 2,5 5 7,5 10 12,5 Кнас

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от ко­

эффициента насыщения.

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от коэффи­

циента насыщения.

5.0
4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

'  A1П2С 7

МП 21 A,

/

J I k =-■751nA
I

1 1,5 2  2 ,5  3 3,5 Кнас

Зависимость времени рассасы­
вания от коэффициента насы­

щения.

Зависимость времени включения 
от коэффициента насыщения.

и
5

50 100 150 200 250 3001к,мА
Зависимость времени включения 

от тока коллектора.
Зависимость коэффициента пе­
редачи тока в режиме малого 
сигнала в схеме с общим эмит­

тером от тока эмиттера.
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МП25, МП25А, МП25Б, МП26, МП26А, 
МП26Б

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные н и з к о ­
частотные маломощные.

Предназначены для усиления и переключения сигналов н и зк о й  
частоты.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими в ы в о д ам и . 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности к о р п у са . 

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока не 
менее:

МП25, МП25А при и КБ =  20 В, /э  =  2,5 мА . . . 250 к Г ц
МП25Б при 1/КБ = 20 В, / э  = 2,5 м А ........................... 500 к Г ц
МП26, МП26А при С/КБ =  35 В, / э =  1,5 мА . . . 250 к Г ц
МП26Б при UKB =  35 В, / э = 1,5 м А ...........................  500 к Г ц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при / =  1 кГц: 

при Т =  293 К, и къ =  20 В, /э  =  2,5 мА:
М П 2 5 ......................................................................................  1 0 -2 5

М П 2 5 А ................................................ ‘.............................. 2 0 - 5 0
М П 2 5 Б ................................................................................. 3 0 - 8 0

при Т =  293 К, UKb =  35 В, /э  =  1,5 мА:
М П 2 6 ......................................................................................  1 0 -2 5

М П 2 6 А .................................................................................2 0 - 5 0
М П 2 6 Б .................................................................................3 0 - 8 0

при Т =  213 К, и КБ =  20 В, /э  =  2,5 мА:
М П 2 5 ......................................................................................  6 - 2 5
М П 2 5 А .................................................................................  1 0 - 5 0
М П 2 5 Б .................................................................................  1 5 - 8 0
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при 7-= 213 К, 1/КБ =  35 В, / э  =  1.5 мА:
М П 2 6 ....................................................................................... 6 - 2 5
М П 2 6 А .................................................................................  1 0 -5 0
М П 2 6 Б .................................................................................  15 -80

при 7  =  343 К, i /KB =  20 В, /э  =  2,5 мА:
М П 2 5 ....................................................................................... 1 0 -5 0

М П 2 5 А ................................................................................. 2 0 -1 0 0
М П 2 5 Б ................................................................................. 30 -142

при 7  =  343 К, и КБ =  35 В, / э  =  1,5 мА:
М П 2 6 ....................................................................................... 10 -50

М П 2 6 А ................................................................................. 20 -1 0 0
М П 2 6 Б ................................................................................. 30 -142

Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при / = 5 0  Гц 
не менее:

МП25, МП25А, М П 2 5 Б ...................................................... 60 В
МП26, МП26А, М П 2 6 Б ...................................................... 100 В

Обратный ток коллектора не более:
при 7 =  293 К, С/К Б= 4 0  В МП25, МП25А,

М П 2 5 Б .......................................................................................75 мкА
при 7 =  293 К, Uкб = 70 В МП26, МП26А,

М П 2 6 Б .......................................................................................75 мкА
при 7 =  343 К, (/КБ = 40 В МП25, МП25А,
М П 2 5 Б ......................................................................................  600 мкА
при 7 =  343 К, t /KB = 70 В МП26, МП26А,
М П 2 6 Б ......................................................................................  600 мкА

Обратный ток эмиттера при 7  =  293 К не более:
при и ЭБ =  40 В МП25, МП25А, М П 2 5 Б ......................75 мкА
при и ЭБ =  70 В М П26, МП26А, М П 2 6 Б ......................75 мкА

Сопротивление базы при / =  500 кГц не более:
при ЦКБ =  20 В, / э  =  2,5 мА МП25, МП25А,

М П 2 5 Б ...................................................................................... 150 Ом
при и КБ =  35 В, / э  =  1,5 мА МП26, МП26А,

М П 2 6 Б ...................................................................................... 150 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сиг­

нала при холостом ходе при / =  1 кГц не более: 
при и КБ =  20 В, / э  =  2,5 мА МП25, МП25А,

М П 2 5 Б ...................................................................................... 3,5 мкСм
при UKB =  35 В, / э  =  1,5 мА МП26, МП26А,

М П 2 6 Б ...................................................................................... 3,5 мкСм
Емкость коллекторного перехода при /  =  465 кГц не .

более:
при £/кб =  20 В М П25, МП25А, М П 2 5 Б ......................70 пФ

при UKS =  35 В М П26, МП26А, МП26Б . . . .  50 пФ

I

Предельные эксплуатационные данные '

Постоянное напряжение коллектор-база:
МП25, МП25А, М П 2 5 Б .....................................................  40 В
МП26, МП26А, М П 2 6 Б .....................................................  70 В
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Постоянное напряжение коллектор-база при Т  < 323 К,
1 макс ■** jv iu i .

МП25, МП25А, М П 2 5 Б ....................................................... 60 В
МП26, МП26А, М П 2 6 Б ....................................................... 100 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?ЭБ <
< 500 Ом:

МП25, МП25А, М П 2 5 Б ....................................................... 40 В
МП26, МП26А, М П 2 6 Б ......................................., . . . 70 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т <
< 323 К, / ’„акс < 100 мВт, Лэ Б < 500 О м:

МП25, МП25А, М П 2 5 Б ......................................................  60 В
МП26, МП26А, М П 2 6 Б ......................................................  100 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
МП25, МП25А, М П 2 5 Б ......................................................  40 В
МП26, МП26А, М П 2 6 Б ......................................................  70 В

Импульсный ток коллектора......................................................  400 мА
Импульсный ток э м и т т е р а ......................................................  400 мА
Среднее значение тока э м и т т е р а ............................................ 80 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т - 213 ч- 308 К ............................................................ 200 м В т
при Т  =  343 К, Р > 6666 П а ............................................ 25 мВт

при Т =  343 К, р < 665 П а ............................................16,7 мВ т
Общее тепловое сопротивление:

при р > 6666 П а ......................................................................  200 К /В т
при р =  665 -=- 6666 П а ............................................................ 300 К /В т

Температура п е р е х о д а .................................................................  348 К
Температура окружающей среды ................................................. От 213

до 343 К
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Зависимость относительного 
пробивного напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

в цепи эмиттер-база.

Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от тем­

пературы.

П27, П27А, П27Б, П28
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р усилительные низко­

частотные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц.
Предназначены для усиления сигналов низкой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при
UKB =  5 В, / э  =  0,5 мА  не менее:

П27, П 2 7 А .................................................................................1 МГц
П 2 7 Б ........................................................................................... 3 МГц
П 2 8 ........................................................................................... 5 МГц

Коэффициент шума при t/кв =  5 В, l j  =  0,5 мА, /  =
=  1 кГц не более:

П 2 7 ...........................................................................................  10 дБ
П27А, П27Б, П 2 8 ...................................................................... 5 дБ

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при 1/КБ — 5 В, / э  =  0,5 мА, / =  1 кГц:
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при Т =  293 К: '
П 2 7 ............................................................................................
П 2 7 А .......................................................................................
П 2 7 Б ......................................................................................
П 2 8 ............................................................................................

при Т =  213 К:
П 2 7 ............................................................................................
П 2 7 А ......................................................................................
П 2 7 Б ......................................................................................
П 2 8 ............................................................................................

при Г =  343 К:
П 2 7 ............................................................................................
П 2 7 А ......................................................................................
П 2 7 Б ......................................................................................
П 2 8 ............................................................................................

эатный ток коллектора при (/КБ =  5 В не более:
при Г =  293 К ............................................................................
при Г =  343 К ............................................................................

содная полная проводимость в режиме малого сиг­
ала при холостом ходе при {/КБ =  5 В, /э  =  0,5 мА, 
=  1 кГц не более:
П 2 7 ...........................................................................................
П27А, П27Б, П 28 ......................................................................

сость коллекторного перехода при {/«б =  5 В не 
о л ее .................................................................................................

Предельные эксплуатационные данные
зтоянное напряжение коллектор-база................................
:тоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ <
S 500 Ом для Т > 303 К ......................................................
:тоянный ток коллектора

2 0 - 9 0  
2 0 - 6 0  

4 2 -  126 
3 3 - 1 0 0

7 - 9 0  
7 - 6 0  

1 4 - 1 2 6  
11 -  10 0

20 -  200 
2 0 - 1 5 0  
4 0 - 2 8 0  
3 0 - 2 2 0

3 м кА  
140 м к А

2 м к С м  
1 м к С м

50 пФ

5 В

5 В 
6 м А

:тоянная рассеиваемая м о щ н о сть ......................................30 м В т
шература окружающей с р е д ы ............................................От 213

до 343 К

исимость относительного ко- 
жциента передачи тока в ре­
ле малого сигнала от напря­

жения коллектор-база.

4 Полупроводниковые приборы

Зависимость относительного к о ­
эффициента передачи тока в р е ­
жиме малого сигнала от т о к а  

эмиттера.
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П29, П29А, ПЗО
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р переключательные 

низкочастотные маломощные.
Предназначены для применения в схемах переключения. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
J/кб =  6 В, / э  =  1 мА не менее:
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П29, П 2 9 А ..................................................................................5 МГц
П З О ...................................................................... .....  10 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при {/кб =
= 6 В, / э = 1 мА, /  =  5 МГц не б о л е е ............................  6 ис

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при (7|<б =  0,5 В, /э  =  20 мА: 

при Г =  293 К :
П29 ............................................................................................  2 0 -5 0

П 2 9 А .......................................................................................4 0 -1 0 0
ПЗО............................................................................................ 8 0 -1 8 0

при Т = 213 К:
П29 ............................................................................................  7 -5 0

П 2 9 А ........................................................... ........................... 13 -100
ПЗО............................................................................................2 6 -1 8 0

при Г =  343 К : .
П29 ............................................................................................  2 0 -1 0 0
П 2 9 А .................................• ...................................................  4 0 -2 0 0
ПЗО...................................... ...................................................... 8 0 -3 6 0

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  20 мА не более:

П29 при / Б =  2 м А ............................................................ 0,2 В
П29А при / Б =  1 м А ............................................................ 0,2 В
ПЗО при / Б =  0,5 м А ............................................................ 0,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  20 мА не 
более:

П29 при / Б = 2 м А ............................................................ 0,5 В
П29А при / Б =  1 м А ............................................................ 0,4 В

ПЗО при / Б =  0,5 м А ............................................................0,35 В
Обратный ток коллектора при UKB =  12 В не более:

при Т = 293 К ............................................................................4 мкА
при Т =  343 К ...................................................................... 120 мкА

Обратный ток эмиттера при Т = 293 К, {/эв =  12 В
не б ол ее ............................................................................................4 мкА

Емкость коллекторного перехода при (/КБ =  6 В не 
б ол ее .................................................................................................  20 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при / Б =  0:
при Г =  213 -  293 К ............................................................ 10 В
при Г = 343 К ............................................................................  6 В

Импульсное напряжение коллектор-база................................. 12 В
Импульсное напряжение коллекгор-эм иттер......................  12 В
Импульсное напряжение эм и ттер -б аза .................................  12 В
Импульсный ток к о л л е к т о р а .................................................100 мА
Импульсный ток э м и т т е р а ...................................................... 100 мА
Постоянная рассеиваемая м о щ н о сть ...................................... 30 мВт
Температура окружающей с р е д ы ............................................От 213

до 343 К
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока в схеме с общим 

эмиттером от тока эмиттера.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока в схеме с общим 

эмиттером от температуры.

Зависимость относительного 
постоянного напряжения кол­
лектор-эмиттер от сопротивле­

ния в цепи эмиттер-база.

Зависимость относительного 
постоянного напряжения кол­
лектор-эмиттер от сопротивле­

ния в цепи эмиттер-база.

МП35, МП36А, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, 
МП38А

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р усилительные низко­
частотные с ненормированным (МП35, МП37, МП37А, МП37Б, 
МП38, МП38А) и нормированным на частоте 1 кГц (МП36А) 
коэффициентом шума.

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 2 г.
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Электрические параметры

цельная частота коэффициента передачи гока при 
<Б =  5 В, /э  =  1 мА не менее:
М П 35 .................................................................................  0,5 М Г ц
МП36А, МП37, МП37А, М П 37Б .......................................1 М Г ц
МП38, МП38А . . ............................................................ 2 М Г ц
|)фициент шума при (/«в =  1,5 В, /э  =  0,5 мА,
= 1 кГц для МП36А не б о л е е .......................................  12 д Б
[)фициент передачи тока в режиме малого сигнала 
и (/КБ =  5 В. / э  =  1 мА, / =  1 кГц: 
при Т — 293 К :

М П 3 5 ................................................................... ... 1 3 -1 2 5
М П 3 6 А .................................................................................. 1 5 -4 5
МП37, МП37А . . . ....................................................... 1 5 -3 0
М П 3 7 Б ..................................................................................2 5 - 5 0
|1П38 .......................................................................................  2 5 - 5 5
И П 3 8 А ..................................................................................4 5 - 1 0 0
а Г =  218 К:

ЙП 3 5 ....................................................................................... 5 - 1 2 5
П 3 6 А .................................................................................  6 - 4 5

ИП37, М П 37А ....................................................................... 6 - 3 0
У 1 П 3 7 Б .................................................................................. 8 - 5 0
М П 3 8 .......................................................................................  8 - 5 5
МП 38 А ................................................................................. 1 7 -1 0 0

при Т =  333 К :
МП35 .......................................................................................1 0 -2 0 0
МП 36 А .................................................................................. 1 5 -9 0
МП37, М П 37А ....................................................................... 1 5 - 6 0
М П 3 7 Б ..................................................................................2 5 - 1 0 0
МП38 .......................................................................................  2 5 -  1 10
М П 3 8 А ............................................................................ . . 4 5 - 1 8 0

атный ток коллектора при (/КБ =  5 В не более:
при Т =  293 К ............................................................................ 30 м к А
при Г = 333 К ............................................................................  250 м к А
атный ток эмиттера при 293 К, 1/ЭБ =  5 В не
.......................................................................................................... 15 м к А
ротивление базы при UKБ =  5 В, /э  =  1 мА , /  =
500 кГц не б о л е е .................................................................  220 О м
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Выходная полная проводимость в режиме малого сиг­
нала при холостом ходе при (/КБ =  5 В, /э  =  1 мА,
/  =  1 кГц не б о л е е ................................................................ 3,3 мкСм

Емкость коллекторного перехода при 1/кб =  5 В не
б о л ее ..................................................................................................60 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: 
при Т =  213 4- 313 К:

МП35, М П36А, МП37, МП38, М П 38А .....................  15 В
МП37А, М П 3 7 Б ................................................................  30 В

при Г =  313 -  343 К:
МП35, МП36А, МП37, МП38, М П 38А ...................... 10 В
МП37А, М П 3 7 Б ................................................................  20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ <
< 200 О м : 

при Г =  213 -  313 К :
МП35, МП36А, МП37, МП38, М П 38А ...................... 15 В
МП37А, М П 3 7 Б ................................................................  30 В

при Т =  313 4- 343 К:
М П35, МП36А, МП37, МП38, МП38А . . . .  10 В
М П37А, М П 3 7 Б ................................................................  2D В

Постоянный ток коллектора: ]
в режиме у си лен и я ......................................................................
в режиме насыщения или в импульсном режиме . . . 

Постоянный ток эмиттера в режиме насыщения . . . .  
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т  =  213 -  328 К ............................................................... 1
при Г  =  343 К ................................................................ . 1

Общее тепловое сопротивление.................................................200
Температура п е р е х о д а ................................................................  35и .х
Температура окружающей среды ................................................ От 2 1 3

до 343 К

МП39, МП39Б, МП40, МП40А, МП41, МП4Ь
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р усилительные низк 

частотные с ненормированным (МП39, МП40, МП40А, МП4 
МП41А) и нормированным (МП39Б) коэффициентом шума на част 
те 1 кГц.

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выв 

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности ко 
пуса.

Масса транзистора не более 2 г.
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Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при
£/кб =  5 В, / э  =  1 мА не менее:

МП39, М П 3 9 Б .......................................................................0,5 МГц
МП40, МП40А, МП41, М П 4 1 А ................................. 1 МГц

Коэффициент шума при (УКБ =1 , 5  В, / э  =  0,5 мА,
/ =  1 кГц МП39Б не б о л е е ....................................................... 12 дБ

Коэффициент передачи тока в режиме малого сиг­
нала при С/КБ =  5 В, / э =  1 мА, /  =  1 кГц: 

при Т =  293 К:
МП39 не м е н е е .................................................................  12

М П 3 9 Б ................................................................................. 2 0 -6 0
МП40, М П 40А .......................................................................2 0 -4 0
М П 4 1 .......................................................................................3 0 -6 0

М П 4 1 А ................................................................................. 50 -100
при Т =  233 К :

МП39 не м е н е е .................................................................  5
М П 3 9 Б ................................................................................. 1 0 -6 0

> МП40, М П 40А ...................................................................... 1 0 -4 0
М П 4 1 .......................................................................................1 5 -6 0

М П 4 1 А ................................................................................. 2 5 -1 0 0
| при Т =  333 К :

МП39 не м е н е е .................................................................  12
М П 3 9 Б ................................................................................. 2 0 -8 0

МП40, М П 40А ...................................................................... 2 0 -1 2 0
М П 4 1 ....................................................................................... 30 -1 8 0
М П 4 1 А .................................................................................  5 0 -3 0 0

Обратный ток коллектора при С/КБ =  5 В не более:
при Т =  293 К ...................................................................... 15 мкА

при Г = 333 К ......................................................................  250 мкА
Обратный ток эмиттера при Г =  293 К, {/ЭБ =  5 В не

более ................................................................................................. 30 мкА
Сопротивление базы при {/КБ =  5 В, /э  =  1 мА, /  =

=  500 кГц не б о л е е .................................................................  220 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сиг­

нала при холостом ходе при 1/|<Б =  5 В, /э  =  1 мА,
/  =  1 кГц не б о л е е ...................................................................... 3,3 мкСм
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Емкость коллекторного перехода при (/КБ = 5  В, / =
=  1 МГц не б о л е е ................................................................  60 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: 
при Т — 213 -  313 К:

М П39, М П 39Б, М П40, МП41, МП41Л . . . .  15 В
М П 4 0 А .................................................................................  30 В

при Г =  313 -г 343 К:
МП39, М П 39Б, М П40, МП41, МП41А . . . .  10 В 
МП40А . ............................................................................ 20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэб ^
< 10 кОм:

при Т =  213 313 К:
МП39, М П 39Б, МП40, МП41, М П 4 1 А ...................... 15 В
М П 4 0 А .................................................................................  30 В

при Т =  313 н- 343 К:
МП39, М П 39Б, М П 40, МП41, М П 4 1 А ...................... 10 В
М П 4 0 А ........................... .....................................................  20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база...................................... 10 В

Импульсное напряжение коллекгор-база: -
при Т =  213 н- 313 К:

МП39, М П39Б, МП40, МП41, МП41А . . . .  20 В
М П 4 0 А .................................................................................  30 В

при Г =  313 н- 343 К:
МП39, М П 39Б, МП40, МП41, МП41А . . . .  15 В 
МП40А .................................................................................  20 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб ^
< 10 кОм:

при Т =  213 -  313 К:
МП39, М П39Б, МП40, МП41, М П 41А ...................... 20 В
М П 4 0 А ................................................................................. 30 В

при Т =  313 343 К:
МП39, М П 39Б, МП40, МП41, МП41А . . . .  15 В
М П 4 0 А ................................................................................. 20 В

Постоянный ток к о л л ек то р а ..................................................... ....30 мА
Импульсный ток к о л л е к т о р а ................................................ 150 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т — 213 н- 328 К ................................................................150 мВт
при Т  =  343 К ..................................................................... 75 мВт

Общее тепловое сопротивление................................................  200 К/Вт
Температура п е р е х о д а ................................................................ 358 К
Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 213

до 343 К
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МП42, МП42А, МП42Б
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р переключательные 

низкочастотные маломощные.
Предназначены для применения в схемах переключения.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 2 г.

А'оллектор
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Т©.

N
v-.

L—
------ !Ь
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А '„ /  -e-iзмитшер

w  г < 8 >

Элск грнческие параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при
Ukb = 5  В, /31 =  1 мА не менее ...................... 1 МГц

Время переключения при £/«э = 15 В. /э  =: 10 мА не
более:

МП42 . . . 2,5 мкс
МП42А . . 1,5 мкс
МП42Б . . 1,0 мкс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с
общим эмиттером при U«э =  1 В, /к  =  Ю м А :

При Т — 293 К:
МП42 . , 2 0 -3 5
МП42А . 3 0 -5 0
МП42Б . 4 5 -1 0 0

при Т =  233 К:
МП42 . . 1 0 -3 5
МП42А , 1 5 -5 0
МП42Б . 2 5 -1 0 0

при Т =  333 К:
МП42 . . 2 0 -1 0 5
МП42А . 3 0 -1 5 0
МП42Б . 45 -  300

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 1к =
= 10 мА, / Б = 1 мА не более . . 0,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / э  =  10 мА,
/ Б =  1 мА не б о л е е .................................................................. 0,4 В
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Ток коллектора закрытого транзистора при (/«э =
=  15 В, С/Эб =  1 В не более:

при Т  =  293 К ......................................................................25 мкА
при Т  =  333 К ...................................................................... 250 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база................................. 15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ <

< 3 к О м ............................................................................................  15В
Импульсный ток к о л л ек то р а ........................................... ..... . 200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность: .

при Т =  213 ч- 318 К ...........................................................  200 мВт
при 7 =  343 К . .................................................................75 мВт

Общее тепловое со п р о ти в л ен и е ...........................................  200 К/Вт
Температура п е р е х о д а ................................................................  358 К
Температура окружающей с р е д ы ........................................... от 213

до 343 К

1Т101, 1Т101А, 1Т101Б, 1Т102, 1Т102А

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р усилительные низкой 
частоты с ненормированным (1Т101, 1Т101А, 1Т101Б) и нормиро­
ванным (1Т102, 1Т102А) коэффициентом шума на частоте 1 кГц.

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 2 г.

0 4 ,2

' Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
{/кв =  5 В, / э  =  1 мА не менее:

1Т101, 1Т 101А ........................................................................... 2 МГц
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1 Т 1 0 1 Б .......................................................................................5 МГц
1Т102, 1 Т 1 0 2 А .......................................................................1 МГц

Коэффициент шума при (/КБ = 5 В, /э  =  0,5 мА, /  =
=  1 кГц:

1Т102 не б о л е е ......................................................................  7 дБ
типовое значение . ................................................................. 4 * дБ

1Т102А не б о л е е .................................................................  12 дБ
типовое з н а ч е н и е ................................................................. 5 * дБ

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при (/КБ =  5 В, / э  =  1 мА, / =  1 кГц: 

при Т — 293 К :
1 Т 1 0 1 .......................................................................................3 0 -6 0
1 Т 1 0 1 А ................................................................................. 2 0 -4 0
1 Т 1 0 1 Б ............................................................: . . . 6 0 -1 2 0

1Т102 не менее . .................................................................  20
типовое значение.................................................................  60 *
1Т 102А не м е н е е .................................................................  20
типовое значение.................................................................  70 *

при Т =  213 К ...................................................................... От 1 до 1/3
■ значения

при 
Т =  298 К

при Т =  343 К не более: -
для 90 % транзисторов...................................................... 2 значения

при
Т =  298 К

для 1 0% транзисторов...................................................... 3 значения
при

' Г =  298 К
Обратный ток коллектора не более: 

при Г =  293 К:
1Т101, 1Т101А, 1Т101Б при С/КБ =  15 В . . . 15 мкА

1Т102, 1Т102А при (/К6= 5  В ................................. 10 мкА
при Т =  343 К:

1Т101, 1Т101 А, 1Т101Б при С/КБ =  Ю В . . . . 300 мкА
1Т102, 1Т102 при С/КБ =  5 В ....................................... 300 мкА

Обратный ток эмиттера при Т =  293 К не более:
1Т101, 1Т101 А, 1Т101Б при С/ЭБ =  15 В ......................15 мкА
1Т102, 1Т102А при £/эб =  5 В .......................................10 мкА

Сопротивление базы при С/КБ =  5 В, / э  — * МА, /  =  .
=  0,5 МГц 1Т101, 1Т101 А, 1Т101Б не более . . . .  250 Ом
типовое зн а ч е н и е ...................................................................... 80 * Ом

Выходная полная проводимость в режиме малого сиг­
нала при холостом ходе при UKБ = 5  В, /э  =  1 мА,
/ =  1 кГц не б о л е е ................................................................. 2 мкСм
типовое зн а ч е н и е ...................................................................... 1,5* мкСм

Емкость коллекторного перехода при t/к  б =  5 В 1Т101,
1Т101А, 1Т101Б не б о л е е .......................................................50 пФ
типовое зн а ч е н и е ...................................................................... 30 * пФ
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
1Т101, 1Т101 А, 1Т101Б:

при 7"= 213 -  328 К .....................................................  15 В
при Т  =  328 4- 343 К .....................................................  10 В

1Т102, 1Т102А при Т =  213 -г 343 К . . . . .  . 5 В 
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?ЭБ <

=* 2 кО м :
1Т101, 1Т101 А, 1Т101Б:

при 7  =  213 4- 328 К .......................... ..... ........................... 15 В
при 7 =  328 -  343 К ..................................... .....  10 В

1Т102, 1Т102А при 7  =  213 4- 343 К ...........................  5 В
Постоянное напряжение эмиттер-база:

1T10I, 1Т101 А, 1Т101Б:
при 7  =  213 ч- 328 К .....................................................  15 В
при 7  =  328 4- 343 К . ...................................................... 10 В

1Т102, 1Т102А при 7 =  213 4- 343 К ...........................  5 В
Постоянный ток коллектора:

1Т101, 1Т101 А, 1 Т 1 0 1 Б .....................................................  10 мА
1Т102, 1Т102А ...........................................................  6 мА

Постоянный ток эмиттера:
1Т101, 1Т101 А, 1 Т 1 0 1 Б .....................................................  10 мА

1Т102, 1 Т 1 0 2 А ................................................6 мА
Постоянная рассеиваемая мощность: -

1Т101, 1Т101 А, 1 Т 1 0 1 Б ..................................................... 50 мВт
1Х102, 1 Т 1 0 2 А ......................................................................30 мВт

Температура п е р е х о д а ................................................ ..... 358 К
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 213

до 343 К

Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от напря­

жения коллектор-база.

Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от тока 

эмиттера.
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эффициента передачи тока в ре­
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Зависимость относительною  ко­
эффициента шума от тем п ера­

туры.

МП104, МП105, МП106, МП114, МП115, 
МП116

Транзисторы кремниевые сплавные р-п-р усилительные низко­
частотные с ненормированным коэффициентом шума.

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса. •

Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
{/кб =  5 В, /э  =  I мА не менее:

МП 104, МП105, МП 114, М П 1 1 5 ................................ 0,1 М Г ц
МП106, М П 1 1 6 ...................................................................... 0,5 М Г ц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при t/кв =  5 В, /э  =  1 мА: 

при Т =  293 К:
МП 104, МП 114 не м е н е е ................................................. 9

109



МП105, МП 115...................................................... 9 - 4 5
МП106, М П 1 1 6 .................................................................15 -100

при Г = 2 1 3  К не менее:
МП 104, МП 1 0 5 ................................................................. 7
М П 1 0 6 ................................................. .....  10

при Т =  393 К не менее:
МП 104, МП 1 0 5 ................................................................. 9
М П 1 0 6 ...................................................................... ' . . 15

Пробивное напряжение коллекторного перехода на пуль­
сирующем напряжении при / = 5 0  Гц не менее:

МП 1 1 4 ......................................................................................  70 В
М П 1 1 5 ......................................................................................  40 В
М П 1 1 6 ......................................................................................  20 В

Обратный ток коллектора не более: 
при 7"= 293 К:

МП114 при {/КБ =  30 В ................................................ 10 мкА
М П 115 при 1/« б =  15 В ..................................... .....  . 10 мкА

МП 116 при {/кб =  10 В ................................................ 10 мкА
при Т =  373 К:

МП 114 при {/КБ =  30 В ................................................  400 мкА
МП 115 при {/кб =  15 В ................................................  400 мкА
МП 116 при {/КБ =  Ю В ................................................  400 мкА

при Т =  393 К :
МП 104 при {/кб =  30 В ................................................  400 мкА
МП105 при {/КБ=  15 В ................................................  400 мкА
МП 106 при {/кб = 1 0  В ................................................  400 мкА

О братный ток коллектор-эмиттер при Т =  293 К, ЛЭБ =
=  50 Ом не более:

МП104 при 1/кэ =  70 В . . . ................................  1 мА
■МП105 при UK э  =  40 В ................................................  1 мА
МП 106 при {/кэ =  20 В ................................................  I мА

Обратный ток эмиттера не более: 
при Г =  293 К :

МП114, МП 115 при 1/ЭБ=  Ю В ................................ 10 мкА
МП116 при (/эб =  5 В ................................................ 10 мкА

при Т  =  373 К:
МП 114, МП115 при {/ЭБ= 10 В ................................  200 мкА
МП 116 при и ЭБ =  5 В ................................................  200 мкА

при Т  =  393 К:
МП 104, МП105 при и ЭБ =  10 В ................................  200 мкА
МП 106 при {/ЭБ =  5 В ................................................  200 мкА

Входное сопротивление в режиме малого сигнала в 
схеме с общей базой при /э  =  1 мА, / =  1 кГц 
не более:

МП104, МП114 при {/кб = 50 В ................................ i. 300 Ом
МП105, МП115 при С/КБ = 30 В .....................................  300 Ом
МП106, МП116 при {/к б =  15 В ................................  300 Ом

Сопротивление насыщения коллектор-эмиттер при UKэ =
=  20 В, / Б =  4 мА МП105, МП115 не более . . . .  50 Ом
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: 
при 7  =  218 -г 343 К:

М П 1 1 4 .................................................................................  60 В
М П 1 1 5 .................................................................................  30 В
М П 1 1 6 .................................................................................  15 В

при 7  =  213 4- 348 К:
МП 104 .................................................................................  60 В
МП 105 .................................................................................  30 В
М П 1 0 6 .................................................................................  15 В

при 7  =  373 К:
МП 1 1 4 .................................................................................  30 В
М П 1 1 5 .................................................................................  15 В
М П 1 1 6 .................................................................................  10 В

при Т =  393 К:
МП 104 .................................................................................  30 В
МП 1 0 5 .................................................................................  15 В
М П 1 0 6 ...................................................... • ......................  10 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ =S
< 2 кО м : 

при Г =  218 -г 343 К:
М П 1 1 4 .................................................................................  60 В
МП115 . ............................................................................ 30 В
М П 1 1 6 ................................................................................. 15 В

при 7  =  213 -н 348 К:
МП 104 ................................................................................. 60 В
МП105 ................................................................................. 30 В
М П 1 0 6 ................................................................................. 15 в

при 7  =  373 К :
МП 1 1 4 ................................................................................. 30 В
М П 1 1 5 ................................................................................. 15 В
М П 1 1 6 ................................................................................. 10 В

при 7  =  393 К:
МП104 . ............................................................................ 30 В
М П 1 0 5 ................................................................................. 15 В
М Ш 0 6 .................................................................................  10 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
МП 104 ................................................................................. 30 В
М П 1 0 5 ................................................................................. 15 В
МП106, М Ш И ,  МП115, М П 1 1 6 ................................. 10 В

Постоянный ток ко л лек то р а ......................................................  10 м А
Импульсный ток коллектора......................................................  50 мА
Среднее значение тока эмиттера в импульсном режиме

МП 104, МП 105, М П 1 0 6 ......................................................  10 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Г С  343 К МП114, МП115, МП116 . . . .  150 мВ т
при Т  < 348 К МП 104, МП105, МП106 . . . .  150 м В т
при 7 =  373 К МП114, МП115, МП116 . . . .  60 мВ т
при 7 =  393 К МП 104, МП105, МП106 . . . .  60 мВт
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Температура окружающей среды: 
МП104, МП105, МП106 . . 
М П  114, МП115, МП116 . .
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Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от тока 

эмиттера.

1 4  6 8 101э,мА

2ТМ104А, 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г
Транзисторы кремниевые 

сплавные р-п-р маломощные.
Предназначены для работы 

в усилительных и импульсных 
микромодулях этажерочной кон­
струкции.

Выпускаются в металлостек­
лянном корпусе на керамической 
плате. Обозначение типа при­
водится на корпусе транзистора.

Масса транзистора не более 
0,8 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при С/кб =  5 В, / э  =  1 мА
не м ен ее ................................................................ ..........................5 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при £Л/к = 1  В, А  =  10 мА:

2 Т М 1 0 4 А ...........................................................................: 7 -4 0
2 Т М 1 0 4 Б ................................................................................  1 5 -8 0
2 Т М 1 0 4 В ........................... .....................................................19 -160
2 Т М 1 0 4 Г ................................................................................ 10 -6 0

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  10 мА не более:

при / Б =  2 мА 2 Т М 1 0 4 А ................................................  0,5 В
при / Б =  1 мА 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г . . .  0,5 В 

Напряжение насыщения эмиттер-база при /к =  10 мА 
не более:

при / Б =  2 мА 2 Т М 1 0 4 А ................................................  1 В
при / Б =  1 мА 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г . . .  1 В
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Емкость коллекторного перехода при £/КБ =  5 В, /  =
=  3 МГц не б о л е е ................................................................. 50 пФ

Емкость эмиттерного перехода при {/ЭБ =  0,5 В, /  =
=  10 МГц не б о л е е .................................................................. 10 пФ

Обратный ток коллектора при Т =  2 1 3 -г 298 К не 
более:

при ^ кб =  30 В 2ТМ104А, 2 Т М 1 0 4 Г ............................1 мкА
при t/KB =  15 В 2ТМ104Б, 2Т М Ю 4В ............................1 мкА

Обратный ток эмиттера при (/ЭБ =  10 В, Т =  213 -ь
ч- 298 К не б о л е е ....................................................................... 1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
2ТМ104Б, 2ТМ 104В...................................................... .....  . 15 В
2ТМ104А, 2ТМ104Г:

при Т — 213 4- 333 К ....................................................... 30 В
при Г  =  398 К ....................................................................... 20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
при Г =  213 4- 333 К ............................................................ 10 В
при Г =  398 К ....................................................................... 5 В

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Г =  213 333 К ................................................................. 150 мВт
при Г =  398 К ............................................................................41,6 мВт

Температура п е р е х о д а .................................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы .................................  . . От 213

до 398 К

h213
100

80

ВО

. 40

20

1 .
Ч„г = 5В ___

^ 2ТМ1С1ЧВ

~^'?.ТМ1П4Ь.
2ТМ10^Г

2ТМ 10 4 А

10 20 1э,м А

Зависимость коэффициента пе­
редачи тока в режиме малого 

сигнала от тока эмиттера.

Зона возможных положений за­
висимости коэффициента пере­
дачи тока в режиме малого 

сигнала от температуры.

Зона возможных положений за­
висимости коэффициента пере­
дачи тока в режиме малого сиг­

нала от температуры.
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висимости коэффициента пере­
дачи тока в режиме малого 

сигнала от температуры.

5 10 15 201Э)мА

Зона возможных положений за­
висимости входного сопротив­

ления от тока эмиттера.

КТ 104А, КТ104Б, КТ104В, КТ104Г
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р уни­

версальные низкочастотные маломощные.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 5 г.

Ноллеитар
З м а т т вр

База.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе­
ме с общ им эмиттером при 1/кэ =  5 В, / э  =  1 мА
не м ен ее............................................................................................ 5 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при t/KB =
=  5 В, / э  =  1 мА, / =  3 МГц не б о л е е .....................

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при {/КБ =  5 В, /э  =  I мА:

К Т 1 0 4 А ......................................................................................

3 не

9 - 3 6
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К Т 1 0 4 Б ...................................................................................... 2 0 - 8 0
КТ 1 0 4 В ...................................................................................... 4 0 - 1 6 0

К Т 1 0 4 Г ......................................................................................  1 5 -6 0
Граничное напряжение не менее:

при /э =  5 мА КТ104А, К Т 1 0 4 Г ................................  30 В
при /э = 1 0  мА КТ104Б, КТ 1 0 4 В ................................  15 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  10 мА не более:

при 1В —2 мА K T I0 4 A ......................................................  0,5 В
при / Б =  1 мА КТ104Б, КТ 104В, КТ104Г . . . .  0,5 В 

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА не 
более:

при / Б =  2 мА K T I0 4 A ......................................................  1 В
п р и . / Б = 1  мА КТ104Б, КТ 104В, КТ104Г . . . .  1 В 

Обратный ток коллектора не более:
при С/кб =  30 В КТ 104А, К Т 1 0 4 Г ................................  1 м кА
при г/КБ= 1 5  В КТ104Б, КТ 1 0 4 В ................................  1 мкА

Обратный ток эмиттера при t/3E =  10 В не более . . .  1 мкА  
Входное сопротивление в режиме м алого сигнала в схе­

ме с общим эмиттером при С/КБ =  5 В, / э =  1 мА,
/ =  1 к Г ц ......................................................................................120* О м

Емкость коллекторного перехода при UK б =  5 В не
б о л ее ................................................................................................  50 пФ

Емкость эмиттерного перехода при (/э  б =  0,5 В не 
б о л ее ................................................................................................  10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
КТ 104А, КТ104Г...................................................................... 30 В
КТ104Б, КТ 104В...................................................................... 15 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб <
< 10 кОм:

КТ 104А, КТ104Г......................................................................  30 В
КТ104Б, КТ 104В......................................................................  15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база...................................... 10 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а .................................................50 мА
Постоянная рассеиваемая м о щ н о сть ......................................150 м В т
Общее тепловое соп ротивлени е............................................ 400 К /В т
Температура п ер ех о д а ................................................................. 393 К
Температура окружающей с р е д ы ............................................От 213

до 373 К

ГТ108А, ГТ108Б, ГТ108В, ГТ108Г
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р маломощные. 
Предназначены для работы в усилительных и импульсных схемах. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими в ы в о ­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,5 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общей базой при Vк б  =  5 В, /3  =  1 мА не менее:

П Г 1 0 8 А ......................................................................................0,5 МГц
ГТ108Б, ГТ108В, Г Т 1 0 8 Г ................................................1,0 МГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при (/КБ =  5 В, /э  =  1 мА : 

при Т =  293 К:
Г Т 1 0 8 А .................................................................................2 0 -5 0
Г Т 1 0 8 Б ................................................................................ 3 5 -8 0

Г Т 1 0 8 В .................................................................................6 0 -1 3 0
Г Т 1 0 8 Г .................................................................................110-250

при Т =  328 К :
Г Т 1 0 8 А .................................................................................20 -1 0 0
Г Т 1 0 8 Б ...................................... ..........................................35 -160

Г Т 1 0 8 В ........................................................................... .....  60 -2 6 0
Г Т 1 0 8 Г .................................................................................110-500

при Т =  243 К:
Г Т 1 0 8 А .................................................................................1 5 -50
Г Т 1 0 8 Б .................................................................................2 0 -8 0

Г Т 1 0 8 В .................................................................................4 0 -1 3 0
Г Т 1 0 8 Г ................................................................................. 70 -250

Обратный ток коллектора при t/кв =  5 В не более:
при Т  =  293 К . . ............................................................10 мкА

при Т =  328 К . ................................................................  250 мкА
Обратный ток эмиттера при (/эб =  5 В не более . . .  15 мкА 
Емкость коллекторного перехода при (/кб =  5 В, /  =

=  1 МГц не б о л е е ................................................................  50 пФ
Постоянная времени цепи обратной связи при (/кб =

=  5 В, /э  =  1 мА, / =  465 кГц не б о л е е ...................... 5 не

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база................................ 5 В
Импульсное напряжение коллектор-база при ти <

< 5 м к с ........................................................................... ..... 18 В
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  293 К ................................................................  . 75 мВт
при Т  =  328 К ...........................................................................33,2 мВт

116



Полное тепловое сопротивление................................................. 0,8 К/мВт
Постоянный ток к о л л ек т о р а .......................................................50 мА
Температура п е р е х о д а .................................................................. 353 К
Температура окружающей с р е д ы ............................................От 228

до 328 К

ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Е, 
ГТ109Ж, ГТ109И

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р маломощ ные. 
Предназначены для работы во входных каскадах усилителей 

низкой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0.1 г.

1-эмиттер чг 
Z-коллектор 
3-5аза

4
.

//ЛИW)
Красная
точка

Ф%5

Электрические параметры

I Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при {/кб = 5 В, /3  =  I мА не 
менее:

ГТЮ9А, ГТЮ9Б, ГТЮ9В, ГТЮ9Г, ГТ109Ж,
Г Т 1 0 9 И .......................................................................................
Г Т 1 0 9 Д .......................................................................................
Г Т 1 0 9 Е ........................................................... ...........................

(Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при (/КБ =  5 В, /э  =  1 мА: 

при Г =  298 К:
ГТ109А, Г Т 1 0 9 Ж .................................................................
Г Т 1 0 9 Б ..................................................................................
Г Т 1 0 9 В ..................................................................................
Г Т 1 0 9 Г ........................................... .......................................
Г Т 1 0 9 Д ..................................................................................
Г Т 1 0 9 Е ..................................................................................
Г Т 1 0 9 И ........................................... ......................................

при Т =  328 К не менее:
ГТ109А, ГТ109Д, ГТ109Ж, Г Т 109И ............................
Г Т 1 0 9 Б ........................... ......................................................

Г Т 1 0 9 В ...................................................................... . .
Г Т 1 0 9 Г ...................... , ......................................................
Г Т 1 0 9 Е ...................... .......................................... .....

1 МГц 
3 МГц 
5 МГц

2 0 -5 0
3 5 -8 0

6 0 -1 3 0
110-250
2 0 -7 0

5 0 -1 0 0
2 0 -8 0

20
35
60
110
50
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при Т =  228 К:
Г Т 109А, Г Т 1 0 9 Ж ................................................................  1 5 -5 0

Г Т 1 0 9 Б .................................................................................2 0 -8 0
Г Т 1 0 9 В .................................................................................4 0 -1 3 0

Г Т 1 0 9 Г ................................................................................. 70 -2 5 0
ГТ 109 Д . . . . v...........................................................  10 — 60
Г Т 1 0 9 Е ...................................................... .....  3 0 -1 0 0

Г Т 1 0 9 И .................................................................................1 5 -8 0
О братный ток коллектора не более:

при С/КБ =  5 В ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г,
Г Т 1 0 9 И ............................................................................................5 мкА

при (УКБ =  1,5 В:
Г Т 1 0 9 Д .................................................................................2 мкА

ГТ109Е, Г Т 1 0 9 Ж ................................................................  1 мкА
Обратный ток эмиттера не более:

при U3B =  5 В ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г,
ГТ109Ж, Г Т 1 0 9 И ................................................................ • . 5 мкА
при С/эб = 1 , 5  В ГТ109Д . ........................................... 3 мкА
при 1/ЭБ = 1 , 2  В Г Т 1 0 9 Е ......................................................3 мкА

Емкость коллекторного перехода при /= 4 6 5  кГц не 
более:

при UKB =  5 В ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г,
ГТ109Ж, ГТ109И ......................................................................30 пФ
при UKB =  1,2 В ГТ109Д, Г Т 1 0 9 Е ................................ 40 пФ

Коэффициент шума при С/кб = 1 , 5  В, /э  =  0,5 мА,
/ =  1 кГц не б о л е е ................................................................  12 дБ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база................................  10 В
Импульсное напряжение коллектор-база при ти <

< 10 м к с ......................................................................................  18 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэ Б <

< 200 к О м ......................................................................................  6 В
Постоянный ток коллектора......................................................20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  248 -г- 293 К ...........................................................30 мВт
при Г =  328 К ..................................................................... 13,8 мВт

Температура п е р е х о д а ................................................................  353 К
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 228

- , до 328 К

ГТ115А, ГТ115Б, ГТ115В, ГТ115Г, ГТ115Д
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р маломощные. 
Предназначены для работы в качестве усилительного элемент; 

в радиолюбительских конструкциях.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами 

Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 0,6 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме
с обшей базой при {/КБ =  5 В, /э  = 5 мА не более . . .  1 МГц 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при = 1  В, /3  =  25 мА, f  — 270 Гц:

ГТ115А, Г Т 1 1 5 Б .......................................................................2 0 -8 0
ГТ115В, Г Т 1 1 5 Г ...................................................... .....  6 0 -1 5 0
Г Т 1 1 5 Д .......................................................................................  125-250

Обратный ток коллектора не более:
при (/КБ =  20 В ГТ115А, ГТ115В, ГТ115Д . . . . 40 мкА

при 1/КБ =  30 В ГТ115Б, Г Т 1 1 5 Г ................................. 40 мкА
Обратный ток эмиттера при и ЭБ =  20 В не более . . .  40 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
ГТ115А, ГТ115В, Г Т 1 1 5 Д .................................................  20 В
ГТ115Б, Г Т 1 1 5 Г ....................................................................... 30 В

Постоянное напряжение эм иттер-база......................................  20 В
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . . . .  50 мВт
Постоянный ток к о л л е к т о р а .................................................30 мА
Температура п е р е х о д а .................................................................  343 К
Температура окружающей с р е д ы ............................................От 253

до 318 К

1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1ТМ115В, 1ТМ115Г
Транзисторы германиевые 

маломощные сплавные р-п-р.
Предназначены для работы 

| усилительных и импульсных 
1икро модулях этажерочной кон- 
трукции.

Выпускаются в металлостек- 
[янном корпусе на керамической 
лате. Обозначение типа при- 
одится на корпусе транзистора.

Масса транзистора не более 
,8 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общей базой при (/КБ =  5 В, /3  =  5 мА не менее . . . 1 МГц 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при С/ к б = 1  В, /э  =  25 мА:

1ТМ115А, ITM 115B ................................................................ 2 0 -6 0
1ТМ115Б, 1ТМ 115Г................................................................ 50 -150

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
- 100 мА, / Б =  20 мА не более:

1ТМ115А, 1ТМ 115В................................................................  200 мВ
1ТМ115Б, 1ТМ 115Г................................................................ 150 мВ

Напряжение насыщения эмиттер-база при / к =  100 мА,
/ Б =  20 мА не б о л е е ................................................................  1,5 В

Емкость коллекторного перехода при t/к Б = 5 В,' /  =
=  465 кГц не б о л е е ................................................................  50 пФ

Емкость эмиттерного перехода при t/3Б =  5 В, /  =
=  465 кГц не б о л е е ................................................................  20 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при [/^в =
=  5 В, /э  =  1 мА, /  =  465 кГц не б о л е е .....................  6,5 не

Обратный ток коллектора не более:
при С/КБ =  50 В, Т =  213 н-293 К 1TMU5A,

1 Т М 1 1 5 Б ................................................................................ 50 мкА
при UKS =  10 В, Т =  213^- 293 К 1ТМ115В,г™ -

1 Т М 1 1 5 Г ................................................................................ 50 мкА
Обратный ток эмиттера при (/эб =  50 В не более . . .  50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
1ТМ П 5А, 1Т М П 5 Б ................................................................  50 В
1ТМ115В, 1ТМ 115Г................................................................  70 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?ЭБ
< 500 О м:

1ТМ115А, 1ТМ 115Б................................................................ 40 В
1ТМ115В, 1ТМ 115Г................................................................  55 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер:
1ТМ115А, 1ТМ 115Б................................................................  50 В
1ТМ115В, 1ТМ 115Г...............................................................  70 В

Постоянное напряжение э м и тт ер -б аза ................................  50 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ................................................ 100 мА
Постоянный ток б а з ы ................................................................20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г =  213 4- 328 К ...........................................................50 мВт
при Т =  346 К ......................................................................20 мВт

Температура п е р е х о д а ................................................................  358 К
Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 213

до 346 К
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Зона возможных положений за­
висимости коэффициента пере­
дачи тока в режиме малого 

сигнала от температуры.

213 253 293 3 33  Т ,К

Зона возможных положений з а ­
висимости коэффициента пере­
дачи тока в режиме м ал ого  

сигнала от температуры. .

1Т116А, 1Т116Б, 1Т116В, 1Т116Г
Транзисторы германиевые планарные р-п-р переключающие м а ­

ломощные.
Предназначены для работы в формирователях и усилителях 

импульсов, мультивибраторах и других переключающих схемах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/кэ =  Ю В, /к  = 100 мА, ти =  10 мкс,
Q >  50: 

при Т  =  293 К:
1Т116А, 1Т116Б, 1Т 116Г ................................................. 1 5 -6 5
1 Т 1 1 6 В .................................................................................2 0 -6 5

при Т =  213 К и Т =  343 К:
1Т116А, 1Т116Б, 1Т 116Г .................................................  1 2 -8 0

. 1 Т 1 1 6 В .................................................................................  1 6 -8 0
Время нарастания при С/КБ =  12,6 В, С/БЭ =  0,3 В, 

ти =  1,5 -г- 4 мкс, / = 3 0  кГц:
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при Лбэ =  51 О м  1Т116А, 1Т116Б 0,28 — 0,63 мкс 
при КБЭ = 0, 10, 27 О м  1Т116В, 1Т116Г 0 ,28-0 ,63  мкс 

Время спада при С/КБ =  12,6 В, (УБЭ =  0,3 В, т„ = 
= 1,5 + 4 мкс, / = 3 0  к Г ц :

при ЯБЭ =  51 Ом 1Т116А, 1 Т 1 1 6 Б ......................
при Лбэ — О, Ю, 27 Ом 1Т116В, 1Т116Г . . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общей базой при С/КБ =  5 В, /« =  1 мА не менее . . 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  150 мА, / Б =  30 мА  не более . ...........................

Обратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ = 1 5  В 
U(̂ э =  0,5 В не более:

при Т =  293 К .................................................................
при Т =  343 К .................................................................

0,6 — 2 мкс 
0,6 — 2 мкс

1 МГц

0,25 В

30 мкА 
200 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <

< 550 О м .......................................................................................
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ <

< 550 Ом, ти < 5 м к с ...........................................................
Импульсное напряжение эмиттер-база при ти < 5 мкс . . . 
Импульсный ток коллектора при ти < 5 мкс, Q >  6 :

при Г =  213 -ь 293 К . . . .................................................
при 7"= 333 К ............................................................................
при Г =  343 К . . . ......................................................

Постоянный ток коллектора при Г =  293 К . . . . 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г =  213 -5- 308 К ................................................................
при Г =  343 К ...................................................... .....

Температура п е р е х о д а ................................................................
Температура окружающей с р е д ы ...........................................

15 В

30 В 
18 В

300 мА 
250 мА 
150 мА 
50 мА

150 мВт 
75 мВт 
358 К 

От 213 до 
343 К

0,25

0,2оэ

=5 0,15

0,10

1Т116А -1Т 116Г

У
*

■110

100

90

К  80 р>
-с 70 

60

% 213 273 3 3 3  Т,К
Зона возможных положений за­
висимости напряжения насыще­
ния коллектор-эмиттер от тем­

пературы.

50

1T11S \ - 1 т т г

*ч«««. _

213 273 333 Т,К

Зона возможных положений
зависимости входного сопро­

тивления от температуры.
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2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г, КТ117А, 
КТ117Б, КТ117В, КТ117Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные однопереход­
ные с л-базой.

Предназначены для работы в маломощных генераторах. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,87 г.

Электрические параметры

Коэффициент передачи напряжения при i/giB2 =  Ю В 
при Т =  298 К:

2Т117А, 2Т117В, КТ117А, К Т 1 1 7 В ......................
2Т117Б, 2 Т 1 1 7 Г ............................................................
КТ117Б, К Т 1 1 7 Г ...........................................................

при Т  =  343 К:
2Т117А, 2T1I7B, КТ117А, K T I1 7 B ......................
2Т117Б ............................................................................
2Т117Г ............................................................................
КТ117Б, К Т 1 1 7 Г ............................................................

при Т  =  213 К:
2Т117А, 2Т117В, КТ117А, К Т 1 1 7 В ......................
2Т117Б, 2 Т 1 1 7 Г ............................................................
КТ117Б, К Т 1 1 7 Г ...........................................................

Ток включения эмиттера при С/б1Б2 =  Ю В не бо
л е е ...........................................................................................

Ток выключения эмиттера при С/Б|Б2 =  20 В не ме
н е е ......................................................................................  .

Остаточное напряжение эмиттер-база не более:
при Т  = 2 1 3 -  298 К ......................................................
при Т =  343 К, /э =  10 мА 2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В
2 Т 1 1 7 Г ........................................... .....................................
при Т  =  343 К, / э  =  50 мА КТ117А, КТ117Б 
КТ117В, К Т 117Г .................................................................

0,5 - 0 ,7  
0 ,6 5 -0 ,8 5  
0 ,6 5 -0 ,9 0

0 ,4 5 -0 ,7  
0 ,6 -0 ,8 5  
0 ,6 - 0,8 
0 ,6 -0 ,9

0 , 5 - 0,8 
0 ,6 5 -0 ,9  

0 ,6 5 -0 ,9 5

20 мкА

1 мА

5 В

4 В

4 В
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М ежбазовое сопротивление: 
при Т =  298 К:

2Т117А, 2 Т 1 1 7 Б ................................................................ 4 -7 ,5  кОм
2Т117В, 2 Т 1 1 7 Г ........................................................... ..... 6 - 9  кОм
КТ117А, К Т 1 1 7 Б ................................................................ 4 - 9  кОм
КТ117В, К Т 1 1 7 Г ................................................................ 8 - 1 2  кОм

при Т =  343 К:
2Т117В, 2 Т 1 1 7 Г ................................................................ 6 -1 5  кОм
КТ 117В, К Т 1 1 7 Г ................................................................ 6 -1 8  кОм

при Г =  213 К:
2Т117В, 2Т117Г ................................................................ 3 -8 ,5  кОм
K TU 7B, К Т 1 1 7 Г ................................................................ 4 - 1 2  кОм

Температурный коэффициент межбазового сопротивле­
ния .................................................................................................0 ,1 -0 ,9  %/К

Н аибольш ая частота генерации ...........................................  200 кГц
О братный ток эмиттера при С/б1Б2 =  30 В не более:

при Т =  298 К .....................................................................  1 мкА
при Г =  398 К ..................................................................... 10 мкА

Ток модуляции не м е н е е ........................................................... 10 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное межбазовое напряж ение.....................................  30 В
П остоянное напряжение база 2 -эм и ттер ................................  30 В
Постоянный ток э м и т т е р а .....................................................  50 мА
Импульсный ток эмиттера при ти < 10 мкс, Q > 200 . . .  1 А 
Постоянная рассеиваемая мощность эмиттера:

при Т =  213 4- 308 К ................................................................  300 мВт
при Т  =  398 К ...........................................................................15 мВт

Температура п е р е х о д а ................................................................  403 К 4
Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 213

до 398 К

2Т117А -  2Т117Г,
i/т т л  — i /T l l i r

—  ̂̂—

- 61В 2 =  10 9,
I ч = 5 0  мА 

3 I I

30

5
20

£•~ч 10

2Т11
N

7А-<

*4V

2Т1Г
КТ11
КТ11

7А  — 
7Г

" ,

Л >
S

\

иВ1Ь 
1з =

2=1С 
50 л Ъ

С
Ь

/
/ ч ч

i

213 253 293 333 373 413 Т,К 213 253 293 333 374 413 Т,К

Зона возможных положений за­
висимости напряжения насыще­
ния база-эмиттер от темпера­

туры.

Зона возможных положений за­
висимости тока модуляции от |,

температуры.
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213 253  293 333  373 413 T,K 213 253  293  3 3 3  313 413 T,K

Зона возможных положений за­
висимости тока включения or 

температуры.

Зона возможных положений за­
висимости тока выключения от 

температуры.

2Т118А, 2Т118Б, 2Т118В, КТ118А, КТ118Б, 
КТ118В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные двухэмит гор­
ные р-п-р переключательные маломощные.

Предназначены для работы в схемах модуляторов.
Выпускаются ■ в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности 
корпуса.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

Падение напряжения на открытом ключе: 
при /g =  0,5 мА не более: 

при Т =  298 К:
2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, К Т 1 1 8 Б ............................ 0,2 мВ
2Т118В, К Т 1 1 8 В ................................................................. 0,15 мВ

при 7 =  213 К:
2ТИ8А, 2Т118Б, КТ118А, К Т118Б..................................0,4 мВ
2Т118В, К Т 1 1 8 В ................................................................. 0,3 мВ

при Т  =  398 К .......................................................................0,6 мВ
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при / Б =  1,5 мА не более -
при Г =  298 К :

I 2Т118А, 2Т118Б, KTI18A, К Т 1 1 8 Б ........................... 0,2 мВ
2Т118В, К Т 1 1 8 В ................................................................ 0,15 мВ

при Т  =  398 К ...................................................................... 1,2 мВ
при Т — 213 К ......................................................................0,18 мВ

Сопротивление откры того ключа не более: 
при /э  =  2 мА, / Б =  2 мА: 

при Т  =  298 К :
2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, К Т 1 1 8 Б ........................... 100 Ом
2Т118В, К Т 1 1 8 В ................................................................ 120 Ом

при Т  =  398 К :
2Т118А, 2Т П 8Б , КТ118А, К Т 1 1 8 Б ........................... 60 Ом
2TU8B, K T U 8B ................................................................ 70 Ом

при /э  =  20 мА , / Б =  40 мА : 
при Т =  298 К:

2Т118А, 2Т118Б, K TU 8A, К Т 1 1 8 Б ........................... 20 Ом
2Т118В, К Т 1 1 8 В ................................................................  40 Ом

при Т =  398 К :
2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, К Т П 8Б ........................... 40 Ом
2Т118В, К Т 1 1 8 В ................................................................ 80 Ом

при Т =  213 К:
2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, К Т118Б.................................50 Ом
2Т118В, К Т 1 1 8 В ................................................................ 80 Ом

Ток закрытого ключа при С/ээ =  30 В 2TI18A, КТ118А 
и при и э э = 1 5  В 2Т118Б, 2Т118В, КТ118Б, КТ118В 
не более:

при Т  =  298 К ......................................................................0,1 мкА
при Т =  398 К ........................................................... .....  . 5 мкА

при Г =  213 К ......................................................................0,1 мкА
Напряжение на управляющих переходах при Т =  298 К

и / Б =  20 мА не б о л е е ........................................................... 1 В
Асимметрия сопротивления открытого ключа при Т —

=  298 К, / Б =  40 мА, 1Э =  20 мА не б о л е е ...................... 20 %
Обратный ток коллектор-база 1, коллектор-база 2 при

Т — 298 К и С/к =  15 В не более . . . . . . . 0,1 мкА 
Время выключения транзисторной структуры при R„ =

=  1 кОм, / Б =  20 мА , Ет„ =  5 В не более . . . .  500 не

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение управления между коллектором и базой 
транзисторной структуры при ЛКБ < 10 кОм и Т —
=  213 -  398 К ...........................................................................  15 В

Постоянное напряжение на закрытом ключе между эмит­
терами при t/ynp =  0 и Г=2 13 - н  398 К:

2Т118А, К Т 1 1 8 А ...................................................................... ЗОВ
2Т118Б, 2Т118В, КТ118Б, К Т 1 1 8 В ........................... ..... 15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база транзисторной 
структуры при Т =  213 -г 398 К:

2Т118А, К Т 1 1 8 А ................................................................ ..... 31 В
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2Т118Б, 2ТГ18В, КТ118Б, К Т 1 1 8 В ................................  16 В
Постоянный ток коллектора при Т =  213 4- 398 К . . . . 50 м А  
Постоянный ток каждого эмиттера при 7~ = 2 ) 3  -н

-> 398 К ........................................................................................... 25 м А
Постоянный ток каждой базы при Т =  213 398 К . . . 25 м А  
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т  =  213 н- 383 К .................................................................100 мВ т
при Т  =  398 К ........................................................................... 62,5 м В т

Тепловое сопротивление переход-окружающая среда . . 0,4 К /м В т
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 213

до 398 К
П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии

не менее 3 мм от корпуса транзистора при температуре пайки 
не более 523 К в течение времени не более 9 с. Пайка п роиз­
водится паяльником мощностью не более 60 Вт и напряжением 
6 —12 В. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 
5 мм от корпуса транзистора. Допускается одноразовый изгиб 
вывода на расстоянии 3 мм с радиусом изгиба не менее 0,5 м м .

Го, 0 м 

10000

1000

100

10

2Т118А-2Т118В

1

1$ — 2  мА

ч]
10 20 1Б1+1б2’ М/4

Зависимость сопротивления от­
крытого ключа от тока базы.

Зависимость сопротивления от­
крытого ключа от тока базы.

Зависимость падения напряже­
ния на открытом ключе от 

тока базы.



2Т118А-1, 2Т118Б-1
Транзисторы кремниевые 

эпитаксиально-планарные двух- 
эмиттерные р-п-р переключа­
тельные маломощные.

Предназначены для работы 
в качестве модуляторов в гер­
метизированной аппаратуре. 
Бескорпусные с гибкими выво­
дами. .

Выпускаются в сопроводи­
тельной таре. Обозначение типа 
приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 
0,03 г.

Электрические параметры

Падение напряжения на открытом ключе при / Б =
=  0,5 мА, /Б =  1,5 мА  не более:

при Т =  298 К ......................................................................0,3 мВ
при Т  =  358 К ...................................................................... 1 мВ

при Т  =  213 К ......................................................................0,6 мВ
Сопротивление открытого ключа не более: 

при / Б =  30 мА, / э  =  15 мА:
при Т  =  298 К ................................................................  30 Ом
при Т  =  358 К ......................................................................  60 Ом
при 7"= 213 К ...................................................................... 70 Ом

при /Б =  2 мА, / э  =  2 мА:
при Т  =  298 К ................................................................ 100 Ом
при Т =  358 К ................................................................  35 Ом
при 7"= 213 К ................................................................ 25 Ом
при /Б =  40 мА, /э  =  20 м А ...........................................20 Ом

Ток закрытого ключа при (/Ээ  =  30 В 2TU8A-1 и 
при {/Ээ  =  '5  В 2Т118Б-1 не более:

при Г = 2 9 8  К и Т =  213 К ..................................... 0,1 мкА
при Т  =  358 К . . .  ......................................................5 мкА

Напряжение на управляющих переходах при / Б =  20' мА
не б о л е е ......................................................................................  1 В

Асимметрия сопротивления открытого ключа при /Б =
=  30 мА, /э  =  15 мА  не б о л е е .....................................  20 %

Обратный ток коллектор-база при (/КБ0 = 1 5  В не
более . ........................................................................................... 0,1 мкА

Время выключения при RH =  250 Ом, {/э  =  20 мА, Елт =
=  5 В не б о л е е ...................................................................... 500 не

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение управления между коллектором и базой 
транзисторной структуры при ЛКБ =  10 кОм и Г =
=  213 4- 358 К ...........................................................................  15 В
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30 в
15 В

31 В
16 В

25 мА 
25 мА 
50 мА

30 мВт

50 мВт 
От 213 

до 358 К

П р и м е ч а н и е .  М онтаж транзисторов осуществляется приклей­
кой к теплоотводящей поверхности. Допускается пайка или сварка 
выводов на расстоянии не менее 2 мм от транзистора. Темпе­
ратура припоя не должна превышать 533 К. Допускается пайка 
выводов на расстоянии 0,5 мм от транзистора при температуре 
припоя не более 423 К. Время пайки не более 2 с. Не до­
пускается прикладывать к выводам вращающих усилий. Допускает­
ся изгиб выводов на расстоянии не менее 2 мм от транзи­
стора с радиусом закругления 1,5 — 2 мм. При изгибе необходимо 
обеспечить неподвижность участка вывода между местом изгиба и 
транзистором. При монтаже допускается обрезать выводы на рас­
стоянии не менее 2 мм от транзистора. При обрезке усилие 
не должно передаваться на место приварки вывода к кристаллу.

КТ119А, КТ119Б

Транзисторы кремниевые 
однопереходные с базой п-типа 
переключательные.

Предназначены для работы 
в составе гибридных пленочных 
микросхем, модулей, узлов и 
блоков радиоэлектронной герме­
тизированной аппаратуры.

Бескорпусные с гибкими вы­
водами.

Масса транзистора не более 
0,01 г.

5 Полупроводниковые приборы 129

Постоянное напряжение на закрытом ключе между 
эмиттерами при t/ynp =  0 и Т =  213 -ь 358 К :

2 Т 1 1 8 А - 1 ..................................................................................
2Т118Б-1.......................................................................................

Постоянное напряжение эмиттер-база транзисторной 
структуры при Т =  213 -г- 358 К:

2 Т 1 1 8 А - 1 ..................................................................................
2Т118Б-1.......................................................................................

Постоянный ток каждого эмиттера при Т .=  213 -н
>* 358 К ........................................................... .................................

Постоянный ток каждой базы при Т =  213 +  358 К . . . 
Постоянный ток коллектора при Т =  213 -н 358 К . . . 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т  =

=  2 1 3 -  358 К ............................................................................
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

ти < 500 мкс, Q > 2 и Т  =  298 К .......................................
Температура окружающей с р е д ы ............................................



Электрические параметры

Ток включения при £/Б2бi =  Ю В ......................................1—6 мкА
М ежбазовое сопротивление при /б2В1 =  1 м А ..................... 4 —12 кОм
М аксимальная частота генерации не м е н е е .....................  200 кГц
Напряжение насыщения при С/Б2Б1 =  Ю В ,/э  =  10 мА . . . 2,5 В 
Коэффициент передачи:

К Т 1 1 9 А ...................................................................................... 0 ,5 -0 ,65
К Т 1 1 9 Б ...................................................................................... 0 ,6 -0 ,75

Обратный ток эмиттерного перехода при 0 ЭБ2 =  20 В не 
б о л е е ................................................................................................. 0,001 мА

Предельные эксплуатационные данные

Амплитуда тока эмиттера при среднем токе не более
10 мА, ти <  10 м к с ................................................................ 50 м А '

Постоянный ток эмиттера в открытом состоянии . . .  10 мА 
Напряжение межбазовое любой формы и периодич­

ности .................................................................................................  20 В
Обратное напряжение эмиттер-база...........................................  20 В
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  308 К ......................................................................25 мВт
при Т  =  353 К ......................................................................7 мВт

Общее тепловое сопротивление.................................................3 К/мВт ,

П р и м е ч а н и е .  Монтаж транзистора в модуль должен осу­
ществляться в условиях микроклимата при Т — 228 -г 353 К. Пайку 
выводов допускается производить на расстоянии не менее 1 мм 
от края защитного покрытия при температуре не более 373 К.

OQ*ч
ОЬ%

=?

600

500 \
КТ1

"
9А, КТ Ч9Б

Ч

"Ч
О

|  300  
ч г

200

100
иБ1,в г ~ 10В

10 20 30 401, ,мА 228 273 318 7,К

Зона возможных положений за­
висимости напряжения насыще­
ния от максимального тока 

эмиттера.
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Зона возможных положений за­
висимости предельной частоты

генерации от температуры.
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Зона возможных положений за­
висимости тока выключения от 

температуры.
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Зона возможных положений за ­
висимости тока включения от 

температуры.

КТ 120А, КТ120Б, КТ120В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р м ал о ­
мощные низкочастотные.

Предназначены для работы в усилительных и импульсных мик­
ромодулях и блоках герметизированной аппаратуры.

Бескорпусные, без кристал­
лодержателя, с защитным по­
крытием лаком, с гибкими вы­
водами. Транзистор КТ120Б 
предназначен для диодного 
включения, поэтому допускается 
выпуск без эмиттерного вывода.
Обозначение типа приводится на 
сопроводительной таре.

Масса транзистора не более 
0,02 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общей базой при t/кв =  5 В, /3  =  1 мА КТ120А,
КТ120В не м е н е е ...................................................................... 1 М Гц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при UKб =  5 В, / э =  1 мА:

при Т — 298 К КТ120А, К Т 120В ....................................... 2 0 -2 0 0
при Г  =  338 К КТ 120А, КТ 1 2 0 В .................................  2 0 -4 8 0

при Т  =  263 К КТ 120А, К Т 1 2 0 В .................................10 -200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /Б =

=  0,6 мА не более:
при /к =  10 мА К Т 1 2 0 А .................................................  0,5 В
при / к =  17 мА КТ 120В ......................................................  2 В
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Емкость коллекторного перехода при V кб = 5  В, /  =
=  3 МГц КТ 120А, К Т 120В не б о л е е ...........................  5 пФ

Обратный ток коллектора не более:
при [/кб =  60 В К Т 1 2 0 А ................................ .....  0,5 мкА

при Uкб =  30 В К Т 1 2 0 Б ................................................0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при С/бэ = 10 В КТ120А,

КТ 120В ............................................................................................ 1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
КТ 120А, КТ 120В ......................................................................  60 В
К Т 1 2 0 Б ......................................................................................  30 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
«  10 кОм КТ 120А, КТ 1 2 0 В ................................................  10 В

Постоянный ток к о л л е к т о р а .....................................................  10 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 40 мкс, Q ?

> 9 .................................................................................................20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . . . .  10 мВт 
Импульсная мощность коллектора при ти < 40 мкс,

Q >  9:
КТ120А, К Т 120Б ......................................................................15 мВт
КТ 1 2 0 В ...................................................................................... 35 мВт

Температура п е р е х о д а ................................................................  358 К
Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 263

до 328 К

ГТ124А, ГТ124Б, ГТ124В, ГТ124Г
Транзисторы германиевые р-п-р низкочастотные усилительные 

маломощные.
Предназначены для работы в низкочастотных усилительных 

устройствах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво- 1 

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,5 г.



Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при
С/кб =  5 В, / э  =  1 мА не м е н е е .......................................1 М Гц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общ им 
эмиттером при (/«э =  0,5 В, /э  =  100 мА:

Г Т 1 2 4 А ....................................................................................... 2 8 -5 6
Г Т 1 2 4 Б ....................................................................................... 4 5 -9 0
Г Т 1 2 4 В .......................................................................................7 1 -1 6 2
Г Т 1 2 4 Г ........................... ........................................................... 120-200

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при =
= 100 мА, / Б =  10 мА не б о л е е ....................................... 0,5 В

Обратный ток коллектора при {/КБ= 1 5  В не более:
при Т  =  298 К .......................................................................15 мкА
при 7" =  318 К .......................................................................80 мкА

Обратный ток эмиттера при и ЗБ =  5 В не более . . .  15 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база.................................  25 В
Постоянное напряжение эм иттер-база......................................  10 В
Импульсный ток к о л л е к т о р а .................................................100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  308 К .......................................................................75 мВт
при Т =  333 К .......................................................................25 мВт

Температура окружающей с р е д ы ............................................От 248
до 333 К

П р и  м'е ч а н и е. При пайке выводов должен бы ть осуществлен 
надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзи­
стора, температура пайки не должна превышать 555 К в течение 
5 с.

При включении транзистора в электрическую цепь коллектор­
ный вывод должен присоединяться последним, а отсоединяться 
первым. .

ГТ125А, ГТ125Б, ГТ125В, ГТ125Г, ГТ125Д, 
ГТ125Е, ГТ125Ж, ГТ125И, ГТ125К, ГТ125Л

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р низкочастотные усили­
тельные маломощные.

Предназначены для работы в низкочастотных усилительных 
устройствах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.
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Предельная частота коэффициента передачи тока при
(/кб =  5 В, / э  =  5 мА не м е н е е ......................................I МГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при ( /к э  =  5 В, /э  =  25 мА:

Г Т 1 2 5 А ......................................................................................2 8 -5 6
Г Т 1 2 5 Б ......................................................................................4 5 -9 0

Г Т 1 2 5 В ......................................................................................7 1 -1 4 0
Г Т 1 2 5 Г ...................................................................................... 120-200

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щ им эмиттером при (/«э = 0,5 В, /к =  100 мА:

ГТ125Д, Г Т 1 2 5 И ......................................................................2 8 -5 6
ГТ125Е, Г Т 1 2 5 К ......................................................................4 5 -9 0

ГТ125Ж , Г Т 1 2 5 Л ................................................................ 71 -1 4 0
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =

=  300 мА, / Б =  30 мА не б о л е е ...................................... 0,3 В
Обратный ток коллектора не более: 

при 1/КБ =  35 В:
ГТ125А; ГТ125Б, ГТ125В, ГТ125Г, ГТ125Д, ГТ125Е,

Г Т 1 2 5 Ж .................................................................................50 мкА
при 1/Кв =  70 В :

ГТ125И, ГТ125К, Г Т 1 2 5 Л ........................................... 50 мкА
Обратный ток эмиттера при (/э  =  20 В не более . . .  50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
Г Т 125А, ГТ125Б, ГТ125В, ГТ125Г, ГТ125Д, ГТ125Е,
Г Т 1 2 5 Ж ......................................................................................  35 В
ГТ125И, ГТ125К, Г Т 1 2 5 Л ................................................. 70 В

Постоянное напряжение эмиттер-база...................................... 20 В
Импульсный ток коллектора при / = 5 0  Гц, Q =  2,

ти =  10 м к с ......................................................................................  300 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г =  213 4- 308 К ...........................................................150 мВт
при Т  =  308 ч- 343 К ...........................................................45 мВт

Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 2 1 3
до 343 К

Электрические параметры 4
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П р и м е ч а н и е .  Минимальное расстояние от  корпуса до места 
изгиба выводов 3 мм. Минимальное расстояние от корпуса до 
места пайки выводов 5 мм. Пайку производить при температуре 
не более 558 К в течение времени не более 5 с.

2Т202А, 2Т202Б, 2Т202В, 2Т202Г, КТ202А, 
КТ202Б, КТ202В, КТ202Г

Транзисторы кремниевые 
эпитаксиально-планарные р-п-р 
маломощные.

Предназначены для работы 
в усилительных и импульсных 
микромодулях в герметизиро­
ванной аппаратуре. Бескорпус- 
ные, без кристаллодержателя, 
с защитным покрытием, с гиб­
кими выводами. Обозначение 
типа приводится на сопроводи­
тельной таре.

Масса транзистора не более 
0,01 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи по току 
в схеме с общей базой при {/КБ =  5 В, / э  =  1 мА
нё м е н е е .......................................................................................5 МГц

Коэффициент передачи тока в режиме м алого сиг­
нала при t/кв =  5 В, /э  =  1 мА: 

при Г =  298 К:
2Т202А, 2Т202В, КТ202А, К Т 2 0 2 В ............................1 5 -7 0
2Т202Б, 2Т202Г, КТ202Б, К Т 2 0 2 Г ............................ 4 0 -1 6 0

при Т =  358 К:
2Т202А, 2Т202В, КТ202А, К Т 2 0 2 В ............................ 15 -140
2Т202Б, 2Т202Г, КТ202Б, КТ202Г . . . . . . 4 0 -3 2 0  

при Т =  213 К:
2Т202А, 2Т202В, КТ202А, К Т 2 0 2 В ............................ 1 0 -7 0
2Т202Б, 2Т202Г, КТ202Б, К Т 202Г ................................. 2 5 -1 6 0

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / « =
=  10 мА, / Б =  1 мА не более .......................................  0,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА,
/Б =  1 мА не б о л е е .................................................................  1 В

Емкость коллекторного перехода при U  =  3 В, / =
=  •3 МГц не б о л е е ................................................................. 25 пФ
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Емкость эмиттерного перехода при 1/Эб =  0,5 В, /  =
=  10 М Гц не б о л е е ................................................................  10 пФ

Время рассасывания при / к =  5 мА, / Б =  1 мА не
б о л ее .................................................................................................. 1 мкс

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: 
при Т =  213 -г- 358 К:

2Т202А, 2Т202Б . ...........................................................  15 В
2Т202В, 2 Т 2 0 2 Г ................................................................  30 В

при Г =  213 -г- 328 К:
КТ202А, К Т 2 0 2 Б ................................................................  15 В
КТ202В, К Т 2 0 2 Г ................................................................  30 В

при Т  =  358 К :
КТ202А, К Т 2 0 2 Б ................................................................  10,5 В

КТ202В, К Т 2 0 2 Г ................................................................ 26,5 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер: 

при Т =  213 -г 358 К:
2Т202А, 2 Т 2 0 2 Б ................................................................  15 В
2Т202В, 2 Т 2 0 2 Г ................................................................  30 В

при Т =  213 -  328 К:
КТ202А, К Т 2 0 2 Б ................................................................  15 В
КТ202В, К Т 2 0 2 Г ................................................................  30 В

при Т  =  358 К :
КТ202А, К Т 2 0 2 Б ................................................................  10,5 В
КТ202В, К Т 2 0 2 Г ................................................................ 26,5 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
при Т =  213 -  358 К 2Т202А, 2Т202Б, 2Т202В,

2Т202Г......................................................................................  10 В
при Т  =  213 -  328 К КТ202А, КТ202Б, КТ202В,

К Т 2 0 2 Г ................................................................................  10 В
при Т  — 358 К КТ202А, КТ202Б, КТ202В,

КТ202Г ................................................................................. 5,5 В
Постоянный ток к о л л ек то р а ..................................................... 20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Т  =  213 -  308 К:
2Т202А, 2Т202Б, 2Т202В, 2Т 2 0 2 Г ................................ 25 мВт
КТ202А, КТ202Б, КТ202В, К Т 2 0 2 Г ...........................15 мВт

при Т  =  358 К ...........................................................................10 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 

т„ < 10 мкс, Q >  10:
2Т202А, 2Т202Б, 2Т202В, 2Т 202Г ......................................50 мВт
КТ202А, КТ202Б, КТ202В, К Т 2 0 2 Г ...........................25 мВт

Температура п е р е х о д а ................................................................  398 К
Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 21 3

до 358 К
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2Т203А, 2Т203Б, 2Т203В, 2Т203Г, 2Т203Д, 
КТ203А, КТ203Б, КТ203В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р м а л о ­
мощные.

Предназначены для работы в усилительных и импульсных 
схемах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими в ы в о ­
дами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.
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Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общей базой при С/КБ =  5 В, /э  =  1 мА не менее:

2Т203А, 2Т203Б, 2Т203В, КТ203А, КТ203Б,
КТ203В . ................................................................................. 5 МГц
2Т203Г, 2 Т 2 0 3 Д ........................................ ..............................10 МГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при t /KB =  5 В, /э  =  1 мА : 

при Т = 298 К:
2Т203А, КТ203А не м е н е е ........................................... 9

2 Т 2 0 3 Б ................................................................................. 3 0 -9 0
2 Т 2 0 3 В ................................................................................. 15-100

2Т203Г не м е н е е ................................................................. 40
2Т203Д . ............................................................................  60 -200

К Т 2 0 3 Б ................................................................................. 30 -150
К Т 2 0 3 В .................................................................................  30 -200

при Т  =  398 К:
2Т203А, КТ203А не м е н е е ........................................... 9

2 Т 2 0 3 Б ................................................................................. 30 -180
2 Т 2 0 3 В .......................■........................................................15-200

2Т203Г не м е н е е ................................................................. 40
2 Т 2 0 3 Д .................................................................................  60 -  400
К Т 2 0 3 Б .................................................................................  30 -230
К Т 2 0 3 В .................................................................................  30 -400

при 7" =  213 К:
2Т203А, КТ203А не м е н е е ........................................... 7

2 Т 2 0 3 Б ................................................................................. 1 5 -9 0
2Т203В, К Т 2 0 3 Б .................................................................10-100

2Т203Г не м е н е е ................................................................. 20
2 Т 2 0 3 Д .................................................................................  30 -200

К Т 2 0 3 В ................................................................................. 15-200
входное сопротивление в схеме с общей базой в ре­

жиме малого сигнала при !■$ =  1 мА не более:
при и КБ =  50 В 2Т203А, К Т 2 0 3 А ................................  300 Ом
при f/KB =  30 В 2Т203Б, К Т 2 0 3 Б ................................  300 Ом
при С/Кб = 15 В 2Т203В, К Т 2 0 3 В ................................  300 Ом
при UK b= 5  В 2Т203Г, 2 Т 2 0 3 Д .....................................  300 Ом

Емкость коллекторного перехода при 1/кв =  5 В, /  =
=  10 МГц не б о л е е ................................................ ..... 10 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база: 

при Г =21 3  -г 348 К:
2Т203А, 2Т203Г, К Т 2 0 3 А ................................................  60 В
2Т203Б, К Т 2 0 3 Б ................................................................. 30 В
2Т203В, 2Т203Д, К Т 2 0 3 В ........................................... 15 В

при Г =  398 К:
2Т203А, 2Т203Г, К Т 2 0 3 А ........................................... 30 В
2Т203Б, КТ203Б . . . ................................................  15 В
2Т203В, 2Т203Д, К Т 2 0 3 В ................................................  10 В

Электрические параметры
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Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ < 
< 2 кОм: 

при Т =  213 ч- 348 К.
2Т203А, 2Т203Г, К Т 203А .................................................
2Т203Б, К Т 2 0 3 Б .................................................................
2Т203В, 2Т203Д, К Т 203В .................................................

при Т =  398 К:
2Т203А, 2Т203Г, К Т 203А .................................................
2Т203Б, К Т 2 0 3 Б .................................................................
2Т203В, 2Т203Д, К Т 203В .................................................

Постоянное напряжение эмиттер-база, 2Т203А, 2Т203Г,
К Т 2 0 3 А .................................................................................
2Т203Б, К Т 2 0 3 Б .................................................................
2Т203В, 2Т203Д, К Т 203В .................................................

Постоянный ток к о л л е к т о р а .................................................
Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мкс, Q >

> 1 0 ........................................................... .....................................
Постоянный ток э м и т т е р а ......................................................
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т =  213 ч- 348 К ............................................................
при Т  =  398 К ......................................................................

Температура п е р е х о д а .................................................................
Температура окружающей среды .................................................

60 В 
30 В 
15 В

30 В 
15 В 
10 В

30 В 
15 В 
10 В 

10 мА

50 мА 
10 мА

150 мВт 
60 мВт 
423 К 

От 213 
до 398 К

Намеи^
тор

КТ207А, КТ207Б, КТ207В
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р м ало­

мощные.
Предназначены для работы в качестве усилительного эле­

мента микромодулей и блоков „ 
в герметизированной аппарату- оплентор
ре. Бескорпусные, без кристал- л /  Л 1£,
лодержателя, с защитным по-Этт- -----  ~ ~ — И  -п -------IN
крытием и контактными пло- т*Р 
щадками для присоединения в 
электрическую схему. Обозначе­
ние типа приводится на груп­
повой таре.

Масса транзистора не более 
0,001 г.

Ж щ  1 L
f вывода, Ф0,1д Ключ

Ваза 

сэ

■}-
Ч вывода, Ф0,18 

Электрические параметры 
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером при 1/КБ =  5 В, /э  =  1 мА  не
м енее................................................................................................. 5 М Г ц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при С/Кб =  5 В, / э  =  1 мА, /  =  1 кГц:

КТ207А не м е н е е .................................................................  9
К Т 2 0 7 Б .......................................................................................3 0 -1 5 0

К Т 2 0 7 В ....................................................................................... 30 -  200
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Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  10 мА, / Б =  1 мА не более:

КТ207А, К Т 207Б .....................................................................  1 В
К Т 2 0 7 В ...................................................................................... 0,5 В

Емкость коллекторного перехода при С/КБ =  5 В, /  =
=  10 кГц не б о л е е ................................................................  10 пФ

Входное сопротивление в схеме с общей базой в ре­
жиме малого сигнала при С/|<Б =  5 В, /3  =  1 мА не
б о л е е ................................................................................................. 300 Ом

Обратный ток коллектора не более:
при 6 'КБ =  60 В К Т 2 0 7 А ................................................ 0,05 мкА
при U Kb =  30 В К Т 207Б ......................................................0,05 мкА
при и КБ =  15 В К Т207В ..................................................... 0,05 мкА

Обратный ток эмиттера не более:
при t/эв  =  30 В К Т 2 0 7 А ................................................  1 мкА
при 1/ЭБ =  15 В К Т 207Б .....................................................  1 мкА
при С/эб = 1 0  В К Т 207В ...................................................... 1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
К Т 2 0 7 Л ..................................................................................... ..... 60 В
КТ207Б ...........................................................................................30 В
К Т 2 0 7 В ..................................................................................... .....15 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
К Т 2 0 7 А ..................................................................................... .....60 В
К Т 2 0 7 Б ..................................................................................... .....30 В
К Т 2 0 7 В ..................................................................................... .....15 В

П остоянное напряжение эмиттер-база:
К Т 2 0 7 А ..................................................................................... .....30 В
К Т 2 0 7 Б ..................................................................................... .....15 В
К Т 2 0 7 В ..................................................................................... .....10 В

Постоянный ток к о л л е к т о р а ................................................ .....10 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 100 мкс, Q >

> 5 ................................................................................................ .....50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . . . .  15 мВт 
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при .

ти < 100 мкс, Q >  5 ................................................................50 мВт
Температура перехода .................................................................  373 К
Температура окружающей среды ...........................................От 228

до 358 К

П р  и м е ч а н и е. При эксплуатации транзисторов должен быть 
обеспечен надежный теплоотвод от кристалла не хуже, чем тепло­
отвод в свободном воздухе. При монтаже и эксплуатации тран­
зисторов необходимо принимать меры защиты от статического 
электричества.

М онтаж кристаллов в микросхемах должен осуществляться в 
условиях микроклимата или кондиционированных помещениях с 
относительной влажностью не более 65 % и температурой (298 ± 

± 10) К.

140



I kboA

г  410

10"

10rS

10I-7

1
КТ207А ,
КТ2 0 7 Б  /

/
/  у

*У
У

у
*  л  /  / ✓

у
Уу

г  ^

Окв~ з о в

27J J J J  r,/f

Зона возможных положений за­
висимости обратного тока кол­

лектора от температуры.

пг и

80

40

к Г207А

Uk 1 = 5 В
У

\ \ К'-*.

О 1 2  3  4 5  1 3,м А

Зона возможных положений за ­
висимости коэффициента пере­
дачи тока в режиме м алого 

сигнала от тока эмиттера.

О

Зона возможных положений за­
висимости коэффициента пере­
дачи тока в режиме малого 

сигнала от тока эмиттера.

h21 з 
200

1S0

120

8 0

4 0

у
КТ207, 3

//

Uk'Э = 55
У✓/ —— ’— ----

1 2  3  4  5 1 3)мА О 1 2 3  4  5 1 Э)мА

Зона возможных положений за­
висимости коэффициента пере­
дачи тока в режиме малого 

сигнала от тока эмиттера.

2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 
2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 

2Т208М, КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, 
КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж, КТ208И, КТ208К, 

КТ208Л, КТ208М
Транзисторы кремниевые планарно-эпитаксиальные р-п-р м ало­

мощные.
Предназначены для работы в усилительных и генераторных 

схемах.
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Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,6 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при t /кв =  5 В не менее:

при /э  =  5 мА 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г,
2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л,
2 Т 2 0 8 М ....................................................................................... 5 МГц
при /э =  10 мА КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г,
КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж , КТ208И, КТ208К, КТ208Л,
К Т 208М ....................................................................................... 5 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при С/КБ = 1 В, / э =  30 мА:

2Т208А, 2Т208Г, 2Т208Ж, 2Т208Л,- КТ208А, КТ208Г,
КТ208Ж, К Т 2 0 8 Л .................................................................2 0 -6 0
2Т208Б, 2Т208Д, 2Т208И, 2Т208М, КТ208Б, КТ208Д,
КТ208И, К Т 2 0 8 М .................................................................4 0 -1 2 0

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  300 мА, / Б =  60 мА  не более:

2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е,
2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М . . . .  0,3 В 
КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, 2Т208Д, КТ208Е,
КТ208Ж, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М . . .  0,4 В 

Напряжение насыщения база-эмиттер при /«  =  300 мА,
/ Б =  60 мА не б о л е е ................................................................. 1,5 В

Емкость коллекторного перехода не более:
при С/КБ =  20 В 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г,
2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж , 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л,

2 Т 2 0 8 М .......................................................................................35 пФ
при UKB =  10 В КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г,
КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж , КТ208И, КТ208К, КТ208Л,
К Т 2 0 8 М .......................................................................................  50 пФ

Емкость эмиттерного перехода не более:
при и ЭБ =  20 В 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г,
2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л,
2 Т 2 0 8 М .......................................................................................20 пФ
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при ( /Эб =  0.5 в  КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г,
КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж, КТ208И, КТ208К, КТ208Л,

К Т 208М ....................................................................................... 100 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, КТ208А, КТ208Б,
К Т 2 0 8 В .......................................................................................  20 В
2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, КТ208Г, КТ208Д,
К Т 2 0 8 Е ....................................................................................... 30 В
2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, КТ208Ж, КТ208И,
КТ208К .......................................................................................  45 В
2Т208Л, 2Т208М, КТ208Л, К Т 208М .................................  60 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?БЭ <
< 10 кОм:

2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, КТ208А, КТ208Б,
К Т 2 0 8 В ....................................................................................... 20 В
2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, КТ208Г, КТ208Д,
К Т 2 0 8 Е ....................................................................................... 30 В
2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, КТ208Ж, КТ208И,
К Т 2 0 8 К ....................................................................................... 45 В
2Т208Л, 2Т208М, КТ208Л, К Т 2 0 8 М ............................ 60 В

Постоянное напряжение эм иттер-база......................................  20 В
Постоянный ток к о л л ек то р а ...................................................... 150 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 0,5 мс, Q > 2 300 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  213 -г 333 К ............................................................ 200 мВт
при Т  =  398 К ......................................................................  5 мВт

Температура п е р е х о д а .................................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы ............................................От 213

до 398 К

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, 
КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, 

КТ209М
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р мало­

мощные.
Предназначены для работы в усилительных и импульсных 

микромодулях и блоках герметизированной аппаратуры.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами 

в двух вариантах.
Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,3 г.
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B tL p u ,a .n m  1

Коллектор
0,3

Эмиттер

База

Вариант 2 

5,3 m ax

Эм ит т ер
База.

К оллект ор

Ь,2

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе­
ме с общим эмиттером при 1/КБ =  5 В, 1К =  10 мА
не м ен ее ...........................................................................................5 М Г ц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при Uкэ =  * В, / к =  30 мА: 

при Т  =  298 К :
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л . . . . .  2 0 -6 0

КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, К Т 2 0 9 М ..................... 4 0 -1 2 0
КТ209В, К Т 2 0 9 Е ................................................................  80 -2 4 0

К Т 2 0 9 К ................................................................................8 0 -1 6 0
при Т =  373 К:

КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, К Т 2 0 9 Л ..................... 20 -1 2 0
КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, К Т 209М ........................... 4 0 -2 4 0
КТ209В, К Т 2 0 9 Е ................................................................  8 0 -4 8 0
К Т 2 0 9 К ................................................................................ 80 -3 2 0
при Г  =  228 К:
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, К Т 2 0 9 Л .....................  1 0 -6 0

КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, К Т 2 0 9 М ..................... 2 0 -1 2 0
КТ209В, К Т 2 0 9 Е ........................... ....................................  4 0 -2 4 0

К Т 2 0 9 К ................................................................................4 0 -1 6 0
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  =

=  300 мА, / Б =  30 мА не б о л е е ................................ 0,4 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  =  300 мА,

/ Б =  30 мА не б о л е е ................................ ..........................  1,5 В



Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 1 0  В, /  =
=  500 кГц не б о л е е .................................................................  50 пФ

Емкость эмиттерного перехода при U jB =  0,5 В, /  =
=  1 МГц не б о л е е ................................................................. 100 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: 
при Т  =  298 4- 373 К:

КТ209А, КТ209Б, К Т 2 0 9 В ............................................  15 В
КТ209Г, КТ209Д, К Т 2 0 9 Е ............................................  30 В
КТ209Ж, КТ209И, К Т 209К ............................................  45 В
КТ209Л, К Т 209М .................................................................  60 В

при 7 =  228 К:
КТ209А, КТ209Б, К Т 2 0 9 В ............................................  10 В
КТ209Г, КТ209Д, К Т 2 0 9 Е ............................................  25 В
КТ209Ж, КТ209И, К Т 209К ............................................  40 В
КТ209Л, К Т 2 0 9 М ...................................................... . • 55 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
< 10 кОм: 

при Г =  298 н -373 К:
КТ209А, КТ209Б, К Т 2 0 9 В ............................................  15 В
КТ209Г, КТ209Д, К Т 2 0 9 Е ............................................  30 В
КТ209Ж, КТ209И, К Т 209К ............................................  45 В
КТ209Л, К Т 209М .................................................................  60 В

при Т  =  228 К :
КТ209А, КТ209Б, К Т 2 0 9 В ............................................  10 В
КТ209Г, КТ209Д, К Т 2 0 9 Е ............................................  25 В
КТ209Ж, КТ209И, К Т 209К ............................................  40 В
КТ209Л, К Т 209М ..................... ............................................ 55 В

Постоянное напряжение эмиттер-база: 
при Т  =  298 -н 373 К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д,
К Т 2 0 9 Е .................................................................................  Ю В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М . . .  20 В 

при Т  =  228 К:
КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д,
К Т 2 0 9 Е .................................................................................  10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М . . . 15 В

Постоянный ток к о л л е к т о р а .................................................. 300 мА
Импульсный ток коллектора....................................................... 500 мА
Постоянный ток б а з ы ................................................. .....  100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . . . .  200 мВт
Температура п е р е х о д а ..................................................................• 398 К
Температура окружающей с р е д ы .............................................От 228

до 373 К
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КТ210А, КТ210Б, КТ210В
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарны^ р-п-р низко­

частотные усилительные маломощные.
Бескорпусные с твердыми выводами. Обозначение типа при­

водится на таре.
Масса транзистора не более 0,005 г.

Змчттер Коллектор 0,25 0,04

База
} -

Коллектор

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе­
ме с общим эмиттером при С ^б =  5 В, / э  =  1 мА
не м енее...................................................... •.................................... 10 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при (/КБ =  5 В, /э  =  1 м А :

КТ210А, К Т 2 1 0 Б ................................................................  80 -2 4 0
К Т 2 1 0 В ...................... .......................................................... 40 -120

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  10 мА, / Б =  1 мА не б о л е е ...........................................  0,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б =  1 мА не б о л е е ................................................................  1 В

Обратный ток коллектор-эмиттер при {/кэ  =  t/кэ макс.
/? э б  =  Ю кОм не б о л е е ...........................................................10 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/ЗБ =  10 В не более . . .  5 мкА 
Емкость коллекторного перехода при 1/кб =  5 В, / =

=  3 М Гц не б о л е е ..................................... .......................... 25 пФ
Емкость эмиттерного перехода при 1/Эб =  0,5 В, / =

=  5 М Гц не б о л е е ................................................................  10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т =  308 К:
К Т 2 1 0 А ..............................................................................................15 В
К Т 2 1 0 Б ..............................................................................................30 В
К Т 2 1 0 В ............................................................................................. 60 В
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Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб =
=  10 кОм, Г =  ЗОВ К:

К Т 2 1 0 А ......................................................................................  15 В
К Т 2 1 0 Б ......................................................................................  30 В
К Т 2 1 0 В ......................................................................................  60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =  308 К . . . 10 В
Постоянный ток коллектора при Т =  308 К ..................... 20 мА
Импульсный ток коллектора при Т =  308 К ..................... 40 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т =

=  308 К ........................................................................................... 25 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

Т  =  308 К ...................................................................................... 40 мВт
Температура п е р е х о д а ................................................................. 398 К

КТ211А-1, КТ211Б-1, КТ211В-1
Транзисторы кремниевые 

шитаксиально-планарные р-п-р 
: нормированным коэффициен- 
ом шума.

Предназначены для приме- 
[ения во входных каскадах, ма- 
юшумящих усилителях, в герме- 
изированной аппаратуре.

Бескорпусные, без кристал- 
юдержателя, с защитным по- 
рытием лаком, с гибкими вы- 
одами. Обозначение типа при- 
одится на возвратной таре.

Масса транзистора не более 
,01 г.

Электрические параметры

раничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при С/КБ =  5 В, /к  =  1 мА не
м енее.................................................................................................10 М Гц

'татический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при Uкб =  1 В. / э  =  40 мА: 

при Т  =  298 К:
К Т 2 1 1 А - 1 ........................................................................... 4 0 -1 2 0
КТ211Б-1 .................................................................................  8 0 -2 4 0
КТ211В-1 .................................................................................160 -  480

при Г =  398 К:
КТ211А-1 ............................................................................ 4 0 -2 0 0
КТ211Б-1 . ............................................................................ 8 0 -4 0 0
КТ211В-1.................................................................................160-800

при 7’ =  213 К:
К Т 2 1 1 А - 1 ............................................................................2 0 -1 2 0
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КТ211Б-1................................................................................. .....4 0 -2 4 0
КТ211В-1 ................................................................................. .....8 0 -480

Коэффициент шума при t/KB =  5 В, =  40 мА, /  =
=  1 кГц, Rr =  10 кОм не б о л е е ..................................... .....3 дБ

Обратный ток коллектора при £/КБ =  15 В не более . . .  10 мкА 
Емкость коллекторного перехода при t/кв =  5 В, /  =

=  10 МГц не б о л е е ........................................................... ..........20 пф
Емкость эмиттерного перехода при 1/эб =  0,5 В, /  =

=  10 МГц не б о л е е ................................................................ .....15 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база . ...........................  15 В
Постоянное напряжение э м и ттер -б аза ................................  5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ..................................................... 20 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мкс, Q >

> 1 0 ................................................................................................  50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г =  213 -  308 К .......................................................... 25 мВт
при Т  =  398 К ...................................................................... 5 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при
ти < 10 мкс, Q >  10 . . . ................................................ 50 мВт

Температура п е р е х о д а ................................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 213

до 398 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже транзисторов в микросхему? 
должны быть приняты меры, исключающие нагрев кристалла 
более 423 К. При монтаже транзисторов не допускается изгиб 
выводов на расстоянии менее 0,5 мм от места выхода из защитного 
покрытия.

Пайка и сварка выводов допускается на расстоянии более 
1 мм от места выхода вывода из защитного покрытия.
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Зона возможных положений за­
висимости коэффициента шума 

от температуры.

Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от темпе­

ратуры.
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Зона возможных положений за- Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи- висимости статического коэффи­
циента передачи тока от тем- циента передачи тока от тем­

пературы. пературы.

КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, 
КТ214Д-1, КТ214Е-1

Транзисторы кремниевые 
эпитаксиально-планарные р-п-р 
маломощные универсальные.

Предназначены для исполь­
зования в ключевых и линейных 
гибридных схемах, микромоду­
лях, узлах и блоках радиоэлект­
ронной герметичной аппара­
туры.

Бескорпусные, без кристал- 
лодержатёля, с гибкими выво­
дами, с защитным покрытием. 
Обозначение типа приводится 
на возвратной таре.

Масса транзистора не более 
0,01 г.

Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала: * 
при С/эб =  5 В, / э  =  10 мА не менее:

К Т 2 1 4 А - 1 ............................................................................  20
КТ214Б-1..................................................................................3 0 -9 0
КТ214В-1..................................................................................4 0 -1 2 0
КТ214Г-1..................................................................................4 0 -1 2 0

при {/Кб = 1  В, /э  =  40 мкА не менее:
К Т 2 1 4 Д - 1 ............................................................................  80
КТ214Е-1.................................................................................. 40
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Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  10 мА, / Б =  1 мА КТ214Д-1, КТ214Е-1 не более . . .  0,6 В 

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б = 1  мА  КТ214Д-1, КТ214Е-1 не более...................  1,2 В

Напряжение насыщения эмиттер-коллектор при /Б =  1 мА,
/э  =  О КТ214Д-1, КТ214Е-1...................................................... От 0,7

до 2,5 мВ
Входное сопротивление в режиме малого сигнала при

U3K =  5 В, /э  =  2 мА, / =  800 Г ц ................................ От 1,2
до 10 кОм

типовое значение ......................................................................2,5* кОм
Емкость эмиттерного перехода при 1/эБ =  0,5 В, /  =

=  500 к Г ц ...................................................................................... 9 ,6 -  100 пФ
типовое з н а ч е н и е ......................................................................9,8 * пФ

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ =  10 В, /  =
=  500 к Г ц ................................................................................ 9 ,5 -5 0  пФ
типовое значение ...................................................................... 12* пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ =  10 кОм,
Цк э  =  30 В, Т — 358 К не б о л е е ................................  1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т  =
=  233 -  358 К:

КТ214А-1, К Т 2 1 4 Б -1 ...........................................................  80 В
К Т 2 1 4 В - 1 ................................................................................  60 В
К Т 2 1 4 Г - 1 ................................................................................  40 В
К Т 2 1 4 Д - 1 ................................................................................  30 В
К Т 2 1 4 Е - ! ................................................................................  20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =  233 
-г- 358 К :

К Т 2 1 4 А - 1 ................................................................................  30 В
КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1 . . . .  7 В
К Т 2 1 4 Е - 1 ................................................................................  20 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 ч- 358 К . . . 50 мА 
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мс, Q >

>  100, при Т  =  233 ч- 358 К ................................................ 100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  298 К ...........................................................................50 мВт
при Т  — 358 К . ................................................................ 20 мВт

Температура перехода не б о л е е ...........................................  398 К
Тепловое сопротивление переход-кристалл . . . . .  0,1 К/мВт
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 233

до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Допустимая температура монтажа транзисторог 
в гибридные схемы не должна превышать 433 К в течение 30 с
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ма от тока эмиттера.
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Зависимость коэффициента шу­
ма от частоты.

ависимость статического коэф- 
ициента передачи тока от тем­

пературы.
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0,01 0,1 1 1э ,м А

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.

ГТ402А, ГТ402Б, ГТ402В, ГТ402Г
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р  усилительные низко- 

астотные маломощные.
Предназначены для применения в выходных каскадах усили- 

глей низкой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво- 

ами в двух вариантах. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора: вариант 1 — не более 5 г, вариант 2 — 

г более 2 г.
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В ариан т  1

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при С/КБ =  1 В, /э  =  3 м А :

ГТ402А, Г Т 4 0 2 В ......................................................................3 0 -8 0
ГТ402Б, Г Т 4 0 2 Г ........................................................................ 60 -150

Коэффициент линейности K t =  (А213 при / э  =  3 мА)/(Й2)э
при /э  =  300 м А ) ..................................................................... 0,7—1,4

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при {/кб =  ' В, / э  =  3 мА не
менее................................................................................................. 1 МГц

Прямое падение напряжения на эмиттерном переходе 
при отключенном коллекторе при /э =  2 мА не
бол ее .................................................................................................  0,3 В

Обратный ток коллектора при {/кб =  10 В не более . . .  20 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =
=  200 Ом, Т  =  328 К :

ГТ402А, Г Т 4 0 2 Б .....................................................................  25 В
ГТ402В, Г Т 4 0 2 Г .....................................................................  40 В

Постоянный ток коллектора при Т =  233 -г 328 К . . . .  . 0,5 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т  =

=  233 -г 298 К:
вариант 1 .................................................................................0,6 Вт
вариант 2 ................................. ............................................... 0,3 Вт

Температура п е р е х о д а ................................................................  358 К
Тепловое сопротивление переход-среда

вариант 1 ...................................................................................... 0,1 К/мВт
вариант 2 ............................ ..........................................................0,15 К/мВт

Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 233
до 328 К
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П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  298 — 328 К опреде­
ляется по формуле

^К.макс =  (358 — T)/Rr ,n-C.

2. Допускается производить соединения выводов транзисторов 
с элементами схемы на расстоянии не менее 5 мм от корпуса 
любым способом (пайкой, сваркой и т. п.) при условии соблю ­
дения следующих требований: за время соединения температура 
в любой точке корпуса транзистора не должна превышать мак­
симально допустимую температуру окружающей среды. Температура 
пайки не должна превышать 558 К.

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, 
соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем диа­
пазоне температур.

При включении транзисторов в электрическую цепь коллектор­
ный контакт должен присоединяться последним и отсоединяться 
первым.

О 100 200 300 400иБЭ,мВ О 100 200 300 Ч001э,м А

Входные характеристики. Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.
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Зависимость обратного тока 
коллектора от температуры.
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1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 
1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б, 
ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, 

ГТ403И, ГТ403Ю
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р усилительные низко­

частотные маломощные.
Предназначены для работы в схемах переключения, выходных 

каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях и стабили­
заторах постоянного тока.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 4 г.

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /  к =
=  0,5 А, / Б =  0,05 А не б о л е е ...........................................  0,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  0,5 А,
/ Б =  0,05 А не б о л е е ...........................................................  0,8 В

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при UKB =  5 В, /э  =  0,1 А, / =  50 -  300 Гц:

1Т403А, 1Т403В, 1Т403Ж, ГТ403А, ГТ403В,
Г Т 4 0 3 Ж ......................................................................................2 0 -6 0
1Т403Б, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403Б, ГТ403Г,
Г Т 4 0 3 Д ......................................................................................50 -1 5 0
Г Т 4 0 3 Ю ......................................................................................3 0 -6 0

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при =  1 В, 1Э =  0,45 А 1Т403Е, '
ГТ403Е, 1Т403И, ГТ403И не м е н е е ................................  30

Изменение коэффициента передачи тока в режиме ма­
лого сигнала 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д,
1Т403Ж при UKB =  5 В, /э =  0,1 А, / =  50 -=- 300 Гц 
не более:

3

Зниттер /  / 4 , 9  
Коллектор 

Б а за ,

Электрические параметры

при Т =  343 К 
при Т  =  213 К
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Изменение статического коэффициента передачи тока 
в схеме с общим эмиттером 1Т403Е, 1Т403И при 
(/кб = 1  В, /э  =  0,45 А не более:

при Т  =  343 К ............................................................................
при Г = 2 1 3 К .......................................................................

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при UKE = 5  В, / э  =  0,1 А не
м енее..................................................................................................

Плавающее напряжение эмиттер-база при ( /КБ =  45 В 
1Т403А, 1Т403Б; при С/КБ =  60 В 1Т403В, 1Т403Г, 
1Т403Д, 1Т403Е; при С/КБ =  80 В 1Т403Ж, 1Т403И
при Т  =  343 К не б о л е е .......................................................

|  Обратный ток коллектора при (УКБ =  U KB макс не более: 
при Т  =  298 К:
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 
ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е,
Г Т 403Ю .......................................................................................
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, Г Т 403И .................................
при Т  =  343 К ............................................................................

I Обратный ток эмиттера при (/Бэ  =  20 В 1Т403А, 1Т403Б, 
1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, 
ГТ403Г, ГТ403Е, ГТ403Ю, £/БЭ = 30 В 1Т403Д, ГТ403Д 
не более: 

при Т  = 2 9 8  К:
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 
ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е,
Г Т 4 0 3 Ю .................................................................................
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, Г Т 4 0 3 И ............................

при Т  =  343 К ......................................................................
|Обратный ток коллектор-эмиттер при [ /к э  =  t/к э  макс-' 

1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 
ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е,
Г Т 4 0 3 Ю .................................................................................
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, Г Т 4 0 3 И ............................

Предельные эксплуатационные данные

(постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Г =  213 
343 К (при Т  =  218 К ГТ403):
1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю  . . . . 
1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е, 1Т403Г, 1Т403Д,
ГТ403Г, Г Т 4 0 3 Д ......................................................................
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, Г Т 403И .................................

Постоянное напряжение коллектор-база при Т  =  213 4­
1 4- 343 К (при Т  =  218 К ГТ403):

1Т403А, 1Т403Б, ГГ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю  . . . . 
1Т403В, 1Т403Е, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403В, ГТ403Е,
ГТ403Г, Г Т 4 0 3 Д ......................................................................
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, Г Т 403И ..................................

± 3 0 % 
+  50% ; 
- 4 0 %

8 кГц

0,3 В

50 мкА 
70 мкА 

800 мкА

50 мкА 
70 мкА 

800 мкА

5 мА
6 мА

30 В

45 В 
60 В

45 В

60 В 
80 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база при Г = 2 1 3 -
-г 343 К (при Г  = 2 1 8  К Г Т 4 0 3 )...................................... 20 В
1Т403Д, ГТ403Д..........................................................................  30 В

Постоянный ток коллектора при Т =  213 4  343 К (при
=  218 К ГТ403) ...................................................................... 1,25 А

Постоянный ток базы  при Т =  213 — 343 К (при Т =
=  218 Г Т 4 0 3 ).................................................................................  0,4 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
с теп ло о тв о д о м ......................................................(358 -  TK)/R j  п-к> В
без т е п л о о т в о д а ................................................ (358 — T)/R r  Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус................................ 15 К/Вт
1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е . . . . . . . .  12 К/Вт

Тепловое сопротивление переход-среда.................................100 К/Вт
Температура п е р е х о д а ................................................................  358 К
Температура окружаю щей среды:

1Т403 ............................................................................................От 213
до 343 К

ГТ403 ............................................................................................От 218
до 343 К

П р и м е ч а н и е .  Разрешается производить изгиб и пайку вывода 
на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с темп| 
ратурой жала паяльника не более 533 К в течение 3 с и груп 
повым или механизированным способом при температуре припо! 
не более 533 К в течение 5 с.

^213
40

30

20

10

икз — 1В

1Т403Е, 1Т403И, 
ГТ403Е,ГТЧ03И

0 0,2 0,4 0,6 0,81К>А

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зона возможных положений за­
висимости статического коэф­
фициента тока от тока коллек­

тора.
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Зависимость тока эмиттера от 
напряжения база-эмиттер.

О 0,2 0,4 0,6 0,8ив э ,В

Зависимость тока эмиттера от 
напряжения база-эмиттер.

ГТ405А, ГТ405Б, ГТ405В, ГТ405Г

. Транзисторы германиевые 
: плавные р-п-р усилительные 
низкочастотные маломощные.

Предназначены для работы 
в схемах выходных каскадов 
усилителей низкой частоты.

Выпускаются в пластмассо­
вом корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа приво- 
1ится на корпусе.

Масса транзистора не бо- 
iee 1 г.
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при t /кэ — * В, / э  =  3 мА:

при Т  =  298 К:
ГТ405А, Г Т 4 0 5 В ................................................................ М - 8 0
ГТ405Б, Г Т 4 0 5 Г .................................................................6 0 -1 5 0

при Г =  328 К:
ГТ405А, Г Т 4 0 5 В ................................................................ 30 -1 6 0
ГТ405Б, Г Т 4 0 5 Г ................................................................  6 0 -3 0 0

при Г  =  233 К:
ГТ405А, Г Т 4 0 5 В ......................' ........................................ 1 5 -8 0
ГТ405Б, Г Т 4 0 5 Г ................................................................ 30 -150

Предельная частота коэффициента передачи тока при
U Kэ =  1 В, /э  =  3 мА не м е н е е ..................................... 1 МГц

П рямое падение напряжения эмиттер-база при / Б =
=  2 мА и отключенном коллекторе не более . . . . 0,35 В

О братный ток коллектора при £/КБ =  10 В не более . . . .  25 мкА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
«  200 Ом, Г =  233 н- 328 К:

ГТ405А, Г Т 4 0 5 Б ......................................................................  25 В
ГТ405В, Г Т 4 0 5 Г ...................................................................... 40 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 ч- 328 К . . . 0,5 А

П остоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т  =
=  233 н- 298 К ........................................................................... 0,6 Вт

Температура п е р е х о д а ................................................................  358 К

Тепловое сопротивление переход-среда................................ 0,1 К/мВт

Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 233
до 328 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  298 — 328 К опре­
деляется по формуле

Лк.макс =  (358 -  D/0,1.

2. Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 10 мм 
и изгиб выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса 
транзистора с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Обрезка 
выводов запрещается.
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Зависимость тока эмиттера от 
напряжения база-эмиттер.

Входные характеристики.

о о,1  о,г 0,3 о,чиБЭ,в
Входные характеристики.

П21Э

160

120

80

40

ГТ‘
-ГТ*

405Б
(05Г

Г
—

Т405
Т405

А,
В—

/

з  =  1В

О 100 200 300 4001к,мА
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Зависимость обратного тока 
коллектора от  температуры.
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Зависимость относительного максимально допустимого напряжения 
коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.

П406, П407
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные мало­

мощные.
Предназначены для применения в усилительных и генераторных 

каскадах высокой частоты, а также в триггерных, ключевых и дру­
гих импульсных каскадах радиоэлектронных устройств.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.j 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.;

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока 
при t /KB =  6 В, / э  =  1 мА не менее:
П406 ...................................................................................... 10 МГц
П407 ...................................................................................... 20 МГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при и КБ =  6 В, / э  =  1 мА, / =  1 кГц:
при Т  =  293 К не м е н е е ................................................  20
при Т  =  343 К От 20 до не более 2 значений

при Т  =  293 К 
при Т  =  213 К От 10 до не более ’/з значений—

при Т  =  293 К
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t Сопротивление базы при (/КБ =  6 В, / э  =  I м А , /  =  1 МГц
не б о л е е ....................................................................................... 150 О м

| Выходная полная проводимость в режиме малого 
сигнала при холостом ходе при С/КБ =  6  В, =  1 мА,
/ =  1 кГц не более:

при Т =  293 К ................................................................. 2 мкСм
при Г =  213 К ...................................................................... 5 мкСм

Обратный ток коллектора при С/КБ =  6 В 
не более:

при Т =  293 К .................................................................  6 мкА
при Т = 343 К ................................................................. 50 мкА

Обратный ток эмиттера при £/э  б =  6 В не бо­
лее .................................................................................................  10 мкА

Емкость коллекторного перехода при (/КБ =  6 В,
/ =  1 МГц не б о л е е ............................................................  20 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение коллектор-эмиттер, коллектор-база . . 6 В
Обратное напряжение э м и т т е р -б а за ............................ 6 В
Ток к о л л ек то р а ......................................................................  5 мА
Ток э м и ттер а ............................................................................ 5 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при

Г =  213 -  343 К .................................................................  30 мВт
Температура окружающей с р е д ы ................................. От 213 до 343 К

КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, 
КТ501Е, КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, 

КТ501М
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р уси ли ­

тельные низкочастотные маломощные.
Предназначены для применения в усилителях низкой частоты  

с нормированным коэффициентом ш ума, операционных и дифферен­
циальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во­
дами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,6 г.

Эмиттер
К о м ек т о р
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Коэффициент шума при [/КЕ =  3 В, / к =  0,2 мА, R r =
=  3 кОм, / =  1 кГц не б о л е е ......................................................4 дБ
типовое зн а ч е н и е ................................................................................. 2* дБ

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
при / к =  0,3 А, / Б =  0,06 А ................................................ 0,4 В
при /к и =  0,5 А, / Б =  0 ,1 А ................................................ 0,7 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  =  0,3 А,
/ Б =  0,06 А не б о д е е ......................................................................1,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эмиттером: 1

при UKэ = 1  В, / к =  30 мА:
КТ501 А, КТ501 Г, КТ501Ж, К Т 5 0 1 Л .................................2 0 - 6 0
КТ501Б, КТ501Д, КТ501И, К Т 501М ......................................40 -120
КТ501В, КТ501Е, К Т 5 0 1 К ...................................................... 80 -240
при (/кэ =  * В- Леи =  0,5 А не м е н е е ............................  6

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при t /K3  =  5 В, / к =  10 мА не
м е н е е .......................................................................................................5 МГц

Емкость коллекторного перехода при £/КБ = 1 0  В,
/  =  500 кГц не б о л е е ......................................................................50 пФ

Емкость эмиттерного перехода при £/БЭ =  0,5 В, / =  500 кГц
не б о л е е ........................................................................................ . 100 пФ

Обратный ток коллектора при t/кэл =  ^ к эя  макс> ^ бэ =  10 кОм
не б о л е е ................................................................................................. 1 мкА

Обратный ток эмиттера при И/Б э  =  ^БЭ.макс не бо­
лее ............................................................................................................1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектора -база и коллектор- 
эмиттер при ЛБЭ <  10 кОм, Т  =  298 — 398 К:

КТ501 А, КТ501Б, К Т 5 0 1 В ..................................................... 15 В
КТ501Г, КТ501Д, К Т 501Е ..................................................... ЗОВ
КТ501Ж, КТ501 И, К Т 5 0 1 К ........................................... ' . 45 В
КТ501 Л, К Т 5 0 1 М ......................................................................60 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Г = 2 1 3 н -  398 К 
(при Г  =  298 -г 398 К КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л,
КТ501М):

КТ501 А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д,
К Т 5 0 1 Е ............................ ............................................................... 10 В
КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М . . . .  20 В 

Постоянный ток коллектора при 7’=  213 -=- 398 К . . . . 0,3 А 
Импульсный ток коллектора при Т  =  213 ~  398 К . . . . 0,5 А
Постоянный ток базы при 7"= 213 -г 398 К ........................... 0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Т =  213 -  308 К ................................................................................. 0,35 Вт
Температура п е р е х о д а .....................................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы ................................................ От 213 Д(

398 К

Электрические параметры
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П р и м е ч а н и е .  При включении транзистора в цепь, нахо­
дящуюся под напряжением, базовый контакт присоединяется первым 
и отключается последним.

Расстояние от места изгиба до корпуса транзистора не менее 
3 мм с радиусом закругления 1,5 — 2 мм. Пайка выводов допус­
кается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора.

Зависимость максимально до­
пустимой постоянной рассеивае­
мой мощности коллектора от 

температуры.

Зависимости максимально до­
пустимых напряжений коллек­
тор-эмиттер и коллектор-база 

от температуры.

Зависимость максимально до­
пустимого напряжения база- 

avftiTTep от температуры.

213 233 253  273 2 9 3  Т,К

22,5

20

U 17,Ь
С1
S
OS 15

as"
12,5

10

А

' К
1501
1501

r501h 
И,К1 
П, К1

501 К, 
501М

2-13 233  253  273 293 Т,К

КТ502А, КТ502Б, КТ502В, КТ502Г, КТ502Д, 
КТ502Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р универ­
сальные низкочастотные маломощные.

Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, опера­
ционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульс­
ных схемах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.
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Электрические параметры

Граничное напряжение при /э =  Ю мА, ти < 30 мкс, Q > ЮО 
не менее:

КТ502А, К Т 5 0 2 Б ......................................................................25 В
КТ502В, К Т 5 0 2 Г ...........................................................................40 В
К Т 5 0 2 Д ........................................................................................... 60 В
К Т 5 0 2 Е ........................................................................................... 80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б =  1 мА  не б о л е е ...........................................................................0,6 В
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 0,15* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к = 10 мА,
/ Б =  1 мА не б о л е е ......................................................................1,2 В
типовое значение .................................................................................0,8* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при (Укэ =  5 В, =  10 мА:

КТ502А, КТ502В, КТ502Д, К Т 5 0 2 Е ......................................4 0 - 1 2 0
КТ502Б, К Т 5 0 2 Г ...........................................................................  80 -  240

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общ им эмиттером при (/Кэ  =  5 В, /3  =  3 мА, /  =  1 МГц
не м е н е е ................................................................................................. 5 МГц

Емкость коллекторного перехода при (УКБ =  5 В, / =  465 кГц
не б о л е е .................................................................................................20 пФ

Обратный ТОК коллектора При ^ к Б = ^КБмакс не б о
л е е ............................................................................................................ 1 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база при Т  =

=  233 -г- 358 К:
КТ502А, К Т 5 0 2 Б ...........................................................  40 В
КТ502В, К Т 5 0 2 Г ........................................................... 60 В
К Т 5 0 2 Д ...........................................................................  80 В
К Т 5 0 2 Е ...........................................................................  90 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т =
=  233 -  358 К ................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 -  358 В 0,15 А 
Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мс,

Q >  100, Т  =  233 ч- 358 К ................................................  0,35 А
Постоянный ток базы при Т =  233 ч- 358 В . . . 0,1 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Т  =  233 4- 298 К ........................................... ..................... 0,35 Вт
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емпература перехода . . 
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ависимость максимально до- 
устимой постоянной рассеивае- 
юй мощности коллектора от 

температуры.
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............................. 398 К

............................. От 233 до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайку вы ­
водов разрешается производить 
на расстоянии не менее 5 м м  
от корпуса. При пайке ж ало  
паяльника должно быть зазем ­
лено.

И згиб выводов допускается 
на расстоянии не менее 5 м м  
от корпуса транзистора с р а ­
диусом закругления 1,5 — 2 м м , 
при этом  должны приниматься 
меры , исключающие передачу 
усилий на корпус. Изгиб в п лос­
кости выводов не допускается.

1 2 4 6810 20 401ц, мА 
ависимость напряжения насы- 
1ения коллектор-эмиттер от 

тока коллектора.
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Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока э м и т ­
тера.
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Р а з д е л  ч е т в е р т ы й

ТРАНЗИСТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

п-р-п

2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж, 
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж

Транзисторы кремниевые планарные п-р-п универсальные вы­
сокочастотные маломощ ные.

Предназначены для применения в усилительных и генераторных 
схемах радиоэлектронной аппаратуры.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

2 5
Коннектор

.Ж

ЭмиттеР' 

База

Электрические параметры

Максимальная частота генерации при 1/кб = 1 0  В, / э  =  3 мА
не м е н е е ............................................................ .....................................60 МГц

Модуль коэффициента передачи тока при {/КЭ= Ю  В,
/ э  =  3 мА, / = 2 0  М Гц не м е н е е ...........................................  1.5

Постоянная времени цепи обратной связи при £/Кб = 1 0  В,
/ э  =  2 мА, / =  2 М Г ц не более:

2Т301Г, 2Т301Д, КТ301Г, К Т 3 0 1 Д ......................................4,5 не
2Т301Е, 2Т301Ж, КТ301Е, КТ301Ж ...........................................2,0 не

Время рассасывания при /к =  10 мА, / Б =  1 мА не 
более:

2Т301Г, 2Т301Д, КТ301Г, К Т 3 0 1 Д ......................................5 мкс
2Т301Е, 2Т301Ж, КТ301Е, К Т 3 0 1 Ж ................................ 8 мкс

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером
при (УКБ =  10 В, / э  =  3 мА: .

2Т301Г, К Т 3 0 1 Г ...........................................................................1 0 - 3 2
2Т301Д, К Т 3 0 1 Д ........................................................................... 2 0 - 6 0
2Т301Е, К Т 3 0 1 Е ...........................................................................40 — 120
2Т301Ж, К Т 3 0 1 Ж ...........................................................................80 -  3®0
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Граничное напряжение при /э  =  10 мА , т„ =  5 мкс не 
менее:

2Т301Г, 2 Т 3 0 1 Д ............................................................................30 В
2Т301Е, 2 Т 3 0 1 Ж ............................................................................20 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б =  1 мА не б о л е е .......................................................................3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б =  1 мА не б о л е е ...................................................................... 2,5 В

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ =  10 В, / =  2 МГц
не б о л е е ................................................................................................. 10 пФ

Емкость эмиттерного перехода при £/ЭБ =  0,5 В , / =  2 МГц
не б о л е е ................................................................................................. 80 пФ

Ьбратный ток коллектора:
при Т =  298 К, £/кб =  (/«бмакс не более:

2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2 Т 3 0 1 Ж ......................................5 мкА
КТ301Г, КТ3901Д, КТ301Е, К Т 301Ж ......................................10 мкА

при Т  =  398 К, (УКБ =  10 В не более:
2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2 Т 3 0 1 Ж ...................................... 50 мкА

Обратный ток эмиттера при f/эв  =  3 В не бо­
лее:

2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2 Т 3 0 1 Ж ......................................50 мкА
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, К Т 3 0 1 Ж ......................................10 мкА

Выходная проводимость при =  10 В, /3  =  3 мА, /  =  1 кГц 
не б о л е е ................................ ................................................................ 3,0 мкС м

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база и коллек­

тор-эмиттер :
2Т301Г, 2Т301Д, КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е,
К Т 3 0 1 Ж ............................................................................ 30 В
2Т301Е, 2 Т 3 0 1 Ж ............................................................ 20 В

Напряжение эм и ттер -б аза .................................................  3 В
Постоянный ток коллектора............................................  10 мА
Импульсный ток коллектора при т„ <  1 мкс,

Q »  2 ....................................................................................... 20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Г < 333 К ............................................................ 150 мВт
при Г =  398 К 2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е,
2 Т 3 0 1 Ж ............................................................................ 42 мВт
при Т  =  358 К КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е,
К Т 3 0 1 Ж ............................................................................ 58 мВт

Температура перехода:
2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж ............................  423 К
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж . . . .  393 К

Эбщее тепловое сопротивление....................................... 0,6 К/мВт
Температура окружающей среды:

2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2 Т 3 0 1 Ж ...................... От 213 до 398 К
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, К Т 301Ж ...................... От 233 до 358 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже допускается пайка выводов на 
>асстоянии не менее 5 мм от корпуса. Пайку следует производить
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паяльником за время более 10 с. Температура пайки не должна 
превышать 533 К. Необходимо осуществлять теплоотвод между 
корпусом и местом пайки.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от 
корпуса транзистора, при этом должны быть приняты меры предо­
сторожности, обеспечивающие неподвижность выводов между местом 
изгиба и стеклянным изолятором, чтобы не произошло нарушения 
спая вывода со стеклянным изолятором, ведущего к потере герме­
тичности транзистора.

0,3 0,5 0,7 0 ,9  иЗБВ 

Входные характеристики. Зависимость тока эмиттера от 
напряжения эмиттер-база.
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/  2Т301Е, КТ301 Е\ 
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2Т301Д, КТ301Д -

2Г301Г, КТ301Г

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от  тока 

эмиттера.
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от 
напряжения коллектор-эмиттер.

2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В, 
КТЗ 12А, КТ312Б, КТ312В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­
сальные высокочастотные маломощные.
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Предназначены для применения в переключательных, усилитель­
ных и генераторных схемах радиоэлектронной аппаратуры.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме
с общим эмиттером при С/кэ =  *0 В, /э  =  5 мА не менее:

2Т312А, К Т 3 1 2 А .............................................................................80 МГц
2Т312Б, 2Т312В, КТ312Б, КТЗ 1 2 В ....................................... 120 М Гц

Модуль коэффициента передачи тока при С/кэ =  Ю В,
/ э  =  5 мА, / =  20 М Гц не менее:

2Т312А, К Т 3 1 2 А ............................................................................. 4
2Т312Б, 2Т312В, КТ312Б, КТЗ 1 2 В .......................................  6

Постоянная времени цепи обратной связи при С/кэ =  Ю В,
/ э  =  5 мА, / =  2 М Гц не б о л е е ............................................  500 пс

Время рассасывания при /к  =  10 мА, / Б =  2 мА не более:
2Т312А, К Т 3 1 2 А ................................................................... .  100 не

2Т312Б, 2Т312В, КТ312Б, КТ312В............................................ 130 не
Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером  

при С/кб =  2 В, /э  =  20 мА:
2 Т 3 1 2 А .............................................................................................1 2 - 1 0 0
К Т 3 1 2 А ............................................................................................. 1 0 - 1 0 0
2Т312Б, К Т 3 1 2 Б .............................................................................2 5 - 1 0 0
2Т312В.................................................................................................. 50 -  250
КТЗ 1 2 В .............................................................................................50 -  280

Г раничное напряжение при /э  = 7,5 мА не ме­
нее:

2Т312А, 2Т312Б, 2 Т 3 1 2 В ............................................................ 30 В
КТЗ 12А, КТЗ 1 2 В .............................................................................20 В
К Т 3 1 2 Б ............................................................................................. 35 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  20 мА,
/ Б =  2 мА не более:

2Т312А, 2 Т 3 1 2 Б .............................................................................0,5 В
2Т312В.................................................................................................. 0,35 В

КТ312А, КТ312Б, КТЗ 1 2 В ....................................................... 0,8 В
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Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  20 мА,
/ Б =  2 мА  не б о л е е ...........................................................................1,1 В

Емкость коллекторного перехода при С/кв =  10 В, / =  2 МГц
не б о л е е ................................................................................................. 5 пФ

Емкость эмиттерного перехода при t/эв =  1 В, / =  2 МГц
не б о л е е ................................................................................................. 20 пФ

О братный ток коллектора не более: 
при Т  =  298 К :

2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В при t /KB =  30 В 1 мкА
КТ312А, КТЗ 12В при С/КБ =  20 В и КТ312Б при
(/КБ =  35 В ......................................................................................10 мкА

при Т  =  398 К 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В при t /KB =
=  30 В .......................................................................................................10 мкА

О братный ток эмиттера при и э  Б =  4 В не бо­
лее ............................................................................................................ 10 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база:

2Т312А, 2Т312Б, 2Т 312В ...........................................  30 В
КТЗ 12А, КТЗ 12В ...........................................................  20 В
К Т 3 1 2 Б ............................................................................ 35 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
/?эБ < 100 О м:

2Т312А, 2Т312Б, 2Т 312В ...........................................  30 В
КТЗ 12А, КТЗ 1 2 В ......................................................  20 В

- К Т 3 1 2 Б ...........................................................................  35 В
П остоянное напряжение эм иттер-база...........................  4 В
П остоянный ток к о л л ек то р а ...........................................  30 мА
Импульсный ток коллектора при г„ < 1 мкс,

Q >  1 0 .................................................................................  60 мА
П остоянная рассеиваемая мощность:

при Т  < 298 К КТ312А, КТ312Б, КТЗ 12В; при
Т  =  333 К 2Т312А, 2Т312Б, 2Т 312В ...................... 225 мВт
при Т  =  358 К КТ312А, КТ312Б, КТЗ 12В . . .  75 мВт 
при Т  =  398 К 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В . . . . 60 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность при ти < 1 мкс,
Q >  10, Т «  333 К ...................................................... 450 мВт

Температура перехода:
КТЗ 12А, КТ312Б, КТЗ 1 2 В ......................................  388 К
2Т312А, 2Т312Б, 2 Т 3 1 2 В ......................................  423 К

Общее тепловое сопротивление......................................  0,4 К/мВт
Температура окружающей среды:

КТ312А, КТ312Б, К Т 3 1 2 В ........................... "  . От 233 до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Изгиб выводов разрешается на расстоянии не 
менее 3 м м  от корпуса транзистора с радиусом закругления 
1,5 — 2 мм.

Разреш ается производить пайку выводов на расстоянии не менее 
5 м м  от корпуса путем погружения не более чем на 5 с в

1,5 — 2 мм.
Разреш ается производить пайку выводов на расстоя 

5 м м  от корпуса путем погружения не более чей 
расплавленный припой с температурой не более 523 К.
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Входные характеристики.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от 

температуры.

1 1 
■е=гмги,

\ \ '2Т, 12А
1

КТ312А

\ \
Ч \

2 П1215,2Т312В ——

л / л  16 Тей 
1 1 1 1

О Ч 8 12 16 20Um ,B

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от т о ­

ка коллектора.

Зависимость модуля коэффи­
циента передачи тока от тока  

эмиттера.

Зависимость относительного 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от  

сопротивления база-эмиттер.
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КТ314А-2
Транзистор кремниевыи эпитаксиально-планарныи п-р-п универ­

сальный высокочастотный маломощный.
Предназначен для работы

в усилительных и переключаю­
щих схемах герметизированной 
аппаратуры.

Бескорпусный, с гибкими 
выводами и защитным покры­
тием, на кристаллодержателе. 
Транзистор помещается в тару- 
спутник. Обозначение типа при­
водится на основании тары- 
спутника. У базового вывода 
ставится точка.

Масса транзистора не бо­
лее 0,1 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э  =  5 мА не менее . . , 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  30 мА, /б =  6 мА  не б о л е е ...........................................
Статический коэффициент передачи тока в схеме с 

общим эмиттером при 1/кэ =  5 В, /э  =  0,25 мА:
при Т  =  298 К ......................................................................
при Г =  398 К ......................................................................
при Т  =  213 К ......................................................................

Модуль коэффициента передачи тока при (/кэ =  10 В
/ к = 1 0  мА, / = 1 0 0  М Гц не м е н е е ...........................

Постоянная времени цепи обратной связи при £/КБ =  5 В
/ к =  10 мА, / = 3 0  М Гц не б о л е е ...........................

Емкость эмиттерного перехода при 1/Бэ  =  0 В, /  =
=  10 М Г ц ............................................................

45 В 

0,3 В

типовое значение .

мА

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ =
=  10 МГц не б о л е е ...........................................

Время включения при / к =  10 мА, / Б =  1 мА
типовое значение .................................................

Время рассасывания при / к =  30 мА, / Б =  3
б о л е е .......................................................................

Время выключения при / к =  10 мА, / Б =  1 мА
типовое значение .................................................

Обратный ток коллектора при t/кв =  55 В не бо­
лее:

при Т — 298 К и Г  =  213 К ...........................................
при Т  =  398 К ......................................................................
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЛБЭ=  10 кОм, Т =  213 4- 398 К .................................  50 В

Постоянное напряжение коллектор-база при Т —
=  213 4- 398 К ........................... .....................................  55 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Г =  213 -f-
398 К ......................................................................................  4 В

Импульсные напряжения коллектор-база и коллектор- 
эмиттер при ЛБЭ =  1 кОм, т„ < 100 мкс, Q >  2,
Т =  213 -f 398 К .................................................................  65 В

Постоянный ток коллектора при Г =  213 -=- 398 К . . 60 мА 
Импульсный ток коллектора при ти < 100 мкс,

Q > 2, Г =  213 -  398 К .................................................  70 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т — 213 — 298 К ................................................. 0,5 Вт
при Т  =  398 К .................................................................  0,1 Вт

Температура п е р е х о д а ......................................................  423 К
Температура окружающей ср ед ы ......................................От 213 до 398 К
Тепловое сопротивление переход-корпус......................0,25 К /м В т

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  298 398 К определя­
ется по формуле

^к.макс =  (423 -  70/0,25.

2. Минимальное расстояние от места пайки выводов до  по­
верхности транзистора 3 мм. Изгиб выводов допускается на рас­
стоянии не менее 0,5 мм от места выхода вывода из защ итного 
покрытия.

1 Ц 0 5  

&  * 
X.
ч
1 0 ,9 5

ё
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АТ314А - 2
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Зависимость относительного 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от 

сопротивления база-эмиттер.
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Входные характеристики.
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Зависимость обратного тока 
коллектора от температуры.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.
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Зависимость модуля коэффи­
циента передачи тока от темпе­

ратуры.
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Зависимость времени рассасыва­
ния от тока коллектора.

КТЗ 15А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, 
КТ315Д, KT315E, КГ315К, КТ315И

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п усили­
тельные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы
в схемах усилителен высокой, 
промежуточной и низкой час­
тоты.

Выпускаются в пластмассо­
вом корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа при­
водится на этикетке.

Масса транзистора не более 
0,18 г.

. 7 , 2

Э»и.ттер 
1,5 "Коллектор

Электрические параметры э  !

Граничное напряжение при /э  =  5 мА не м енее:
КТ315А, КТ315Б, К Т 3 1 5 Ж .......................................................15 В
КТЗ 15В, КТ315Д, К Т 3 1 5 И ...................................................... 30 В
КТ315Г, К Т 3 1 5 Е ........................................................................... 25 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  20 мА,
/ Б =  2 мА не более: .

КТЗ 15А, КТ315Б, КТ315В, К Т 3 1 5 Г ...................................... 0,4 В
КТ315Д, К Т 3 1 5 Е ........................................................................... 1 В
К Т 3 1 5 Ж ...................................................................... ; . . .  0,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  20 мА,
/ Б =  2 мА не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, К Т 3 1 5 Г .................................1,1 В
КТ315Д, К Т 3 1 5 Е ............................................................................1,5 В
К Т 3 1 5 Ж ...................................................................... ' .  . . .  0,9 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при J/к э  =  Ю В, /к  = • мА:

КТЗ 15А, КТЗ 15В, КТЗ 15Д ............................................................2 0 - 9 0
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КТ315Б, К Т315Г, К Т 3 1 5 Е ......................................................  50 -  350
К Т 3 1 5 Ж .............................................................................................30 -  250

КТ315И не м е н е е ...................................................................... 30
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте 

при £/кб =  10В, / э  =  5 мА не более:
К Т 3 1 5 А ............................................................................................  300 не
КТ315Б, КТЗ 15В, К Т 3 1 5 Г ......................................................  500 не

КТ315Д, КТ315Е, К Т 3 1 5 Ж ......................................................1000 не
Модуль коэффициента передачи тока при С/кэ =  10 В,

/к  =  1 мА, /  =  100 М Гц не менее:
КТЗ 15А, КТЗ 15Б, КТЗ 15В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е,

К Т 3 1 5 И ............................................................................................ 2,5
К Т 3 1 5 Ж ............................................................................................ 1,5

Емкость коллекторного перехода при (/кБ =  Ю В, /  = 1 0 М Г ц  
не более:

КТЗ 15А, КТ315Б, КТЗ 15В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е,
К Т 3 1 5 И ............................................................................................ 7 пФ

К Т 3 1 5 Ж .............................................................................................10 пФ
Входное сопротивление при (/кэ = 1 0  В, /к  =  1 мА не

м е н е е ....................................................................................................... 40 Ом
Выходная проводимость при (/кэ =  10 В, / к =  1 мА . . .0,3 мкСм 
Обратный ток коллектора при (/кб = 1 0  В не бо­

лее .......................................................' ....................................................1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Лбэ =  '0  кОм, (/кэ =

=  ^кэ.макс не более:
КТ315А, КТ315Б, КТЗ 15В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е. . 1 мкА

К Т 3 1 5 Ж ............................................................................................ 10 мкА
К Т 3 1 5 И ............................................................................................ 100 мкА

Обратный ток эм иттера при (/Бэ  =  5 В:
КТЗ 15А, КТ315Б, КТЗ 15В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е,

К Т 3 1 5 Ж ............................................................................................ 30 мкА
К Т 3 1 5 И ............................................................................................ 50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЛБЭ =  10 кОм, Т =  213 -  373 К:

К Т 3 1 5 А ............................................................................  25 В
К Т 3 1 5 Б ............................................................................  20 В
КТ315В, К Т 3 1 5 Д ...........................................................  40 В
КТ315Г, К Т 3 1 5 Е ...........................................................  35 В
К Т 3 1 5 Ж ............................................................................  15 В
К Т 3 1 5 И ............................................................................  60 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т  =
=  2 1 3 -  373 К ....................................................................... 6 В

Постоянный ток коллектора при Т =  213 -т- 373 К:
КТЗ 15А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д,
К Т 3 1 5 Е ............................................................................  100 мА
КТ315Ж, К Т 3 1 5 И ...................................................... 50 мА
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 
Т =  213 4- 298 К:

КТЗ 15А, КТ315Б, КТЗ 15В, КТ315Г, КТ315Д,
К Т 3 1 5 Е ............................................................................ 150 м В т
КТ315Ж, К Т 3 1 5 И ......................................................  100 м В т

Температура п е р е х о д а ......................................................  393 К
Температура окружающей с р е д ы .................................От 213 до  373 К

П р и м е ч а н и я :  1. Постоянная рассеиваемая мощность коллекто­
ра, мВт, при Т =  298 -г- 373 К определяется по формуле

Як макс =  (393 -  Г)/0,67.
Допускается эксплуатация транзисторов в режиме Р к  =  250 мВ т 

при С/КБ =  12,5 В, / к =  20 мА.
2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 м м  

от корпуса транзистора.
При включении транзистора в схему, находящуюся под напря­

жением, базовый вывод должен подсоединяться первым и отсоеди­
няться последним.

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, 
соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем интер­
вале температур.

т  I г  
КТЛ5Б;КТ315Г,

i m i 5 E -

40 60 801э ,мА

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока о т  тока 

эмиттера.

Зависимость напряжения насы ­
щения коллектор-эмиттер от  т о ­

ка коллектора.

Зависимость напряжения насы ­
щения база-эмиттер от  тока 

базы.
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2Т317А-1, 2Т317Б-1, 2Т317В-1, КТ317А-1, 
КТ317Б-1, КТ317В-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­
сальные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах усилителей высокой и
низкой частоты, в переключающих 
и импульсных схемах герметизиро­
ванной аппаратуры.

Бескорпусные, с гибкими вы­
водами, с защитным покрытием. 
Транзисторы помещаются в воз­
вратную тару, позволяющую без 
извлечения из нее транзисторов 
производить измерение электри­
ческих параметров. Обозначение 
типа и маркировочная точка кол­
лектора приводятся на крышке 
возвратной тары.

Масса транзистора не бо­
лее 0,01 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  =  10 м А ,
/ Б =  1,7 мА 2Т317А-1, КТ317А-1; при / Б =  1 мА 2Т317Б-1, 
КТ317Б-1; при / Б =  0,7 мА 2Т317В-1, КТ317В-1 не бо­
лее ............................................................................................................0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 1 0  мА,
/ Б =  1 мА 2Т317А-1, КТ317А-1; при / Б =  0,6 мА 2Т317Б-1, 
КТ317Б-1; при / Б =  0,4 мА 2Т317В-1, КТ317В-1 не бо­
лее ............................................................................................................0,85 В

Статический коэффициент передачи в схеме с общим эмит­
тером  при 1/кэ =  1 В, / э  = 1 мА: 

при Т =  298 К:
2Т317А-1, К Т 317А -1 ......................................................................2 5 - 7 5
2Т317Б-1, К Т 3 1 7 Б -1 ......................................................................3 5 - 1 2 0
2Т317В-1, КТ317В-1 ...................................................................... 80 -  250
при Т =  358 К:
2Т317А-1, КТ317А-1 ...................................................................... 25 -  225
2Т317Б-1, КТ317Б-1 ...................................................................... 35 -  360
2Т317В-1, КТ317В-1 ...................................................................... 80 -  750
при Т =  213 К:
2Т317А-1, К Т 317А -1 ......................................................................9 - 7 5
2Т317Б-1, К Т 3 1 7 Б -1 ......................................................................1 5 - 1 2 0
2Т317В-1, КТ317В-1 ......................................................................25 -  250
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Модуль коэффициента передачи тока при UKэ  = 1  В, /к =
=  3 мА, / = 2 0  МГц не м е н е е ..................................................5

Время рассасывания при С/кэ = 3  В, / к =  3 мА , / Б =  1 мА
не б о л е е .................................................................................................. 130 не

Емкость коллекторного перехода при UKБ = 1  В, / =  10 МГц
не б о л е е .................................................................................................. 1.1 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/Бэ  =  1 В, / =  10 МГц
не б о л е е .................................................................................................. 22 пФ

Обратный ток коллектора при Ukb =  5 В не бо­
лее:

при Г =  298 К и Т =  213 К ..................................................1 мкА
при Г =  358 К ............................................................................ 10 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при t / K3 =  5 В, ЛБЭ =  3 кОм
не б о л е е ..................................................................................................3 мкА

Обратный ток эмиттера при {/Б э  =  3,5 В не бо­
лее ............................................................................................................  10 мкА

Постоянное напряжение эмиттер-база при UKэ  =  2,5 В,
/э  =  0,05 мА не м ен ее .................................................................  0,5 В

Постоянный ток базы при (УЕЭ =  0,8 В, ЛБЭ =
=  600 О м .......................................................................................От 130 до

460 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор-эмит­
тер при ЛБЭ =  3 кОм, Г =  213 4- 358 К .................................  5 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =
=  213 4- 358 К .................................................................................  3,5 В

Постоянный ток коллектора при 7 =  213 4- 358 К . . . . 15 мА 
Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мкс, Q > 10,

Тф < 100 п с ....................................................................................... 45 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Т =  213 4- 313 К ............................................................................ 15 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

ти < 10 мкс, Q >  10, Тф «  100 п с .............................................100 мВт
Температура п е р е х о д а .................................................................  373 К
Температура окружающей среды ..................................................От 213 до

358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  313 4- 358 К определя­
ется по формуле

^к. макс =  (373 -  Т)/4.

2. Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах, 
соизмеримых с неуправляемыми токами во всем диапазоне температур
окружающей среды ._

При пайке выводов должны быть приняты меры, исключающие 
возможность нагрева кристалла и смолы до температуры более 373 К.
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2T333A-3, 2T333B-3, 2T333B-3, 2T333B1-3, 
2ТЗЗЗГ-3, 2ТЗЗЗД-З, 2T333E-3, КТЗЗЗА-З, 

КТЗЗЗБ-З, КТЗЗЗВ-З, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З

Транзисторы кремниевые планарные п-р-п переключательные вы­
сокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в импульсных и переклю ча­
тельных схемах герметизированной аппаратуры.

Бескорпусные, с твердыми выводами, с защитным покры тием . 
Обозначение типа приводится на этикетке групповой тары.

Масса транзистора не более 0,01 г.

0 ,3
0,№

— 3 -

Электрические параметры

Напряжение отпирания при / э  = 0,05 мА не менее:
2T333A-3, 2T333B-3, 2T333B-3, 2T333B1-3, КТЗЗЗА-З,
КТЗЗЗБ-З, К Т З З З В -З ............................................................
27333Г-3, 2ТЗЗЗД-З, 2T333E-3, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З,
КТЗЗЗЕ-З.....................................................................................

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /„ =
=  10 мА, / Б =  1 мА не более:

2T333A-3, 2ТЗЗЗБ-Э, 2T333B-3, 2T333B1-3, КТЗЗЗА-З,
КТЗЗЗБ-З, К Т З З З В -З ............................................................ 0,27 В
2ТЗЗЗГ-Э, 2ТЗЭЗД-3, 2T333E-3, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-Е,

К Т З З З Е - З ................................................................................. 0,33 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при / к = 1 0  мА,

/ б =  1 мА не более:
2T333A-3, 2T333B-3, 2T333B-3, 2T333B1-3, КТЗЗЗА-З,
КТЗЗЗБ-З, К Т З З З В - З ......................................................  0,9 В

0,57 В 

0,55 В



2ТЗЗЗГ-Э, 2ТЗЗЗД-З, 2T333E-3, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З,
К Т З З З Е -З .........................................................................  1,0 В

Время рассасывания при /к = 1 0  мА, /Б =  1 мА не 
более:

2T333A-3, 2ТЗЗЗБ-Э, 2T333B-3, КТЗЗЗА-З, КТЗЗЗБ-З,
К Т З З З В -З .........................................................................  15 НС
гТЗЗЗГ-З, 2ТЗЗЗД-Э, 2T333E-3, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З,
К Т З З З Е -З .........................................................................  25 не
2 T333B 1-3 .........................................................................  10 не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при (/Кэ = 1  В, /э =  10 мА:

2T333A-3, 2ТЗЗЗГ-Э, КТЗЗЗА-З, КТЗЗЗГ-З . . , . 30-90
2T333B-3, 2ТЗЗЗД-Э, КТЗЗЗБ-З, КТЗЗЗД-З....................50-150

2T333B-3, 2T333B1-3, 2T333B1-3, КТЗЗЗВ-З,
К Т З З З Е -З .........................................................................  70-280

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при 1/кэ=  2 В, /3  =  5 мА не 
менее:

2T333A-3, 2T333B-3, 2T333B-3, 2T333B1-3, КТЗЗЗА-З,
КТЗЗЗБ-З, К ТЗЗЗ В -З .................................................• . 450 МГц

2ТЗЗЗГ-З, 2ТЗЗЗД-Э, 2T333E-3, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З,
К Т З З З Е -З .........................................................................  350 МГц

Емкость коллекторного перехода при (/кб =  5 В,
/ =  5 М Гц не более:

2T333A-3, 2ТЗЗЗБ-Э, 2T333B-3, 2T333B1-3, КТЗЗЗА-З,
КТЗЗЗБ-З, К ТЗЗЗВ -З ......................................................3,5 пФ

гТЗЗЗГ-З, 2ТЗЗЗД-Е, 2T333E-3, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З,
К Т З З З Е -З ......................................................................... 4,5 пФ

Емкость эмиттерного перехода при (/ЭБ =  0, / =  5 М Гц 
не более:

2T333A-3, 2ТЗЗЗБ-Э, 2T333B-3, 2T333B1-3, КТЗЗЗА-З,
КТЗЗЗБ-З, К ТЗЗЗ В -З ...................................................... 4 пФ
2ТЗЗЗГ-Э, 2ТЗЗЗД-Э, 2T333E-3, КТЗЗЗГ-З, ЗТЗЗЗД-З,
К Т З З З Е -З .........................................................................  5 пФ

Обратный ток коллектора при (/Кб =  Ю В не более:
при Г  =  298 К ............................................................... 0,4 мкА

при Т  =  358 К ................................................................ 5 мкА
Обратный ток эмиттера при (/ЭБ =  4 В не более:

при Т  =  298 К ...............................................................  1 мкА
при Т  =  358 К ............................................................... 5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база............................. .....10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ <

< 3 к О м .............................................................................. .....10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база............................. .....3,5 В
Постоянный ток коллектора .................................................20 мА
Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мкс,

Q > 1 0 ...................................................................................45 мА
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Постоянная рассеиваемая мощность:
при Т  <  328 К .....................................................................  15 мВт
при Т  =  358 К .....................................................................  5 мВт

Температура перехода ...........................................................  373 К
Общее тепловое сопротивление............................................ 3 К/мВт
Температура окружающей с р е д ы ........................................От 213 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  В процессе монтажа допускается нагрев тран­
зистора до температуры не более 573 К в течение 30 мин, не 
более 423 К в течение 1,5 ч.

§ 0,6

\ 1 
2ТЗЗЗ,КТЗЗЗ

Г

Uf<3 = 18

/ ■ = 358К 
----- 4------

/ г-®— ----- 1-----
.293К

'/ I
/

У
/
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Входные характеристики.
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Зависимость относительного на­
пряжения насыщения коллектор- 

эмиттер от температуры.

213 243 273 303 333 363 Т,К

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от  темпе­

ратуры.
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2Т336А, 2Т336Б, 2Т336В, 2Т336Г, 2Т336Д, 
2Т336Е, КТ336А, КТ336Б, КТ336В, КТ336Г, 

КТ336Д, КТ336Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переклю­
чательные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в переключательных и импульсных
схемах герметизированной аппара­
туры.

Бескорпусные, с твердыми вы­
водами, без кристаллодержателя. 
Обозначение типа приводится на 
групповой таре. Транзисторы по­
мещаются в специальную герме­
тичную тару, в которую помеща­
ется влагопоглотитель, обеспечи­
вающий относительную влажность 
внутри ^ары не более 65 %, а затем 
укладываются в групповую тару.

Масса транзистора не более 
0,0005 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  10 мА, /Б =  1 мА не б о л е е .......................................

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА,
/Б =  1 мА не б о ле е ................................................................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/Кэ =  * В, Л< =  '0  мА: 

при Г  =  298 К:
2Т336А, 2Т336Г, КТ336А, К Т 3 3 6 Г ........................
2Т336Б, 2Т336Д, КТ336Б, К Т 3 3 6 Д ........................
2Т336В, 2Т336Е, КТ336В, КТ336Е не менее . . . .  

при Т =  358 К:
2Т336А, 2Т336Г, КТ336А, КТ336Г . . . . . . .
2Т336Б, 2Т336Д, КТ336Б, К Т 3 3 6 Д ........................
2Т336В, 2Т336Е, КТ336В, КТ336Е не менее . . . .  

при Т  =213 К (при Г =218 К КТ336А, КТ336Б,
КТ336В, КТ336Г, КТ336Д, КТ336Е):

2Т336А, 2Т336Г, КТ336А, К Т336Г .............................
2Т336Б, 2Т336Д, КТ336Б, К Т336Д .............................
2Т336В, 2Т336Е, КТ336В, КТ336Е не менее . . . .

М одуль коэффициента передачи тока при С/кэ =  2 В,
/э =  5 мА, /  =  100 М Гц не менее:

2Т336А, 2Т336Б, 2Т336В, КТ336А, КТ336Б,
К Т 3 3 6 В .........................................................................
2Т336Г, 2Т336Д, 2Т336Е, КТ336Г, КТ336Д,
К Т 3 3 6 Е .........................................................................

0,3 В 

0,9 В

20-60
40-120

80

20-120
40-240

80

8 -6 0
16-120

32

2,5
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Время рассасывания при fa =  10 мА, /Б =  1 м А  не 
более:

2Т336А, 2Т336Б, 2Т336А, КТ336Б............................... 30 не
2Т336В, К Т 3 3 6 В ............................................................ 50 не
2Т336Г, 2Т336Д, 2Т336Е, КТЗЗЗГ, КТ336Д,
К Т 3 3 6 Е ........................................................................... 15 не

Емкость коллектора при UKб = 5 В, / = 1 0  М Гц  не
бо лее .........................................................................................  5 пФ

Емкость эмиттера при 1/БЭ =  0 В, / = 1 0  М Гц  не
более . . ...............................................................................  4 пФ

Напряжение отпирания при UK3 = 1  В, /э =  0,05 мА
не более .................................................................................... 0,55 В

Обратный ток коллектора при 1/Кб =  Ю В не более: 
при Т  =  298 К и Т  =  213 К (при Г = 2 1 8  К
К Т 3 3 6 ) ...............................................................................  0,5 мкА
при Т  =  358 К ................................................................ 10 мкА

Обратный ток эмиттера при С/Бэ = 4 В не более . . . .  1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор-эмиттер при 
/?бэ < 3 кОм и коллектор-база при Т  =
=  213 ч- 358 К (при Г =  218 К КТ336) . . . .  10 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т  =
=  213 4- 358 К (при Т  — 218 К КТ336) . . . .  4 В

Постоянный ток коллектора при 7"= 213 4- 358 К
(при Г  =218 К К Т 3 3 6 )........................................ 20 мА

Импульсный ток коллектора при ти < 10 мс,
Q >  10, Тф >  10 мкс, при Т =  213 4  358 К  (при
Т  =  218 К К Т 3 3 6 ) .................................................  50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность: 
при Г =  213 4  328 К (при Г =  218 К КТ336) . . . 50 мВт
при Т  =  358 К ...........................................................  20 мВт

Температура перехода.................................................  378 К
Тепловое сопротивление переход-среда..................... 1 К/мВт
Температура окружающей среды .............................. От 213 (2f8 К

КТ336) до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность, мВт, транзистора при Т  =  328 4- 358 К  опреде­
ляется по формуле Ямакс =  378 — Т.

2. Для устранения влияния статического электричества на тран­
зистор рекомендуется работать только с заземленным монтажным, 
измерительным, испытательным оборудованием и приспособлениями, 
а также применять только антистатическую одежду для операторов.

Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, 
соизмеримых с обратными неуправляемыми токами во всем диапазоне 
температур.

Монтаж транзисторов следует производить в инертной среде в 
течение не более 1 с при давлении на транзистор не более 
50 г, при этом температура кристалла не должна превышать 523 К.
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КТ339А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п усили­
тельные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах усиления высокой частоты. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,4 г.



в,
Электрические параметры

Коэффициент усиления по мощности при U кэ =  1,6
1К — 7,2 мА, / = 3 5  М Гц не м ен ее ........................................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/кб =  1® В> /э =  7 м А  не менее . . . .

Модуль коэффициента передачи тока на / = 1 0 0  М Гц при
С/кб =  10 В, /э  =  5 м А не менее.............................................

Постоянная времени цепи обратной связи на / =  5 М Гц
при (/Кб = Ю  В, /э  =  7 мА не б о л е е ...................................

Емкость коллекторного перехода при С/кб =  5 В, / =  10 М Гц
не б о л е е .........................................................................................2 пФ

24 дБ

25

25 не

Предельные эксплуатационные данные

Г  =

7' =

Постоянное напряжение коллектор-база при
=  213-433  К ...................................................... ....

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
=  213 — 433 К ..........................................................................

Постоянное напряжение эмиттер-база при Г =  213-f
433 К ....................................................................................

Постоянный ток коллектора при Т  — 213 -н 433 К . . .
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Т =  213 -  323 К .....................................................................
Температура п ер еход а ...........................................................  448 К
Температура окружающей ср ед ы ........................................ От 213 до

433 К

40 В

25 В

4 В
25 м А

260 мВт

П р и м е ч а н и е .  При вклю­
чении транзистора в цепь, на­
ходящуюся под напряжением, 
базовый контакт должен при­
соединяться первым и отсоеди­
няться последним.

Расстояние от места изгиба 
до корпуса транзистора не менее
3 мм, радиус закругления не ме­
нее 1,5 — 2 мм.

Пайка выводов допускается 
на расстоянии не менее 5 мм от 
корпуса транзистора.

Зависимость максимально до­
пустимой мощности рассеива­
ния коллектора от температуры.
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КТ340А, КТ340Б, КТ340В, КТ340Г, КТ340Д
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п универсальные высоко­

частотные маломощные.
Предназначены для применения в переключательных, импульсных 

и усилительных высокочастотных схемах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при 1/кэ = 5  В, /э =  10 мА,
/ =  100 М Гц не м е н е е .....................................................  300 М Гц

Время рассасывания при /к = 5 мА не более:
К Т 3 4 0 А ............................................................................... 10 пс
КТ340Б, КТ340В, К Т 3 4 0 Г ............................................  15 пс
К Т 3 4 0 Д ............................................................................... 75 пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером: 

при UKэ = 1  В, /к =  10 мА:
К Т 3 4 0 А ..........................................................................100-150

КТ340Б не м е н е е ............................................ 100
КТ340Д не м е н е е ................... .... .............................  40

при и кэ =  2 В, /к =  200 мА КТ340 В не менее . . .  35 
при С/кэ =  2 В, /к =  500 мА КТ340Г не менее . . .  16 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более: 
при /к =  10 м А , /Б =  1 мА:

К Т 3 4 0 А .......................................................................... 0,2 В
К Т 3 4 0 Б ................................................................ ....  . 0,25 В
К Т 340Д .......................................................................... 0,3 В

при /к. „ =  200 м А , /Б =  20 мА КТ340В . . . .  0,4 В 
ПРИ 1к. и =  500 м А , /Б =  50 мА КТ340Г . . . .  0,6 В 

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой 
частоте не более:

К Т 3 4 0 А .......................................................................... 45 пс
К Т 3 4 0 Б .........................................................................  40 пс
КТ340В, К Т 3 4 0 Г .....................................................  85 пс

К Т 3 4 0 Д ..........................................................................150 пс
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Емкость коллекторного перехода при t/KB =  5 В, / =
=  10 М Гц не более:

К Т 3 4 0 А ..........................................................................  3 пФ
КТ340Б, КТ340В, К Т 3 4 0 Г ........................................3,7 пФ

К Т 3 4 0 Д .......................................................................... 6 пФ
Емкость эмиттерного перехода при С/Эб =  5 В не

б о л е е .................................. ................................................. 7 пФ
Обратный ток коллектора при £/КБ =  С/КБ макс не 

б о ле е ........................................................................................  1 м кА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор- 
эмиттер :

КТ340А, КТ340В, КТ340Г, К Т 3 4 0 Д .........................  15 В
К Т 3 4 0 Б .......................................................................... 20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база................................... 5 В
Постоянный ток коллектора:,

КТ340А, КТ340Б, КТЗЗДВ, К Т 3 4 0 Д ......................... 50 м А
К Т 3 4 0 Г ....................; ................................................. 75 м А

Импульсный ток коллектора:
К Т 3 4 0 В .......................................................................... 200 м А
К Т 3 4 0 Г .......................................................................... 500 м А

Постоянная рассеиваемая м ощ н ость ...................................150 мВт
Температура окружающей с р ед ы ........................................О т 263 до

358 К

КТ342А, КТ342Б, КТ342В
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п типа.
Предназначены для усиления и генерирования сигналов в широком 

диапазоне частот.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,5 г.

Эмиттер 

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при UK =  5 В, /э =  1 м А : 

при Т  =  213 К :
К Т 3 4 2 А ..................................................................... 25 -250
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К Т 3 4 2 Б ....................................................................  50-500
К Т 3 4 2 В ....................................................................  100-1000

при Т  =  298 К:
К Т 342А ....................................................................  100-250
К Т 3 4 2 Б ....................................................................  200-500
К Т 3 4 2 В .................................................................... От 400-1000

при Т =  398 К:
К Т 342А  не м е н е е ................................................. 100
КТ342Б не м е н е е ................................................. 200
КТ342В не м е н е е ................................................. 400

М одуль коэффициента передачи тока при С/к =10  В,
/э =  5 мА, /  =  100 М Гц не менее:

К Т 3 4 2 А ....................................................................  2,5
КТ342Б, К Т 3 4 2 В ................................................. 3

Обратный ток коллектора не более: 
при Т  — 213 К :'

при С/КБ =  25 В К Т 3 4 2 А .......................................  1 мкА
при и КБ =  20 В К Т 3 4 2 Б ..................................  1 мкА
при UKB =  10 В К Т 342В .......................................  1 мкА

при Т  =  298 К:
при и КБ =  25 В К Т 3 4 2 А ..................................  0,05 мкА
при и КБ =  20 В К Т 3 4 2 Б ..................................  0,05 мкА
при l /кв =  Ю В К Т 3 4 2 В ..................................  0,05 мкА

при Т =  398 К:
при UKB =  25 В К Т 3 4 2 А ..................................  10 мкА
при С/кБ =  20 В КТ342Б ..................................  10 мкА
при 1/КБ =  10 В К Т 3 4 2 В ..................................  10 мкА

Обратный ток эмиттера при (/БЭ =  5 В не более . . .  30 мкА 
Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ =  10 кОм 

не более :
при 1/кэ =  30 В К Т 3 4 2 А .......................................  30 мкА
при UK3 =  25 В К Т 3 4 2 Б .......................................  30 мкА
при UKэ = 1 0  В К Т 3 4 2 В .......................................  30 мкА

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  10 мА, 1Б =  1 м А  не б о л е е .............................  0,1 В

Напряжение насыщения баз!а-эмиттер при /к =  10 мА,
/Б =  1 м А  не б о л е е ...................................................... 0,9 В

Граничное напряжение при /э =  5 м А  не менее:
К Т 3 4 2 А ....................................................................  25 В
К Т 3 4 2 Б ....................................................................  20 В
К Т 3 4 2 В ....................................................................  10 В

Емкость коллекторного перехода при t/KE =  5 В,
/ = 1 0  М Гц. не б о л е е ................................................. 8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при !)
/?БЗ = 1 0  кОм, /кэ =  30 мкА: 

при Т =  213 -  373 К:
К Т 3 4 2 А ....................................................................  30 В

190



К Т 3 4 2 Б ....................................... ..............................  25 В
К Т 3 4 2 В ...................................................................... 10 В

при Т  =  398 К :
К Т 3 4 2 А ...................................................................... 25 В
К Т 3 4 2 Б ...................................................................... 20 В
К Т 3 4 2 В ...................................................................... 10 В

при Т =  373 -  398 К: КТ342А, КТ342Б . . . .  Снижается
линейно

Граничное напряжение при /э =  5 мА: 
при Т  =  213 -  373 К:

К Т 3 4 2 А ...................................................................... 25 В
К Т 3 4 2 Б ...................................................................... 20 В
К Т 3 4 2 В ...................................................................... 10 В

при Г  =  398 К :
К Т 3 4 2 А ...................................................................... 20 В
К Т 3 4 2 Б ...................................................................... 15 В
К Т 3 4 2 В ...................................................................... 10 В
при Т =  373 -  398 К  КТ342А, К Т342Б .....................Снижается

линейно
Постоянный ток коллектора.............................................  50 мА
Импульсный ток коллектора при ти <  40 мкс,

Q >  500 ..........................................................................  300 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г =  213 -  298 К .................................................. 250 мВт
при Т  =  398 К ............................................................ 50 мВт

при Т  =  298 -т- 398 К ..................................................Снижается
линейно

Температура перехода . ..................................................  423 К
Температура окружающей ср еды ................................... От 213 до

398 К
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Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от напря­

жения коллектор-база.

Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от напря­

жения коллектор-база.
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Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от тока 

эмиттера.

Зоны возможных положений зависимости статического коэффициента 
передачи тока от тока эмиттера.
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Зона возможных положений за­
висимости граничной частоты 

от тока эмиттера.

Зона возможных положений за­
висимости граничной частоты 
от напряжения коллектор-база.
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Зона возможных положений за­
висимости емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

2Т348А-3, 2Т348Б-3, 2Т348В-3, КТ348А, 
КТ348Б, КТ348В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­
сальные высокочастотные маломощные.
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Предназначены для при­
менения в импульсных, пере­
ключательных и усилительных 
высокочастотных схемах гер­
метизированной аппаратуры.

Бескорпусные, с твердыми 
выводами, с защитным по­
крытием.

Обозначение типа приво­
дится на этикетке групповой 
тары.

Масса транзистора не бо­
лее 0,01 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при С/кэ=  1 В, /к=  3 мА не
менее........................................................................................100 МГц

Время рассасывания при С/кэ=  3 В, /к =  3 мА не
б о л е е ........................................................................................ 130 не

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером 
при С/кэ =  * В, /к =  1 мА :

2Т348А-3, К Т 3 4 8 А ........................................................... 25-75
2Т348Б-3, К Т 3 4 8 Б ...........................................................35-120

2Т348В-3, К Т 3 4 8 В ........................................................... 80-250
Напряжение эмиттер-база при С/кэ =  2,5 В, /э  =  0,05 мА

не б о л е е ..............................................................................  0,5 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  10 мА 

и /Б =  1,7 мА 2Т348А-3; /Б =  0,6 мА .
2Т348Б-3; /Б =  0,7 м А  2Т348В-3 не более . . . .  0,3 В 

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА 
и /Б = 1  мА 2Т348А-3; /Б =  0,6 мА 2Т348Б-3; /Б =
=  0,4 м А  2Т348В-3 не б о л е е ............................. ....  . 0,85 В

Емкость коллекторного перехода при С/КБ =  1 В,
/ =  5 М Гц не б о л е е ..........................................................  11 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/дБ =  1 В,
/ =  5 М Гц не б о л е е ...........................................................22 пФ

Обратный ток коллектора при С/кб =  5 В не более:
при Г  =  298 К ............................................................... 1,0 мкА
при Т  =  358 К ............................................................... 10 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ =  5 В не
б о л е е ........................................................................................ 3 мкА

Обратный ток эмиттера при С/ЭБ =  3,5 В не более . . . .  10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база.............................  5 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <

«  3 кО м ................................................................................... 5 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база............................... 3,5 В
Постоянный ток коллектора ........................ .........................15 мА
Импульсный ток коллектора при ти <  10 мкс,

Q >  10 ' ..................................................................... 45 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Г  < 313 К ................................................................  15 мВт
при Т  =  358 К ................................................................ 3,75 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность при Т  <  298 К . . . 100 мВт
Температура п ер еход а ...........................................................  373 К
Общее тепловое сопротивление.............................................4 К/мВт
Температура окружающей ср ед ы ........................................ От 213 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  Способ крепления транзистора в аппаратуре 
должен обеспечивать фиксацию положения кристалла и выводов. При 
монтаже должны быть приняты меры, исключающие возможность 
нагрева кристалла и смолы до температуры более 373 К.
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г/434 1Б-3 ,К К П8Б

*-< Ш
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Ц-8А- 3, КТ348А

0,2 0,3 0,4 0,5 0,В 0,7 U3B 5 10 15 20 2513 ,мА

Входные характеристики.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.

Зависимость обратного тока 
коллектора от температуры.
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КТ358А, КТ358Б, КТ358В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п усили­
тельные высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в усилительных и генераторных 
схемах радиоэлектронной аппаратуры.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,2 г.

Место для маркировки 
\  . . . 0 ,3

1 П1
1N
I, >111^41

1
5  /

Коллектор

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при Ukb — Ю В, /э =  5 мА не 
менее:

К Т 3 5 8 А ...............................................................................80 М Гц
КТ358Б, K T 3 S 8 B ...........................................  120 М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой t
частоте не б о л е е ...............................................................  500 пс

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмитте­
ром при 1/кч =  5,5 В, /•» =  20 мА:

К Т 3 5 8 А ...............................................................................10-100
К Т 3 5 8 Б ...............................................................................25-100

К Т 3 5 8 В ............................................................................... 50-280
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  20 мА, /Б =  2 м А не б о л е е .......................................  0,8 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  20 мА,

/Б =  2 м А  не б о л е е ....................................... ..... 1,1 В
Обратный ток коллектора при (/КБ = 1 5  В КТ358А,

КТ358В; при С/КБ =  30 В КТ358Б не более . . . .  10 мкА 
Обратный ток эмиттера при 1/ЭБ =  4 В не более . . . .  10 мкА

г
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
КТ358А, К Т358В ............................. .................................. 15 В
КТ358Б ............................................................................... 30 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?БЭ <
< 100 Ом:

КТ358А, К Т358В ...............................................................  15 В
К Т 3 5 8 Б ............................................................................... 30 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база................................... 4 В
Постоянный ток коллектора.................................................. 30 м А
Импульсный ток к оллек тор а .............................................60 м А
Постоянная рассеиваемая м ощ н ость ...................................100 м В т
Импульсная рассеиваемая мощность при ти <  1 мкс . . . 200 м В т
Температура п ерехода ...........................................................  393 К
Общее тепловое сопротивление.............................................0,7 К /Вт
Температура окружающей ср ед ы ........................................От 233 д о

358 К

П р и м е ч а н и е .  Разрешается трехкратный изгиб выводов на 
расстоянии не менее 3 мм от корпуса с радиусом закругления 
не менее 1 мм. При изгибе выводов должна быть обеспечена не­
подвижность выводов на участке от  корпуса до места изгиба и 
исключена возможность передачи усилия на место присоединения 
вывода к корпусу, нарушения конструкции и герметичности тран­
зистора.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 м м  от  
пластмассового корпуса транзистора. Пайку производить в течение 
не более 10 с (температура пайки не должна превышать 523 К ), 
приняв меры, исключающие возможность перегрева транзисторов.

Входные характеристики.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.

Зависимость максимально д о ­
пустимого напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

0,6 0,7 0,8 0,9 иЗБ,В  база-эмиттер.
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КТ359А, КТ359Б, КТ359В

Транзисторы кремниевые планарные п-р-п высокочастотные уси­
лительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 20 МГц.

Бескорпусные с твердыми выводами. Обозначение типа приводит­
ся на этикетке.

Масса транзистора не более 0,005 г.

Эмиттер Коллектор 0 ,1 5  0 ,0 4

база.

Коллектор

Электрические параметры

Г  раничная частота при и кэ =  2 В, /э =  5 мА не
менее................................................................................... ...  300 М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи при Ukb =  2 В,
/э  =  2 м А ,/ =  5 — 30 М Гц  не б о л е е ..................................

Коэффициент шума при С/Кэ  =  2 В, /э =  1 мА, / =  20 М Гц
не более ...................................................................................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/кб =  1 В, /э =  Ю м^ :

К Т 3 5 9 А ..............................................................................
К Т 3 5 9 Б .............................................................................. 50-150

К Т 3 5 9 В ..............................................................................  70-280
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  10 мА, /Б =  1 м А  не б о л е е .......................................
Обратный ток коллектора при С/КБ =  15 В не более . . .
Обратный ток эмиттера при С/эв =  3,5 В не более . . .
Емкость коллекторного перехода при С/«б =  5 В не

б о л е е ........................................................................................
Емкость эмиттерного перехода при £/Эв *=0,1 В не

б о ле е ........................................................................................
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база........................
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эв =

=  3 к О м ...................................................... ........................
Постоянное напряжение эмиттер-база.............................
Постоянный ток к оллек тор а .................................................
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . . . .  
Температура перехода

100 пс

6 дБ

30-90

0,7 В 
0,5 мкА 

1 мкА

5 пФ

6 пФ

15 В

15 В 
3,5 В 

20 мА 
15 мВт 
373 К

Температура окружающей с р е д ы ............................. От 223 до 358 К
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КТ369А, КТ369А-1, КТ369Б, КТ369Б-1, 
КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переклю- 
мтельные высокочастотные маломощные.

Бескорпусные, с гибкими выводами, с защитным покрытием. 
Эбозначенне типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,02 г.

. А

41

А

. Ъ

Коллектор База. Зми,ттер

Электрические параметры

Граничная частота при £/КБ =  10 В, /э =  30 мА не
менее........................................................................................  200 М Г ц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером:

при С/кэ =  2 В, /э =  150 мА:
КТ369А, К Т36 9 А -1 ...................................................... 2 0 -1 0 0

КТ369Б, К Т369Б -1 ......................................................  4 0 -2 0 0
при t/K3 =  3 В, /э =  10 м А :

КТ369В, КТ369В-1 ...................................................... 2 0 -10 0
КТ369Г, К Т 3 6 9 Г -1 ......................................................  40 -  200
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Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 1К =
=  200 мА, /Б =  10 м А  не более:

К Т 369А, КТ369А-1, КТ369Б, КТ369Б-1...................  0,8 В
КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, К Т369Г-1 ...................  0,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  250 мА,
/Б =  50 м А  не б о л е е .....................................................  1,6 В

Обратный ток коллектора не более:
при 1/Кб =  45 В КТ369А, КТ369А-1, КТ369Б,
К Т 3 6 9 Б -1 ......................... ..................................................... 7 мкА
при С/КБ =  65 В КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г,
К Т 3 6 9 Г -1 .............................................................................. 10 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/э в =  4 В не более . . .  10 мкА 
Емкость коллекторного перехода при (/КБ = 1 0  В не 

бо лее :
КТ369А, КТ369А-1, КТ369Б, КТ369Б-1................... ....  15 пФ
KJ369B, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1........................  10 пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/Эб =  0 не более:
КТ369А, КТ369А-1, КТ369Б, КТ369Б-1........................  50 пФ

КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1........................ 40 пФ

Предельные эксплуатащюниые данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
КТ369А, КТ369А-1, КТ369Б, К Т369Б -1...................  45 В
КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, К Т 36 9 Г -1 ...................  65 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ =
=  1 кОм:

КТ369А, КТ369А-1, КТ369Б, К Т369Б -1 ...................  45 В
КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1 . . . . . .  65 В

Постоянное напряжение эмиттер-база.................................. 4 В
Постоянный ток коллектора................................................. 250 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке,

Q >  5 ........................................................................................ 400 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . . . .  50 мВт 
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

ти <  10 мке, Q > 5 ...............................................................  1,6 Вт
Температура п ереход а ..........................................................  423 К
Температура окружающей с р ед ы .......................................От 213 до

358 К

КТ373А, КТ373Б, КТ373В, КТ373Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­
сальные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах переключения и усиления 
высокой частоты.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,2 г.
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Электрические параметры

Граничное напряжение при /3  =  5 м А  не менее:
КТ373А, К Т 3 7 3 Г ...........................................................  25 В
КТ373Б . ........................................................................... 20 В
К Т 3 7 3 В ...............................................................................  10 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  10 мА, /б =  1 мА не б о л е е .................................... 0,1 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /« =  10 мА,
/б =  1 мА не б о л е е ...........................................................  0,9 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при С/КБ =  5 В, /э  =  1 м А : 

при Т  =  298 К:
К Т 3 7 3 А ......................................... ................................ 100-250

К Т 3 7 3 Б ..........................................................................  200-600
К Т 3 7 3 В ..........................................................................  500-1000
К Т 3 7 3 Г ..........................................................................  50-125

при Т  =  358 К:
К Т 3 7 3 А ..........................................................................  100-750
К Т 3 7 3 Б ..........................................................................  200-1800
К Т 3 7 3 В ..........................................................................  500-3000
К Т 3 7 3 Г ..........................................................................  50-375

при Т  =  233 К :
К Т 3 7 3 А ..........................................................................  25-250
К Т 3 7 3 Б ..........................................................................  50-600

К Т 3 7 3 В ................................................. ' ........................125-1000
К Т 3 7 3 Г ..........................................................................  12-125

Модуль коэффициента передачи тока при / =  100 МГц,
Uks =  5 В, /3  =  1 мА не м ен ее ......................................... 3

Постоянная времени цепи обратной связи при / =  5 МГц,
£/Кб =  5 В, /к =  1 мА не более:

КТ373А, К Т 3 7 3 Г ............................................................ 200 пс
К Т 3 7 3 Б ..........................................................................  300 пс
К Т 3 7 3 В ..........................................................................  700 пс

Емкость коллекторного перехода при (/кб =  5 В,
/ = 1 0  М Гц не б о л е е ....................................................... 8 пФ

Обратный ток коллектора при С/кб =  ^ к э  макс:
при Г  =  298 К ....................................... ..............................0,05 мкА

при Т  =  358 К ................................................................  10 мкА
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Обратный ток коллектор-эмиттер при {/кэ =  ^кэ.макс 
не более: '

КТ373А, КТ373Б, КТ373В............................................30 мкА
К Т 3 7 3 Г ..........................................................................100 мкА

Обратный ток эмиттера при (/БЭ =? 5 В не более . . .  30 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?бэ =
=  10 кОм, 233 ч- 358 К :

К Т 3 7 3 А ..........................................................................
К Т 3 7 3 Б ..........................................................................
К Т 3 7 3 В ........................................! .............................
К Т 3 7 3 Г .........................................................................

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т  — 233 ч-
358 К .........................................................................................

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 ч- 358 К . . .
Импульсный ток коллектора при ти < 50 мке, Q >  500,

Т  =  233 ч- 358 К ..................................................................... 200 мА
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения . . .
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Т =  233 ч- 328 К .....................................................................
Температура п е р е х о д а ..........................................................  423 К
Температура окружающей ср ед ы ....................................... От 223 до

358 К
П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рассеи­

ваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  328 ч- 358 К опреде­
ляется по формуле

^ К .  макс =  (4 2 3  -  D / 0 ,6 1 .

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от 
корпуса транзистора.

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, соиз­
меримых с неуправляемыми обратными токами.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от. 
корпуса транзистора, радиус изгиба не менее 2 мм.

30 В 
25 В 
10 В 
60 В

5 В 
50 мА

100 мА

150 мВт

Зависимость обратного тока 
коллектора от температуры пе­

рехода.
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максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от 

сопротивления база-эмиттер.

КТ375А, КТ375Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­
сальные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в переключательных и усилитель­
ных схемах высокой частоты.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится в этикетке.

Масса транзистора не более 0,25 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  10 мА, /Б =  1 м А  не б о л е е ..................................  0,4 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА,
/б =  1 мА не б о л е е ........................................................... 1 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при 1/кэ =  2 В, /э =  20 м А : 

при Г =  298 К :
К Т 3 7 5 А ..........................................................................10-100

К Т 3 7 5 Б .......................................................................... 50-280
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при Т  =  358 К :
К Т 3 7 5 А .......................................................................... 10-200
К Т 3 7 5 Б ..........................................................................  50-560

при Т  =  228 К :
К Т 3 7 5 А ..........................................................................  8 -100
К Т 3 7 5 Б ..........................................................................  25-280

Модуль коэффициента передачи тока при / =  100 М Гц, i
1/кэ =  Ю В, /к =  5 мА не м ен ее ...................................  2,5

Постоянная времени цепи обратной связи при / =  2 М Гц,
^ к б = Ю  В, /э =  5 м А не б о л е е ...................................  300 пс

Емкость коллекторного перехода при С/кб =  Ю В,
/ =  2 МГц не б о л е е ............................................................ 5 пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/ э̂ =  I В ,/ =  2 М Гц
не бо лее .................................................................................... 20 пФ

Обратный ток коллектора при С/«Б =  С/КБ.макс не более:
при Т  =  298 К .................... ............................................  1 мкА
при Т  =  358 К ................................................................ 10 мкА

Обратный ток эмиттера при С/БЭ = 5 В не более . . . .  1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор- 
эмиттер при ЛБЭ <  100 Ом, Т  = 228 -г 358 К:

К Т 3 7 5 А ..........................................................................  60 В
К Т 3 7 5 Б ..........................................................................  30 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  228 -г 358 К . . . . 100 мА 
Импульсный ток коллектора при ти < 1 мке и условии, 

что средняя мощность за период не превышает по­
стоянную рассеиваемую мощность коллектора, Т  =
=  228 ч- 358 К .....................................................................  200 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
Т  =  228 -  298 К .....................................................................  200 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 
ти < 1 мке, и условии, что средняя мощность за 
период не превышает постоянную рассеиваемую мощ­
ность коллектора ................................................................  400 мВт

Температура п ереход а ...........................................................  398 К
Температура окружающей ср ед ы ........................................От 228 до

358 К

П р и м е ч а н и я :  I. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  298 н- 358 К опре­
деляется по формуле

макс =  (398 -  Г)/0,5.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от 
корпуса транзистора.

Допускается трехкратный изгиб выводов на расстоянии не менее
3 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 1 мм.

Следует учитывать возможность самовозбуждения транзисторов, 
как высокочастотных элементов с большим коэффициентом усиления.
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КТ379А, КТ379Б, КТ379В, КТ379Г
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­

сальные высокочастотные маломощные.
Предназначены для работы в схемах усиления высокой частоты и 

переключения герметизированной аппаратуры.
Бескорпусные с твердыми выводами. Транзисторы помещаются в 

герметичную заводскую упаковку. Обозначение типа приводится в 
паспорте.

Масса транзистора не более 0,01 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э =  5 м А  не менее:
КТ379А, К Т379Г ................................................................  25 В
К Т 3 7 9 Б ..................................................................... ....  . 20 В
КТ379В . . . ................................................................  10 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /« =
=  10 мА, /Б =  1 мА не более:

КТ379А, КТ379Б, К Т 37 9 В ............................................. 0,1 В
К Т 3 7 9 Г ........................................................... ....  0,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА,
/Б =  1 мА не более:

КТ379А, КТ379Б, К Т 3 7 9 В ............................................. 0,9 В
К Т 3 7 9 Г ............................................................................... 1,1 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при £/КБ =  5 В, /к = 1 м А : 

при Т  =  298 К:
К Т 3 7 9 А ..........................................................................100-250

К Т 3 7 9 Б .......................................................................... 200 -  500
К Т 3 7 9 В .......................................................................... 400-1000
К Т 3 7 9 Г ............................................ .............................  5 0 -125

при Т  =  358 К :
К Т 3 7 9 А ..........................................................................100-750

К Т 3 7 9 Б .......................................................................... 200-1500
К Т 3 7 9 В ...................................................... . . . 400 — 3000

К Т 3 7 9 Г .......................................................................... 50 -37 5
при Т  =  228 К :

К Т 3 7 9 А .......................................................................... 2 5 -2 5 0



К Т 3 7 9 Б .......................................................................... 50-500
К Т 3 7 9 В ..........................................................................  100-1000
К Т 3 7 9 Г ..........................................................................  12-125

М одуль коэффициента передачи тока при / = 1 0 0  МГц,
Uкб =  2 В, /э =  5 м А  не менее:

КТ379А, К Т 3 7 9 Г ........................................................... 2,5
КТ379Б, К Т 3 7 9 В ........................................................... 3

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 5  В,
/ = 1 0  М Гц не б о л е е ............................. ........................ 8 пФ

Обратный ток коллектора при UKB =  и кэ макс не более:
при Г =  228 К и Т =  298 К ....................................... 0,05 мкА
при Г  =  358 К ................................................................ 1 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при Л БЭ =  10 кОм,
^кэ =  ^кэ.макс не бо лее :

КТ379А, КТ379Б, К Т 3 7 9 В ....................................... 30 мкА
К Т 3 7 9 Г ..........................................................................100 мкА

Обратный ток эмиттера при (/Бэ =  5 В не более . . . .  30 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Л Бэ =
=  10 кОм, Т  =  228 +  358 К:

К Т 3 7 9 А ..............................................................................  30 В
К Т 3 7 9 Б ............................................................................... 25 В
К Т 3 7 9 В ............................................................................... 10 В
К Т 3 7 9 Г ........................................................... ....  60 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т  =  228 н-
358 К ........................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при 7~ =  228 -н 358 К . . . 30 мА 
Импульсный ток коллектора при ти «г 100 мке, Q >  5,

Г =  228 +  358 К .....................................................................100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  — 298 К .....................................................................25 мВт
при Т — 358 К . . ...................................................... 10 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при
ти <  100 мке, Q >  5, Т  =  228 +  358 К ............................. 75 мВт

Температура п е р ех о д а ........................................................... 373 К
Тепловое сопротивление переход-среда............................. 3 К/мВт
Температура окружающей среды............................................От 228 до

' 358 К
П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­

сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  298 +  358 К опреде­
ляется по формуле

Рк  макс =  (373 — Т)/3.

2. При пайке выводов допускается нагрев транзистора до тем­
пературы 573 К в течение 1 мин, до температуры 423 К в тече­
ние 1,5 ч.

При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряже­
нием, базовый контакт необходимо присоединять первым и от­
соединять последним. Не рекомендуется эксплуатация транзисторов 
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с отключенной базой по постоянному току. Необходимо принимать 
меры защиты от статического заряда.

Не рекомендуется работа при токах, соизмеримых с неуправ­
ляемыми обратными токами во всем диапазоне температур.

1Б,мА
0,02

0,015
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0,005

кт379А -И Т 379Г

3 =  0 В

1
J ,)

О 0,2 0,4 0,6 0,8UB3,B 213 253 293 333 373 Г, К

Входные характеристики. Зависимость обратного тока
коллектора от температуры.

О 4 8 12 161ц,мА 2 4 6 2 41ц мА 
100

4 68 2 
1 10

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока 
коллектора.

10~ь 10~ц 10~3 10~“ 10 7Г„,с

Зависимость максимально до­
пустимой импульсной мощно­
сти от длительности импульса.
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2Т385А-2, 2Т385АМ-2, КТ385А, КТ385АМ

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п пере­
ключательные маломощные.

Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре 
в импульсных, переключающих схемах наносекундного диапазона.

Бескорпусные, с гибкими выводами, защитным покрытием на 
керамическом (2Т385А-2, КТ385А — вариант 1) и металлическом 
(2Т385АМ-2, КТ385АМ — вариант 2) кристаллодержателях.

Поставляются в сопроводительной таре, позволяющей без извле­
чения из нее транзисторов проводить измерения их электрических 
параметров.

Обозначение типа приводится на сопроводительной таре.
Масса транзистора на керамическом кристаллодержателе не 

более 0,015 г, на металлическом не более 0,004 г.

210



Электрические параметры

Граничное напряжение при /к =  10 мА, т„ <  30 мке
и Q > 50 2Т385А-2, 2Т385АМ-2 ...................................  40 -  60* В
типовое значение ...........................................................  48* В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  150 мА, /Б =  15 мА, тн < 30 мке и Q >  50:

2Т385А-2, 2Т385АМ-2 .................................................  0,32*-0,65 В
типовое значение......................................................  0,39* В
КТ385А, КТ385АМ не б о л е е ................................... 0,8 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  150 мА,
/Б= 1 5  мА, т„ =S 30 мке и Q >  50 2Т385А-2,
2 Т 3 8 5 А М -2 ..................................................................... 1,0*-1,2 В
типовое значение...........................................................  1,1* В

Время рассасывания при /к =  150 мА, /Б =  15 мА, 
т„ < 30 мке, Q >  50:

2Т385А-2, 2Т385АМ -2................................................. 15*-60  не
типовое значение......................................................  30* не
КТ385А, КТ385АМ не б о л е е .............................. 60 не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при t/^э =  1 В, /^=150 м А :

2Т385А-2, 2Т385АМ -2.................................................  30-150
типовое значение * ......................................................  60
КТ385А, К Т 3 8 5 А М .................................................  20-200

Модуль коэффициента передачи тока при (/«э =  10 В,
/к =  50 мА, / =  100 М Г ц ............................................  2 ,0-5,6*
типовое значение * ......................................................  3,5

Обратный ток коллектора не более:
2Т385А-2, 2Т385АМ-2:

при С/КБ =  60 В и Г  =  213 4-298 К ....................  10 мкА
при (/КБ =  55 В и Т  — 398 К ..............................  50 мкА
КТ385А, КТ385АМ при £/КБ =  60 В и Г  =
=  298 К .......................................................................... 10 мкА

Обратный ток эмиттера не более:
2Т385А-2, 2Т385М-2 при С/КБ =  5 В:

при Т =  213 -т- 298 К .................................................  10 мкА
при Т  =  398 К ...........................................................  50 мкА
КТ385А, КТ385АМ при (УКБ =  4 В и Т  =
=  298 К ....................................... .............................  10 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ =  0 не 
более:

2Т385А-2, 2Т385АМ-2:
при 1/КБ =  60 В -и Т =  213 -г 298 К ....................  10 мкА
при t/к б =  55 В и Т  =  398 К .............................. 100 мкА

Емкость коллекторного перехода при i/кв=  *0 В»
/ =  10 МГц 2Т385А-2, 2Т385А М -2 .........................2 ,5 *-4  пФ
типовое з н а ч е н и е ......................................................  3,3* пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/эв =  0 В, /  =
=  10 МГц 2Т385А-2, 2Т385АМ -2 ..............................13* —25 пФ
типовое значение...........................................................  15* пФ
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ =
=  5,0 кОм КТ385А, КТ385АМ при Гк =  228 4­
358 К ........................................................................................  40 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т385А-2, 2Т385АМ-2
при Г* =  213 4- 373 К . . ............................................  60 В
при Тк =  398 К .......................................................... ....  55 В
КТ385А, КТ385АМ при Гк =  228 4- 358 К . . . . 60 В 

Постоянное напряжение эмиттер-база:
2Т385А-2, 2Т385АМ-2 при Гк =  213 4- 398 К . . . . 5,0 В 
КТ385А, КТ385АМ при Гк =  228 4- 358 К . . . . 4,0 В 

Постоянный ток коллектора при Р к < Р% маю-'
2Т385А-2, 2Т385АМ-2 при Тк =  213 4- 398 К . . . 0,3 А
КТ385А, КТ385 при Гк =  228 4- 358 К ........................  0,3 А

Импульсный ток коллектора при ти < 5 мкс, Q >  10

и ЯКср <  Р
2Т385А-2, 2Р385АМ-2 при Гк =  213 4- 398 К . . . . 0,5 А 
КТ385А, КТ385АМ при Гк =  228 4- 358 К . . . . 0,5 А 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
2Т385А-2, 2Т385АМ-2: '

при Г к =  213 4- 373 К .....................................................  0,3 Вт
при Гк =  398 К . ...........................................................0,06 Вт

КТ385А, КТ385АМ :
при Г к =  228 4- 343 К .................................. ....  0,3 Вт
при Гк =  358 К ...............................................................  0,2 Вт

Тепловое сопротивление переход-подложка........................ 110 К/Вт
Температура р-п перехода:

2Т385А-2, 2Т385АМ-2 .....................................................  408 К
КТ385А, К Т 3 8 5 А М ..........................................................  393 К

Температура окружающей среды:
2Т385А-2, 2Т385АМ -2..................................................... От 213 до

398 К
КТ385А, К Т 3 8 5 А М ..........................................................От 228 до

358 К

П р и м е ч а н и я :  I. Для 2Т385А-2, 2Т385АМ-2 при Т =  373 4­
398 К максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность 
коллектора, Вт, рассчитывается по формуле

2. Монтаж транзисторов в микросхемы осуществляется сле­
дующим образом. Место монтажа в микросхеме смачивается спирто­
канифольным флюсом (10 -30%  канифоли, 90 -70 %  спирта). Затем 
укладывается фольга припоя ПОС-61 (ГО С Т 21931-76) толщиной 
30 мкм, размером 1,9 х 1,9 мкм. Микросхема нагревается до темпе­
ратуры (373 ±  5) К в течение 10 с. В момент пайки транзистор 
прижимается к месту монтажа пинцетом. Усилие прилагается к 
боковым поверхностям кристаллодержателя.
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Допускаются другие методы монтажа транзисторов в микро­
схемы, обеспечивающие надежный тепловой контакт подложки тран­
зистора с корпусом микросхемы и целостность конструкции тран­
зистора.

При монтаже транзисторов в микросхемы должны быть приняты 
меры, исключающие перегиб и соприкосновение выводов и кристал­
ла транзистора с острыми краями элементов микросхемы. Рекомен­
дуется выводы транзисторов и место термокомпрессии или пайки 
покрывать лаками. При этом не допускается использование м а­
териалов, вступающих в химическое и электрохимическое взаимодей­
ствие с защитным покрытием и другими элементами конструкции 
транзистора.
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КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, 
КТ3102Д, КТ3102Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п усили­
тельные высокочастотные маломощные с нормированным коэффи­
циентом шума на частоте 1 кГц.

Предназначены для применения в усилительных и генераторных 
схемах высокой частоты, являются комплементарными транзисто­
рами KT3I07A -  КТ3107Л.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.
Масса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

Тостоянная времени цепи обратной связи при Цусь =
=  5 В, /э =  10 мА, /  =  30 М Гц не б о л е е ....................  100 не

Иодуль коэффициента передачи тока при С/«ь =  5 В,
/э =  10 мА, /  =  100 М Гц не менее:

КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д ....................  1,5
КТ3102Г, К Т 3 1 0 2 Е ......................................................  3,0

'татический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при t/кв =  5 В, /э =  2 мА: 

при Т  =  298 К:
К Т3102А ......................................................................... 100-250
КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д.......................................  200-500
КТ3102Г, К Т3102Е ......................................................  400-1000

при Г  =  233 К:
КТ3102А .......................................................................... 25-250
КТ3102Б, КТЗ 102В, К Т3102Д ................................... 50-500
КТ3102Г, К Т3102Е ......................................................100-1000

при Т  =  358 К:
КТЗ 102А не м е н е е ......................................................  100
КТ3102Б, КТЗ 102В, КТ3102Д не менее . . . .  200
КТ3102Г, КТ3102Е не м ен ее ................................... 400
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Коэффициент шума при V кэ = 5  В, /к =  0,2 мА, / =
=  1 кГц, Л г =  2 кОм не более:

КТ3102А, КТ3102Б, KT3I02B, К Т 3 1 0 2 Г ...................  10 дБ
КТ3102Д, К Т3102Е ..........................................................  4 дБ

Граничное напряжение при Jj — 10 мА не менее:
КТЗ 102А, КТ3102Б ..........................................................  30 В
КТЗ 102В, К Т3102Д ..........................................................  20 В
КТ3102Г, КТ3102Е ..........................................................  15 В

Обратный ток коллектор-эмиттер не более:
КТЗ 102А, КТ3102Б при С/Кэ =  50 В ........................ 0,1 мкА
КТЗ 102В, КТ3102Д при (/КЭ =  30 в и КТ3102Г,
КТ3102Е при UK3 =  20 В ............................................0,05 мкА

Обратный ток коллектора не более:
КТ3102А, КТ3102Б при UKБ =  50 В:

при Г  =  298 К ............................................................... 0,05 мкА
при Т  =  358 К . . .  ............................................ 5,0 мкА

КТ3102В, КТ3102Д при С/Кэ =  30 В и КТ3102Г,
КТ3102Е при 1/кэ =  20 В:

при Т  =  298 К .......................................................... 0,015 мкА
при Г  =  358 К ...............................................................  5,0 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/Бэ =  5 В не более . . . .  10,0 мкА 
Емкость коллекторного перехода при (/КБ =  5 В,

/ = 1 0  М Гц  не б о л е е .......................................................... 6,0 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение коллектор-эмиттер, коллектор-база (любой 
формы и периодичности):

КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102Е .......................................  50 В
КТЗ 102 В, КТ3102Д ..........................................................  30 В
К Т3102Г .............................................................................. 20 В

Напряжение эмиттер-база (любой формы и периодич­
ности) ................................................................................... 5,0 В

Постоянный ток коллектора.................................................100 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 40 мке и

Q >  500 .................................................: ............................  200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т  =  233 ~

298 К .......................................................................................  250 мВт
Тепловое сопротивление переход-среда........................ ....  0,4 К/мВт
Температура р-п перехода.....................................................  398 К
Температура окружающей с р е д ы .......................................От 233 до

358 К '

П р и м е ч а н и е .  При Т  >  298 К максимально допустимая постоян­
ная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, рассчитывается ш 
формуле

Рк макс =  (398 — Л/Лг.п-с-
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КТ3117А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п пере­
ключательные высокочастотные маломощные. •

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при U кэ =  10 В; /к =  30 мА
не м е н е е ..............................................................................  200 М Гц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с
общим эмиттером при {/кэ =  5 В, I j  =  200 мА . . . 40 — 200 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / «=
=  500 мА, /Б =  50 мА не более . . . . . . . .  0,6 В

Напряжение насыщения эмиттер-база при /к =  500 мА,
/Б =  50 м А  не б о л е е .....................................................  1,2 В

Обратный ток коллектора при {/КБ =  60 В не более . . .  10 мкА 
Емкость коллекторного перехода при С/КБ =  10 В, / =

=  10 М Гц не б о л е е ........................................................... 15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при £/эб =  0, / =  10 М Гц

не б о л е е .............................................................................. 100 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т  =
=  308 К ..............................................................................  60 В _

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэб =
=  1 кОм, Т  =  308 К ..........................................................  50 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =
=  308 К ..............................................................................  4 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  308 К . . . . 400 мА 
Импульсный ток коллектора при ти < 1 мке, Q > 10, .

Г  =  308 К ..............................................................................  800 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Т  =  308 К ..............................................................................  300 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

ти <  1 мке, Q > 10, Т  =  308 К ............................. ....  . 800 мВт
Температура п ер еход а ..........................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы .......................................От 228 до

358 К

П504, П504А, П505, П505А

Транзисторы кремниевые сплавно-диффузионные п-р-п универсаль­
ные маломощные.

Предназначены для применения в усилительных и генераторных 
схемах высокой частоты, а также в переключающих схемах радио­
электронных устройств.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Вывод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной точкой. 

Масса транзистора не более 2 г.
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Электрические параметры

Постоянная времени цепи обратной связи при £/«б =  
=  10 В, /э  =  5 мА, /  =  5 М Гц  П505, П505А не бо­
лее ........................................................................................ 1500 пс

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигна­
ла при UKB =  10 В, /э =  5 мА, / =  50 -г 1500 Гц: 

при Т =  298 К:
П504 ..............................................................................  10 -  35

П 5 0 4 А ..............................................................................2 5 - 8 0
П505 ..............................................................................  40 -  150

П 5 0 5 А ............................. ................................................ 2 0 - 6 0
при Т  =  393 К :

П504, П 505А .................................................................... От 0,8 до 2
значений при 

Г  =  298 К
П504А, П505 .................................................................... От 0,8 до 2,5

значения при 
Т  =  298 К

Модуль коэффициента передачи тока при 1/КБ =  10 В,
/э =  5 мА, /  =2 0  М Гц не менее:

П504, П504А....................................................................  2,5
П505, П 505А....................................................................  4,7

Выходная полная проводимость в режиме малого сигна­
ла при холостом ходе при £/Кб =  Ю В, /э =  5 мА,
/ =  50 -=- 1500 Гц не б о л е е ............................................ 2 мкСм .

Обратный ток коллектора не более:
П504, П504А при UKB =  30 В:
при Т  =  298 К и Г =  213 К ..................................  2 мкА

при Т  =  393 К ................................................................120 м кА
П505, П505А при t/KB =  20 В:
при Г =  298 К и Т =  213 К ..................................  2 мкА

при Т  =  393 К ................................................................120 м кА
Обратный ток эмиттера при £/Эб =  2 В не более . . . .  20 мкА 
Емкость коллекторного перехода при t/KB =  Ю В,

/ =  5 М Гц не б о л е е ........................................................... 7 пФ
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Напряжение коллектор-эмиттер при Л БЭ < 10 кОм:
П504, П 5 0 4 А ...........................................................  30 В
П505, П 5 0 5 А ........................................................... 20 В

Напряжение коллектор-база
П504, П 5 0 4 А ...........................................................  30 В
П505, П 5 0 5 А ...........................................................  20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база........................  2 В
Импульсное напряжение эмиттер-база при

ти <  20 м к е ....................................................................  4 В
Ток коллектора в режиме усиления........................  10 мА
Ток коллектора в режиме переключения...................  20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т  =

=  2 1 3 -  333 К ........................................................... 150 мВт
Температура р-п п е р е х о д а .......................................  423 К
Температура окружающей среды..................................От 213 до 393 К

П р и м е ч а н и е .  При Т  =  333 — 393 К максимально допустимая 
постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, рассчитывается 
по формуле

Лсмакс =  (423 -  Г) I 0,6.

При давлении 5330 Па 
на 30%.

Предельные эксплуатационные данные

рассеиваемая мощность снижается

КТ601А, КТ601АМ
Транзисторы кремниевые диффузионные п-р-п усилительные вы­

сокочастотные маломощные.
Предназначены для применения в схемах радиовещательных 

и телевизионных приемников.
Выпускаются в металлостеклянном (КТ601А) и в пластмассовом 

(К Т601АМ ) корпусах с гибкими выводами.
Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 2 г, 

в пластмассовом не более 0,7 г.

В ариант  1
Коллектор б а з  а.

220



Эмиттер
Коллектор

Вариант  I  

3,8

Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сиг­
нала при {/ «э =  20 В, /д =  10 мА не ме­
нее ...............................................................................  16

Граничная частота коэффициента передачи тока в 
схеме с общим эмиттером при 1/кэ =  20 В,
/э =  1 мА не м е н е е ....................................... ..... . 40 МГц

Емкость коллекторного перехода при (/КБ =  20 В,
/ =  2 М Гц не б о л е е ....................................... ..... . 15 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при 
1/кэ =  50 В, /э =  6 мА, / =  2 М Гц не бо­
лее ...............................................................................  600 пс

Обратный ток коллектор-эмиттер при 1/кэ = 1 0 0  В,
Л БЭ =  10 кОм не б о л е е ............................................  500 мкА

Обратный ток эмиттера при £/ЭБ =  2 не более 100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база..................... 100 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

/?Бэ ^ 10 к О м ................................................................  100 В
Постоянное напряжение эмиттер-база.........................  2 В
Постоянный ток коллектора ............................. ..... . 30 мА

[Постоянный ток б а з ы .............................• . . . . 30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

без теплоотвода при Т <  328 К и F, <  348 К 250 мВт
с теплоотводом при Тк <  328 К .........................  500 мВт

Температура перехода .................................................  423 К
Температура окружающей среды................... ..... От 233' до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Для транзисторов в металлостеклянном корпусе 
изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса 
транзистора с радиусом изгиба не менее 3 мм, при этом должны 
эыть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвиж- 
юсть вывода между местом изгиба и стеклянным изолятором.
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Для транзисторов в пластмассовом корпусе изгиб выводов до­
пускается под углом  не более 90° в плоскости, перпендикулярной 
плоскости основания корпуса, и на расстоянии не менее 3 мм 
от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 м.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от 
корпуса транзистора. Пайку следует производить в течение не бо­
лее 5 с. Температура пайки не должна превышать 533 К, при этом 
необходимо обеспечить надежный теплоотвод между корпусом тран­
зистора и местом пайки.
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2Т602А, 2Т602Б, КТ602А, КТ602Б
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п универсальные мало­

мощные.
Предназначены для применения в схемах генерирования -и уси­

ления сигналов радиотехнических устройств.
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Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 5 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э =  50 мА , ти =  5 мке, /  =  2 кГц
не м ен ее ........................................................................................70 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  50 мА,
/Б =  5 мА не б о л е е ................................................................ 3 В

■ Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  50 мА,
/Б =  5 мА не б о л е е ................................................................  3 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при t/KB =  10 В, /э =  10 м А :

2Т602А, К Т 6 0 2 А ...................................................... ....  20 -  80
2Т602Б........................................................................................  50 -  200
КТ602Б не менее . . . .  г ........................................ 50

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/КБ =  10 В,
/к =  10 мА, / =  2 МГц не б о л е е ............................................. 300 пс

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при {/кэ =  10 В, /к =  25 мА не менее . .150 М Г ц  

Емкость коллекторного перехода при С/КБ =  50 В, / =  2 М Гц
не б о л е е ........................................................................................ 4 пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/ЭБ =  0, / =  2 М Гц не
б о л е е .............................................................................................25 пФ

Обратный ток коллектора:
при Т  =  298 К, С/КБ =120 В не более: '

2Т602А, 2 Т 6 0 2 Б .....................................................................10 мкА
КТ602А, К Т 60 2 Б .....................................................................70 мкА

при Г  =  398 К, С/КБ =  ЮО В 2Т602А, 2Т602Б не
б о л е е ........................................................................................ 50 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер:
при Т  =  298 К, 1/Кэ = 1 0 0  В, ЛЭБ =  10 Ом не бо­
лее:

2Т602А, 2 Т 6 0 2 Б .....................................................................10 мкА
КТ602А, К Т 60 2 Б .....................................................................100 мкА

при Г  =  398 К, i /кэ =  80 В, Л ЭБ =  10 Ом 2Т602А,
2Т602Б не б о л е е .....................................................................50 мкА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т602А, 2Т602Б:
при Т  < 373 К ......................................................  120 В
при Т  =  423 К ...........................................................  60 В
КТ602А, КТ602Б:
при Т  <  343 К ...................................................... 120 В
при Г  =  393 К ......................................................  60 В

Импульсное напряжение коллектор-база:
2Т602А, 2Т602Б:
при Т  <  373 К ...................................................... 160 В
при Т  =  423 К ...................................................... 80 В
КТ602А, КТ602Б при Т  <  343 К ........................  160 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
^ 1 кОм:

2Т602А, 2Т602Б:
при Т  < 373 К ...................................................... 100 В
при Т  =  423 К ...................................................... 50 В
КТ602А, КТ602Б:
при Т  <  343 К ...................................................... 100 В
при Т  =  343 К ...................................................... 50 В

Постоянное напряжение эмиттер-база........................  5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ..................................  75 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 1 мке,

Q > 1 ......................... - .................................................  500 мА
Постоянный ток э м и т т е р а ....................................... 80 мА
Постоянная рассеиваемая мощность: 

без теплоотвода:
при Т  <  293 К ...................................................... 0,85 Вт
при Г  =  398 К 2Т602А, 2Т602Б . . . . . 0,16 Вт
при Т  =  358 К  КТ602А, К Т 6 0 2 Б .................... 0,2 Вт
с теплоотводом: '
Т  <  Гк <  293 К ...................................................... 2,8 Вт
при Тк =  398 К  2Т602А, 2 Т 60 2 Б .................... 0,55 Вт
при Тк =  358 К  ЕТ602А, К Т 6 0 2 Б .................... 0,65 Вт

Температура перехода:
2Т602А, 2Т602Б . ................................................. 423 К
КТ602А, К Т602Б ...................................................... 393 К

Общее тепловое сопротивление:
п ер ех од -ко р п ус ................................................  . 45 К/Вт
переход-окружающая сред а ..................................  150 К/Вт

Температура окружающей среды:
2Т602А, 2 Т 6 0 2 Б ......................................................От 213 до 398 К
КТ602А, К Т602Б ......................................................От 233 до 358 К

П р и м е ч а н и е .  При постоянной рассеиваемой мощности более 
0,85 Вт транзистор необходимо крепить за корпус к теплоотводя­
щей панели.

Пайка и изгиб подводящих проводов при монтаже допускается 
на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Радиус закругления при
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изгибе 1,5 — 2 мм. Пайку следует производить в течение не более 
10 с (температура пайки не должна превышать 533 К).

При пайке необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом 
транзистора и местом пайки.
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2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, 
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, 

КТ603Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п уни­
версальные высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в импульсных, переключатель­
ных и усилительных высокочастотных схемах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 
при /к =  150 мА, /Б =  15 м А :

. 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г не более . . . .  0,8 В
типовое значен и е ............................................................... 0,2* В

КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е
не более ................................................................................... 1,0 В

при /к =  350 мА, /Б =  50 мА 2Т603И не более . . . .  1,2 В 
Напряжение насыщения база-эмиттер: 

при /к =  150 мА, /Б =  15 м А :
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б,

КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не бо ле е ................... 1,5 В
типовое значен и е ............................................................... 0,9* В

при /к =  350 мА, /Б =  50 мА 2Т603И не более . . .  1,3 В
типовое значение............................................................... 1,0* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером :

при и кэ  =  2 В, /э =  150 м А :
2Т603А, 2Т603В, К Т 6 0 3 Д ................................................. 2 0 - 8 0
КТ603А, К Т 6 0 3 В ............................................................... 1 0 - 8 0
2Т603Б, 2 Т 6 0 3 Г ............................................................... 6 0 -1 8 0

КТ603Б, КТ603Г не м е н е е ............................................  60
К Т 6 0 3 Е ...................................................................................  60 -  200
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при t/кэ =  2 В, /э  =  350 мА 2Т603И не менее . . . .  20
типовое значение................................................................. 50*

Время рассасывания при /к =  150 мА, /Б =  15 м А :
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И не бо­
лее ......................................................................................... 70 не

типовое зн ачен и е .................................................................40* не
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ60ЭД, КТ603Е

не б о л е е ............................................................................... 100 не
Постоянная времени цепи обратной связи при U Kэ  =  10 В,

/э =  30 мА, / =  5 М Гц не б о л е е ......................................... 400 пс
типовое зн ачен и е.................................................................25* пс

Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмит­
тером при 1/кэ =  10 В, /э =  30 мА, не менее . . . .  200 М Гц
типовое значение...................................................................... 370* М Гц

Емкость коллекторного перехода при 1/кэ = 1 0 В , / = 5 М Г ц
не б о л е е ........................................................................... 15 пФ
типовое значение......................................................................3* пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/Эб =  / =  5 М Гц
не б о л е е ....................................... .... ........................................40 пФ
типовое значение..................................................................... 35* пФ

Обратный ток коллектора: 
при t/кв =  30 В :

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И не б о л е е ...............................3 мкА
КТ603А, КТ603Б не б о л е е ..............................................10 мкА

при С/КБ = 1 5  В : .
2Т603В, 2Т603Г не б о л е е .................................................. 3 мкА

КТ603В, КТ603Г не б о л е е .................................... 5 мкА
при £/кб =  10 В КТ603Д, КТ603Е не более . .  . .  1 мкА 

Обратный ток эмиттера:
при С/ЭБ =  3 В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г,
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е
не б о л е е ........................................................... ..... 3 мкА

при t/эв =  4 В 2Т603И не б о л е е ...............................3 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-
эмиттер при Л БЭ <  1 кОм: 

при Г <  343 К :
КТ603А, К Т 60 3 Б .................................................. 30 В
КТ603В, К Т 6 0 3 Г .................................................. 15 В
КТ603Д, К Т 60 3 Е .................................................. 10 В

при Г <  373 К :
2Т603А, 2Т603Б, 2 Т 6 0 3 И ............................... 30 В
2Т603В, 2 Т 6 0 3 Г .................................................. 15 В

при Т  =  393 К :
КТ603А, К Т 60 3 Б .................................................. 15 В
КТ603В, К Т 6 0 3 Г .................................................. 7,5 В
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КТ603Д, К Т 6 0 3 Е ................................................. 10 В
при Г =  398 К :

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И ................................... 24 В
2Т603В, 2 Т 6 0 3 Г ................................................. 12 В

при Т  =  423 К :
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И ................................... 18 В
2Т603В, 2 Т 6 0 3 Г ................................................. 9 В

Напряжение эм иттер -база ............................................  3 В
Постоянный ток к оллек тор а .......................................  300 мА
Импульсный ток коллектора при ти <  10 мке,

Q >  10 ..........................................................................  600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т  <  323 К : ...................................................... 0,5 Вт
при Т  =  358 К ...................................................... 0,12 Вт

Температура перехода:
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И . . .  423 К 
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д,
К Т 6 0 3 Е .....................................................................  393 К

Общее тепловое сопротивление.............................. 200 К/Вт
Температура окружающей среды:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И . . . От 213 до 398 К 
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д,
К Т 6 0 3 Е ................................................. ....  От 233 до 358 К

П р  и м е ч а н и е .  Расстояние от корпуса до начала изгиба вы­
вода 3 мм.

Не допускается пайка выводов на расстоянии менее 5 мм от 
корпуса. Пайку выводов следует производить не более 10 с при 
температуре не более 543 К  с теплоотводом между корпусом и местом 
пайки.

Запрещается кручение выводов вокруг оси.
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КТ605А, КТ605Б, КТ605АМ, КТ605БМ

Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п универсальные 
высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в импульсных, переключательных 
и усилительных высокочастотных схемах.

Вариант 1

230



Выпускаются в металлостеклянном (КТ605А, КТ605Б — вариант 1) 
и пластмассовом корпусах с гибкими выводами (КТ605АМ, 
КТ605БМ — вариант 2). Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 2 г, 
в пластмассовом не более 1 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при
/к =  20 мА, /Б =  2 м А  не б о л е е .........................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при I j  =  20 мА, б =  40 В

К Т 6 0 5 А ................................................................
К Т 6 0 5 Б ................................................................

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
t/Kэ =  40 В, /э =  20 м А не менее . . . .  

Емкость коллекторного перехода при t/KB =  40 В
/ =  2 М Гц не б о л е е ............................................

Емкость эмиттерного перехода при t/эв =  0 В
/ =  2 М Гц не б о л е е ............................. ....

Обратный ток коллектор-эмиттер при 1/кэ =  250 В
не более ................................................................

Обратный ток эмиттера при t/эв =  5 В не бо 
л е е ..........................................................................

8 В

1 0 - 4 0  
30 -  120

40 МГц

7 пФ

50 пФ

20 мкА

50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
при Т «  373 К ......................................................  300 В
при Г  =423 К ........................ .... ......................... 150 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
Л БЭ < 1 кОм:

при Т «  373 К ......................................................  250 В
при Г  =  423 К ...........................................................  125 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
при Т  < 373 К ......................................................  5 В
при Г  =423 К ......................................................  2,5 В

Постоянный ток коллектора........................................ 100 мА
Импульсный ток к о л ле к т о р а ................................... 200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Г  < 298 К ......................................................  0,4 Вт
при Г  =  373 К ......................................................  0,17 Вт

Температура п ер ех од а .................................................  423 К
Общее тепловое сопротивление (переход-окружаю-

щая среда) ...................................................................... 300 К/Вт
Температура окружающей с р ед ы .............................. От 233 до 423 К

П р и м е ч а н и е .  Пайку выводов допускается производить на рас­
стоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора не более 5 с. 
Температура пайки не должна превышать 533 К.

При пайке должен быть обеспечен надежный теплоотвод между
I местом пайки и корпусом транзистора.
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Для транзисторов в пластмассовом корпусе изгиб выводов до­
пускается под углом  не более 90° в плоскости, перпендикулярной 
плоскости основания корпуса, и на расстоянии не менее 3 мм от 
корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

При установке транзистора на печатную плату с шагом коорди­
натной сетки 2,5 мм допускается одноразовая формовка выводов 
с их разводкой для совмещения с монтажными отверстиями (кон­
тактами).

При изгибе и формовке выводов необходимо применять спе­
циальные шаблоны, а также обеспечивать неподвижность выводов 
между местом изгиба и корпусом транзистора. Кручение выводов 
вокруг оси не допускается.
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Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

2Т608А, 2Т608Б, КТ608А, КТ608Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переклю­
чательные.

Предназначены для быстродействующих импульсных и высоко­
частотных схем.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при 1/КБ =  5 В, /э =  200 м А :
. 2Т608А:

при Т  =  298 К ..........................................................................2 5 - 8 0
при Г =  213 К ..........................................................................1 0 - 8 0
при Г  =  398 К ..........................................................................2 5 - 1 2 0
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2Т608Б: .
при Г  =  298 К .................................................................... 50 -16 0
при Г =  213 К .................................................................... 20 -  160
при Г  =  398 К .....................................................................50 -  300

КТ608А:
при Г  =  298 К .....................................................  . . . 2 0 - 8 0
при Г =  228 К ................................................................• . 7 -  80
при Г  =  358 К .................................................................... 2 0 -  200

КТ608Б:
при Т  =  298 К ........................ ........................................... 4 0 -1 6 0
при Г =  228 К .................................................................... 15-160
при Г  =  358 К .................................................................... 4 0 -  350

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  400 мА,
/Б =  80 мА не б о л е е .................................................................... 1 В
типовое значение........................................................... ....  0,4* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  400 мА, /Б =
=  80 мА не б о л е е .................................................................... 2 В
типовое значение .......................................................................... 1* В

Время рассасывания при /к =  150 мА, /Б =1 5  м А :
2Т608А, 2Т608Б не б о л е е ................... .... .............................100 не

типовое зн ачен и е .................................................................... 45* не
КТ608А, КТ608Б не б о л е е .................................................120 не

М одуль коэффициента передачи тока при t/кэ = 1 0  В, /к =
=  30 мА, / = 1 0 0  М Гц  не м е н е е .......................................  2
типовое значение..........................................................................4,5*

Емкость коллекторного перехода при 1/кбо =  'О В не бо­
лее ..................................................................................................15 пФ
типовое значение..........................................................................8* пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/Эбо =  0 не более . . .  50 пФ 
Обратный ток коллектора при f/кво=  60 В не более . . .10 мкА 
Обратный ток эмиттера при С/ЭБо =  4 В не более . . .  10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
/?эб <  1 кОм:

2Т608А, 2Т608Б:
при Гп =  213-^ 373 К ................................................. 60 В
при Гп =  398 К ................................................................ 45 В
при Гп =  423 К ........................................................... 30 В

КТ608А, КТ608Б:
при Гп =  228 н- 343 К ................................................. 60 В
при Г„ =  393 К ..........................................................  30 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при
ЯэБ <  1 кОм, ти <  10 мкс, Q >  2;
при Тп =  213ч- 373 К .....................................................  80 В
при Гп =  398 К ................................................................ 65 В
при Тп =  423 К ................................................................ 30 В
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КТ608А, КТ608Б:
при Т„ =  228 ч- 343 К .................................................. 80 В
при Тп =  393 К ...........................................................  40 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т608А, 2Т608Б:

при Тп =  213 -г- 373 К .................................................  60 В
при Г„ =  398 К ...........................................................  45 В
при Г,, =  423 К ...........................................................  30 В

КТ608А, КТ608Б:
при Тп =  228 ч- 343 К .................................................  60 В
при Т„ =  393 К ...........................................................  30 В

Импульсное напряжение коллектор-база при ти < 10 мке,
Q > 2 :

2Т608А, 2Т608Б:
при 7’п =  213 ч- 373 К .................................................  80 В
при Г,, =  398 К ...........................................................  65 В
при Гц =  423 К ...........................................................  40 В

КТ608А, КТ608Б:
при Гп =  393 К ...........................................................  40 В
при Т  =  228 ч- 393 К ......................................................  80 В

Импульсное напряжение эмиттер-база при ти <  10 мке,
Q >  2 2Т608А, 2Т608Б при Т  =  213 ч- 423 К ; КТ608А,
КТ608Б при Т  =  228 ч- 393 К ........................................ 8 В

Постоянный ток коллектора 2Т608А, 2Т608Б при Г  =
=  213 ч- 398 К ; КТ608А, КТ608Б при Т =  228 ч- 393 К  400 м А

Импульсный ток коллектора при ти <  10 мке, Q >  2 
2Т608А, 2Т608Б при Т =  213 ч- 398 К ; КТ608А, КТ608Б
при Т  =  228 ч- 393 К ......................................................  800 м А

Импульсный обратный ток эмиттера при ти <  10 мке,
Q >  2 2Т608А, 2Т608Б при Т  =  233 ч- 423 К ; КТ608А,
КТ608Б при Т  =  233 ч- 393 К ............................................  2 м А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 2Т608А, ■—
! 2Т608Б:

при Т =  213 ч- 323 К ................................................. 0,5 Вт
при Г  =  398 К ........................................................... 0,12 Вт

КТ608А, КТ608Б:
при Т  =  228 ч- 298 К .................................................  0,5 Вт
при Т  =  358 К ................................................................ 0,12 Вт

Тепловое сопротивление переход-окружающая среда . . 200 К/Вт 
Температура окружающей среды:

2Т608А, 2Т608Б ................................................................  213 -  398 К
КТ608А, КТ608Б................................................................  228 -  358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
ченее 5 мм от корпуса транзисторов при температуре пайки не 
эолее 533 К в течение 10 с. Допускается изгиб выводов на рас­
сеянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба 
1,5 — 2 мм. Значение допустимого электростатического потенциала 
ie более 1000 В.
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Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока кол­

лектора.

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.

Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

КТ616А, КТ616Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п пере­
ключательные.

Предназначены для работы в переключающих схемах. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Масса транзистора не более 0,6 г.

30 . . 5,3

-ВтЕ 

О С
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/кэ =  I В, /3  =  0,5 А  не менее:
К Т 61 6 А .........................................................................................40
КТ616Б ......................................................................................... 25

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  0,5 А,
/Б =  0,05 А  не б о л е е ................................................................ 0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  0,5 А,
/Б =  0,05 А  не б о л е е ................................................................ 2 В

Время рассасывания при /к =  0,15 А, /Б =  0,015 А  не более:
КТ616А....................................... ................................................. 50 не
КТ616Б .........................................................................................15 не

Емкость коллекторного перехода при С/ КБ0 = 1 0  В не бо­
лее ...................................................................................................15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при Uэвд =  0 не более . . . .  50 пФ 
Обратный ток коллектора при Uкбо= Ю В не более . . . .  15 мкА 
Обратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ =  20 В, /?ЭБ =

=  10 кОм не б о л е е .....................................................................15 мкА
Обратный ток эмиттера при {/350 =  4 В не б о л е е ....................15 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
Т  =233 -=- 358 К, ЛЭб = 1 0  к О м ..............................

Постоянное напряжение коллектор-база при Т  =
=  233 ч- 358 К ...........................................................

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =
=  233 -  358 К ............................................

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 4- 358 К

Импульсный ток коллектора при Т =  233 4- 358 К,
ти =  80 не, Q  >  1 0 ......................................................

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Т  =  233 4- 298 К .............................................
при Т  =  358 К ......................................................

Тепловое сопротивление переход-окружающая сре­
да ...................................................................................

Температура п ер ех од а .................................................
Температура окружающей среды...................................От 233 до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
1енее 5 мм от корпуса транзистора паяльником, нагретым до 
емпературы не более 533 К, в течение не более 10 с. Изгиб 
1ыводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса 
-ранзистора с радиусом закругления 1,5 — 3 мм. Запрещается кру- 
[ение вывода вокруг оси.
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КТ617А
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п переключа­

тельный.
Предназначен для работы в переключающих схемах. 
Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Масса транзистора не более 0,84 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эмиттером при f/кв =  2 В, /э =  0,4 А  не менее . . . .  30 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  150 мА,
/Б =  15 м А  не б о л е е ............................................................... 0,7 В

Модуль коэффициента передачи тока при U  кб =  Ю В,
/э =  30 мА, / = 1 0 0  МГц не м е н е е .................................. 1,5

Постоянная времени цепи обратной связи при / =  5 МГц,
С/КБ =  5 В, /к =  5 мА не б о л е е ............................................ 120 пс

Емкость коллекторного перехода при i/кБО =  Ю В не бо­
лее ...................................................................................................15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/Эбо =  0 не более . . .  50 пФ 
Обратный ток коллектора при (У«во =  30 В не более . . . .15 мкА 
Обратный ток эмиттера при {УЭ Б0 =  4 В не б о л е е ................... 15 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
Т =  233 -=- 358 К , ЯЭБ =  10 к О м .............................. 20 В

Постоянное напряжение коллектор-база при Т  =
=  233 -  358 К ........................................................... 30 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =
=  233 -г 358 К ....................................... \ . . . 4 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 -ь 358 К 400 мА 
Импульсный ток коллектора при Г  =  233 — 358 К,

ти =  80 не, Q >  10 ...................................................... 600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  233 -г- 298 К ............................................ 0,5 Вт
при Г  =  358 К ...................................................... 0,3 Вт

Тепловое сопротивление переход-окружающая сре­
да ....................................................................................  215 К/Вт

Температура п е р е х о д а ................................................. 423 К
Температура окружающей ср ед ы ..............................От 233 до 358 К
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П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
менее 5 мм от корпуса транзистора паяльником, нагретым до 
температуры 533 К, в течение не более 10 с. Изгиб выводов 
допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзис­
тора с радиусом закругления 1,5 — 3 мм. Запрещается кручение 
вывода вокруг оси. .

КТ618А
Транзистор кремниевый планарный п-р-п переключательный вы­

соковольтный.
Предназначен для работы в переключающих схемах.
Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.
Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эмиттером при 1/кб =  40 В, /э  =  1 м А  не менее . . . .  30 

М одуль коэффициента передачи тока при С/КБ =  40 В,
/э =  20 мА, / = 2 0  М Гц не м енее............................................. 2

Емкость коллекторного перехода при i /кво =  40 В не бо­
лее .................................................................................................. 7 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/Эбо =  0 не более . . .  50 пФ 
Обратный ток коллектор-эмиттер при i/кэ =  250 В, ЛЭБ =

=  1 кОм не б о л е е .............................. ..................................50 мкА
Обратный ток эмиттера при С/Э бо =  5 В не более . . . .  1 0 0  мк А

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмитер при
Т  =  233 4- 358 К, ЯЭБ =  1 к О м .............................. 250 В

Постоянное напряжение коллектор-база при Т  =
=  233 4- 358 К ...........................................................  300 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =
=  233 4- 358 К ...........................................................  5 В

Постоянный ток коллектора Т  =  233 4- 358 К . . . 0,1 А  
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  323 4- 298 К ........................................\ 0,5 Вт
при Т  =  358 К ......................................................  0,325 Вт

Тепловое сопротивление переход-окружающая сре­
да ...................................................................................  200 К/Вт
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Температура перехода . . . 
Температура окружающей среды

423 К 
От 233 до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
менее 5 мм от корпуса транзистора паяльником, нагретым до 
температуры 533 К, в течение не более 10 с. Изгиб выводов допуска­
ется на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с ра­
диусом закругления 1,5 — 3 мм. Запрещается кручение вывода вокруг 
оси.

КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Е
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п усилительные высоко­

частотные.
Предназначены для усилительных, и импульсных схем. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Масса транзистора не более 2 г.

Коллектор

Б аза

Эми.ттер-
23 В,6

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при t /K3 =  10 В, /к =  150 мА: 

при Г  =  298 К ;
К Т 6 3 0 А .............................................................................. 4 0 -1 2 0

КТ630Б...................................................................................  80 -  240
КТ630В, К Т 6 3 0 Г ............................................................... 4 0 -1 2 0

К Т 6 3 0 Д ..............................................................................  8 0 -  240
КТ630Е................................................................................... 160-480

при Г =  398 К:
К Т 6 3 0 А ..............................................................................  4 0 -  240
КТ630Б...................................................................................  80 -4 8 0
при Г = 2 1 3  К:

К Т 6 3 0 А ................................................. .............................15-120
КТ630Б...................................................................................  3 0 -  240

Граничное напряжение при /э =  100 мА, т„ <  300 мке,
Q >  200 не менее:

К Т 6 3 0 А .........................................................................
КТ630Б . 
КТ630В . 
КТ630Г . 
КТ630Д, КТ630Е ......................................................

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  
=  150 мА, /Б =  15 м А не б о л е е .............................

90 В 
80 В 

100 В 
60 В 
50 В

0,3 В
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Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  150 мА,
/Б =  15 м А  не б о л е е ....................................................... 1,1 В

Граничная частота коэффициента передачи тока в 
схеме с общим эмиттером при С/к = 1 0  В,
/к =  60 м А  не м ен ее ....................................................... 50 М Гц

Емкость коллекторного перехода при 1/кбо = 1 0  В
не б о л е е ..........................................................................  15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/эво =  0,5 В
не б о л е е ..........................................................................  65 пФ

Входное сопротивление в схеме с общей базой в 
режиме малого сигнала* при t/кв=  Ю В,
/э =  5 мА, /  =  270 Г ц .................................................. 5 — 8 Ом

Входное сопротивление в схеме с общим эмит­
тером в режиме малого сигнала при С/кэ =  Ю В,
/к =  5 мА, / =  270 Г ц .................................................. 200-1200 Ом
типовое значение............................................................ 500* Ом

Время включения * при /к =  200 мА, /Б =  40 мА,
ти =  10 м к е ...................................................................... 0,04 — 0,25 мке
типовое значение............................................................ 0 ,1* мке

Время выключения * при /к =  200 мА, /Б =  40 мА,
ти =  10 м к е ..................................................................... 0,08—0,5 мке
типовое значение............................................................0,25* мке

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
/к =  100 мка, Лэб =  3 кОм не менее:

КТ630А, К Т 6 3 0 Б ....................................................... 120 В
К Т630В ..........................................................................  150 В
К Т 6 3 0 Г ..........................................................................  100 В
КТ630Д, К Т 6 3 0 Е ....................................................... 60 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при /э =  100 мкА 
не менее:

КТ630А, КТ630Б, К Т630В ........................................  7 В
КТ630Г, КТ630Д, К Т630Е ........................................  5 В

Обратный ток коллектор-эмиттер при Л Эб =  3 кОм 
КТ630А, КТ630В при С/КЭ =  80 В; КТ630Г,
КТ630Д, КТ630Е при С/Кэ =  40 В не более . . . .  1 мкА 

Обратный ток эмиттера при С/3бо =  5 В не более . . .  0,1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб =
=  3 кОм, Т  =  233 398 К:

КТ630А, К Т 6 3 0 Б ...........................................................  120 В
К Т 6 3 0 В ...............................................................................  150 В
К Т 6 3 0 Г ...............................................................................  100 В
КТ630Г, К Т 6 3 0 Е ...........................................................  60 В

Постоянное напряжение коллектор-база при Т  =  233 
398 К:

КТ630А, КТ630Б ................................................................  120 В
К Т 6 3 0 В ...............................................................................  150 В
К Т 6 3 0 Г ...............................................................................  100 В
КТ630Д, К Т630Е ............................................ ..... 60 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =  233 ч-
398 К КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д . . .  7 В 

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 398 К КТ630А,
КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . .  1 А 

Импульсный ток коллектора при Т  =  233 398 К КТ630А,
КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . .  2 А 

Постоянный ток базы при Т  =  233 4- 398 К КТ630А,
КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . .  0,2А 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Т  =  233 -=- 298 К КТ630А, КТ630Б, КТ630В,
КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е ' ............................................ 0,8 Вт
при Г  =  358 К  КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г,
КТ630Д, К Т 6 3 0 Е ..........................................................  0,2 Вт

Температура п ер ех о д а ..........................................................  398 К
Температура, окружающей ср ед ы ....................................... От 233 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
менее 5 мм от корпуса транзистора при температуре не более 
533 К в течение не более 3 с. Изгиб выводов допускается на 
расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом 
изгиба 1,5 — 2 мм.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока кол­

лектора.
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р-п-р

1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1ТМ305В, 1Т305А, 
1Т305Б, 1Т305В, ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р усилитель­
ные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах усиления высокой частоты.
Транзисторы 1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1ТМ305В выпускаются в ме­

таллостеклянном корпусе на керамической плате (вариант 1 ), масса 
транзистора не более 0,8 г; транзисторы 1Т305А, 1Т305Б, 1Т305В, 
ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В — в металлостеклянном корпусе с гибкими 
выводами (вариант 2). Обозначение типа приводится на корпусе. 
Масса транзистора не более 0,5 г.

Вариант 1

Вариант 2
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Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  
=  10 мА, /Б = 1  м А  1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1Т305А.
1Т305Б, ГТ305А, ГТ305Б ................... .............................

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  10 мА 
/Б= 1  мА 1ТМ305А, 1ТМ305Б, IT305A, 1Т305Б 
ГТ305А, Г Т 3 0 5 Б ...........................................................

Граничное напряжение при /3 =  10 м А .........................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при С/кб = * В, /3 =  10 м А : 

при Т  =  298 К :
1ТМ305А, 1Т305А, Г Т 3 0 5 А .......................................
1ТМ305Б, 1Т305Б, ГТ 3 0 5Б .......................................

при Т  =  346 К  ( Т =  333 К ГТ305А, ГТ305Б):
ITM305A, 1Т305А, ГТ305А . ...................................
1ТМ305Б, 1Т305Б, ГТ305Б .......................................

при Г  =  213 К :
1ТМ305А, 1Т305А, Г Т 3 0 5 А .......................................
1ТМ305Б, 1Т305Б, ГТ 3 0 5Б .......................................

12 В 

0,5 В 

0,7 В

25-80
60-180

20-270
40-550

15-80
30-180

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при (/кб = 5  В, /3  =  5 мА: 

при Т  =  298 К 1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В . . . .  40-120 
при Г  =  346 К, /э = 1  мА (Г  =  333 К ГТ305В)
1ТМ305В, 1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В ......................... 30-400
при 7"= 213 К 1ТМ305В, IT305B, ГТ305В . . . .  20-120 

Модуль коэффициента передачи тока при / = 2 0  МГц,
(/КБ =  5 В, /э  =  10 м А не менее:

1ТМ305А, 1Т305А, Г Т 3 0 5 А .......................................  7
1ТМ305Б, 1Т305Б, ГТ305Б, IT305B, ГТ305В,
Г Т М 3 0 5 В .......................................................................... 8

Постоянная времени цепи обратной связи при / =  5 МГц, 
при С/кб =  5 В, /э =  5 м А :

1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1Т305А, 1Т305Б, ГТ305А,
Г Т 3 0 5 Б ...............................................................................  500 пс
1ТМ305В, 1Т305В, Г Т 3 0 5 В .......................................  300 пс

Емкость коллекторного перехода при С/кб =  5 В,
/ =  5 М Гц:

1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1Т305А, 1Т305Б, ГТ305А,
Г Т 3 0 5 Б ............................................................................... 7 пФ
1 Т М 3 0 5 В .......................................................................... 6 пФ

1Т305В, Г Т 3 0 5 В .......................................................... 5,5 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ =1 5  В,
^ бэ =  0,5 В не более:

при 7"= 213 К и Т =  298 К ..................................  6 мкА
при Т  =  346 К ............................................................... 80 мкА

Обратный ток эмиттера при С/в э =1 ,5  В (при
С/БЭ =  0,5 В 1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В) не более . . .  30 мкА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
^бэ =  0,5 В, Г =  213 -  346 К (при Т =  333 К
ГТ305А, ГТ305Б, Г Т 3 0 5 В )..................................  15 В

Постоянное напряжение коллектор-база (в схеме 
с общей базой) при Г  =  213 — 346 К (при 
Г  =  ЗЗЗК ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В) . . . .  15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  —
=  213 -  346 К (при Т =  333 К ГТ305А-ГТ305В ) 1,5 В

Постоянный ток коллектора:
при Т =  213 -г- 308 К ............................................  40 м А
при Г  =  308 -  346 К (при Г  =  333 К  ГТ305А, ________
ГТ305Б, Г Т 3 0 5 В )................................................. 5,2 1/358 -  Т  мА

Импульсный ток коллектора при т„ <  10 мке, .
^к.ср <  /’к.мак, Г =  213 ч -346 К (при Г =  333 К
ГТ305А, ГТ305Б, Г Т 3 0 5 В )..................................  100 м А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Г =  213 ч- 298 К .......................................  75 мВт
при Т =  298 -  346 К (при Т =  333 К ГТ305А,

ГТ305Б, Г Т 3 0 5 В )................................................. (358 -  Г)/0,8 мВт

П р и м е ч а н и е .  Постоянное напряжение эмиттер-база транзисто­
ров 1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В равно 0,5 В.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В.

50

40

■ч. 30
SC
S

го
ю

_ -Г 7 МЗО
ГТ

5 ,т
305

05,

/
//

П М 305Б ,П 305Б ,

1ТМ3058

293 303 313 323 ЗЗЗТ,К 293 303 313 3 2 3  3 3 3  Т,К

Зависимость обратного тока 
коллектор-эмиттер от темпера­

туры.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем­

пературы.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

эмиттера. 20 40 60 8 0 1 э,м А  
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Зависимость относительного пробивного напряжения коллектор-эмит­
тер от сопротивления база-эмиттер.

Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

|Л27э | 
12

10

8

6

4

иК6 = 5  В, Ь гом ГЦ

/
У

/ 1ТМ 305,
Т305

1305
/

2 4 6 8 1013,мА

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от тока

эмиттера.

|Л2?з|

16 1т 305,
ГТЗ

пзоь
05

\

Ук б =5Ь
13 *  5м  А

1

12 

8 

4 

О 
10 15 20 25 30 f, МГц

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от частоты.
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1Т308А, 1Т308Б, 1Т308В, ГТ308А, ГТ308Б, 
ГТ308В

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р универ­
сальные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в автогенераторах, усилителях мощ­
ности, импульсных схемах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе. ч

Масса транзистора не более 2,2 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э = 10 мА, / = 5 0  Гц,
Q =  10 4- 100 не м е н е е ....................................................... 15 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
- 50 мА, /Б =  3 м А  не более:

1Т308А, Г Т 3 0 8 А ............................................................ 1,5 В
1Т308Б, 1Т308В, ГТ308Б, Г Т 3 0 8 В ............................... 1,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  50 мА,
/Б =  1 мА не б о л е е ............................................................0,45 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/КБ =  ' В, /э =  10 мА: 

при Т  =  298 К :
1Т308А, Г Т 3 0 8 А ....................................................... 25-75

1Т308Б, Г Т 3 0 8 Б .......................................................50-120
1Т308В, Г Т 3 0 8 В ............................................................80-150

при Т =  343 К :
1Т308А, ГТ308А, ............................................................ 25-225
1Т308Б, ГТ308Б . . . ' .............................................  50-360
1Т308В, Г Т 3 0 8 В ........................ ...................................  80-450

при Г  =213 К  не менее:
1Т308А, Г Т 3 0 8 А ...........................................................  15
1Т308Б, Г Т 3 0 8 Б ...........................................................  30
1Т308В, Г Т 3 0 8 В ............................................................ 45

Модуль коэффициента передачи тока при / = 2 0  МГц, 
t/кв =  5 В, /э  =  5 м А не менее:

1Т308А, Г Т 3 0 8 А ............................................................ 4,5
1Т308Б, 1Т308В, ГТ308Б, Г Т 3 0 8 В ............................... 6

247



Постоянная времени цепи обратной связи при/ =  5 МГц,
С/кБ =  5 В, / 3  =  5 м А

1Т308А, 1Т308Б, ГТ308А, Г Т 3 0 8 Б .............................. 400 пс
1Т308В, ГТ308В . . . . ............................................  500 пс

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при £/кб =  5 В, /э  =  1 мА, / =  50 -н 1000 Гц не менее:

1Т308Б, Г Т 3 0 8 Б ................................................................ 15
1Т308В, Г Т 3 0 8 В ................................................................ 25

Коэффициент шума при (УКБ =  5 В, /э =  5 мА, /  =
=  1,6 М Гц 1Т308В, ГТ308В не б о л е е .......................... 8 дБ

Время рассасывания при £к =  10 В, /к =  50 мА не 
более:

1Т308А, ГТ308А при /Б = 4 м А ..................................  1 мке
1Т308Б, ГТ308Б при /Б = 2 м А ................................... 1 мке
1Т308В, ГТ308В при /Б'=  1,25 мА . . . . . .  . 1 мке

Емкость коллекторного перехода при (/«в =  5 В,
/ =  5 М Гц не б о л е е ............................................ ....  8 пФ

Емкость эмиттерного перехода при (/ЭБ =  1 В ,/ =  5 МГц
не б о л е е .................................................................................... 22 пФ

Обратный ток коллектора не более: 
при Г = 2 9 8  К  и Г  =  213 К:

при 1/КБ = 1 5  В ..........................................................  5 мкА
при С/КБ =  5 В ....................................... ..... 2 мкА
при Т  =  343 К, 1/КБ = 10 В .................................. 90 мкА

Обратный ток эмиттера не более:
при 1/ЭБ =  2 В ....................................................................  50 мкА
при U js  =  3 В ........................ ........................................... 1000 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т  =  213
318 К ........................................................................................  20 В

Импульсное напряжение коллектор-база при ти <  1 мке,
и эъ =  3 В, Т =  213 318 К .................................................  ЗОВ

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
< 1 кОм, Г =  213 н- 318 К .................................................  12 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при t/3Б =
=  3 В, Т =  213 318 К : .................................................  20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =  213 -ь
318 К ....................................................................................  3 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  213 343 К . . . 50 мА 
Импульсный ток коллектора при ти < 5 мке, Т  =  213

318 К ........................................................................................ 120 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

7"= 213-4-318 К .................................................................... 150 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

ти < 5 мке, Т  =  213 н- 318 К ............................................  360 мВт
Тем.пература п ер ех о д а ..........................................................  358 К
Температура окружающей ср ед ы ....................................... От 213 до

343 К
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П р и м е ч а н и я :  1. При Т  =  318 -7- 343 К предельно эксплуата­
ционные данные уменьшаются через каждые 5 К : постоянное и 
импульсное напряжения коллектор-база на 1 В, постоянное на­
пряжение коллектор-эмиттер на 0,4 В, постоянное напряжение эмит­
тер-база на 0,2 В, импульсный ток коллектора на 4 м А , им­
пульсная рассеиваемая мощность на 10 мВт. Постоянная рассеивае­
мая мощность коллектора, мВт, при Т  =  318 343 В рассчиты­
вается по формуле

^к. макс =  (358 -  Г)/0,25.

При эксплуатации транзистора следует учитывать возможность 
его самовозбуждения.

2. Разрешается производить пайку выводов на расстоянии не менее 
5 мм от корпуса путем погружения в расплавленный припой с 
температурой 533 К на 10 с.

Изгиб выводов разрешается на расстоянии не менее 3 м м  от 
корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм. .
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коллектора от температуры.
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ГТ309А, ГТ309Б, ГТ309В, ГТ309Г, ГТ309Д, 
ГТ309Е

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р усилитель­
ные высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в схемах усиления высоко­
частотных сигналов.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе 6 гибкими выводами. 
Обозначение типа проводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

02,6
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при {/кэ =  5 В, /э =  5 м А  не 
менее:

ГТ309А, ГТ 3 0 9 Б ................................................................ 120 М Гц
ГТ309В, Г Т 3 0 9 Г ................................................................ 80 М Гц
ГТ309Д, Г Т 3 0 9 Е ................................................................ 40 М Гц

Модуль коэффициента передачи тока при 1/кэ =  5 В,
/3  =  5 мА, / = 2 0  М Гц не менее:

ГТ309А, ГТ 3 0 9Б ................................................................  6
ГТ309В, Г Т 3 0 9 Г ................................................................  4
ГТ309Д, Г Т 3 0 9 Е ................................................................  2

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/кэ =  5 В,
/э =  5 мА, / =  5 М Гц не более:

ГТ309А, ГТ 3 0 9Б ................................................................  500 пс
ГТ309В, ГТ309Г, ГТ309Д, Г Т 3 0 9Е ............................... 1000 пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при UKэ =  5 В, /э  =  5 м А : 

при Т =  293 К :
ГТ309А, ГТ309В, ГТ309Д .............................................  20-70

ГТ309Б, ГТ309Г, ГТ309Е .............................................60-180
при Т  =  328 К:

ГТ309А, ГТ309В, ГТ309Д .............................................20-140
ГТ309Б, ГТ309Г, ГТ309Е .............................................  60-380

при Т  =  253 К:
ГТ309А, ГТ309В, Г Т 3 0 9 Д ........................................  16-70

ГТ309Б, ГТ309Г, Г Т 3 0 9 Е ........................................ 30-180
Входное сопротивление в схеме с общей базой при

i/KE =  5 В, /э  =  1 м А не б о л е е ........................................ 38 Ом
Выходная проводимость в схеме с общей базой при

1/Кб =  5 В, /э  =  5 м А не б о л е е ....................................5 мкСм
Коэффициент шума при С/кэ =  5 В, /э =  1 мА, /

=  1,6 М Гц ГТ309Б, ГТ309Г не б о л е е ..............................  6 дБ
Емкость коллекторного перехода при UKE =  5 В, /  =  5 М Гц

не б о ле е ....................................................................................  10 пФ
Обратный ток коллектора при С/КБ =  5 В не более:

при Т  =  293 К ................................................................  5 мкА
при Т  =  328 К ................................................................ 120 мкА

Предельные эксплуатационные данные

1остоянное напряжение коллектор-эмиттер при Л БЭ <
<  10 к О м ...............................................................................  10 В

1остоянный ток коллектора.................................................. 10 м А
1остоянная рассеиваемая мощность:

при Т =  293 К ................................................................ 50 мВт
при Г  =  328 К ................................................................ 15 мВт

емпература п ер еход а ...........................................................  343 К
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Общее тепловое сопротивление............................................ 1 К/мВт
Температура окружающей среды в пределах . . . .  От 233 до

328 К

Входные характеристики. Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.

Зависимость модуля коэффици- Зависимость емкости колле» 
ента передачи тока от тока торного перехода от напряж( 

эмиттера. ния коллектор-база.

ГТ310А, ГТ310Б, ГТ310В, ГТ310Г, ГТ310Д, 
ГТ310Е

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р усилител! 
ные с нормированным коэффициентом шума высокочастотные м; 
ломощные.

Предназначены для работы в усилителях высокой частот! 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводам: 
Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,1 г.
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Коллек­
тор

V 0,7
Электрические параметры

Коэффициент шума при / = 1 ,6  М Гц, 1/КБ =  5 В,
/э  =  1 м А  не более:

ГТ310А, ГТЗ 1 О Б ................................................................
ГТ310В, ГТ310Г, ГТ310Д, Г Т 3 1 0 Е ........................  .

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при Uкб =  5 В, /э  =  1 мА, / =  50 -г- 1000 Гц:

ГТ310А, ГТ310В, Г Т 3 1 0 Д ............................................
ГТ310Б, ГТ310Г, Г Т 3 1 0 Е ............................................ 60 -180

Модуль коэффициента передачи тока при £/кб =  5 В,
/э =  5 мА, / = 2 0  М Гц не менее:

ГТ310А, ГТ310Б ................................................................ 8
ГТ310В, Г Т 3 1 0 Г ................................................................ 6
ГТ310Д, ГТ310Е ................................................................ 5

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/КБ =
=  5 В, /э  =  5 мА, / =  5 М Гц не более:

ГТ310А, ГТ310Б, ГТ310В, Г Т 3 1 0 Г .............................. 300 пс
ГТЗ 1 ОД, ГТ310Е ................................................................ 500 пс

}ходное сопротивление в схеме с общей базой при
1/КБ =  5 В, /э  =  1 мА не б о л е е .......................................

выходная проводимость в схеме с общей базой при 
t/кв =  5 В, /э =  1 мА, / =  50 ч- 1000 Гц не более . . .

3 дБ
4 дБ

2 0 -7 0

38 Ом

3 мкСм

Предельные эксплуатационные данные

1 остоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т  =  233 ч- 
328 К:

при Л БЭ 10 к О м :...........................................................  10 В
при Л БЭ =  200 к О м ......................................................  6 В

1остоянное напряжение коллектор-база при Т  =  233 ч-
328 К ........................................................................................ 12 В

[остоянный ток коллектора при Т  =  233 ч- 328 К . . . 10 м А  
1остоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Г  =  233 ч- 308 К .....................................................................20 мВт
епловое сопротивление переход-среда..............................2 К/мВт
емпература перехода...........................................................  348 К
'емпература окружающей среды ....................................... От 233 до

328 К
П р и м е ч а н и е .  Максимально допустимая постоянная рассеивае- 

:ая мощность коллектора, мВт, при Г  =  308 ч- 328 К  определяется
э формуле

/•к  макс =  (348 -  Л /2 .
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1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В, ГТ320А, ГТ320Б, 
ГТ320В

Транзисторы германиевые диффузионно.-сплавные р-п-р переключа­
тельные высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в схемах переключения и уси­
ления сигналов высокой частоты.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2,2 г. •

Электрические параметры

Граничная частота при £/кэ =  5 В, /э =  10 мА 
не менее:

Г Т 3 2 0 А ....................................................................
Г Т 3 2 0 Б .....................................................................
1Т320А, 1Т320Б, Г Т 3 2 0 А ..................................
1 Т320В .....................................................................

Постоянная времени цепи обратной связи при 
С/КБ =  5 В, /э =  5 мА, / =  5 М Гц  не более: 

1Т320А, ГТ320А, 1Т320Б, ГТ320Б,
1 Т320В ....................................................................
ГТ320В ....................................................................

Время рассасывания при /«.„ас =  Ю мА, /Бнас =
- 1 м А  не более:

1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В ..................................
Г Т 3 2 0 А ....................................................................
ГТ320Б ....................................................................
ГТ320В ....................................................................
типовое значение 1Т320А, 1Т320Б,
1Т320В ....................................................................

Статический коэффициент передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при 1/КБ = 1  В, /э =  10 мА: 

при Т  =  293 К:
Г Т 3 2 0 А ................................................................
Г Т 3 2 0 Б ................................................................
Г Т 3 2 0 В ................................................................

80 М Гц 
120 М Гц 
160 М Гц 
200 М Гц

500 пс 
600 пс

200 не 
400 не 
500 не 
600 не

150* не

20-80
50-120
80-250
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при Т  =  298 К :
1 Т 3 2 0 А ................................................................  40-100
1 Т 3 2 0 Б ................................................................  70-160
1 Т 3 2 0 В ................................................................  100 т  250

при Г = 2 1 3  К 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В . . .  От 0,6 до 1,2
значения при 

Т  =  298 К
при Т  =  343 К не менее:

1 Т 3 2 0 А ................................................................  40—1,75 значения
' при Г  =298 К

1 Т 3 2 0 Б ................................................................  70—1,75 значения
при Т  =  298 К

1 Т 3 2 0 В ................................................................ 100 — 2 значения
при Г  =  298 К

IГраничное напряжение при Л» = 1 0  м А  не более:
' 1Т320А ................................................................  14 В

1 Т 3 2 0 Б ................................................................  12 В
1 Т 3 2 0 В ................................................................  10 В

типовое значение *:
1 Т 3 2 0 А ................................................................  15,5 В
1 Т 3 2 0 Б ................................................................  13,5 В
1 Т 3 2 0 В ................................................................  11 В

[Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 
/к =  200 мА, /Б =  20 мА не более:

1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В ...................................  1 В
ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В ...................................  2 В
типовое значение 1Т320А, 1Т320Б,

. 1Т320В ........................................................... ..... . 0,43* В
(Напряжение насыщения база-эмиттер при /« =

=  10 мА, /Б =  1 мА не более:
1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В........................................ 0,45 В
ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В ...................................  0,5 В
типовое значение для 1Т320А, 1Т320Б,
1Т320В .....................................................................  0,3* В

Обратный ток коллектора не более:
1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В при Г  =  298 К,
С/|(Б 20 В .  . . . • • • • ■ • • • ■  5 мкА 
ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В при Г  =  293 К,

С/КБ =  20 В ................................................................  10 мкА
ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В при Г  =  293 К,

1/КБ =  5 В ................................................................  2 мкА
1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В при Г  =  343 К,

{/КБ =  15 В ........................................................... ....  150 мкА
)братный ток эмиттера {/эб =  2 В не более:

1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В при 7 =  298 К  . . . 50 мкА 
ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В при Т =  293 К  . . . 50 мкА 

!мкость коллекторного перехода при С/кв =  5 В
не б о л е е .....................................................................  8 пФ

ёмкость эмиттерного перехода при 1/эб =  1 В 
не б о л е е .....................................................................  25 пФ
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: .
при Г  <5 318 К ................................................................ 20 В
при Г  =  343 К ................................................................ 15 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при запер­
том эмиттере:

при Г  <  318 К ...............................................................  20 В
при Т  =  343 К ................................................................ 15В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб =
=  0 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В:

при Г  =  213 ч- 318 К .....................................................  15 В
при Г  =  343 К ................................................................ 10 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб =
1 кОм:
при Т  <  318 К:

1 Т 3 2 0 А .......................................................................... 14 В
ПГ320А, 1 Т 3 2 0 Б ..........................................................  12 В
Г Т 3 2 0 Б .......................................................................... 11В
1 Т 3 2 0 В .......................................................................... 10 В
Г Т 3 2 0 В ..........................................................................  9 В

при Т  =  343 К : .
1 Т 3 2 0 А .......................................................................... 12 В
1 Т 3 2 0 Б .......................................................................... 10 В
1 Т 3 2 0 В .......................................................................... 8 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
при Г  < 318 К ................................................................ 3 В
при Т  =  343 К ................................................................ 2,5 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ =  0, 
т„ < 1 мкс, Q >  10:

при Г  < 318 К ................................................................ 25 В
при Т  =  343 К ...............................................................  20 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при запертом 
эмиттере, ти < 1 мкс, Q >  10 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В:

при Т  =  213 4- 318 К .....................................................  25 В
при Г  =  343 К ...............................................................  20 В

Постоянный ток коллектора: 
при Т  <  318 К :

1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В . .......................................  200 мА
ГТ320А, ГТ320Б, Г Т 3 2 0 В ....................................... 150 мА

при Г  =  343 К  1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В . . . .  100 мА 
Импульсный ток коллектора при ти < 5 мкс, Q >  10:

при Г  <  318 К ...............................................................  300 мА
при Т  =  343 К ...............................................................  250 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:
при Г =  218 4- 318 К дня ГТ320А, ГТ320Б,
Г Т 3 2 0 В ............................................................................... 200 мВт
при Г =  213 4- 323 К для IT320A, 1Т320Б,
1 Т 3 2 0 В ............................................................................... 200 мВт

при Т  =  343 К ............................................................... 100 мВт
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I

Импульсная рассеиваемая мощность (мгновенное значе­
ние) при ти < 5 мке, Q >  10:

при 7~ < 318 К ................................................................  1 Вт
при Г  =  343 К ................................................................  0,7 Вт

Общее тепловое сопротивление для 1Т320А, 1Т320Б,
1 Т 3 2 0 В ...............................................................................  200 К/Вт

Температура п ерехода ............................. .............................  363 К
Температура окружающей среды

1Т320А, 1Т320Б, 1 Т 3 2 0 В .............................................От 213 до
343 К

ГТ320А, ГТ320Б, Г Т 3 2 0 В .............................................От 218 до
343 К
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17320А-17320В
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3

/

h = 0,11к /

50 100 150 200 2501к,мА

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

температуры.

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.

'п з г 'о А - 'п з г о в
'I—  Г Т320А -Г  Т320В

1Т320А-1Т320В 
гтзгол -ГТ320В

213 233 253 273 293 3137,К

0,2

0 50 100 150 200 2501к,мА

}ависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от темпе­

ратуры.

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока 

коллектора.
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1Т320А -  П320В 
Г Т320А — ГТ320В

450

Ш

350

300

'250

200
150

'икв=20В
1«.нас = 200мА

1ё1 = W  мА 
1В2 = 20мА

1Т320А-1Т320В

ГТ320А—ГТ320В

213 233 253 273 293 313 7, К . 213 233 253 273 293 316 Т, К

Зависимость времени рассасыва­
ния от температуры.

Зависимость времени рассасыва­
ния от температуры.

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 
1Т321Е, ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, 

ГТ321Д, ГТ321Е

Транзисторы германиевые конверсионные р-п-р переключатель­
ные высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения, в схемах переключения.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­

дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 2,2 г.

Электрические параметры

Граничная частота при {/КБ=1 0  В, /э = 1 5  мА
не м е н е е ..................................................................... 60 М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи при 
^ К Б = Ю  В, /э = 1 5  мА, / = 5  М Гц  не более:

1Т321 А , 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д,
1 Т 3 2 1 Е ..................................................................... 400 пс
ГТ321 А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д,
Г Т 3 2 1 Е ..................................................................... 600 пс
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Время рассасывания при /к „ас =  700 м А  не более:
1Т321 А, ГТ321 А, 1Т321Г, ГТ321Г при

/Б нас =  70 м А ............................................ ..... 1 мке
1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д при

/б нас =  35 м А ...........................................................  1 мке
1Т321В, ГТ321 В, 1Т321Е, ГТ321Е при

/б. нас 17,5 м А ...........................................................  1 мке
Статический коэффициент передачи тока в схеме 

с общим эмиттером при £/«э =  3 В, =  500 мА: 
при Г =  293 К:

ГТ321А, ГТ321Г .................................................. 20 -60
ГТ321Б, ГТ321Д .................................................  40-120
ГТ321В, ГТ321Е .................................................  80-200

при Г  =  298 К: '
1Т321 А , 1Т321Г.................................................  20 -60
1Т321Б, 1Т321Д.................................................  40-120
1Т321В, 1Т321Е.................................................  80-200

при Г  =  213 К 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В,
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е ...................................  От 0,5 до 2

значений при 
Т  =  298 К

при Т  =  343 К 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В,
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е ......................... ....  . От 0,4 до 2

значений при 
Г  =  298 К

Граничное напряжение при Г =  298 ч- 343 К,
/э =  700 м А  не менее:

1Т321 А, 1Т321Б, 1Т321В ...................................  45 В
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е ...................................  35 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 
/к =  700 м А не более:

1Т321 А, ГТ321 А, 1Т321Г, ГТ321Г при
/Б =  140 м А ................................................................ 2,5 В

1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д при
/Б =  70 м А ...........................................................  2,5 В

1T32IB, ГТ321В, 1Т321Е, ГТ321Е при
/б =  35 м А ................................................................ 2,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =
=  700 мА не более:

1Т321А, ГТ321 А, 1Т321Г, ГТ321Г при
/Б =  140 м А ................................................................ 1,3 В

1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д при
/Б =  70 м А ................................................................ 1,3 В

1Т321 В, ГТ321В, 1Т321Е, ГТ321Е при
/Б =  35 м А ................................................................ 1,3 В

Обратный ток коллектора не более: 
при Т  =  293 К:

ГТ321 А, ГТ321Б, ГТ321В при С/КБ =
=  60 В ................................................................ 500 мкА
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ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е при U KB =
=  45 В ...............................................................  500 мкА

при Т  =  298 К :
1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В при {УКб =
=  60 В ................................................................ 500 мкА
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е при С/Кб =
=  45 В ................................................................ 500 мкА
1Т321 А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д,
1Т321Е при £Укб =  30 В .............................  100 мкА

при Т  =  343 К, (/Кб =  30 В 1Т321А,
1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д,
IT 3 2 1 E ..................................................................... 1,2 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер при Л БЭ =  100 Ом 
не более:

1Т321А, ГТ321 А , 1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321В,
ГТ321В, при 1/кэ =  50 В . ........................  0,8 мА
1Т321Г, ГТ321Г, 1Т321Д, ГТ321Д, 1Т321Е,
ГТ321Е при - i/кэ =  40 В .............................  0,8 мА

Емкость коллекторного перехода при 1/кб = 1 0  В
не б о л е е .................... ................................................ 80 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/эб =  0,5 В 
не более:

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д,
1Т321Е....................................................................  550 пФ
ГТ321 А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д,
ГТ321Е ..................................................................... 600 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: при Г =  213 н- 
318 К:

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В................................................  60 В
1Т321Г, 1Т321Д, 1 Т 3 2 1 Е ............................................ 45 В

при Т  =  343 К для 1Т321 А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г,
1Т321Д, 1Т321Е............................................................ . 30 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т  =  213 -т- 
293 К, ЛБЭ <  100 Ом:

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В................................................  50 В
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е................................................  40 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при отклю­
ченной базе:

ГТ321 А, ГТ321Б, Г Т 3 2 1 В ...........................................  40 В
ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е ............................................ 30 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В................................................  4 В
1Т321Г, 1Т321Д, 1 Т 3 2 1 Е ...........................................  2,5 В 1

Импульсное напряжение коллектор-база при ти < 30 мкс:
1Т321 А, 1Т321Б, 1 Т 3 2 1 В ...........................................  60 В
1Т321Г, 1Т321Д, 1 Т 3 2 1 Е ...........................................  45 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ
< 100 Ом, ти < 30 мкс:
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1T32IА, 1Т321Б, 1Т321В . 
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е

50 В 
40 В

Постоянный ток коллектора 200 м А
Постоянный ток базы . . . . . . . . . .. . . . 30 м А
Импульсный ток коллектора при ти < 30 мке:

при Т  < 318 К . . . 2 А
при Г  = 333 К . . . 1,64 А
при Т  = 343 К 1Т321 А, 1Т321Б, IT321B, 1Т321Г,
1Т321Д, 1Т321Е . . . 1,4 А

Импульсный ток базы при т„ < 30 мке . . ,. . . . 0,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т  <  318- К . . . 160 мВт
при Г 333 К  . . . . . • . . . . .. . . . 100 мВт
при Г  = 343 К 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г,
1Т321Д, 1Т321Е . . . 60 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность при ти <  30 мке:
при Г  < 318 К . . . 20 Вт
при Т  = 333 К . . . 15,2 Вт
при Г 343 К 1Т321 А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г,
1Т321Д, 1Т321Е . . . . . . . . . . . . . • 12 Вт

Общее тепловое сопротивление* 1Т321А, 1Т321Б,
1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е...................................  250 К/Вт

Температура перехода:
ГТ321 А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д,

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д,
1Т321Е

Температура окружающей среды:
1Т321 А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д,
1Т321Е

ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В,, ГТ321Г, ГТ321Д,
ГТ321Е

353 К

358* К

343 К

333 К

\ 1ТЗ21А - 
'321А

-1ТЗ
-гт

21Е, 
321Е

\
-U k.

I k =0,5
Н \
'А к

\
0,25 0,5 0,75 1 1,251К

Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от тока 

коллектора.

213 233 253 273 293 313 Т,К
Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока в схеме с общим 

эмиттером от температуры.
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Зона возможных положений за­
висимости напряжения насыще­
ния база-эмиттер от темпера­

туры. ,

Зона возможных положений за­
висимости напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

температуры.

Зависимость максимально до­
пустимого постоянного напря­
жения коллектор-эмиттер от 
сопротивления в цепи база- 

эмиттер.

Зависимость максимально до­
пустимого постоянного напря­
жения коллектор-эмиттер от 
сопротивления в цепи база- 

эмиттер.

ГТ322А, ГТ322Б, ГТ322В

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р усили­
тельные с нормированным коэффициентом шума высокочастотные 
маломощные.

Предназначены для работы в усилителях промежуточной и вы­
сокой частот.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­
дами. Корпус транзистора электрически соединен с дополнитель­
ным (четвертым) выводом и может быть использован в качестве 
экрана. Выводы эмиттера, базы и коллектора электрически изоли­
рованы от корпуса транзистора.

Масса транзистора не более 0,6 г.
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Электрические параметры

Коэффициент шума при / = 1 ,6  М Гц, U kb =  5 В, f j  =
=  1 мА не б о л е е ................................................................ 4 дБ

Статический коэффициент передачитока в схеме с общим 
эмиттером при {/Кэ =  5 В, /к =  1 м А :
Г Т 3 2 2 А .............................................................................. 3 0 - 1 0 0
Г Т 3 2 2 Б .............................................................................. 50-120
Г Т 3 2 2 В .............................................................................. 2 0 - 1 2 0

Модуль коэффициента передачи тока при / = 2 0  МГц,
£/КБ =  5 В, /э =  1 мА не менее:
ГТ322А, ГТ322Б ................................................................ 4
ГТ322В ............................................................................... 2,5 .

Постоянная времени цепи обратной связи при/ =  5 МГц, 
и Кв =  5 В, /э =  1 мА не более:
Г Т 3 2 2 А ..............................................................................  50 пс
Г Т 3 2 2 Б ..............................................................................  100 пс
Г Т 3 2 2 В ..............................................................................  200 пс

Емкость коллекторного перехода при U kb =  5 В, / =
=  10 М Гц не более:

ГТ322А, Г Т 3 2 2 « ................................................................1,8 пФ
Г Т 3 2 2 В .............................................................................. 2,5 пФ

Входное сопротивление в схеме с общей базой при 
(7Кэ =  5 В, /э =  1 мА, / = 5 0  — 1000 Гц не бо­

лее ........................................................................................ 34 Ом
Выходная проводимость в схеме с общей базой при 

UKэ =  5 В, /э =  1 м А ,/  =  50 — 1000 Гц не более . . . .  1 мкСм 
Обратный ток коллектора при С/кб = 1 0  В не бо­

лее:
при Т  =  293 К ................................................................4 мкА
при Т  =  328 К ................................................................100 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер: 

при Г =  233 и 328 К, ЛБЭ < 10 кОм:
ГТ322А, ГТ322В ......................................................  10 В
ГТ322Б . . ; ......................................................  6 В

при 7-= 293 К, Л БЭ= Ю  к О м ............................... 15 В
Постоянное, напряжение коллектор-база при Т  =
' =  233 -  328 К ...........................................................  25 В
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Постоянный ток коллектора при Т  =  233 4- 328 К 10 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  233 -т- 298 К ............................................ 50 мВт
при Г  =  328 К ...................................................... 10 мВт

Тепловое сопротивление переход-среда.................... 0,7 К/мВт
Температура перехода:

ГТ322А, ГТ 3 2 2 В ......................................................  335 К
ГТ322Б . . . . \ ...........................................  332 К

Температура окружающей с р ед ы ............................. От 233 до 328 К

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость относительного об­
ратного тока коллектора от 

температуры.

10 103 10s 107 109f j n

Зависимость относительного ко­
эффициента шума от частоты.

ГТ338А, ГТ338Б, ГТ338В
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р лавинные 

маломощные.
Предназначены для применения в быстродействующих импуль­

сных схемах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 1,2 г.
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Коллектор

Напряжение лавинного пробоя при /?,, =  75 
=  40 -г 60 пФ, / = 1 5  кГц не менее:

Г Т 3 3 8 А ...........................................................

Электрические параметры
Ом,

...................................................... ..... 8 В
Г Т 3 3 8 Б .................................................................................... 13 В
Г Т 3 3 8 В ....................................................................................

Время нарастания импульса при Лн =  75 Ом, С/кэ =  20 В,
/ = 1 5  кГц не б о л е е ................................................................

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ =  5 В ,/ =  10 М Гц
не б о л е е .........................................................................................

Обратный ток коллектора при С/КБ =  20 В не более . . . 
Обратный ток коллектор-эмиттер при (/кэ =  20 В, Л БЭ =  

=  200 Ом не б о л е е ................................................................

5 В

2 пФ 
30 мкА

1 мА

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ < 200 Ом 20 В
Ток коллектора в лавинном режиме......................... 1 А
Постоянная рассеиваемая м ощ ность......................... 100 мВт
Температура п ереход а .................................................  358 К
Тепловое сопротивление.................................................  0,6 К/мВт
Температура окружающей с р ед ы ..............................От- 233 до 328 К

КТ343А, КТ343Б, КТ343В
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р универ­

сальные высокочастотные маломощные.
Предназначены для работы в переключающих, импульсных и 

усилительных схемах высокой и низкой частот, генераторах низкой 
и высокой частот.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.
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Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  10 мА,
/Б =  1 м А  не более ...........................................................0,3 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при (/«Б =  0,3 В, /э =  10 м А не менее:
КТ343А, К Т343В ....................................................................  30
К Т 3 4 3 Б ......................................................................... ....  . 50

М одуль коэффициента передачи тока при / = 1 0 0  МГц,
и кь =  5 В, /э =  10 мА не м е н е е ..................................  3

Время рассасывания при Itf =  10 мА, /Б =  1 мА не бо­
лее:

КТ343А, К Т343В .................................................................... 10 не
КТ343Б ' ...................................................................................20 не

Емкость коллекторного перехода при V кБ =  5 В ,/ =  10 МГц
не б о л е е ........................................................................................6 пФ

Емкость эмиттерного перехода при. 1/БЭ =  0 В, / =  10 МГц
не б о л е е ........................................................................................8 пФ

Обратный ток коллектора при (/КБ =  10 В КТ343А, КТ343Б
и при U KB =  7 В КТ343В не б о л е е .................................. 1 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при Л БЭ =  10 кОм, UK3 =
=  ^кэ.макс не б о л е е .................................................................... 100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
ЛБЭ < Ю кОм, Т  =  233 -=- 358 К:

КТ343А, КТ343Б ...................................................... 17 В
К Т 3 4 3 В ....................................................................  9 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при /ЭБо =
=  100 мкА, Т  =  233 -  358 К ................................... 4 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 -г- 358 К 50 мА

Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мкс,
Q >  500, Т  =  233 — 358 К .......................................  150 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при '
Т  =  233 -  348 К ...............................................................  150 мВт
Температура п ер еход а ................................................. 423 К
Температура окружающей ср ед ы ..............................От 233 до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рассеи­
ваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  348 -н 358 К рассчиты­
вается по формуле

Рк. „ а к с  =  (423 -  Г)/0,5.

2. Допускается производить пайку на расстоянии не менее 
5 мм от корпуса транзистора. Разрешается производить пайку 
путем погружения выводов не более чем на 3 с в расплавленный 
припой с температурой 533 К.

Минимальное расстояние места изгиба вывода от корпуса 
транзистора не менее 3 мм, радиус изгиба не менее 1,5 мм.

Электрические параметры
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При включении транзистора в электрическую цепь, находящуюся 
под напряжением, коллекторный вывод должен присоединяться по­
следним и отсоединяться первым. Не рекомендуется эксплуатация 
транзисторов с отключенной по постоянному току базой. Не реко­
мендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, соизмери­
мых с неуправляемыми обратными токами во всем диапазоне 
температур.

КТ345А, КТ345Б, КТ345В

Транзисторы кремниевые 
эпитаксиально-планарные р-п-р 
универсальные высокочастотные 
маломощные.

Предназначены для приме­
нения в переключательных, им­
пульсных и усилительных вы­
сокочастотных схемах.

Выпускаются в пластмассо­
вом корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа при­
водится на корпусе.

Масса транзистора не бо­
лее 0,5 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при U Kj =  5 В, /э =  10 мА не

менее........................................................................................ 350 М Г ц
Время рассасывания при /к =  100 мА, /Б =  10 мА не
б о ле е ........................................................................................ 70 не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при (/кэ =  1 В, /э  =  100 мА:

К Т 3 4 5 А ..............................................................................2 0 - 6 0
К Т 3 4 5 Б .............................................................................. 5 0 - 8 5
К Т 3 4 5 В ..............................................................................7 0 - 1 0 5

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /« =
=  100 мА, /Б =  10 м А ................................................. 0 ,1 4 -0 ,3  В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  100 мА,
/Б =  10 м А ......................................................................... 0,92 -  1,1 В

Емкость коллекторного перехода при £/кБ =  5 В, / =
=  10 МГц не б о л е е ........................................................... 15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/эб =  0 В, / =
=  10 МГц не б о л е е ........................................................... 30 пФ

Обратный ток коллектора при С/|<Б =  20 В не более . . .  1 мкА 
Обратный ток эмиттера при (УэБ =  4 В не более . . .  1 м кА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллек­
тор-эмиттер ...............................................................  20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база........................  4 В
Постоянный ток коллектора ....................................... 200 мА
Импульсный ток коллектора....................................... 300 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т  <  313 К ................................................. ....  100 мВт
при Т  =  358 К ...................................................... 59 мВт

Импульсная рассеиваемая м ощ н ость........................  300 мВт
Температура п ер еход а ................................................. 423 К
Тепловое сопротивление переход — окружающая сре­

да ................................................................................... 1,1 К/мВт
Температура окружающей с р е д ы .............................От 233 до 358 К

КТ350А

о о 
о о

<3la

0,5

4,1

CsJ

' 1л
г

0,35

Транзистор кремниевый эпи­
таксиально-планарный р-п-р уни­
версальный высокочастотный ма­
ломощный.

Предназначен для переключе­
ния и усиления сигналов высокой 
частоты.

Выпускается в пластмассовом 
корпусе с гибкими выводами.

На корпусе наносится условная 
маркировка двумя точками серого 
и розового цвета.

Масса транзистора не более 
0,3 г.

Электрические параметры

Граничная частота при U кв =  5 В, /3 = 1 0  мА:
не м енее..............................................................................100 М Гц
типовое значение...............................................................  280* МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при Uкб = 1  В, /3 =  500 мА:
при Т  =  298 К ...............................................................  2 0 -  200
типовое значение ..........................................................  70*
при Т  =  233 К не м е н е е ............................................0,5 значе­

ния при 
Т  =  298 К

при Т  =  358 К ............................................................... От 0,9 до
2 значений 

при Т  =
. =  298 К
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Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  500 мА, /Б =  50 мА не б о л е е ................................... 1 В
типовое зн ачен и е ................................................................0.19* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  500 мА,
/Б =  50 мА не б о л е е ...........................................................  1,25 В
типовое значение................................................................0.92* В

Обратный ток коллектора при {/КБ = 1 0  В не более:
при Т  =  298 К ................................................................ 1 мкА

при Т  =  355 К .....................................................................15 мкА
Обратный ток эмиттера при =  4 В не более . . .  10 мкА 
Емкость коллекторного перехода при (У «Б =  5 В не бо­

лее ........................................................................................  70 пФ
типовое значение................................................................12* пФ

Емкость эмиттерного перехода при £/ЭБ = 1  В не бо­
лее ........................................................................................ 100 пФ
типовое значение ................................................................ 68* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база.................... 20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЛЭБ < Ю к О м ................................................................  15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база.........................  5 В
Импульсный ток коллектора при ти < I мс, I

Q > 10 .......................................................................... 600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  233 -=- 303 К ............................................  300 мВт
при Г =  358 К . . ............................................. 162,5 мВт

Общее тепловое сопротивление......................... ....  400 К/Вт
Температура п ереход а .................................................  423 К
Температура окружающей с р ед ы .............................. От 233 до 358 К

КТ351А, КТ351Б

Транзисторы кремниевые эпитак­
сиально-планарные р-п-р универсаль­
ные высокочастотные маломощные.

Предназначены для переключения 
и усиления сигналов высокой частоты.

Выпускаются в пластмассовом кор­
пусе с гибкими выводами.

На корпусе дается условная мар­
кировка двумя цветными точками: на 
КТ351А — желтой и розовой, на 
КТ351Б — двумя желтыми.

Масса транзистора не более 0,3 г.

О о
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v
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0,5 0,45
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Электрические параметры

Граничная частота при £/«Б =  5 В, /э =  10 мА не ме­
нее ........................................................................................  200 МГц
типовое зн ачен и е ................................................................ 430* МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при £/КБ =  1 В, /э =  300 мА: 

при Т  =  298 К : ■
К Т 3 5 1 А .......................................................................... 2 0 - 8 0
типовое значение ........................................................... 52*
К Т 3 5 1 Б ..........................................................................  50 -  200
типовое значение...........................................................  70*

при Т  =  233 К не м е н е е ............................................0,4 значе­
ния при 

Т  =  298 К
при Т  =  358 К ................................................................От 0,9 до

2 значений 
при Т  =

‘ =  298 К
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  400 мА:
КТ351А при /Б =  50 мА не б о л е е ......................... 0,6 В
типовое значение................................................................0,35* В
КТ351Б при /Б =  10 мА не б о л е е ......................... 0,9 В
типовое значение................................................................0,46* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при 1К =  400 мА:
КТ351А при /Б =  50 мА не б о л е е ......................... 1,2 В
типовое значение................................................................0,9* В
КТ351Б при /Б =  10 м А  не б о л е е .............................  1,1 В
типовое значение................................................................0,89* В

Обратный ток коллектора при 1/кб =  Ю В не более:
при Т  =  298 К ................................................................  1 мкА
при Г  =  358 К ................................................................15 мкА

Обратный ток эмиттера при {/эб =  4 В не более . . .  10 мкА 
Емкость коллекторного перехода при 1/кб =  5 В не

бо ле е ......................... ...............................................................20 пФ
типовое значение.....................................................................9* пФ
Емкость эмиттерного перехода при £/эБ =  1 В не бо­

л е е ................................................. ......................................  30 пФ
типовое зн ач ен и е ................................................................20* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база.................... 20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
Л эб < Ю к О м : ................................................................  15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база........................  5 В
Импульсный ток коллектора при т„ < 1 мс,

Q >  10 .......................................................................... 400 мА
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Т  =  233 н- 303 К ................................................. 300 мВт
при Т =  358 К ........................................................... 162,5 мВт

Общее тепловое сопротивление.............................  400 К/Вт
Температура переход а .................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы ............................. От 233 до 358 К

КТ352А, КТ352Б

Транзисторы кремниевые эпитак­
сиально-планарные р-п-р универсаль­
ные высокочастотные маломощные.

Предназначены для переключения 
и усиления сигналов высокой частоты.

Выпускаются в пластмассовом 
корпусе с гибкими выводами.

На корпусе дается условная мар­
кировка двумя цветными точками: на 
КТ352А — зеленой и розовой, на 
КТ352Б — зеленой и желтой.

Масса транзистора не более 0,3 г. 0,Ь5

Электрические параметры

Граничная частота при 1/КБ =  5 В, /э  =  10 мА не
м е н е е .............................................................................. 200  М Гц
типовое значение........................................................... 450* М Гц

Статический коэффициент передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при С/кб =  * В, / j =  200 мА: 

при Т  =  298 К :
К Т 3 5 2 А ....................................................................  2 5 - 1 2 0
типовое значение...................................................... 65*
К Т 3 5 2 Б ....................................................................  70 -  300
типовое значение .................................................  115*

при Г  =  233 К не м е н е е .......................................0,3 значения
при Г  =  298 К

при Т  =  358 К ...........................................................От 0,9 до 2
значений при 

Г  =  298 К
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /« =

=  200 мА КТ352А при /Б =  20 мА, КТ352Б при
/Б =  3 мА не б о л е е ...................................................... 0,6 В
типовое значение...........................................................  0,37* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  200 мА 
КТ352А при /Б =  20 мА, КТ352Б при /Б =  3 мА не
б о л е е ..............................................................................  1,1 В
типовое значение...........................................................  0,81* В
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Обратный ток коллектора при С/КБ = 1 0  В не бо­
лее:

при Т  =  298 К ........................................................... 1 мкА
при Т  =  358 К ........................................................... 10 мкА

Обратный ток эмиттера при {/Эб =  4 В не более . . .  10 мкА 
Емкость коллекторного перехода при UKБ =  5 В не

б о л е е ..............................................................................  15 пФ
типовое значение........................................................... 9,5* пФ

Емкость эмиттерного перехода при {/ЭБ =  1 В не
б о л е е ..............................................................................  30 пФ
типовое значение . ......................................................  20* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база...................  20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

Лэв <  10 к О м ...............................................................  15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база...................  5 В
Импульсный ток коллектора при ти <  1 мс,

Q >  10 ............................................ ............................  200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  233 4- 303 К ............................................ 300 мВт
при Т  — 358 К ..........................................................  162,5 мВт

Общее тепловое сопротивление..................................  400 К/Вт
Температура переход а ................................................. 423 К
Температура окружающей с р е д ы .............................От-233 до 358 К

КТ357А, КТ357Б, КТ357В, КТ357Г
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р универ­

сальные высокочастотные маломощные.
Предназначены для работы в схемах переключения и усиления 

высокой частоты.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на этикетке.
Масса транзистора не более 0,2 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при/к =  10 мА,
/Б =  1 м А  не б о л е е ..........................................................  0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =1 0  мА, .
/Б =  1 м А не б о л е е ..........................................................  1 В
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при (/кб =  0,5 В, /к = 10 мА: 

при Т  =  298 К:
КТ357А, К Т 35 7 В ........................................................... 2 0 - 1 0 0
КТ357Б, К Т 3 5 7 Г ...........................................................  60 -  300

при Т =  358 К :
КТ357А, К Т 35 7 В ...........................................................  20 -  250
КТ357Б, К Т 3 5 7 Г ...........................................................  60 -  750

при Т  =  233 К : '
КТ357А, К Т357В ...........................................................  8 - 1 0 0
КТ357Б, К Т 3 5 7 Г ...........................................................  20 -  300

Модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при / =  100 МГц, С/кэ =  5 В, /« =  10 мА
не менее.................................................................................... 3

Время рассасывания при /« =  10 мА, /Б =  1 мА не бо­
лее ......................................................................................... 150 не

Емкость коллекторного перехода при С/КБ =  5 В,/  =  5 М Гц
не бо лее ...................................’ .............................................. 7 пф

Емкость эмиттерного перехода при £/БЭ =  0 В не бо­
лее ......................................................................................... 10 пФ

Обратный ток коллектора при (/«Б =  ^ кб макс не бо­
лее:

при Г  =  298 К и Т =  233 К ................................... 5 мкА
при Т  =  358 К ................................................................ 40 мкА

Обратный ток эмиттера при t/B э =  3,5 В не бо­
лее .........................................................................................5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор-эмит­
тер при Т  =  233 ч- 358 К:

КТ357А, КТ357Б ................................................................  6 В
КТ357В, К Т 35 7 Г ................................................................  20 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т  =  233 4­
, 358 К . . .  ..........................................................................  3,5 В
|Постоянный ток коллектора при Т =  233 4- 358 К . . . 40 мА 
|Импульсный ток коллектора при ти < 1 мке, Рк.ср ^
< ^К.макс, Т  =  233 4- 358 К ............................................ ..... . 80 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
[  Г  =  233 4- 323 К ............................. ....................................... 100 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

т„ < 1- мке, ^к.ср ^ Ле.макс- Т  =  233 4- 358 К ....................  200 мВт

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  323 4- 358 К рас­
считывается по формуле

' Р к .макс =  50 +  (358 -  Т) I 0,7.

. 2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм 
рт корпуса транзистора. Пайка производится при температуре 
J33 К в течение 10 с. Категорически запрещается кручение вы-
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водов вокруг оси. Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при 
рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами.

Допускается трехкратный изгиб выводов на расстоянии не ме­
нее 3 мм от корпуса с радиусом закругления не менее I мм.

70 

ВО 

50

КТ357Б,
_КТ357Г

' КТ357А, КТ3578-

30 401К1мА

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

10г  103 10ч 10s 10s RB3i um

Зависимость максимально до­
пустимого напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, 
КТ361Е

и
1,5

0,15

Коллектор

Транзисторы кремниевые 
эпитаксиально-планарные р-п-р 
усилительные высокочастотные.

Предназначены для работы 
в усилителях высокой частоты. 
Выпускаются в пластмассовом 
корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится в 
этикетке.

Масса транзистора не бо­
лее 0,3 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при {/«б =  10 В, /э  =  1 м А : 
при Т  =  298 К :

КТ361А, К Т361Д ............................................................... 2 0 - 9 0
КТ361Б, КТ361Г, К Т361Е ............................................  50 -  350

К Т 3 6 1 В .............................................................................. 4 0 -1 6 0
при Т =  373 К :

КТ361 А, КТ361Д ...............................................................  2 0 -  250
КТ361Б. КТ361Г, К Т361Е ............................................  50 -  500
К Т 3 6 1 В ..............................................................................  2 0 -  300

при Г  =213  К:
КТ361А, К Т361Д ....................................... ' .....................1 0 - 9 0
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КТ361Б, КТ361Г, К Т 3 6 1 Е .............................................1 5 - 3 5 0
К Т 3 6 1 В ...............................................................................1 0 - 1 6 0

Модуль коэффициента передачи тока при /  =  100 МГц,
1/кэ =  10 В, /э =  5 мА не менее ..............................  2,5

Постоянная времени цепи обратной связи при / =  5 МГц,
^ кб = Ю В, /э =  5 мА не более:

КТ361 А, КТ361Б, К Т 3 6 1 Г ............................................. 500 пс
KT36IB, КТ361Е .................................. .............................1000 пс
К Т 3 6 1 Д ................... .................................. ........................  250 пс

Емкость коллекторного перехода при (/ «б =  10 В, /  =
=  10 М Гц не более:

КТ361А, КТ361Б................................................................  9 пФ
КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, К Т 3 6 1 Е ......................... 7 пФ

Обратный ток коллектора при (/Кб = 1 0  В не бо­
лее:

при Т =  298 К и Г = 2 1 3  К .......................... . . . 1 мкА
при Т  =  373 К ................................................................25 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при Л Бэ =  Ю кОм,
^кэ =  и кэ макс не б о л е е ......................................................  1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор- 
эмиттер при ЛБЭ =  10 кОм: 

при Т =  213 •*- 308 К:
. КТ361А ................................................................  25 В

К Т 3 6 1 Б ................................................................ 20 В
КТ361В, К Т361Д .................................................  40 В
КТ361Г, К Т361Е .................................................  35 В

при Т =  373 К:
К Т 3 6 1 А ................................................................ 20 В
К Т 3 6 1 Б ................................................................ 15 В
КТ361В, К Т361Д .................................................  35 В
КТ361Г, К Т361Е .................................................  30 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т  =
=  213ч- 373 К ................................................................ 4 В

Постоянный ток коллектора при Г  =  213 ч- 373 К 50 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  213 -5- 308 К ............................................. 150 мВт
при У =  373 К ...................................................... > 30 мВт

Температура перехода .................................................  393 К
Температура окружающей ср ед ы .............................. От 213 до 373 К

П р и м е ч а н и е .  Максимально допустимая постоянная рассеи­
ваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  308 -г- 373 К опреде­
ляется по формуле

PiС маке =  (393 -  Т) / 0,67.

Допускается производить пайку на расстоянии не менее 2 мм 
|от корпуса транзистора. Допускается трехкратный изгиб выводов на



расстоянии не менее 2 мм от корпуса при радиусе изгиба 
1,5 — 2 мм. Категорически запрещается кручение выводов вокруг оси.

1в,м/1 

2

1,6

V

0,8

0,4

Г
КТ361А -к т JS1E

Ч кэ=0
I

т=373 к

2 9 8 h - j - j I
т= 213К и

Л V У
О 0,2 0,4 0,6 0,8ивэ,В

Входные характеристики.

КТ361А,КТ361В, 
_КТ361Д_

40 60 В01э,мА

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.

0,6

0,5

on
(J 0,4
в

5

0,2

0,1

-КТ361Д, 
КТ361Е.

1 к—20 мА, I  £ — 2м А

213 253 293 333 373 Т, К'

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

температуры.

'Си,ПС 
180

160

140

120

100

— КТ361В— 1КТ361А,—  
\KT361E КТ3616,

/ X
тзву

)

Ч

(£ =  1
ов

О 12 161э,мА

Зависимость постоянной вре­
мени цепи обратной связи от 

тока эмиттера.

15 2013,мА

Зависимость граничной частоты 
от тока эмиттера.
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Зависимость максимально до­
пустимого напряжения коллек­
тор-эмиттер от температуры.



2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2, 
КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р переклю- 
штельные высокочастотные маломощные.

Предназначены для примене- 
1ия в схемах переключения.

Бескорпусные, на кристалло- 
шржателе, с гибкими выводами 
I защитным покрытием. Выпус- 
:аются в индивгидуальной сопро- 
юдительной таре. Обозначение 
фиводится на сопроводительной 
аре.

Масса транзистора не более 
(.006 г.

Электрические параметры

С/КБ =  2 В, /э  =  10 мА не мераничная частота при
н е е ..............................................................................

типовое значение 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2 . 
1остоянная времени цепи обратной связи при {УКБ =  2 В

/э =  5 мА, / =  5 М Гц не б о л е е ..............................
типовое значение 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2 .

(ремя рассасывания при /к.нас =  ЮО мА, /Б =  10 мА не 
более:

2 Т 3 6 4 А - 2 .........................................................................
2Т364Б-2..............................................................................
К Т 3 6 4 А -2 .........................................................................
2Т364В-2..............................................................................
К Т 3 6 4 Б -2 .........................................................................
К Т 3 6 4 В -2 .........................................................................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при С/КБ = 1  В, /э =  100 мА: 

при Т  =  298 К:
2Т364А-2, КТ364А-2......................................................
2Т364Б-2, КТ364Б-2......................................................
2Т364В-2, КТ364В-2......................................................

при Г  =213 К 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2 не

250 М Гц  
350* М Гц

500 пс 
12 0 * пс

100  не 
130 не 
150 не 
160 не 
180 не 
230 не

2 0 -  70 
40 -  120 
80 -  240

значения при Т =  298 К 
при Г  =  233 К КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2 . . . От i до 0,7

значения при Т =  298 К
при Т  =  358 К не б о л е е ................................................. 2,5 значения

при Т  — 298 К  
Спряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  100 мА, /Б =  10 мА не б о л е е ..................................  0,3 В
типовое значение 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2 . . . 0,15* В 

1 апряжение насыщения база-эмиттер при /к =  100 мА,
/Б =  10 мА не б о л е е ......................................................  1,1 В
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типовое значение 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2 . . . 0,9* В 
Обратный ток коллектора при {/КБ =  25 В не бо­

лее:
при Т — 298 К ................................................................ 1 мкА

при Т  — 358 К ................................................................10 мкА
Обратный ток эмиттера при 5 В не более:

при Г  =  298 К ...............................................................  1 мкА
при Т  =  358 К ................................................................10 мкА

Емкость коллекторного перехода при UKb =  5 В не бо­
лее ........................................................................................ 15 пФ
типовое значение................................................................ 7* пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/Эб  =  0  не бо­
лее ........................................................................................ 30 пФ
типовое значение................................................................14* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база...................
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

^  10 к О м .................................................
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . .
Постоянный ток к о л л е к т о р а ........................
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке

Q >  1 0 ....................................................................
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора

при Т  =  298 К .................................................
при Г  =  358 К .................................................

Общее тепловое сопротивление........................
Температура п ер еход а ............................................
Температура окружающей среды:

2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2........................
КТ364А-2, КТ364Б-2, К Т364В -2 ...................

Температура окружающей среды при транспорти 
ровке в заводской упаковке КТ364А-2, КТ364Б-2 
К Т 3 6 4 В -2 ................................................................

25 В

20 В 
5 В 

200 мА

400 мА

30 мВт 
12 мВт 

3300 К/Вт 
398 К

От 213 до 358 К 
От 233 до 358 К

От 223 до 358 К

"213
90

80

70
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40

UkВ = 18
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2Т364В

- 2 -
~2,

КТ364А'г 2 -
I I

KTJ64B-
I 2

h 213

90
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1
и}в = 1В
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П36‘
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М -2  
А -2

-2 Т
-К Т

364L
364Ь

~2,
-2

0 50 100 150 200 2501Э)мА 213 238 263 288 313 338 Т,К

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

эмиттера.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем­

пературы.
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Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

' температуры.

51
2 Т 3 6 4 А -2 -  

.2Т364В ~ 4 -  
К Т 3 6 4 А -2 -  

-К Т364В -2  — 0,85

0,80

2
~КТ

'
T364
J64A

.

A -2
- 2 -

-2 7
-KT,

3646
'64B

-z ,
-2 ~

Ik =  JCW m , 1
1 g -  IU 

1 1 . .

О 20 40 60 80 1001К)мА 213 238 263 288 313 338 Т,К

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока 

коллектора.

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от темпера­

туры.

KT3S0A, КТ380Б, КТ380В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р уни- 
ерсальные высокочастотные маломощные.

' Предназначены для работы в переключающих схемах, в схемах 
:илителей высокой частоты герметизированной аппаратуры.

Бескорпусные, с гибкими выводами, с защитным покрытием, 
ранзисторы помещаются в герметичную заводскую упаковку. Обозна- 
:ние типа и цоколевка приводятся в паспорте.

Масса транзистора не более 0,01 г.
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Эмиттер 
Коллектор 

Электрические параметры 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  10 мА, /Б =  1 м А  не б о л е е ..................................  0,3 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с 

общим эмиттером при i/кэ =  0,3 В, 1 э =  10 мА : 
при Г  =  298 К :

КТ380А, К Т 3 8 0 В .......................................................... 3 0 - 9 0
К Т 3 8 0 Б ......................................................................... 50 - 150

при Т  = 358 К:  .
КТ380А, К Т 38 0 В ..........................................................30 - 180

К Т 3 8 0 Б .........................................................................  50 -  300
при Т  =  228 К : -

КТ380А, К Т 3 8 0 В ..........................................................  1 5 - 9 0
К Т 3 8 0 Б ......................................................................... 25 - 150

Модуль коэффициента передачи тока при / =  100 МГц,
С/КБ = 2  В, /э  =  5 м А не менее: ..................................  3

Время рассасывания при /к =  10 мА, /Б =  I мА не более:
КТ380А, К Т380В ............................................................... 10 не
К Т 3 8 0 Б ..............................................................................  20 не

Емкость коллекторного перехода при 6 ' « Б =  5 В, / =
=  10 М Гц не б о л е е ..........................................................  6 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/кэ=  0 В, / =
=  10 М Гц  не б о л е е ..........................................................  8 пФ

Обратный ток коллектора КТ380А, КТ380Б при С/КБ =
=  10 В; КТ380В при С/КБ =  7 В не более:

при Г  =  228 К и Г =  298 К ..................................  1 мкА
при 7"=  358 К ....................................................................10 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при Л БЭ= Ю  кОм 
КТ380А, КТ380Б при С/кэ =  17 В; КТ380В при
С/кэ =  9 В не б о л е е ..........................................................100 мкА

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 

ЛБЭ =  Ю кОм, Г =  228 н- 358 К:
КТ380А, К Т 3 8 0 Б .....................................................  17 В
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К Т 3 8 0 В ...................................................... .....
Постоянное напряжение база-эмиттер при Т  =

=  228 ч- 358 К ...........................................................
Постоянный ток коллектора:

при Т  =  298 К ...........................................................
при Г  =  358 К ......................................................

Импульсный ток коллектора при т„ «  100 мке,
Q >  5, Г =  228 4- 358 К ........................................

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Т  =  228 -г 298 К .............................................
при Г  =  358 К ......................................................

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при
ти < 100 мке, Q > 5, Т =  228 н- 358 К ....................

Температура п ер ех од а .................................................
Тепловое сопротивление переход-среда....................
Температура окружающей с р ед ы ..............................

9 В

4 В

10 мА
5 мА

25 мА

15 мВт
5 мВт

50 мВт 
373 К 

3 К/мВт 
От 228 до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т  =  298 -г- 358 К опреде­
ляется по формуле

Ле.макс =  (373 -  Т ) / 3.

Постоянный ток коллектора при Г  =  298 н- 398 К изменяется 
линейно от 10 до 5 мА.

2. Минимальное расстояние от места пайки (сварки) до защитного 
покрытия транзистора должно быть не менее 2,5 мм, при этом 
нагрев кристалла и защитного покрытия допускается до температуры 
не более 373 К.

Допускается изгиб выводов на расстоянии не менее 0,3 мм 
от места выхода вывода из защитного покрытия.

При включении транзистора в цепь, находящуюся под напря­
жением, базовый контакт необходимо присоединять первым и 
отсоединять последним. Не рекомендуется эксплуатация транзисторов 
с отключенной базой по постоянному току.

Не рекомендуется работа при токах, соизмеримых с неуправ­
ляемыми обратными токами во всем диапазоне температур.

Необходимо принимать меры по защите транзисторов от ста­
тического электричества.

1в,мА

ОМ
КТ380/

1
H,KTJ80B

1

и г з= 0 ~/ | ^ з = 1,5В

/ 1

ОД 

0,2 

0,1 

О
0,2 0,4 0,6 0,8 1 ЦБЗ,В 

Входные характеристики.

0,2 0,4 0,6 0,8 1иЁЭ,В  

Входные характеристики.
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Зависимость обратного тока 
коллектора от температуры.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.
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Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

температуры.

Зависимость относительного 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от 

сопротивления база-эмиттер.
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2Т388А-2, КТ388Б-2
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р универ­

сальные высокочастотные маломощные. Предназначены для при­
менения в импульсных, переключающих и усилительных высоко­
частотных схемах герметизированной аппаратуры.

Бескорпусные, на кристаллодержателе, с гибкими выводами, с 
защитным покрытием. Транзисторы поставляются в сопроводитель­
ной таре с возможностью измерения их параметров без извлече­
ния из тары. Обозначение типа приводится на корпусе сопрово­
дительной тары. Масса транзистора не более 0,02 г.

1,95 1 ,5

Электрические параметры
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером при 1/кэ =  5 В, /к =  30 м А  не
м е н е е ....................................................................................

Постоянная времени цепи обратной связи при 
С/«э =  Ю В, /э =  30 В, / = 3 0  МГц, типовое зна­
чение .........................................................................................

Время рассасывания при 1К =  120 мА, /Б = 1 2  м А  не
более ....................................................................................

Зремя выключения при /к =  120 мА, /Б =  12 мА, ти­
повое значение ................................................................

Зремя включения при /к =  120 мА, /Б =  12 м А , ти­
повое значение .....................................................................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при U m  = 1  В, /э =  120 м А :

при Т =  298 К  . ........................................
при Т  = 398 К ............................. .... ..............................
при Т — 213 К .....................................................................

'раничное напряжение при /э =  10 м А .........................
1 апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  120 мА, /Б =  12 м А  не б о л е е ...................................
[апряжение насыщения база-эмиттер при /к =  120  мА,
/Б =  12  мА не б о л е е ...........................................................

мкость коллекторного перехода при {/кб =  10 В, 
/ = 1 0  М Гц не б о л е е ...........................................................

250 М Гц

60* не 

60 не 

75* не 

30* не

25-100 
25-200 
10-100 

50 В

0,6 В

1,2 В

7 пФ
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Емкость эмиттерного перехода при 1/Эб =  0,5 В,
/ = 1 0  М Гц  не б о л е е ......................................................

Обратный ток коллектора при и къ =  50 В не более: 
при Г  =  298 К:

2Т388А-2 .........................................................................
КТ388Б-2.........................................................................

при Т  =  398 К ...............................................................
Обратный ток коллектор-эмиттер при (/кэ =  50 В,

Л Бэ =  1 кОм не б о л е е .....................................................
Обратный ток эмиттера при (/эБ =  4,5 не более . . . .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

'Б Э кОм

25 пФ

2 мкА 
1 мкА 

10 мкА

2 мкА 
2 мкА

50 В

50 В 
4,5 ВПостоянное напряжение эмиттер-база.........................

Постоянный ток к о ллек то р а ............................................  250 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при Rr.„-K =  183 К/Вт:

при Т  <  353 К ...............................................................  0,3 Вт
при Т  =  398 К ...............................................................  0,055 Вт

Температура п ер ех од а ..........................................................  408 К
Температура окружающей среды............................................ От 213 до

398 К
П р и м е ч а н и е .  Минимальное расстояние от места пайки (свар­

ки) вывода до поверхности транзистора 2 мм.
При монтаже должны быть приняты меры, исключающие изгиб 

выводов на расстоянии менее 0,5 мм от места выхода вывода из 
защитного покрытия, а также касание выводов и кристалла тран­
зистора. При монтаже не допускается воздействие температуры 
более 473 К в течение 10 с.

В качестве покрытия транзисторов применяется лак ПАИ-1. 
При монтаже не допускается использование материалов, вступаю­
щих в химическое и электрохимическое взаимодействие с защитным 
покрытием и элементами конструкции транзистора.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

эмиттера.
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2Т389А-2, КТ389Б-2
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р уни­

версальные высокочастотные маломощные. Предназначены для при­
менения в импульсных, переключательных и усилительных высоко­
частотных схемах герметизированной аппаратуры.

Бескорпусные, на кристаллодержателе, с гибкими выводами, 
с защитным покрытием. Транзисторы поставляются в сопроводи­
тельной таре с возможностью измерения их параметров без извле­
чения из тары. Обозначение типа приводится на корпусе тары- 
спутника. Масса транзистора не более 0,02 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э  =  10 мА не менее . . .  25 В 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

=  200 мА, /Б =  20 м А  не более . . . ......................... 0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /« =  200 мА,

/Б =  20 мА не б о л е е ........................................................... 1,2 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с 

общим эмиттером при 1/КБ = 1  В, /э =  200 м А :
при Г  =  298 К ................................................................25-100
при Г  =  398 К 2Т389А-2 ............................................  25-200
при Г  =213 К 2 Т 3 8 9 А -2 ............................................10-100

М одуль коэффициента передачи тока при 1/ю =  5 В,
/к =  30 мА, /  =  100 М Гц  не м енее..................................  , 4,5

Время рассасывания при /к =  200 мА, /Б =  20 мА не :
более ...................................................... ............................. 25 не

' Время включения* при /к =  200 мА, /Б =  20 м А . . . 15 — 35 не
типовое зн ачен и е................................................................ 25 не

Время выключения* при 1К =  200 мА, /Б =  20 мА . . . 10—60 не
типовое значение................................................................ 40 не

Постоянная времени цепи обратной связи при f/кв =  10 В,
/э  =  30 мА, / = 3 0  М Г ц ................................................. 60-180 не
типовое значение................................................................ 90 не
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Емкость коллекторного перехода при £/КБ = 1 0  В,
/ = 1 0  М Гц не б о л е е ....................................................... 10 пф

Емкость эмиттерного перехода при (/ЭБ =  В,
/ =  10 МГц не б о л е е .......................................................25 пФ

Обратный ток коллектора при (/КБ =  25 В не более:
при Т  =  298 К ................................................................  1 мкА

при Т  =  398 К ................................................................ 10 мкА
при Т =  213 К ................................................................. 1 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при 1/кэ=  25 В,
Л Бэ =  1 кОм не б о л е е ....................................................... I мкА

Обратный ток эмиттера при (/ЭБ =  4,5 В не более . . .  1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база..............................  25 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

Л БЭ < 1 кОм ........................................................................... 25 В
Постоянное напряжение эмиттер-база..............................  4,5 В
Постоянный ток коллектора ........................ ......................... 300 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при R T п_к =  183 К/Вт:

при Г  =  353 К ................................................................  0,3 Вт
при Т  =  398 К ................................................................  0,055 Вт

Температура п ер еход а ...........................................................  408 К .
Температура окружающей с р е д ы ........................ От 213 до 398 К

П р и м е ч а н и е .  Минимальное расстояние от места пайки (свар-
си) вывода до поверхности транзистора 2 мм. При монтаже 
юлжны быть приняты меры, исключающие изгиб выводов на рас- 
:тоянии менее 0,5 мм от места выхода вывода из защитного 
юкрытия, а также касание выводов и кристаллодержателя. Не до­
пекается при монтаже воздействие температуры более 473 К в 
ечение 10 с.

В качестве защитного покрытия транзисторов применяется лак 
1АИ-1. При монтаже не допускается использование материалов, 
ступающих в химическое и электрохимическое взаимодействия с 
ащитным покрытием и элементами конструкции транзистора.

зисимость статического коэф- Зависимость статического коэф- 
циента передачи тока от то- фициента передачи тока от 

ка эмиттера. напряжения коллектор-эмиттер.
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Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока 

коллектора.

Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора.

Зависимость граничной частоты 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

Зависимость емкости коллектор- Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения ного перехода от напряжения 

коллектор-база. эмиттер-база.



КТ3104А, КТ3104Б, КТ3104В, КТ3104Г, 
КТ3104Д, КТ3104Е

Транзисторы кремниевые планарные р-п-р высокочастотные уси- 
штельные маломощные с нормированным коэффициентом шума 
ia частоте 60 МГц.

Бескорпусные, с гибкими выводами, с защитным покрытием. 
Обозначение типа приводится на таре.

Масса транзистора не более 0,005 г.

\0,03

Электрические параметры

'раничная частота при £/кэ =  2 В, /э  =  5 мА не
менее........................................................................................  200 М Гц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при {/Кэ = 1  В, /э  =  2 мА :

КТ3104А, К Т3104Г...........................................................  15 -90
КТ3104Б, КТ3104Д ........................................................... 50 -150
KT3104R, KT3I04E ............................................................ 70-280

ТостояНная времени цепи обратной связи при 
{/кэ =  2 В, /к =  2 мА, / = 6 0  МГц не более . . . .  800 пс 

коэффициент шума при (7Кэ =  2 В, /э  =  1 мА,
/ = 6 0  М Гц не б о л е е ......................................................  8 дБ

[апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  10 мА, /Б =  1 мА не б о л е е ........................................ 1 В

мкость коллекторного перехода при {/КБ =  5 В не
бо ле е ........................................................................................ 25 пФ

мкость эмиттерного перехода при {/ЭБ =  2 В не 
б о л е е ........................................................................................  25 пФ
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Обратный ток коллектора при (УКб  =  ^К Б .м ак с  н е
б о л е е ........................................................................................  1 мкА

Обратный ток эмиттера при £/Эб =  3.5 В не
б о л е е ..............................................................................  1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор- 
эмиттер при Т  — 308 К :

КТ3104А, КТ3104Б, КТЗ 104В ....................................... 30 В
КТ3104Г, КТ3104Д, К Т3104Е ....................................... 15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т  =  308 К  . . . 3,5 В
Постоянный ток коллектора при Т  =  308 К .................... 10 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Г =  308 К ..............................................................................  15 мВт
Температура п ер еход а ........................................................... 373 К
Температура окружающей ср ед ы .......................................От 213 до

373 К

КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г, 
КТ3107Д, КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107И, 

КТ3107К, КТ3107Л

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р высоко­
частотные усилительные с нормированным коэффициентом шума, 
на частоте 1 кГц.

Предназначены для усиления, генерирования и переключения, 
сигналов низкой и высокой частот, являются комплементарными

транзисторами КТ3102А-3.
Выпускаются в пластмассовом 

корпусе с гибкими выводами. :
На корпусе наносится условная 

маркировка двумя цветными точка­
ми: КТЗ 107А — голубая и розовая; 
КТЗ 107Б -  голубая и желтая: 
КТЗ 107В —голубая и синяя; КТ3107Г-j 
голубая и бежевая; КТ3107Д — го­
лубая и оранжевая; КТЗ 107Е — голуба! 
и цвета электрик; КТ3107Ж — голуба) 
и салатовая; КТ3107И — голуба* 
и зеленая; КТ3107К — голубая j 
красная; КТ3107Л — голубая и серая 

Масса транзистора не более 0,3 с

О о

О о

L : L 1 h

Е
Ч.О u*>

X
е; . п
аас а

1сэ

0,5 1 0 , 3 5

Электрические параметры

Граничная частота при £/Кб  —  ̂ ®> h  — Ю  мА не 
менее........................................................................................  200 МГц
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Коэффициент шума при (/«б =  5 В, /к =  0,2 мА, 
f  =  I кГц, /?г =  2 кОм не более:

КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д,
КТ3107И, К Т 3 1 0 7 К ......................................................  10 дБ
KT3I07E, КТ3107Ж, К Т 3 1 0 7 Л ...................................  4 дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эми/ттером при £/«б = 5 :  

при /э =  2 м А : '
КТ3107А, К Т3107В ...................................................... 70-140

КТ3107Б, КТ3107Г, КТ3107Е........................................ 120-220
КТ3107Д, КТ3107Ж, КТ3107И ................................... 180-460

КТ3107К, К Т 3 1 0 7 Л ......................................................  380-800
при /э =  0,01 мА не менее: '

KT3I07A, К Т3107В ......................................................  20
КТ3107Б, КТ3107Г, К Т3107Е ...................................  30
КТ3107Д, КТЗЮ7Ж, КТ3107И ...................................  40
KT3I07K, К Т 3 1 0 7 Л ......................................................  100

при l j  =  100 мА не менее:
КТ3107А, K T 3 I0 7 B ......................................................  30
КТ3107Б, КТ3107Г, КТ3107Д, КТ3107Е, КТ3107Ж,
КТ3107И ..........................................................................  50
КТ3107К, К Т 3 1 0 7 Л ......................................................  90

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
при /к =  100 мА, /Б =  5 м А ...................................  0,5 В
при /« =  10 мА, /Б =  0,5 м А ...................................  0,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер не более:
при /к =  100 мА, /Б =  5 м А ........................................  1 В
при /к =  Ю мА, /Б =  0,5 м А ........................................ 0,8 В

Обратный ток коллектора при и КБ =  20 В не
более .........................................................................................0,1 мкА

Обратный ток эмиттера при {/эБ = 5 В не более . . . 0,1 мкА 
Емкость коллекторного перехода при <УКБ = 1 0  В не 

более ......................................................................................... 7 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
КТ3107А, КТ3107Б, К Т 3 1 0 7 И ...................................  50 В
КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д, К Т3107К ..................... 30 В
КТ3107Е, КТ3107Ж, К Т 3 1 0 7 Л ...................................  25 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
КТ3107А, КТ3107Б, К Т3107И ........................................  45 В
КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д, К Т 31 0 7 К ..................... 25 В
КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107Л . . . ' .......................... 20 В

1остоянное напряжение эмиттер-база...................................  5 В
1остоянный ток коллектора ................................................. 100 мА
1остоянный ток базы:

КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д,
КТ3107Е, КТ3107Ж, К Т 3 1 0 7 И ................................... 50 мА

КТ3107К, К Т3107Л ...........................................................  5 мА
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Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мке,
Q > 2 . . . . . . . .  .................................................  200 м А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Г =  213-н 298 К . . . ........................................ 300 мВт
при Т  =  398 К ...............................................................  60 мВт

Общее тепловое сопротивление............................................  420 К/Вт
Температура п ер еход а ..........................................................  423 К
Температура окружающей среды............................................ От 213 до

398 К
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КТ3108А, КТ3108Б, КТ3108В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р высо­
кочастотные с нормированным коэффициентом шума на частоте 
100 МГц.

Предназначены для применения в логарифмических видеоуси­
лителях и линейных усилителях высокой частоты.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Масса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

Граничная частота в схеме с общим эмиттером 
при С/КБ — 20 В, /к =  10 мА не менее:

КТ3108А, К Т 3 1 0 8 Б ............................................  250 М Гц
К Т 3 1 0 8 В ................................................................ 300 М Гц

типовое значение:
КТ3108А, КТ3108Б.................................................  400» М Гц
К Т 3 1 0 8 В ................................................................ 450* М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи при 
UKh =  10 В, /к =  10 мА, / =  30 М Гц не
б о л е е ................................................ ........................  250 пс
типовое значение......................................................  50* пс

Соэффициент шума при и кэ =  5 В, /к =  1 мА,
/  =  100 МГц, Rr  =  50 Ом не б о л е е ....................  6 дБ
типовое значение......................................................  3,3* дБ

>ремя рассасывания при /к =  10  мА, /Б =  i мА,
КТ3108А, КТ3108Б не б о л е е ..............................  175 не
типовое значение...................................................... 70* не

1ремя задержки* при /к =  10 мА, 1Б =  1 мА,
£/эб =  0,5 В, Лк =  275 Ом КТ3108А,
К Т 3 1 0 8 Б ....................................................................  18-35 не
>емя нарастания * при /к =  10 . мА, /Б =  1 мА, 
и ЭБ =  0,5 В, Лк =  275 Ом КТ3108А,
К Т 3 1 0 8 Б ....................................................................  18-40 не

1ремя спада* при /к =  10 мА, /Б =  1 мА,
КТ3108А, К Т3108Б .................................................  25 -50  не
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Статический коэффициент передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при t/KБ =  1 В: 

при Г =  298 К:
при / 3  =  0,1 м А .................................................  40—100*
при /э =  10 мА:

КТ3108А, КТ3108Б . ................................... 50-150
КТ3108В................................... ........................ 100-300

при /э =  50 м А :
. КТ3108А, К Т3108Б .......................................  15-70*

КТ3108В...........................................................  20-70*
при Г =  213 К, /э =  Ю м А ............................. От 0,3 до 1,2

значения при Т =  298 К
при Г  =  398 К, /э  =  10 м А ............................. От 0,7 до 2,5

значения при Т  =  298 К 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при

/к =  10 мА, /g =  1 м А  не б о л е е ........................  0,25 В
типовое значение......................................................  0,15* В

Напряжение насыщения база-эмиттер * при
/к =  10 мА, /Б =  1 м А ............................................  0 ,8 - 1 В

Обратный ток коллектора не более: 
при Г  =  298 К:

КТ3108А при 1/КБ= 6 0  В .............................  0,2 мкА
КТ3108Б, КТ3108В при UKB =  45 В . . . . 0,2 мкА 

при Г  =  398 К, (/КБ =  45 В . . . . . . 10 мкА 
Обратный ток эмиттера при (/эб =  5 В не более:

при Г  =  298 К ......................................................  0,1 мкА
при Т  =  398 К ......................................................  Ю мкА

Емкость коллекторного перехода при (УКб =  10 В
не б о л е е ..................................................................... 5 п Ф
типовое значение......................................................  1,8* пФ

Емкость эмиттерного перехода при (Уэб =  1 В
не б о л е е ..................................................................... 6 пФ
типовое значение......................................................  2,8* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
K T3 I08A ......................... ..................................................... 60 В
КТ3108Б, К Т3108В ....................................... ....  . . . 45 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
/?эб ^  10 кОм: '

К Т 3 1 0 8 А .........................................................................  60 В
КТ3108Б, К Т3108В ........................................................... 45 В

Постоянное напряжение эмиттер-база.............................  5 В
Постоянный ток коллектора ................................................. 200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т  =  213 -н 298 К .....................................................  300 мВт
при Т  =  398 К ...................................................... ....  . 100 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность при ти < 10 мкс,
Q > 2 ...................................................................................  360 мВт
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Общее тепловое сопротивление 
Температура окружающей среды

500 К/Вт 
От 233 до 

358 К

^ш >А&
5.5
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■4,5
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3.5

3.0

1 1 
КТ3108А — к'Т31118В

Uk.i= 5 t
= 100 МГц 
-= 5 0  Ом

0 1 2  3  4 5 1 3,мА

Зависимость коэффициента шу­
ма от тока эмиттера.

Зависимость коэффициента шу­
ма от напряжения коллектор- 

база.

Зависимость коэффициента шу­
ма от частоты.

КШ,ДБ

5.5

5.0 

%5

4.0

3.5

3.0

I I  I I
-КТ3108А -КТ3108В

~Ij  = 1m A 
_ f = 100 МГц 
Rг  ~ 50 Ом

0 2 4 6 8 10UKB,B 10 10г  103 104 105^кГц

П401, П402, П403, П403А
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р усилитель­

ные высокочастотные маломощные.
Предназначены для применения в усилительных и генераторных 

каскадах коротких и ультракоротких волн, а также в импульсных 
схемах радиоэлектронных устройств.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вывода­
ми. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Вывод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной меткой.

Масса транзистора не более 2,2 г.

Эмиттер
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Электрические параметры

Максимальная частота генерации при V  «б  =  5 В,
/э  =  5 м А  не менее:

П 4 0 1 ...................................................................................  30 МГц
П402 .................................................................................... 60 МГц

П403, П 4 0 3 А ....................................................................120 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при 

t/кв =  5 В, /э  =  5 мА, / =  5 МГц не более:
П401 .................................................................................... 3500 пс

П402 ....................................................................................1000 пс
П403, П 4 0 3 А ....................................................................  500 пс

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при £/кб =  5 В, /э =  5 мА, / =  50 4- 1000 Гц: 
при Т  =  293 К :

П401, П402, П403А не м ен ее ..................................  0,94
П403 ..............................................................................  0,97-0,99

при Г  =  213 К не менее:
П 4 0 1 ..............................................................................  0,925
П403 .................... .........................................................  0,95

Выходная проводимость в режиме малого сигнала при 
коротком замцкании при Uкб =  5 В, /э =  5 мА,
/  =  50 4- 1000 Гц не б о л е е .................................................5 мкСм

Обратный ток коллектора при (/Кб =  5 В не более: 
при Т =  293 К и Т =  213 К:

П 4 0 1 ..............................................................................  10 мкА
П402, П403, П 4 0 3 А .....................................................  5 мкА

при Т  =  343 К П401, П402, П403, П403А . . . .  120 мкА 
Емкость коллекторного перехода при С/кб = 5  В.

/ =  5 М Гц  не более:
П 4 0 1 ...................................................................................  15 пФ
П402, П403, П 4 0 3 А .....................................................  10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение коллектор-эмиттер при RB3 < 1 кОм, при от- 10 В
ключенной базе и Г =  213 4-313 К .............................  10 В

Обратное напряжение эмиттер-база..................................  1 В
Ток коллектора при Р  <  100 м В т .......................................  20 мА
Рассеиваемая мощность при Т =  213 4- 293 К ................... 100 мВт
Температура р-п перехода.....................................................  358 К
Температура окружающей ср ед ы .......................................От 213 до

343 К

П р и м е ч а н и я :  I. При Т  > ' 313 К напряжение U кэо умень 
шается на 1 В через каждые 10°.

2. При Т  =  293 ч- 343К максимально допустимая рассеиваема: 
мощность рассчитывается, мВт, по формуле

^к.макс — 1 0 0 -1 ,5  ( Г -  293).
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Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в 
режиме малого сигнала от тока 

эмиттера.

Зависимость относительного 
пробивного напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база. 8 12 16 2 0  иКБ,В

П414, П414А, П414Б, П415, П415А, П415Б

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные ма­
ломощные.

Предназначены для применения в усилительных и генераторных 
каскадах в диапазоне от длинных до коротких и ультракоротких 
волн, а также в импульсных каскадах радиоэлектронных устройств.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Вывод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной точкой. 

Масса транзистора не более 2,5 г.

Эмиттер

Н олл е н то р

Ва.за.
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Электрические параметры

Максимальная частота генерации при С/КБ =  5 В,
/э =  5 мА не менее:

П414, П414А, П 4 1 5 Б .......................................  60 М Гц
П415, П415А, П 4 1 5 Б .......................................  120 М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи при 
UKб =  5 В, /э =  5 мА, / =  5 М Гц не более:

П414, П414А, П 4 1 4 Б .......................................  1000 пс
П415, П415А, П 4 1 5 Б ....................................... 500 пс

Коэффициент передачи тока в режиме малого сиг­
нала в схеме с общим эмиттером при
t/кв — 5 В, /3  =  5 мА, f  — 1 кГц: 

при Т  =  293 К :
П414, П415...........................................................  25-100
П414А, П 4 1 5 А .................................................  60-120
П414Б, П 4 1 5 Б .................................................  100-200

при Т  =  343 К не б о л е е ..................................  2,5 значения
при Г  =  293 К

при Г =  213 К ......................................................  От 1 до 0,5
значения при Т =  293 К 

Выходная полная проводимость в режиме малого 
сигнала при холостом ходе при 1/КБ =  5 В,
/э =  5 мА, /  =  1 кГц не б о л е е .............................  5 мкСм

Обратный ток коллектора не более:
прр С/кб =  15 В ....................................... .. 5 мкА
при £/Кв =  10 В:
при Т  =  293 К ..................................................... 4 мкА
при Т  =  343 К ................................................. • 90 мкА

Емкость коллекторного перехода при С/КБ =  5 В,
/ =  5 М Гц не б о л е е .................................................  10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при — 1 кОм 10 В
Постоянное напряжение коллектор-база.............................  10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при /Бэо <

<  100 м к А ..............................................................................  1 В
Постоянный ток коллектора ................................................. 10 мА
Импульсный ток к о л л е к т о р а ............................................ 30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т  =  213 ч-

293 К ........................................................................................100 мВт
Температура р-п перехода...................................................... 348 К
Температура окружающей с р ед ы .......................................От 213 до

343 К

П р и м е ч а н и е .  Допускается увеличение /?бэ Д° 2 кОм без 
уменьшения t/кэ ПРИ условии включения в цепь базы (последо­
вательно) источника запирающего напряжения. При повышении 
температуры значение рассеиваемой мощности уменьшается на 15 мВт 
через каждые 10 °. При р  =  665 Па значение рассеиваемой мощности 
уменьшается на 30 %.
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П416, П416А, П416Б

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р универ­
сальные маломощные.

Предназначены для применения в усилительных и генераторных 
каскадах высокой частоты, а также в импульсных каскадах радио­
электронных устройств.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Вывод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной меткой. 

Масса транзистора не более 2,2 г.

Электрические параметры

Постоянная времени цепи обратной связи при 
(/КБ =  5 В, /э =  5 мА, / =  5 М Гц  не
б о л е е ..........................................................................  500 пс

Коэффициент передачи тока в режиме малого 
сигнала при t/KB =  5 В, /э =  5 мА, / =  50 
1000 Гц: 

при Г  =  298 К :
П 4 1 6 .....................................................................  25-80
П 4 1 6 А ................................................................  60-125
П 4 1 6 Б ................................................................  90-200

при Г  =  343 К :
П416 . .................................................................От 25 до 2,5

значения при 
Г  =  298 К

П 4 1 6 А ................................................................ От 50 до 2,5
значения при 

Г  =  298 К
П 4 1 6 Б ................................................................ От 90 до 2,5

значения при 
Г  =  298 К

при Г =  213 К ...................................................... От 0,4 до 1,6
значения при 

Г  =  298 К
Модуль коэффициента передачи тока при 

(Укб =  5 В, /э =  5 мА, / = 2 0  МГц не менее:
П416.......................................................................... 2
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I1 4 1 6 A ............................................. ....  3
П 4 1 6 Б .....................................................................  4

Выходная полная проводимость в режиме малого 
сигнала при холостом  ходе при 1/кб =  5 В,
/э =  5 мА, / = ' 5 0 — 1000 Гц не более . . . .  5 мкСм 

Обратный ток коллектора не более:
при f/к б =  15 В ......................................................  5 мкА
при С/кв =  Ю В :
при Г  =  298 К и Т =  213 К .............................  3 мкА
при Т  =  343 К ...................................................... 90 мкА

Обратный ток эмиттера при (УЭБо =  2 В не
более . . . , ...........................................................  100 мкА

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 
/к =  50 мА, /Б =  3 м А :

П416..........................................................................  2 В
П416А, П 4 1 6 Б ...................................................... 1,7 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =
=  10 мА, /Б =  I м А  не б о л е е .............................  0,5 В

Граничное напряжение при = 10 мА не менее:
при Т  =  298 К ...................................................... 14 В
при Т  =  343 К :

П 4 1 6 ...................................................... ’. . . 13 В
П416А, П 4 1 6 Б ................................................. 10 В

Емкость коллекторного перехода при UKБ =  5 В,
/  =  5 М Гц не более ................................................. 8 пФ

Емкость эмиттерного перехода при t/jB =  1 В,
/ =  5 М Гц не б о л е е ................................................. 40 пФ

Время рассасывания при £ к =  Ю В, /к =  50 мА, 
ти =  5 мкс и / =  1 -г 10 кГц не более . . . .  1 мкс

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
при Л Бэ =  0 ...............................................................  • 15 В
при Л Бэ <  3 В ................... ...........................................  20 В
при Л Бэ <  I кО м ..........................................................  *2 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при /эво <
С 2 м А ................................................................ ....  3 В

Постоянный ток коллектора при <  100 м В т ....................25 мА
Импульсный ток коллектора и ток в режиме переклю­

чения при ти <  5 мкА, /к.ср < 25 м А  и Р <
К 100 м В т ...............................................................................120 мА

Импульсная рассеиваемая мощность при ти < 5 мкА и
Рф =  100 м В т ....................................................................  360 мВт

Постоянная рассеиваемая мощ ность.................................. 100 мВт
Температура р-п  перехода ................................................. 358 К
Температура окружающей ср ед ы .......................................От 213 до

343 К
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П р и м е ч а н и я :  1. Значения параметров приведены для 
Г =  213 4- 318 К.

При Г =  318 -г- 343 К значения параметров уменьшаются через 
каждые 5 “ :

С/кэк на • В, и кэх  на 1 В, UK3R на 0,4 В, £/3 5 . макс на 
0.2 В, /к. макс на 4 мА, Р и макс на 10 мВт.

2. При Г =  318 343 К максимально допустимая постоянная 
рассеиваемая мощность коллектора, мВт, рассчитывается по формуле

^к. макс =  (358 -  п/0,4, 

а при р =  665 Па она уменьшается на 30 %.

_  1.2 
•S 1,1
II

Ьи

<  0,9

о, в

0,7

0,6

ПЧ

1

16А, ПЧ1
-----
55

/

0к б =5В

I I
0 10 20 30 40 501э,мА

Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от тока 

эмиттера.

0 4 8 12 16 201э ,мА

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от  тока 

эмиттера. .

Зависимость относительного 
пробивного напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.
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Зависимость коэффициента пе­
редачи тока в режиме малого 
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1Б J
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Зависимость напряжения насы­
щения эмиттер-база от темпе­

ратуры.

П417, П417А
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р усилитель­

ные высокочастотные.
Предназначены для применения в усилительных и генераторных 

каскадах высокой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Вы­
вод эмиттера на боковой поверхности корпуса маркируется цветной 
меткой.

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Максимальная частота генерации при 1/«б =  5 В,
/э =  5 м А  не м е н е е ...................................................... 200 М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи при
С/КБ =  5 В, /э  =  5 мА, /  =  5 М Гц  не более . . . 400 пс 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при {/КБ =  5 В, /э =  5 мА , / =  50 1000 Гц: 

при Т  =  293 К:
П 4 1 7 .........................................................................  24-100
П417А.........................................................................  65-200
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П 4 1 7 .......................................................................... От 24 до
3 значений 

при Г  =  293 К
П 4 1 7 А ..................................................................... От 65 до

3 значений
■ при Т  =  293 К

при Г = 2 1 3  К ............................................ ..... . .1 -0 ,4  значения
при Т  293 К

при Т  =  343 К :

Входное сопротивление в режиме малого сигнала при 
(/КБ =  5 В, /э  =  5 мА, / =  50 4- 1000 Гц не более 

Выходная полная проводимость в режиме малого 
сигнала при холостом ходе при {/кб =  5 В, 
/э =  5 мА, / =  50 4- 1000 Гц не более . . . .  

Обратный ток коллектора при С/КБ =  10 В не более
при Г  =  293 К ........................ ...................................
при Г  =  343 К .......................................................

Обратный ток эмиттера при (/ЭБ =  0,5 В не более 
Граничное напряжение при £/КБ =  8 В, /э  =  5 мА

не менее ..........................................................................
Емкость коллекторного перехода при {/КБ =  5 В, 

/ =  5 М Гц не б о л е е ..................................................

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
при отсоединенной базе при Г =  213 -=- 303 К 
при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы
при Т =  213 4- 343 К ..................................................

Постоянное напряжение эмиттер-база...............................
Постоянный ток к о ллек то р а ........................................
Постоянная рассеиваемая мощ ность...............................
Температура окружающей среды ....................................

10 Ом

10 мкСм

3 мкА 
70 мкА 
30 мкА

8 В

5 пФ

8 В

10 В 
0,7 В 
10 мА 

50 мВт 
От 213 

до 343 К

П р и м е ч а н и я :  1. При Т  =  303 4- 343 
уменьшается на 0,5 В через каждые 5°.

2. При Т  — 213 4- 343 К максимально допустимая 
рассеиваемая мощность коллек- .
тора, мВт, рассчитывается по 
формуле /’к,макс =  (358 -  Г)/0,5.

К напряжение (/кэо

постоянная

Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого сигнала от напря­

жения коллектор-база.
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Зависимость относительного ко­
эффициента передачи то ка  в ре­
жиме малого си гн ала от тока 

эм иттера.

213 233 253 213 293 313 333 Т,К
Зависимость относительного ко­
эффициента передачи тока в ре­
жиме малого  сигнала от тем ­

пературы.

П422, П423
Транзисторы германиевы е диффузионно-сплавные р-п-р усилитель­

ные с нормированным коэффициентом ш ума на частоте 1,6 МГц 
маломощные.

Предназначены д л я  применения в усилительных и генератор­
ных каскадах высокой частоты.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Вы­
вод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной точкой.

М асса транзистора не более 2,2 г.
Эмиттер

Б аза f коллектор

Электрические параметры

М аксимальная ч асто та  генерации при С/К б  = 5 В,
/э  = 5 мА  не м ен ее :

'• П422 .........................................................................................................  60 МГц
П423 .........................................................................................................  120 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при t /кв = 5 В,
/э  = 5 мА , f  = 5 М Г ц  не более:

П422 ......................................................................................................... 1000 пс
П423 .........................................................................................................  500 пс

Коэффициент ш ум а при 6^  = 5 В, /э  = 5 м А ,/ =  1,6 МГц
не б о л ее .........................................................................................................  10 дБ

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала
1>къ = 5 В, /э = 1  м А , / = 5 0 + 1 0 0 0  Г ц : .........................

при Г  = 293 К ............................................................................... 2 4 -1 0 0
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при Т = 328 К не б о л е е ........................................................
при Т = 248 К не м е н е е ........................................................

Модуль полной проводимости прямой передачи при 
С/Кб = 5 В, /э  = 5 мА, / = 2 0  МГц не менее:

П422 .........................................................................................................
П423 .........................................................................................................

1ыходная полная проводимость в реж име малого сиг­
нала при коротком замыкании при £У« б = 5 В,
/э  = 5 мА , /  = 50.4- 1000 Гц не б о л е е ..................................... 5 м к С м

ходное сопротивление при С/кб = 5 В, /э  = 5 мА
не более ...................................................................................................

(братный ток коллектора при Uкб  = 5 В не более:
при Г  = 293 К ................................................................................
при Т — 328 К . . . .............................................................. 70 м кА

ёмкость коллекторного перехода при С/кб = 5 В,
/ =  1 ,6 -г 5 МГц не б о л е е ........................................................

250
15

2,5
5

38 О м

5 м кА

10 пФ

10 В 
20 м А  

100 м В т  
343 К

Предельные эксплуатационные данные
[апряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ < 1 кОм . . . .
ок коллектора . . . ............................................................................
1остоянная рассеиваемая мощность при Г  = 248 4- 293 К
емпература р-п п ер ехо да ....................................................................
емпература окружающей с р е д ы ................................От 248 до  328 К

П р и м е ч а н и е .  При Т = 293 4- 328 К максимально до п усти м ое  
начение рассеиваемой мощности уменьш ается на 15 м В т через 
аж дые 10°.

Ск,пФ 
8

П42’2 ,П 423

/ \
/ \
I

UКБ = 5 В 
f  = s n -  1ПППГ„

I

h213 
80

70 

ВО 

50 

40 
30

0 4 8 12 16 201э,мА
ависимость коэффициента пе- 
едачи тока в режиме малого 

сигнала от тока эмиттера. §
с
о:

ависимость емкости коллек- J J  
орного перехода от напряже- ^  

ния коллектор-база.

ависимость относительного 
робивного напряжения кол- 
ектор-эмиттер от сопротивле­

ния база-эмиттер.

7

6
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3
I
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—
п
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422, П42 1

f-- ■ 5М Гц

0 2 4 6 8 10иКБ,В

' 0 ,8
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0, г
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10~г 10~1 10° 101 RБ3, кОм
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КТ620А, КТ620Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р переклю­

чательные.
Предназначены дл я  работы в импульсных схемах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
М асса транзистора КТ620А не более 1 г, КТ620Б не более 2 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эм и ттер о м :

КТ620А при 1/КБ = Ю В, /к = 10 мА не менее 100 
КТ620Б при 1/кб = 5 В, /к  = 200 мА . . . . . 3 0 -1 0 0  

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
= 400 мА , /Б = 80 мА  КТ620Б не б о л е е ........................  1 В

Н апряжение насыщения база-эмиттер при /к = 400 мА,
/Б = 80 мА КТ620Б не б о л е е ....................................................... 1,8 В

М о дуль коэффициента передачи тока при (/КБ = 1 0  В,
/э  = 30 м А , / =  100 М Г ц  не м е н е е ..................................... 2

Время рассасывания при /« = 200 мА , /Б = 20 мА
КТ620Б не б о л е е ................................................................................ 100 не

О братный ток коллектора при С/КБ0, = 50 В не более 5 мкА

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Кэб =
= 100 Ом и Тп = 398 К ...................................................................  20 В

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер: 
при Тп = 228 343 К :

К Т 6 2 0 А ............................................................................................  50 В
К Т 6 2 0 Б .............................................................. .............................. 40 В

при Гп = 358 К :
К Т 6 2 0 А ............................................................................................  40 В
К Т 6 2 0 Б ............................................................................................  30 В

при Гп = 398 К :
К Т 6 2 0 А ............................................................................................  25 В
К Т 6 2 0 Б ............................................................................................  20 В

П остоянное напряжение коллектор-база:
при Гп = 228 343 К ...............................................................  50 В
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при Т„ = 358 К ................................................................................. 40 В
при Т„ = 393 К ................................................................................  25 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Та = 228 -т- 
343 К:
К Т 6 2 0 А ...................................................................................................  3 В
К Т 6 2 0 Б ...................................................................................................  4 В

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
при Тк = 298 К :

К Т 6 2 0 А .............................................................................................  225 мВт
К Т 6 2 0 Б .............................................................................................  500 мВ т

при Тк = 358 К :
К Т 6 2 0 А ............................................................................................. 75 мВт
К Т 6 2 0 Б ......................... ....................................................................100 мВт

Тепловое сопротивление переход-окружающая ср еда :
К Т 6 2 0 А ................................................................................................... 0,4 К/мВт
К Т 6 2 0 Б ................................................................................................... 0,15 К/мВт

Температура п е р е х о д а ........................................................................... 393 К
Температура окружающей среды . . . . . . . . . .  От  228

до 343 К

Р а з д е л  п я т ы й  4

ТРАНЗИСТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ 
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

п-р-п

2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г, КТ306А, 
КТ306Б, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д

I Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переклю­
чательные маломощ ные и СВЧ усилительные с ненормированным 
коэффициентом ш ума.

Предназначены для переключения (2Т306А, 2Т306Б, КТ306А, 
КТ306Б) и усиления сигналов высокой частоты  (2Т306В, 2Т306Г, 
КТ306В, КТ306Г, КТ306Д).

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на крышке корпуса.

М асса транзистора не более 0,65 г.
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Электрические параметры

Граничная частота при С/Кб = 5 В, /э  = 10 м А :
2Т306А, КТ306А, 2Т306В, ТК306В не менее . . . .  300 МГц
типовое зн ачен и е ........................................... 500* МГц
2Т306Б, КТ306Б, 2Т306Г, КТ306Г не менее . . . .  500 МГц
типовое зн ачен и е ............................................................................... 650* МГц
КТ306Д не м е н е е ...............................................................................  200 МГц

П остоянная времени цепи обратной связи при С/кб = 5 В, .
/э  = 5 м А , / = Ю  М Гц:

2Т306В, КТ306В, 2Т306Г, КТ306Г не более . . . .  500 пс
типовое зн ачение...............................................................................  60* пс
КТ306Д не б о л е е .........................................................................  300 пс

Коэффициент ш ум а* при С/КБ = 5 В:
при /э = 0,5 мА , / =  1 кГц не б о л е е ............................... 30 дБ
типовое зн ачен ие ...............................................................................  12 дБ
при /3 = 1 мА , / = 9 0  МГц не б о л е е ........................  8 дБ
типовое зн ачен и е ...............................................................................  5 дБ

Время рассасЫЬания при /к нас = Ю м ^> нас = I МА,
RK = 75 О м 2Т306А, 2Т306Б, КТ306А, КТ306Б не более 30 не
типовое з н а ч е н и е ...............................................................................  15* не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эм иттером  при £к = 0, /э = 10 м А : 

при Г  = 298 К :
2Т306А, К Т 3 0 6 А .........................................................................  2 0 -6 0

2Т306Б, КТ306Б . : . 1 ....................................................... 4 0 -1 2 0
2Т306В, К Т 3 0 6 В ......................................................................... 2 0 -1 0 0
2Т306Г, К Т 3 0 6 Г .........................................................................  4 0 -2 0 0

К Т 3 0 6 Д ............................................................................................3 0 -1 5 0
при Т = 213 К

2 Т 3 0 6 А ............................................................................................ 8 - 6 0
2 Т 3 0 6 Б ............................................................................................1 6 -1 2 0

2 Т 3 0 6 В ............................................................................................8 -1 0 0
2 Т 3 0 6 Г ............................................................................................1 6 -2 0 0

при Т = 398 К
2 Т 3 0 6 А ............................................................................................2 0 -1 2 0

2 Т 3 0 6 Б ...........................................................................................  4 0 -2 4 0
2 Т 3 0 6 В ............................................................................................ 2 0 -2 0 0
2 Т 3 0 6 Г ............................................................................................ 4 0 -4 0 0

Граничное напряжение при /э  = • МА не менее:
2Т306А, К Т 306А, 2Т306В, К Т 306В ...........................................  10 В
2Т306Б, КТ306Б, 2Т306Г, К Т 3 0 6 Г ..................................... 7В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при
/к = 10 м А , /Б = 1 мА не б о л е е ...........................................  0,3 В
типовое з н а ч е н и е ............................................................................... 0,2* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА,
/Б = I м А  не б о л е е .........................................................................  1 В
типовое з н а ч е н и е ............................................................................... 0 ,9* В

Обратный ток коллектора при С/кб = 1 5  В не более:
при Т = 298 К ...............................................................................0,5 мкА



при Г  = 398 К 2Т306А. 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г 
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К , £/ЭБ = 4 В

не б о л е е .......................................................................... ......
Входное сопротивление в схеме с общ ей базой в ре­

жиме малого сигнала при С/КБ = 5  В, /э  = 5 мА, 
/ =  1 кГц 2Т306В, КТ306В, 2Т306Г, КТ306Г, КТ306Д
не б о л е е ........................................................................................................
типовое з н а ч е н и е ................................................................................

Емкость коллекторного перехода при {/КБ = 5 В не
более . ............................... ..........................................................................
типовое значение ................................................................................

Емкость эмиттерного перехода при 1/эБ = 0 не более
типовое значенйе ................................................................................

Емкость конструктивная между вы водами коллектора
и э м и т т е р а ............................................................................................

Индуктивность выводов эмиттера и б азы *  при /= 10 мм

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко л л екто р -б аза .....................................
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?Эб <

< 3 к О м ................................................................................ .....
Постоянное напряжение эмиттер-база

10 м кА  

I мкА

30 Ом 
8* Ом

5 пФ 
3* пФ  
4,5 пФ 
3* пФ

0,55 пФ  
11 нГн

15 В

10 В 
4 В

Постоянный ток к о л л ек то р а ..............................................................  30 м А
Постоянный ток коллектора в режиме насыщ ения . . . .  50 м А  
Постоянная рассеиваемая мощность:

2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т 306Г :
при Т=  213 -=- 363 К, р > 6650 П а ...............................150 м В т
при Г =  213 -=- 363 К, р = 665 П а ...............................100 м В т
при Т = 398 К ................................................................................ 75 м В т

КТ306А, КТ306Б, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д:
при Т=  213 4- 363 К .............................................................. 150 м В т
при Т = 398 К ................................................................................ 60 м В т

Общее тепловое сопротивление........................................................  467 К/Вт
Температура п е р е х о д а ..........................................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы ................................От 213 до 398 К
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Зависимость относительного на­
пряжения насыщения база-эмит­

тер от температуры.

Зависимость относительного на­
пряжения насыщения б аза-эм и т­

тер от тока коллектора.

2Т307А-1, 2Т307Б-1, 2Т307В-1, 2Т307Г-1, 
КТ307А-1, КТ307Б-1, КТ307В-1, КТ307Г-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универ­
сальные высокочастотные и СВЧ маломощные.

Предназначены дл я  переключения и усиления сигналов высокой 
частоты.

Бескорпусные, без кристаллодержателя, с гибкими выводами 
и защ итным покрытием н а  основе эпоксидной смолы. Выпускаются 
в сопроводительной тар е . Обозначение типа приводится на эти­
кетке.

М асса транзистора не более 0,002 г.
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Электрические параметры

Граничная частота при 1/КБ = 2 В, /э  = 5 м А  не 
менее: '

2Т307А-1, 2Т307Б-1, 2Т307В-1, 2 Т 3 0 7 Г -1 ..........................  300 МГц
КТ307А-1, КТ307Б-1, КТ307В-1, КТ307Г-1 ..........................  250 МГц

Время рассасывания при /к.нас= Ю МА- нас = ' МА,
Лк = 75 Ом не более:

2Т307А-1, 2Т307Б-1, КТ307А-1, КТ307Б-1, КТ307В-1,
К Т 3 0 7 Г - 1 .............................................................................................  30 не
2Т307В-1...................................................................................................  50 не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при Ек = 0,_ /к = 10 мА не м енее: 

при Т — 298 К :
2Т307А-1, К Т 307А -1 ..................................................................... 20
2Т307Б-1, 2Т307В-1, КТ307Б-1, КТ307В-1 . . . .  40
2Т307Г-1, К Т 3 0 7 Г -1 ..................................................................... 80

при Т = 213 К :
2Т 307А -1 .............................................................................................  10
2Т307Б-1, 2 Т 3 0 7 В -1 ....................................................................  20
2 Т 3 0 7 Г -1 .............................................................................................  40

при Т = 358 К :
2Т 307А -1 .............................................................................................  20
2Т307Б-1, 2Т307В-1 ..................................................................... 40
2Т307Г - 1 ................................................................................. 80

Граничное напряжение при /э  = 1 мА  не м ен ее :
2Т307А-1, 2Т307Б-1, 2Т307В-1, 2 Т 3 0 7 Г -1 ..........................  10 В
КТ307А-1, КТ307Б-1, КТ307В-1, К Т 307Г -1 .......................... 5 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 
/к = 20 мА, /Б = 2 мА не б о л е е ............................................. 0,4 В
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Н апряжение насыщения база-эмиттер при /к = 20 мА,
/э = 2 м А  не б о л е е .........................................................................  1,1 В

Обратный то к  коллектора при С/кб = 1 0  В не более:
при Т — 298 К ..................................................................................... 0,5 мкА

при Г  = 358 К 2Т307А-1, 2Т307Б-1, 2T307B-I,
2 Т 3 0 7 Г -1 .................................................................................................. 10 мкА

Обратный то к  эмиттера при Г  = 298 К , С/эб = 4 В не “
б о л е е ...............................................................................................................  1 мкА

Емкость коллекторного  перехода при С/Кб = 1 В не более:
2Т307А-1, 2Т307Б-1, 2Т307В-1, 2 Т 3 0 7 Г -1 ........................  5 пФ
К Т307А-1, КТ307Б-1, КТ307В-1, КТ307Г-1 . . . .  6 пф

Емкость эмиттерного  перехода при С/Э б  = 1 В не более 3 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор -база.....................................  10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

/?э б  < 3 к О м ............................................................................................ 10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база ...........................................  4 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ....................................................... 20 мА
И мпульсный ток коллектора при т„ < 10 мке, Q > 10 50 мА 
Постоянная рассеиваем ая мощность:

при Т =  213 4- 328 К ...................................................................15 мВт
при Т = 358 К .....................................................................................  5 мВт

Общее тепловое сопротивление....................................................... 3 К/мВт
Температура окружаю щ ей с р е д ы ................................................. От 213

до 358 К

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзисторов в составе микро­
схем должен б ы ть  обеспечен теплоотвод от кристалла с Лт < 3 К/мВт

Зависимость относительного Зависимость относительной гра
статического коэффициента пе- ничной частоты от тока эмит 
редачи то ка  в схеме с общим тера. 
эмиттером от то ка  коллектора.

312



g V
5 1,2

2,4

2,0

a 0,8

21
~ К 1

г307.
307/

\-1 -
w -

-2ТЗ
-к т з

07Г-
07Г

1
- 1 ~

/нас --10

1,20
1,15

О

I VO
% 1 ,0 5

Cj
p-i % 0 0  Ю 9

^  0,95 

0,90

2Т Z07A
307А

- 1 ­
- 1 -

гтз с
КТ31

7Г- 
17Г~ 1 —

\
\

h =20 мА \
1с = 2мА 

5 i 1 \
10 20 30 40 5 0 Ik , mA ' 213 243 273 303 333 3 63  T,K

Зависимость относительного на­
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Зависимость относительного  на­
пряжения насыщения б а за -э м и т ­

тер от тем пературы .

1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 
1Т311Л, ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И

Транзисторы германиевые планарные п-р-п. Предназначены для 
усиления сигналов.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во дам и . 
М асса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при UK = 3 В, /э  = 15 мА : 

при Т = 298 К:
1 Т 3 1 1 А ............................................................................................ 1 5 - 1 8 0
1 Т 3 1 1 Б ............................................................................................ 3 0 - 1 8 0

1 Т 3 1 1 Г ............................................................................................. 3 0 - 8 0
1Т311Д, 1 Т 3 1 1 К .......................................................................... 6 0 - 1 8 0
1 Т 3 1 1 Л ............................................................................................ 1 5 0 -3 0 0
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при Т = 343 К не более:
1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Д, 1 Т 3 1 1 К .........................От 3 значений

при Г  = 298 К 
до 300

1 T 3 1 1 J 1 .................................................................... ...... . .От 3 значений
при Т = 298 К 

до 500
при Г =  213 К, UK = 3 В, /э  = 15 мА
1 T 3 1 I A .............................................................................................0,65 значения

при Т = 298 К, 
но не менее 10

Г  = 298 К : .
Г Т 3 1 1 Е ....................................................................................... 1 5 -8 0
Г Т 3 1 1 Ж ....................................................................................... 5 0 -2 0 0
Г Т 3 1 1 И ....................................................................................... 1 00 -3 0 0

Т =  328 К :
Г Т 3 1 1 Е ......................................................................................  1 5 -1 5 0
Г Т З Г 1Ж ......................................................................................  5 0 -3 5 0
Г Т 3 1 1 И ......................................................................................  1 0 0 -500

Т =  233 К :
Г Т 3 1 1 Е .............................................................. ...... 1 0 -8 0
Г Т 3 1 1 Ж ....................................................................................... 2 5 -2 0 0
Г Т 3 1 1 И ........................................................ ...... 5 0 -3 0 0

О братный ток коллектора не более:
при £/к = 12 В, Г =  213 ч- 298 К 1Т311А, 1Т311Б,
1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1 Т 3 1 1 Л ..................................... 5 мкА
при UK = 1 В, Т = 343 К 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г,
1Т311Д, 1Т311К, 1 Т 3 1 1 Л .......................................................  30 мкА
при (7К = 1 2  В, Г =  233 -г 298 К ГТ311Е, ГТ311Ж 10 мкА
при UK = 10 В, Г =  233 ч- 298 К Г Т 311И ......................... 10 мкА
при UK = 7 В, Т = 328 К ГТ311Е, ГТ311Ж,
Г Т 311И ................................................................................................... 60 мкА

О братный ток эмиттера не более: 
при и эБ = 2 В:

1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, .1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л 10 мкА
ГТ311Е, Г Т 3 1 1 Ж .............................................................. . 15 мкА
при £/Эб = 1,5 В ГТ311И . . . . . . . . .  15 мкА

М о дуль коэффициента передачи тока при Uк = 5 В,
/э  = 5 мА , / =  100 М Г ц :

1Т311А, 1Т 311Б .......................................................................... • 3 - 1 0
1Т311Г, 1 Т 3 1 1 К .......................................................................... 4 ,5 - 1 5
1Т311Д, 1Т 311Л .............................................................. 6 - 1 5
ГТ311Е не менее . . . .................................................  2,5
ГТ311Ж не м е н е е .................................................................... 3
ГТ311И не менее .................................................................... 4,5

П остоянная времени цепи обратной связи при 
UK = 5 В, /э  = 5 мА , / =  5 М Гц не более:

1 Т 3 1 1 А ............................................................................................  50 пс
1Т311Б, ГТ311Ж, Г Т 3 1 1 И .................................................  100 пс
1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л, ГТ311Е . . . .  75 пс
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Емкость коллекторного перехода при Uк  = 5 В не
более..........................................................................................................

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 15 мА , 
/в = 1,5 мА  не б о л е е ...............................................................

Напряжение насыщения 
/к = 15 мА , /Б = 1,5 не 

Коэффициент ш ума при 
Rr = 75 Ом, /  = 60 МГц

коллектор-эмиттер при
более .............................................

t/к = 5 В, /э = 5 мА , 
1Т311А не более . . . .

Емкость эмиттерного перехода при Uэ  = 0 ,25 В 
1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л
не более .............................................................................................

Время рассасывания при /к — 20 мВ 1Т311А, 1Т311Б, 
1Т311Г, 1ТЗПД, 1Т311К, 1Т311Л не более . . . .

2, 5 пф 

0, 6 В 

0, 3 В 

8 дБ

5 пф 

50 не

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
при Т = 213 -=-318 К 1T31IA, 1Т311Б, 1Т311Г,
1Т311Д, 1Т311К, 1Т 311Л ........................................................  12 В
при Т = 318 -=- 343 К .............................................................. Снижение на 1 В

через каждые 
5 К

при Т  = 233 -=- 318 К : '
ГТЗИЕ, Г Т 311Ж ....................................................................  12 В
Г Т 3 1 1 И .......................................................................................  10 В

при Г  = 318 -f- 328 К .............................................................. Снижение на 1 В
через каждые 

5 К
Импульсное напряжение коллектор-база при ти < 1 мке 

и Q > 10: 
при Г  = 293 К:

1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К,
1 Т 3 1 1 Л .......................................................................................  25 В
ГТ311Е, ГТ311Ж , Г Т 3 1 1 И ............................................. 20 В

при Т=  318 -г 328 К .............................................................. Снижение на 1 В
через каждые 

5 К
Граничное напряжение при /э  = 10 м А : 

при 7  = 298 К :
1 Т 3 1 1 А .......................................................................................  Ю В
1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л 8 В 

при Т = 343 К 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д,
1Т311К, 1 Т 3 1 1 Л ........................................................................... 5 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
КБэ/^Б <

при Т = 213 -г 318 К 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г,
1Т311Д, 1Т311К, 1Т 311Л ........................................................  12 В
при Т = 318 -=- 343 К .............................................................. Снижение на 1 В

через каждые 
5 К
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при 7"= 233 4- 318 К :
ГТ311Е, Г Т 311Ж .............................................................  12 В
Г Т 3 1 1 И ................................................................................. 10 В

при 7" = 318 ч- 328 К .......................................................Снижение на 1
через каждые 5

Постоянное напряжение эмиттер-база:
при Г  = 213 -г 318 К ЧТ311А, 1ТЗПБ, 1Т311Г,
1Т311Д, 1Т311К , 1 Т 3 1 1 Л ...........................................  2 В
при Г  = 318 4- 343 К .......................................................Снижение на 0,2

через каждые 5
при Т = 233 4- 318 К:

ГТ311Е, ГТ311Ж  . . ................................................. 2 В
Г Т 3 1 1 И ........................................... ....................................  1,5 В

при Т =  318 4- 328 К .......................................................Снижение на 0,2
через каждые 5

Постоянный ток коллектора . . . . .
Постоянная рассеиваем ая мощность: 

при Т  = 293 К IT311A, 1Т311Б, 
1Т311Д, 1Т311К , 1Т311Л . . . .  
при 7 =  343 К 1Т311А, 1Т311Б, 
1Т311Д, 1Т311К , 1Т311Л . . . .  
при Т = 298 4- 343 К ..............................

iT 3 1 1 Г,

1Т311Г,

при Т = 233 4- 293 К ГТЗ НЕ, ГТ311Ж, ГТ311И 
при Т = 328 К ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И 
при Т = 298 4- 328 К .......................................................

50 мА

150 мВт

50 мВт 
Снижается 

линейно 
150 мВт 

85,7 мВт 
Снижается 

линейно

1Т311Д, 1Т311К.

1Т311К,

Температура перехода:
IT31IA , 1Т311Б, 1Т311Г,
1 Т 3 1 1 Л ..............................................................
ГТ311Е, ГТ311Ж , ГТ311И . . . .

Температура окруж аю щ ей среды:
1ТЗНА, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д
1 Т 3 1 1 Л .......................................................................................От
ГТ311Е, ГТ311Ж , Г Т 311И ...........................................От

100 * ' ^213
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316

213 233 253 273 293 313 Т,К 
Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем ­

пературы.



\h2b /

/
/

.. . .  1 .j 

. 1Т311А.
-

1ТЗ 1Т311Л

; /

Ц

. — - —
/

/
/

L 
f  =

1К-5 В  
100 МГц

\h2b\
/ М ~ - - — —.__

/
1

и з п ь ,  
m i i r ,  1Т31Ш

/ /

,
— — — -----

)
/

/ f
Uk — 58
-  1ППМГ t

0 5 10 15 20 2513,мА 0 5 10 15 20 2 5 I3, mA

Зона возможных положений за ­
висимости модуля коэффици­
ента передачи тока от тока 

эмиттера.

Зона возможных положений за ­
висимости м одуля коэффициен­
та передачи тока от  то ка  эмит­

тера.

Кш,дБ  I I I  // Кш,ДБ 
8 ___ 1Т 311А ,тт,_1^___  з 

7

— Н — — Н  7,  ̂ /У '
5I—N. N. Y/A —И в 
Ч\ Н — :Р Ь +Т»=5мА-\ 5 
■71 1 > - ~ М  I I  1 1  4 
0,1 0,51 5 10 50100f,МГц

Зона возможных положений за­
висимости коэффициента ш ума 

от частоты. -

I I IT
П311Б.1Т311Г. /1
fТ311Д
L4// I 7 ,
n uK~ 
\ ! э  =

J L

5м A /
t .I\

\ /
/ /t

/
4, —

/ , у  / /
/

/у
0,1 0,51 5 10 50100 f, МГц

Зона возможных положений за­
висимости коэффициента ш ума 

от частоты .

Зависимость пробивного напря­
жения коллектор-эмиттер от 

сопротивления база-эмиттер.

100Rs 3 ,k0m

Зависимость пробивного н ап ря­
жения коллектор-эм иттер  от 

сопротивления б аза-эм и ттер .
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дачи тока от температуры.

2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д, 
КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переклю­
чательны е маломощ ные и СВЧ усилительные с ненормированным 
коэффициентом шума.

Предназначены для переключения (2T3I6A, 2Т316Б, 2Т316В, 
К Т316А , КТ316Б, КТ316В) и усиления сигналов высокой частоты 
(2Т316Г, 2Т316Д, КТ316Г, КТ316Д).

Вы пускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

М асса транзистора не более 0,6 г.

Электрические параметры

Граничная частота при UKB = 5 В, /э  = 10 мА)
2Т316А , КТ316А, 2Т316Г, КТ316Г не менее 600 М Гц 
типовое з н а ч е н и е .................................................................... 1000* М Гц
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2Т316Б, КТ316Б, 2Т316В, КТЗ 16В, 2Т316Д,
КТ316Д не м е н е е ..................................................................... 800 М Гц
типовое з н а ч е н и е ........................................................ 1000* М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи  при 
UKb = 5 В, /э  = 10 мА, / =  10 МГц
2Т316Г, КТ316Г, 2Т316Д, КТ316Д не более . . .  150 пс
типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 50* пс

Время рассасывания при /к „ас = 10 м А , /Б „ас = 1 МА,
Лк = 75 О м :

2Т316А, КТ316А, 2Т316Б, КТ316Б не более 10 не
типовое з н а ч е н и е ..................................................................... 4 *  не
2Т316В, КТЗ 16В не б о л е е ..................................................  15 не
типовое з н а ч е н и е ..................................................................... 5 * не

Статический коэффициент передачи тока в схеме 
с общим эмиттером  при £к = Лэ = *0 м А : 

при Г  = 298 К :
2Т316А, К Т 3 1 6 А ....................................................................  2 0 -6 0
2Т316Б, КТ316Б, 2Т316В, КТЗ 1 6 В .......................... 4 0 -1 2 0
2Т316Г, КТ316Г ..................................................................... 2 0 -1 0 0
2Т316Д, К Т 3 1 6 Д ..................................................................... 6 0 -3 0 0

при Г  = 213 К :
2 Т 3 1 6 А .......................................................................................  1 0 -6 0
2Т316Б, 2Т316В ..................................................................... 2 0 -1 2 0
2 Т 3 1 6 Г .......................................................................................  1 0 -1 0 0
2 Т 3 1 6 Д .......................................................................................  3 0 -3 0 0

при Т = 398 К :
2 Т 3 1 6 А .......................................................................................  2 0 -1 2 0
2Т316Б, 2 Т 3 1 6 В ....................................................................  4 0 -2 4 0
2 Т 3 1 6 Г .......................................................................................  2 0 -2 0 0
2 Т 3 1 6 Д .......................................................................................  6 0 -6 0 0

Граничное напряжение при /э  = 1 мА  не менее 5 В
типовое значение ........................................................................... 10* В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при
/к = 10 м А , /Б = 1 мА не б о л е е ................................  0,4 В

типовое зн а ч е н и е ........................................................................... 0,18* В
Напряжение насыщения база-эмиттер при 1К = 10 мА, ’

/Б = 1 мА  не б о л е е ....................................................................  1,1 В
типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 0 ,8* В

Обратный ток коллектора при {/КБ = 1 0  В не более:
при Т = 298 К ..........................................................................  0,5 мкА
при Г =  398 К 2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г,
2 Т 3 1 6 Д .............................................................................................  5 мкА

Обратный ток эмиттера при Т = 298 К , 1/ЭБ = 4 В
не б о л е е .............................................................................................  1 мкА

Емкость коллекторного перехода при (/Кб = 5 В не
б о л е е ...................................................................................................  3 пФ
типовое з н а ч е н и е ..........................................................................  2* пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/ЭБ = 0 не более 2,5 пФ 
типовое зн ач ен и е ................................................................................. 1,2* пФ
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Емкость кон структивная между выводами коллектора
и э м и т т е р а * .......................................................................................

Индуктивность вы водо в эмиттера и базы  * при 
/ = 3 м м ...................................................................................................

0,5 пФ 

6 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор -база ...............................  10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

ЛЭб < 3 к О м .......................................................................................  10 В
Постоянное напряжение эм иттер-база.....................................  4 В
Постоянный ток коллектора 2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В,

2Т316Г, 2 Т 3 1 6 Д ................................................................................  30 мА
Постоянный ток коллектора КТ316А, КТ316Б, КТ316В,

КТ316Г, К Т 3 1 6 Д .......................................................................... 50 мА
Постоянный ток эм и ттера 2Т316А, 2Т316Б, 2Т31'6В,

2Т316Г, 2 Т 3 1 6 Д ................................................................................  30 мА
Постоянный ток эм и ттера КТ316А, КТ316Б, КТЗ 16В,

КТ316Г, К Т 3 1 6 Д .......................................................................... 50 мА
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения 50 мА
Постоянный ток эм иттера в режиме насыщения 50 мА 
Постоянная рассеи ваем ая мощность:

2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д:
при Т =  213 -г 348 К, р > 6650 П а .........................  150 мВт
при Т = 213 -f- 348 К , р = 665 П а ...............................  100 мВт
при Т = 398 К ...................................................................  60 мВт

КТ316А, КТ316Б, КТЗ 16В, КТ316Г, КТ316Д:
при Т = 213 -г 363 К ........................ ...... . . . . 150 мВт
при Т = 398 К ...................................................................  60 мВт

Общее тепловое со п р о ти вл ен и е ...........................................  556 К/Вт
Температура п е р е х о д а ...................................................................  423 К
Температура окружаю щ ей с р е д ы ........................................... От 213 до

398 К

i

2 Т,
~кт.

■16A
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- гт 
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----
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2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1, 
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318А-1, 

КТ318Б-1, КТ318В-1, КТ318Г-1, КТ318Д-1, 
КТ318Е-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переклю ­
чательные СВЧ маломощ ные.

Предназначены для работы в 
переключающих схемах гермети­
зированной аппаратуры.

Бескорпусные, с гибкими вы­
водами, с защитным покрытием.
Транзисторы помещаю тся в воз­
вратную  тару, позволяющую без 
извлечения из нее транзисторов 
производить измерение электриче­
ских параметров. Обозначение типа 
и маркировочная точка эмиттера 
приводятся на крышке возвратной 
тары .

М асса транзистора не бо­
лее 0,01 г.

Электрические параметры
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер 

/к = 10 мА, /Б = I мА  не более: 
при Т = 298 К и Т =  213 К :

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1,
КТ318А-1, КТ318Б-1, КТ318В-1 .
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1,
КТ318Д-1, К Т 3 1 8 Е -1 .........................

при Т = 358 К:
2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1,
КТ318А-1, КТ318Б-1, КТ318В-1 . .

Ф  0,045

при

2Т318В1-1,

КТ318Г-1,
0,27 В

0,33 В

2Т318В1-1,
0,3 В
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2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1, КТ318Д-1,
К Т 3 1 8 Е - 1 ................................................................................  0,37 В

Н апряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА,
/Б = 1 м А  не более:

при Т =  298 К и Т=  213 К :
2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1,
КТ318А-1, КТ318Б-1, К Т 3 1 8 В -1 ............................... 0,9 В
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,
К Т318Д -1, К Т 3 1 8 Е -1 .......................................................  1,0 В

при Т — 358 К:
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,
К Т318А-1, КТ318Б-1, К Т 3 1 8 В -1 ............................... 1,05 В
2 Т 3 18Г -!, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,
К Т318Д -1, К Т 3 1 8 Е -1 .......................................................  1,15 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме 
с общ им эмиттером при С/кэ = 1 В, /э =  10 мА : 
при Т =  298 К :

2Т318А-1, 2Т318Г-1, КТ318А-1, КТ318Г-1 . . . 3 0 -9 0  
2Т318Б-1, 2Т318Д-1, КТ318Б-1, КТ318Д-1 5 0 -1 5 0  
2Т318В-1, 2Т318В1-1, 2Т318Е-1, КТ318В-1,
КТ318Е-1 ................................................................................ 7 0 -2 8 0

при Т = 358 К :
2Т318А-1, 2Т318Г-1, КТ318А-1, КТ318Г-1 . . . 2 5 -1 8 0  
2Т318Б-1, 2Т318Д-1, КТ318Б-1, КТ318Д-1 . . . 4 5 -3 0 0  
2Т318В-1, 2Т318В1-1, 2Т318Е-1, КТ318В-1,
К Т 3 1 8 Е - 1 ................................................................................ 6 0 -5 6 0

при Г =  213 К:
2Т318А-1, 2Т318Г-1, КТ318А-1, КТ318Г-1 . . . 1 5 -9 0  
2Т318Б-1, 2Т318Д-1, КТ318Б-1, КТ318Д-1 . . . 2 6 -1 5 0  
2Т318В-1, 2Т318В1-1, 2Т318Е-1, КТ318В-1,
К Т 3 1 8 Е - 1 ................................................................................ 3 3 -2 8 0

М о дуль коэффициента передачи тока при / = 1 0 0  МГц, 
при 1/Кэ  = 2  В, /э  = 5 мА  не менее:
2ТЗ18 А -1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1,
К Т318А -1, КТ318Б-1, К Т 3 1 8 В -1 .....................................  4,3
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,
КТ318Д -1, К Т 3 1 8 Е - !.............................................................  3,5

Время рассасывания при /к = 10 мА , /Б = I мА 
не более:

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, КТ318А-1,
КТ318Б-1, К Т 3 1 8 В -1 .............................................................. 15 не
2 Т 3 1 8 В 1 -1 ......................................................................................  10 не
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,
К Т318Д -1, К Т 3 1 8 Е -1 .............................................................  25 не

Е мкость коллекторного перехода при С/к Б = 5 В,
/ = 1 0  М Г ц  не более:

2Т318А -1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1,
К Т318А-1, КТ318Б-1, К Т 3 1 8 В -1 ...........................................  3,5 пФ

2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,
КТ318Д -1, К Т 3 1 8 Е -1 .............................................................  4,5 пФ
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Емкость эмиттерного перехода при С/«э = 0, f  —
= 10 М Гц не более:

2T318A-I, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1,
КТ318А-1, КТ318Б-1, К Т 3 1 8 В -1 ......................................  4 пф
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,

КТ318Д-1, К Т 318Е -1 ..............................................................  5 пФ
Напряжение отпирания при С/к э  = 2,5 В, /э  = 0,05 мА 
не менее: 

при Т = 298 К:
2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1,
КТ318А-1, КТ318Б-1, К Т 3 1 8 В -1 ...............................  0,57 В
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,
КТ318Д-1, К Т 3 1 8 Е -1 ........................................................  0,55 В

при Т=  358 К :
2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1,
КТ318А-1, КТ318Б-1, КТ318В-1....................................  0,42 В
2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г-1,
КТ318Д-1, К Т 3 1 8 Е -1 ........................................................  0,4 В

Обратный ток коллектора при 1/КБ = 10 В не более:
при Т =  298 К и Т=  213 К ......................................  0,5 мкА
при Т = 358 К ..........................................................................  10 мкА

Обратный ток эмиттера при {УЭБ = 3 В не более 1 мкА 
Предельные эксплуатационные данные 

Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор- 
эмиттер при ЛБЭ = 3 кОм, Г  = 213 358 К . . . . 10 В 

Постоянное напряжение эмиттер-база при
Т =  213 -г 358 К ..........................................................................  3,5 В

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения
при Г =  213 + 358 К ..............................................................  20 мА

Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке,
Q >  10, Тф < 100 н е ....................................................................  45 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Т =  213 н- 328 К ..............................................................  15 мВт
при Т = 358 К ..........................................................................  5 мВ т

Температура п е р е х о д а ....................................................................  373 К
Тепловое сопротивление п ереход-среда................................ 3 К/мВт
Температура окружающей с р е д ы ............................................ От 213 до

358 К
П р и м е ч а н и я :  1. М аксимально доп устим ая постоянная рассеи ­

ваемая мощность коллектора, мВт, при Т = 328 ч- 358 К определя­
ется по формуле /"к. макс = (373 — Г)/3.

2. При пайке выводов должны б ы ть  приняты меры, исклю чаю ­
щие возможность нагрева кристалла и защитного покрытия до  
температуры более 373 К.

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах сои з­
меримых с неуправляемыми токами во всем  диапазоне тем ператур .

При включении транзистора в цепь, находящ ую ся под н ап ря­
жением, базовый контакт должен присоединяться первым и о тсо е­
диняться последним.
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2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1, 
2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, 
КТ324В-1, КТ324Г-1, КТ324Д-1, КТ324Е-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п пере­
ключательные маломощ ны е и СВЧ 
ным коэффициентом ш ума.

Предназначены для переключе­
ния (2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 
2Т324Г-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, 
КТ324В-1, КТ324Г-1) и усиления 
сигналов высокой частоты 
(2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324Д-1, 
КТ324Е-1).

Бескорпусные, без кристалло- 
держателя, с гибкими выводами 
и защитным покрытием на основе 
кремнийорганического лака. Выпус­
каются в сопроводительной таре. 
Обозначение типа приводится на 
этикетке.

М асса транзистора не более 
0,002 г.

усилительные с ненормирован-

0,6 0,6

Коллектор

Электрические параметры

Граничная частота при С/КБ = 2 В, /э  = 5 м А  не 
менее:

2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, KT324A-I, КТ324Б-1,
К Т 3 2 4 В - 1 .............................................................................................  800 МГц
2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324Г-1, К Т324Д -1,
К Т 3 2 4 Е - 1 .............................................................................................  600 МГц

Постоянная времени цепи обратнрй связи при {/КБ =
= 2 В, /э  = 5 мА, / = 1 0  МГц 2Т324Д-1, 2Т324Е-1,
КТ324Д-1, КТ324Е-1 не б о л е е ................................................... 180 пс

Время рассасывания при /к.нас = Ю МА- ^Б.нас = * МА,
RK = 75 Ом не более

KT324B-1.................................................................................................... 10 не
2Т324Г-1, К Т 3 2 4 Г -1 ........................................................................... 15 не

Статический коэффициент передачи тока в схем е с об­
щим эмиттером при £ к = 0, = 10 мА : 

при Т = 298 К :
2Т324А-1, К Т 324А -1 .................................................................... 2 0 - 6 0

2Т324Б-1, 2Т324Г-1, КТ324Б-1, КТ324Г-1 . . . . 4 0 -1 2 0
2Т324В-1, КТ324В-1 ....................................................................  8 0 -2 5 0

2Т324Д-1, К Т 324 Д -1 .................................................................... 2 0 - 8 0
2Т324Е-1, К Т324Е-1 ....................................................................  6 0 -2 5 0
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при Т =  213 К :
2 Т 3 2 4 А -1 ............................................................................................  8 - 6 0

2Т324Б-1, 2 Т 3 2 4 Г -1 ....................................................................1 6 -1 2 0
2Т 324В -1 ............................................................................................  3 2 -2 5 0
2 Т 3 2 4 Д -1 ............................................................................................  8 - 8 0
2Т324Е-1 ............................................................................................  2 4 -2 5 0

при Г  = 358 К :
2 Т 3 2 4 А -1 ............................................................................................ 2 0 -1 2 0

2Т324Б-1, 2 Т 3 2 4 Г -1 .................................................................... 4 0 -2 4 0
2Т 324В -1 ............................................................................................  8 0 -5 0 0

2Т 324Д -1 . • ...................................................................................... 2 0 -1 6 0
2 Т 3 2 4 Е -1 ............................................................................................  6 0 -5 0 0

Граничное напряжение при /3 = 1 мА 2Т324А-1, 2Т324Б-1,
2Т324В-1, 2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 2Т324Е-1 не менее . . .  5 В 

Н апряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при/к  = 10 мА,
/Б = 1 м А  не б о л е е .......................................................................... 0,3 В

Н апряжение насыщ ения база-эмиттер при /к = 10 мА,
/Б = 1 м А  не б о л е е ................................................................................ 1, 1 В

Обратный то к  коллектора при С/«Б = 10 В не более:
при Т = 298 К ...................................................................................... 0,5 мкА

при Т =  358 К 2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1,
2Т324Д -1, 2 Т 324Е -1 ..........................................................................10 мкА

Обратный то к  эмиттера при Т = 298 К , t/кв = 4 В не
б о л е е ................................................................................................................ 1 мкА

Емкость коллекторного  перехода при 1/КБ = 5 В не
б о л е е ................................................................................................................2,5 пФ

Емкость эмиттерного  перехода при t/эв = 0 В не бо­
лее ................................................................................................................2,5 пФ

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение к о л л е к т о р -б а з а ...............................  10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб <

< 3 к О м ................................................................................................... 10 В
Постоянное напряжение эм иттер-база ...........................................  4 В
Постоянный то к  ко л л ек то р а ..............................................................20 мА
И мпульсный ток коллектора при ти < 10 мкс, Q > 10 . . . 50 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т =  213 -г 328 К ......................................................................... 15 мВт
при Т = 358 К ................................................................................ 5 мВт

Общее тепловое сопротивление........................................................3 К/мВт
Т ем пература п е р е х о д а .........................................................................  373 К
Т емпература окружаю щ ей среды ........................................................От 213

до 358 К

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзисторов в составе микро­
схем должен б ы ть обеспечен теплоотвод от кристалла с Лт < 3 К/мВт.
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2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В, КТ325А, КТ325Б, 
КТ325В

Транзисторы кремниевые эпи­
таксиально-планарные п-р-п СВЧ 
усилительные с ненормированным 
коэффициентом шума.

Предназначены для усиления 
сигналов высокой частоты.

Выпускаются в металлостек­
лянном корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа приво­
дится на боковой поверхности кор­
пуса.

М асса транзистора не более 
1,2 г.

Коллектор

Электрические параметры

[Граничная частота при 1/КБ = 5 В, /э  = 10 м А :
2Т325А, 2Т325Б, КТ325А, КТ325Б не менее . . . .  800 М Г ц  
2Т325А, 2Т325Б, КТ325А, КТ325Б, типовое зна­
чение ......................................................................................................... 1000* М Гц

2Т325В, КТ325В не м е н е е ........................................................ 1000 М Г ц
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2Т325В, КТ325В, типовое зн ач ен и е .....................................1200* МГц
П остоянная времени цепи обратной связи при (УКБ =

= 5 В, /э  = 10 мА, /  = 10 М Гц не б о л е е ........................  125 пс
типовое з н а ч е н и е ................................................................................50* пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером  при С/КБ = 5 В, /к  = 10 мА : 

при Т = 298 К :
2Т325А, К Т 3 2 5 А .........................................................................  3 0 -9 0

2Т325Б, К Т 3 2 5 Б ......................................................................... 7 0 -2 1 0
2Т325В, К Т 3 2 5 В ..........................................................................1 6 0 -4 0 0

при Т = 213 К :
2 Т 3 2 5 А ............................................................................................ 1 2 -9 0

2 Т 3 2 5 Б ............................................................................................2 8 -2 1 0
2 Т 3 2 5 В ............................................................................................  6 4 -4 0 0

при Т = 398 К :
2 Т 3 2 5 А ............................................................................................3 0 -1 7 0

2 Т 3 2 5 Б ............................................................................................  7 0 -4 0 0
2 Т 3 2 5 В ............................................................................................1 6 0 -7 0 0

Граничное напряжение при I j  = 10 мА не менее . . .  15 В
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 25 * В

О братный ток коллектора при t/ к в = 15 В не более:
при Т = 298 К ......................................................................................0,5 мкА
при Г  = 398 К 2Т325А, 2Т325Б, 2 Т 3 2 5 В ........................ 5 мкА

О братный ток эмиттера при Г  = 298 К, СУЭв —  ̂ В 
не более:

2Т325А, 2Т325Б, 2 Т 3 2 5 В .............................................................  I мкА
КТ325А, КТ325Б, К Т 325В .............................................................0,5 мкА

Е мкость коллекторного перехода при UKh = 5 В, /  =
= 10 М Гц не б о л е е ......................................................................... 2,5 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................2,0 * пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/эв = 4 В, /  =
= 10 М Гц не б о л е е ......................................................................... 2,5 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................2 ,0* пФ

Емкость конструктивная между выводами коллектора
и эмиттера * ............................................................................................0,35 пФ

И ндуктивность выводов эмиттера и базы * при / =
3 м м ........................................................................................................  7 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко л лекто р -б аза .................................... ...... 1 5 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эв <

< 3 к О м ........................................................................................................ 1 5 В
П остоянное напряжение эм и ттер -б аза .......................................... ...... 4 В
Постоянный ток коллектора:

2Т325А, 2Т325Б, 2 Т 3 2 5 В ...................................................................60 мА
КТ325А, КТ325Б, К Т 3 2 5 В ...................................................... ......30 мА

П остоянный ток эмиттера:
2Т325А, 2Т325Б, 2 Т 3 2 5 В .............................................................60 мА

КТ325А, КТ325Б, К Т 3 2 5 В .............................................................30 мА
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Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мс. Q > 2
КТ325А, КТ325Б, К Т 3 2 5 В ...............................................................60 мА

Импульсный ток эмиттера при ти < 10 мс, Q > 2
КТ325А, КТ325Б, К Т 3 2 5 В ...............................................................60 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:
при 7”= 213 -г- 358 К, р > 6650 П а ......................................  225 мВт

при Г =  213 -т- 358 К , р = 665 П а ...................................... 150 мВ т
при Т = 398 К .................................................................................85 мВт

Общее тепловое сопротивление........................................................  286 К/Вт
Температура п е р е х о д а ........................................................................... 423 К
Температура окружающей с р е д ы ...................................................От 213 до

398 К

Зона возможных положений за­
висимости относительного ста­
тического коэффициента пере­
дачи тока от тока коллектора.

Зона возможных положений з а ­
висимости относительного с та ­
тического коэффициента пере­
дачи тока  от напряжения кол­

лектор-база.

Зависимость относительной гра­
ничной частоты от тока эмит­

тера.

1,3 
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1,1 

1,0 

0,9

0 ,8 -----------------------------------------
0 2 ,5  5 7,5 10 12,5 иКБ,В

Зависимость относительной гр а ­
ничной частоты  от напряжения 

коллектор-база.
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Зависимость относительного 
максимально до п устим ого  по­
стоянного напряж ения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

в цепи база-эм и ттер .

И нтегральная кривая распреде­
ления входного сопротивления 
в схемс  с общим эмиттером 

в режиме малого сигнала.

1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В, ГТ329А, ГТ329Б, 
ГТ329В, ГТ329Г

Транзисторы германиевые планарные п-р-п СВЧ усилительные 
с нормированным коэффициентом ш ума на частоте 400 МГц.

Предназначены д л я  применения во входных и последующих 
каскадах усилителей высокой частоты и СВЧ.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими полоско­
выми вы водами. Обозначение типа приводится на крышке корпуса.

М асса транзистора не более 1 г.

Электрические параметры
Г раничная ч астота при С/КБ = 5 В, /э  = 5 мА не 

менее:
1Т329А, Г Т 3 2 9 А ................................................................................1,2 ГГц
1Т329Б, Г Т 3 2 9 Б ................................................................................1,7 ГГц
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1Т329В, Г Т 3 2 9 В .................................................................................1,0 Г Г ц
Г Т 3 2 9 Г ...................................................................................................0,7 Г Г ц

Постоянная времени непи обратной связи  при ■
= 5 В, /э  = 5 мА, / =  30 М Гц не более:

1Т329А, ГТ329А, Г Т 329Г ..............................................................  15 пс
1 Т 3 2 9 Б ................................................................................................... 30 пс
1Т329В, ГТ329Б, Г Т 3 2 9 В ..............................................................  20 пс

Коэффициент шума при С/КБ = 5 В, /э  = 3 мА : 
при f  = 400 МГц, Rr — 75 Ом не более:

1Т329А, Г Т 3 2 9 А ..........................................................................  4 дБ
1Т329Б, 1Т329В, ГТ329Б, Г Т 3 2 9 В ............................... 6 дБ
Г Т 3 2 9 Г ............................................................................................  5 дБ
при / =  60 -г- 400 М Гц, Лг = 75 Ом, типовое зна­

чение ...............................................................................................................3,5 * дБ
при / =  600 МГц, Лг = 50 О м, типовое зна­
чение ..................................................................................................  4*  дБ
при / = 9 0 0  МГц, Лг = 30 О м, типовое зна­
чение ................................................................................................... 5 *  дБ

Оптимальное сопротивление генератора при измерении 
коэффициента ш ум а*:

при / = 6 0  М Г ц ................................................................................  7 5—100 О м
при/ =  180 -г 400 М Г ц ....................................................................  50 О м

Диапазон частот, соответствующий равномерному спектру
шумов (область белого ш у м а )* ...................................................1—400 М Г ц

Коэффициент усиления по мощности * при 1/кб = 5 В,
/э  = 5 мА , / =  400 М Г ц ....................................................................  «  д Б

Статический коэффициент передачи т о га  в схеме с общим 
эмиттером при £/Кб = 5 В, /э = 5 м А :

при Гт= 298 К ................................................................................ 1 5 - 3 0 0
при Г  = 213 К 1Т329А, 1Т329Б, 1 Т 3 2 9 В .........................От 1/, д о  1,2

значения при Т =  298 К
при Г  = 343 К 1Т329А, 1Т329Б, 1 Т 3 2 9 В .........................От 0,8 д о  2,5

значения при Т = 298 К  
Граничное напряжение при /э  = 5 м А  не менее . . .  5 В 
Обратный ток коллектора при {УКБ = Ю В не более:

при Т = 298 К .................................................................................5 м к А
при Г  = 343 К 1Т329А, 1Т329Б, 1 Т 3 2 9 В .........................50 м к А

Обратный ток эмиттера не более: 
при Т — 298 К :

при l /'эв -  0,5 В ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329Г . . .  100 мк.А
при иЭБ = 0,7 В 1Т329А, 1 Т 3 2 9 Б ...............................100 м к А
при £/Эб = 1 В 1Т329В, Г Т 3 2 9 В ..................................... 100 м к А

при Т = 343 К :
при [/ЭБ= 0,7 В 1Т329А, 1 Т 3 2 9 Б ...............................150 м к А
при С/э в = 1 В 1 Т 3 2 9 В ........................................................ 150 м к  А

Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме 
малого сигнала при £/кб = 5 В, /э  = 5 мА  1Т329А,
1Т329Б, 1Т329В не б о л е е .............................................................. 22 О м

Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 5 В не 
более:
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1Т329А, ГТ329А, Г Т 3 2 9 Г ....................................................... 2 пФ
1Т329Б, ГТ329Б, 1Т329В, Г Т 3 2 9 В ..................................... 3 пФ

Е мкость эмиттерного перехода при 11ЭБ = 0,5 В не
б о л е е .............................................................................................................. 3,5 пФ

Е мкость конструктивная м еж ду выводами эмиттера и
корпуса * .................................................................................................. 0,5 пФ

Е мкость конструктивная м еж ду выводами базы и кор­
пуса * .............................................................................................................. 0,5 пФ

Е мкость конструктивная м еж ду выводами коллектора
и корпуса * .................................................................................................. 0,6 пФ

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение ко л л екто р -б аза ....................................  10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

при ЛЭБ < 1 кОм .......................................................................... 5 В
при заданном С/Б Э .......................................................................... 10 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
ГТ329А, ГТ329Б, Г Т 3 2 9 Г ....................................................... 0,5 В
1Т329А, 1 Т 3 2 9 Б ................................................................................  0,7 В
1Т329В, Г Т 3 2 9 В ................................................................................  1 В

Напряжение коллектор-эмиттер в режиме усиления при
Лэб < • кОм, / >  20 к Г ц ............................................................. 5,5 В

Постоянный ток к о л л е к т о р а ............................................................. 20 мА
П остоянная рассеиваемая мощ ность:

при Г =  213 ч- 323 К 1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В . . . 50 мВт
при Т = 213 -5- 323 К ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329В . . .  50 мВт
при Т =  343 К 1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В . . . .  25 мВт
при Т = 333 К ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329В, ГТ329Г . . . 25 мВт

Общее тепловое соп р оти влен и е.......................................................0,8 К/мВт
Температура перехода:

1Т329А, 1Т329Б, 1 Т 3 2 9 В ............................................................. 363 К
ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329В, Г Т 3 2 9 Г ....................................  353 К

Температура окружающ ей среды:
1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В............................. . . От 213 до 343 К
ГТ329, ГТ329Б, ГТ329В, ГТ329Г . . . . От 213 до 333 К

Зависимость граничной частоты 
от тока эмиттера.



1Т330А, 1Т330Б, 1Т330В, 1Т330Г, гтззо д , 
гтззож , гтззо и

Транзисторы германиевые планарные п-р-п С ВЧ  усилительные 
с нормированным коэффициентом шума.

Предназначены для усиления и генерирования электрических 
сигналов.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе, с гибкими полоско­
выми выводами.

М асса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схем е с
общим эмиттером при t/KB = 5 В, /э  = 5 м А : 

при Т = 298 К :
1ТЗЗОА, 1ТЗЗОБ, 1ТЗЗОГ, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОД . . . . 3 0 -4 0 0
1ТЗЗОВ..................................................................................................  8 0 - 4 0 0

Г Т З З О И ..............................................................................................1 0 -4 0 0
при Т=  213 К ........................................... ‘ ....................................От 0,4 до  1,2

значения при 
Т — 298 К

при Г = 343 К .................................................................................От 0,5 до  2,5
значения при 

Т = 298 К
Обратный ток коллектора, не более:

при (/кб =Ю  В, Г =  213 ч- 298 К ...................................... 5 м кА
при (/кб = 5 В, Т = 343 К ........................................................ 50 м кА

М одуль коэффициента передачи тока при (/КБ = 5 В,
/э  = 5 мА, /  = 100 М Гц не менее:

1ТЗЗОА, 1Т330В, ГТ ЗЗО Ж ........................................................  10
1 Т 3 3 0 Б .................................................................................................... 15
1ТЗЗОГ ......................................................................................................  7
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________  Ю И ................................................................................  5
Коэффициент ш ума при £/кб — 5 В, /э = 5 мА , / =

= 400 М Г ц  не более:
1 Т З З О А ...................................................................................................  5 дБ
ГТЗЗОД, ГТ ЗЗО И ................................................................................  8 дБ

О братный ток эмиттера при f/эв = 1.5 В не более . . . 100 мкА 
П остоянная времени цепи обратной связи при UKБ =

= 5 В, 1Э = 5 мА , /  = 30 МГц не более:
1 Т 3 3 0 А ................................................................................................... 25 пс
1 Т З З О Б ................................................................................................... 50 пс
1ТЗЗОВ, ГТЗЗОЖ ................................................................................  100 пс
1ТЗЗОГ, ГТЗЗОД, ГТЗЗОИ.............................................................  30 пс

Емкость коллекторного перехода при t/KB = 5 В не 
более:

1ТЗЗОА, 1Т330Б, 1Т 330В .............................................................  2 пФ
1ТЗЗОГ, ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ.....................................  3 пФ

Е мкость эмиттерного перехода при 1/Эб = 0.5 В не
б о л е е ................................................................................................................ 5 пФ

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при/к = 20 мА,
/Б = 2 м А  1Т330А, 1ТЗЗОГ, ГТЗЗОД, ГТЗЗОИ не бо­
лее ................................................................................................................ 0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 20 мА,
/Б = 2 м А  1Т330А, 1Т330Г, ГТЗЗОД, ГТЗЗОИ не
б о л е е ................................................................................................................ 0,7 В

Время рассасывания при /к = 20 м А , /Б = 2 мА 1ТЗЗОА,
1Т330Г не б о л е е ................................................................................  50 не

Граничное напряжение при /э = 5 мА  1Т330А, 1Т330Г 
не м е н е е .........................................................................................................  6 В

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-база:
1Т330А, 1Т330Б, 1Т330В, 1Т ЗЗО Г.....................................  13 В
ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ..................................... ...... 10 В

И мпульсное напряжение коллектор-база: 
при Г =  213 -  318 К :

1Т330А, 1Т330Б, 1 Т 3 3 0 В .......................................................  20 В
1 Т 3 3 0 Г ............................................................................................  18 В

при Г  = 228 -г 328 К ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ . . .  20 В
при Г  = 318 -г 343 К ................................................................... Снижение на

1 В 
через каждые 

5 К
Постоянное напряжение э м и т т е р -б а з а .....................................  1,5 В
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер 1Т330А,

1ТЗЗОБ, 1Т330В, 1Т 3 3 0 Г ...................................................................  13 В
П остоянный ток к о л л ек то р а ............................................................. 20 мА
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г =  213 - 3 1 8  К 1ТЗЗОА, 1ТЗЗОБ, 1Т330В,
1 Т З З О Г ...................................................................................................50 мВт
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при Т = 228 -г 318 К ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ . . .  50 мВ т 
при Т = 343 К 1ТЗЗОА, 1Т330Б, 1ТЗЗОВ, 1ТЗЗОГ . . . 25 мВ т 
при Т = 328 К ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ . . . .  40 м В т 

Температура перехода:
1ТЗЗОА, 1ТЗЗОБ, 1Т330В, 1ТЗЗО Г......................................  368 К
ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ ......................................................... 333 К

Температура окружающей среды:
1ТЗЗОА, 1ТЗЗОБ, 1Т330В, 1ТЗЗО Г...................................... От 213

до 343 К
ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗО И .........................................................От 228

до 328 К
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Зона возможных положений за­
висимости относительного мо­
дуля коэффициента передачи 

тока от тока эмиттера.

О 2 Ч 6 8 101з,мА

2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1, 2Т331Г-1, 
КТ331А-1, КТ331Б-1, КТ331В-1, КТ331Г-1
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п высокочастотные и 

СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на
частоте 100 М Гц.

Предназначены для усиления 
и генерирования сигналов высокой 
частоты.

Бескорпусные, без кристалло- 
держателя, с гибкими выводами и 
защитным покрытием эмалью . Вы­
пускаются в сопроводительной та­
ре. Обозначение типа приводится 
на этикетке.

М асса транзистора не более 
0,003 г.

Электрические параметры

Граничная частота при UKБ = 5 В, /э  = 3 м А : 
не менее:

2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1, КТ331А-1, КТ331Б-1
К Т 3 3 1 В - 1 ......................................................................................
2Т331Г-1, К Т 3 3 1 Г -1 ...................................................................
типовое значение:

2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т 331В -1 .....................................
2 Т 3 3 1 Г 1 ......................................................................................

Постоянная времени цепи обратной связи при UKS =
= 5 В, /э  = 1 мА , /  = 5 МГц не б о л е е .........................

типовое значение 2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1
2Т 331Г-1 .............................................................................................

Минимальный коэффициент шума при U^s = 5 В, /э  =
= 1 мА, /  = 100 М Г ц  не б о л е е ...........................................
типовое значение 2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1 
2 Т 3 3 1 Г - 1 .............................................................................................
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при {/кб = 5 В, /э  = 1 мА : 

при Г  = 298 К:
2Т331А-1, К Т 331А -1 ....................................................................  2 0 - 6 0
2Т331Б-1, 2Т331Г-1, КТ331Б-1, КТ331Г-1 . . . .  4 0 - 1 2 0
2Т331В-1, К Т 331В -1 ....................................................................  8 0 - 2 2 0

при Т = 213 К:
2Т 331А -1 ............................................................................................. 1 0 - 6 0

2Т331Б-1, 2 Т 3 3 1 Г -1 .................................................................... 1 5 -1 2 0
2Т 331В -1 ............................................................................................. 3 0 - 2 2 0

при Т = 398 К :
2Т 331А -1 .............................................................................................2 0 - 1 3 0

2Т331Б-1, 2 Т 3 3 1 Г -1 ....................................................................  4 0 - 2 5 0
2Т 331В -1 ............................................................................................. 8 0 - 5 0 0

Постоянное прямое напряжение эмиттер-база при UKS =
= 5 В, /э  = 1 мА :

2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1, 2 Т 3 3 1 Г -1 ......................... 0 ,5 5 -0 ,7 5  В
КТ331А-1, КТ331Б-1, КТ331В-1, КТ331Г-1 . . . .  0 ,5 - 0 ,7 5  В 

Обратный ток коллектора при С/КБ = 15 В не более:
при Т = 298 К .......................................................................................0,2 м кА

при Т = 398 К 2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1,
2Т 331Г-1 ...................................................................................................10 мкА

Обратный ток эмиттера при {/ЭБ = 3 В не более:
при Т = 298 К .......................................................................................0,5 мкА

при 7"= 398 К 2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1,
2Т 331Г -1 ...................................................................................................10 м кА

Емкость коллекторного перехода при {/КБ = 5 В не
б о л е е ...............................................................................................................  5 пф
типовое значение 2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1,
2 Т 3 3 1 Г - 1 ................................................................................................... 3* пФ

Емкость эмиттерного перехода при {/ЭБ = 1 В не бо­
лее ...............................................................................................................  8 пФ
типовое значение 2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1,
2 Т 3 3 1 Г - 1 ...................................................................................................  5 *  пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко л л екто р -б аза ...................................... 15 В
Постоянное напряжение коллсктор-змиттер :

при Лэб < Ю к О м ........................................................................... 15 В
при ЛЭБ< 100 кОм 2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1,
2Т 331Г-1 ...................................................................................................  10 В

Постоянное напряжение э м и т т е р -б а з а ...................................... 3 В
Постоянный ток к о л л е к то р а ..............................................................  20 мА
Постоянный ток б а з ы ........................................................................... 5 м А
Импульсный ток коллектора при ти < 10 м к е .........................  50 мА
Постоянная рассеиваемая мощ ность:

при Т=  213 -  358 К 2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1,
2Т331Г-1................................................................................................... 15 м В т
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при r =  213 -г 348 К КТ331А-1, КТ331Б-1, КТ331В-1,
К Т 3 3 1 Г - 1 ............................................................................................ 15 мВт

при Г  = 398 К :
2Т331А-1, 2Т331 Б-1, 2Т331В-1, 2Т331Г-1 . . . .  3 мВт
КТ331А-1, КТ331Б-1, КТ331В-1, КТ331Г-1 . . . . 2,5 мВт 

О бщее тепловое сопротивление:
2Т331А-1, 2Т331Б-1, 2Т331В-1, 2 Т 3 3 1 Г -1 ........................  330 К/Вт
КТ331А-1, КТ331Б-1, КТ331В-1, КТ331Г-1 . . . .  400 К/Вт

Т ем пература п е р е х о д а .......................................................................... 408 К
Т ем пература окружающей с р е д ы ................................................. От 213

до 398 К
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2Т332Д-1, КТ332А-1, КТ332Б-1, КТ332В-1, 

КТ332Г-1, КТ332Д-1
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п высокочастотные и 

С ВЧ  усилительные с нормированным коэффициентом ш ума на 
частоте 100 М Гц.

Предназначены для усиления и генерирования сигналов высокой
частоты.

Бескорпусные, без кри- 
сталлодержателя, с гибкими 
выводами и защ итным по­
крытием эмалью . Выпуска­
ются в сопроводительной 
таре. Обозначение типа при­
водится на этикетке.

М асса транзистора не 
Коллектор Ли более 0,003 г.



Электрические параметры

Граничная частота при 1/КБ = 5 В, /э = 3 м А  не 
менее:

2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, КТ332А-1, КТ332Б-1,
КТ332В-1 .............................................................................................. 250 М Гц
2Т332Г-1, 2Т332Д-1, КТ332Г-1, КТ332Д-1 . . . .  500 МГц 
типовое значение:

2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1 ............................................. 450* МГц
2Т332Г-1, 2 Т 3 3 2 Д -1 ..................................................................... 550* МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при £/«Б =
= 5 В, /э  = 1 мА, /  = 5 М Гц не б о л е е ................................  300 пс
типовое значение 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1,
2Т332Г-1, 2Т 332Д -1 .................................................................................80* пс

Минимальный коэффициент шума при {/КБ = 5 В, /э  =
= 1 мА, / =  100 М Гц не б о л е е ................................................... 8 дБ
типовое значение 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1,
2Т332Г-1, 2 Т 3 3 2 Д - 1 ........................................................................... 5* дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при 1/КБ = 5 В, /э  = 1 м А : 

при Т = 298 К :
2Т332А-1, К Т 332А -1 .................................................................... 2 0 -6 0
2Т332Б-1, 2Т332Г-1, КТ332Б-1, КТ332Г-1 . . . .  4 0 -1 2 0  

2Т332В-1, 2Т332Д-1, КТ332В-1, КТ332Д-1 . . . .  8 0 -2 2 0  
при Т = 213 К :

2Т 332А -1 .............................................................................................  1 0 -6 0
2Т332Б-1, 2 Т 3 3 2 Г -1 .................................................................... 1 5 -1 2 0
2Т332В-1, 2Т332Д-1 ....................................................................  3 0 -2 4 0

при Т = 398 К :
2Т 332А -1 ............................................................................................. 2 0 -1 3 0
2Т332Б-1, 2 Т 3 3 2 Г -1 ....................................................................  4 0 -2 5 0
2Т332В-1, 2 Т 3 3 2 Д -1 ....................................................................  8 0 -5 0 0

Постоянное прямое напряжение эмиттер-база при t/кв =
= 5 В, /э = 1  м А .................................................................................  0 ,5 5 -0 ,7 5  В

Обратный ток коллектора при t/KB= 1 5  В не более:
при Т = 298 К .................................................................................0,2 мкА
при Г = 398 К 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1,
2Т332Г-1, 2 Т 3 3 2 Д -1 ...........................................................................10 мкА

Обратный ток эмиттера при {/ЭБ = 3 В не более:
при Т = 298 К .......................................................................................0,5 мкА
при Г = 398 К 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1,
2Т332Г-1, 2 Т 3 3 2 Д -1 ...........................................................................10 мкА

Емкость коллекторного перехода при t/эв = 5 В не
б о л ее ................................................................................................................ 5 пФ

типовое значение 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1,
2Т332Г-1, 2 Т 3 3 2 Д -1 ...........................................................................3 * пФ

Емкость эмиттерного перехода при (/эб = 1 В не
б о л ее ................................................................................................................ 8 пФ

типовое значение 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1,
2Т332Г-1, 2 Т 3 3 2 Д -1 ...........................................................................5*  пФ
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко ллектор -база.....................................  15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

при ЛЭб < '0  к О м .........................................................................  15 В
при ЛЭБ < ЮО кОм 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1,
2Т332Г-1, 2Т 332Д -1 .........................................................................  10 В

Постоянное напряжение эм и ттер-база ...........................................  3 В
Постоянный ток ко л л ек то р а .............................................................  20 мА
Постоянный ток б а з ы .........................................................................  5 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке . . . .  50 мА 
Постоянная рассеиваем ая мощность коллектора:

при Т = 213 н- 358 К 2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2T332B-I,
2Т332Г-1, 2 Т 3 3 2 Д -1 ......................................................................... 15 мВт

при 7"= 213 н- 348 К KT332A-I, КТ332Б-1, KT332B-I,
КТ332Г-1, К Т 3 3 2 Д -1 ...................................................................15 мВт

при Т = 398 К :
2Т332А-1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1,
2 Т 3 3 2 Д -1 ............................................................................................  3 мВт
КТ332А-1, КТ332Б-1, КТ332В-1, КТ332Г-1,

КТ332Д-1 ......................................................................................2,5 мВ г
Общее тепловое сопротивление:

2Т 332А -1, 2Т332Б-1, 2Т332В-1, 2Т332Г-1,
2Т332Д-1 ............................................................................................  330 К/Вт
КТ332А-1, КТ332Б-1, KT332B-I, КТ332Г-1,
КТ332Д-1 ...................................................................................... 400 К/Вт

Температура п е р е х о д а .......................................... ' ...........................  408 К
Температура окружаю щ ей с р е д ы ................................................. От 213

до 398 К
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1Т341А, 1Т341Б, 1Т341В, ГТ341А, ГТ341Б, 
ГТ341В

Транзисторы германиевые планарные п-р-п СВЧ усилительны е 
с нормированным коэффициентом ш ум а на частоте I ГГц. 

Предназначены для усиления С В Ч  сигналов.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими полоско­

выми вы водами. Обозначение приводится на крышке корпуса.
М асса транзистора не более 1 г.

Электрические параметры

Г раничная частота при {/«б = 5 В, /э  = 5 мА не 
менее:

IT341A, 1T34I В, ГТ341 А, Г Т 3 4 1 В ..................................... 1,5 Г Г ц
1Т341Б, Г Т 3 4 1 Б ................................................................................  2 Г Г ц

типовое значение;
1Т341 А, 1Т341В, ГТ341 А, Г Т 3 4 1 В ............................................1,95* Г Г и
1Т341Б, Г Т 3 4 1 Б ................................................................................ 2 ,55* Г Г ц

Постоянная времени цепи обратной связи при Vкб =
= 5 В, /э  = 5 мА, / = 3 0  М Гц не б о л е е ............................... 10 пс
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  7 * пс

Минимальный коэффициент шума при 1/КБ = 5 В, /э  =
= 2 мА, /  = 1 ГГц, Rr  = 50 -г- 75 О м не более:

1Т341 А, Г Т 3 4 1 А ................................................................................ 4,5 дБ
1Т 341Б 1Т341В ГТ341Б, Г Т 3 4 1 В ..................................... 5,5 дБ

типовое значение:
1Т341 А, Г Т 3 4 1 А ................................................................................ 4 ,0 *  дБ
1Т341Б, 1Т341В, ГТ341Б, Г Т 3 4 1 В ..................................... 4 ,4 *  дБ

Максимальный коэффициент усиления по мощности *
при и к ь = 5  В, /э  = 5 мА, / =  1 Г Г ц ...............................5 —6 д Б

Статический коэффициент передачи то ка  в схеме с об­
щим эмиттером при С/КБ = 5 В, /э  = 5 м А : 

при Г  = 298 К :
1Т341 А, 1Т341Б, 1 Т 3 4 1 В ........................................................ 1 5 - 2 5 0
ГТ341А, ГТ341Б, Г Т 341В ........................................................ 1 5 - 3 0 0



при 7" = 213 К 1T34I А , 1Т341Б, 1 Т 3 4 1 В ........................  От >/3
до 1,2 

значения при 
Г  = 298 К

при Г  = 343 К 1Т341 А , 1Т341Б, 1 Т 3 4 1 В .........................От 0,8 до 2,8
значения при 

Г  = 298 К
Граничное напряжение при /э = 5 мА не менее . . . .  5 В 
Обратный ток коллектора при 1/КБ= 1 0  В не более:

при Т = 298 К ................................................................................ 5 мкА
при Т = 343 К 1Т341 А , 1Т341Б, 1Т341В . . . .  50 мкА 

Обратный ток эмиттера не более: 
при Т = 298 К :

1Т341 А, ГТ341 А , 1Т341Б, ГТ341Б, ГТ341В при
1/Эб = 0 ,3  В .......................................................................................50 мкА
1Т341В при 1/э в = 0 ,5  В ....................................................... 50 мкА

при Т = 343 К :
1Т341 А, 1Т341Б при 1/эе = 0,3 В ...............................100 мкА

1Т341В при £/эб = 0 .5  В ....................................................... 100 мкА
Входное сопротивление в схеме с общей базой в ре­

жиме малого сигнала при (/кб = 5  В, /э  = 5 мА не
б о л е е ...............................................................................................................20 Ом

Емкость коллекторного перехода при (/кб = 5 В не
б о л е е ...............................................................................................................  1 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 0,5 * пФ

Е мкость эмиттерного перехода при С/Эб = 0,3 В не
б о л е е ............................................................................................................... 2 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 0,85 * пф

Емкость конструктивная между выводами эмиттера и
корпуса * ...................................................................................................0,5 пФ

Емкость конструктивная м еж ду выводами базы и кор­
пуса * ...............................................................................................................0,5 пФ

Емкость конструктивная между выводами коллектора
и корпуса * ...................................................................................................0,6 пФ

П редельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко л л екто р -б аза .............................................10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

при ЛЭб = 0 ............................................................................................ ........10 В
при КЭб = 1 кОм ................................................................................ ....... 5 В
при заданном э ........................................... ......................................10 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
1Т341 А, ГТ341 А, 1Т341Б, Г Т 3 4 1 Б .............................................0,3 В
1Т341В, Г Т 3 4 1 В ................................................................................ ........0,5 В

Напряжение коллектор-эмиттер в режиме усиления при
КЭБ *£ 1 кОм, /  > 20 к Г ц ................................................................... ........5,5 В

Постоянный ток к о л л е к т о р а ............................................................. 10 мА
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Постоянная рассеиваемая мощность:
при Т < 333 К ................................................................................. 35 мВт

при Т = 343 К 1Т341 А, 1Т341Б, 1T34IB . . . .  25 мВт 
СВЧ мощность, падаю щ ая на вход транзистора *, при 

Т=  298 К :
в непрерывном р е ж и м е ...............................................................50 мВт

в импульсном режиме при т„ < 25 м кс,/ «  400 Гп . . . 250 мВт
Общее тепловое соп роти влени е........................................................ 0,8 К/мВт
Температура перехода, ГТ341А, ГТ341Б, ГТ341В . . . 358 К 
Температура окружающ ей среды:

1Т341 А, 1Т341Б, 1 Т 341В .............................................................. От 213
до 343 К

ГТ341 А, ГТ341Б, Г Т 341В .............................................................. От 233
до 333 К
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2Т354А-2, 2Т354Б-2, КТ354А, КТ354Б

Транзисторы кремниевые эпи­
таксиально-планарные п-р-п.

Предназначены для усиления 
сигналов. Бескорпусные, на нике­
левом кристаллодержателе, с гиб­
кими золотыми выводами и с за­
щитным покрытием, изготовлен­
ным на основе кремнийорганичес- 
кого лака.

М асса транзистора не более 
0,003 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эм иттером  при /« = 5 мА, С/к = 2 В: 

при Т = 213 К :
2Т354А-2 ............................................................................................  2 0 -2 0 0
2Т354Б-2 ............................................................................................ 4 5 -3 6 0

при Г =  298 К :
2Т354А-2, К Т 3 5 4 А ...................................................................  4 0 -2 0 0
2Т354Б-2, К Т 354Б .........................................................................  9 0 -3 6 0

при Т — 398 К :
2Т354А-2 ............................................................................................ 4 0 -3 6 0
2Т354Б-2 ............................................................................................ 9 0 -6 5 0

М одуль коэффициента передачи тока при Uк = 2 В,
/э  = 5 м А , /  = 100 М Гц не менее:

2Т354А-2, К Т 3 5 4 А .........................................................................  11
2Т354Б-2, К Т 3 5 4 Б ......................................................................... 15

Входное сопротивление в схеме с общей базой в ре­
жиме м алого  сигнала при UK = 2 В, /э  = 5 мА не
б о л е е ...............................................................................................................  10 Ом

Постоянная времени цепи обратной связи при Vк =
= 2 В, /э  = 5 мА, /  = 30 МГц не более:

2Т354А-2, К Т 3 5 4 А .........................................................................  25 пс
2Т354Б-2, К Т 3 5 4 Б .........................................................................  30 пс

Напряжение м еж ду коллектором и эмиттером при /Б =
= 0 и 1Э — 5 мА  не м е н е е .............................................................  10 В

Емкость коллекторного перехода при 1/̂  = 5 В не
б о л е е ...............................................................................................................1,3 пФ

Емкость эмиттерного  перехода при = 0 не более . . .  1,2 пФ 
Обратный ток коллектора при {/к = 10 В не более:

при Т = 298 К ...............................................................................0,5 мкА
при Т = 398 К 2Т354А-2, 2 Т 3 5 4 Б -2 .............................. 5 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/-$ = 4 В не более . . .  1 мкА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение к о л л е к т о р -б а з а ............................... 10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <

sg 3 к О м ................................................................................................... 10 В
Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ...........................................  4 В
Постоянный ток к о л л ек то р а ..............................................................  10 м А
Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мке, Q > 2 . . . 20 м А
Постоянный ток э м и т т е р а ..............................................................  10 м А
Импульсный ток эмиттера при ти < 10 мке, Q > 2 . . . 20 м А  
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т=  213 -  348 К 2Т354А-2, 2Т354Б-2 . . . .  30 м В т
при Г  = 398 К 2Т354А-2, 2 Т 3 5 4 Б -2 ...............................10 м В т
при Г =  2 1 3 - 3 2 3  К К Т 3 5 4 А .................................................. 30 м В т
при Т = 358 К ................................................................................ 16 м В т

Температура перехода КТ354А, К Т 3 5 4 Б ............................... 398 К
Диапазон рабочей температуры:

2Т354А-2, 2Т 354Б -2 .......................................................................... От 213
до 398 К

КТ354А, К Т 354Б ................................................................................ От 213
до 358 К

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока коллектора.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от напряжения ко л ­

лектор-эмиттер.

Зависимость относительного 
модуля коэффициента передачи 

1 2 3 4 5 6 1 к ,мА тока от тока эмиттера.
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Зависимость относительного 
входного сопротивления от то­

ка эмиттера.

2Т355А, КТ355А
Транзисторы биполярные кремниевые планарны е п-р-п.
Предназначены для усиления и генерирования электрических сиг­

налов в широком диапазоне частот. Вы пускается в металлостеклян­
ном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится 
на корпусе.

М асса транзистора не более 1,2 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 
с общим эмиттером в режиме больш ого си гн ала
при Ukб = 5 В, /к = 10 м А ..................................................

Входное сопротивление в схеме с общей базой 
в режиме малого сигнала при t/кв = 5 В, /э = 10 мА ,

/  = 1 кГц не б о л е е ....................................................................
М одуль коэффициента передачи тока при £/Кб =  5 В,

/э = 1 0  мА, / =  300 М Гц не м е н е е ................................
Постоянная времени цепи обратной связи  при 

1/КБ = 5 В, /э  = 10 мА , / = 3 0  М Гц не более



л

Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 5 В не
б о л е е ...................................................................................................  '2  пФ

Емкость эмиттерного  перехода при {/Эб = 4 В не
б о л е е ...................................................................................................  2 пФ

Обратный ток эмиттера при С/Э б  = 4 В не более:
2 Т 3 5 5 А ............................................................................................  I мкА
К Т 3 5 5 А ............................................................................................  0,5 мкА

Обратный ток коллектора при £/КБ = 15 В не более 0,5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база...............................  15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

ЛБэ  < 3 к О м ......................................................................................  15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база.....................................  4 В
Ток к о л л е к т о р а ...............................................................................  30 мА
Импульсный ток коллектора при ти < 0,5 мс, Q > 2 60 мА
Ток э м и т т е р а ......................................................................................  30 мА
Импульсный ток эмиттера при ти < 0,5 мс, Q > 2 60 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Г =  213 -  358 К .............................................................  225 мВт
при Т = 398 К .........................................................................  85 мВт

Температура п е р е х о д а ...................................................................  423 К
Температура окружающ ей с р е д ы ........................................... От 213 до

398 К

1Т362А, ГТ362А, ГТ362Б

Транзисторы германиевые планарные п-р-п СВЧ усилительные 
с нормированным коэффициентом ш ума на частоте 2,25 ГГц.
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Предназначены для применения во входных и последую щих 
каскадах усилителей СВЧ.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими полоско­
выми выводами. Обозначение типа приводится на крышке корпуса 
транзистора. Для транзисторов 1Т362А допускается условная м ар ки ­
ровка буквой А и двум я красными точками на фланце ножки 
между выводами эмиттера и базы.

М асса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Граничная частота при 1/КБ = 3 В, /э  = 5 мА не
м е н е е .................................................................................................... 2,4 ГГц
типовое зн ач е н и е .......................................................................... 4,8 * ГГ ц

Постоянная времени цепи обратной связи * при 
(/кб = 3 В, /э  = 5 мА. /'= 100 М Гц не более:

1Т362А, ГТ362А . . ..............................................................  10 пс
Г Т 3 6 2 Б ............................................................................................  20 пс

Минимальный коэффициент шума при /э  = 2 мА, 
f=  2,25 ГГц не более:

при С/КБ = 3 В 1Т362А, Г Т 3 6 2 А ...............................  4,5 дБ
при UKB = 3 В Г Т 3 6 2 Б ........................................................ 5,5 дБ
при С/КБ = 5 В 1 Т 3 6 2 А ........................................................ 4 ,5 *  дБ

типовое значение для IT362A:
при 1/КБ = 3 В ..........................................................................  3,7 * дБ
при (/кб = 5 В ..........................................................................  3 ,0*  дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при (/«б = 3 В, /э  = 5 мА : 

при Т = 298 К :
1Т362А, Г Т 3 6 2 А ....................................................................  1 0 -2 0 0
Г Т 3 6 2 Б ......................................................................................  1 0 -2 5 0

при Г  =2 1 3  К I T 3 6 2 A ........................................................От 0,3 до  1,5
значения при 

Т = 298 К
при Г  = 343 К I T 3 6 2 A ........................................................От 0,5 до  2,5

значения при 
Т = 298 К

Обратный ток коллектора при UKБ = 5 В не более:
при Т = 298 К ..........................................................................  5 м кА
при Т = 343 К I T 3 6 2 A ........................................................  30 м кА

Обратный ток эмиттера при Т = 298 К, Vэб = 0,2 В 
не более:

1 Т 3 6 2 А ............................................................................................  50 м кА
ГТ362А, ГТ 362Б ..........................................................................  100 м кА

Емкость коллекторного перехода при UKE = 5 В не
б о л е е ..................................................................................................  1 пФ
типовое зн ач е н и е ..........................................................................  0,5 * пФ

Емкость эмиттерного перехода при (/ЭБ = 0,2 В не
б о л е е ..................................................................................................  1 пФ
типовое зн ач е н и е ..........................................................................  0 ,5* пФ



Коэффициент отражения входной цепи в схеме с об­
щ им эмиттером * при 1^6 = 3 В, /« = 2 мА,
/ = 1 ,9 5  ГГц :

м о д у л ь ............................................................................................  0,04
ф а з а ................................................................................................... — 165°

Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме 
с общим эмиттером* при Uкб = 3 В, /к = 2 мА,
/ =  1,95 ГГц :

м о д у л ь ............................................................................................. 0,2
ф а з а ................................................................................................... 50°

Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме 
с общим эмиттером * при Ur б = 3 В, /к = 2 мА,
/ =  1,95 ГГц :

м о д у л ь ............................................................................................. 1,6
ф а з а ................................................................................................... 38°

Коэффициент отражения выходной цепи в схеме с об­
щ им эмиттером * при Uкб = 3 В, /к = 2 мА,
/ =  1,95 ГГц :

м о д у л ь ............................................................................................. 0,54
ф а з а ................................................................................................... -72°-

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко л л екто р -б аза ............................... 5 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

ЛЭБ 1 к О м ......................................................................................  5 В
Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ..................................... 0,2 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а .......................................................  10 мА
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т = 298 К .......................................................................... 40 мВт
при Г  = 343 К 1 Т 3 6 2 А .......................................................  25 мВт

И мпульсная СВЧ мощ ность, падающ ая на вход
транзистора*, при Т — 343 К , / =  1 ГГц, £? =15  80 мВт

Температура перехода 1 Т 3 6 2 А .................................................  358 К
Температура окружающей среды:

1 Т 3 6 2 А ............................................................................................ От 213 до
343 К

ГТ362А, ГТ 362Б ..........................................................................От 228 до
328 К

2Т366А-1, 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, 2Т366В-1, 
КТ366А, КТ366Б, КТ366В

Транзисторы кремниевые планарные п-р-п универсальные сверх­
высокочастотные маломощ ные.

Предназначены дл я  применения в импульсных, переключательных 
и усилительных сверхвысокочастотных схемах герметизированной 
аппаратуры .
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Бескорпусные, с гибкими выводами, с защ итны м покры тием . 
Транзисторы поставляю тся в сопроводительной таре с возмож ностью  
измерения их параметров без извлечения из тары. М ар ки р о вка тран­
зистора приводится на сопроводительной таре различными точ кам и : 
2Т366А-1 — красная; 2Т366Б-1 — черная; 2Т366Б1-1 — си н яя ; 2Т366В-
1 — зеленая; КТ366А — две красные; КТ366Б — две черные; К Т366В — 
две зеленые.

М асса транзистора не более 0,003 г.

А 0,6 max

Тц,п
Размеры ,мп

Я
ma.se В

ZT36SA -  1 
НТ 366 А 0,65 0,04

ZT356 Б -1 
ZT366B1-1 
HT36S В

0,15 0,04

ZT366B-1
к т зв в в

0,85 0,04

Электрические параметры

Модуль коэффициента передачи тока при £/кэ = 2 В,
/ =  100 МГц не менее:

при /к = 3 мА 2Т366А -1, К Т 3 6 6 А ......................... 10
при 1К = 10 м А :

2Т366Б-1, К Т 3 6 6 Б .............................................................. 10
2 Т 3 6 6 Б 1 -1 ................................................................................  В

при /к = 15 мА 2Т366В-1, К Т 3 6 6 В ............................... 10
Постоянная времени цепи обратной связи при 

1/кэ  = 2  В, / =  5 М Гц не менее:
при /э  = 3 мА 2Т366А-1, К Т366А ...............................  60 не
при /э  = 5 мА 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, КТ366Б 50 нс
при /э = 1 0  мА 2Т366В-1, К Т 3 6 6 В .........................  40 нс

Время рассасывания не более:
при /к = 3 мА , /Б = 0,3 мА  2Т366А-1, КТ366А 50 не 
при /к  = 10 мА , /Е = 1 мА 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1,
К Т 3 6 6 Б ............................................................................................  80 не
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при /к  = 15 мА , /g = 1,5 мА 2Т366В-1, КТ366В 120 не 
Коэффициент передачи тока в схеме с общим 

эм и ттером  при Uкэ  = * В :
при /э = 1 мА 2Т366А-1, КТ366А; при 
/э  = 5 мА 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, КТ366Б; при
/э  = 15 мА 2Т366В-1, К Т 3 6 6 В ..................................... 5 0 -2 0 0

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер не более: 
при /к = 3 мА, /б = 0,3 мА 2Т366А-1, КТ366А; 
при /к = 10 мА , /б = I мА 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1,
К Т366Б ; при /к = 15 мА , /Б = 1,5 мА 2Т366В-1,
К Т 3 6 6 В ............................................................................................  0,25 В

Н апряжение насыщения база-эмиттер
при /к = 3 мА , /Б = 0,3 мА 2T366A-I, КТ366А; 
при /к = 10 мА, /б = 1 мА 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1,

К Т 3 6 6 Б ............................................................................................ 0 ,8 -0 ,8 7  В
при /к  = 1 5  мА, /Б = 1,5 мА  2Т366В-1, КТ366В 0 ,7 8 -0 ,8 5  В 

Е мкость коллекторного перехода при {/Кб = 0,1 В,
/ =  5 М Гц не более:

2T366A -I, К Т 3 6 6 А .................................................................... 1,1 пФ
2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, К Т 3 6 6 Б ........................................... 1,8 пФ
2Т366В-1, К Т 3 6 6 В ...................................................................  3,3 пФ

Емкость эмиттерного перехода при и^Б = 0,1 В,
/ =  5 М Гц не более:

2Т366А-1, К Т 3 6 6 А ...................................................................  0,8 пФ
2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, К Т 3 6 6 В ........................................... 1,8 пФ
2Т366В-1, К Т 3 6 6 В ...................................................................  3,5 пФ

О братный ток коллектора при и КБ = 15 В не более:
при Г  = 298  К .......................................................................... 0,1 мкА
при Т = 358 К .......................................................................... 0,5 мкА

О братный ток коллектор-эмиттер при (7КЭ = 1 0  В
не б о л е е ............................................................................................ 0,5 мкА

О братный ток эмиттера при Uэб = 4,5 В не более:
при Т = 298 К .......................................................................... 0,1 мкА
при Т = 358 К .........................................................................  0,5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко лл екто р -база ..................................... 15 В
Постоянное напряжение коллектор-эм иттер ............................... 10 В
Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ........................................... 4,5 В
Постоянный ток коллектора:

2Т366А-1, К Т 3 6 6 А .........................................................................  10 мА
2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, К Т 3 6 6 Б .................................................20 мА
2Т366В-1, К Т 3 6 6 В ......................................................................... 45 мА

И мпульсный ток коллектора при ти < 10 мкс, Q > 10:
2Т366А-1, К Т 3 6 6 А .........................................................................  20 мА

2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, К Т 3 6 6 Б .................................................40 мА
2Т366В-1, К Т 3 6 6 В .........................................................................  70 мА

П остоянная рассеиваемая мощность:
2Т366А-1, КТ366А при Лт = 1 К/мВт.
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при Г  = 343 К ...........................................................................30 мВ т
при Г  = 358 К ...........................................................................15 м В т

2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, КТ366Б при R j  = 0,6 К/мВт
при Г  < 343 К .................................................................................50 мВ т
при Г =  358 К .............................................................. ...... . 25 мВ т

2Т366В-1, КТ366В при « т  = 0,3 К/мВт
при Т < 343 К ...........................................................................90 мВ т
при Т =  358 К .................................................................................50 мВ т

Импульсная рассеиваемая мощность при хи < 10 мке,
Q > 10:

2Т366А-1, К Т 3 6 6 А ...........................................................................25 мВ т
2Т366Б-1, 2Т366Б1 -1, К Т 366Б ............................................. ..... .....40 мВ т
2Т366В-1, К Т 3 6 6 В ...........................................................................70 мВ т

Температура п е р е х о д а .......................................................................... ..... 373 К
Температура окружающей с р е д ы ...................................................От 213

до 358 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже до п ускается  воздействие тем пера­
туры 423 К в течение не более 2 ч.

Выводы допускается изгибать с ради усом  изгиба более 0,3 м м . 
они должны закрепляться без натяжения.

При монтаж е не допускается использование материалов, всту ­
пающих в химическое и электрохимическое взаимодействие с з а ­
щитным покрытием и другими элементами конструкции транзистора. 
В качестве защ итного покрытия транзистора используется эмаль ЭП-91.
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2Т368А, 2Т368Б, КТ368А, КТ368Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п СВЧ 
усилительные с ненормированным (2Т368Б, КТ368Б) и нормирован­
ным (2Т368А, К Т368А ) коэффициентами ш ума на частоте 60 МГц.

Предназначены д л я  применения во входных и последующих 
каскадах усилителей высокой частоты.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

М асса транзистора не более 1 г.

Электрические параметры

Граничная часто та при С/Кб = 5 В, /э = 1 0  м А  не
м енее . .......................................................................................................... 900 МГц
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 1100* МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при (/кб = 5 В,
/э  = 10 м А , / = 3 0  М Г ц  не б о л е е .....................................  15 пс
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  7 пс

Коэффициент ш ум а при (/КБ = 5  В, /э  = 10 мА,
/ =  60 М Гц, Лг  = 75 О м 2Т368А, КТ368А не более 3,3 дБ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 2,8 * дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эм иттером  при (/кв = 1 В, /к = 10 м А :
при Г =  298 К ....................................................................................... 5 0 -3 0 0
при Г  = 2 1 3  К 2Т368А , 2 Т 3 6 8 Б ...........................................  2 5 -3 0 0
при Г  = 398 К 2Т368А , 2 Т 3 6 8 Б ...........................................  4 0 -5 0 0

Граничное напряжение при /э = 10  мА не менее 15 В 
типовое значение.......................................................................................25 * В

Обратный ток коллекто р а при (/к б = 15 В не более:-
при Т = 298 К ................................................................................0,5 мкА
при Т  = 398 К  2Т368А , 2 Т 3 6 8 Б ........................................... 5 мкА
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Обратный ток эмиттера при Г = 298 К , (/Эб = 4 В,
не б о л е е ...................................................................................................  1 м к А

Входное сопротивление в схеме с  общей базой в ре­
жиме малого сигнала при С/КБ = 5 В, /э = 10 мА ,

/ =  1 кГц не б о л е е ........................................................................... 6 О м
типовое значение.......................................................................................3 * О м

Емкость коллекторного перехода при С/Кв = 5 В не более 1,7 пФ
типовое значение.......................................................................................1,2 пФ

Емкость эмиттерного перехода:
при С1ЭБ = 1 В 2Т368А, 2Т368Б не более . . . .  3 пФ 
при и ЭБ = 1 В 2Т368А, 2Т368Б, типовое значение 2 * пФ  
при {/ЭБ = 4 В КТ368А, КТ368Б не более . . . .  3 пФ 

Емкость конструктивная между вы водом  эмиттера и кор­
пусом * .........................................................................................................0,45 пФ

Емкость конструктивная между вы водо м  коллектора и
корпусом * ...................................................................................................0,6 пФ

Емкость конструктивная между вы водо м  базы  и кор­
пусом * .........................................................................................................0 ,4  пФ

Емкость конструктивная между вы водам и  коллектора
и э м и т т е р а * ............................................................................................ 0,08 пФ

Емкость конструктивная между вы водам и  коллектора
и базы  * .........................................................................................................0,15 пФ

Индуктивность выводов эмиттера и б азы *  при /= 3 м м  4,5 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база . . . . . . .  15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЛЭБ < 3 к О м ............................................................................................  15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . . . . .  4 В
Импульсное напряжение коллектор-база при ти < 0,5 мс,

Q > 2 ..............................................................................................................  20 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при

/?э б  < 3 кОм, т„ < 0,5 мс, Q > 2 ..................................................  20 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ........................................................ 30 м А
Постоянный ток эм и ттер а .................................................................... 30 м А
Импульсный ток коллектора при ти < 0,5 мс, Q > 2 60 м А
Импульсный ток эмиттера при ти < 0,5 мс, Q > 2 60 м А  
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т =  213 ч- 338 К, р > 6650 П а .....................................  225 м В т
при Т = 213 -г- 338 К, р = 665 П а ..................................... 150 м В т
при Т = 398 К ................................................................................ 60 м В т

Общее тепловое сопротивление........................................................  364 К/Вт
Температура п е р е х о д а ..........................................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы .................................................. О т 2 1 3

до 398 К
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока коллек­

тора.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от напряжения 
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Зависимость относительного 
максимально допустим ого  по­
стоянного напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

в цепи база-эмиттер.
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Зависимость относительного ко­
эффициента ш ума от частоты.



2Т371А, КТ371А
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п С ВЧ 

усилительные с ненормированным коэффициентом шума.
Предназначены для усиления 

сигналов сверхвысоких частот.
Выпускаю тся в металлокерами­

ческом корпусе с гибкими полоско­
выми выводами. Обозначение ти­
па приводится на этикетке. На 
крышке корпуса транзистора нано­
сится условная маркировка цвет­
ными точками : 2Т371А — одна си­
няя; КТ371А — две синие.

М асса транзистора не более 
0,3 г.

Электрические параметры

Граничная частота при и КБ = 5 В, /э  = 10 мА  не
м ен ее ................................................................................................................ 3 ГГц
типовое значение 2 Т 3 7 1 А .............................................................. 3 ,6* ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи  при
UKB = 5 В, Уз = 1 0  мА , / = 3 0  М Г ц  не более 15 пс

типовое значение 2 Т 3 7 1 А ..............................................................  8 * пс
Коэффициент ш ума при 1/КБ = 5  В, 1Э = 5 мА,
/ = 4 0 0  М Гц, Rr  = 75 Ом 2Т371А . . . . . . . .  4 *  дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при UKБ = 1 В, /к = 10 м А :

при Г = 298 К ................................................................................. 3 0 -2 4 0
при Г =  213 К 2 Т 3 7 1 А .............................................................. 1 5 -2 4 0

при Г  = 398 К 2 Т 3 7 1 А ..............................................................  30 -  400
Граничное напряжение при /э  = 10 мА не менее . . . .  10 В

типовое значение 2 Т 3 7 1 А ...............................................................22* В
Обратный ток коллектора при С/КБ = 1 0  В не более:

при Т = 298 К . . .....................................................................0,5 мкА
при Г = 398 К 2 Т 3 7 1 А ...............................................................5 мкА

Обратный ток эмиттера при Т — 298 К , = 3 В
не б о л е е ..................................... ..............................................................1 мкА

Входное сопротивление в схеме с общей базой  в ре­
жиме малого  сигнала при (/КБ = 5 В, /э  =  10 мА ,
/ =  1 кГц не б о л е е ........................................................................... 10 Ом
типовое значение 2 Т 3 7 1 А ...............................................................4 *  Ом

Емкость коллекторного перехода при (УКБ = 5 В не
б о л е е ................................................................................................................1,2 пФ
типовое значение 2 Т 3 7 1 А ...............................................................0 ,7 *  пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/ЭБ = 1 В не более 1,5 пФ 
типовое значение 2 Т 3 7 1 А ........................ ..................................... 0 ,9 *  пФ
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Емкость конструктивная между выводами коллектора
и эмиттера * .............................................................................................

И ндуктивность вы водов эмиттера и базы  * .........................
Коэффициент отраж ения входной цепи в схеме с общим 

эм иттером * при t/кв = 5 В, /э = 10 мА  Rr  = 50 Ом: 
при / =  400 М Г ц :

м о д у л ь ................................................. ' .......................................
ф а з а .......................... ....................................' ................................

при /  = 1 Г Г ц :
м о дул ь ...................................................................................................
ф а з а ...................................................................................................

Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме 
с общим эм и ттер о м *  при t/кв = 5 В, /э  = 10 мА, 
Rr  = 50 О м : 

при /  = 400 М Г ц :
м одуль .............................................................................................
ф а з а ...................................................................................................

при /  = 1 Г Г ц :
модуль .............................................................................................
фаза ,. . . . . • ...................................................................

Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме 
с общим эм и ттер о м *  при С/КБ = 5 В , /э = 1 0  мА, 
Rr  = 50 О м : 

при /  = 400 М Г ц :
модуль .............................................................................................
ф а з а ...................................................................................................
при /  = 1 ГГц
модуль . . .  ................................................................................
ф а з а ...................................................................................................

Коэффициент отраж ения выходной цепи в схеме с об­
щим эм и ттером  при С/кБ = 5  В, /э = 1 0  мА, 
Rf ■ 50 О м : 

при / = 4 0 0  М Г ц :
м одуль .............................................................................................
ф а з а ...................................................................................................

при /  = 1 Г Г ц :
модуль . . . .  ..........................................................................
ф а з а .........................................................................................................

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко ллектор -база.....................................
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
Лэв ^  3 к О м ........................................... ................................................

Постоянное напряжение э м и т т е р -б а з а .....................................
Постоянный то к  к о л л е к т о р а .......................................................
Постоянный то к  э м и т т е р а .............................................................
Импульсный то к  коллектора при ти < 10 мкс, Q > 2 
И мпульсный то к  эм иттера при ти < 10 мкс, Q > 2
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Постоянная рассеиваемая мощ ность:
при Г =  213 -  338 К , р ^  6650 П а ......................................100 м В т
при Т = 213 -  338 К, р = 665 П а ......................................65 м В т
при Т = 398 К ................................................................................. 30 м В т

Общее тепловое сопротивлен и е........................................................ 0,833 К/мВт
Температура перехода * ........................................................................... 423 К
Температура окружающей с р е д ы .................................................. О т 2 1 3

до 398 К

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока коллек - 

тора.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от напряжения 

колл екторг база.

Зависимость относительной тра- Зависимость относительной гр а­
ничной частоты от тока эмит- ничной частоты от напряжения 

тера. коллектор-база.
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1 2Т371А .КТ371А

II, г = ‘ В
1 э =5 мА /\ J

Ю'г 10~1 1 10 102 103^МГц

Зависимость относительного ко­
эффициента ш ума от тока эмит­

тера.

Зависимость относительного ко­
эффициента ш ума от частоты.

2Т372А, 2Т372Б, 2Т372В, КТ372А, КТ372Б, 
КТ372В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п СВЧ 
усилительны е с нормированным коэффициентом ш ума на частоте
1 ГГц .

П редназначены для применения во входных и последующих 
каскадах  усилителей сверхвысоких частот.

Выпускаются в керамическом 
корпусе с гибкими полосковыми 
вы водами. Обозначение типа при­
водится на ярлыке, находящ емся в 
индивидуальной упаковке. На кор­
пусе между базовым и эмиттер- 
ным выводами наносится услов­
ная маркировка цветными точкам и : 
2Т372А — одна зеленая, 2Т372Б — 
одна черная, 2Т372В — одна белая, 
КТ372А — две зеленые, КТ372Б — 
две черные, КТ372В — две белые. 
М асса транзистора не более 0,2 г.

Электрические параметры

Граничная частота при С/к э  = 5  В, /э = 5 мА не менее:
2Т372А, КТ372А, 2Т372В, К Т 3 7 2 В .................................... 2,4 ГГц
2Т372Б, К Т 3 7 2 Б ............................................................................... 3,0 ГГц
типовое значение:

2Т372А, К Т 3 7 2 А ......................... ................................................4 ,35* ГГц
2Т372Б, К Т 3 7 2 Б ......................................................................... 4 ,80* ГГц
2Т372В, К Т 3 7 2 В ......................................................................... 3 ,75* ГГц
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Постоянная времени цепи обратной связи  * при
UKб = 5 В, /э  = 5 мА , / =  30 МГц не б о л е е .......................... 9 пс
типовое значение . ...........................................................................  4 *  пс

Минимальный коэффициент ш ума при t/KB = 5 В,
/э  = 2 мА , / =  1 ГГц не более:

2Т372А, К Т 3 7 2 А ................................................................................. 3,5 дБ
2Т372Б, КТ372Б, 2Т372В, К Т 3 7 2 В ...................................... 5,5 дБ

типовое значение:
для 2Т372А, К Т 3 7 2 А ...............................................................2 ,9*  дБ
для 2Т372Б, К Т 3 7 2 Б .................................................. . . 3,5 * дБ
для 2Т372В, К Т 3 7 2 В ...............................................................3 ,8* дБ

Оптимальный коэффициент усиления по мощ ности * при
UKS = 5 В, /э  = 5 мА , / =  1 ГГц не м е н е е .........................  10 дБ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................. 12* дБ

Статический коэффициент передачи тока в схем е с общим 
эмиттером* при (УКБ = 5 В, /э = 5 м А :

2Т372А, 2Т372Б, 2 Т 3 7 2 В ......................................................... 1 0 -9 0
КТ372А, КТ372Б, КТ372В не м е н е е .........................  10

Обратный ток коллектора при С/кБ = 15 В не более:
при Т = 298 К .................................................................................0,5 мкА

при Г  = 398 К .............................. ..................................................  10
Обратный ток эмиттера при U-$s = 3 В не более:

при Т = 298 К . ................................................................................. 20 мкА
при Т = 398 К ................................................................................. 200 мкА

Емкость коллекторного перехода при UKB = 5 В не
б о л е е ................................................................................................................  1 пФ
типовое з н а ч е н и е .................................................................................0,65 * пФ

Емкость эмиттерного перехода * при (/Эб = 0 В не более 1,5 пФ
Типовое з н а ч е н и е .............................................................. ...... 1,2 пф

Коэффициент отражения входной цепи в схем е с общим 
эмиттером * при {/кэ = 5 В, /ц = 5 м А , Рвх — 1 мкВт,

/ =  1 ГГц :
м о д у л ь .................................................................... ............................... 0,14
ф а з а .......................................................................................................... — 149

Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме 
с общим эм и ттером * при t/кэ = 5 В, /к = 5 мА ,

Pm = 1 м кВ т, / =  1 ГГц :
м о д у л ь ......................... .......................................................................... 0,093
ф а з а .......................................................................................................... 59°

Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме 
с общим эмиттером* при 6/ « э = 5 В', / « =  5 мА ,

Рв% = 1 мкВт, / =  1 ГГц : • -
м о д у л ь .................................................................................................... 3,29
ф а з а ..........................................................................................................  76°

Коэффициент отражения выходной цепи в схем е с об­
щим эмиттером * при Urэ  = 5  В, /к  = 5 мА,

Рвх — 1 мкВт, / =  1 ГГц :
м о д у л ь .................................................................................................... 0,623
ф а з а .......................................................................................................... — 30°
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Постоянное напряжение ко лл екто р -база ...............................
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер

ЛЭБ < 10 к О м .....................................................................
Постоянное напряжение эм и ттер -б аза .........................
Импульсное напряж ение коллектор-эмиттер 

ЛЭБ < 10 кО м, ти < 10 мке, / = 5 0  Гц . . .
Постоянный ток к о л л е к т о р а ...........................................
Постоянная рассеиваем ая мощность коллектора:

при Г  = 213 -г 373 К .................................................
при Т = 398 К :

2Т372А, 2Т372Б, 2 Т 3 7 2 В .....................................
КТ372А, К Т372Б, К Т 3 7 2 В ...............................

Импульсная С ВЧ  мощ ность, падающая на вход

Предельные эксплуатационные данные

зистора *, при Т < 343 К , / =  1 ГГц, Q > 15 .
Общее тепловое сопротивление . 
Температура перехода . . . . 
Температура окруж аю щ ей среды .

при

при

тран

15 В 
3 В

15 В 
10 мА
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30 мВт 
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80 мВт 
1 К/мВт 

428 К 
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Зависимость коэффициента шу­
м а от тока эмиттера.

Зависимость коэффициента уси­
ления по мощности от тока 

эмиттера.

Зависимость коэффициента шу­
ма от частоты.



14
ЦЭ

Зависимость коэффициента уси- ч  12 
ления по мощности от частоты. £

v  ю 

8 

6 

Ч
О 0,5 1 1,5 2 2 ,5 f/Гц

1Т374А-6
Транзистор германиевый планарный п-р-п СВЧ усилительны й 

с нормированным, коэффициентом ш ума на частоте 2,25 ГГц.
Предназначен для приме­

нения во входных и последую­
щих каскадах усилителей сверх­
высоких частот.

Бескорпусный, на керами­
ческом кристаллодержателе, с 
контактными площадками.
Обозначение типа приводится 
на ярлыке, находящемся в ин­
дивидуальной упаковке.

М асса транзистора не бо­
лее 0,004 г.

18
16

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме
с общим эмиттером при С/кб =  3 В, /э  = 2 мА

не м е н е е ............................................................................................ 2 ,4  Г Г ц
типовое з н а ч е н и е ................................................................................3,6 * Г Г ц

Постоянная времени цепи обратной связи при
С/КБ = 3 В, /э  = 2 мА , / = 1 0 0  М Гц ке б слсс 10 ПС

типовое з н а ч е н и е ................................................................................  4 *  пс
Минимальный коэффициент ш ума при С/кб = 3 В,

/э = 2 мА, /  = 2,25 ГГц не б о л е е ..................................... 4,5 дБ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  4 *  дБ

Оптимальный коэффициент усиления по мощ ности* при
С/КБ = 3 В, /э  = 2 мА , / = 2 ,2 5  ГГц не менее 3 дБ

типовое значение , ..........................................................................  6 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­

щим эмиттером при C/jcb —  ̂ В, /э = 2 м А : 
при Г  = 298 К ................................................................................ 1 0 - 1 0 0
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при Г  = 2 1 3  К не м е н е е ............................................................. 8 ; от 0,3 до
1,5 значения 
при Т = 298 К

при Г  -  343 К . . . . .
значений при 

Т = 298 К
О братный ток коллектора при f/KB = 5 В не более:

при Г -  298 К ......................... 5 мкА
при Т — 343 К ......................... 30 мкА

О братный ток эмиттера при £ СП II о СО не более 100 мкА
Е м кость коллекторного перехода при (Укв = 5 В не более 1 пФ

типовое з н а ч е н и е ......................... 0 ,7 *  пФ
Е м кость эмиттерного перехода при (/ЭБ = 0,3 В не

1 пФ
типовое значение ......................... 0 ,5*  пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение к о л л е к т о р -б а з а ..............................  5 В
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при

ЛЭБ < 1 к О м ............................................................................................ 5 В
П остоянное напряжение э м и т т е р -б а з а ..................................... 0,3 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ............................................................. 10 мА
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора;

при Г =  213 -г 318 К ................................................................... 25 мВт
при Г  = 343 К ................................................................................10 мВт

Общее тепловое сопротивление.......................................................1,5 К/мВт
Т емпература п е р е х о д а ........................................... .............................  358 К
Т емпература окружающей с р е д ы .................................................От 213

до 343 К

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

эмиттера.
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Зависимость граничной частоты
от тока коллектора.
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Зависимость коэффициента шу­
ма от тока эмиттера.
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Зависимость коэффициента шу­
м а  от частоты.

2Т382А, 2Т382Б, КТ382А, КТ382Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п СВЧ 

усилительные с нормированным коэффициентом ш ума на частоте 
400 МГц.

Предназначены для 
применения во входных 
и последующих каскадах 
усилителей высокой ча­
стоты  и СВЧ.

Выпускаю тся в ме­
таллокерамическом кор­
пусе с гибкими полоско­
выми выводами. Обозна­
чение типа приводится на 
этикетке. На крыш ке кор­
пуса наносится условная 
маркировка цветными 

точками: 2Т382А — одна 
черная, КТ382А — две чер­
ные, 2Т382Б — одйа крас­
ная, КТ382Б — две крас­
ные.

М асса транзистора 
не более 0,3 г.

Электрические параметры
Граничная частота коэффициента передачи то ка  в схеме 

с общим эмиттером при {/КБ = 5  В, /э = 5 мА  не
м ен ее ................................................................................................................1,8 ГГц
типовое з н а ч е н и е .................................................................................2 ,25* ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи  при 
иКБ = 5 В, /э  = 5 мА , / =  30 М Гц:

2Т382А, КТ382А не б о л е е ........................................................  15 пс
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типовое з н а ч е н и е ..........................................................................  6 * пс
2Т382Б, К Т382Б не б о л е е ........................................................ 10 пс

типовое зн ач ен и е ................................................................................ 5,5 * пс
Коэффициент ш ум а при С/кб = 5 В, /э = 5 м А ,/ =  400 МГц,

/?г = 75 О м ;
2Т382А, К Т382А  не б о л е е ........................................................ 3 дБ

типовое зн ач ен и е ................................................................................ 2,2 * дБ
2Т382Б, КТ382Б не б о л е е ........................................................4,5 дБ

типовое зн ач ен и е ................................................................................ 2,5 * дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­

щим эмиттером при С/кб = I В, /э = 5 м А :
при Т = 398 К ................................................................................  4 0 -3 3 0
при Г  = 2 1 3  К  2Т382А , 2 Т 3 8 2 Б ............................................ 3 0 -3 3 0
при Г  = 398 К КТ382А, К Т 3 8 2 Б ...................................... 4 0 -4 5 0

Граничное напряжение при /э = 5 мА  не менее . . . .  10 В
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  20 * В

Обратный ток коллектора при С/КБ= 15 В не более:
при 7"= 298 К  . . .  i ........................................................0,5 мкА
при Г  = 398 К  2Т382А , 2 Т 3 8 2 Б ............................................5 мкА

Обратный ток эм и ттера при Т = 298 К , (/эб = 3 В не более 1 мкА 
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режи­

ме малого  си гн ала при С/кб = 5 В, /э  = 5 мА,
/ =  1 кГц не б о л е е .......................................................................... 10 Ом
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 3 * Ом

Емкость коллекторного  перехода при С/кБ = 5 В не более 2 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................1 * пФ

Емкость эмиттерного  перехода при С/Эб = 1 В не более 2,5 пФ
типовое з н а ч е н и е ....................................................... „ . . . . 1,6* пФ

И ндуктивность каж до го  вывода * ..................................................4 нГн
Коэффициент отраж ен ия входной цепи в схеме с общим 

эмиттером * при С/КБ = 5 В, /э  = 5 мА , /  = 400 МГц,
R f = 50 О м :

модуль . .............................................................................................  0,26
ф а з а .......................................................................................................... -1 3 3 °

Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме 
с общим эм иттером  * при С/Кб = 5 В, /э  = 5 мА,
/ =  400 М Гц, Л г  = 50 О м:

м о д у л ь ...................................................................................................  0,102
ф а з а .......................................................................................................... 66°

Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме 
с общим эм иттером  * при Uke = 5 В, 1-$ = 5 мА,
/ = 4 0 0  М Гц , Лг  = 50 О м:

м о д у л ь ...................................................................................................  4,15
ф а з а .........................................................................................................  86°

Коэффициент отраж ения выходной цепи в схеме с общим 
эмиттером * при С/КБ = 5 В, /э  = 5 мА , /  = 400 МГц,

/?г - 50 Ом :
м о д у л ь ...................................................................................................  0,54
ф а з а .........................................................................................................  —35°
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко л л екто р -б аза ...................................... 15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

/?э б  3 к О м .............................................................................................  10 В
Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ............................................  3 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а .............................................................. 20 м А
Постоянный ток э м и т т е р а ................................................... 20 м А
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке, Q > 2 40 м А
Импульсный ток эмиттера при ти < 10 мке, Q > 2 40 м А
Постоянная рассеиваемая мощ ность:

при Т = 213 -г- 338 К , р > 6650 П а ......................................100 м В т
при Г =  2 1 3 -  338 К , р = 665 П а ......................................70 м В т

при Т = 398 К ................................................................................. 30 м В т
Общее тепловое с о п р о т и вл е н и е ..................................................  833 К/Вт
Температура п е р е х о д а ........................................................................... 423 К
Температура окружающей с р е д ы ..................................................От 213

до 398 К

1,6
1,5

а ^
— <м

1,3

'1,2

1,1

1,0

1к= 5м/

i тзв ?а ,
2 Т382Б, 
КТ382А,
(Т382Б

0 2,5 5 7,5 10 12,5Ukb,B

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока коллек­

тора.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от напряжения кол­

лектор-база.

Зависимость относительной гра­
ничной частоты от тока эмит­

тера.
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1Т383А-2, 1Т383Б-2, 1Т383В-2, ГТ383А-2, 
ГТ383Б-2, ГТ383В-2

Транзисторы германиевые планарные п-р-п СВЧ усилительные 
с  нормированным коэффициентом ш ума на частотах 1 ГГц (1Т383Б-2, 
ГТ383Б-2), 2,25 ГГц (1Т383А-2, ГТ383А-2) и 2,83 ГГц (1Т383В-2, 
ГТ383В-2).

П редназначены для применения во входных и последующих 
каскадах  усилителей сверхвысоких частот.

Выпускаются в керамичес­
ком негерметизированном кор­
пусе с гибкими полосковыми вы­
водами. На крышке корпуса со 
стороны вывода эмиттера нано­
сится условная маркировка цвет­
ными точками: 1Т383А-2 — 
розовая, 1Т383Б-2 — белая, 
1Т383В-2 -  синяя, ГТ383А-2 -  
черная и розовая, ГТ383Б-2 — 
черная и белая, ГТ383В-2 — 
черная и синяя.

М асса транзистора не бо­
лее 0,1 г.

Ма.рки.робочныв точки, 

Зми-ттер^

Коллектор

1,В

0,11

0,1
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока 
в схеме с общим эмиттером при {/кб =  3,2 В,
/э  = 5 мА  не м ен ее :

IT383A-2, Г Т 383А -2 ..................................................................... 2,4 ГГц
1Т383Б-2, ГТ 383Б -2 ..................................................................... 1,5 ГГц
1Т383В-2, Г Т 383В -2 ..................................................................... 3,6 ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи  при 
i/KB = 3,2 В, /э  = 5 мА , / = 3 0  М Гц не более:

1Т383А-2, 1Т383Б-2, ГТ383А-2, ГТ383Б-2 . . . .  10 пс
1Т383В-2, Г Т 3 8 3 В - 2 ............................................................... 15 пс

Коэффициент ш ума при UK3 = 3,2 В, /э  = 2 мА  не 
более:

1Т383А-2, ГТ383А-2, при / =  2,25 Г Г ц ..........................  4,5 дБ
1Т383Б-2, ГТ383Б-2 при / =  1 Г Г ц ................................  4,0 дБ
1Т383В-2, ГТ383В-2 при / =  2,83 Г Г ц ..........................  5,5 дБ

Статический коэффициент передачи тока в схем е  с об­
щим эмиттером при 1!къ = 1,2 В, /э  =  5 м А : 

при Т = 298 К :
1Т383А-2, 1Т383В-2, ГТ383А-2, ГТ383В-2 . . . 1 5 -2 5 0
1Т383Б-2, Г Т 383Б -2 ..............................................................  1 0 -2 5 0

при Г  = 213  К не менее:
1Т383А-2, 1Т383В-2 . . .............................................8 ; от 0,3 до

1.5 значения 
при У = 298 К

1Т383Б-2....................................................................................... 6 ; от 0,3 до
1.5 значения 

при Т = 298 К
при У =  343 К 1Т383А-2, 1Т383Б-2, 1Т383В-2 От 0,5 до 2,5

значения при 
Т = 298 К

Обратный ток коллектора при £/КБ = 5 В не б о л ее :
при Т — 298 К ........................................................................... 5 мкА
при Г  = 343 К 1Т383А-2, 1Т383Б-2, 1Т383В-2 30 мкА 

Обратный ток эмиттера при 1/ЭБ = 0,5 В не более:
при Т = 298 К .................................................................................50 мкА
при Г  = 343 К 1Т383А-2, 1Т383Б-2, 1Т383В-2 100 мкА 

Емкость коллекторного перехода при {/КБ = 3,2 не более 1 пф
типовое з н а ч е н и е .................................................................................0 ,6*  пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/Эб =  0 ,3  В не 
более:

1Т383А-2, Г Т 3 8 3 А - 2 ..................................................................... 1 пф
1Т383Б-2, 1Т383В-2, ГТ383Б-2, Г Т 3 8 3 В -2 ..........................1,2 пф

Коэффициент отражения входной цепи в схем е с об­
щим эмиттером * при {/Кб = 3,2 В, /э  = 5 мА ,
/ =  2,25 ГГц :

м о д у л ь .................................................................................................... 0,017
ф а з а .......................................................................................................... —104°
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Коэффициент обратн ой  передачи напряжения в схеме 
с общим эм и ттер о м  * при i/KB = 3,2 В, /э  = 5 мА, 
/ =  2,25 Г Г ц :

модуль ....................................................................................................
фаза ..........................................................................................................

Коэффициент прям ой передачи напряжения в схеме 
с общим эм и ттеро м  * при 1/КБ = 3,2 В, /э  = 5 мА, 
/ = 2 ,2 5  Г Г ц :

модуль ....................................................................................................
ф а з а ..........................................................................................................

Коэффициент отр аж ен и я выходной цепи в схеме с об­
щим эм и ттеро м  * при (/«б = 3,2 В, /э = 5 мА, 
/ =  2,25 Г Г ц :

модуль ....................................................................................................
ф а з а ..........................................................................................................

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряж ение коллектор -база ......................................
Постоянное напряж ение коллектор-эмиттер при Лэб **

< 1 к О м ....................................................................................................
Постоянное напряж ение э м и т т е р -б а з а ......................................
Постоянный то к  к о л л е к т о р а ........................................................
Постоянная р ассеи ваем ая  мощность коллектора:

при Г  = 328 К ................................................................................
при Г = 343 К 1Т383А-2, ^  1Т383Б-2, 1Т383В-2 

И мпульсная С В Ч  мощность, падающ ая на вход тран­
зистора при Т  — 298 К , тн < 100 мке, Q > 20 . . , .

Общее тепловое с о п р о ти вл ен и е ......................................
Температура п е р е х о д а .............................................................
Температура окруж аю щ ей среды:

1Т383А-2, 1Т383Б-2, 1Т383В-2......................................

0,195
68°

1,29
67,5°

0,655
-3 5 °

5 В

5 В 
0,5 В 
10 мА

25 мВт 
16 мВт

50 мВт 
1,25 К/мВт 

363 К

ГТ383А-2, ГТ 383Б-2, ГТ383В-2 ,

От 213 
до 343 К 
От 233 до 

328 К
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2Т384А-2, 2Т384АМ-2, КТ384А, КТ384АМ

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переклю ­
чательные маломощные.

Предназначены для применения в герметизированной ап п ар ату ­
ре в импульсных, переключающих каскадах наносекундного ди ап азон а.

Бескорпусные, с гибкими вы водам и, защ итным покрытием  на 
керамическом (2Т384А-2, КТ384А) и металлическом (2Т 384А М -2, 
КТ384АМ) кристаллодержателях.

П оставляю тся в сопроводительной таре, позволяющей без из- 
злечения из нее транзисторов проводить измерение их электри- 
lecKnx параметров. Обозначение типа приводится на сопроводитель- 
юй таре.

М асса транзистора на керамическом кристаллодержателе не более 
1,015 г, на металлическом не более 0,004 г.
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Электрические параметры

Граничное напряжение при /к = 10 мА , ти < 30 мке
и Q > 50 2Т384А-2, 2Т384АМ -2, . .....................................1 5 - 3 4 *  В
типовое значение .......................................................................... 24* В

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  =
= 150 мА , /Б = 15 м А :

2Т384А-2, 2Т384АМ -2 ................................................................... 0,25 * - 0 ,5 3  В
' типовое з н а ч е н и е ............................... .......................................... 0,28 * В

КТ384А, КТ384АМ не б о л е е .................................................  0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 150  мА,

/Б = 15 м А :
2Т384А-2, 2Т 3 8 4 А М -2 ................................................................... 0 , 8 1 * - 1,15В

типовое значение................................................................................ 0,91 * В
Время рассасывания при /к = 1 5 0  мА , /Б = 1 5  м А :

2Т384А-2, 2 Т 3 8 4 А М - 2 .............................................................  12 не
КТ384А, К Т 3 8 4 А М .......................................................................... 15 не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при и^э  = 1  В, /к  = 150 мА . . . . 30 — 180
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  90 *

М о дуль коэффициента передачи тока при С/Кэ  = Ю В,
/к = 100 мА , / =  100 М Г ц  ..............................................................4 ,5 - 1 3 *  '
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 11,5*

О братный ток коллектора не более:
2Т384А-2, 2Т384А М -2:

при t/кв = 30 В и Г =  213 -г 298 К ...............................10 мкА
при 1/кб = 20 В и Т=  398 К ...........................................100 мкА  .

КТ384А, КТ384АМ  при 1/КБ = 30 В и Т = 298 К 10 мкА 
Обратный ток эм итттера не более: .

2Т384А-2, 2Т384А М -2:
при {/эб = 5 В, при Т = 213 -г 298 К ...............................10 мкА

при Т =  398 К .................................................................... 100 мкА
КТ384А, КТ384АМ  при 1/ЭБ = 4 В и Г =  298 К 10 мкА 

О братный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 0 2Т384А-2,
2Т384А М -2 не более:
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при {/КБ= 30 В и Т =  213 К и Г =  298 К ..........................10 мкА
при t/KB = 20 В и Г =  398 К .............................................100 мкА

Емкость коллекторного перехода при UKE = 1 0  В,
/ =  10 М Гц 2Т384А-2, 2 Т 384А М -2 .............................................1 ,3 * - 4  пф
типовое з н а ч е н и е ................................................................................. 1,7* пф

Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,5 В,
/ =  10 М Гц 2Т384А-2, 2Т 384А М -2 .............................................7 * - 2 0  пФ
типовое значение ................................................................................. 8 * пФ

Предельные эксплуатационные данные
■Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

ЛБЭ = 5,0 кОм КТ384А, КТ384АМ при Гк = 228 -=- 358 К 30 В 
Постоянное напряжение коллектор-база:

2Т384А-2, 2Т384А М -2:
при Гк = 213 н- 373 К ............................................................... 30 В
при 7"к = 398 К ........................................................................... 20 В

КТ384А, КТ384АМ  при Гк = 228 -=• 358 К . . . . 30 В 
Постоянное напряжение эмиттер-база:

2Т384А-2, 2Т384АМ -2 при Тк = 213 -  398 К . . . . 5,0 В
КТ384А, КТ384АМ  при Гк = 228 -  358 К .......................... 4,0 В

Постоянный ток коллектора при Рк < Рк ма|[с
2Т384А-2, 2Т384АМ -2 при Тк = 213 -  398 К . . . .  0,3 А
КТ384А, КТ384АМ  при Гк = 228 -  358 К .......................... 0,3 А

Импульсный ток коллектора при ти < 5,0 мке, Q > 10
и ^К.ср < Ле.макс

2Т384А-2, 2Т384АМ -2 при Тк = 213 -г 398 К . . . . 0,5 А
КТ384А, КТ384АМ  при Тк = 228 -г 358 К . . . . 0,5 А 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
2Т384А-2, 2Т384А М -2:

при Гк = 213 358 К .............................................................. 0,3 Вт
при Тк  = 398 К ...........................................................................0,06 Вт

КТ384А, К Т 384А М :
при Гк = 228 -  343 К .............................................................. 0,3' Вт
при Тк = 358 К ...........................................................................0,2 Вт

Тепловое сопротивление п ер ехо д-п о дл о ж ка..........................100 К/Вт
Температура р-п перехода:

2Т384А-2, 2Т384АМ -2 ..................................................................... 408 К
КТ384А, К Т 3 8 4 А М ........................................................................... 393 К

Температура окружаю щ ей среды:
2Т384А-2, 2Т384АМ -2 ........................................................ ......  . От 213

до 398 К
КТ384А, К Т 3 8 4 А М .....................................................................От 228

до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Д ля 2Т384А-2, 2Т 384А М -2 при Тк  = 
= 358 4- 398 К максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора, Вт, рассчитывается по ф ормуле

^К. макс (408 ~ TK)I(RT д -1- Ят.пд-к)-
2. М онтаж транзисторов в микросхемы осущ ествляется сле- 

цующим образом. М есто монтажа в микросхеме смачивается спирто-
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канифольным флю сом (10 — 30%  канифоли, 90 — 70%  спирта). Затем 
уклады вается ф ольга припоя ПОС-61 (ГО СТ 21931-76) толщиной 
30 м км , р азм ер о м  1,9 х 1,9 м км . Д опускается нагрев микросхемы 
до (473 ± 5) К  в течение 10 с. В момент пайки транзистор при­
жимается к м есту  м онтаж а пинцетом. Усилие прилагается к боко­
вым поверхностям  кристаллодержателя.

Д опускаю тся другие методы монтаж а транзисторов в микросхемы, 
обеспечивающие надежный тепловой контакт подложки транзистора 
с корпусом микросхемы  и целостность конструкции транзистора.

При м онтаж е транзисторов в- микросхемы должны быть приня­
ты  меры, исключаю щ ие возможность перегиба выводов и соприкос­
новения их и кри сталла транзистора с острыми краями элементов 
микросхемы. Рекомендуется выводы транзисторов и место сварки 
или пайки закр еп лять  лаками . При этом не допускается использование 
материалов, вступаю щ их в химическое и электрохимическое взаимо­
действие с защ и тн ы м  покрытием и другими элементами конструкции 
транзистора. •
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1Т387А-2, 1Т387Б-2
Транзисторы германиевые планарные п-р-п СВЧ генераторны е 

маломощные.
Предназначены для усиления и генерирования СВЧ сигналов.
Бескорпусные, на керамиче­

ском кристаллодержателе, с гиб­
кими полосковыми выводами 
и керамической крышкой.

Выпускаю тся в индивиду­
альной таре-спутнике, обозначе­
ние типа приводится на таре. 
На крышке транзистора нано­
сится условная маркировка цвет­
ными точками : 1Т387А-2 -  чер­
ная, 1Т387Б-2 — белая.

М асса транзистора не бо­
лее 0,1 г.

Электрические параметры

Выходная мощность в режиме автогенератора при 
~ 7 В, / j 50 мЛ не м сксс :
1Т387А-2 при /  = 3 Г Г ц .............................................................. 50 м В т
1Т387Б-2 при / =  4 Г Г ц .............................................................. 50 м В т

медианное значение не менее:
1Т387А-2 при / =  3 Г Г ц .............................................................. 75 м В т
1Т387Б-2 при / =  4 Г Г ц .............................................................. 65 м В т

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при (/ « в = 3 В, /э  = 50 мА не 

менее:
1 Т 3 8 7 А - 2 ............................................................................................ 2,16 Г Г ц

1Т387Б-2.................................................................................................. 3,0 Г Г ц
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П остоянная времени цепи обратной связи при UKB = 5 В,
/э  = 30 мА , / = 3 0  М Гц не более:

1 Т 3 8 7 А - 2 ............................................................................................. 6,5 пс
1Т387Б-2 . . . .................................................................... ...... 4,0 пс

Коэффициент усиления по мощности * при (7Кб = 7 В 
не менее: ■

1Т387А-2 в схеме с общей базой при / = 2 ,2 5  ГГц,
Пк = 3 0 % ............................................................................................. 2
1Т387Б-2 в схеме с общим эмиттером при

/ =  0,5 ГГц, /э  = 20 м А .............................................................  Ю
М инимальный коэффициент ш ум а* при 1/Кб = 7 В:

1Т387А-2 в схеме с общим эмиттером при 
/э  = 5 -f- 30 м А :

при / = 0 ,1  Г Г ц .......................................................................... 2,5 дБ
при /  = 1 ГГц  ..........................................................................  5 дБ

1Т387Б-2 при /э  = 10 20 м А : 
при / =  0,5 ГГц в схеме с общим эмиттером . . .  3 дБ

при /  = 1 ГГц в схеме с общей б а з о й .........................4,8 дБ
при /  = 2,5 ГГц в схеме с общей б а зо й .........................7,5 дБ

Граничное напряжение при /э = 50 мА не менее . . . .  8 В 
Обратный ток коллектора при 1/кб = *0 В не более:

при Г =  213 К и Г =  298 К .................................................  10 мкА
при Т = 343 К ................................................................................ 100 мкА

О братный ток эмиттера при £/Эб = 0,2 В не более:
при Г =  213 К и Г =  298 К .................................................  10 мкА

при Г  = 343 К ................................................................................ 100 мк А
Сопротивление базы *' при (/КБ = 7 В, /э  = 50 мА не

б о л е е ............................................................................................................... 9 Ом
Сопротивление коллектор-база * при С/кб — 7 В,

/э = 50 мА  не б о л е е ..........................................................................4,5 Ом
Емкость коллекторного перехода при £/Кб = 5 В не

более . ................................................................................................... 3 пФ
Емкость эмиттерного перехода * при 1/эб = 0 В не

б о л е е .........................................................................................................4,5 пФ
И ндуктивность базы  в режиме насыщения * при UKБ = 0 В,

/к  = 50 мА , f  — 1 ГГц  не б о л е е .................................................0,45 нГн
Коэффициент отражения входной цепи в схеме с общим 

эм и ттером * при и кэ  = 5 В: 
при /к  = 10 м А , / = 0 ,5  ГГц:
м о д у л ь ................................................................................................... 1,78
ф а з а ...................................... ..... ............................................................  — 140 °
при /к  = 30 мА , /  = 0,5 ГГц:
м о д у л ь .............................................................. ...... . . . . 1,55 .
ф а з а ..................................................................................................  —150°

при /к = 10 мА , /  1 ГГ ц :
м о д у л ь ............................................................................................  1,92
ф а з а ............................................•..................................................... —165°

при /к  = 30 мА , /  = 1 ГГц
м о д у л ь ............................................................................................  1,78

ф а з а .................................................................................................. —175°

376



Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме 
с общим эмиттером * при £/к э  = 5 В : 

при /к  = 10 м А , /  = 0,5 ГГц :
м о д у л ь .............................................................. ................................- 1 4 ,5  дБ

ф а з а ....................................................................................................  61 °
при /к = 30 м А , / = 0 ,5  ГГц :

модуль .............................................................................................. - 1 4 ,2  дБ
ф а з а ....................................................................................................  7 0 0

при /к 10 мА , /  = 1 ГГц:
м о д у л ь ..............................................................................................- 1 0 ,5  дБ

ф а з а ....................................................................................................  60 °
при /к = 30 мА , /  = 1 Г Г ц :

м о д у л ь .............................................................................................. - 1 0  дБ
ф а з а ....................................................................................................  61 °

Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме с 
общим эмиттером * при С/к э  = 5 В: 

при 1К = 10 мА , /  = 0,5 ГГц :
м о д у л ь ..............................................................................................  8 дБ
ф а з а ....................................................................................... ......  . 81 °

при /к  = 30 мА , /  = 0,5 ГГц :
м о д у л ь ........................................... ; ............................................9,5 дБ

ф а з а ..............................................................' ..................................  7 5 0
при /к  = 10 мА , / =  1 ГГц :

м о д у л ь ..............................................................................................  4 дБ
фаза . ..............................................................................................  6 0 0

при /к = 30 мА , / =  1 ГГц :
м о д у л ь ..............................................................................................4,5 дБ

ф а з а .......................................................................... ......  59 °
Коэффициент отражения выходной цепи в схем е с 

общим эмиттером  * при UKэ  = 5 В : 
при /к  10 мА , / = 0 ,5  ГГц :

м о д у л ь ..............................................................................................  1,79
ф а з а .......................................................................... ...... — 55 °

при /к  = 30 м А , / = 0 ,5  ГГц :
м о д у л ь ..............................................................................................  1,45
ф а з а ....................................................................................................  — 40 °

при /к = 10 мА , / =  1 ГГц :
м о д у л ь ....................................................................................... - .  1,67

ф а з а ....................................................................................................  — 5 7 0
/ __ ЧЛ » »  A f __ 1 г г . . .нрм -- Jv  w n , J  — i 1 J Ц.

м о д у л ь .............................................................................................. 1,38
ф а з а ....................................................................................................  — 61 °

Предельные эксплуатационные данные

1остоянное напряжение коллектор-база . . . . . . .  10 В
1остоянное напряжение коллектор-эмиттер при

^  ЮО О м ........................................................................................ 8 В
Постоянное напряжение э м и т т е р -б а з а ....................................... 0,2 В
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И мпульсный ток коллектора при 298 К , ти < 10 мке,
Q »  1 0 0 ..........................................................................................................

П остоянная рассеиваем ая мощность коллектора:
при Гк  =  213 -г 303 К ..............................................................
при Г к  = 343 К ..........................................................................

Р ассеиваем ая мощ ность коллектора в режиме усиления 
м ощ ности :

при Тк  =  213 ч- 303 К ..............................................................
при 7 к  = 343 К ..........................................................................

Т ем пература п е р е х о д а ..........................................................................
Температура кр и стал л о д ер ж ател я ..................................................

При эксплуатации обязательно применение теплоотвода, 
обеспечиваю щ его тепловое сопротивление переход- 
окруж аю щ ая среда не б о л е е ........................................................
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КТ391А-2, КТ391Б-2, КТ391В-2
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п С В Ч  

усилительные с нормированным коэффициентом ш ума на частоте 
3,6 ГГц.

Предназначены для применения во входных и последую щ их 
каскадах усилителей сверхвысоких частот.

Бескорпусные, на керамическом кристаллодержателе, с гибкими 
полосковыми выводами и приклеиваемой керамической крыш кой. 
Обозначение типа приводится на ярлы ке, находящемся в инди­
видуальной таре. На крышке транзистора наносится условная м а р ­
кировка цветными точками: КТ391А-2 —две черные, К Т 391Б -2— 
две белые, К Т391 В-2 — две синие.

М асса транзистора не более 0,2 г.

0,6

1,8

0,1

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме
с общим эмиттером при С/кэ = 7 В , 1э — 5 м А :

КТ392А-2, КТ391Б-2 не м е н е е ..................................................  5 ГГ ц
типовое з н а ч е н и е .......................................................................... 6* Г Г ц
КТ391В-2 не м е н е е .......................................................................... 4 ГГ ц

Постоянная времени цепи обратной связи * при 
i /кв = 7 В, /э  = 5 мА, /  = 100 М Гц не более . . . .  3,7 пс
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  3 пс

Минимальный коэффициент шума при Uкб = 7 В,
/э  = 5 мА , /  = 3,6 ГГц не более:

К Т 3 9 1 А - 2 ............................................................................................ 4 5 дБ
К Т 3 9 1 Б - 2 ............................................................................................ 5^5 дБ
К Т 3 9 1 В - 2 .........................; .............................................................. 6 дБ

типовое значение:
КТ391А-2 .............................................................................................3,5* дБ

К Т 3 9 1 Б - 2 .................................................................... ...... 5,2* дБ
Максимальный коэффициент усиления по мощности при 

(/кб = 7 В, /э  = 5 мА , /  = 3,6 ГГц :
КТ391А-2, КТ391Б-2 не м е н е е ............................................  6 дБ
типовое з н а ч е н и е ..........................................................................  7* дБ
КТ391В-2 не м е н е е ....................................................................  4  дБ
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Оптимальный коэффициент усиления по мощности * при
UKБ = 7 В, /э  = 5 м А , /  = 3,6 ГГц не м е н е е .........................3,5 дБ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  5* дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при UKБ = 7 В, /э  = 5 мА  не
м е н е е .........................................................................................................  20
типовое значение ................................................................................  90*

Обратный ток ко ллектора не более: 
при Т = 298 К :

КТ391А-2, КТ391Б-2 при С/КБ = 10 В ...............................0,5 мкА
КТ391В-2 при 1/КБ = 7 В ....................................................... 0,5 мкА

при Т = 398 К :
КТ391А-2, КТ391Б-2 при {/КБ = Ю В ...............................2 мкА
КТ391В-2 при UKB = 7 В . . . . ...............................2 мкА

Обратный ток эм и ттера не более:
КТ391А-2, КТ391Б-2, при С/ЭБ = 2 В ............................... 20 мкА

КТ391В-2 при С/эб = 1 В .............................. ...... 20 мкА
Выходная мощность * при снижении усиления на 1 дБ 

при С/КБ = 7 В, / =  3,6 ГГц:
при /э  = 5 мА  не м е н е е .......................................................  2 мВт

типовое з н а ч е н и е ..........................................................................2,5 мВт
при /э  = 7 м А  не менее .................................................  3 мВт
типовое з н а ч е н и е .......................................................................... 4 мВт

Входное сопротивление в режиме малого сигнала в 
схеме с общей базой * при С/кБ = 7 В, /э  = 5 мА
не б о л е е ...................................................................................................8,5 Ом
типовое з н а ч е н и е ..........................................................................6,7 Ом

Емкость коллекторного перехода при t /кв = 5 В не
б о л е е .........................................................................................................0,7 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 0,5* пФ

Емкость эмиттерного перехода * при {/эб = 0 В не
б о л ее ...............................................................................................................  1 пФ
типовое з н а ч е н и е ..................................... ..........................................  0,8 пФ

Емкость корпуса в х о д н а я * ....................................  0,18 пФ
Емкость корпуса вы ходн ая * . . ................................................. 0,26 пФ
Емкость корпуса проходная * ........................ ...... 0,04 пФ
И ндуктивность вы вода б азы *  при / = 1 м м .........................0,87 нГн
Индуктивность вы вода эмиттера при параллельном соеди­

нении выводов * при / = 1 м м ........................ ...... 0,43 нГн
И ндуктивность вы вода коллектора * при I = 1 м м  . . . . 0,87 нГн 
Индуктивность вы водов корпуса * .................................................0,69 нГн/мм

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
КТ391А-2, К Т 3 9 1 Б -2 ...................................................................  15 В
К Т 3 9 1 В - 2 ............................................................................................  10 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
ЛЭБ < Ю к О м ............................................................................................  10 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база:
КТ391А-2, К Т 3 9 1 Б -2 ........................................................  2 В
К Т 3 9 1 В - 2 .............................................................................................. 1 В

Постоянный ток к о л л е к т о р а ......................................................... 10 м А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т=  213 -  358 К .....................................................................70 м В т
при Т = 398 К ................................................................................. 50 мВ т

СВЧ мощность, падаю щ ая на вход транзистора *, при 
£/кб = 7 В, /э  = 5 м А , / =  3,6 ГГц:

н е п р е р ы в н а я ........................................................................................70 мВ т
импульсная при ти < 10 мке, Q > 1000 ................................  200 м В т

Температура п е р е х о д а ...........................................................................  423 К
Температура окружающ ей с р е д ы ......................... ...... От 213 до

398 К
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ма и усиления от частоты  при 
настройке на м акси м ум  коэф­

фициента усиления.
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Зависимость коэффициентов шу- Зависимость коэффициентов ш у­
м а и усиления от частоты при м а  и усиления от частоты при 
настройке на м акси м ум  коэф- настройке на максимум  коэф­

фициента усиления. фициента усиления.

UKB = 7B 
1э =5мА~ 
f  =3,6 ГГц_

5 f, ГГц .213 243  273 303 333  363 Т, К

Зависимость коэффициентов шу­
м а  и усиления в 50-омном трак­

те от частоты.

Зависимость коэффициентов шу­
м а  и усиления от температуры.

*

12

10

8

к Т391А-2\

\
ЧКБ-ю
1э=ЗмА

Ку, А Rr
1,

=Rh= 50 Ом

\| я /
.----------■

я

ч
2 3 4 5 f/Гц

Зависимость коэффициентов шу­
ма и усиления в 50-омном трак­

те от частоты.
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ма и усиления в 50-омном трак­

те от частоты.



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные 
усилительные с ненормированным коэффициентом шума.

Предназначены для усиления 
сигналов сверхвысоких частот.

Бескорпусные, на никелевом 
кристаллодержателе, с гибкими вы­
водами и защ итным покрытием 
на основе кремнийорганического 
лака.

Выпускаю тся в сопроводитель­
ной таре. Обозначение типа при­
водится на этикетке.

М асса транзистора не более 
0,003 г.

2Т396А-2, КТ396А-2

Электрические параметры

I Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при (7КБ = 2 В, /э  = 5 мА не
м ен ее ...............................................................................................................

типовое значение 2 Т 3 9 6 А -2 ..............................................................
Постоянная времени цепи обратной связи при 

UKB — 2 В, /э  = 5 мА, / = 3 0  М Гц не более . . . .
типовое значение 2 Т 3 9 6 А -2 ..............................................................
Время задержки включения в схеме дифференциального

усилителя * при /к  = 20 м А ........................................................
Время нарастания в схеме дифференциального усили­

теля * при /к = 20 м А ....................................................................
Время задержки выключения в схеме дифференциаль­

ного усилителя * при /к = 20 м А ............................................
Время спада в схеме дифференциального усилителя *

при 1К = 20 м А .................................................................................
Статический коэффициент передачи т о к а  в схеме с 

общим эмиттером при {/КБ = 2 В, /к  = 5 м А :
при Г  = 298 К .................................................................................
при Г = 2 ! 3  К .................................................................................
при Г  = 358 К К Т 3 9 6 А -2 .........................................................
при Г  = 398 К 2 Т 3 9 6 А -2 ........................................................

Граничное напряжение при /э = 5 м А  не менее . . . 
Обратный ток коллектора при 1/КБ = 1 5  В не 

более:
при Г  = 298 К .................................................................................
при Г  = 358 К К Т 3 9 6 А -2 ........................................................
при Г  = 398 К 2 Т 3 9 6 А -2 ........................................................

Обратный ток эмиттера при Т = 298 К , {/ЭБ = 3 В 
не б о л ее .........................................................................................................

7.7 5

В  п 4 ® * '
База Эмиттер 

Коллектор

п-р-п С В Ч

Р ,9 ? з

2,1 Г Г ц  
2,5* Г Г ц

15 пс 
7,7* пс

0, 6 не

0, 8 не

0,9 не

0,65 не

4 0 - 2 5 0  
2 0 -2 5 0  
4 0 - 5 0 0  
4 0 -5 0 0  

10 В

0,5 м кА  
5 м кА  
5 м кА

1 мкА
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Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме 
малого сигнала при UK Б = 2 В, /д = 5 мА,
/ =  50 -г- 1000 Гц не б о л е е .............................................................  11 Ом

типовое значение 2 Т 3 9 6 А -2 ..............................................................6,1* Ом
Емкость коллекторного перехода при t/кв = 5 В не

б о л е е ............................................................................................................... 1,5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при (7Эб = 1 В не

б о л е е ...................................... ................................................................... 2 пФ
Емкость конструктивная между выводами коллектора .

и эмиттера * не б о л е е ....................................................................0,52 пФ
Индуктивность вы водов эмиттера и базы * не 

б о л ее ............................................................................................................... 13 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение к о л л е к т о р -б а з а ...............................  15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

Лэ  б = 3 к О м ....................................................................................... 10 В
Постоянное напряжение э м и т т е р -б а з а .....................................  3 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ............................................................. 40 мА
Постоянный ток э м и т т е р а ............................................................. 40 мА
Импульсный ток к о л л е к т о р а ...............................„ . . . . 40 мА
Импульсный ток э м и т т е р а ............................................................. 40 мА
Постоянная рассеиваемая мощность: .

при Г  = 213 -  338 К 2Т396А-2 . . . . . . . .  30 мВт
при Т =  213 -  323 К К Т 3 9 6 А -2 ............................... 30 мВт
при Г  = 358 К К Т 3 9 6 А -2 ....................................................... 16 мВт
при Т = 398 К 2 Т 3 9 6 А -2 ....................................................... 10 мВт

Общее тепловое сопротивление:
2 Т 3 9 6 А - 2 .............................................................................................3 К/мВт
КТ396А-2 . .......................................................................................2,5 К/мВт

Температура перехода:
2Т396А-2 ............................................................................................. 423 К
КТ396А-2 ............................................................................................. 398 К

Температура окружаю щ ей среды:
2 Т 3 9 6 А - 2 .............................................................................................От 213 до

398 К
2 Т 3 9 7 А - 2 .............................................................................................От 213 до

358 К
П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзисторов в составе микро­

схем с тепловым сопротивлением участка между нижней поверхностью 
кристаллодержателя и окружающей средой RT максимально допусти­
мая постоянная рассеиваемая мощность, мВт, рассчитывается по 
формуле

Л ш с  = (^п. макс — Т)/(0, 1 5 + R r),

но не должна п ревы ш ать 100 мВт для транзистора 2Т396А-2 и 
80 мВт для транзистора КТ396А-2.
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока коллек­

тора.

Зависимость относительного  
статического коэффициента пе­
редачи тока от напряж ения кол­

лектор -база .

Зависимость относительной гр а­
ничной частоты от тока эмит­

тера.

Зависимость относительной гр а­
ничной частоты от напряжения 

коллектор-база.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем ­

пературы.
1 3  Полупроводниковые приборы

1,3

1,2

%1,0

0,8 

0,7
213 243 273 303 333 363 7, К
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2Т397А-2, КТ397А-2
Транзисторы кремниевые эпи­

таксиально-планарные п-р-п СВЧ 
усилительные с ненормированным 
коэффициентом шума.

Предназначены для усиления 
сигналов высокой частоты.

Бескорпусные, на керамиче­
ском  кристаллодержателе, с гибки­
ми выводами и защитным покры­
тием на основе кремнийоргани- 
ческого лака. Выпускаются в 
сопроводительной таре. Обозначе­
ние типа приводится на этикетке.

М асса транзистора не бо­
лее 0,02 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общ им эмиттером при {/КБ = 5  В, /э  = 2 мА  не
менее ........................................................................................................  500 М Гц
типовое значение К Т 3 9 7 А - 2 ................................................. 1,06* ГГц

П остоянная времени цепи обратной связи при l /кв =
= 5 В, /э  = 2 мА, / = 3 0  М Гц не более . . . .  40 пс
типовое значение 2 Т 3 9 7 А -2 .......................................................  18* пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при С/Кб = 5  В, /к = 2 м А :

при Г  = 298 К .......................................................................... 4 0 -3 0 0
при Г  = 213 К .......................................................................... 2 0 -3 0 0
при Г  = 358 К К Т 3 9 7 А .......................................................  4 0 -6 0 0
при Т = 398 К 2 Т 3 9 7 А .............................................................. 40 -  600

Граничное напряжение при /э  = 2 м А  не менее . . .  25 В 
О братный ток коллектора при 1/rb = 40 В не более:

при Т = 298 К .......................................................................... 1 мкА
при Г  = 358 К К Т 3 9 7 А ....................................................... 10 мкА
при Г  = 398 К 2 Т 3 9 7 А ....................................................... 10 мкА

О братный ток эмиттера при Т = 298 К, {/ЭБ = 4 В,
не б о л е е ..................................................................................................  1 мкА

Входное сопротивление в схеме с общей базой в режи­
м е  м ало го  сигнала при t/KE = 5 В, /э  = 2 мА ,
/ =  50 -г- 1000 Гц не б о л е е ....................................................... 25 Ом
типовое значение 2 Т 3 9 7 А -2 ....................................................... 17,5* Ом

Е мкость коллекторного перехода при 1/Кб = 5 В не
б о л е е ...............................................................................................................1,3 пф

Е мкость эмиттерного перехода при С/ЭБ = 1 В не
более ................................................................................ ...... 1,5 пФ

Е мкость конструктивная между выводами коллектора 
и э м и т т е р а * ......................................................................................0,1 пФ

Индуктивность выводов эмиттера и базы* . . .  13 нГн
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к о л л е к т о р -б а з а ...............................
коллектор-эмиттер при ЛЭБ <

Предельные эксплуатационные данные

40 В

т„ < 10

Постоянное напряжение 
Постоянное напряжение

< 10 к О м ................................................. .....
Постоянное напряжение эмиттер-база .
Постоянный ток коллектора . . . . ,
Постоянный ток эмиттера . . . ,
Импульсный ток коллектора при

Q >  2 .......................................................................................
Импульсный ток эмиттера при ти < 10 мкс, Q > 2 
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т = 213 н- 363 К 2Т 397А -2 ................................
при Г  = 213 -  338 К КТ397А-2 . . . .
при Г  = 358 К К Т 3 9 7 А -2 ................................
при Г  = 398 К 2 Т 2 9 7 А -2 ................................

Общее тепловое со п р о ти вл ен и е ................................
Температура перехода:

2 Т 3 9 7 А - 2 ..........................................................................
К Т 3 9 7 А - 2 ..........................................................................

Температура окружающей среды:
2 Т 3 9 7 А - 2 ............................................................................................ От 213 до

398 К
К Т 3 9 7 А - 2 .......................................................................... От 213 до 358 К

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзисторов в составе м икро­
схем с тепловым сопротивлением участка меж ду нижней поверхностью 
кристаллодержателя и окружающей средой Rj- при общем теп ловом  
сопротивлении не более 0,5 К/мВт макси м альн о  допустимая постоян­
ная рассеиваемая мощность, мВт, рассчиты вается по формуле

40 В 
4 В 

10 м А  
10 м А

20 м А  
20 м А

120 м В т 
120 м В т 
80 м В т  
50 м В т 

0,5 К /мВт

423 К 
398 К

но не должна превышать 225 мВт 
180 м В т для транзистора КТ397А-2.

: = 1тв.ш гс-  т о л  + ЛТ),
дл я  транзистора 2Т397А-2 и

у

- |  1,0

а 0.9 
л* '

0,8

0,7

0,6
0

/ \ УкБ = 511

/ \I \
V

2T3i)7А- \
Г\ 1 0&/Н 

1
с

2 4 6 8 101к,мА

Зависимость относительного 
татического коэффициента пе- 
едачи тока от тока коллектора.

1,6
1,5

а 1,4

1 ?
N•5S 1,2

1,1

1Л
мА ' о

Г Т ^
T.7.Q 1А 7 >

К T39'i’А -2

(= 2
/

МА

8 16 24  32 40иКБ,В

Зависимость относительного 
статического  коэффициента пе­
редачи тока от напряжения ко л ­

лектор-база.
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Зависимость относительной гра­
ничной частоты от то ка  эмит­

тера.

Зависимость относительной гра­
ничной частоты от напряжения 

коллектор-база.

1,2
1,1

л 1,°
%0,9

CN)
*  0,8

0,7

1 1 
uL  = 5B

I k= 2м А

/
/ 2ТЗ

КТЛ
17А -  
17А-

/
2

f

213 243  273 303  333  363 Т,К

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­

редачи тока от температуры .

Зависимость относительного 
максимально допустимого по­
стоянного напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

в цепи эмиттер-база.

КТ399А
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п СВЧ 

усилительный с нормированным коэффициентом ш ума на часто­
те 400 М Гц.

Предназначен дл я  применения во входных и последующих 
каскадах усилителей высокой и сверхвысокой частот.

Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

М асса транзистора не более 1 г. .
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Электрические параметры

Граничная частота при {/КБ = 5 В, /э  = 10 мА  не
м е н е е ................................................................................................... 1,8 ГГц

типовое зн ач ен и е ................................................................................ 2,4 —2,9* ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при 

{/кб = 5 В, /э  = 10 мА , / = 3 0  М Гц не
б о л е е ................................................................................................... 8 пс

типовое з н а ч е н и е ..........................................................................  6 ,2* пс
Минимальный коэффициент шума при {/КБ = 5 В,

/э  = 5 мА , / =  400 М Гц не б о л е е ...............................  2 дБ
типовое зн ач ен и е ................................................................................ 1 ,3—1,7* дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощ ности*

при {/КБ = 5 В, /э = 5 мА , / =  400 М Гц . . . .  11 ,5—13,0 дБ  
Статический коэффициент передачи тока в схеме с 

общим эмиттером при {/кБ = 1  В, /э = 5 м А :.
при Т = 298 К не м е н е е .................................................. 40
типовое з н а ч е н и е ....................................................................  8 0 —170*

Обратный ток коллектора при (/КБ= 1 5  В,
Т = 298 К не б о л е е ....................................................................  0,5 мкА

Обратный ток эмиттера при Т = 298 К, {/КБ = 3 В
не б о л е е ............................................................................................. 1 м кА

Емкость коллекторного перехода при {/КБ = 5 В не
более.........................................................................................................  1,7 пФ

типовое зн ач ен и е ................................................................................. 1,5* пФ
Р KVAPTl '«^UTTAnUArn П(»ПРУЛГТа ППИ — 1 R HP^  * ‘  ~ “ I-"* w JO * “

б о л е е ................................................................................................... 3 пФ
типовое з н а ч е н и е .................................................................... ......  2 ,1 —2,6* пФ
Емкость конструктивная м еж ду вы водом  эмиттера

и корпусом * ................................................................................. 0,45 пФ
Емкость конструктивная м еж ду выводом коллектора

и корпусом * ....................................................................................... 0 ,6 пФ
Емкость конструктивная между выводом базы

и к о р п ус о м * ......................................................................................  0 ,4  пФ
Емкость конструктивная м еж ду выводами коллектора

и базы  * ............................................................................................. 0,15 пФ



Емкость конструктивная между выводами коллектора
и эм и ттера * ................................................................................ 0,08 пФ

И ндукти вность выводов эмиттера и базы * при
1 = 3  м м ............................................................................................  4,5 нГн

Предельные эксплуатационные данные
П остоянное напряжение к о л л е к т о р -б а з а ............................... 15 В
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при

ЛЭБ < Ю к О м ...................................................................................... 15 В
П остоянное напряжение э м и т т е р -б а з а ..................................... 3 В
П остоянный ток коллектора . . , ................................................. 20 мА
П остоянный ток э м и т т е р а ..............................................................20 мА
И мпульсны й ток коллектора при ти < 10 мкс,

Q > 2 .........................................................................................................40 мА
И мпульсны й ток эмиттера при т„ < 10 мкс,

Q > 2 ............................................................................................................... 40 мА
П остоянная рассеиваемая мощ ность:

при Т = 2 1 3  — 328 К, р < 6650 П а .....................................150 мВ т
при Т =  213 -  328 К , р = 665 П а .....................................105 мВт
при Т = 398 К ..........................................................................39 мВт

Т ем п ература окружающей с р е д ы ................................................. От 213 до
• 398 К

1ft

Oft

0ft
1  lr>
•k w

-  а 0,2
I

v 3 О 

- 0 ,2

/г
------!
Т399

-----
А

I

иКБ= 5В
= 400 МГц —
___ L.,

О 4 8 12 16 2013,мА 8 12 16 201э ,к

Ч

«э4
II
из

^ 3Sc
I
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I
КТ399А

1э= 5мА
f = lWUtv'/ц

0 2,5 5 7,5 10 12,5UKB,8

Зона возможных положений 
приведенной зависимости коэф 
фициента ш ума от тока эмит­

тера.

Приведенная зависимость коэф­
фициента усиления по мощно* 

сти от тока эмиттера.

Приведенная зависимость коэф;
фициента шума от

коллектор-база.



45
Ч

Приведенная зависимость коэф­
фициента усиления по мощно­
сти от напряжения коллектор- 

база.

оа
V  о 

2v  6
I

r J
- ч

к т з 99А

/
1э = 
f  = 4

5мА
WOh// IHi,

}

О 2 ,5  5 7,5 10 12,5Uks,B

Зона возможных положений за- П риведенная зависимость коэф- 
висимости коэффициента шума фициента усиления по мощности 

от частоты . от частоты.

КТ3101А-2
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п С ВЧ  

усилительный с нормированным коэффициентом ш ума на частотах 
I и 2,25 ГГц.

Предназначен для применения во входны х и последующих кас- 
гадах усилителей сверхвысоких частот.

Бескорпусный, на керамическом кристаллодерж ателе, с гибкими 
юлосковыми вы водам и и приклеиваемой ком п аун дом  керамической 
рышкой. Обозначение типа приводится на этикетке.

М асса транзистора не более 0,04 г.
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1,7

I

0,12

0 ,5

/ = 2 ,2 5  ГГц  не

Электрические параметры

Граничная частота при (/«б = 5 В, 1^— 10 мА  не
менее ...................................................................................................

типовое значение ................................................................................
Постоянная времени цепи обратной связи при 

1/кб = 5 В, /э  = 5 м А а / = 3 0  М Гц не более . . .
типовое значение ................................................................................
Минимальный коэффициент шума: 

при Uкб = 5  В , /э  = 5 мА,
б о л е е ............................................

типовое значение . . . 
при {/кб = 2 В , /э  = 2 мА , / =  1 ГГц  не
более ............................................
типовое значение . . .

М аксимальный коэффициент усиления по мощ ности: 
при UKE = 5 В, /э  = 10 мА, /  = 2,25 ГГц  не
менее .............................................................................................
типовое значение ...................................................................
при {/КБ = 2 В, /э  = 2 мА, / =  1 Г Г ц .........................

Оптимальный коэффициент усиления по мощ ности*: 
при UKБ = 5 В , /э = 5 мА, / = 2,25 ГГц . . . .
при 1/кб = 2 В, /э  = 2 МА, /  = 1 Г Г ц .........................

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эм и ттером  при {/КБ = 1  В, /к = 5 мА ,
Т = 298 К ......................................................................................

Обратный ток коллектора при {/Кб = 1 5  В,
Т = 298 В не б о л е е ...................................................................

Обратный ток эм и ттера при Т = 298 К , С/ЭБ = 
= 2,5 В не б о л е е ...................................................................

4,0 ГГц 
4,5* ГГц

10 пс 
5* пс

4,5 дБ 
3 ,3 -4 ,1 *  дБ

3,0 дБ 
1 ,8 -2 ,2 *  дБ

6 дБ
8.2 - 9 , 8* дБ
1 3 .0 -17 ,5  дБ

6 .3 -8 ,7  дБ
8 .0 -9 ,1  дБ

3 5 -3 0 0  

0,5 мкА 

1 мкА
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Емкость коллекторного перехода при (/«в = 5 В не
б о л е е ...................................................................................................  1,5 пФ

типовое з н а ч е н и е ............................................................... 0 ,65* пФ
Емкость эмиттерного перехода при С/ЭБ = 1 В не

б о л е е ...................................................................................................  2,5 пФ
типовое зн ачен ие..................................................................... 1,0* пФ

Индуктивность вывода базы * ........................................................  2 н Г н
Индуктивность вы вода э м и т т е р а * ...................................... 2 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение к о л л е к т о р -б а з а ................................ 15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

С/Эв = ю кОм .................................................................................  15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . . . .  2,5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а .........................................................20 мА
Постоянный ток э м и т т е р а ................................................  . . 20 м А
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке,

Q > 2 ..........................................................................................................40 мА
Импульсный ток эмиттера при ти < 10 мке, .

Q > 2 ..........................................................................................................40 мА
Постоянная рассеиваемая мощ ность:

при Г  = 213 -н 318 К .............................................................. 100 м В т
при Т = 358 К .................................................................................  50 м В т

Общее тепловое с о п р о т и в л е н и е .................................................. 0,8 К/мВт
Температура п е р е х о д а ..................................................................... 398 К
Температура окружающей среды ............................................От 213 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзисторов в составе мик­
росхем должен быть обеспечен теплоотвод от кристалла с 
R T < 0,8 К/мВт. '

12 16 2013)мА

Ч Кур при. 1 э  = \  
±-= 10мА —4 -

_иКБ=2В,-е = 1 Щ _
Кур при 1э=2мА~

Ч 8 12 16 201э,мА

Приведенная зависимость гра­
ничной частоты от тока эмит­

тера.

Приведенная зависимость коэф­
фициента усиления по мощности

от тока эмиттера.
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Приведенная зависимость коэф­
фициента усиления по мощности 
от напряжения коллектор-база.
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П риведенная зависимость коэф­
фициента ш ума от частоты.

Приведенная зависимость коэф­
фициента усиления по мощно­

сти от частоты.

КТ3106А-2
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п СВЧ уси­

лительны й с нормированным коэффициентом ш ума на частоте 
120 М Гц.

Предназначен для применения 
во входных и последующих ка­
скадах усилителей высокой час­
тоты .

Бескорпусный, на никелевом 
кристалло держателе, с гибкими 
вы водам и и защитным покрытием 
на основе кремнийорганического 
лака. Выпускается в сопроводи­
тельной таре. Обозначение типа 

б аза -/  П й  jj П приводится на этикетке.
JI /Г i — -------U М асса транзистора не бо-

Шлектор' Зтттвр  лее 0,003 г.
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Электрические параметры

Граничная частота при С/КБ = 2 В, /э  =  5 м А  не
м е н е е .................................................................................................... 1 ГГц
типовое з н а ч е н и е .....................................................................1,6—2,2* ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи  при 
UKs = 2 В, /э  = 5 мА , / = 3 0  М Гц не более . . .  10 пс
типовое з н а ч е н и е .....................................................................6 ,4—9,0* пс

Коэффициент ш ума при 1/|<Б = 5 В, /э  = 5 мА ,
Rr  = 50 Ом, / =  120 МГц не б о л е е ..........................  2 дБ
типовое з н а ч е н и е .....................................................................1,06—1,8* дБ

Коэффициент усиления по мощности * при С/кб =
= 5 В, /э  = 5 м А , /  = 120 МГц, Лг  = 50 О м . . . 1 7 -1 8  дБ 

Статический коэффициент передачи тока в схем е с 
общим эмиттером при С/КБ = 5  В, /э =  5 м А  не
м е н е е .................................................................................................... 40
типовое значение ...........................................................................  100*

Граничное напряжение* при /э  = 5 м А .......................... 21 —28 В
Обратный ток коллектора при С/Кб = 1 5  В не

б о л е е .................................................................................................... 0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К , £/ЭБ =

= 2,5 В не б о л е е ........................................................................... 1 мкА
Емкость коллекторного перехода при С/кб =  5 В не

более . .............................................................................................. 2 пФ
типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 1,5* пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/ЭБ = 1 В не
б о л е е .................................................................................................... 3,5 пФ
типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 3,0* пФ

Индуктивность вы вода б а з ы * ................................................... 13 нГн
Индуктивность вы вода э м и т т е р а * ....................................... 13 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение к о л л е к т о р -б а з а ................................  15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

< 10 к О м .......................................................................................  1 5 В
Постоянное напряжение э м и т т е р -б а з а ....................................... 2,5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ......................................................... 20 мА
Постоянный ток э м и т т е р а ...............................................................20 мА
Импульсный ток коллектора ти < Ю мкс}

Q > 2 ..........................................................................................................40 мА
Импульсный ток эмиттера при т„ < 10 мке,

Q }> 2 ..........................................................................................................40 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Г =  213 4- 323 К .....................................  30 мВт
при Г  = 358 К .................................................................................16 мВт

Общее тепловое со п р о ти вл ен и е ...................................................2,5 К/мВт
Температура п е р е х о д а ........................................................................... 398 К
Температура окружающей с р е д ы ...................................................От 213 до

358 К
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П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзисторов в 
составе м икросхем  должен быть обеспечен теплоотвод 
от кристалла с Rj- < 2,5 К/мВт.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от то ка  коллектора.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от напряжения кол­

лектор-база.

1,50 
1,25 

*  %0 
0,75 

^  0,5 

0,25

О
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1 1 
__1 / Т 7 4 Г ) в  А — 7

UKB -  - J O  1

f  =120 МГц

ч
Ч■ 8 12 16 201Э)мА

Зависимость относительной гра­
ничной частоты  от тока эмит­

тера.

Зависимость относительной гра­
ничной частоты  от напряжения 

коллектор-база.

Приведенная зависимость коэф­
фициента шума от тока эмит­

тера.



Приведенная зависимость коэф­
фициента ш ума от напряжения 

коллектор-база.

% о ,г

0,1

I* 0 
-0 ,1  

-0 ,2 .

0,4
0,3

1 1 
— КТ3106А 

I I 
Го = 5мА.

- 2

f= 120 h4 Гц

О 2,5 5 7,5 10 12,5UKS,B

1Т3110А-2

Транзистор германиевый эпитаксиально-планарный п-р-п С В Ч  гене­
раторный маломощный.

Предназначен для усиления и генерирования сигналов свер х вы ­
соких частот.

Бескорпусный, на керамичес­
ком кристаллодержателе, с гиб­
кими полосковыми выводами и ке­
рамической крышкойт- Выпускается 
в индивидуальной таре-спутнике, 
обозначение типа приводится на 
таре. На крышке наносится услов­
ная маркировка -  зеленая точка.

М асса транзистора не бо­
лее 0,2 г.

Электрические параметры

Граничная частота при i/'кб = 3 В, /э  = 50 мА не менее 
Постоянная времени цепи обратной связи при С/КБ = 5 В

/э  = 30 мА , /  = 100 М Гц не б о л е е ......................................
Выходная мощность в режиме автогенератора при 

1/Кб  = ?  В, /э  = 5 мА , / =  4 ГГц  не менее . . . .
медианное значение не м е н е е ...................................................

Коэффициент усиления по мощности * при С/КБ = 7 В 
/э  = 20 мА , г)к = 40 %: .

при / =  0,5 Г Г ц ...........................................................................
при /  = 1,0 Г Г ц ...........................................................................
при /  = 2,25 Г Г ц ...........................................................................

^ ,J  1 1 ц

5 пс

50 м В т  
65 м В т

10 дБ  
8 ,2  дБ  
6 ,6  дБ
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М инимальны й коэффициент ш ума * при {/КБ = 7 В,
/э  =  10 -г 20 м А :

при / = 0 ,5  ГГц в схеме с общим эмиттером . . .  3 дБ
при /  = 1 ГГц в схеме с общей б а зо й ............................... . 4,8 дБ

при /  = 2,5 ГГц в схеме с общей б а зо й ...............................7,5 дБ
Граничное напряжение * при /э = 50 мА не менее . . . .  8 В
О братны й ток коллектора при 1/кб = Ю В не более:

при Г  = 213  К и Г  = 298 К .................................................50 мкА
при Т = 343 К ................................................................................ 100 мкА

О братный ток эмиттера при 1/ЭБ = 0,2 В не более:
при Т = 213 К и Т = 298 К ................................................. 50 мкА

при Т = 343 К .......................................................................................100 мкА
Сопротивление базы * при 1/КБ = 7 В, /э  = 50 м А  не более 9 Ом
Сопротивление коллектор-база * при 1/КБ = 7 В, /э  = 50 мА

не б о л е е ...................................................................................................4,5 Ом
Е м кость  коллекторного перехода при {/ = 5 В не более 3,5 пФ
Е м кость  эмиттерного перехода * при С/ = 0 В не более 4,5 пФ
И ндуктивность базы  в режиме насыщения * при I/ = 0 В,

/„ = 50 мА , / =  1 ГГц не б о л е е .................................................0,45 нГнк J

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение ко л л ек то р -б аза ....................................  10 В
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при R <

< 100 О м ................................................................................ ...... 10 В
П остоянное напряжение эм и тте р -б аза ........................................... 0,2 В
П остоянный ток коллектора при Т = 298 К .........................17,5 мА
И мпульсный ток коллектора при Т = 298 К, ти < 10 мкс,

Q >  100 ......................................................................................................... 140 м А
П остоянная рассеиваемая мощ ность коллектора: 

в статическом режиме:
при Г  = 213 -т- 303 К ....................................................................175 мВт

при Т = 343 К ..........................................................................85 мВт
в динамическом реж име:

при Г =  213 -  303 К .................................................................... 300 мВт
при Т = 343 К ................................................................................ 120 м З т

О бщ ее тепловое сопротивление * ....................................................... 250 К/Вт
Т ем п ература перехода ..........................................................................  373 К
Т ем пература кристалло д е р ж а т е л я .................................................От 213 до

343 К

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации обязательно при­
менение теплоотвода, обеспечивающего тепловое сопро- . 
тивление переход-окружаю щ ая среда не более 250 К/Вт

398



150
125

03 100

75

ср 50

25

I I
1Т3110А- ?, s '

I I
—13 = 50мА 
f  = 4ГГц

/
/

/

У/

120

100

<fe 80 
s
a  60 

0=0 40 

20 

0

1 1
1Т.711ПА - ?,
I

7  В

/ =
кь
4 ГГц

2 4 6 8 10UKB,B 10 20 30  40 50 6 0 13)MA

Зависимость выходной мощно­
сти в режиме автогенератора 
от напряжения коллектор-база.

Зависимость выходной мощно­
сти в реж име автогенератора 

о т  то ка  эмиттера.

2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2, 
КТ3115Г-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п СВЧ уси­
лительные с нормированным коэффициентом ш ум а на частотах 4 
(2Т3115Б-2) и 5 ГГц.

Предназначены для применения во входны х и последующих 
каскадах усилителей сверхвысоких частот.

Бескорпусные, на керамическом 
кристаллодержателе, с гибкими по­
лосковыми вы водам и и приклеи­
ваемой керамической крышкой.
Обозначение типа приводится на 
ярлыке, находящ емся в индивиду­
альной таре. На крыш ке тран­
зистора наносится условная марки­
ровка цветным ко д о м : 2Т3115А-2 — 
красная точка; 2Т3115Б-2 — желтая 
точка; КТ3115А-2 — красная поло­
ска ; КТЗ 115В-2 — ж елтая полоска;
КТЗ 115Г-2 — синяя полоска.

М асса транзистора не бо­
лее 0,2 г.

Электрические параметры

Граничная частота * при t/RE = 6 В, /^ = 5 м А  не менее 5,8 ГГц
типовое з н а ч е н и е ................................................................................. 7,0 ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи * при UKE = 7 В,
/э  = 5 м А ,/ =  100 М Гц не б о л ее ................................................... 3,8 пс
типовое з н а ч е н и е ......................................................................... . 3 пс
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М инимальный коэффициент шума при U = 7 В,
/ = 5 м А : КБ

2Т3115А-2, КТ3115А-2 при / =  5 ГГц не более . . .  5 дБ
типовое з н а ч е н и е ..........................................................................4,5 * дБ

2Т3115Б-2, КТ3115В-2 при / =  4 ГГц не более . . . 3,6 дБ
типовое з н а ч е н и е ......................................................................... 3 ,4* дБ

КТ3115В-2 при / =  5 ГГц не более . . . . . . .  4,6 дБ
К Т3115Г-2 при / =  5 ГГц не б о л е е ..................................... 6,0 дБ

О птимальный коэффициент усиления по мощности при 
f/jCE = 7 В, /3 = 5 м А :

2Т3115А -2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 при / =  5 ГГц
не м е н е е ..........................' . .............................................................  5 дБ

типовое з н а ч е н и е ..........................................................................6,7 * дБ
2ТЗ115Б-2, К Т 3115В-2 при/=  4 ГГц не менее . . . .  6 дБ

типовое з н а ч е н и е ..........................................................................7,5 * дБ
КТ3115Г-2 при / =  5 ГГц не м е н е е .....................................  4 дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эмиттером при {/КБ = 5 В, /э  = 5 мА  не менее . . . .  15 

Обратный ток коллектора не более: 
при Т = 298 К :

2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 при
UKб = 10 В ...................................................................................... 0,5 мкА
К Т3115Г-2 при £/кб = 7 В ....................................................... 0,5 мкА

при Т = 398 К :
2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 при

С/кб =  Ю В ...................................................................................... 20 мкА
К Т3115Г-2 при {/кб = 7 В ....................................................... 20 мкА

Обратный ток эм иттера при (/эб = 1 В не более:
2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 . . .  20 мкА

К Т 3 1 1 5 Г -2 ......................... .................................................................. 35 мкА
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме 

с общей базой * при £/кв = 7 В, /э  = 1 мА  не более 9 Ом
типовое значение . ..........................................................................6,5 Ом

Емкость коллекторного перехода* при (УКб = 5 В не более 0,6 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................0,33 пФ

Емкость эмиттерного  перехода * при С/Эб = 1 В не более 0,5 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................................0,46 пФ

Коэффициент интермодуляционных искажений третьего 
п орядка* при и къ = 7 В, Р ВЫЛ = 100 м кВ т:

при /э  = 7 м А ................................................. ...... От —51 до
- 6 2  дБ

при /э  = 5 м А ............................... ...................................................... От —45 до
- 5 4  дБ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 . . .  10 в 
К Т 3 1 1 5 Г -2 ............................................................................................  7 В
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Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэб =
- 1 кО м:

КТ3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, KT31I5B-2 . . . 10 В
К Т 3 1 1 5 Г -2 .............................. .............................................................. 7 В

Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ............................................  1 В
Постоянный ток ко л л ек то р а ...............................................................8,5 м А
Постоянная рассеиваемая мощность коллекто р а :

при Т = 213  -г 243 К 2Т3115А-2, 2Т3115Б-2,
КТЗ 115А-2, КТЗ 115В -2 .....................................................................70 м В т
при Т =  2 1 3 -  358 К К Т 3 1 1 5 Г -2 ............................................ 50 м В т
при Т = 398 К . . . .  . ........................................................ 35 м В т

СВЧ мощ ность, падающая на вход транзистора *, 
при Т < 358 К , / =  3,6 ГГц :

н е п р е р ы в н а я .......................................................................................25 м В т
импульсная при ти < 1 мке:

при /поит = 1 к Г ц ....................................................................  500 м В т
ПРИ /повт = 25 к Г ц .................................................................... 100 м В т

Температура п е р е х о д а .................................................................... • . 423 К
Температура окружающей с р е д ы ...................................................От 213 до

398 К
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Зависимость минимального ко­
эффициента ш ума от тока эмит­

тера.

|ависимость оптимального ко- 
ициента ш ума от тока эмит­

тера.

(ависимость коэффициента шу­
ма в 50-омном тракте от тока

эмиттера.
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Зависимость максимального ко­
эффициента усиления по мощ­

ности от тока эмиттера.

Зависимость оптимального ко­
эффициента усиления по мощ­

ности от тока эмиттера.

Зависимость коэффициента уси­
ления по мощности в 50-омном 

тракте от тока эмиттера.
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О

2Т3120А, КТ3120А
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п СВЧ у я  

лительные с нормированным коэффициентом ш ума на ЧМГЛП 
400 М Гц. |
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Предназначены дл я  применения во 
входных и последующих каскадах уси­
лителей сверхвысоких частот.

Выпускаются в металлокерамиче­
ском корпусе с гибкими полосковыми 
выводами. Обозначение типа приво­
дится на этикетке. На крыш ке корпуса 
наносится условная маркировка цвет­
ными точками: 2Т3120А — одна белая, 
КТ3120А — две белые.

М асса транзистора не более 0,3 г.

Электрические параметры

1 раничная частота при 1/КБ = 5 В, /э  = 10 мА  не менее 1,8 ГГц
типовое з н а ч е н и е ................................................................................. 3 * ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи при С/кб = 5 В,
/э = 10 мА , / = 3 0  М Гц не б о л е е ............................................  8 пс
типовое з н а ч е н и е ................................................................................. 3,8 * пс

Минимальный коэффициент шума при С/КБ = 5 В,
/э = 5 мА , /  = 400 М Гц не б о л е е ..................................................  2 дБ
типовое з н а ч е н и е .................................................................................1 ,3* дБ

(•Коэффициент ш ума при С/КБ = 5 В, /э = 5 мА , Лг  = 50 О м,
/  = 400 М Гц не б о л е е ...........................................................................2,2 дБ
типовое зн а ч е н и е .................................................................................1,6* дБ

Эптимальный коэффициент усиления по мощности при 
С/кБ = 5 В, /э  = 5 м А , /  = 400 МГц не менее . . . .  10 дБ
типовое з н а ч е н и е .................................................................................13,5* дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общ им 
эмиттером при С/кБ = 1  В, /к = 5 м А :

при Т = 298 К не м е н е е ........................................................  40
типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 124*
при Г =  213 К не м е н е е ..............................................................  20
при Т — 398 К не менее . ........................................................  40

)братный ток коллектора при С/кБ = 1 5  В не более:
при Т = 298 К ....................................................................................... 0,5 м кА
при Т — 398 К ................................................................................. 5 м кА

Обратный ток эмиттера при С/эБ = 3 В не более . . .  1 мкА  
мкость коллекторного перехода при Г/КЕ = 5 В не более 2 пФ
типовое з н а ч е н и е .................................................................................1 ,4* пФ

мкость эмиттерного перехода при £/эБ = 1 В не более 3,2 пФ 
типовое з н а ч е н и е .................................................................................2,5 * пФ

Предельные эксплуатационные данные

остоянное напряжение ко л л екто р -б аза ...................................... ........ 15 В
эстоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?ЭБ =
= 10 к О м ................................................................................................... ........ 15 В
эстоянное напряжение эм и ттер -б аза ............................................ ........ 3 В
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Постоянный то к  к о л л ек то р а ..............................................................20 мА
П остоянный ток э м и т т е р а ....................................................................20 мА
И мпульсный ток коллектора при ти < 10 мке, Q > 2 . . . 40 мА 
И мпульсный ток эмиттера при хи < 10 мке, Q > 2 . . . 40 мА 
П остоянная рассеиваемая мощность:

при Т = 213 -  338 К ..........................................................................100 мВт
при Т = 398 К ................................................................................30 мВт

Общее тепловое сопротивление....................................................... 0,86 К/мВт
Т ем пература п е р е х о д а .........................................................................  423 К
Т ем пература окружающей с р е д ы ................................................. От 213 до

398 К

2Т3120А
KI ЛШJA

Тг = 5 
W0h

мА

/ f  = l Л Г и,

7,5 10 12,5Ukb, В 0 2,5 5 7,5 10 12,5UKB,B

П риведенная зависимость коэф­
фициента ш ум а от напряжения 

коллектор-база.

Приведенная зависимость коэф­
фициента усиления по мощности 
от напряжения коллектор-база.
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Приведенная зависимость коэф­

фициента ш ума от частоты.
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П риведенная зависимость коэф­
фициента усиления по мощ но­

сти от частоты.

1Т612А-4, ГТ612А-4
Транзисторы германиевые пла­

нарные п-р-п СВЧ генераторные 
маломощ ные.

Предназначены для усиления 
'  и генерирования сигналов сверх-
* высоких частот.

[ Бескорпусные, на керамическом 
кристаллодержателе, с металлизи­
рованными контактными выступа­

ми и покрыты м эмалью  кристал­
лом. Выпускаю тся в индивидуаль­
ной таре-спутнике. Обозначение ти­
па приводится на таре.

М асса транзистора не бо­
лее 0,2 г.

Электрические параметры
Граничная частота при (/«g = 5 В, /э = 50 м А  не менее 
Постоянная времени цепи обратной связи  при UKB = 3 В,

/э  = 80 мА , / = 3 0  мГц не б о л е е .............................................
Выходная мощ ность в режиме авто ген ер ато р а при 

О’кб = 8 В, /э  = 90 мА , / =  2 ГГц:
1Т612А-4 не м е н е е ...........................................................................
медианное значение не менее ...................................................
ГТ612А-4 не м е н е е ...........................................................................

Соэффициент усиления по мощ ности* при / =  1 ГГц,
г|к = 65%  1Т612А-4 не м е н е е .........................................................

раничное напряжение при /э = 100 м А  1Т612А-4 не менее 
)братный ток коллектора при С/кб = 1 2  В не более: 

1Т612А-4:
при Г =  213 К и Г =  298 К ...................................................

ь• I S .'

1,5 ГГц

7 пс

150
180
200

мВт
мВт
мВт

3 
8 В

5 м кА
при Т = 343 К .................................................................................. 50 мкА
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ГТ612А-4 при Т = 298 К ....................................................................10 мкА
Обратный ток эм и ттер а  при 1/ЭБ = 0,2 В не б олее :

1Т612А-4:
при Т = 213 К и Т = 298 К ........................................................5 мкА
при Т = 343 К .......................................................................................50 мкА

ГТ612А-4 при Т = 298 К ................................................................... 10 мкА
Емкость коллекторного перехода при {У«б = 5 В не более 3,5 пФ

П редельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко ллектор -база .....................................  12 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при р-^г <

< 10 Ом 1 Т 6 1 2 А -4 ................................................................................  8 В
Постоянное напряжение эм и ттер-база ............................................ 0,2 В
Постоянный ток коллектора при Т = 298 К ГТ612А-4 120 мА 
Импульсный ток ко ллектора при Т = 298 К, ти < 10 мке,

Q > 100 1Т612А-4 ................................................. ............................... 200 мА
Постоянная рассеи ваем ая мощность коллектора:

1Т612А-4:
при Т =  213 -  308 К ...................................................................  360 мВт
при Т = 343 К  ..........................................................................190 мВт
ГТ612А-4 при Т =  298 К ........................................................ 360 мВт

Рассеиваемая м ощ ность коллектора в режиме усиления 
мощности и автоген ератора:

при Г =  298 К  ГТ 612А -4 .............................................................. 570 мВт
при Т = 308 К  1Т612А-4 .............................................................. 570 мВт
при Т =  343 К ....................................................................................... 225 мВт

Температура п е р е х о д а .......................................................................... 373 К
Температура кри сталлодерж ателя:

1 Т 6 1 2 А - 4 ................................................................................. От 218 до 343 К
Г Т 6 1 2 А -4 .................................................................................От 213 до 343 К

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзистора 
обязательно применение теплоотвода, обеспечивающего 
тепловое сопротивление переход-окружающая среда не 
более 138 К/Вт

225
200

К00 175
$
X 150

12b
ЮГ)

п 612/ - Ч

f  = 
h

_ 
«, 

и 
_

iA

5 6 7 8 9 10икв>

Зависимость выходной мощно­
сти от напряжения коллектор- 

база.
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Вависимость коэффициента уси­
ления по мощности от выход­

ной мощности.

Зависимость К П Д  от входной 
мощности.

1Т614А

Транзистор германиевый пла- 
(рный п-р-п СВЧ генераторный.

Предназначен для работы  в ге- 
раторных схемах в герметизиро- 
нной аппаратуре.

Бескорпусный с защ итным по- 
ы тием . Обозначение типа при- 
дится в этикетке.

М асса транзистора не бо­
в 0,2 г.
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Электрические параметры

Вы ходная мощ ность при 1/КБ = 9 В, / =  500 М Гц в схеме
с общей базой не м е н е е .......................................................  200 мВт

М о дуль коэффициента передачи тока при UKэ  = 5 В,
/к  = 50 м А , / = 1 0 0  М Гц не м е н е е ..................................... 10

П остоянная времени цепи обратной связи при {/КБ = 5 В,
/э  = 50 м А ,/  = 30 М Гц не б о л е е .................................................  15 пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эм иттером  при 1/кб = 5 В, /э  = 50 м А .........................15 — 250

Обратный ток коллектора при 1/кб = 12 В не более 10 мкА 
О братный ток эмиттера t/3B = 0,5 В не более . . . .  5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэ Б = 0>
Т =  213 -е- 343 К ......................................................................................  9 В

П остоянное напряжение коллектор-база при Т=  2 1 3 -f-
343 К ........................................................................................................  12 В

П остоянное напряжение эмиттер-база при Т = 213 -т- 343 К 0,5 В 
Постоянный ток коллектора при Т =2 1 3  -т- 343 К . . . 200 мА 
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г =  213 -г 323 К . ' .............................................................. 400 мВт
при Т = 343 К ................................................................................ 200 мВ т

Т ем п ература окружающей с р е д ы .................................................От 213 до
343 К

П р и м е ч а н и е .  Температура припоя при монтаже транзистора 
в схему должна быть не выше 503 К. Время пайки не должно 
превыш ать 3 с.

Зависимость выходной мощно­
сти от напряжения коллектор- 

база.

Зависимость выходной мощнс; 
сти от частоты.
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Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от тока 

эмиттера.

10 30 50 701э ,мА

1TS
i

П А

ч

икГ 5В

/ - ЗОЛ4Гц

КТ633Б
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п переклю ­

чательный.
Предназначен для работы в вы сокочастотны х и импульсны х 

схемах.
Вы пускается в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во дам и . 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
М асса транзистора не более 3 г.

Z3C2 £=Z(

< 7 >'

□  О  c z (

Эмиттер

2 0 - 1 6 0  
15 В

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи то ка  в схеме с общим
эмиттером при Uy-Б = 1  В, /э = 10 м А ...............................

Граничное напряжение* при /э = 10 м А  не менее . . . 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

= 100 мА , /Б = 10 мА  не б о л е е ................................................... 0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 100 мА,

/Б = 10 мА  не б о л е е ........................................................................... 1,5 В
типовое з н а ч е н и е .................................................................................0,85 * В
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В ремя рассасывания при = 1 0  мА , /5 = 10 мА  не более 30 не
типовое з н а ч е н и е .................................................................................  6 * не

Время выклю чения* при С/эб — 1.5 В, /к = 10 мА ,
/Б = 3 м А .................................................................................................... 9 не

Время выклю чения* при {/ЭБ= 1 ,5  В, /к  = 10 мА ,
/Б = 3 м А .................................................................................................... 13 не

М одуль коэффициента передачи тока на / = 1 0 0  М Гц,
при Uк э  = Ю В, /к =  100 мА не м е н е е ...............................  5

Постоянная времени цепи обратной связи* при/ =  5 М Гц,
Uk = 10 В, /э  = 30 м А .................................................................... 10 пс

Емкость коллекторного перехода при С/Кб = 10 В не более 4,5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при 1/ЭБ = 0.5 В не более 25 пФ
Обратный ток коллектора при С/кб = 30 В не более . . .  10 мкА
Обратный ток эм и ттера при С/Эб = 4,5 В не более . . .  10 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер  при 1/к э  = 30 В не более 3 мкА
Коэффициент ш ум а* при/ = 2 0  МГц, С/КБ = 5 В, /э  = 5 мА  6

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т = 228 4 ­

4 - 358 К .................................................................................................................................................  30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при Т = 228 4- 358 К 4,5 В 
Постоянный ток ко ллектора при Т = 228 4- 358 К . . . 0,2 А 
Импульсный ток ко ллектора при Т = 228 4- 358 К,

т„ < 10 мке, Q > 5 0 ..........................................................................  0,5 А
Постоянный ток базы  при Т = 228 -г 358 К ................................0,12 А
Постоянная рассеиваем ая мощность коллектора;

при Тк — 228 -т- 298 К .................................................................... 1,2 Вт
при Тк = 358 К .................................................................................0,24 Вт

И мпульсная рассеиваем ая мощность коллектора при 
ти < 10 мке, Q > 50:

при Т = 228 4- 298 К ................................................................... 0,72 Вт
при Т = 358 К .......................................................................................0,15 Вт

Тепловое сопротивление лереход-окружающая среда 347 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус..................................... 104 К/Вт
Температура окружаю щ ей с р е д ы ................................................. От 228 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  П ай ка выводов допускается на расстоянии не 
менее , 3 м м  от корпуса транзистора при температуре пайки не 
более 523 К в течение не более 10 с при наличии теплоотвода в 
месте пайки. И згиб вы во до в допускается на расстоянии не менее 3 мм  
от  корпуса транзистора. Допустимая величина электростатического 
потенциала 1000 В.
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КТ640А-2, КТ640Б-2, КТ640В-2
Транзисторы кремниевы е эпитаксиально-планарные п-р-п СВЧ ге­

нераторные.
Предназначены д л я  применения в схеме с общей базой в усили­

тельных и генераторных устройствах в диапазоне 1 — 7,2 ГГц в герме­
тизируемой аппаратуре.

Бескорпусные, на металлокера­
мическом держателе, с полосковы­
ми выводами. Условное обозна­
чение типа приводится на верхней 
части держ ателя : КТ640А-2 — чер­
ная полоска, КТ640Б-2 — белая по­
лоска, КТ640В-2 — синяя полоска. 
Обозначение типа приводится в эти­
кетке.

М асса транзистора не бо­
лее 0,2 г.

Электрические параметры

Выходная мощность при / =  7 ГГц, С/КБ = 1 5  В, /к  =
45 мА , Рт  25 м В т :

КТ640А-2, КТ640Б-2 не м е н е е ................................................. 80 МВт
типовое з н а ч е н и е .......................................................................... 100 мВт

КТ640В-2, типовое з н а ч е н и е ........................................... ...... 80 мВт
Коэффициент усиления по мощности при /  = 7 ГГц, 

t/KB = 15 В, /к  = 45 м А , Рт  = 25 мВт КТ640А-2,
КТ640Б-2, типовое з н а ч е н и е .......................................................  6 дБ
Ф аза коэффициента передачи тока при / =  1 ГГц,
С/к б = 5 В не б олее :

КТ640А-2:
при /к = 30 м А .......................................................................... 0,33 рад
при /к  = 50 м А .................................................................................0,47 рад

КТ640Б-2, КТ640В-2:
при /к '= 30 м А ..........................................................................0,26 рад
при /к = 50 м А ................................................................................ 0,44 рад |

Граничная частота коэффициента передачи тока при
i/кв = 5 В не менее: 1

КТ640А-2: -
при /к = 30 м А ..........................................................................3,0 ГГц
при /к  = 50 м А ................................................................................ 2,1 ГГц

КТ640Б-2, КТ640В-2: Г
при /к = 30 м А ..........................................................................3,8 Г Г ц '
при /к = 50 м А ................................................................................ 2,3 ГГш

типовое значение: ’ I
при /к = 30 м А . . . . . . . ..................................... 5,0 * ГГ|
при /к  = 50 м А ................................................................................ 4,0 * Г Г к

Критический ток * при {/кб = 5 В, типовое значение 50 мА
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М одуль коэффициента обратной передачи напряжения в 
схеме с общей базой при С/кб = 1 5  В, /к  = 30 мА ,
/  = 100 М Гц не более:

К Т 6 4 0 А - 2 ............................................................................................. 1,5- 10- 3
КТ640Б-2, К Т 6 4 0 В -2 .....................................................................3,0 Ю” 3

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой 
частоте * при С/КБ = 1 5  В, /к  = 30 мА, типовое зна­
чение :

К Т 6 4 0 А - 2 .............................................................................................  0,6 пс
КТ640Б-2, К Т 6 4 0 В -2 ..................................................................... 1,0 пс

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 1 5  В не
б о л е е ...............................................................................................................  1,3 пФ
типовое з н а ч е н и е .................................................................................0,9 пФ

Активная емкость коллектора * при С/кБ = 1 5  В, типо­
вое зн ач ен и е ............................................................................................. 0,15 пФ

С умм арная активная и пассивная емкость коллектора *
при (/кб = 15 В, типовое зн а ч е н и е ......................................0,50 пФ

Емкость коллектор-эмиттер*, типовое значение . . . .  0,12 пФ 
Емкость коллекторного вывода *, типовое значение 0,28 пФ 
Емкость эмиттерного вы во да* , типовое значение . . . 0,16 пФ 
Емкость эмиттерного перехода при 1/Эб = 0 не более 3 пФ
I типовое з н а ч е н и е ................................................................................. 1,8* пФ
[Сопротивление б азы * , типовое зн ач е н и е ................................ 4 Ом
[Последовательное сопротивление коллектора*, типовое
( значение.......................................................................................................... 2 Ом
Индуктивность вы вода эмиттера внутренняя *, типовое

tзначение..........................................................................................................0,5 нГн
ндуктивность вы вода базы  внутренняя *, типовое зна­
чение ................................................................................................................0,3 нГн

ндуктивность вывода коллектора внутренняя *, типовое 
] з н а ч е н и е ....................................................................................................0,5 нГн

Обратный ток коллектора при 1/кб = 25 В не более 1 мА  
братный ток эмиттера при С/ЭБ = 3 В не более 0,1 мА  
Минимальный коэффициент ш ума * при КУР = 8 дБ  
КТ640А-2, типовое значение:

' при С/КБ = L5 В ,/ к  = 10 м А ,/ =  4 ГГц . . . . . .  5,5 дБ 
при С/кб =*= Ю В, /к  = 15 мА, / =  6 Г Г ц ................................8,0 дБ

Предельные эксплуатационные данные
ПЬстоянное напряжение ■ коллектор-база при Гк =

|=213 -г- 398 К . . ...........................................................................  25 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при Гк = 2 1 3 -г 398 К 3 В
Пфстоянный ток коллектора при Тк = 213 -т- 398 К  60 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

| при 7^ = 213-^333  К ..................................................................... 600 мВт
при Гк = 398 К ................................................................................. 165 мВт

Вн/треннее тепловое соп р оти влен и е............................................ 150 К/Вт
Те ш ература п е р е х о д а ...........................................................................  423 К
Те отература к о р п ус а ................................................................................. От 213до 398 К
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П р и м е ч а н и е .  М онтаж  транзисторов в схему осущ ествляется 
припайкой металлизированного основания держателя к теплоотво­
д у  при Т < 423 К. Допускается пайка выводов на расстоянии не 
менее 2 м м  от держ ателя при Т < 533 К, допускается пайка вы ­
водов на расстоянии 0,5 м м  от держ ателя при Т < 423 К в течение 
не более 3 с.

Не рекомендуется напряжение питания более 15 В.

Тк = 30 м А
f  == 1ГГЧ

КТ1 40Б-
40В

%
"А 10

\КТ640А 
_ 1 ........ - 2

О 10 20 30 40 501к,мА 9 12UKS,8

Зависимость фазы коэффициента 
передачи то ка  от тока коллек­

тора.

Зависимость фазы коэффициен­
т а  передачи тока от напряжения 

коллектор-база.
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i i
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Зависимость м о дуля коэффици­
ента обратной передачи напря­

жения от  то ка  коллектора.

Зависимость модуля коэффи] 
ента обратной передачи нап] 
жения от напряжения колл' 

тор-база.
414



Ск,пФ

1,6

V

0,8

0,4

\ 1 1 
■Р — т к л г 1

\
V

КП
'КТ6Ч0А-
Ч0Б-2,КТ640В -2

О 5 10 15 20 иНБ,В О 0,6 1,2 1,8 2,ЧиЗБ,В

Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

Зависимость емкости эм и ттер ­
ного  перехода от напряжения 

эмиттер-база.

висим ость выходной мощно- 
и от напряжения коллектор- 

база.

Зависимость выходной м о щ н о ­
сти от напряжения коллектор - 

база.

Зависимость выходной мощно­
сти от напряжения коллектор- 

база.

100

к  75 
оэ
* 5 0

а ^ 2 5

KT640L - 2
г
Г6х tjDMOT

ЮмЕ?Г

1к> ■45мA,f\=7r'ru
0  J  6 9 12 15иКБ,В 

415



I Sne\,AS 
2

ф,ра-д \Si2s \,AS

6 f/Гц

2,5 -12

2,0 -15

1,5 -1 8

1,0 -2 1
0,5 - 2 4

Of,ГГц

Зависимость м одуля коэффици­
ента отражения входной цепи 

и его фазы от частоты .

Зависимость модуля коэффици­
ента обратной передачи напря­
жения и его фазы от частоты.

I Sns\,A&
Ч-

Зависимость модуля коэффици­
ента прямой передачи напряж е­

ния и его фазы от частоты .

Зависимость модуля коэффици! 
ента отражения выходной цепф 

и его фазы от частоты.

р-п-р

1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В, ГТ313А, ГТ313Б, 
ГТ313В

Транзисторы германиевы е диффузионно-сплавные р-п-р. 
Предназначены д л я  усиления сигналов. I
Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
М асса транзистора не более 2 г.
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Электрические параметры

(Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при С/Кб = 5 В, /э  = 5 м А :

при Т = 233 К ГТ313А, Г Т 3 1 3 Б ............................................1 5 -2 0 0
при Т = 298 К :

1 Т 3 1 3 А ............................................................................................. 2 0 -2 5 0
1Т313Б . . . ........................................................................... 2 0 - 8 0
1 Т 3 1 3 В ............................................................................................. 6 0 - 2 5 0
ГТ313А, Г Т 3 1 3 Б ........................................................................... 2 0 -2 0 0
Г Т 3 1 3 В .............................................................................................3 0 - 1 7 0

при Г  = 328 К .
ГТ313А, Г Т 3 1 3 Б ..........................................................................  2 0 -4 0 0
Г Т 3 1 3 В .............................................................................................  3 0 -3 5 0

одуль коэффициента передачи тока при С/кб = 5 В,
/э  = 5 мА, / =  100 М Гц :

1 Т 3 1 3 А ...................................................................................................  3 - 1 0
1Т313Б, 1Т313В, Г Т 3 1 3 Б .............................................................. 4 ,5 - 1 0
ГТ313А, Г Т 313В .................................................................................3 ,5 - 1 0

гатический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при t/кэ = 3 В, /3 = 15  мА :
I при Т — 298 К :

1 Т 3 1 3 А .............................................................................................1 0 -2 3 0
1 Т 3 1 3 Б ..................................................................................................... 1 0 -7 5
1 Т 3 1 3 В .............................................................................................  3 0 -2 3 0

при 7' = 213 К ....................................................................................От 1 до  0,5
значения при 

Г  = 298 К
при Т — 343 К не б о л е е ........................................................ О т 2,5 значе­

ний при 
Г  = 298 К

' до  500
ОбЬатный ток коллектора при С/КБ = 12 В не более:

при Т = 213 298 К 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В . . . . 5 м кА  
при Т =  233 ч- 298 К ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В . . .  5 м кА  
при Т = 328 К ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В . . . . .  50 м кА
при Т = 343 К 1Т313А, 1Т313Б, 1Т 313В ..........................40 мкА
1 4  Полупроводниковые приборы 4 1 7



О братный ток эмиттера при £/эб = 0,4 В не более:
1Т313А, 1Т313Б, 1Т 313В ..............................................................30 мкА
ГТ 313А , ГТ313Б, ГТ 313В ..............................................................50 мкА

Е м кость коллекторного перехода при С/КБ = 5 В не
б о л е е ...............................................................................................................2,5 пФ

П остоянная времени цепи обратной связи при (/кб = 5 В,
/э  = 5 м А , / =  5 М Гц не более:

1Т313А , ГТ313А, Г Т 3 1 3 В .......................................................  75 пс
1Т313Б, 1Т313В, Г Т 3 1 3 Б ............................... ...... 40 пс

Н апряж ение насыщения коллектор-эмиттер при / « = 1 5  мА ,
/Б = 1,5 мА  не б о л е е .......................................................................... 0,7 В

Н апряж ение насыщения база-эмиттер при = 15  мА,
/Б = 1,5 м А  не б о л е е ...................................................................  0,6 В

Граничное напряжение при /э  = 10 мА 1Т313А, 1Т313Б,
1Т313В не м е н е е ................................................................................ 7 В

Коэффициент ш ума при (/кб = 5 В, /э  = 5 мА,
R r =  75 О м ,/ =  60 М Гц 1Т313В не б о л е е ......................... 8 дБ

Е м кость эмиттерного перехода при (/ЭБ = 0,26 В,
/ = 1 0  М Гц не более:

1 Т 3 1 3 А ..................................................................................................  18 пФ
1Т313Б, 1 Т 3 1 3 В ................................................................................ 14 пФ

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-база:
1Т313А, 1Т313Б, 1 Т 3 1 3 В .......................................................  12 В
ГТ313А , ГТ313Б, ГТ313В при Т <  318 К ........................  15 В
ГТ 313А , ГТ313Б, ГТ313В при Т > 318 К .........................Снижение,

1 В че] 
каж ды е 5

И мпульсное напряжение коллектор-база при т„ < 1 мке ■
и коэффициенте заполнения не более 0 , 1: !

1Т313А, 1Т313Б, 1Т 313В .............................................................. 20 В
при Т — 318 343 К ................................................................... Снижение на

.. '  1 В че рез
- каж дые Я К
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер: ‘

при Д Б/ЛЭ < 10 1Т313А, 1Т313Б, 1Т 313В ........................  12 в (
при Т — 318 ч- 343 К ..................................... ...... .Снижений на

, 1 В через
каж ды е р К

при Лэ > 500 Ом, Д Б < 2 кОм ГТ313А, ГТ313Б,
Г Т 3 1 3 В ......................................................................................................... 15 В

при ЛБЭ = 500 Ом ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В . . . .  12 В
П остоянное напряжение эм и ттер -б аза ........................................... 0,7 I
П остоянны й ток коллектора:

1Т313А , 1Т313Б, 1 Т 3 1 3 В ....................................................... 50 м . l
ГТ 313А , ГТ313Б, Г Т 313В ............................................................. 30 Mi l
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
при Т = 213 -г- 315 К 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В . . . . 100 мВт

при Т=  343 К 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В ................................ 35 мВт
при Т = 293 К ГТ313А, ГТ313Б, Г Т 3 1 3 В ..........................100 мВт

при Г  = 328 К ГТЗ 1 ЗА, ГТЗ 1ЗБ, ГТЗ 1З В ................................ 50 мВт
Температура перехода:

1Т313А, 1Т313Б, 1Т 313В ..............................................................  358 К
ГТЗ 1 ЗА, ГТЗ 13Б, ГТЗ 1 3 В ..............................................................  343 К

Температура окружающей среды:
1Т313А, 1Т313Б, 1 Т 3 1 3 В ........................................................От 213

до 343 К
ГТ313А, ГТ313Б, Г Т 3 1 3 В ........................................................ От 233 до

328 К

5,0

< 1>°*
$
§ 0,1 
"S

0)01 

0,001
213 233 253 273 293 313 Т,К

ма возможных положений за- 
симости обратного тока кол­

лектора от температуры.
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Зона возможных положений за­
висимости коэффициента шума 

от частоты . .

Зона возможных положений за­
висимости модуля коэффициен­
та передачи тока от частоты.

2Т326А, 2Т326Б, КТ326А, КТ326Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р. Пред 

назначены для усиления высокочастотных и сверхвысокочастотны> 
сигналов.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами 
М асса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры
. f

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эмиттером при UKB = 2 В, /э  = 10 м А :

при Г  = 298 К :
2Т326А, К Т326А .........................................................................2 0 -7 0
2Т326Б, К Т 3 2 6 Б .........................................................................4 5 -1 6 0

при Т = 213 К : |j
2Т326А, 2Т326Б не м е н е е ...........................................0,3 значения г

Г =  298 К
К Т 3 2 6 А ...................................................................................... От 0,3 значе!

при Т = 298 
до 70
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К Т 3 2 6 Б .......................................................................................От 0,3 значения
при Т = 298 К 

до  160
при Т = 398 К :

2Т326А, 2Т326Б, не б о л е е ..................................................2 значения при
Г  = 298 К

К Т 3 2 6 А .......................................................................................От 10 до 2
значений при 

Т = 298  К
К Т 3 2 6 Б .......................................................................................От 22 до 2

значений при 
Г  = 298 К

[М одуль коэффициента передачи тока при (/КБ = 5 В,
| /э  = 10 мА, /  = 100 М Гц не менее: ;

2 Т 3 2 6 А ...................................................................................................  2,5
2 Т 3 2 6 Б ...................................................................................................  4
КТ326А, К Т 3 2 6 Б ........................................................................... 4

Обратный ток коллектора при (/КБ = 10 В не более:
при Т — 298 К .................................................................................0,5 м кА
при Т = 398 К .................................................................................10 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/эв = 4 В не более:
при Т = 298 К .................................................................................0,1 м кА
при Г  = 398 К 2Т326А, 2 Т 3 2 6 Б ............................................ 10 мкА

Спряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА
/Б = 1 мА не б о л е е ................................................................................. 1,2 В

1апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
= 10 мА , /Б = 1 мА не б о л е е ............................................  0,3 В
1остоянная времени цепи обратной связи при С/«в = 5 В,

/э  = 10 мА, / =  5 М Гц не б о л е е ............................................  450 пс
ёмкость коллекторного перехода при (/КБ = 5 В не более 5 пФ 
мкость эмиттерного перехода при (/эб = 0 не более 4 пФ

Предельные эксплуатационные данные

остоянное напряжение ко ллекто р -база ......................................  20 В
остоянное напряжение эм и ттер -б аза ............................................  4 В
остоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЯБэ  < 100 к О м .......................................................................................  15 В
остоянный ток к о л л е к т о р а ........................................................ 50 м А
эстоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г =  2 1 3 - 2 9 8  К 2Т326А, 2 Т 3 2 6 Б .......................... 250 м В т
при Т = 398 К 2Т326А, 2 Т 3 2 6 Б ...................................... 83,3 мВ т
при Т = 213 -  303 К КТ326Б, К Т 3 2 6 Б .......................... 200 м В т
при Г  = 398 К КТ326А, К Т 3 2 6 Б ...................................... 41,7 м В т
при Т =  298 -  398 К 2Т326А, 2Т326Б и при

Т — 303 -г- 398 К КТ326А, К Т 3 2 6 Б ............................................ С ниж ается
линейно

мпература перехода: .
2Т326А, 2 Т 3 2 6 Б .................................................................................  448 К
КТ326А, КТ326Б .................................................................................  423 К

ипература окружающей с р е д ы ..................................... О т 213 до 398 К
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Зависимость ем кости  эм и ттер ­
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ГТ328А, ГТ328Б, ГТ328В
Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные р-п-р С ВЧ 

усилительные с нормированным коэффициентом ш ум а на частоте 
180 М Гц.

Предназначены для усиления сигналов в метровом  диапазоне 
длин волн с автоматической регулировкой усиления.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во дам и . 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 

М асса транзистора не более 2 г.

' 2

°а.

«о
■81

itv
сГ

Эмиттер

К олл ект ор  

Электрические параметры

База

{раничная частота:
при С/КБ = 1 0  В, /э  = 2 мА  не менее:

Г Т 3 2 8 А ............................................................................................. 400 М Г ц
ГТ328Б, Г Т 3 2 8 В ..........................................................................  300 М Г ц

при С/КБ = 5 В, /э  = 10 м А  не м е н ее ..................................... 90 М Г ц
ю стоянная времени цепи обратной связи при UKБ = 10 В,
\/э  = 2 мА , /  = 100 М Гц не более:

Г Т 3 2 8 А ............................... ........................................................ 5 пс
ГТ328Б, Г Т 3 2 8 В ........................................................................... 10 пс

(эффициент ш ума при UKE = 10 В, /э  = 2 м А ,
?г  = 75 Ом, / = 1 8 0  М Гц не б о л е е ...................................... 7 дБ
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С татический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эм и ттером  при (УКБ = 5 В, /э  = 3 М А : 

при Т =  293 К :
Г Т 3 2 8 А ............................................................................................ 2 0 -2 0 0
Г Т 3 2 8 Б ............................................................................................ 4 0 -2 0 0
ГТ328В . ........................................... .................................... 1 0 -5 0

при Т = 233 К :
Г Т 3 2 8 А ............................................................................................ 5 - 2 0 0

Г Т 3 2 8 Б ......................... .................................................................. 1 0 -2 0 0
Г Т 3 2 8 В ............................................................................................ 3 - 5 0

при Т — 328 К:
Г Т 3 2 8 А ............................................................................................ 20 -  600
Г Т 3 2 8 Б ............................................................................................ 4 0 -6 0 0

Г Т 3 2 8 В ............................................................................................1 0 -1 5 0
О братны й ток коллектора при t/Kg = 1 5  В не более:

при Т =  293 К . . . ................................................................... 10 мкА
При Т  = 328 К ......................................................................................100 мкА

О братный ток эмиттера при Т = 293 К, £/эб = 0,25 В
не б о л е е ..................................................................................................Ю0 мкА

Е м кость коллекторного перехода:
при £/кб = 5 В, / =  10 М Гц не б о л е е ...............................1,5 пФ

Е м кость эмиттерного перехода:
при 1/э в = 0,15 В, / =  10 М Гц не более:

ГТ328А ........................................... ................................................2,5 пФ Г,
ГТ328Б, Г Т 3 2 8 В ......................................................................... 5,0 пФ ’

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение ко л л екто р -б аза ...........................................15 В
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при

/?эб < 5 к О м ............................................................................................,1 5  В
П остоянное напряжение эм и ттер -б аза ...........................................0,25 В
П остоянный ток ко л л ек то р а ............................................................. ......10 мА
П остоянная рассеиваемая м о щ н о с т ь ...........................................50 мВт
Т ем п ература окружающей с р е д ы .......................................................От 233

до 328 К

Зависимость относительной 
статического коэффициента пе 
редачи тока от напряжения кол 

лектор-база.

0 2 4 6 8 10Ukb,B
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­

р едач и  тока от тока эмиттера.

Зависимость относительного 
:татического коэффициента пе­

редачи тока от температуры.

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от тока 

эмиттера.
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Ъ1,2
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0,8
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■
г

"1
Т3211А- ГТЗ.W

иКБ = 51 
-Змh ~ 4

213 233 253 273 293 313 Т,К

Г335А, 1Т335Б, 1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р СВЧ пе- 

(слючательные маломощные.
Предназначены для применения в схем ах  переключения. 
Выпускают в металлостеклянном корпусе с гибкими вы водам и , 

юзначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
М асса транзистора не более 2,2 г.
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Электрические параметры

Граничная частота при £/кБ = 5 В, /э = 10 мА не
м ен ее ...............................................................................................................  300 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/КБ = 5 В,
/э = 5 мА , / =  5 М Г ц  не б о л е е ...........................................  700 пс

Время рассасы вания при 1К нас= Ю мА, /Б = 0,5 мА 
не более:

1 Т 3 3 5 А ................................................................................................... 100 не
1Т335В, 1 Т 3 3 5 Д .........................................................................  150 не

типовое значение:

1 Т 3 3 5 А ............................................................................................ 75* не
1Т335В, 1 Т 3 3 5 Д ......................................................................... 82* не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при i /кв = 3  В, 1Э = 50 м А : 

при Т =  298 К :
1Т335А, 1 Т 3 3 5 В ......................................................................... 4 0 -7 0
1Т335Б, Т 1 3 3 5 Г . ......................................................................... 6 0 -1 0 0

1 Т Э 3 5 Д .......................................................................... ...... 5 0 -1 0 0
при Т = 213 К ......................................................................... От 0,6 до 1,'

значения npi 
Т = 298 К

при Т = 343 К :
1Т335А, 1 Т 3 3 5 В ......................................................................... От 0,9 до 1,

значения пр 
Т = 298 К

1Т335Б, 1Т335Г, 1Т335Д . . . . . . . . . .От 0,9 до 1,
значения пр 

Т = 298 К
Граничное напряжение при /э = 10 мА не менее:

1Т335А, 1 Т 3 3 5 Б ................................................................................  13 В
1Т335В, 1Т335Г, 1 Т 3 3 5 Д .......................................................  10 В

типовое значение: .
1Т335А, 1 Т 3 3 5 Б ................................................................................ 14,5* В

1Т335В, 1T335F, 1 Т 3 3 5 Д ............................................................. 12,5* В
Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при 
/к = 250 мА , /Б = 25 м А  не более:

1Т335А, 1Т335Б ................................................................................ 2 В
1Т335В, 1Т335Г, 1 Т 3 3 5 Д ........................................... 1,5 В

типовое зн ачен и е ................................................................................0,72 * В
Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к = 10 мА ,

/Б 1 мА
не б о л е е ............................................................................................. 0,45 В

типовое зн ачен и е ................................................................................0,36 * В
Обратный ток коллектора не более:

при Т — 298 К , {УкБ = 20 В .................................................10 мкА
при Т =  343 К , [/КБ = 15 В .......................................................100 мк/>

Обратный ток эм и ттера при Т = 298 К не более:
1Т335А, 1Т335Б, 1Т335В, 1Т335Г:
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при (/ЭБ = 2,5 В ...........................................................................
при (/ЭБ = 3 В .................................................................................

1Т335Д:
при (/Э Б = 2 В ........................................... ; ...............................
при С/ЭБ = 3 В .................................................................................

Емкость коллекторного перехода при (/«Б = 5 В не 
более:

1Т335А, 1Т335Б .................................................................................
1Т335В, 1Т335Г, 1 Т 3 3 5 Д ..............................................................

Емкость эмиттерного перехода при С/эБ = 1 В не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
при Г -  213 ч- 318 К . .
при Г -  343 К . . . .

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
(/ЭБ > 0 ,5  В:

при Г -  213 -г- 318 К . .
при Т = 343 К . . . . . .

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЛБЭ < 1 кО м :

1Т335А, 1Т335Б:
при Г  — 213 -f- 318 К .
при Г -  343 К . . .

1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д :
при Г -  213 : 318 К . .
при Г -  343 К . . .

Чостоянное напряжение эмиттер-база:
при Г -  213 318 К . .
при Т = 343 К . . . .

1мпульсное напряжение коллектор-база при (/ЭБ < 2 В,
т„ < 10 мкс, Q > 10: 

1Т335А, 1Т335Б:
при Т - 213 -  318 К . .
при Г -  343 К . . .

1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д:
при Т = 213 -г- 318 К .
при Т = 343 К . . . ........................................... .  .

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при
эв > 0,5 В, ти < 10 мкс, Q > 10:

при Т —  213 -=-318 К .  .
при Т = 343 К .  . . . ........................................... .  .

лпульсное напряжение эмиттер-база при ти < 250 мкс,
Q > 10:

при Т — 213 -г- 318 К .  .
при Т =  343 К ..................................

>стоянныи ток коллектора:
при Г -  213 *  318 К . .
при Т -  343 К . . . .

60 м кА  
1 мА

5 мА
10 мА

8,5 пФ 
10 пФ 
35 пФ

20 В 
15 В

19 В 
14 В

17 В 
14 В

14 В 
11 В

3 В 
2,5 В

35 В 
30 В

30 В 
25 В

25 В 
20 В

4 В
3,5 В

150 мА 
100 мА



И мпульсный ток коллектора при т„ «  50 мке, Q > 5:
при Т = 213 ; 333 К ...................................................................  250 мА

при Т = 343 К ................................................................................150 мА
П остоянная рассеиваемая мощность:

при Т — 213 -г- 318 К ...................................................................  200 мВт
при Т = 343 К ............................................................................... 67 мВт

И мпульсная рассеиваемая мощность при С/Кэ  ^  ^ кэо . гр> 
ти < 50 мке, Q > 5 :

при Т — 213 -г- 333 К ...................................................................  500 мВт
при Т = 343 К ................................................................................ 350 мВт

Общее тепловое со п р о ти вл ен и е .................................................  300 К/Вт
Т ем п ература п е р е х о д а .........................................................................  363 К
Т емпература окружающей с р е д ы ................................................. От 213

до 343 К
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Зависимость времени р ассасы ­
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КТ337А, КТ337Б, КТ337В
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р С В Ч  

универсальные маломощные.
I Предназначены для применения в переключательных, и м пульсны х 

усилительных высокочастотных схемах.
Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во д ам и . 

)бозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

1аничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
: общим эмиттером при (/кэ = 5 В, /э  = 10 мА не 
менее:

К Т 3 3 7 А ................................................................................ .....  500 М Г ц
КТ337Б, К Т 3 3 7 В ..........................................................................  600 М Г ц

юмя рассасывания при /к  = 10 м А , /Б = 1 мА не 
более:

К Т 3 3 7 А ..................................................................................................  25 не
КТ337Б, К Т 337В ................................................................................  28 не
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при t /кэ = 0,3 В, I j  = 10 м А :

К Т 3 3 7 А ...................................................................................................3 0 -7 0
К Т 3 3 7 Б ...................................................................................................5 0 -7 5
КТ337В . . .......................................................................................7 0 -1 2 0

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /« = 10 мА,
/Б = 1 мА не б о л е е ..................................... ....................................  0,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при = 10 мА,
/Б = 1 мА не б о л е е ..........................................................................  1 В

Е мкость коллекторного перехода при и КБ = 5 В,
/ = 1 0  М Гц не б о л е е .......................................................................... 6 пФ

Е мкость эмиттерного перехода при 1/ЭБ = 0, / =  10 М Гц
не б о л е е ......................................................................................................... 8 пФ

Обратный ток коллектора при t/кв = 6 В не более 1 мкА 
Обратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ  = 6 В,

/?Бэ  = 10 кОм не б о л ее ..........................................................................5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-
эмиттер при ЛБЭ < 10 к О м .......................................................  6 В

Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ...........................................  4 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ............................................................. 30 мА
П остоянная рассеиваемая мощ ность:

при Т < 333 К .............................................................. . 150 мВт
при Т = 358 К .......................................................................... ...... 108 мВт

Температура п е р е х о д а .......................................................................... 423 К
Тепловое сопротивление..........................................................................0,6 К/мВт
Т емпература окружающей с р е д ы .................................................От 233

до 358 К

ГТ346А, ГТ346Б, ГТ346В
Транзисторы германиевы е эпитаксиально-планарные р-п-р СВЧ 

усилительные с нормированным коэффициентом ш ума на частоте 
800 М Гц.

Предназначены для усиления сигналов в дециметровом диа­
пазоне длин волн с автоматической регулировкой усиления.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 

М асса транзистора не более 1 г.
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Электрические параметры

Граничная частота при С/КБ = 10 В, /э  = 2 мА  не 
менее:

Г Т 3 4 6 А ...................................................................................................  700 М Гц
ГТ346Б, Г Т 3 4 6 В ................................................................................. 550 М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи  при С/кб = 10 В,
/э  = 2 мА  не более:

Г Т 3 4 6 А ...................................................................................................  3 пс
Г Т 3 4 6 Б ...................................................................................................  5,5 пс
Г Т 3 4 6 В ...................................................................................................  6 пс

Коэффициент ш ума при (7кб = 1 0  В, /э = 2 мА,
Лг = 75 Ом не более:

ГТ346А при / =  800 М Г ц ........................................................  7 дБ
ГТ346Б при / =  800 М Гц . . . ...................................... 8 дБ
ГТ346В при / =  200 М Г ц ........................................................  7 дБ

Коэффициент усиления по мощности при 1/кб = 10 В.
/э  = 2 мА , / =  800 МГц не м е н е е ......................................10,5 дБ

Коэффициент обратного усиления по мощности при 
С/кб = Ю В, /э  = 2 мА, /  = 800 М Гц не менее:

Г Т 3 4 6 А ...................................................................................................  20 дБ
Г Т 3 4 6 В ................................................................................................... 12 дБ

Статический коэффициент передачи то ка  в схеме с об- .
щим эмиттером при С/кб = 10 В, /э = 2 м А : 

при Т = 298 К :
ГТ346А, ГТ346Б . ..................................... .....................................1 0 -1 5 0
Г Т 3 4 6 В .................................................................... .............................. 1 5 -1 5 0

при Т = 233 К не м е н е е ........................................................  3,5
при Т = 328 К не б о л е е ........................................................ 3 значения

при Г  = 298 К
Обратный ток коллектора при С/кб = 1 5  В не более:

при Т — 298 К ................................................................................ 10 м кА
при Т — 328 К . . . .............................................................. 100 мкА

Обратный ток эмиттера при Г  = 298 К , С/эБ = 0,3 В
не б о л ее .........................................................................................................100 м кА

Емкость коллекторного перехода при С/кб = 5 В не 
б о л ее ............................................................................................................... 1,3 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко ллекто р -база ...................................... 20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

при Лэб = 0 ......................................................................................  20 В
при Лэб = 5 к О м ..........................................................................  1 5 В

Iостоянное напряжение эм и ттер-база ............................................ ......0,3 В
1остоянный ток ко л л екто р а .............................................................. 10 м А
1остоянная рассеиваемая м о щ н о с т ь ......................................50 м В т
"емпература п е р е х о д а ........................................................ ........................358 К
'емпература окружающей с р е д ы ...................................................От 233

до 328 К
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Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от тока 

эмиттера.

1 2  3 4 5 6 I q.mA

КТ347А, КТ347Б, КТ347В
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р СВЧ 

универсальные маломощ ные.
Предназначены для работы в переключательных, импульсных, уси­

лительных и генераторных схемах низкой и высокой частоты.
Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 0,5 г.

$

.  —  -  _ _ _

'а

с Ъ *

Э миттер

N'44  ̂Коллектор

Электрические параметры

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при/к = 10  м А,
/б = 1 мА  не б о л е е .............................. ..........................................  0,3 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при С/кб = 0,3 В, /э  = 10 м А :

КТ347А, К Т 3 4 7 Б ...............................................................................  30 -  400
К Т 3 4 7 В ..................................................................................................  5 0 -4 0 0

М одуль коэффициента передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при / = 1 0 0  МГц, С/К б  = 5  в > = 10  мА
не м е н е е ................................................................................................... 5

Время рассасывания при /к = 10 мА , /Б = 1 мА не 
более: ,

КТ347А, К Т 3 4 7 Б ...............................................................................  25 не
К Т 3 4 7 В ................................................................................................... 40 не
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Емкость коллекторного перехода при U кб = 5 В,
/ = 1 0  МГц не б о л е е ..................................................................... 6 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/ э̂ = 0, / =  10 М Г ц
не б о л е е .......................................................................................................... 8 пФ

Обратный ток коллектора при (/КБ = С/кб. макс не более 1 м кА  
Обратный ток коллектор-эмиттер при Лбэ = Ю кО м,

Цкэ  = и кэ  макс не б о л е е .....................................................................0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при (/Кэ  = 4 В не более 10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор-эм ит­
тер при ЛБэ  = Ю кОм, Т = 233 -  358 К :

К Т 3 4 7 А .......................................................................... ...... 15 В
К Т 3 4 7 Б .................................................................................................... 9 В
К Т 3 4 7 В .................................................................................................... 6 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т = 233 ч- 358 К 4 В
Постоянный ток коллектора при Г  = 233 ч- 358 К 50 мА
Импульсный ток коллектора при Т = 233 ч- 358 К 110 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Г =  233 ч -328 К ....................................................................................... 150 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

Т = 233 ч- 358 К ....................................................................................... 150 мВт
Температура п е р е х о д а ........................................................................... 423 К
Температура окружающей с р е д ы ........................................................ От 233

до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рассеи­
ваем ая мощность коллектора, мВт, при Т — 328 ч- 358 К рассчиты­
вается по формуле Рк  макс = 50 + (378 -  Т)/0,5.

2. Допускается производить пайку выводов на расстоянии не ме­
нее 5 м м  от корпуса транзистора. При пайке ж ало паяльника долж­
но быть заземлено. Разреш ается производить пайку п утем  погружения 
выводов не более чем на 3 с в расплавленный припой с Т = 533 К.

Минимальное расстояние места изгиба вы вода от  корпуса 3 мм, 
эадиус изгиба не менее 1,5 мм . При включении тран зи стора в электри- 
1ескую цепь, находящ ую ся под напряжением, коллекторны й вывод 
юлжен присоединяться последним и отсоединяться первым . Не ре- 
:омендуется эксплуатация транзисторов с отклю ченной базой по 
юстоянному току. Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при 
>абочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратны м и токами 
ю всем диапазоне температур.

КТ349А, КТ349Б, КТ349В
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р СВЧ уни- 

рсальные маломощ ные.
Предназначены для переключения и усиления сигналов высо- 

й частоты.
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В ы пускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­
дами . Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 

М асса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

Граничная частота, коэффициента передачи тока в схеме 
с общ им эмиттером  при С/КБ = 5 В, /э  = 10 мА не менее 300 М Гц 

С татический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эм и ттером  при UКБ = 1 В, /э = 10 м А .

К Т 3 4 9 А .................................................................................................. 2 0 -8 0
К Т 3 4 9 Б .................................................................................................. 4 0 -1 6 0
К Т 3 4 9 В .................................................................................................. 1 2 0 -1 3 0

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при
/к = 10 м А , /Б = 1 мА не б о л е е ..................................... 0,3 В

Н апряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА, ‘
/Б = 1 м А  не б о л е е .......................................................................... 1,2 В

О братный ток коллектора при UKБ = 10 В  не более 1 мкА 
О братный ток коллектор-эмиттер при UK э  = 15  В,

/?ЭБ < Ю кО м не б о л е е ....................................................... ....  . 1,5 мкА
Е мкость коллекторного перехода при t/кв = 5 В не

б о л е е ...............................................................................................................  6 пФ
Е мкость эмиттерного перехода при {/Эв = 0 не более 8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение ко лл екто р -база .....................................  20 В
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при КЭв ^

^  10 кО м  . . ...................................................................................... 15 В
П остоянное напряжение эм и ттер -б аза ...........................................  4 В
И мпульсный ' ток коллектора при ти < 1 м с ........................ 40 мА
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г  = 233 -г 303 К ................................................. .....  . . 200 мВт
при Т  = 358 ............................................................................................ 108 мВт

Общее тепловое сопротивление.......................................................  600 К/В'
Т ем п ература п е р е х о д а .........................................................................  423 К
Т ем п ература окружающей с р е д ы ................................................. От 233

до 358 1
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2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360А-1, 
КТ360Б-1, КТ360В-1

Транзисторы кремниевые эпи­
таксиально-планарные р-п-р СВЧ 
переключательные маломощ ные.

Бескорпусные с гибкими вы­
водами. Обозначение типа приво­
дится на этикетке.

М асса транзистора не бо­
лее 0,05 г.

Электрические параметры

эаничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при С/кб = 2 В, /э = 5 мА  не 
менее:

2Т360А-1, К Т360А -1........................................... ............................... 300 М Гц
2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1. КТ360В-1 .......................... 400 М Гц
типовое значение................................................................................. 550 М Гц

остоянная времени цепи обратной связи на высокой 
частоте при 1/КБ = 2 В, /э  = 5 мА, /  = 5 М Гц не более 450 пс
типовое зн а ч е н и е ................................................................................  180 пс
>емя рассасывания при /к = 10 мА , /б = 1 мА  не 
более :

2Т360А-1, К Т 3 6 0 А -1 ....................................................................  100 не
2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1, КТ360В-1 . . . .  200 не 

гатический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/кб = 2 В, /э = 10 м А : 
при Т =  298 К :.

2Т360А-1...................................................................................................2 5 - 7 0
К Т 3 6 0 А - 1 .............................................................................................2 0 - 7 0

2Т360Б -1...................................................................................................4 0 - 1 2 0
К Т 3 6 0 Б - 1 ................................................. ... ....................................... 4 0 - 1 4 0

2Т360В-1, КТ360В-1 ..........................................................................  8 0 -2 4 0
|1ри Г =  213 К 2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1 . . .  .О т 1 до  0,3

значения при 
( Г  = 2 9 8  К

[ри Г  = 358 К 2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1 не
>олее........................................................................................................ 2 , 5 значения

при 
Г  = 298 К
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Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 10 мА,
/Б = 1 м А  не б о л е е ......................................................................... 0,35 В
типовое з н а ч е н и е ............................................................................... 0,12 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА,
/Б = 1 м А  не б о л е е .........................................................................  1,2 В
типовое значение ............................................................................... 0,85 В

О братный ток коллектора не более: 
при Г  = 298 К :

при (/КБ = 25 В 2Т360А-1, К Т 360А -1 ..............................  1 мкА
при 1/кб = 20 В 2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1,
К Т 360В -1 ............................................................................................ 1 мкА

при Т = 358 К :
при (7кб = 25 В 2 Т 3 6 0 А -1 ................................................. 10 мкА
при (/ К б  =  20 В д л я  2Т360Б-1, 2Т 360В -1 ........................ 10 мкА

О братный ток эмиттера не более: 
при Г  = 298 К :

при и ЭБ = 5 В 2Т360А-1, К Т 3 6 0 А -1 ...............................0,5 мкА
при (/ЭБ = 4 В 2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1,

К Т 360В -1 ........................................................................................... 0,5 мкА
при Т = 358 К:

при (/ЭБ = 5 В 2 Т 360А -1 ....................................................... 10 мкА
при U3 б = 4 В 2Т360Б-1, 2 Т 3 6 0 В -1 ...............................10 мкА

Е мкость коллекторного перехода при ,(/КБ = 5 В не более 5 пФ
типовое з н а ч е н и е ............................................................................... 1,8 пФ

Емкость эмиттерного перехода при (/ЭБ = 0 не более 7 пФ 
типовое значение ................................................................................2,8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-база:
2Т360А -1, К Т 3 6 0 А -1 ...................................................................  25 В
2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1, К Т 360В -1 ........................  20 В

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
ЛБэ  < Ю кО м:

2Т360А-1, К Т 3 6 0 А -1 ...................................................................  20 В
2Т360Б 1, 2Т360В-1, КТ360Б-1, К Т 360В -1 ........................  15 В

П остоянное напряжение эмиттер-база:
2Т360А -1, К Т 3 6 0 А -1 ...................................................................  5 В
2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1, К Т 360В -1 ........................  4 В

П остоянный ток к о л л ек то р а ............................................................. 20 мА
И мпульсный ток коллектора при ти < 1 мкс, Q > 10 75 мА 
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т = 328 К ............................................................................... 10 мВт
при Т = 358 К ............................................................. .....  5 мВт

Общее тепловое со п р о ти вл ен и е ................................................. 7 К/мВт
Т ем п ература окружающей среды:

2Т 360А -1, 2Т360Б-1, 2 Т 3 6 0 В -1 ...........................................От 213
до 358 К

КТ360А-1, КТ360Б-1, К Т 3 6 0 В -1 ...........................................От 233
до 358 К
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2Т363А, 2Т363Б, КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б, 
КТ363БМ

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р С В Ч  
универсальные маломощные.

Предназначены для переключения и усиления сигналов вы со ­
кой и сверхвысокой частот.

Транзисторы 2Т363А, 2Т363Б, К Т363А , КТ363Б вы пускаю тся 
в металлостеклянном корпусе с тремя гибкими выводами. О бозна­
чение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Транзисторы КТ363АМ, КТ363БМ вы пускаю тся в пластм ассовом  
корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная м а р ­
кировка двум я цветными точками : КТ363АМ  — две р о зо вы е ; 
КТЗбЗБМ — розовая и желтая.

М асса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 0 ,5  г 
и в пластмассовом — не более 0,3 г.

К оллект ор

Электрические параметры

'раничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
'с  общим эмиттером при С/КБ = 5 В, /э = 5 мА не 
менее:

2Т363А, КТ363А, К Т 3 6 3 А М ...................................................1,2 Г Г ц
2Т363Б, КТ363Б, К Т З б З Б М ...................................................1,5 Г Г ц
типовое значение:

2 Т 3 6 3 А .............................................................................................1,8* Г Г ц
2 Т 3 6 3 Б .............................................................................................2 ,3*  Г Г ц

[остоянная времени цепи обратной связи  при 1/КБ = 5 В,
/э  = 5 мА , / = 3 0  МГц не более:

2Т363А, КТ363А, К Т 3 6 3 А М ................................................... 50 пс
2Т363Б, КТ363Б, К ТЗбЗБ М ......................................................... 75 пс

типовое значение:
2 Т 3 6 3 А ...................................................................................................2 5 *  пс
2 Т 3 6 3 Б ...................................................................................................30*  пс

|ремя рассасывания при /« = 10 мА не более:
2Т363А, КТ363А, КТ363АМ при /Б = 1 м А .........................  10 не
2Т363Б, КТ363Б, КТЗбЗБМ при /Б = 0,5 мА  . . . . 5 не
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типовое значение:
2Т363А при /Б = 1 м А .............................................................. 4,5 не
2Т363Б при /Б = 0,5 м А ....................................................... ...... 4 не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при (7кб — 5 В, /3  = 5 мА : 

при Т = 298 К :
2Т363А, КТ363А, К Т 3 6 3 А М ................................................. 2 0 -7 0
2Т363Б, КТ363Б, К Т З б З Б М ................................................. 4 0 -1 2 0

при Г  =2 1 3  К не более:
2 Т 3 6 3 А ............................................................................ 75
2 Т 3 6 3 Б .............................................................................................  130

при 7"= 213 К 2Т363А , 2 Т 3 6 3 Б .....................................От 1 до 0,7
значения при 

Т — 298 К
при Т = 233 К не более:

КТ363А, К Т 3 6 3 А М ..................................... 85
КТ363Б, К Т З б З Б М .............................................................  150

при Т = 233 К КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б,
К Т З б З Б М ................................................................................ От 1 до 0,7

значения при 
Г  = 298 К

при Т — 358 К не менее:
КТ363А, К Т363А М  . .......................................................  15
КТ363Б, К Т З б З Б М .............................................................  30

при Т = 358 К КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б,
КТЗбЗБМ^ не б о л е е ....................................................... 245 значения при

Г  = 298 К
при Т = 398 К не менее:

2 Т 3 6 3 А .......................................................................................  15
2 Т 3 6 3 Б ....................................................................................... 30

при Г  = 398 К 2Т363А, 2Т363Б не более2,5 значения пру
Г  = 298 К

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при
/к = 10 мА , /Б = 1 м А  не б о л е е .....................................  0,35 В
типовое з н а ч е н и е ..........................................................................  0 ,2*  В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА,
/Б = 1 мА не б о л е е .................................................................... 1 , 1В
типовое зн а ч е н и е ..........................................................................  0,8 * В

Обратный ток коллектора при (/КБ = 15 В не более:
при Т = 298 К ..........................................................................  0,5 мкА
при Г  = 358 К КТ363А, КТ363АМ, ТКЗбЗБ,
КТЗбЗБМ и при Т = 398 К 2Т363А, 2Т363Б 10 мкА 

Обратный ток эм и ттера при 1/ЭБ = 4 В не более:
при Г  = 298 К ..........................................................................  0,5 мкА
при Г  = 358 К КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б,
КТЗбЗБМ и при Г  =  398 К 2Т363А, 2Т363Б 10 мкА 

Емкость коллекторного перехода при {/кБ = 5 В не
б о л е е ...................................................................................................  2 пФ
типовое з н а ч е н и е ..........................................................................  1,5 пФ
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Емкость эмиттерного перехода при (/эб = О 2Т363Л,
2Т363Б не б о л е е ........................................................................... 2 пФ
типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 0 ,8 *  пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко ллектор -база................................  15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер: 

при ЛЭБ < I кО м :
2Т363А, КТ363А, К Т 3 6 3 А М ......................................  15 В
2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ . . . . . . . .  12 В

при &эб < Ю к О м ....................................................................  10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . . . .  4 В
Постоянный ток к о л л ек то р а ........................................................  30 мА
Импульсный ток коллектора при т„ < 1 мкс, Q > 2 50 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г  <3 1 8  К ....................................................... ...... 150 мВт
при Г  = 358 К КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б,
К Т 3 6 3 Б М .......................................................................................  93 мВт
при Г  = 398 К 2Т363А, 2 Т 3 6 3 Б ......................................  36 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность 2Т363А, 2Т363Б 1,5 Рк. макс
Общее тепловое со п р о ти вл ен и е ............................................  700 К/Вт
Температура п е р е х о д а ....................................................................  423 К
Температура окружающей среды:

2Т363А, 2 Т 3 2 3 Б ....................................................................  От 213
до 398 К

КТ363А, КТ363АМ , КТ363Б, КТ363БМ ..........................  От 233
до 358 К
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2Т370А-1, 2Т370Б-1, КТ370А-1, КТ370Б-1
1

йО,озв

Транзисторы кремниевые эпи­
таксиально-планарные р-п-р СВЧ 
универсальные маломощные.

Предназначены для переклю­
чения и усиления высокочастот­
ных и сверхвысокочастотных сиг­
налов.

Бескорпусные, без кристалло- 
держ ателя, с гибкими выводами 
и защ итным покрытием. Выпуска­
ются в сопроводительной таре. 
Обозначение типа приводится на 
основании индивидуальной тары .

М асса транзистора не более 
0,005 г.

Электрические параметры

Граничная часто та коэффициента передачи тока в схе­
ме с общ им эмиттером при С/кб = 5 В, /э = 3 мА 
не менее:

2Т370А-1, КТ370А-1 .............................................................  I ГГц
2Т370Б-1, КТ370Б-1 .............................................................  1,2 ГГц

типовое значение:
2Т370А-1, К Т 3 7 0 А -1 .............................................................  1,5* ГГц
2Т370Б-1, К Т 3 7 0 Б -1 .............................................................  1,7* ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи при 
С/кб = 5 В, /э = 3 мА , / = 3 0  М Гц не более:

2Т370А-1, КТ370А-1 . . .................................................. 50 пс
2Т370Б-1, К Т 3 7 0 Б -1 .............................................................  75 пс
типовое значение:
2Т370А-1, К Т 3 7 0 А -1 .............................................................  25* пс
2Т370Б-1, К Т 3 7 0 Б -1 .............................................................  35* пс

Время рассасы вания при /к = 10 мА , /Б = 1 мА не
более ...................................................................................................  10 не
типовое з н а ч е н и е .........................................................................  5* не

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эм иттером  при С/кб = 5 В, /э  = 3 м А : 

при Т =  298 К :
2Т370А -1, К Т 3 7 0 А -1 ..................................... ; . . 2 0 -7 0

2Т370Б 1, К Т 370Б -1 .............................................................  4 0 -1 2 0
при 7 = 2 1 3  К:

К Т370А-1, 2Т 370Б -1 .............................................................От 1 до 0,7
значения при 

Т = 298 К
2Т370А-1 не б о л е е .............................................................  75
2Т370Б-1 не б о л е е .............................................................  130
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при Т — 233 К :
КТ370А-1, К Т 3 7 0 Б -1 ........................................................От 1 до  0 ,7

' значения при
: . Г  = 298 К

КТ370А-1 не б о л е е ........................................................  75
КТ370Б-1 не б о л е е ..............................................................  130

при Т = 358 К не б о л е е ......................... ...... 2,5 значения
при Т = 298 К

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при
/к  = 10 мА , /Б = 1 мА не б о л е е ...................................... 0,35 В
типовое зн ач е н и е ..........................................................................  0,2 * В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА,
/Б = 1 мА не б о л е е .................................................................... 1 , 1 В
типовое зн а ч е н и е ..........................................................................  0,8 * В

Обратный ток коллектора при t/KB = 15 В не более:
при Г  = 298 К ..........................................................................  0,5 м кА
при Т = 358 К ..........................................................................  10 м кА

Обратный ток эмиттера при (/эб = 4 В не более:
при Т — 298 К ..........................................................................  0,5 м кА
при Г  = 358 К ..........................................................................  10 м кА

1мкость коллекторного перехода при £/Кб — 5 В не
б о л е е ................................................................................................... 2 пФ
типовое з н а ч е н и е ..........................................................................  1,5 * пФ

ёмкость эмиттерного перехода при 1/эб = 0 не более 2 пФ
типовое зн ач е н и е .............................................................. ...... . 0,8 * пФ

Предельные эксплуатационные данные

[остоянное напряжение ко л л екто р -б аза ...............................  1 5 В
остоянное напряжение коллектор-эмиттер: 

при ЛЭб < 1 кО м :
2Т370А-1, КТ370А-1, К Т 370Б -1...................................... 15 В
2Т 370Б -1........................................... ...........................................  12 В

при У?эб 10 кО м ....................................................................  10 В
остоянное напряжение эмиттер-база ...................................... 4 В
остоянный ток коллектора:

при Т < 323 К ..........................................................................  15 м А
при Т = 358 К ..........................................................................  10 м А

ипульсный ток коллектора при ти < 1 мке, Q > 20 30 м А  
>стоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т < 323 К ..........................................................................  15 м В т
при Т = 358 К ..........................................................................  8 м В т

ш ульсная рассеиваемая мощность коллектора при 
:и «  1 мке, Q > 20 2Т370А-1, 2Т370Б-1:

при Г =  213 -г 323 К •...............................  ■.........................  30 м В т
при Т — 358 К .......................................... ..............................  16 м В т

щее тепловое сопротивление.................................................. 5 К/мВт
лпература перехода ....................................................................  398 К
лпература окружающей среды:

2Т370А-1, 2Т370Б-1.................................................................... От 213 до  358 К
КТ370А-1, К Т 370 Б -1 .............................................................. От 233 до  358 К
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока рт Тока 

эмиттера.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером от тока 

эмиттера.

1,2

1,0

*>°>8
* 0,6

0,2

О

2ТЗ 70 А- 
70Б- 
70 А-

213
КТЗ

■и 
1,

КТ370Б-
|

1

0,11к

5 10 15 20 251к ,мА 0 5 10 .15  20 2 5 1 к ,ш

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.

Зависимость напряжения нась 
щения база-эмиттер от тока k o j  

лектора.

1Т376А, ГТ376А
Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные р-п-р СВ 

усилительные с нормированным коэффициентом ш ума на часто 
180 МГц.

Предназначены для применения во входных и последующ 
каскадах  усилителей высокой частоты.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими BbiBOflav 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпу'

М асса транзистора не более 0,5 г.
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Корпус

Ф2,5

Эмиттер

База

Коллектор

1 ГГц

10 пс 
15 пс

3 дБ 
2 дБ

Электрические параметры
Граничная частота коэффициента передачи то ка  в схеме 

с общим эмиттером при (/кб = 5 В, /э  = 2 мА  не
м ен ее ................................................................................................................

Постоянная времени цепи обратной связи  при (/КБ =
5 В, /э = 2 м А , /  =1 0 0  МГц не более:

1 Т 3 7 6 А ...................................................................................................
Г Т 3 7 6 А ...................................................................................................

Коэффициент ш ума при (/КБ = 5 В, /э  = 1 м А , Лг =
= 50 Ом, / =  180 М Гц не более:

для 100%  т р ан зи сто р о в .............................................................. 3,5 дБ
для 95 % транзисторов 1Т376А . \ .
для 25 % транзисторов 1 Т 3 7 6 А ............................................

Статический коэффициент передачи тока в схем е с общим 
эмиттером при (/КБ = 5 В, /э  = 2 м А :

при Г  = 293 К ........................................................ ...... 1 0 -1 5 0
при Г  =2 1 3  К .......................................................................... От 0,3 до 1

■ значения при
Г = 298 К

при Т = 358 К ................................................................................ От 0,8 до 3
значений при 

Т = 298 К
Граничное напряжение при /э  = 2 мА не менее . . . .  7 В 
Эбратный ток коллектора при (/КБ = 7 В не более:

при Т — 293 К ................................................................................ 5 мкА
при Т = 358 К ................................................................................. 300 мкА

)братный ток эмиттера при Г  = 293 К , С/ЭБ = 0,25 В не
б о л ее ............................................................................................................... 100 мкА

мкость коллекторного перехода при (У^в = 5 В не
б о л ее ......................... ,.................................................................................... 1,2 пФ

мкость эмиттерного перехода* при (/ЭБ = 0,15 В 1Т376А 
не б о л ее .........................................................................................................  5 пФ

Предельные эксплуатационные данные
остоянное напряжение коллекто р -база ......................................  7 В
остоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эб <
3 кО м ...............................................................................................................  7 В
остоянное напряжение эм и ттер-база .............................................0,25 В
остоянный ток к о л л ек то р а .............................................................. 10 мА
эстоянная рассеиваемая м о щ н о сть .............................................35 м В т
м пература окружающей с р е д ы ......................................От 213 до 358 К
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1Т376А]
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2м/-
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Зависимость относительной гра­
ничной частоты от напряжения 

коллектор-база.

Зависимость относительной гра­
ничной частоты от тока эмит­

тера.
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0,8

Зависимость относительной по­
стоянной времени цепи обрат­
ной связи от напряжения кол­

лектор-база.

Зависимость относительной по­
стоянной времени цепи обрат­

ной связи от тока эмиттера.
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1,0
0,9

1Т376А, 
Г Т 37ВА

икэ = 5В

1з = 1 мА

Зависимость относительного ко­
эффициента ш ума от тока эмит­

тера.
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1Т386А
Транзистор германиевый эпитаксиально-планарный р-п-р С ВЧ  уси­

лительный с нормированным коэффициентом ш ума на частоте 
180 МГц.

Предназначен для применения в усилителях высокой частоты , 
смесителях, гетеродинах, в том числе для схем с автом атической  
регулировкой усиления.

Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими вы водам и . 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

'раничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером:

при С/КБ = 10 В, /э  = 2 мА  не м е н е е .........................  450 М Г ц
при (/Кв = 2 В, /э  = 10 мА не б о л е е ......................... ...... 90 М Г ц

1остоянная времени цепи обратной связи при £/кс  =
10 В, /э  = 2 м А ,/  = 100 М Гц не б о л е е ...............................  . 10 пс

коэффициент ш ума при {/КБ = 1 0  В, = 1 мА , Rr  =
= 50 О м ,/  = 180 М Гц не б о л е е .................................................  4 дБ

татический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/кб = 5  В, /э  = 3 м А :

при Г  = 293 К ................................................................................ 1 0 -1 0 0
при Т = 213 К ................................................................................ От 0,3 до 1

значения при 
Г  = 293 К

при Т — 343 К ................................................................................ От 0,8 до  2,5
значения при 

Г =  293 К
Кратный ток коллектора при (УКБ = 15 В не более:
| при Т — 293 К ...................................................................................... 10 м кА

при Т = 343 К ......................... .......................................................150 мкА
5ратный ток эмиттера при Т = 293 К, = 0,3 В
не б о л ее .........................................................................................................100 м к  А
псость коллекторного перехода при С/кб = 5 В не
5олее ........................................... ................................................ ...... 1,5 пФ
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Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение ко л л екто р -б аза ..................................... 15 В
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при

ЛЭб < 3 к О м ............................................................................................  15 В
П остоянное напряжение эм и ттер -б аза .................................................0,3 В
П остоянный ток к о л л е к т о р а ....................................................... ......10 мА
П остоянная рассеиваемая м о щ н о с т ь ..................................... . 40 мВт
Т ем п ература п е р е х о д а ........................................... ................................... 358 К
Т ем п ература окружающей среды ..................................................От 213

до 343 К

Зависимость относительной гра­
ничной частоты  от тока эмит­

тера.

Зависимость относительной гра­
ничной частоты от напряжения 

коллектор-база.
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\
\

ч

4 6 8 1013,мА 0 2 4 6 8 12UKB,B

Зависимость относительной по­
стоянной времени цепи обрат­

ной связи  от тока эмиттера.

Зависимость относительной пс 
стоянной времени цепи o6pai 
ной связи от напряжения k o j  

лектор-база.
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Зависимость относительного ко- Зависимость относительного ко­
эффициента ш ума от тока эм.ит- эффициента ш ум а от напряже- 

тера. ния коллектор-эмиттер.

2Т392А-2, КТ392А-2
Транзисторы кремниевые эпи­

таксиально-планарные р-п-р СВЧ 
усилительные с ненормированным 
коэффициентом ш ума.

Предназначены для усиления 
сигналов высокой частоты .

Бескорпусные, на кристалло- 
держателе, с гибкими вы водам и 
и защитным покрытием .

Выпускаю тся в сопроводитель­
ной таре. Обозначение типа при­
водится на этикетке.

М асса транзистора не более
0,02 г.

Электрические параметры

раничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при {/КБ = 5  В, /э  = 2,5 мА  
не менее:

2Т392А-2 ............................................................................................. 300 М Г ц
КТ392А-2 ............................................................................................. 500 М Г ц
типовое значение 2Т392А-2 ........................................................  450*  М Г ц

[остоянная времени цепи обратной связи при С/кб =
5 В, /э  =  2,5 мА , / = 3 0  М Гц не более:

1 2 Т 3 9 2 А - 2 ............................................................................................. 120 пс
К Т 3 9 2 А - 2 ............................................................................................. 80 пс
типовое значение 2 Т 3 9 2 А -2 ........................................................55 * пс
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Коэффициент ш ум а* при С/КБ = 5 В, /э  = 2,5 мА , /  =
= 100 М Гц, Кг  = 75 О м ............................................................. 4 ,3 -4 ,8  дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при {/кб — 5 В, /э  = 2,5 м А :

при Г =  298 К ..................................................................................... 4 0 -1 8 0
при Г  =2 1 3  К 2 Т 3 9 2 А -2 ....................................................... От 1 до 0,6

' значения при
Г = 298 К

при Т = 358 К 2Т392А-2 не б о л е е .............................. 2 значения
при 

Т = 298 К
О братный ток коллектора при {/КБ = 40 В не более:

при Т = 298 К . . ...................................................................0,5 мкА
при Г  = 358 К 2 Т 3 9 2 А -2 ....................................................... 5 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/э  б = 4 В не более:
при Т = 298 К ............................................................................... 0,5 мкА
при Т = 358 К 2Т392А-2 . ................................................. 5 мкА

Емкость коллекторного перехода при (/КБ = 5 В не
б о л е е .............................................................................................................. 2,5 пФ
типовое з н а ч е н и е ................................................................... . . 1 , 1 2 *  пФ

Емкость эмиттерного перехода не более:
2Т392А-2 при {/ЭБ = 1 В .......................................................  5 пФ

КТ392А-2 при U3B = 0 ................................................................... 3,5 пФ

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение ко л л екто р -б аза ..................................... 40 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эб **

< 10 к О м .................................................................................................  40 в
Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ........................................... 4 В
П остоянный ток к о л л ек то р а .............................................................  10 мА
И мпульсный ток коллектора при ти < 10 мкс, Q>

> 2 .............................................................................................................. 20 мА
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г  С 338 К ..................................................................................... 120 мВт
при Г  = 358 К, Лт  = 450 К / В т ...........................................88 мВт

Тепловое сопротивление переход-кристаллодержатель . . 100 К/Вт
Т ем п ература п е р е х о д а .........................................................................  398 К
Т ем п ература окружающей среды:

2 Т 3 9 2 А - 2 ........................................................................................... От 213
до 358 К

К Т 3 9 2 А - 2 ........................................................................................... От 233 дс
358 К
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока в схеме с общим 
|эмиттером от напряжения кол­

лектор-база.

Зависимость относительного 
статического  коэффициента пе­
редачи тока в схеме с общ им 

эм и ттером  от тока эмиттера.
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2 4 6 8 101э,мА

Зависимость коэффициента ш у­
м а  от тока эмиттера.

КТ3109А, КТ3109Б, КТ3109В
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р С ВЧ  

илительные с нормированным коэффициентом ш ума на частоте
О МГц.

Предназначены для применения в селекторах телевизионных 
налов метрового и дециметрового диапазонов длин волн.

Выпускаю тся в пластмассовом корпусе с  гибким и полосковыми 
водами.

На корпусе у вывода базы наносится условная м аркировка 
;тными точками : КТЗ 109А — белая и р о зо вая ; КТЗ 109Б — б елая 
келтая; КТЗ 109В — белая и синяя.

М асса транзистора не более 0,3 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эм иттером  при С/кб = *0 В, /э = 10 мА не
менее:

КТ3109А, К Т 3 1 0 9 Б .........................................................................  800 М Г ц ,
К Т 3109В ................................................................................. ...... 600 М Гц*

типовое зн ачен ие ................................................................................1400* М П :
Постоянная времени цепи обратной связи при 1/КБ =

= 10 В, /э  = 10 мА , /  = 30 100 М{~ц не более:
К Т3109А ...................................................................................................  6 пс
КТ3109Б, К Т 3 1 0 9 В .........................................................................  10 пс
типовое зн ачен и е................................................................................  4 * пс

Коэффициент ш ум а при С/КБ= 1 0  В, /э  = 10 мА , Лг =
-  75 Ом, /  = 800 М Г ц  не более:

КТ3109А ...................................................................................................  6 дБ
К Т 3109Б ................................................................................. ...... 7 дБ
К Т 3109В ...................................................................................................  8 дБ

типовое зн ачен ие ................................................................................ 7 * дБ
Коэффициент усиления по мощности при (УКБ = 1 0  В,

/э = 1 0  м А , Дг  = 2 кОм, / =  800 М Гц не менее:
КТ3109А .............................................................. . ' ..............................  15 дБ
КТ3109Б, К Т 3 1 0 9 В .........................................................................  13 дБ

типовое зн ачен и е................................................................................18* дБ
Коэффициент обратного  усиления по мощности при 

и кь = 10 В, /э  = 10 мА, / =  800 М Гц не более:
К Т 3109А ....................................................................................... - 7  дБ

К Т 3109Б ................................................................................................... - 3  дБ
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КТЗ 109В ....................................................................................................- 1  дБ
типовое значение.................................................................................—5*  дБ

Статический коэффициент передачи тока в схем е с 
общим эмиттером при {/КБ = 10 В, /э  = 10 м А :

при Т = 298 К не м е н е е ........................................................  15
при Г  = 228 К .................................................................................5 - 2 4 0
при Т = 358  К .................................................................................10 — 500

Обратный ток коллектора при С/КБ = 20 В не более:
при Т = 298 К .................................................................................0,1 мкА
при Т = 358 К .................................................................... 10 мкА

Обратный ток эмиттера при С/эб = 2 В не более:
при Г  = 298 К .................................................................................10 мкА
при Т = 358 К .................................................................................100 мкА

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 1 0  В не
б о л ее ................................................................................................................ 1 пФ
типовое з н а ч е н и е .................................................................................0 ,8* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
КТЗ 109А ...................................................................................................  30 В
КТ3109Б, КТЗ 1 0 9 В ........................................................................... 25 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб <
< 100 кОм:

КТЗ 109А ...................................................................................................  25 В
КТ3109Б, КТЗ 1 0 9 В ..........................................................................  20 В

1остоянное напряжение э м и тт е р -б а з а ......................................  3 В
1остоянный ток к о л л е к т о р а .............................................................. 50 мА
[остоянная рассеиваемая мощность:

при Т = 228 — 313 К .................................................................... 170 мВ т
при Т = 358 К .................................................................................100 мВт

'бщее тепловое соп роти влен и е........................................................ 0,65 К/мВт
емпература п е р е х о д а ........................................................................... 423 К
емпература окружающей с р е д ы .................................................. От 228

до 358 К

П418Г, П418Д, П418Е, П418Ж, П418И, 
П418К, П418Л, П418М

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р усилитель- 
ie маломощные.

Предназначены дл я  применения в усилительных и генераторных 
:кадах СВЧ и ВЧ диапазонов.

Выпускаются в металлостеклянном коаксиальном  корпусе с 
сткими выводами. Обозначение типа приводится на боковой по- 
жности корпуса.

Масса транзистора не более 3 г.
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Электрические параметры
Граничная часто та  коэффициента передачи тока в схеме 

с общ им эмиттером  при t/ к в = 6 В, /э = 10 мА не
м енее:

П 418Г, П 418Д , П418Е, П 4 1 8 Ж ...........................................  400 М Гц
П418И, П 418К , П418Л, П 4 1 8 М ...........................................  200 М Гц

Постоянная времени цепи обратной связи при С/«Б =
= 5 В, /э  = 5 мА , /  = 5 МГц не более:

П 418Г, П 4 1 8 Е .....................................................................................  50 пс
П418Д, П418Ж , П418И, П 4 1 8 Л ...........................................  100 пс
П418К , П 4 1 8 М ...............................................................................  200 пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с
общим эм иттером  при С/кб = ' В, /э  = 10 м А :

П418Г, П 418Д , П418Л, П418М:.
при Г =  293 К ...............................................................................  8 - 7 0
при Т — 343 К ......................................................................... 8 - 1 1 0
при Т = 213 К .........................................................................  6 —70

П418Е, П418Ж , П418И, П418К:
при Г =  293 К . ................................................................... 6 0 -1 7 0

при Г  = 343 К ...............................................................................  6 0 -2 5 0
при Г =  213 К ............................................................................... 4 0 -1 7 0

М одуль коэффициента передачи тока при t/кв = 6 В,
/э  = 10 м А , /  = 100 М Гц не менее:

П 418Г, П 418Д, П418Е, П 4 1 8 Ж ...........................................  4
П418И, П 418К, П418Л, П 4 1 8 М ..................................... .....  2

Входное сопротивление при С/кб = 5  В, /э = 5 мА не
б о л е е ...............................................................................................................10 Ом

Входная полная проводимость при С/кб = 5 В, /э =
= 5 м А  не б о л е е ............................................................................... 10 мкСм

Обратный то к  коллектора при UKE = 1 0  В не более:
при Т — 293 К и 7" = 213 К ...........................................3 мкА

при Т =  343 К ..................................................................................... 70 мкА
Обратный то к  коллектор-эмиттер при С/Кб = 8 В, ЯБэ  =

= 50 кО м не б о л е е .........................................................................10 мкА
Граничное напряжение при /э  = 3 мА  не менее:

П 418Г, П 418Д , П418Л, П 4 1 8 М ...........................................  7 В
П418Е, П418Ж , П418И, П 4 1 8 К ...........................................  6,5 В

Емкость коллекторного перехода при С/кв = 5 В, /  =
= 5 М Г ц  не более:

П 418Г, П 418Д , П418Е, П 4 1 8 Ж ...........................................  3 пФ
П418И, П 418К , П418Л, П 4 1 8 М ...........................................  4 пФ



I

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы  . . . 10 В
при отключенной б а з е ..............................................................  8 В

Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ............................................ 0,3 В
Постоянный ток к о л л ек то р а ..............................................................  10 м А
Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 213 -г

333 К ...............................................................................................................50 м В т
Температура п е р е х о д а ..........................................................................  358 К
Температура окружающей с р е д ы ..................................................О т 2 1 3

до 343 К

П р и м е ч а н и е .  При Т = 333 343 К максимально до п усти м ая 
постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, р ассчиты вается 
по формуле

^К.макс = (358 -  Л/0,5.

Предельные эксплуатационные данные
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Зависимость коэффициента пе­
редачи тока в режиме м ал о го  

сигнала от тока эм и ттера.

Р а з д е л  ш е с т о й

ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
П -р -П

П701, П701А, П701Б
Транзисторы кремниевые диффузионно-сплавные п-р-п уси ли тель- 

ге низкочастотные мощные.
Предназначены для применения в усилительных и генер ато р - 

[х каскадах радиоэлектронных устройств. .

453



Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с жесткими выво­
дам и . Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 12 г, с крепежным фланцем не 
более 16 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с
общим эмиттером при (/кб = Ю В: 

при 7  = 298 К :
П701 при /к  = 0,5 А .............................................................  1 0 -4 0
П701А при /к = 0,2 А .............................................................  15 — 60

при 7  = 398 К и 1К = 0,2 А :
П 7 0 1 ................................................................................................... 1 0 -9 0

П 701А ...................................................................................................1 5 -1 2 0
при Г = 2 1 3  К:

П701 при /к = 0,5 А не м е н е е .....................................  6
П701А при /к = 0,2 А не м е н е е ............................... 9
П701Б при /к = 0,5 А :

при Г =  293 К ................................................................................ 3 0 -1 0 0
при Г  =2 1 8  К не м е н е е .................................................  15

М одуль коэффициента передачи тока при UКБ = 20 В,
/к = 0,1 А , / =  5 М Гц не м е н е е ...........................................  2,5

Входное напряжение при (/КБ = 10 В, /к = 0,5 А не
более ...............................................................................................................  4,0 В

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 0,5 А,
/Б = 0,1 А не б о л е е .......................................................................... 7,0 В

О братный ток коллектора П701, П701Б при (/КБ = 40 В
и П701А при (/КБ = 60 В не б о л е е ...............................100 мкА

О братный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ < 100 Ом 
не более:

П 701:
при С/КБ = 50 В, 7  = 298 К и 7 = 2 1 3  К . . .  . 0,5 мА 
при UKB = 35 В,  7  =  398 К ................................................. 3,0 мА
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П701А:
при {/КБ = 70 В, Г  = 298 К и Г =  213 К . . . . 0,5 мА
при t/KB = 50 В, Т = 398 К .................................................. 3,0 мА

П701Б:
при t/KB = 50 В, Г =  293 К и Г =  218 К ..........................0,5 мА
при Т = 373 К ................................................................................ 5,0 мА

Обратный ток эмиттера при £/Э б  = 3 В не более . . .  3,0 мА

у Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =
= 100 О м: 

при Т = 213 -г 373 К :
П 7 0 1 ...................................................................................................  40 В
П 701А ...................................................................................................  60 В

при Т = 218 4- 373 К П 701В ........................................................  40 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при / к , =

0,5 А, ЛБЭ < 100 Ом, Г =  213 4- 373 К :
П701 .........................................................................................................  30 В

I П 7 0 1 А ...................................................................................................  50 В
[Постоянное напряжение коллектор-база:
1 при Т=  213 4- 373 К :

П 7 0 1 ...................................................................................................  40 В
П 701А ...................................................................................................  60 В

при Т = 218 4- 373 К П701Б . . . ................................  40 В
[Постоянное напряжение эмиттер-база:
I П701, П701А при Т = 353 4- 393 К и П701Б при

Г  = 373 К .............................................................................................  1,8 В
П701Б при Т = 218 4- 353 К ..................................................  2,0 В

1остоянный ток к о л л е к т о р а ........................................................  0,5 А
1мпульсный ток коллектора П701, П 7 0 1 А ................................  1,0 А
1остоянный ток э м и т т е р а ....................................................................  0,7 А
Тостоянная рассеиваемая мощность:

с теплоотводом при 7к < 323 К ............................................  10 Вт
без теплоотвода при Т < 338 К ............................................. 1 Вт

епловое сопротивление переход-корпус...................................... 10 К/Вт
епловое сопротивление п ереход-среда...................................... 85 К/Вт
емпература п е р е х о д а ..........................................................................  423 К
емпература окружающей среды:

П701, П 7 0 1 А .......................................................................................От 213
до 398 К

П 7 0 1 Б ............................... ................................................................... От 218
до 373 К

П р и м е ч а н и е .  При Т > 373 К 1/кэ и ^ к б  снижаю тся на 10 % 
рез каждые 10 К. При Гк > 323 К рассеиваем ая мощность кол- 
ктора, Вт, рассчитывается по формуле

^ К . макс =  (4 2 3  — Т'к) /^7'.П-к-

При Т = 338 4- 393 К рассеиваемая мощ ность коллектора, Вт, 
считы вается по формуле Як .макс = (423 -  T)/RTn<.
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П702, П702А
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п усилительны е 

низкочастотные мощные.
Предназначены для применения в выходных каскадах  усилите­

лей низкой частоты, переключающих каскадах, преобразователях 
и стабилизаторах постоянного напряжения.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с ж есткими вы водам и . 
Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 24 г, с крепежным фланцем 
не более 34 г.

Электрические параметры

татический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при t/KB = 10 В, /э = 1,1 А не менее: 

при Т = 298 К и Тх — 393 К :
П702 ...................................................................................................  25
П 702А ...................................................................................................  Ю

! При Г =  213 К:
П702 ...................................................................................................  Ю
П 702А ...................................................................................................  5

одуль коэффициента передачи тока при UKэ  = 30 В,
/к = 0,3 А, / =  1 М Гц не м е н е е ............................................  4,0
йодное напряжение при 1/кэ = Ю В, /к = 1 А не
б о л ее ...............................................................................................................  4,0 В
шряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 1 А ,
ГБ = 0,2 А не более:

П702 ....................................................... .................................................  2,5 В
П 7 0 2 А ...................................................................................................  4,0 В

•ратный ток коллектора при t/кв = 70 В не более: 
при Г =  298 К и Т =  213 К :

П702 ...................................................................................................  5,0 м А
П 702А ...................................................................................................  2,5 м А

при Гк = 393 К :
П702 ...................................................................................................  10 м А
П 702А ...................................................................................................5,0 м А
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О братный ток коллектор-эмиттер при ЛБэ  = ЮО Ом,
^ кб  = 70 В не более: 

при Т =  298 К и Т =  213 К :
П702 ..................................................................................................  10 мА
П 7 0 2 А .................................................................................................. 5,0 мА

при 7 к  = 393 К :
П702 ..................................................................................................  15 мА
П 7 0 2 А ..................................................................................................7,5 мА

О братный ток эмиттера при (Удб = 3 В:
при Т = 298 К ......................................................................................  5 мА
при Тк — 393 К ......................................................................................  15 мА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер и коллектор- 
б аза :

при Т„ < 393 К ...................................................................................... 60 В
при Т„ = 423 К ................................................................................ 30 В

П остоянное напряжение эм и ттер -б аза .........................*. . . 3,0 В
П остоянный ток ко л л ек то р а .............................................................. 2,0 А
П остоянный ток б а з ы .......................................................................... 0,5 А
П остоянная рассеиваемая мощность: 

с теплоотводом :
при Тк < 323 К .......................................................................... 40 Вт
при Гк = 393 К ........................................... ^ ...........................  12 Вт

без теплоотвода:
при Т < 293 К .......................................................................... 4 Вт
при Т = 393 К ..................................... ' ......................................0,9 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус.....................................2,5 К/Вт
Тепловое сопротивление п ер ехо д -ср еда .....................................33 К/Вт
Т ем п ература п е р е х о д а .......................................................................... 423 К
Т ем п ература окружающей с р е д ы ................................................. От 213

до 393 К 
h

П р и м е ч а н и е .  При Гк > 323 К максимально допустима 
постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, рассчитываете 
по формуле

*̂К.макс = (423 TK)/Rj п_к.

При Т > 293 К максимально допустимая постоянная ра 
сеи ваем ая  мощ ность коллектора, Вт, рассчитывается по форму.

^К.макс = (423 Г)/Й7 п.с.
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щения коллектор-эмиттер от 
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1Т704А, 2Т704Б, КТ704А, КТ704Б, КТ704В
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п импульсные вы- 

овольтные низкочастотные мощные.
Предназначены для работы в импульсных модуляторах. 
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими вы- 

°.ми. Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 20 г.

459



Электрические параметры

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при 1К =
= 2,5 А, /Б = 1,5 А не б о л е е .......................................................  5 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к = 2,5 А,
/Б = 1,5 А не б о л е е .................................... ....................................  3 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эм и ттер о м :

при Т = 298 К , £/Кэ =  15 В, /к = 1 А :
2Т704А, 2Т704Б, КТ704А, К Т 7 0 4 Б ..................................... 1 0 -1 0 0

КТ704В не м е н е е .........................................................................  10
при Т =  373 К , UK3 = 10 В, /к  = 0,5 А

2Т704А, 2 Т 7 0 4 Б ....................................................... 6 -3 0 0
при 7"= 213 К , UK3 = 15 В, /к = 1 А

2Т704А, 2 Т 7 0 4 Б .........................................................................6 - 1 0 0
М одуль коэффициента передачи тока при / =  1 М Гц,

С/кб = 15 В, /к  = 0,1 А не м е н е е ...........................................  3
Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 10 Ом не 

более:
при Т  = 298 К : '

2Т704А, К Т704А при и кэ  = 1000 В . . . . .  . 5 мА
2Т704Б, КТ704Б при £/к э  = 700 В ...............................  5 мА
КТ704В при UK3 = 500 В .................................................  5 мА

при Т = 373 К и Т =  213 К :
2Т704А при и к э  = 700 В .......................................................  10 мА
2Т704Б при UK3 = 500 В .......................................................  10 мА

Обратный ток эм и ттера при С/БЭ = 4 В не более . . .  100 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =
= 10 Ом или 1/БЭ = 1,5 В 

при Т% =  213 -г- 373 К :
2 Т 7 0 4 А ............................................................................................  500 В
2 Т 7 0 4 Б ............................................................................................  350 В

при 7* = 263 ч- 333 К  КТ704Б, К Т 7 0 4 В ......................... 400 В
при Гк = 228 -г 358 К  К Т 704А .................................................  500 В
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Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при /?бэ =
= 10 Ом или (/БЭ = 1,5 В, т„ = 1 -г 10 мс, Тф > 10 м кс,
Q > 50 и ти < 1 мс, Тф > 10 мкс, Q > 10: 

при Ту = 233 -  353 К :
2Т704А, К Т 7 0 4 А ...........................................................................  1000 В
2Т704Б, К Т 7 0 4 Б ...........................................................................  700 В
К Т 7 0 4 В .............................................................................................. 500 В

при Гк = 213 -  373 К :
2 Т 7 0 4 А .................................................................... 700 В
2 Т 7 0 4 Б .............................................................................................. 500 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Тк — 213 —
373 К 2Т704А, 2Т704Б и при Г = 228 -  353 К КТ704А ,
КТ704Б, К Т 704В .......................................................................................  4 В

Постоянный ток коллектора при Гк = 213 -  373 К 2Т704А ,
2Т704Б и при Тк = 228 -  353 К КТ704А, КТ704Б,
К Т 7 0 4 В .......................................................................................................... 2,5 А

Импульсный ток коллектора при т„ < 10 мс, Q > 2,
Гк = 213 -  373 К 2Т704А, 2Т704Б и при Гк = 223 -
353 К КТ704А, КТ704Б, К Т 7 0 4 В ............................................  4 А

Постоянный ток базы  при 7’к = 2 1 3 -г 373 К 2Т704А ,
2Т704Б и при 7’к = 223 -  353 К КТ704А, КТ704Б,

, К Т 7 0 4 В .......................................................................................................... 2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Гк =

= 213 -г- 323 К (при 7’к = 228 -  323 К КТ704А, КТ704Б,
К Т704В).......................................................................................................... 15 Вт

Температура п е р е х о д а ...........................................................................  398 К
Температура окружающей среды :

2Т704А, 2 Т 7 0 4 Б .................................................................................От 213 К до
Гк = 373 К

КТ704А, КТ704Б, К Т 7 0 4 В ........................................................ От 228 К до
Гк = 358 К

П р и м е ч а н и е :  М аксимально допустимая постоянная рассеивае- 
1ая мощность коллектора, Вт, при Тк > 323 К определяется по 
юрмуле

Л < .макс =  (Та — TK)/RTn.K,

Iе R t . п - к  — тепловое сопротивление переход-корпус, определяемое 
з области максимальных режимов.

За температуру корпуса принимается тем пература любой точки 
;нования транзистора диаметром  не более 13 м м  со стороны опор- 
>й поверхности.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 м м  от 
>рпуса транзистора.
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КТ801А, КТ801Б
Транзисторы кремниевые диффузионно-сплавные п-р-п мощ ны е.

t Предназначены для работы в схем ах кадровой и строчной 
«р ток , источниках питания.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во дам и , 
значение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 4 г. 463



Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при С/кб = 1 0  В, /к = 0,3 А не
м ен ее ...............................................................................................................10 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при {У^э = 5 В, /к  = 1 А:

К Т 8 0 1 А ................................................................................................... 1 5 -3 0
К Т 8 0 1 Б ...................................................................................................2 0 -1 0 0

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к = 1 А,
/Б = 0,2 А не б о л е е .........................................................................  2 В

Обратный ток коллектор-эмиттер при ДЕЭ < 100 Ом 
не более:

КТ801 А:
при UK3 = 80 В, Тк = 233 н- 298 К ...............................  10 мА

при (/Кэ  = 40 В, Тж = 358 К ...........................................20 мА
КТ801Б:

при Uк э  = 60 В, Тк = 233 -г- 298 К ...............................  10 мА
при и кэ  = 30 В, Тк = 358 К ...........................................20 мА

Обратный ток эм иттера при С/Эб = 2,5 В не более . . .  2 мА

П редельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ <
< 100 О м: 

при Гк = 233 ч- 328 К :
К Т 8 0 1 А ............................................................................................  80 В
К Т 8 0 1 Б ............................................................................................  60 В

при Тк = 358 К :
К Т 8 0 1 А ............................................................................................  40 В
К Т 8 0 1 Б ............................................................................................  30 В

Постоянное напряжение э м и т т е р -б а з а .....................................  2,5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ............................................................. 2 А
Постоянный ток б а з ы .........................................................................  0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т, = 233 328 К ..................................................................  5 Вт
при Гк = 358 К ...............................................................................  2 Вт

Температура п е р е х о д а .........................................................................  423 К
Температура окружаю щ ей с р е д ы .................................................От 233

до 358 К
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Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи от тока кол­

лектора.

Зона возм ож ны х положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от тока 

коллектора.

КТ802А
Транзистор кремниевый меза-планарный п-р-п мощный универ­

сальный. Предназначен для работы в усилителях постоянного тока, 
генераторах строчной развертки, усилителях мощ ности.

Выпускается в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 34 г.

Электрические параметры

эаничная частота коэффициента передачи то ка  в схеме 
с общим эмиттером при С/кб = 10 В, /« = 0,5 А  не 
м ен ее ................................................................................................................10 М Гц
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эм иттером  при С/кб = 1 0  В, /к = 2 А не менее . . .  15 

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к = 5 А,
/Б = 0,5 А  не б о л е е .......................................................................... 5 В

Обратный то к  коллектора при С/кб = *50 В не более:
при Тк =  248 -j- 298 К ....................................................................60 мА

при Тк = 373 К ................................................................................  200 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение ко л лекто р -база .....................................  150 В
Постоянное напряжение э м и т т е р -б а з а .....................................  3 В
Постоянный ток ко л л е к то р а .............................................................. 5 А
Постоянный ток б а з ы .......................................................................... 1 А
П остоянная рассеиваем ая мощность коллектора:

при 7”,  =  248 -f- 323 К ...................................................................  50 Вт
при Тк = 373 К ................................................................................  20 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус..................................... 2,5 К/Вт
Температура п е р е х о д а .......................................................................... 423 К
Температура к о р п у с а ................................................................................От 248

до 373 К

ЗКН

Зона возм ож ны х положений за­
висимости статического  коэффи­
циента передачи то ка  от тока 

коллектора.

Зона возможных положений за­
висимости напряжения насыще­
ния коллектор-эмиттер от коэф­

фициента насыщения.

2Т803А, КТ803А
Транзисторы  кремниевые меза-планарные п-р-п мощные уни 

версальные.
П редназначены  для работы в усилителях постоянного ток; 

генераторах строчной развертки, источниках питания.
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Выпускаю тся в металло­
стеклянном корпусе с жесткими 
вы водами. Обозначение типа 
приводится на корпусе.

М асса транзистора не бо­
лее 34 г.

Электрические параметры .

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при (УКБ = 1 0  В, /э  = 0,5 А не
б о л е е ............................................................................................................... 20 М Гц

Статический коэффициент передачи то ка  в схеме с общим 
эмиттером при С/КБ = 10 В, /к = 5 А :

2 Т 8 0 3 А .............................................................. ....................................  1 0 - 5 0
К Т 8 0 3 А ............................... .................................................................... 1 0 - 7 0
при Г* = 213 2 Т 8 0 3 А ....................................................................  6 - 5 0
при Тк = 233 К КТ803А не м е н е е .....................................  6

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 5 А,
/Б = 1 А не б о л е е ................................................................................  2,5 В '

Обратный ток коллектор-эмиттер при Лэб < Ю0 Ом
не б о л е е .........................................................................................................  5 м А

Обратный ток эмиттера при £/эб = 4 В не боле.е:
2 Т 8 0 3 А .......................................................................... ...... 20 м А
К Т 8 0 3 А ...................................................................................................50 м А

Предельные эксплуатационные данные

1остоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эБ <
< 100 О м:

при Гк = 213ч-  373 К 2 Т 8 0 3 А ..................................................
при Гк = 233 -=- 373 К К Т 8 0 3 А ..................................................

мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при t/gg =
= 2 В, ти «  10 мке, Q >  2 ........................................................

остоянное напряжение эм и ттер -б аза ............................................
остоянный ток ко л л ек то р а ..............................................................
остоянная рассеиваемая мощность транзистора:

при Гк = 213 ч- 323 К 2 Т 8 0 3 А ..................................................
при Тх = 233 -г 323 К К Т 8 0 3 А ..................................................
при Г , = 373 К К Т 8 0 3 А ........................................................
при Тк = 398 К 2 Т 8 0 3 А ..............................................................

мпература п е р е х о д а ..........................................................................
мпература корпуса:

2 Т 9 0 3 А ...................................................................................................

КТ803А

60 В 
60 В

80 В 
4 В 
10 А

60 В т 
60 Вт 
30 Вт 
15 Вт 
423 К

От 213 
до 398 К 

От 233 
до 373 К
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от на­

пряжения коллектор-эмиттер.

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от тока 

эмиттера.

Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

Зона возможных положений за­
висимости статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

КТ805А, КТ805Б, КТ805АМ, КТ805БМ, 
КТ805ВМ

Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п переключательные 
низкочастотные мощные.

Предназначены дл я  применения в схемах выходных каскадо: 
строчной развертки телевизоров, систем зажигания двигателей внут 
реннего сгорания.

Транзисторы КТ805А, КТ805Б выпускаются в металлостекляи 
ном  корпусе с жесткими выводами.
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Транзисторы К Т805АМ , КТ805БМ, К Т805ВМ  выпускаю тся в 
пластмассовом корпусе с гибкими вы водам и . Обозначение типа 
приводится на корпусе.

М асса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 24 г, 
в пластмассовом не более 2,5 г.

10 А З ,6

Оъ
w-T

1,Z5

10,9

1 Ж 1

4 _лг

W
dl±l!D

г~~База 
■Коллектор 
Э миттер

1,^5
0,75

Электрические параметры

1 апряжение насыщения коллектор-эмиттер: 
при /к = 5 А, /Б = 0,5 А :

КТ805А, КТ805АМ  не б о л е е ................................................... 2,5 В
КТ805Б, КТ805БМ  не б о л е е ............................................. 5 В

при /к = 2 А, /Б = 0,2 А КТ805БМ не более . . . 2,5 В 
1апряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 5 A , /g =

= 0,5 А :
КТ805А, КТ805АМ  не б о л е е ................................................... 2,5 В
КТ805Б, КТ805БМ , КТ805ВМ не б о л е е .......................... 5 В
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эм и ттеро м  при С/кэ = 10 В, /к  = 2 А не
м ен ее ................................................................................................................ 15

Граничная часто та  коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эм и ттеро м  при 1/кэ = Ю В, /к = 1 А не
м ен ее ................................................................................................................20 МГц

И мпульсный обратный ток коллектора при ЛБЭ = 10 Ом 
не более:

КТ805А, К Т805А М  при £/кэ  = 160 В ............................... 60 мА
КТ805Б, К Т805Б М , КТ805ВМ при 1/кэ  = 135 В . . . 60 мА 

Обратный ток эм и ттера при иЭБ = 5 В не более . . .  100 мА

Предельные эксплуатационные данные

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при ти «
< 500 мс, Тф > 15 мс, ЛБЭ < 100 Ом при Т 373 К :

КТ805А, К Т 8 0 5 А М .........................................................................  160 В
КТ805Б, К Т805БМ , К Т 805В М .................................................. 135 В

Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . . . . .  5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ........................................................ 5 А
Импульсный ток коллектора при ти < 200 мс и Q =

= 1 ,5 ...............................................................................................................  8 А
Постоянный ток б а з ы .........................................................................  2 А
Импульсный ток базы  при т„ < 20 м к с ...............................  2,5 А
П остоянная рассеиваем ая мощность:

при Г , < 323 К ................................................................................ 30 Вт
при Г , = 373 К ................................................................................ 15 Вт

Температура п е р е х о д а .........................................................................  423 К
Общее тепловое сопротивление........................................................3,3 К/Вт
Температура к о р п у с а ................................................................................От 218

до 373 К

П р и м е ч а н и я :  1. Для КТ805А, КТ805АМ  в схемах строчной 
развертки телевизоров допускается 1/Кэ.и = 180 В при 7’к < 343 К, 
т„ < 15 мкс. При повышении температуры до 423 К С/кэ.и умень­
шается на 10 % через каждые 10 К. В схемах строчной развертки 
телевизоров допускается С/ЭБя = 8 В при т„ < 40 мкс.

2. П айку вы водов транзисторов в металлостеклянном корпусе 
следует производить в течение не более 10 с. Температура пайки 
не должна превыш ать 533 К.

П айку вы водо в транзисторов в пластмассовом корпусе разре­
ш ается производить на расстоянии не менее 5 м м  от корпуса тран­
зистора.

При м онтаж е транзисторов в схему допускается одноразовый 
изгиб их вы водов на расстоянии не менее 2,5 м м  от корпуса под 
углом  90 ° с р адиусом  изгиба не менее 0,8 м м . При этом должны 
приниматься м еры , исключающие возможность передачи усилий на 
корпус.

И згиб в плоскости выводов не допускается.

470



»

h21s
100

80

60

40

20

\h2b\
25

20

15

10

5

КТ605А КТ8055 КТ805АМ,

1к  = 1А КГвОШ

0кэ = 10 в

NJ
V

О 1 2  3 4 5 1к, A 1 3 10 fjMTu,

Зависимость статического коэф- Зависимость м о д ул я  коэффици-
фициента передачи тока от тока ента передачи то к а  от частоты, 

коллектора.

^213
50

40

30

20

Ю

KT8D5A КТ8055 Н Г805AM,
|

1К = 2А нтвсшм
КЗ ~--150

1,2

*  0,8 
а
Cfc 0,6-Оч '

0,4

§ 0,2

253 273 293 313 333 353 Т, К

Ос

НТвОЗА КТ805Б

\ \нГ805АМ,КТв055М
\\\U3B ~ 15В

\
иЭБ =- о \

10 100 1000 10000 R3b,0m

ависимость статического коэф- 
ициента передачи тока от тем ­

пературы.

Зависимость относительного 
максимально доп усти м ого  на­
пряжения коллектор -эм иттер  от 

сопротивления эмиттер-база.

КТ807А, КТ807Б
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п универсальные 

)щные.
Предназначены для работы  в генераторах кадровой  и строчной 

зверток, усилителях низкой частоты, источниках питания.
Выпускаются в металлопластмассовом  корпусе с  гибкими выво- 

ми. Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 2,5 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме
с общ им эмиттером  не м е н е е ....................................................... 5 М Г ц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эм иттером  при Иу^ — Ь В, /к = 0,5 А : 

при Т = 298 К :
К Т 8 0 7 А ............................................................................................  1 5 -4 5

К Т 8 0 7 Б ............................................................................................3 0 -1 0 0
при Т = 358 К :

К Т 8 0 7 А ............................................................................................2 0 - 6 0
К Т 8 0 7 Б ............................................................................................4 5 -1 5 0

при Г =  233 К :
К Т 8 0 7 А .........................^ ..........................................................1 0 -3 0
К Т 8 0 7 Б ............................................................................................2 0 - 6 7

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 0,5 А,
/Б = 0,1 А  не б о л е е ................................................................................ 1 В

О братный ток коллектор-эмиттер при I/ = 100 В:
при Т = 233 —298 К не б о л е е ........................................... ...... 5 мА
при Т = 358 К не б о л е е .............................................................. 15 мА

О братный ток эмиттера при U^b = 4 В не более . . . .  15 мА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?БЭ <
< 10 О м или ЛБЭ = 1 кОм и UB3 = 0,5 В . . . . . 100 В

П остоянное напряжение эм и ттер -б аза ...........................................  4 В
П остоянный ток коллектора ..............................................................  0,5 А
И мпульсный ток ко л л екто р а .............................................................. 1,5 А
П остоянный ток базы  ..........................................................................  0,2 А
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т =  233 -  343 К .................................................................... 10 Вт
при Г  = 358 К ................................................................................ 8 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус.....................................8 К/Вт
Т ем п ература п е р е х о д а .......................................................................... 423 К
Т ем п ература окружающей с р е д ы ................................................. От 233 до

358 К
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У

~~й кэ­- 5 В '1 К-■-0,5 А
233 273 313 T,K

Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от темпе­

ратуры.

!она возможных положений за- 
(исимости статического коэффи­
циента передачи тока от тока 

коллектора.

Вона возможных положении за­
висимости напряжения насыще­
ния коллектор-эмиттер от тем ­

пературы.

h213
120

80

40

КТ807А,КТ8С17Б

у -
-----

\
\

\
0 к э -5 В

1,2

оз
- 0,8

«*>

0 ,4

0,2 0,4 1к, А

КТ807А, КТ8076

_____

h  =0,5, 
1В=0,1А

\

----------- ------ ----- ______

233 273 313 353Т,К

2Т808А, КТ808А
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п переключательные 

«кочастогн ы е мощные.
Предназначены для работы в клю чевых схемах, генераторах 

рочной развертки, электронных регуляторах напряжения.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами, 

бозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 22 г, накидного ланца 12 г.
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Электрические параметры

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при / = 6 А,
/Б = 0,6 А ...................................................................................................1 * — 2,5 В
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 1,4* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при U = 3 В, / = 6 А :

при Г  = 298 К ...............................................................................  1 0 -5 0
типовое зн ач ен и е ...............................................................................  20 *
при Г  = 398 К не м е н е е .......................................................  10
при Г =  213 К ...............................................................................  6 - 5 0

Отношение статического коэффициента передачи тока в 
схеме с общ им эмиттером при Т = 398 К к стати­
ческому коэффициенту при Г = 298 К не более . . . .  3 

Время рассасы вания при 1/кэ  = 15 В, /R = 6 А не более 2 мке 
М одуль коэффициента передачи тока при / =  3,5 МГц,

£/к э  = 1 0  В, /э  = 0,5 А не м е н е е ............................................ 2,4
Емкость коллекторного  перехода при С/к э  = 1 0  В,

/ =  1 М Гц не б о л е е .........................................................................  500 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при U = 200 В,

Л = 1 0  О м :
при Г =  298 К ............................................................................... 0,001* — 3 мА
типовое зн ач ен и е ............................................................................... 0, 1 * мА
при Т = 398 К , U = 160 В не б о л е е ............................... 20 мА
при Т = 213 К не б о л е е .............................................................  3 мА

Обратный ток эм иттера при ^ БЭ = 4 В ..................................... 0,01* —50мА
типовое з н а ч е н и е ................................................................................10* мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при R =
= 10 О м, Г  < 373 К .........................................................................  120 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при U = 2 В
или ЛБЭ = 10 О м , ти «  500 мке, Q > 6, Т < 373 к  . . . 250 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при V  = 213 -г 398 К 4 В
Постоянный то к  коллектора при Г  = 213 -г 398 К . . . 10 А
Ток базы  при Г  = 213 -г 398 К .......................................................  4 А
Постоянная р ассеи ваем ая мощность коллектора:

при Т = 213 -г-323  К с теп л о о тво до м ...............................  50 Вт
при 7^ = 213 -I- 323 К без теп л о о тво да ...............................  5 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус..................................... 2 К/Вт
Температура п е р е х о д а .........................................................................  423 К
Температура к о р п у с а ...............................................................................  398 К
Температура окружаю щ ей среды ....................................................... От 213 д(

Т = 398 I
К

П р и м е ч а н и я :  1. Постоянное и импульсное напряжение колле 
тор-эмиттер при Г  = 373 4  423 К снижается линейно на 10% чер 
каж ды е 10 К .
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Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах , сои зм е­
римых с неуправляемыми обратными токами во всем  диапазоне 
температур.

Д ля снижения контактного теплового сопротивления м еж ду  корпу­
сом и теплоотводом необходимо применять см азку  из невы сы хаю щ его 
масла или тонкую фольгу из м ягкого  металла.

2. Механические усилия на выводы транзисторов не до лж н ы
превыш ать 19,62 Н в осевом 
направлениях к  оси вы вода.

П айка выводов допускается 
корпуса транзистора.

шисимость максимально до- 
уетимой рассеиваемой мощно- 
ги коллектора от температуры  

корпуса.

и 3,43 Н в перпендикулярном 

а расстоянии не менее 6 м м  от

Входные характеристики .

81к,А

1исимость статического коэф-
■иента передачи тока от тока
1 коллектора.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем ­

пературы корпуса.
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока корпуса.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряжения 

коллектор-база.

1м,А

to'

10

10'

ч s п т
КТ801
41 ,

а ,

\

л
На постоянном

tпс к 1 >

режиме при Тф эиимкс, 
-Тт % 30МКС, Q. >7'-Ц
_ i . J J  l i l . J __L i l

1 2 Ч Б810

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

тока базы.

Область максимальных реж) 
мов.

2Т809А, КТ809А
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п переключательн 

низкочастотные мощ ные .1
Предназначены для работы в ключевых и импульсных схем 
Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с жесткими вы 

д ам и . Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 22 г.
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База, Зми.ттер

Электрические параметры
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /R = 2 А,

/Б = 0,4 А не б о л е е ...........................................................................
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 2 А,

/Б = 0,4 не б о л е е .......................................................................................
Гтатический коэффициент передачи тока в схем е  с общим

1,5 В 

2,3 В

эмиттером при Uк э 5 В, /к = 2 А :
при Г  = 298 К
при Г  = 398 К ...............................
при Г  = 213 К ...............................

1ремя включения при /к = 2 А, /Б
типовое значение ..........................................

ремя спада при /к  = 2 А, /Б = 0,5 А, х
типовое значение ..........................................

ремя рассасывания при /к = 2 А, /£

10  м ке

1 5 -1 0 0  
1 5 -1 3 0  
1 0 - 1 0 0

0,5 А , ти = 10 мке 0,2 —0,3 мке 
0,25 мке 

0,2 —0,3 мке 
0,25 мке

0,5 А , т_ = 10 мке 0,5 — 3 мке
типовое значение " “

[одуль коэффициента передачи тока при / = 3 ,5  М Гц,
UK3 = 5 В, /к = 0,5 А не м е н е е .............................................

братный ток коллектор-эмиттер при I/ = 400 В 
R = 10 Ом не более:

при Т = 298 К и Г =  213 К ............................................
при Т = 398 К , и кэ  = 300 В ............................................

эратный ток эмиттера при 1/БЭ = 4 В не более . .

Предельные эксплуатационные данные
>стоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т < 373 К.
КБЭ = 10 Ом "
«тоянное напряжение база-эмиттер при Т =  213 -г 398 К 
1СТОЯННЫЙ ток коллектора при Т = 213 -=- 398 К . 
шульсный ток коллектора при т < 400 м ке , Q > 10

= 213 ч- 398 К ........................ “
базы при Т = 213 -т- 398 К 

стоянная рассеиваемая мощность коллекто р а при
= 213 -г- 323 К ...............................

1 пература перехода . . . .
т ер а т у р а  к о р п ус а ........................
т ер а т у р а  окружающей среды

2 мке

3 мА 
10 мА 
50 мА

400 В
4 В 
3 А

5 А 
1,5 А

40 Вт 
423 К 
398 К 

От 213 К 
до Т = 398 К

К
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П р и м е ч а н и я :  1. Постоянное напряжение коллектор-эмиттер 
при Т = 373 ч- 423 К снижается линейно на 10%  через каждые 10 К.

2. М акси м ально  допустимая постоянная рассеиваемая мощность 
коллектора, Вт, при Т' > 323 К снижается в соответствии с формулой

р  = (Г  -  Г  )/R ,
К.макс '  п к "  Т.п-к’

где RT — тепловое сопротивление переход-корпус, определяемое 
из области м акси м альн ы х режимов.

В импульсных схемах допускаются перегрузки по мощности 
рассеивания до 300 В т в момент переключения, при этом длитель­
ность перегрузки до лж н а быть не более 0,5 мкс, частота перегрузки 
не более 5 кГц, тем п ература корпуса не более 363 К.

В импульсных схем ах допускается (УБэ  < 8 В, при этом должно 
бы ть: /Б < 1 A , Q > 2 , / >  30 кГц. '

Д опускается использование транзистора при /к <; 7 A, Q < 2. 
М гновенная мощ ность при переключении не должна превышать 
100 Вт в течение не более 5 мкс и Q > 10.

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, соизме­
римых с н еуп р авляем ы м  и обратными токами во всем диапазоне 
температур окруж аю щ ей среды.

3. М еханические усилия на выводы транзисторов не должны 
превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном 
направлениях к оси вы вода.

Пайка вы водов допускается на расстоянии не менее 6 м м  от 
корпуса транзистора.

h , A 
0,4

0,3

о,г 
0,1 

о
0,6 0,8 1 1,2 1,Чивэ,В

1
Т809А,К:~809/

1

1 К = 2А

\ __■

0 0,2 0,4 0,6 0,81б,А

0 0,1 0,2 0,3 0,41В,А

Входные характеристики.

Зависимость напряжения насг 
щения коллектор-эмиттер' с 

тока базы.

Зависимость напряжения нас 
щения база-эмиттер от то 

базы.



Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.
t>213

50 

45 

40 

35 

30 
0,5 1 1,5 2 2 ,51к,  А

2,4

г
I V  

i./
0,8 

0,4
213 253 293 333 373Тк,К

ависимость обратного тока 
оллектор-эмиттер от темпера­

туры корпуса.

Зависимость м о дул я  коэффици­
ента передачи то ка  от тока 

коллектора.

0,45 

0,4 

\о ,35
С*

^  0,3 

0,25 

0,2 
213 253 293 333  373 Тк,К 0 1 2 3  4 1 К,А

исимость обратного тока Зависимость времени рассасы - 
шсктор-эмиттер от темпера- вания от то ка  коллектора,

туры  корпуса.
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1 2  4 -6  1 0 1 3 ,3  100 UK 3 , B

Область максимальных режи­
мов.

КТ812А, КТ812Б, КТ812В
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п импульсные высо­

ковольтны е низкочастотные мощные.
Предназначены для работы в выходных каскадах строчной 

развертки  телевизоров.
Вы пускаю тся в металлостеклянном корпусе с жесткими выво 

дам и . Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 20 г.

Электрг-;гские параметры

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 8 А,
/Б = 2 А .................................................................................................. 1,3* —2,5*
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 1,6* В
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Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 8 А,
/б = 2 А ....................................................................................................1,7* —2,5 В
типовое значение .................................................................................  2* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером не менее:

К Т812А, КТ812Б при UKB = 2,5 В, /к  =  8 А  , . . . 4
КТ812В при 1/кб = 5 В, /к  = 5 А ......................................  10

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при 1/К Б = 20 В, /к  = 2А . . 3 *—16* М Г ц
типовое з н а ч е н и е .................................................................................11* М Г ц

Обратный ток коллектора при ЛБЭ = 1 0  О м 
КТ812А при f/кэ = 700 В, КТ812Б при С/к э  = 500 В,
КТ812В при С/кэ  = 300 В не б о л е е ............................................. 5 м А

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЯБЭ =
= 10 Ом, 7’к  = 228 ч- 358 К :

К Т 8 1 2 А ...................................................................................................  400 В
К Т 8 1 2 Б ...................................................................................................  300 В
К Т 8 1 2 В ...................................................................................................  200 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 
= 10 Ом, Хц С 1 мс и Q > 10 или т„ < 50 мкс и
Q > 2, Г  = 228 -т- 358 К :

К Т 8 1 2 А ...................................................................................................  700 В
К Т 8 1 2 Б ...................................................................................................  500 В
К Т 8 1 2 В ...................................................................................................  300 В

1остоянное напряжение база-эмиттер при Г , = 228 ч-
358 К .......................................................................................................... 7 В

1остоянный ток коллектора при Tz = 228 ч- 358 К . . . 8 А
1мпульсный ток коллектора при \  < 1 м с и Q > 10
или х„ < 50 мкс и Q > 2, Т% = 228 ч- 358 К  . . . . 12 А
[остоянный ток базы  при Тк = 228 ч- 358' К .........................  З А
[мпульсный ток базы  при хи < 1 м с  и Q > 10 или
т„ < 50 мкс и Q > 2, Тк = 228 ч- 358 К ......................................  4 А
остоянная рассеиваемая мощность коллектора при
Tt = 228 ч- 323 К .......................................................................................  50 Вт

емпература п е р е х о д а ........................................................................... 398 К
емпература окружающей с р е д ы ...................................................От 228 до
-------------------------------------------------------------------------------------------Г  -  358 К

К

П р и м е ч а н и е .  М аксимально до п усти м ая  постоянная рассеивае- 
\я мощ ность коллектора при Т% = 323 ч- 358 К  снижается линейно

0,5 Вт через 1 К.
При применении транзисторов в схем ах строчной развертки  

>пускается эксплуатация при предельных значениях напряж ения 
ллектор-эмиттер и тока коллектора, при этом  тем п ер атур а 
рпуса не должна превышать 373 К , а  рассеиваемая м ощ ность 
ллектора 50 Вт.
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0,5 1 1,5 2 2,5US3,B

Зависимость то ка  эмиттера от 
напряжения база-эмиттер .

Входная характеристика.

|ЛИ»|
10

8

6

4

2

КТ812А-КТ812В
ик )~гОВ, f= 1МГц

О 0,5 1 1,5 2 Ъ51КуА

2

h , 2

Ъ ,8

§ 0 ,4

УбЭ. нас

/ |  икэ нас

К1812А-КТ812В 
I L ...

8 1" ,А

Зависимость статического коэф 
фициента передачи тока от токг 

коллектора.

Зависимость модуля коэффи 
циента передачи тока от ток 

коллектора.

Зависимость напряжений н а а  
щения коллектор-эмиттер и б 
за-эмиттер от тока коллектор

КТ815А, КТ815Б, КТ815В, КТ815Г
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиалыю -планарные п-) 

универсальные низкочастотные мощные.
Предназначены д л я  работы в усилителях низкой частоты, oi 

рационных и дифференциальных усилителях, преобразователях, г 
пульсных схемах.
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Выпускаю тся в пластмассовом корпусе с гибкими вы в о д ам и . 
Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 1 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э  = 50 м А , ти = 300 мкс,
Q > 100 не менее:

К Т 8 1 5 А ..................................................................................................  25 В
‘ К Т 8 1 5 Б ..................................................................................................  40 В
i К Т 8 1 5 В ..................................................................................................  60 В

К Т 8 1 5 Г ..................................................................................................  80 В
Напряжение насыщ ения'коллектор-эмиттер при /к  = 0,5 А,

'  А не б о л е е ..........................................................................  0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /R = 0,5 А,

/Б = 0,05 А не б о л е е ..........................................................................  1,2 В
татический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при U —2 В, / = 0 ,15  А  не менее:

КТ815А, КТ815Б, К Т 8 1 5 В ........................................................  40
К Т 8 1 5 Г ..................................................................................................  30

раничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при 1/кэ = 5 В, /э  = 0,03 А
не менее ........................................................................................................  3 М Г ц

мкость коллекторного перехода при {/к э  = 5 В,
/ = 4 6 5  кГц не более 

атный ток ко.

Предельные эксплуатационные данные

остоянное напряжение коллектор-эмиттер при К <
< 100 Ом, Т = 233 -г- 373 К :

КТ815А . ' ............................................................................................. .......40 В
КТ815Б .................................................................................................. .......50 В
К Т В 1 5 В .................................................................................................. .......70 В

К Т 8 1 5 Г .................................................................................................. 100 В
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П остоянное напряжение база-эмиттер при Т =2 1 3  —
373 К .............................................................. .....  . . к. . . . 5 В

П остоянный ток коллектора при Т = 233 — 373 К . . . 1,5 А 
И мпульсный ток коллектора при т < 10  мс, Q > 100,

Г  = 2 3 3 -  373 К ................................" . ........................................  З А
Постоянный ток базы  при Т = 233 ч- 373 К ......................... 0,5 А
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

с теплоотводом при Тк = 233 — 298 К ............................... 10 Вт
без теплоотвода при Т = 233 — 298 К ......................... 1 Вт

Температура п е р е х о д а .......................................................................... 398 К
Температура окружаю щ ей с р е д ы .................................................От 233 до

Гк = 373 К

П р и м е ч а н и я :  1. М аксимально допустимая постоянная рассеи­
ваем ая  мощность коллектора без теплоотвода при Тк = 298 — 373 К 
снижается линейно на 0,01 Вт через 1 К.

2. Пайку вы водов разреш ается производить на расстоянии не 
менее 5 м м  от корпуса. Разреш ается производить пайку путем погру­
жения выводов не более чем на 2 с в расплавленный припой 
с температурой не выш е 523 К.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 м м  от 
корпуса транзистора с радиусом  закругления 1,5 — 2 м м , при этом 
должны приниматься меры , исключающие возможность передачи 
усилий на корпус. И згиб в плоскости выводов не допускается.

I I
КТ815А J I I

К Тв 15 Г (
Iг /г 10 \I

J
/

у
/

10 20 4060 100200 4001к>мА

Зависимость напряжения насы 
щения коллектор-эмиттер о' 

тока коллектора.

Зависимость статического коэф 
фициента передачи тока от то 

ка коллектора.

Зависимость максимально дс 
пустимой мощности рассеивани 
коллектора от температуры  ко[ 

пуса.

10

в
К

оа В

3 Ц * т

о

\ \\
ктьt15A- \IUV7HI

I I \
0,10,2 Оф 1 2 4 6 10 20 4060100 4001к,мА 233 273313 353 393 Т*,К
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КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г
Транзисторы кремниевые меза- 

эпитаксиально-планарные п-р-п уни­
версальные низкочастотные мощ­
ные.

Предназначены для примене­
ния в усилителях низкой частоты, 
операционных и дифференциаль­
ных усилителях, преобразователях 
и импульсных схемах.

Выпускаю тся в пластмассовом 
корпусе с гибкими вы водам и. Обоз­
начение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 
0,7 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /Э =Ю 0 мА , ти < 300 мке,
б  > 100 не менее:

К Т 8 1 7 А ....................................................................................... ....................25 В
К Т 8 1 7 Б ........................................................................................................... 45 В
К Т 8 1 7 В .................................................................................................... ....... 60 В
К Т 8 1 7 Г ........................................................................................................... 80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  = З А ,
/Б = 0,3 А не более . i ...........................................................................  1 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 3 А ,
/Б = 0,3 А не б о л е е .................................................................................  1,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схем е с  общим 
эмиттером при UKэ  = 2 В, /к  = 2 А не м ен ее :

КТ817А, КТ817Б, Т К 8 1 7 В ......................................................... 20
К Т 8 1 7 Г .......................................................................... ......  . . . 15

"раничная частота коэффициента передачи то ка  в схеме 
с общим эмиттером  при UK3 = 5 В, /к  =  0,05 А 
не м ен ее ..........................................................................................................3 М Гц

[мкость коллекторного перехода при (7КЭ = 5 В,
/ = 4 6 5  кГц не б о л е е ...........................................................................115 пФ

•братный ток коллектора при С/кб = 25 К Т 8 17 А ; при 
UKB = 45 В КТ817Б; при UKB = 60 В К Т 817В ; при 
С/КБ = 100 В К Т817Г не б о л е е ...................................................100 м кА
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лбэ = со

Тк = 213 н- 373 К :
К Т 8 1 7 А .................................................................................................... 25 В
К Т 8 1 7 Б ................................................................................. ...... 45 В
К Т 8 1 7 В ...................................................................................................  60 В
К Т 8 1 7 Г ...................................................................................................  80 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при R <
< 1 кО м, Т = 2 1 3 -  373 К:

КТ817А * .............................................................................................  40 В
К Т 8 1 7 Б ...................................................................................................  45 В
К Т 8 1 7 В ...................................................................................................  60 В
К Т 8 1 7 Г ...................................................................................................  100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при 7’к = 2 1 3 —3 73К 5 В
Постоянный ток коллектора при 7"к = 213 -=- 373 К . . . З А  
И мпульсный ток коллектора при ти < 20 мс, Q > 100,

Ту = 213 + 373 К ......................................................................................  6 А
Постоянный ток базы  при Гк = 213 -=- 373 К ......................... 1 А
Постоянная рассеиваем ая мощность коллектора:

с теплоотводом  при 7^ = 2 1 3 -г 298 К ...............................  25 Вт
без теплоотвода при Т = 213 -г- 298 К .....................................  1 Вт

Температура п е р е х о д а .......................................................................... 423 К
Температура окружаю щ ей с р е д ы ..................................................От 213 до

Гк = 398 К

П р и м е ч а н и е .  Пайку выводов разреш ается проводить на 
расстоянии не менее 5 м м  от корпуса.

И згиб вы водо в допускается на расстоянии не менее 5 м м  от 
корпуса тран зи стора с радиусом закругления 1,5 — 2 м м , при этом 
должны приниматься меры , исключающие возможность передачи уси­
лий на корпус. И згиб в плоскости выводов не допускается.

При м о н таж е транзисторов на теплоотвод крутящий момент npi 
нажатии не долж ен  превышать 70 Н • см.

Зависимость напряжения насы- Зависимость статического ком
щения коллектор-эмиттер от то- фициента передачи тока от то]

ка коллектора. эмиттера.
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'K3>L

Зависимость максимально до­
пустимой мощности рассеива­
ния коллектора от температуры 

корпуса.

О бласть максимальны х реж и­
мов.

КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, 
КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ

Вариант 1Транзисторы кремниевые меза- 
эпитаксиально-планарные п-р-п уни­
версальные низкочастотные мощ ­
ные. Предназначены для примене- 
иия в усилителях низкой частоты, 
эперационных и дифференциаль- 
ш х  усилителях, преобразователях
i  импульсных схемах.

Транзисторы КТ819А, КТ819Б, 
СГ819В, КТ819Г выпускаю тся в 
ш астмассовом корпусе с гибкими 
выводами (вариант 1), транзисторы 
СТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, 
СТ819ГМ — в металлостеклянном 
орпусе с жесткими 
ыводами (вари- 
нт 2). Обозиаче- 
ие типа приводит- 
j на корпусе.

М асса транзис-
>рв»-------К Т Ш А ,—
Т819Б, КТ819В,
Т819Г не более
5 г , транзисторов 
Г819АМ, ”
Г819БМ,
Г819ВМ,
Г819ГМ 

более 15 г.

10,65 °°-| 1,371 e*J 1

Вариант 2
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Электрические параметры
Граничное напряжение при /к  = 0,1 А, ти < 300 мке,

Q > 100 не более:
К Т819А, К Т 8 1 9 А М ..........................................................................  25 В
КТ819Б, К Т 8 1 9 Б М ..........................................................................  40 В
КТ819В, К Т 8 1 9 В М ..........................................................................  60 В
К Т819Г, К Т 8 1 9 Г М ..........................................................................  80 В

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 5 А,
/Б = 0,5 А не б о л е е .......................................................................... 2 В

Н апряжение насыщения база-эмиттер при /к = 5 А,
/Б = 0,5 А не б о л е е ..........................................................................  3 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером  при (УКб = 5 В, /к  = 5 А не менее:

КТ819А, КТ819В, К Т819АМ , К Т 8 1 9 В М ......................... 15
КТ819Б, КТ819Г, КТ819БМ , К Т 819Г М ............................... 12

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при £УКБ = 5 В, /э  = 0,5 А не
м е н ее .............................................................................................................. 3 М Гц

О братный ток коллектора при t/кв = 40 В не более . . .  1 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т% = 233 ч- 
373 К :
КТ819А, К Т 8 1 9 А М .......................................................................... 25 В
КТ819Б, К Т 8 1 9 Б М .......................................................................... 40 В
КТ819В, К Т 8 1 9 В М .......................................................................... 60 В
КТ819Г, К Т 8 1 9 Г М .......................................................................... 80 В

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ  <
«  100 Ом, Гк = 233 -г 373 К :

КТ819А, К Т 8 1 9 А М .......................................................................... 40 В
КТ819Б, К Т 8 1 9 Б М .......................................................................... 50 В
КТ819В, К Т 8 1 9 В М .......................................................................... 70 В
К Т 8 1 9 Г .................................................................................................... 100 В
К Т 8 1 9 Г М ............................................................................................  90 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Г , = 233 -г 373 К 5 В 
Постоянный ток коллектора при Г , = 233 373 К :

КТ819А, КТ819Б, КТ819В, К Т 8 1 9 Г ..................................... 10 А
К Т819АМ , К Т819БМ , КТ819ВМ , КТ819ГМ . . . .  15 А 

И мпульсный ток коллектора при т„ < 10 мс, Q > 100,
Г , =  233 + 373 К :

КТ819А, КТ819Б, КТ819В, К Т 8 1 9 Г ..................................... 15 А
КТ819АМ , К Т819БМ , КТ819ВМ , КТ819ГМ . . . .  20 А

Постоянный ток базы  при Тк = 233 373 К ......................... З А
И мпульсный ток базы  при т„ < 10 мс, Q > 100,

Тх = 233 -г 373 К ......................................................................................  5 А
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

с теплоотводом при Tt  < 298 К :
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, К Т 8 1 9 Г ..................................... 60 ВТ
КТ819АМ , КТ819БМ , КТ819ВМ , КТ819ГМ  . . . .  100 Вт
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КТ819А, КТ819Б, КТ819В, К Т 819Г .......................................1,5 Вт
КТ819АМ , КТ819БМ , КТ819ВМ, К Т819ГМ  . . . .  2 Вт

Температура п е р е х о д а ...........................................................................  398 К
Температура окружающей с р е д ы ...................................................От 233 до

‘ Г* = 373 К

П р и м е ч а н и я :  1. Постоянная рассеиваем ая мощность коллек­
тора без теплоотвода при Гг = 298 -f- 373 К сниж ается линейно на 
0,015 Вт через 1 К КТ819А, КТ819Б, КТ819В, К Т819Г и на 0,02 Вт 
через 1 К КТ819АМ , КТ819БМ, КТ819ВМ, К Т819ГМ .

2. Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не 
менее 5 м м  от корпуса.

При монтаже в схему транзисторов К Т819А , КТ819Б, КТ819В, 
КТ819Г допускается одноразовый изгиб вы водо в на расстоянии не 
менее 2,5 мм от корпуса под углом 90°, р ади усом  не менее 0,8 м м . 
При этом должны приниматься меры, исключаю щ ие возможность 
передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости вы водов не допуска­
ется.

без теплоотвода при Т < 298 К :

120

100

& 80

^60
5

с& 4 0

20

КТ819А — КТ819Г

С теплоотводом
6

О
\  Без теш  

\  бода
оот-

253 295 333 373 413 Т„,К

Зависимость максимально до- 
1устимой мощностй рассеива- 
1ия коллектора от температуры  

корпуса.
1------1------1------ г

КТ819А-КТ819Вt Б>А

253 293 233 373 413 Тк ,К

Зависимость максимально до ­
пустимой мощ ности рассеива­
ния ко ллектора от температуры  

корпуса.
“I г  |' и Г 

КТ819А-КТ819В

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8UE3>8 0,010,02 0,060,10,20,40,61 2 4 6 1Э,А  
Входная характеристика. Зависимость статического коэф­

фициента передачи тока от то ка  
эм иттера.
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0,01

I I III I I )
Т819А - к п 119Е

1—

■к/h 10 4

10 20 40 60100 400 103 2 4RB3ftM '  0,10,2 0,4 0,61 2 4 6 1К,А

Зависимость напряжения кол­
лектор-эмиттер от сопротивле­

ния б аза-эм и ттер .

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.

110

100
«О
S- 90

80

70

во

\
к: 819А -К Т 319В

213 253 293  333  373Тк,К

Зависимость времени выключе­
ния от тока коллектора.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от 

температуры  корпуса.

Зависимость граничного напря 
жения от температуры корпуса

КТ821А-1, КТ821Б-1, КТ821В-1
Т ранзисторы  кремниевые меза-эпитаксиально-планарные п-р-п уи* 

версальные низкочастотные мощные. '
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Предназначены для применения Коллектор
в усилителях низкой частоты, опе­
рационных и дифференциальных 
усилителях, преобразователях и 
импульсных схемах герметизиро­
ванной аппаратуры.

Бескорпусные, с гибкими вы­
водами, без кристаллодержателя, 
с защ итным покрытием. Каждый 
транзистор упаковывается в инди­
видуальную  тар у . Обозначение типа 
приводится на сопроводительной 
таре.

М асса транзистора не более 
0,02 г.

Электрические параметры
Граничное напряжение при /к = 50 м А , т„ < 300 мкс,

Q> 100 не менее:
К Т 8 2 1 А - 1 ..........................................
К Т 8 2 1 Б - 1 ..........................................
К Т 8 2 1 В - 1 ...........................................

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 0,5 А
/Б = 0,05 А не б о л е е .....................................................................

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 0,5 А
/Б = 0,05 А не б о л е е ........................

Статический коэффициент передачи то к а  в схеме с общим 
эмиттером при UKб = 2 В, /к  = 150 м А  не менее:

КТ821А-1, К Т 8 2 1 Б -1 ....................................................................
К Т 8 2 1 В - 1 .............................................................................................

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при 1/к э  = 5 В, /э  = 0,03 А не
м ен ее ...............................................................................................................

Емкость коллекторного перехода при t/K э  = 5  В,
/  = 465 кГц не б о л е е ..........................................................................

Эбратный ток коллектора при 1/КБ = 40  В не более . . .

Предельные эксплуатационные данные

Тостоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?Бэ  <
< 100 Ом, Г =  233 ч- 358 К :

КТ821А-1 ............................... , —
КТ821Б-1

40 В 
60 В 
80 В

0,6 В

1,2 В

40
30

3 М Г ц

40 пФ  
30 м к А

К Т 8 2 1 В - 1 ............................................................................................
1остоянное напряжение база-эмиттер при Т = 233 ч- 358 К 
[остоянный ток коллектора при Г  = 233 ч- 358 К . . . . 
мпульсный ток коллектора при ти < 10 мс, Q > 100,
Г =  233 ч- 358 К ......................................................................................

остоянный ток базы при Т = 233 ч- 358 К ...............................
остоянная рассеиваемая мощность коллектора в составе 
гибридной схемы при Т = 233 -=- 298 К ...............................

50 fr -
70 В 

100 В 
5 В 

0,5 А

1,5 А  
0,3 А

10 В т
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Температура перехода . . . .  
Температура окруж аю щ ей среды

398 К 
От 233 до 

358 К

П р и м е ч а н и я :  1. М аксимально допустимая постоянная рассеи­
ваем ая  мощ ность коллектора, Вт, в составе гибридной схемы при 
Т = 298 -г- 358 К определяется по формуле

Л с .« и  = (398-п / 2 0 .

2. Д опускается п айка выводов на расстоянии не менее 3 м м  от 
защ итного покрытия. .

КТ823А-1, КТ823Б-1, КТ823В-1
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные п-р-п уни­

версальные низкочастотные мощные.
Предназначены д л я  применения в усилителях низкой частоты, 

операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях 
и импульсных схемах.

Бескорпусные, с гибкими выво­
дами, без кристаллодержателя, с 
защитным покрытием. Каждый 
транзистор упаковывается в инди­
видуальную тару. Обозначение типа 
приводится на сопроводительной 
таре.

М асса транзистора не более 
0,02 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э = 100  мА , ти <, 300 мке,
Q > 100 не менее:

К Т 8 2 3 А - 1 ............................................................................................  45 В
К Т 8 2 3 Б - 1 ............................................................................................  60 В
К Т 8 2 3 В - 1 ............................................................................................. 80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 1 А,
/Б = 0,1 А не б о л е е .........................................................................  0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 1 А ,
/Б = 0,1 А не б о л е е .........................................................................  1,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при I/ =  2 В, / = 1 А не менее . . . .  25 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эм и ттером  при С/к э  = 5 В, /к  = 0,05 А
не м ен ее .........................................................................................................3 М Гц

Емкость коллекторного перехода при i /кэ = 5 В ,/  = 465 кГц
не б о л е е ...................................................................................................75 пФ

Обратный ток коллектора при £/„_ = 40 В не более 50 мкАKb
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
< 1 кОм, Т = 233 ч- 358 К :

К Т 8 2 3 А - ) ..............................................................................................  45 В
КТ823Б-1 ........................................... • ...............................................  60 В
К Т 8 2 3 В - 1 ..............................................................................................  100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т = 233 -=- 358 К 5 В
Постоянный ток коллектора при Т = 233 358 К  . . . . 2 А 
Импульсный ток коллектора при т„ < 20 м с, Q > 100,

Г  = 233 -г 358 К ........................................................................................ 4 А
Постоянный ток базы  при Т = 233 358 К ................................. 0,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора в составе

гибридной схемы  при Т = 233 -г 298 К .................................20 Вт
Температура окружаю щ ей с р е д ы ................................................... От 233 до

358 К

2Т824А, 2Т824АМ, 2Т824Б, 2Т824БМ
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п импульсные низ­

кочастотные мощ ные высоковольтные.
Выпускаю тся в металлокерамическом корпусе с жесткими выво­

дами (2Т824А, 2Т824Б — вариант 1) и в металлостеклянном 
корпусе с жесткими выводами (2Т824АМ , 2Т824БМ  — вариант 2). 
Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 20 г.
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Электрические параметры
М одуль коэффициента передачи тока при [/КБ = 10 В,

/к = 0,2 А , / =  1 М Гц не м е н е е ............................................ 3,5
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  6 *

Время спада при 1/кЭ = 100  В, /к  = 5 А , /Б = 2,5 А не
б о л е е ................................................................................................................ 1,8 мке

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эм и ттер о м :

при Г  = 293 К , UK3 = 2,5 В, /к  = 8 А не менее 5
типовое зн ач ен и е ................................................................................  15 *
при Г  = 2 1 3  К , UK3 = 2,5 В, /к  = 8 А не менее 3 
при Т — 398 К , и кэ  = 2,5 В, /к  = 5 А не менее 4 

Граничное напряжение при /к = 100 м А , тя < 200 мке
не м е н ее .......................................................................................................... 350 В

Н апряжение насыщ ения коллектор-эмиттер:
при /к  =  8 А , /Б = 1,6 А не б о л е е .....................................  2,5 В

типовое зн ач ен и е ................................................................................1,1 * В
при /к  = 17 А , /Е = 5 А типовое зн ачен и е .........................1,9 * В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к = 8 А,
/Б = 1,6 А  не б о л е е .......................................................................... 2,5 В
типовое зн ачен ие...................................................................................... 1 ,8* В

Обратный ток коллектора не более: 
при Г  = 298 К :

при UKB = 700 В 2Т824А, 2 Т 8 2 4 А М ...............................  5 мА
при UKB =  500 В 2Т824Б, 2 Т 8 2 4 Б М ......................... 5 мА

при Т =  213 К :
при и КБ =  500 В 2Т824А, 2 Т 8 2 4 А М ...............................10 мА

при UKB = 400 В 2Т824Б, 2 Т 8 2 4 Б М ...............................  10 мА
при Т =  398 К :

при UKE =  400 В 2Т824А, 2Т 824А М ..................................... 10 мА
при ЦКБ =  300 В 2Т824Б, 2 Т 8 2 4 Б М ............................... 10 мА

Обратный то к  эмиттера при иЗБ = 6 В не более 50 мА 
Емкость коллекторного  перехода при (7«Б = 100 В,

/ =  1 М Г ц  не б о л е е .......................................................................... 250 пФ
Емкость эм иттерного  перехода при {/ЭБ = 0, / =  1 МГц

не б о л е е .......................................................................................................... 8000 пФ

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
Лэб < Ю О м , t„р > 3 мке, Г , =213 -г 373 К :

2Т824А , 2 Т 8 2 4 А М .........................................................................  400 В
2Т824Б, 2 Т 8 2 4 Б М ...........................................•............................. 350 В

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при 
ЛЭб = Ю О м, Тк = 233 -г- 358 К : 

при ти < 20 м ке, Тф > 3 мке, Q > 3:
2Т824А , 2Т 824А М .........................................................................  700 В
2Т824Б, 2Т 824 Б М .........................................................................  500 В

При ти < 500 мке, Тф > 0,5 мке, Q > 2 ...............................  400 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база при 7"к = 213 398 К  7 В 
Постоянный ток коллектора при Тк = 213 398 К  10 А 
Импульсный ток коллектора при ти < 20 м кс,

7^ = 213 -г 398 К :
при Q > 1 0 .............................................................................................  17 А
при Q>  2 . ................................................................................. ......  12 А

Постоянный ток базы  при Тк = 213 398 К ..........................  4 А
Импульсный ток базы  при ти < 20 мкс, Тк — 213 -г 398 К :

при Q > 1 0 .............................................................................................. 7 А
при Q > 2 .............................................................................................  5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
Гк = 213 -г 323 К .......................................................................................  50 Вт

Температура окружающей с р е д ы ........................................................ От 213 до
Г , = 398 К

П р и м е ч а н и е .  М аксимально допустимая постоянная рассеивае­
мая мощность коллектора, Вт, при Гк 5* 323 К определяется по 
формуле

/ >к . м а Кс  = (423 -  Гк)/2,

Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор- 
эмиттер (при Тф > 3 мкс) при понижении тем пературы  корпуса от 
233 до 213 К и повышении температуры корпуса о т  358 до 373 К 
снижается линейно до 500 В 2Т824А, 2Т824АМ и до 400 В 2Т824Б, 
2Т824БМ ; при повышении температуры  корпуса от 373 до  398 К это 
напряжение снижается линейно до 400 В 2Т824А, 2Т824А М  и до 
300 В 2Т824Б, 2Т824БМ. М аксимально допустимое импульсное напря­
жение коллектор-эмиттер (при Тф > 0,5 мкс) при понижении тем п ера­
туры  корпуса от 233 до 213 К и при повышении тем п ературы  
корпуса от 358 до 373 К снижается линейно до 350 В ; при по­
вышении температуры корпуса от 373 до 398 К это напряжение 
снижается линейно до 300 В. М аксимально допустим ое постоянное 
напряжение коллектор-эмиттер при повышении тем п ературы  корпуса 
от 373 до 398 К снижается линейно до 300 В. При подаче на 
закрытый транзистор импульса напряжения с £/к э  > t/кэо.гр ам п л и ту­
да тока при переходном процессе не должна превыш ать 0,4 В / Л э б - 
Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 1,5 м м  о т  кор­
пуса.

КТ826А, КТ826С, ICT826B

Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п переключав сль- 
1ые высоковольтные низкочастотные мощные.

Предназначены для работы  в схемах преобразователей посто ­
йного напряжения, высоковольтных стабилизаторах, клю чевых схем ах .

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с ж есткими вы во - 
'ами. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 17 г.
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Электрические параметры

Граничное напряжение при /к = 100 м А , ти = 160 мке,
Q > 10 не менее:

К Т826А , К Т 826В ................................................................................ 500 В
К Т826Б ..................................................................................................  600 В

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 0,5 А,
/Б = 0,2 не б о л ее .................................................................... 2,5 В

Н апряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 0,5 А,
/Б = 0 ,2  А  не б о л е е .......................................................................... 2 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щ им эм и ттером  при 1/к э  = 1 0  В, /к  = 0,1 А :

при Г  = 298 К ................................................................................1 0 -1 2 0
при Г  = 398 К ................................................................................5 - 3 0 0
при Г  = 2 1 3  К ...............................- .........................................5 - 1 2 0

Время сп ада при С/к э  = 500 В, /к = 0,5 А , /Б = 0,2 А,
ЛБЭ = Ю  Ом не более: ,

К Т 8 2 6 А .................................................................................................. 1,5 мке
К Т 8 2 6 Б ..................................................................................................0,7 мке

М одуль коэффициента передачи тока в схеме с общим 
эмиттером  при / =  1 МГц, £/Кэ  = 1 5  В, /к = 0,1 А
не менее ..................................................................................................  6

Е мкость коллекторного перехода* при С/кб = 100 В,
/ =  1 М Г ц  не б о л е е ...................................................................  25 пФ
типовое значение......................................................................................20 пФ

Е мкость эмиттерного перехода * при С/БЭ = 5 В, / =
= 1 М Г ц  не б о л е е .........................................................................  250 пФ
типовое з н а ч е н и е ...............................................................................  200 пФ

О братный ток коллектор-эмиттер при Йбэ = Ю Ом 
не более:

при Т  = 298 К , UK3 = 700 В .......................................................  2 мА
при Т =  398 К, UK3 =  300 В .......................................................  5 мА
при Г  = 2 1 3  К , С/КЭ = 500 В .................................................  4 мА

О братный ток эмиттера при С/Бэ  = 5 В не более 3 мА
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЛБЭ < 10 Ом, Тк = 213 4- 348 К ...................................................  700 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при 
ЛБЭ < Ю Ом, т„ < 20 мс, Q > 50: 

при Хф > 0,2 (скорость нарастания переднего фронта
не более 3,5 В/нс), Г* = 2 1 3 -  348 К ................................. 700 В
при Тф > 1,5 мкс (скорость нарастания переднего 
фронта не более 0,66 В/нс), Тк — 298 К КТ826Б 1000 В 

Постоянный и импульсный токи ко ллектора при
Гк = 213 -  398 К ........................................................................................ 1 А

Постоянный и импульсный токи базы при Тк — 213 — 398 К 0,75 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллекто р а при

Г , = 213 — 323 К ........................................................................................ 15 Вт
Температура п е р е х о д а ...........................................................................  423 К
Температура к о р п у с а .................................................................................  398 К

■ Температура окружаю щ ей с р е д ы ...................................................От 213 до
Тк = 398 К

П р и м е ч а н и я :  1. М аксимально до п усти м ая  постоянная рас­
сеиваемая мощ ность, Вт, при Тк = 323 — 398 К  рассчитывается по 
формуле

Лсмакс = (423 -  Г,)/6,6.

2. Пайка вы водов допускается на расстоянии не менее 5 м м  
от основания корпуса.
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I  400

1  300 
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Зависимость максимально до- 
1уст имого постоянного—и им- 
гульсного напряжений коллек- 
ор-эмиттер от температуры 

корпуса.

Входные характеристики.

|ависимость максимально до­
пустимой мощности рассеива- 
и я  коллектора от температу­

ры корпуса.
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Зависимость статического  коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.
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Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка базы.

Q.

0,6 0,7 0,8 0,9 1ивэ,В О 0,1 0,2 0,3 0,41К, А

Зависимость то к а  коллектора от 
напряжения база-эмиттер.

Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора.

20 40 60 80UK5,B

Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения

коллектор-база.
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Зависимость максимально до­
пустимого напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

Зависимость напряжения н ас ы ­
щения коллектор-эмиттер от 

к̂/^Б-
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Область максимальных реж и­
мов.

КТ827А, КТ827Б, КТ827В
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные п -р -п  со- 

гавные универсальные низкочастотные мощные.
Предназначены для работы в усилителях кизкой частоты, им- 

/льсных усилителях мощности, стабилизаторах тока и напряжения, 
>вторителях, переключателях, в электронных системах управления, 
схемах автоматики и защиты.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими вы во - 
ми. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.
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Электрические параметры

Граничное напряжение при /к = ЮО мА, 
т„ < 300 мке, Q > 100: .

К Т 827А ......................................................................................  1 0 0 -1 4 0 *  В
типовое зн а ч е н и е .............................................................. 110* В
К Т 827Б ...................................................................................... 8 0 -1 0 0 *  В
типовое з н а ч е н и е .............................................................  90* В
К Т 827В ......................................................................................  6 0 - 8 0 *  В
типовое зн а ч е н и е .............................................................  70* В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:
при /к = Ю А, /Б = 40 м А ..................................... 1 *~ 2  В

типовое з н а ч е н и е .............................................................. 1,45* В
при/к = 20 А ,/ Б = 200 м А ..................................... 1 ,8* —3* В

типовое з н а ч е н и е .............................................................  2 ,4*  В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 20 А,

/Б = 200 мА .......................................................................... 2 , 6 * - 4  В
типовое зн ач ен и е .................................................................... 3 * В

Статический коэффициент передачи тока в схеме
с общим эмиттером при э  = 3 В, /к = 10 А : .

при Г  = 298 К .................................................................... 7 5 0 -1 8 0 0 0
типовое зн а ч е н и е .............................................................  6000 *
при Г  = 398 К ..............................................................- 7 5 0 -1 8 0 0 0
при Г  = 213 К .................................................................... 1 0 0 -3 5 0 0 *
типовое зн а ч е н и е .............................................................  750*

Статический коэффициент передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при UKэ  = 3  В, /к = 20 А не
м е н е е ............................................................................................  100

Время включения при /к = 10 А, /Б = 40 мА 0,3 * —1* мке
типовое зн ач ен и е ....................................................................  0,5 * мке

Время выключения при /к = 10 А, /Б = 40 мА 3 *  —6 *  мке
типовое зн ач ен и е ...................................................................  4 *  мке

Время рассасывания при /к = 10 А, /Б = 40 мА 2 * —4, 5* мке
типовое зн ач ен и е ...................................................................  3*  мке

М одуль коэффициента передачи тока при икэ  = 3 В,
/к = 10 А, / =  10 М Г ц  не м е н е е ..............................  0,4
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Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 10 В 2 0 0 * —400* пФ
типовое зн ач е н и е .....................................................................  260 * пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/Бэ  = 5 В 160* —350* пФ
типовое з н а ч е н и е .....................................................................  180* пФ

Входное напряжение база-эмиттер при /к = 10 А,
1/Кэ  = 3 В .................................................................................  1,6* —2,8* В
типовое зн ач е н и е .....................................................................  2 *  R

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 1 кОм 
не более:

при Г = 2 9 8  и Г  = 213 К ............................................  3 мА
при Т = 398 К ....................................................................  5 мА

Обратный ток эмиттера при и БЭ= 5 В не более 2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 
= 1 кОм и постоянное напряжение коллектор-база
при Г* = 213 + 398 К :

К Т 8 2 7 А .................................................................................................... .......100 В
К Т 8 2 7 Б .................................................................................................... .......80 В
К Т 8 2 7 В ...........................................................................................................60 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при 
Хф = 0,2 м к е :

К Т 8 2 7 А .................................................................................................... .......100 В
КТ827Б . .....................................................................................................80 В
К Т 8 2 7 В .................................................................................................... .......60 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при 7^ = 213+- 398 К 5 В
Постоянный ток коллектора при Тк =  213 + 398 К  20 А
Постоянный ток базы  при Г , = 213 398 К ..........................0,5 А
Импульсный ток коллектора при Т% = 213 -н 398 К 40 А
Импульсный ток базы  при Тх = 213 398 К ................................ 0,8 А
Постоянная рассеиваемая мощность ко л л екто р а при

Гк = 213 -г  298 К ....................................................................................... 125 Вт
Тепловое сопротивление при [/«э = Ю В, /« = 12,5 А  . . . 1,4 К/Вт
Температура п е р е х о д а ...........................................................................  473 К
Температура окружающей с р е д ы ...................................................От 213 до

Г , = 398 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально до п усти м ая постоянная рас­
пиваемая мощ ность коллектора, Вт, при Тк — 298 + 398 К опреде- 
[яется по формуле

Р к  макс =  (^ п  — T ^ / R t  п -к,

де Rj- — тепловое сопротивление переход-корпус, определяется
з области максимальны х режимов.

2. Пайка вы водов допускается на расстоянии не менее 5 м м  
т корпуса транзистора. .
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щений коллектор-эмиттер и ба 
за-эмиттер  от тока коллекторе
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Область м аксим альн ы х режи­
мов.

КТ828А, КТ828Б
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п импульсны е вы ­

соковольтные низкочастотные мощные.
Предназначены для работы  в схемах источников питания, вы- 

;оковольтных ключевых схемах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с  ж есткими  вы во ­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 20 г.

Электрические параметры

'аничное напряжение при /к = 0,1, т* = 300 мке,
2  > 50 не менее:

КТ828А ..................................................................................................  700 В
К Т 8 2 8 Б ................................................................................................... 600 В
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Н апряж ение насыщения коллектор-эмиттер при /к  = 4,5 А,
/Б = 2 А :

при Г  = 298 К ................................................................................ 0 ,5*  —3 В
типовое значение................................................................................  1 * В
при Г  = 213 К и Т — 398 К не б о л е е .....................................  5 В

Н апряж ение насыщения база-эмиттер при /к  = 4,5 А,
/б = 2 А .................................................................................................. 0 ,9 5 * - 3  В
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 1 * В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эм и ттеро м  при (/«э = 5 В, /к = 4,5 А не менее 2,25
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 4 *

М о дул ь  коэффициента передачи тока при / =  1 МГц,
С/к э  = 20 В, /к  = 100 м А  не м е н е е ...........................................  4
типовое з н а ч е н и е ................................................................................  7 *

В рем я включения при {/кэ = 500 В, /к = 4,5 А, /Б =
= 1,8 А  не б о л е е ................................................................................0,55 мкс
типовое з н а ч е н и е ................................................................................0 ,4 *  мкс

Время рассасывания при UKэ  = 500 В, /к  = 4,5 А, /Б = 1,8 А
не б о л е е ........................................................................................................  10 мкс
типовое з н а ч е н и е .............................................................. 5 * мкс

В рем я спада при (/к э  = 500 В, /к  = 4,5 А, /в = 1 ,8  А
не б о л е е ........................................................................................................ 1,2 мкс
типовое з н а ч е н и е ................................................................................1 * мкс

О братны й ток коллектора при {/КБ = 1400 В КТ828А;
UKE =  1200 В КТ828Б, Г  = 298 К  не б о л ее ............................... 5 мА

О братны й ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 10 Ом,
С/к э  =  500 В КТ828А ; £/кэ = 400 В КТ828Б не более:

при Г =  213 К .  . . .............................................................. 5 мА
при Т  = 398 К ................................................................................ 10 мА

О братны й ток эмиттера при (УБЭ = 5 В не более.........................10 мА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
Л ю  = 10 Ом, Гк = 213 -  353 К :

К Т 8 2 8 А .................................................................................................. 800 В
К Т 8 2 8 Б .................................................................................................. 600 В

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при 
Я БЭ = 10 Ом, Гг = 233 -f 358 К , ти < 40 мкс, Q > 10,
Тф > 3 м кс :

К Т 8 2 8 А ..................................................................................................  1400 В
К Т 8 2 8 Б ..................................................................................................  1200 В

П остоянное напряжение база-эмиттер при Tt  = 213 -  398 К 5 В 
П остоянный ток коллектора при Г , = 213 — 398 К 5 А 
И мпульсны й ток коллектора при тн < 10 мс, Q > 2,

Гк = 213 + 3 9 8 К ...................................................................................... 7,5 А
П остоянная рассеиваемая мощ ность коллектора при

Тх =  213 -г 323 К ................................................................................ 50 Вт
Т ем п ература п е р е х о д а .........................................................................  423 К
Т ем пература окружающей с р е д ы .........................От 213 до Тк = 398
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П р и м е ч а н и е .  Постоянное напряжение коллектор-эм иттер  
КТ828А при Т% = 358 ч- 398 К сниж ается линейно до 500 В и 
КТ828Б до 400 В.

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер  КТ828А при изменении 
Тк от 233 до 213 К и увеличение Тх от 358 до 398 К сн и ­
жается линейно до 1000 В, КТ828Б до  800 В.

Скорость изменения напряжения на коллекторе (dUv^jdt) К Т 828А  
при Тх = 233 ч- 358 К не более 0,46 В/нс, КТ828Б не более 0,4 В/нс; 
при 7^ = 213—398 К КТ828А не более 0,33 В/нс, КТ828Б не б о л ее  
0,26 В/нс.

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер  при Тф > 0,3 м к е , 
Q > 2, ти < 40 мке (dUK3/dt < 2,3 В/нс и 2 В/нс КТ828А и К Т 828Б  
соответственно) снижается линейно до  700 В КТ828А и до 600 В 
КТ828Б при Тк < 358 К. При Г, =  358 398 К это напряж ение 
снижается линейно до 500 В К Т828А  и до 400 В К Т 828Б  
(dUK3/dt < 1,65 В/нс КТ828А и dUK3/dt х < 1,33 В/нс КТ828Б).

Д ля улучшения теплового ко н такта  рекомендуется см ач и в ать  
нижнее основание транзистора полиметилсилоксановой ж идкостью  
ПМ С-100 ГОСТ 13032-77.

За температуру корпуса принимается температура любой точки  
опорной плоскости основания транзистора в пределах окруж ности  
диаметром  20 мм.
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Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.
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КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г
Транзисторы кремниевые меза- 

планарные п-р-п составные уни­
версальные низкочастотные мощ­
ные.

Предназначены для работы в 
усилителях низкой частоты , ключе­
вых схемах.

Выпускаются в пластмассовом 
корпусе с жесткими выводами. 
Обозначение типа приводится на 
корпусе.

М асса транзистора не более 2 г.

10,4

база

U 54

И
0 3 ,п

1Л г <5 
коллектор 
0,85
Эмиттер 

1,54

Электрические параметры

Граничное напряжение при /к = 100 м А  не менее:
К Т 8 2 9 А .................................................................................................... 100 В
К Т 8 2 9 Б .................................................................................................... 80 В
К Т 8 2 9 В ............................... .................................................................... 60 В
К Т 8 2 9 Г .................................................................................................... 45 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 3,5 А,
/Б = 14 мА не б о л е е ........................................................................... 2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  =  3,5 А,
/Б — 14 мА не б о л е е ........................................................................... 2,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общ им
эмиттером при {/к э  = 3 В, /к = 3 А не м енее:

при 7 , - 2 9 8  К и Т -  358 К ................................................... 750
при Тк — 233 К ................................................................................. 100

Модуль коэффициента передачи тока при / = 1 0  М Гц,
UK3 = 3 В, /к  = 3 А не м е н е е .................................................. 0,4-

)братный ток коллектор-эмиттер при t/K3 = J/кэ. макс.
ЛБЭ = 1 кОм не более:

при Г , -  298 К  и Т -  233 К ................................................... 1,5 мА
при Тх = 358 К ................................................................................. 3 мА

братный ток эмиттера при С/БЭ = 5 В не более 2 мА

Предельные эксплуатационные данные

остоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?БЭ <
< 1 кОм, постоянное напряжение коллектор -база
при Тк = 233 -  358 К :

К Т 8 2 9 А .................................................................................................... 100 В
К Т 8 2 9 Б ............................................................................................. ...... 80 В
К Т 8 2 9 В .................................................................................................... 60 В
К Т 8 2 9 Г .................................................................................................... 45 В
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П остоянное напряжение база-эмиттер при Тк = 233 — 358 К 5 В
Постоянный ток коллектора при Тк = 233 — 358 К 8 А 
И мпульсный ток коллектора при х„ < 500 мке, Q > 10,

Т% — 233 358 К ......................................................................................  12 А
П остоянный то к  б азы  при Г, = 233 — 358 К ...............................  0,2 А
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Т% = 298 К ............................................................................................  60 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус..................................... 2,08 К/Вт
Т ем п ература п е р е х о д а .......................................................................... 423 К
Т ем пература к о р п у с а ................................................................................ 358 К
Т ем п ература окружаю щ ей с р е д ы ..................................................От 233 до

Гк = 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. М аксимально допустим ая постоянная рас­
сеиваемая мощ ность коллектора, Вт, при Г , = 298 -  358 К рассчи­
ты вается по формуле

/>К .м акс = (423 - Г к)/2,08.

2. П ай ка вы водов допускается на расстоянии не менее 5 м м  
от корпуса транзистора, при этом температура корпуса не должна пре­
вы ш ать 358 К .

Д ля улучш ения теплового контакта рекомендуется см ачивап  
нижнее основание транзистора полиметилсилоксановой ж идкостьк 
П М С-100 ГО С Т 13032-77.

Т ем п ература корпуса транзистора измеряется на поверхноетт 
основания корпуса со стороны держ ателя.
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Входные характеристики.

Зависимость статического коэ 
фициента передачи тока от т 

ка коллектора.

Зависимость напряжения нас 
щения коллектор-эмиттер 

tydh-



Зависимость максимально до­
пустимого напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

Зависимость максимально до­
пустимой мощности рассеива­
ния коллектора от температу­

ры корпуса.

Область максимальных режи­
мов.

р-п-р

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные низко-

|астотные мощные.
Предназначены для. применения в схемах переклю чения, вы- 

>дных каскадах усилителей низкой частоты , преобразователях по- 
гоянного напряжения.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с жесткими вы в о д ам и , 
бозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 14 г .
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Z3

Электрические параметры

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  = 2 А,
/Б = 0,3 А П4БЭ, П4ВЭ, П 4ГЭ , П4ДЭ не более 0,5 В 

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эмиттером при С/к э  = 10 В, /к = 2 А :
П4АЭ не м е н е е ................................................................................  5
П 4 Б Э ......................................................................................................... 1 5 -4 0
П4ВЭ не м е н е е ................................................................................  10
П 4 Г Э ......................................................................................................... 1 5 -3 0
П 4ДЭ не м е н е е ................................................................................  30

Коэффициент усиления по мощности при Рвых = 10 Вт,
С/Кб — 26 В, Л„ = 25 О м, / =  1 кГц не менее:

П 4 А Э ......................................................................................................... 20 дБ
П 4 Б Э ......................................................................................................... 23 дБ
П 4 Г Э ......................................................................................................... 27 дБ
П 4 Д Э ........................................................................................................  30 дБ

Коэффициент нелинейных искажений при Рвых = 10 Вт,
С/Кб = 26 В, Л„ = 25 О м, / =  1 кГц не более:

П 4АЭ, П 4 Б Э ......................................................................................  15%
П4ГЭ, П 4 Д Э ......................................................................................  10%

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме
с общей базой не м е н е е ..............................................................150 кГц

О братный ток коллектора при (/«б = 1 0  В не более:
П 4 А Э ........................................................................................................  500 мкА
П4БЭ, П4ВЭ, П 4ГЭ , П 4 Д Э ............................... .....  400 мкА

О братный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 15 О м:
при и кэ  = 60 В П4БЭ не б о л е е ...........................................20 мкА

при UK3 = 50 В :
П4ГЭ , П4ДЭ не б о л е е ....................................................... 20 мкА
П4АЭ не б о л ее ................................................................................50 мкА

при и кэ  = 35 В П4ВЭ не б о л е е .....................................20 мкА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-база:
П 4А Э, П4ГЭ, П 4 Д Э ...................................................................  60 В
П 4 Б Э ......................................................................................................... 70 В
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П 4 В Э .........................................................................................................  40 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 

^БЭ ^ 1 5  О м !
П4АЭ, П4ГЭ, П 4 'Д Э ....................................................................  50 В
П 4 Б Э ........................................................................................................  60 В
П 4 В Э ........................................................................................................  35 В

Постоянный ток к о л л е к т о р а ........................................................  5 А
Постоянный ток б а з ы ..........................................................................  1,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность: 

с теплоотводом: 
при Г , «  313 К :

П 4 А Э ............................................................................................  20 В т
П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П 4 Д Э ............................................ 25 В т

при Тк = 323 К :
П 4 А Э ............................................................................................  15 В т
П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П 4 Д Э ............................................ 20 В т

при Тк = 343 К :
П 4 А Э ............................................................................................  7,5 В т
П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П 4 Д Э ............................................ 10 В т

без теплоотвода: 
при Т < 298 К :

П 4 А Э ............................................................................................  2 В т
П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П 4 Д Э ............................................ 3 В т

Температура п е р е х о д а ..........................................................................  363 К
Тепловое сопротивление переход-корпус:

П 4 А Э ........................................................................................................ 2,67 К/Вт
П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П 4 Д Э ........................................................2 К/Вт

Температура ко р п уса ................................................................................ От 213 до
343 К

Входные характеристики. Зависимость относительного
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока коллектора.
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Зависимость максимально  до­
пустимой мощности рассеива­
ния коллектора от температу­

ры корпуса.

Зависимость относительного 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер ©т 

сопротивления база-эмиттер.

П201Э, П201АЭ, П202Э, П203Э
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные низко 

частотные мощные.
Предназначены дл я  применения в схемах переключения, выход 

ных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях постоянно 
го напряжения.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с жесткими вывс 
дам и . Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 12 г.

Электрические параметры

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при/к = 2 А,
/в = 0,3 А П201АЭ, П202Э, П203Э не более 2,5 В 

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об-
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щим эмиттером при {/к э  = Ю В, /к  =  0,2 А , 
не менее:
П201Э, П 2 0 2 Э ...........................................................................  20
П 201А Э .......................................................................... 40

Статическая крутизна прямой передачи при UK3 = 28 В 
П203Э:

при Г  = 298  К ...........................................................................1 ,2 - 1 ,8  А/В
при Т = 213 К ...........................................................................0 ,8 - 1 ,4  А/В

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе­
ме с общей базой при С/КБ = 10 В, /к  = 0,2 А 
не менее:

П201Э, П202Э . .........................................................................  100 кГц
П201АЭ, П 2 0 3 Э ........................................................................... 200 кГц

Обратный ток коллектора не более: 
при Т=  298 К : 

при UKB = 20 В П201Э, П201АЭ и 1/КБ = 30 В
П202Э, П 2 0 3 Э ............................... ................................................. 0,4 м А

при Т = 343 К : 
при С/КБ = 20 В П201Э, П201АЭ и 1/КБ = 30 В
П202Э, П 2 0 3 Э .................................................................................  2 м А

Обратный ток эмиттера при £/эб = 10 В не более:
при Т = 298 К ................................................................................. 0,4 м А
при Т = 343 К ........................................................................................2,5 м А

1 Предельные эксплуатационные данные
|Постоянное напряжение коллектор-база: 

при Т — 293 К :
П201Э, П 2 0 1 А Э ...........................................................................  45 В
П202Э, П 2 0 3 Э .................................................................................  70 В

при Т = 323 К :
П201Э, П 2 0 1 А Э ...........................................................................  30 В
П202Э, П 2 0 3 Э .................................................................................  55 В

(Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?Бэ  <
< 50 О м:

при Т < 293 К :
П201Э, П 2 0 1 А Э ...........................................................................  30 В
П202Э, П 2 0 3 Э .................................................................................  50 В

при Т = 323 К :
П201Э, П 2 0 1 А Э ..............................................................  22 В
П202Э, П 2 0 3 Э .................................................................................  30 В

Тостоянное напряжение коллектор-эьмттер_при Р к  < __________________

< 10 Вт, Т < 323 К :
П201Э, П 2 0 1 А Э .................................................................... ......  . Ю В
П202Э, П 203Э ........................................................................................ 15 В

1остоянный ток коллектора:
П201Э, П 2 0 1 А Э .................................................................................  1,5 А
П202Э, П 2 0 3 Э ......................................................................................  2 А

1мпульсный ток коллектора:
П 2 0 1 А Э ....................................................................................................  2 А
П202Э, П 203Э ........................................................................................ 2,5 А
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П остоянная рассеиваемая мощность: 
с теп лоотводом :

при Ts < 323 К ............................................................. - . . 10 Вт
при Тк = 343 К ..........................................................................4,3 Вт

без теп лоотвода:
при Т < 298 К ................................................................................ 1 Вт

И мпульсная рассеиваемая мощность при ти < 5 с, Q > 3,
Гк «  343 К ..................................................................................................  10 Вт

П ереклю чаемая мощность постоянного т о к а ...............................30 Вт
Т ем пература п е р е х о д а .......................................................................... 358 К
Общее тепловое сопротивление переход-корпус . . . .  3,5 К/Вт
Т ем п ература корпуса ..........................................................................От 213

до 343 К
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Зависимость относительного 
статического  коэффициента пе­
редачи то ка  от тока коллектора.
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Зависимость относительной 
статического коэффициента пе 

редачи тока от частоты.

В ходны е характеристики. Зависимость максимально д<
пустимого напряжения колле 
тор-эмиттер от сопротивлеш 

база-эмиттер.
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П210А, П210Ш
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные низко­

частотные мощные.
Предназначены для применения в схем ах  переключения, вы ­

ходных каскадах усилителей низкой частоты , преобразователях по­
стоянного напряжения.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими вы водам и. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 37 г, с наконечниками вы водов 
и крепежным фланцем 48,5 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /к „  = 2,5 А не менее . . . .  50 В
типовое значение ................................................................................. 70* В

Статическая крутизна прямой передачи в схем е с  общим 
эмиттером : ,

П210А при /к  = 5 А, и кэ  = 2 В не м е н е е ......................... 6,66 А/В
типовое зн ачен ие.................................................................................9 * А/В
П210Ш при /к  = 7 А , С/Кэ  = 1 В не м е н е е ..........................6,52 А/В
типовое значение.................................................................................10* А/В

Статический коэффициент передачи тока в схем е с общим 
эм иттером :

П210А при Цкэ  = 2 Вг /к  = 5 А не менее .__.__.__.__._____ 15__
типовое значение................................................................................. 19*
П210Ш при i /кэ = 1 В. Лс = 1 А ...................................... 1 5 -6 0
типовое зн ачен ие................................................................................. 23 *

1раничная частота коэффициента передачи т о к а  в схеме 
с общей базой при UKB — 20 В, /э  = 0,1 А  не менее 100 кГц 

лаваю щ ее напряжение эмиттера при {/КБ = 40 В не 
более:

П210А.........................................................................................................  1,5 В
П 2 1 0 Ш ................................................................................................... 0,15 В
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Обратный ток ко л лекто р а : 
при Т = 298 К : 

при С/КБ = 45 В П210А, UKb = 65 В П210Ш не
б о л е е ...................................................................................................  8 мА

при Т = 343 К :
при 1/кб =  45 В П210А не более . . . . . .  50 мА

при (/кб =  65 В П210Ш не б о л е е ............................... 12 мА
Обратный ток эм и ттер а  П210Ш не более

при £/эб = 1 5  В ...........................................................................  3 мА
при i /эв.*= 35 В ................................................................................ 10 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база П 210А ......................... 65 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

П210А при С/БЭ > 1,5 В .............................................................. 65 В
П210Ш при С/БЭ > 0,5 В .............................................................  64 В

Постоянное напряжение эм иттер-база...........................................  25 В
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения П210А 12 А 
Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при

тф < 15 м кс П 2 1 0 Ш .........................................................................  9 А
Постоянная рассеиваем ая мощность:

при Г , < 298 К ................................................................................ 60 Вт
при Г , = 343 К ...............................................................................  15 Вт

Температура п е р е х о д а .........................................................................  358 К
Общее тепловое сопротивление:

п е р е х о д -к о р п у с ................................................................................1 К/Вт
переход-окружаю щ ая с р е д а ....................................................... 40 К/Вт

Температура к о р п у с а ............................................................................... От 213
' до 343 К

' П р и м е ч а н и е .  Пайку выводов разреш ается производить на 
расстоянии не менее 20 мм от корпуса в течение не более 10 с 
Температура ж ал а  паяльника должна быть не более 533 К.

Расстояние о т  корпуса до начала изгиба вывода должно быть 
не менее 20 .мм.

Зависимость статического коэф- Зависимость статического коэф
фициента передачи тока от то- фициента передачи тока от час

ка коллектора. тоты.
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Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от ко­

эффициента насыщения.

Зависимость граничного н ап ря­
ж ения от температуры корпуса.

о
S

Зависимость времени рассасыва­
ния от коэффициента насыще­

ния.

Зависимость относительного 
м акси м альн о  Допустимого н ап­
ряж ения коллектор-эмиттер о т  

сопротивления база-эмиттер .

П213, П213А, П213Б, П214, П214А, П214Б, 
П214В, П214Г, П215

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные н и зко ­
частотные мощные.

Предназначены для применения в схем ах  переключения, вы х о д ­
ных каскадах усилителей низкой частоты , преобразователях постоянно­
го напряжения.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с жесткими в ы в о д а ­
ми. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 12,5 г , крепежного фланца н е  
юлее 4,5 г.
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Электрические параметры

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер: 
при /к  = 3 А , /Б = 0,37 А не более:

• П 2 1 3 ...................................................................................................  0,5 В
. П214, П214А, П 2 ]4Б , П 2 1 5 .................................................  0,9 В

при /к  = 2 А , /Б = 0,3 А П213Б, П214В, П214Г не
б о л е е ...............................................................................................................  2,5 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к = 2,5 А,
/Б = 0,37 А :

П213 не б о л е е ................................................................................0,75 В
П214, П214А, П215 не б о л е е .................................................  1,2 В
П 214Б......................................................................................................... 0 ,6 -0 ,9  В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при {/Кэ  = 5  В, /к = 0,2 А :

П213А, П214В не м е н е е .......................................................  20
П213Б не м е н е е ................................................................................  40

П214 k ................................................................................................... 2 0 - 6 0
П 2 1 4 А ...................................................................................................5 0 -1 5 0
П214Б, П 2 1 5 .......................................................................................2 0 -1 5 0
П213 при /к = 1,0 А ...................................................................2 0 -5 0

Крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером
при £/к э  = 28 £ , RH = 36 Ом, / =  270 Гц П214Г 1 ,4 -2 ,1  А/В

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общей .базой  при £/КБ = 10 В, /к  = 100 м А  не
м ен ее ............................................................................................................... 150 кГц

Плаваю щ ее напряжение эмиттера при Т = 343 К : 
при £/к б = 45 В :

П213 не б о л е е ................................................................................  0,3 В
П213А, П213Б не б о л е е .......................................................  0,5 В

при Uke = 60 В :
П214, П214А, П 214Б не б о л е е ...........................................  0,3 В
П214В, П214Г не б о л е е .......................................................  0,5 В

при £/КБ = 80 В П215 не б о л е е ...........................................  0,3 В
Обратный ток коллектора не более: 

при Т = 293 К :
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при 6 кб = 45 В :
П 2 1 3 ..............................................................................................0,15 мА

П213А, П213Б ...........................................................................1,0 мА
при £/кб = 60 В :

П214, П 2 1 4 А ...........................................................................0,3 мА
П214Б, П214В, П 2 1 4 Г ........................................................ 1,5 мА

при i /кв = 80 В П 21 5 ...............................................................0,3 мА
k при Т = 343 К : 

при UKб = 45 В :
П 2 1 3 ....................................................................................................2,0 мА
П213А, П 2 1 3 Б .................................................................................4,5 мА

при t/KB = 60 В :
П214, П 2 1 4 А .................................................................................2,5 мА
П 2 1 4 Б ......................... “ ..................................................................... 2,0 мА
П214В, П 2 1 4 Г .................................................................................5,0 мА

при {/кб = 80 В П 2 1 5 .............................................................. 2,5 мА
Обратный ток коллектор-эмиттер при /Б = 0 не более:

при С/Кэ  = 30 В П 2 1 3 .............................................................. 20 мА
при UK3 = 45 В П214, П214А, П 2 1 4 Б .......................... 30 мА
при и кэ = 55 В П214В, П 2 1 4 Г .............................................30 мА
при и кэ = 60 В П 2 1 5 .............................................................. 30 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЯВэ  =  50 Ом 
не более:

при UK3= 30 В П213А, П213Б . . .................................10 мА
* при £/к э  = 55 В ГШ 4В, П214Г . . .................................10. мА
[Обратный ток эмиттера не более:
1 при Т = 293 К : jM b  ,

при {/ЭБ = 15 В П213, П214, П 2 1 4 1 ^ П 2 1 4 Б ,
П 2 1 5 ................................................................................................... 0,3 мА

при {/ЭБ = 10 В П213А, П213Б, П214В, П214Г 0,4 мА
при Т = 343 К :

при С/Эб = 15 В :
П213, П 2 1 4 Б ................................................................................. 2 мА

П214, П214А, П 215.....................................................................2,5 мА
при {/эб = 1 0  В : •

П213А, П 2 1 3 Б .............................................................. ......  4,5 мА
П214В, П 2 1 4 Г ........................ —5 мА

• * . •
,  . *

Предельные эксплуатационные данны е

Достоянное напряжение коллектор-база:
П213, П213А, П 2 1 3 Б ..................................................................... 45 В
П214, П214А, П214Б, П214В, П 2 1 4 Г ................................. 60 В
П 2 1 5 .......................................................................................................... 80 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
7?эб ^  Ом .■ ^

П213А, П 213Б ............................................................. ......  ЗО В
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П 2 1 3 .......................................................................................................... 40 В
П214, П 214А , П214Б, П214В, П 2 1 4 Г .........................  55 В
П 2 1 5 .........................................................................................................  70 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /Б = 0:
П 2 1 3 .........................................................................................................  30 В
П214, П 2 1 4 Б ...................................................................................... 45 В
П 2 1 5 .......................... _ ...........................................................................  60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
П213А, П 213Б , П214В, П 2 1 4 Г ............................... - . . 10 В
П213, П 214, П214А, П214Б, П 2 1 5 .....................................  15 В

Постоянный то к  к о л л ек то р а .............................................................. 5 А

Постоянный то к  б а з ы .........................................................................  0,5 А

Постоянная рассеиваем ая мощность: 
при Тк <, 318 К :

П213А, П213Б, П214, П214А, П214В, П214Г,
П 2 1 5 ................................................................................................... 10 Вт
П213, П 2 1 4 Б ............................................................................... 11,5 Вт

при Гк = 343 К :
П213А, П213Б, П214, П214А, П214В, П214Г, .
П 2 1 5 ................................................................................................... 3,75 Вт
П213, П 2 1 4 Б ............................................................................... 4,3 Вт

Температура перехода .........................................................................  358 К

Общее тепловое сопротивление переход-корпус:
П213, П 214Б . .................................... .............................. 3,5 К/Вт
П213А, П 213Б , ПТ14, П214А, П214В, П214Г, П215 4 К/Вт

Температура к о р п у с а ............................................................................... От 213
до 343 К

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзистор с помощью 
накидного фланца должен быть жестко закреплен на металли­
ческом шасси или на специальном теплоотводе со шлифованной по­
верхностью.

Перед креплением транзистора контактирующие поверхности ре­
комендуется см азы в ать  маслом.

Д иаметр  отверстия в теплоотводе под выводы транзистора 
должен бы ть не более 5 мм.

При необходимости электрической изоляции корпуса (коллектора) 
транзистора от шасси или теплоотвода меж ду транзистором и теп­
лоотводом рекомендуется ставить прокладку из слюды. Суммарное 
тепловое сопротивление между переходом и теплоотводом увеличи­
вается на 0,5 К/Вт на каждые 50 мкм слюдяной прокладки.

Пайку к вы во д ам  транзистора необходимо производить на их 
плоской части. При пайке цилиндрическая часть вывода должна 
быть заж ата  теплоотводящ ими губками.

Изгиб вы во до в  допускается только на их плоской части.
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Зависимость обратного тока 
коллектора от напряжения кол­

лектор-база.

Зависимость статического  коэф­
фициента передачи то ка  от то ­

ка коллектора.

П216, П216А, П216Б, П216В, П216Г, П216Д, 
П217, П217А, П217Б, П217В, П217Г

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальны е низко­
частотные мощные.

Предназначены для применения в схемах переклю чения, вы х о д ­
ных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях постоян­
ного напряжения.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с ж есткими вы в о д а ­
ми. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 12,5 г, крепежного фланца не 
более 4,5 г.

521



Электрические параметры

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер: 
при /к  =  4 А , /Б = 0,5 А не более:

П216, П 2 1 6 А ......................................................................................0,75 В
П217, П217А, П217Б, П 2 1 7 Г .................................................  1,0 В

при /к =  2 А , /Б = 0,3 А П216Б, П216В, П216Д,
П217В не б о л е е ......................................................................................  0,5 А

Н апряжение насыщения база-эмиттер при /к = 3,5 А,
/Б = 0,5 А :
П216, П217 не б о л е е .................................................................... 1,5 В

П 217Б .........................................................................................................0 ,6 - 0 ,9  В
П217 не б о л е е ......................................................................................  0,8 В

О братный ток коллектора не более: 
при Т =  293 К :

при С/Кб = 35 В :
П 2 1 6 Б ............................................................................................ 1,5 мА
П 2 1 6 В ..................................... ....................................................... 2 мА

при 1/КБ = 40 В П216, П 2 1 6 А ........................................... 0,5 мА
при UKB = 50 В :

П 216Г . ......................................................................................2,5 мА
П 2 1 6 Д ..................................... ' ..................................................... 2 мА

при 1/КБ = 60 В :
П217, П217А, П217Б ..............................................................0,5 мА
П 217В, П 2 1 7 Г .......................................................................... 3 мА

при Т = 343 К :
при {/k j  = 35 В П216Б, П 2 1 6 В .....................................7,5 мА
при t/KB = 40 В П216, П 2 1 6 А .....................................4,5 м А

при {/кб — 50 В П216Г, П 2 1 6 Д ..................................... 7,5 мА
при {УКБ = 60 В:
П217, П217А, П 2 1 7 Б .............................................................  5 мА

П217В, П 2 1 7 Г ................................................................................7,5 мА
О братный ток коллектор-эмиттер при /Б = 0 не более:

при С/к э  = 30 В П216, П 2 1 6 А ................................................. 40 мА
при UK3 =  45 В П217, П217А, П 2 1 7 Б ...............................50 мА
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Обратный ток коллектор-эмиттер при R B3 = 0 не б ол ее :
при 1/кэ = 35 В П216Б, П 2 1 6 В .......................................20 мА

при 1/кэ  = 50 В :
П 216Г ..........................................................................................................  50 мА

П 2 1 6 Д ....................................................................................................20 мА
при UK3 = 60 В П217В, П 2 1 7 Г .............................................20 мА

Обратный ток эмиттер-база при 1/ЭБ = 15 В не более: 
при Т = 293 К :

П216, П216А, П217, П217А, П 2 1 7 Б .......................... 0,4 мА
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П 217Г 0,75 мА 

при Г  = 343 К :
П216, П216А, П217, П217А, П 2 1 7 Б ................................  4 мА
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П 217Г 7 мА 

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером :

при {/к э  = 5 В, /к  = 1 А :
П 216А ....................................................................................................2 0 - 8 0
П 217А ....................................................................................................2 0 - 6 0

П217Б не м е н е е ..................................................................... 20
при UKэ = 3 В, /к  = 2 А :

П216Б не м е н е е ........................................................................... 10
П216В не м е н е е ........................................................................... 30
П216Г не м е н е е ........................................................................... 5
П 216Д .................................................................................................... 1 5 -3 0

П 2 1 7 Г ................................................................................................... 1 5 -4 0
Статический коэффициент передачи тока в схем е с об­

щим эм и ттером :
при 1/к э  = 0,75 В, /к  = 4 А П216 не менее 18
при 1/кэ = 1 В, /к = 4 А П217 не м е н е е ..........................  15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общей базой при С/КБ = 10 В, /к  = 0,1 А не менее 100 кГц 

Плавающее напряжение эмиттера не более:
при {/КБ = 35 В П216Б, П216В ............................................. 0,5 В
при С/КБ = 40 П216, П 2 1 6 А ................................................... 0,3 В
при С/Кб = 50 В П216Г, П 2 1 6 Д ............................................. 0,5 В
при £/кб = 60 В :

П217, П217А, П 2 1 7 Б ............................................................... 0,3 В
П217В, П 2 1 7 Г ................................................................................. 0,5 В

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор- 
эмиттер при /?Бэ  = 0 :

П216Бг П 216В ....................................................................................... ....... 35 В
П216, П 2 1 6 А ....................................................................................... ....... 40 В
П216Г, П 216Д ....................................................................................... ....... 50 В
П216, П217А, П217Б, П217В, П 2 1 7 Г ........................................ 60 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /Б = 0 :
П216, П 2 1 6 А ....................................................................................... ....... 30 В
П217, П217А, П 2 1 7 Б ..................................................................... ....... 45 В

523



Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ............................................ 15 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а .............................................................. 7,5 А
Постоянный ток б а з ы ..........................................................................0,75 А
П остоянная рассеиваем ая мощность: 

при Тк < 298 К :
П216, П 216А , П217, П217А, П 2 1 7 Б ...............................  30 Вт
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г 24 Вт 

при Т% = 343 К :
П216, П 216А , П217, П217А, П 2 1 7 Б ............................... 7,5 Вт
П 216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г 6 Вт

Т ем пература п е р е х о д а .......................................................................... 358 К
Общее тепловое сопротивление переход-корпус:

П216, П 216А , П217, П217А, П 2 1 7 Б ..................................... 2 К/Вт
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г 2,5 К/Вт

Т емпература к о р п у с а ................................................................................От 213
до 343 К

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзистор с помощью на­
кидного фланца должен быть жестко закреплен на металлическом 
шасси или н а специальном теплоотводе со шлифованной поверх­
ностью. П еред креплением транзистора контактирующие поверхности 
рекомендуется см азы вать  невысыхающим м аслом . Диаметр отверстия 
в теплоотводе под вы воды  транзистора должен быть не более 5 мм .

При необходимости электрической изоляции корпуса (коллектора) 
транзистора о т  шасси или теплоотвода м еж ду транзистором и теп­
лоотводом  рекомендуется ставить прокладку из оксидированного 
алю миния или слю ды . Суммарное тепловое сопротивление между 
переходом и теплоотводом увеличивается на 0,5 К/Вт на каждые 
50 м км  слю дяной прокладки или на 0,25 К/Вт на каждые 50 мкм  
слоя окиси алю миния.
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фициента передачи тока от то­

ка коллектора.
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Зависимость обратного тока 
коллектора от температуры  кор­

пуса.

к ,1'
Зависимость обратн ого  тока 
коллектора от тем п ер атур ы  кор­

пуса.

Пайка к вы водам  транзистора допускается только  на их плос­
кой части. При пайке цилиндрическая часть вы вода до лж н а быть 
заж ата  теплоотводящими губками.

Изгиб выводов допускается только на их плоской части.

П302, ПЗОЗ, ПЗОЗА, П304, П304А, П306, П306А
Транзисторы кремниевые р-п-р усилительные низкочастотные 

мощные.
Предназначены для применения в схемах усиления низкой ча­

стоты  и преобразователях постоянного напряжения.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с ж естким и  вы во­

дами . Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 10 г.
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10 9,4

Электрические параметры

С опротивление насыщения коллектор-эмиттер при 
/к  = 150 м А , /Б = 50 мА не м ен ее :

при Т = 298 К П303, П303А, П306 ............................... 20 Ом
при Т =  393 К и Г =  213 К П303, П303А . . . .  30 Ом 

С татический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щ им эм и ттером  при Uкб = 10 В: 

при /э = 120 м А :
П302 не м е н е е ................................................................................ 10
П 303, ПЗОЗА не м е н е е ........................................................ 6

при /э =  100 мА П306 . . . .  , ............................... 7 — 25
при /э  = 60 мА П304 не м е н е е ...........................................  5
при /э = 50 мА  П 3 0 6 А .............................................................. 5 — 35

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общ им эмиттером при l /кб = 20 В не менее: 

при /э  = 120 мА :
П302 ..................................................................................................  200 кГц

П 303, П З О З А ................................................................................100 кГц
П304 ..................................................................................................  50 кГц

при /э = ЮО мА П306 и при /э = 50 мА  П306А 50 кГц 
Входное напряжение не более: 

при UKB = 10 В, /к = 300 м А :
П 302 ..................................................................................................  6 В
П303, П304 ......................................................................................  10 В
ПЗОЗА..................................................................................................  4 В

при С/Кб = 1 5  В, /к = 300 м А ...........................................  6 В
при С/Кб = 1 5  В, /к = 200 м А .................................................  4 В

О братный ток коллектора:
при Т = 298 К , 1/к б = 30 В П 302; при {/кб = 60 В 
П303, ПЗОЗА, П304, П306; при 1/КБ = 80 В П306А

не б о л е е .................................................................................................. 100 мкА
при Г  = 393 К , 1/КБ = 30 В П 302; при UKБ = 50 В
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ПЗОЗ, ПЗОЗА, П304, П306; при f/KB = 65 В П306А
не б о л е е ...................................................................................................1500 м к А

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛЭб = 100 Ом: 
при Т = 298 К, i /кэ = 40 В П 302 ; при 1/кэ = 70 В 
ПЗОЗ, ПЗОЗА, П306; при UK3 =  100 В П304, П306А
не б о л е е ............................................................................................. 1 м А
при Т=  393 К, £/Кэ  = 30 В П 302 ; при С/кэ  = 50 В 
ПЗОЗ, ПЗОЗА, П306; при (/к э  =  65 В П304; при 
и кэ — 60 В П306А не б о л е е ................................................... 6 м А

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лбэ <

< 100 О м: 
при Г  = 298 К :

П302 ................................................................................................... 30 В
ПЗОЗ, П ЗО З А ..................................... ...........................................  50 В
П306 ................................................................................................... 60 в
П304 ................................................................................................... 65 В
П 306А ................................................................................................... 80 В

при Т = 373 К :
П302 ................................................................................................... 35 В
ПЗОЗ, ПЗОЗА, П306 ....................................................................  60 В
П304, П 3 0 6 А ................................................................................. 80 В

при Г  = 423 К :
П302 ................................................................................................... 18 В
ПЗОЗ, ПЗОЗА, П306 ....................................................................  30 В
П304, П 3 0 6 А ................................................................................. 40 В

Постоянный ток коллектора:
П306, П 3 0 6 А ................................................................................. 0,4 А
П302, ПЗОЗ, ПЗОЗА, П304 ................................................... 0,5 А

Постоянный ток эмиттера П306, П 3 0 6 А .....................................  0,5 А
Постоянный ток базы  П302, ПЗОЗ, ПЗОЗА, П304 . . . .  0 ,2  А  
Постоянная рассеиваемая мощность: 

с теплоотводом:
при Тк = 323 К ........................................................................... 10 В т
при = 393 К ........................................................................... 3 В т

без теплоотвода:
при Т = 323 К ........................................................................... 1 В т
при Т = 393 К ...........................................................................0,3 В т

Температуря перехода ■— .—.—.—.— .— .— .— ,— ,— .— ,—,----- 423 К ------
Общее тепловое сопротивление:

п е р е х о д -к о р п у с .................................................................................10 К/Вт
переход-окружающая с р е д а .........................................................100 К/Вт

Температура к о р п у с а ...........................................................................О т 213
до 393 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка подводящих проводов допускается т о л ь ­
ко к крючкам выводов транзистора. При пайке не до п ускаю тся 
изгибы и боковые натяжения выводов.
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от температуры 

корпуса.

Зависимость максимально до­
пустимого напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

Зависимость максимально до­
пустимой мощности рассеива­
ния коллектора от темпера­

туры.



П601И, П601АИ, П601БИ, П602И, П602АИ
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р универ­

сальные низкочастотные мощные.
! Предназначены для применения в усилительных, и м пульсны х и 
переключающих каскадах радиоэлектронных устройств.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими (вар и ан т  1) 
и жесткими (вариант 2) вы водами. Обозначение типа приводится 
на корпусе.

М асса транзистора не более 12,5 г.

Вариант Z

Электрические параметры

>аничиое напряжение при /э  = 0,3 А , /  = 1 кГц, 
г ,  = 5 мкс не менее:

П601И, П 6 0 2 А И ..............................................................  20 В
П601АИ, П601БИ, П 6 0 2 И ...........................................  25 В

апряжение насыщения коллектор-эмиттер * при
/к = 120 мА , /Б = 60 м А .................................................. 2 В
йпряжение насыщения база-эм и ттер* при /к =
= 0,5 А , 4  = 0,25 А ..............................................................  1,5 В



Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при UK3 = 3 В, /к  = 0,5 А 

при Т — 293 К :
П601И не м е н е е ........................................................
П 601АИ, П 602И ........................................................
П601И, П 602А И ........................................................

при Т = 343 К :
П601И , П601БИ, П602АИ не более . . .
П601АИ, П602И ..................................................

при Г  = 213 К :
П601И не м е н е е ..................................................
П601АИ, П601БИ, П602И, П602АИ hi 
б о л е е .......................................................................... ......

П остоянная времени цепи обратной связи при 
t/KE = 20 В, /э  = 50 мА , /  = 5 М Гц не 
б о л е е .............................................................................................

М о дуль коэффициента передачи тока при 1/КБ = 
= 10 В, /э  = 50 мА , / = 1 0  М Гц не менее:

П 601И, П601АИ, П 6 0 1 И ...........................................
П 602И , П 6 0 2 А И ..............................................................

В ремя нарастания при /к  = 0,5 А :
П601И при /Б = 60 м А ..................................................
П601А И , П601БИ, П602И, П602АИ при 
/Б = 30 м А ................................................................................

В ремя рассасывания при /к = 0,5 А :
П601И при 7б = 60 м А ..................................................
П 601А И , П602И при /Б = 30 м А .........................
П601БИ, П602АИ при /Е = 30 м А .........................

О братный ток коллектора не более: 
при Т = 293 К : 

при С/кб = 10 В:
П 6 0 1 И ..........................................................................
П601АИ, П 6 0 2 И .......................................................
П601БИ, П 6 0 2 А И ..................................................

при С/кв = 25 В:
П 6 0 1 И ..........................................................................
П 6 0 2 А И ..........................................................................

при С/КБ = 30 В П601АИ, П601БИ,
П 6 0 2 И ................................................................................
при Т = 343 К при t/к Б = Ю  В П601И, 
П601АИ, П601БИ, П602И, П602АИ . . . .

О братны й ток эмиттера при (УЭБ = 0,5 В . . . .

Е м кость коллекторного перехода при С/КБ = 20 В, 
/ =  5 М Гц не более .......................................................

Е м кость эмиттерного перехода* при Uэ Б = 0,5 В, 
/ =  5 М Г ц ......................................................................................

20
4 0 -1 0 0
8 0 -2 0 0

250
4 0 -1 0 0

■ 10

0,5 значения 
при Т = 293 К

750 пс

2
3

0,4 мкс 

0,4 мкс

6 мкс
4 мкс
5 мкс

200 мкА  
100 мкА  
130 мкА

2 мА
1.5 мА

1.5 мА

6 мА 

1 мА

170 пФ

2500 пФ
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Напряжение коллектор-эмиттер при /?БЭ < 100 О м :

Предельные эксплуатационные данные
■

, при Т=  293 К : .
П601И, П 6 0 2 А И ....................................................................  25 В

1 П601АИ, П601БИ, П 6 0 2 И ..................................................  30 В
Напряжение коллектор-база:
1 при Т = 293 К :
1 П601И, П 6 0 2 А И ..........................................................................  25 В

П601АИ, П601БИ, П 6 0 2 И ..................................................  30 В
Напряжение эмиттер-база:

при Г  = 293 К ................................................................................  0,7 В
при Т = 343 К ................................................................................  0,5 В

1мпульсный ток к о л л е к т о р а ........................................................  1,5 А
*ассеиваемая мощность:

без теплоотвода при Т=  213 -  333 К ............................... 0,5 Вт
с теплоотводом

при Тк = 298 К .......................................................................... 3,0 Вт
при Тк = 343 К .......................................................................... 0,75 Вт

Тепловое сопротивление п ер ехо д -ко р п ус ............................... 15 К/Вт
епловое сопротивление п ерехо д-ср еда ...................................... 50 К/Вт
емпература п е р е х о д а ..........................................................................  358 К
емпература окружающей с р е д ы .................................................. От 213 до
1 343 К

П р и м е ч а н и е .  М аксимально до п устим ая постоянная рассеивае- 
ая мощность коллектора, Вт, с теплоотводом  при Tt = 298 — 343 К 
без теплоотвода при Г  = 333 -  343 К рассчиты вается по формуле

Рк.макс=( 358 — Т ) / R T.

Входные характеристики. Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения

коллектор-база.
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Зависимость относительного 
пробивного напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер .

Зависимость относительного 
пробивного напряжения кол­
лектор-эмиттер от сопротивле 

ния база-эмиттер.

V
ч> 1,0

i [ w  
i o , «  
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иошьи,иои£У 
\J  П602АИ

т=■зчз'к\
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Ю0 г  5 ю> 2 5 10г 2 5 Rb3,0m

Зависимость относительного пробивного 
напряж ения коллектор-эмиттер от сопро­

тивления база-эмиттер.

ГТ701А
Транзистор германиевый сплавной р-п-р универсальный низк 

частотный мощный.
Предназначен д л я  работы в схемах усилителей мощности К  

кой частоты, в импульсных и ключевых схемах.
Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими в ы в о д а  

Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 25 г, крепежного фланца не ( 

лее 7,5 г.
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Граничное напряжение при /э  = 2,5 А не м енее:
при Г  = 298 К .................................................................................  100 В .
при Т = 343 К .................................................................................  90 В

Статический коэффициент передачи тока в схем е с 
общим эмиттером при (Укэ  = 2 В, /к =  5 А не
м е н е е ..........................................................................................................  10

Предельная частота коэффициента передачи то к а  в схеме 
с общим эмиттером  при С/КБ = 20 В, /к  = 0,1 А не
м е н е е .......................................................................................................... 50 кГц

)братный ток коллектора при 1/КБ = 60 В не б о л ее :
при Т = 298 К .................................................................................  6 мА

при Г =  343 К и Г =  218 К ...................................................30 мА
)братный ток коллектор-эмиттер при 1/к э  = 1 0 0  В,

£?б э = 1>5 В, Г  = 343 К не б о л е е .......................................50 мА

1 Предельные эксплуатационные данные
остоянное напряжение коллектор-эмиттер при Гп =

= 213 358 К ........................................................................................ 55 В
мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при

/̂бЗ = 0,5 В, ти = 1 мс, Q > 10, Тп = 213 -ь 358 К  . . . 100 В
мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при э  =
= 0,56 В, т„ = 0,3 мс, Q > 10, Тп = 213 -=- 358 К  . . . 140 В 

остоянное напряжение база-эмиттер при Тп =  213 -s-
358 К ....................................................................................................  15 В

остоянный ток коллектора при Т„ = 213 -ь 358 К  .— :— :------- 12 А
остоянный ток базы  при Т п = 213 ч- 358 К . . . . . 0,15 А 
остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т = 298 К ........................................................................................ 50 Вт
при Г  = 328 К .................................................................................  25 Вт

при Г  = 343 К ................................................................................. 8,3 Вт
мпульсная рассеиваемая мощность ко л л екто р а при 
Хц = 1 мс, Q > 10: 

при Т = 298 К .................................................................................  1200 Вт

Электрические параметры



Температура перехода .........................................................................  358 К
Температура окружаю щ ей с р е д ы ..................................................От 218 до

343 К

Тепловое сопротивление переход-корпус................................... 1,2 К/Вт

Зависимость м акси м альн о  до­
пустимой мощ ности  рассеива­
ния коллектора от  температуры 

корпуса.

Зависимость максимально до­
пустимой импульсной мощности 
рассеивания коллектора от тем ­

пературы корпуса.

О 0,2 0,4 0,6 0,8UB3,B 

Входны е характеристики. Зависимость статического коэф 
фициента передачи тока от ток 

эмиттера.

1Т702А, 1Т702Б, 1Т702В
Транзисторы  германиевые сплавные р-п-р универсальные низк< 

частотные мощ ны е.
П редназначены  для работы в усилителях мощности низке 

частоты , в клю чевы х схемах преобразователей напряжения, в схем; 
управляем ы х р егуляторов , в импульсных схемах.
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Выпускаю тся в металлокерамическом корпусе с гибкими выво- 
цами. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 23 г.

Э м иттер Коллектор

Электрические параметры

1аничное напряжение при /к = 2,5 А не менее: 
при Т = 298 К :

1Т702А, 1 Т 7 0 2 Б ..........................................................................  60 В
1 Т 7 0 2 В .............................................................................................  40 В

при Т = 343 К :
1Т702А, 1Т702Б .................................................................... ...... 45 В
1 Т 7 0 2 Б ............................................................................................. 30 В

при Т=  213 К :
1Т702А, 1 Т 7 0 2 Б ..........................................................................  45 В
1 Т 7 0 2 В .............................................................................................  35 В

iпряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  = 30 А,
ГБ = 3 А не более: .
1 1Т702А, 1 Т 7 0 2 В ..........................................................................  0,6 В

1 Т 7 0 2 Б .............................................................................................  1,2 В

Ртический коэффициент передачи тока в схеме с об- 
им эмиттером при 1/КБ = 1 ,5  В, /к = 30 А :
1Т702А, 1 Т 7 0 2 Б ................................................................................ 1 5 -1 0 0

1Т702В не м е н е е ....................................................................  20
•дуль коэффициента передачи тока в схеме с общим 
[миттером при / = 1 0  кГц, {/КБ - 1,5 В, /к  = 4 А 
|е м е н е е ...................................................................................................  12

ратный ток коллектора при UKБ = 60 В не более:
при Т = 298 К ..............................................................' . . 12 мА

при Т = 343 К .................................................................................30 мА
при Г  = 213 К .................................................................................10 мА

|атный ток эмиттера при £/БЭ = 4 В не более . . . .  2 м А
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 1/бэ =

= 3 В, Тп = 213 ч- 348 К :
1Т702А, 1Т702Б ................................................................................ 60 В
1Т702В ...................................................................................................  40 В

Постоянное напряжение коллектор-база при Гп = 213 ч-
348 К .........................................................................................................  60 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Г„ = 213 ч-
348 К ...............................................................................................................  4 В

Постоянный ток коллектора при Т„ =*= 213 ч- 348 К . . . 30 А
Постоянный ток базы  при Тп = 213 — 348 К . . . . 5 А 
Постоянная рассеиваем ая мощность коллектора: 

с теп лоотводом :
при Т% =  303 К ......................................................................... 150 Вт

при Т% = 323 К .........................................................................  80 Вт
при Гк = 338 К ....................................................... 30 Вт

без теп лоотвода:
при Т = 298 К .........................................................................  5 Вт

Температура п е р е х о д а .........................................................................  348 К
Тепловое сопротивление переход-корпус..................................... 0,3 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-окружающая сре­

д а  ..................................................................................................................... 10 К/Вт
Температура окружаю щ ей с р е д ы ................................................. От 213 до

Г, = 343 К

П р и м е ч а н и е .  Не допускается отсоединение цепи базы йр 
наличии напряжения между коллектором и эмиттером.

1Т7 12А — 1Т702В 
i 1

'1 Н= г0 1

'25А

V
0А

S.
\

Зависимость максимально до- Зависимость напряжения нас
пустимой мощ ности рассеива- щения коллектор-эмиттер 
ния коллектора от температуры тока базы, 

перехода.
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

"213

35

30

25

20

15

1Т7112 А —1Т702В

.т —30А1К

293 313 333  353 373Тк ,К

Зависимость статического  коэф­
фициента передачи тока от тем ­

п ературы  корпуса.

ГТ703А, ГТ703Б, ГТ703В, ГТ703Г, ГТ703Д
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р усилительны е низко- 

астотные мощные.
Предназначены для работы  в схемах усилителей мощности низ- 

ой частоты.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выво- 

ами. Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 15 г.

Электрические параметры

шряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 3 А,
1% = 0,225 А не б о л е е ..................................................................... 0,6 В
лряжение насыщения база-эмиттер при /к  =  З А ,
Гб = 0,225 А не б о л е е ..................................................................... 1 В
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эм и ттер о м  при UKэ =  1 В, /э  = 0,05 А :

ГТ 703А , Г Т 7 0 3 В ................................................................................ 3 0 -7 0
ГТ703Б, Г Т 7 0 3 Г ......................................................................... 5 0 -1 0 0
Г Т 7 0 3 Д ................................................................................................... 2 0 -4 5

Граничная ч асто та коэффициента передачи тока в схеме 
с общ им эм иттером  при t/кэ = 2 В, /к = 0,5 А не
м ен ее ................................................................................................................10 кГц

Линейность статического коэффициента передачи тока 
Kj = (/*21Э при /э  = 0,05 А)/(й21Э ПРИ 1э = 1.5 А) . . . 0 ,6 - 1 ,5  

О братный то к  коллектора при 1/КБ = 2 0 ' В ГТ703А,
ГТ703В и при С/кб = 30 В ГТ703В, ГТ703Г,
ГТ703Д не б о л е е ............................................................................... 0,5 мА

Обратный ток эмиттера при t/gэ  = Ю В ...............................0,5 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ДБЭ =
= 50 О м , Гк  = 233 4- 328 К :

ГТ 703А , Г Т 7 0 3 Б ...............................................................................  20 В
ГТ703В, Г Т 7 0 3 Г ...............................................................................  30 В
Г Т 7 0 3 Д ..................................................................................................  40 В

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =
= 50 О м, ти = 1 мс, Q > 10, Тк  = 298 К :

ГТ 703А , ГТ703Б ................................................................................ 25 В
ГТ 703В , Г Т 7 0 3 Г ...............................................................................  35 В
Г Т 7 0 3 Д ............................................................................................ ...... 50 В

П остоянный ток коллектора при Г , = 233 — 328 К . . . 3,5 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

с теплоотводом  при Тк = 233 -е- 313 К ......................... 15 Вт
без теп ло отво да при Т = 233 ч- 308 К ............................... 1,6 Вт

Т ем п ература к о р п у с а ...............................................................................  358 К
Тепловое сопротивление переход-корпус..................................... 3 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда ..................................... 30 К/Вт
Т ем п ература окружающей с р е д ы ................................................. От 233 до

Тк = 328 К

П р и м е ч а н и я :  1. М аксимально допустимая постоянная ра 
сеиваем ая мощ ность коллектора, Вт, с теплоотводом при Гк 
= 313 -г 328 К  определяется по формуле

Рк.шкс = (358 -  Гк)/3.

М акси м ал ьн о  допустимая постоянная рассеиваемая мощное 
коллектора, Вт, без теплоотвода при Т = 308 ч- 328 К определяет! 
по формуле

Рк.ш*с = (358 -  Т)/30.

2. Д оп ускается  пайка выводов на расстоянии не менее 6 n 
от корпуса лю бы м  способом (пайка, сварка, пайка погружен»



и т. д .) при условии, что температура в любой точке корпуса не 
превыш ает предельно допустимую  температуру окружаю щ ей среды.

При включении транзисторов в электрическую цепь коллектор­
ный контакт должен присоединяться последним и отсоединяться 
первым.

Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, 
соизмеримых с неуправляемыми обратными токами.

1В>мА
80

ВО

40

20

ГТ703А--ГТ7 13Д

1
ГХЭ=°/

г ^кэ~ 5В

/( .

hZ13
80

60

40

го

У
' ' ч ,

•Sk

ГГ!W3A -ГТ7

5? 
/

________________________________________________
С

Г5___________
1______________

N\ ------
*»* **

икэ *1В
О 0,2 0,4 0,6 0,8иБЭ,В 

Входные характеристики.

О 0,3 0,6 0,9 1,21Э,А

Зона возможных положений за­
висимости статического коэф­
фициента передачи то ка  от тока  

эмиттера.

висимость статического коэф- 
щиента передачи тока от тем ­

пературы.

^213
80

60

40

го
о

ГТ7 13А - ГТ7113Д

Уцэ' 1В
1

7 ,  -0,05А

235 253 273 293 313 Т,К

|ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705В, ГТ705Г, ГТ705Д
Транзисторы германиевые сплавные р-п-р усилительные низко- 

тотные мощные.
Предназначены для работы  в схемах усилителей мощ ности 

1КОЙ частоты.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с ж есткими вы- 

,ами. Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 15 г.
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Электрические параметры

Н апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
= 1,5 А , /б = 0,1 А  не б о л е е .................................................  1 В

Н апряжение насыщения база-эмиттер при /к = 1,5 А,
/Б = 0,1 не б о л е е ................................................................................  2 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при t/кэ =  1 В, /э  = 0,05 А :

ГТ705А, Г Т 7 0 5 В ................................................................................  3 0 - 7 0
ГТ705Б, Г Т 7 0 5 Г ................................................................................ 5 0 -1 0 0

Г Т 7 0 5 Д ..................................................................................................  9 0 -2 5 0
П редельная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с  общ им эмиттером при t/Kэ  = 2 В, /к  = 0,5 А не
менее ........................................................................................................ 10 кГц

Линейность статического коэффициента передачи тока
= (й21э  ПРИ h  = 0,05 А)/(й21э  при /э  = 1,5 А) . . . 0 ,6 - 1 ,5  

О братный ток коллектора при t/KE = 20 В ГТ705А,
ГТ705Б, ГТ 705Д ; при 1/КБ = 30 В ГТ705В, ГТ705Г
не б о л е е ........................................................................................................ 0,5 мА

О братный ток коллектор-эмиттер при ДБЭ = 50 Ом,
1/к э  = 25 В ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д и при
f/кэ = 36 В ГТ705В, ГТ705Г не б о л е е ...............................1,5 мА

О братный ток эмиттера при 1/БЭ = 10 В не более . . 0,3 мА

Предельные эксплуатациотые данные
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ  =

= 50 Ом, Тк = 233 -  328 К : .
ГТ705А , ГТ705Б, Г Т 7 0 5 Д .......................................................  20 В
ГТ705В, Г Т 7 0 5 Г .........................................................................  30 В

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при 
и ъэ = 50 Ом, ти < 3 мс, Q > 10, Гк 298 К :

ГТ705А , ГТ705Б, Г Т 7 0 5 Д ..................................... .....  25 В
ГТ705В, Г Т 7 0 5 Г ................................................................................ 35 В

Постоянный ток коллектора при Г , = 233 -н 328 К . . . 3,5 А
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
с теплоотводом при Гк = 233 + 313 К ..........................  15 Вт
без теплоотвода при Т = 233 ч- 308 К ................................. 1,6 Вт

Температура п е р е х о д а ...........................................................................  358 К
Тепловое сопротивление п ер ехо д -ко р п ус ................................. 3 К/Вт
Тепловое сопротивление перехо д-ср еда .......................................30 К/Вт
Температура окружаю щ ей с р е д ы ...................................................От 233 до

Г ,  =  3 2 8  К

П р и м е ч а н и я :  1. М аксимально до п усти м ая  постоянная рас­
сеиваемая мощ ность коллектора, Вт, с теплоотводом при 
Тк = 313 ч- 328 К  определяется по формуле

^ К . макс =  ( 3 5 8  -  Г ж ) / 3 .

М аксимально допустимая постоянная рассеиваем ая мощность 
коллектора, Вт, без теплоотвода при Т = 308 ч- 328 К  определяется 
по формуле

Л < . м а к с * = ( 3 5 8  - Г ) / 3 0 .

2. Д опускается пайка выводов на расстоянии не менее 6 мм  
эт корпуса лю бым способом (пайка, свар ка , пайка погружением
1 т. д .) при условии, что температура в лю бой точке корпуса не 
ф евыш ает предельно допустимую  температуру окружающ ей среды.

При включении транзисторов в электрическую  цепь коллектор- 
1ый контакт должен присоединяться последним и отсоединяться 
юрвым. Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих 
оках, соизмеримых с неуправляемыми обратн ы м и  токами.

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В, ГТ806А, ГТ806Б, 
ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р переклю- 
ательные низкочастотные мощные.

Предназначены дл я  работы в импульсных схемах, преобразо- 
1телях и стабилизаторах тока и напряжения.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с жесткими вывода- 
и. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 28 г.



Граничное напряжение при /э  = 3 А , ти < 50 мкс,
/ = 2 0  — 50 Гц  не менее:

1 Т 8 0 6 А ...................................................................................................  40 В
1 Т 8 0 6 Б ................................................... ........................................... 65 В
1 Т 8 0 6 В ...................................................................................................  80 В

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к = 20 А,
/Б = 2 А , Г  = 213 -  343 К (при Т =  218 -  328 К 
ГТ806А, ГТ 806Б , ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д) не 

- б о л е е ................................................................................  . . .  0,6 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к  = 20 А,
/Б = 2 А не б о л е е ................................................................................ 0,8 В
ГТ806А, ГТ 806Б , ГТ806В, ГТ806Г, Г Т 8 0 6 Д .........................  1 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эм и ттеро м  (на границе- насыщения) при 
/к  = 10 А :
при Т = 298 К  и Г  = 343 К (при Т = 328 К 
ГТ806А, ГТ 806Б , ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д) . . . .  1 0 -1 0 0  
при Г  = 2 1 3  К  (при Г =218  К ГТ806А, ГТ806Б,
ГТ806В, Г Т 806Г , Г Т 8 0 6 Д ) ..............................................................1 0 -1 5 0

Время выклю чения при {/к э  = 45 В, /к  = 5 А,
/Б = 0,25 А не б о л е ? ..........................................................................30 мкс

Граничная часто та коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эм и ттеро м  при £/кэ = 5 В, /к  = 1 А не 
м е н е е ..........................................................................................................10 М Гц f

Обратный ток коллектор-эмиттер при £/БЭ = 1 В,
С/[^э= 75 В 1Т806А ; при = Ю0 В 1Т806Б *
при UKэ = 120 В 1Т806В не более:

при Т — 298 К  и Г = 2 1 3  К ............................... : . . 12 мА
при Т = 343 К ................................................................................25 мА

при Г  = 298 К UK3 = UKэ  макс, ГТ806А, ГТ806Б,
ГТ806В, ГТ 806Г , Г Т 8 0 6 Д ........................................................ 15 мА

Обратный ток эм и ттер а  при (7БЭ = 2 В не более . . . .  5 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 1/БЭ =
= 1 В, при Тп = 213 — 358 К (при Т„ = 218 -  328 К 
ГТ806А, ГТ 806Б , ГТ806В, ГТ806Г, ГТ 806Д ):

1Т806А, Г Т 8 0 6 А ...............................................................................  75 В
1Т806Б, Г Т 8 0 6 Б ...............................................................................  100 В
1Т806В, Г Т 8 0 6 В ...............................................................................  120 В
Г Т 8 0 6 Г ........................................................ ..........................................  50 В
Г Т 8 0 6 Д .............................................................. ....................................  140 В

Электрические параметры

542



Постоянное напряжение база-эмиттер при 7^ = 213 ч- 
358 К (при Т„ = 218 -5- 328 К ГТ806А, ГТ806Б,
ГТ806В, ГТ806Г, Г Т 8 0 6 Д ) ..............................................................  2 В

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения при 
Т = 213 ч- 358 К (при Г  = 218 ч- 328 К ГТ806А, ГТ806Б,
ГТ806В, ГТ806Г, Г Т 8 0 6 Д ) .............................................................. 20 А
Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при 
Q > 2, \  = 1000 мке, АГнас = 1, Т„ = 213 ч- 358 К . . . 25 А

Постоянный ток базы при Тп = 213 ч- 358 К (при 
Т„ = 218 ч- 328 К ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ 806Г,
Г Т 806Д ).........................................................................................................  З А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
с теплоотводом при Т̂  = 213 ч -298 К ................................ 30 Вт
без теплоотвода при Т = 298 К ............................................ 2 Вт

Тепловое сопротивление п ереход-корпус......................................2 К/Вт

[Температура п е р е х о д а ........................................................................... 358 К

р'емпература окружающей ср еды :
1Т806А, 1Т806Б, 1 Т 8 0 6 В ........................................................От 213 до

Т% = 343 К
ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д . . . . От 218 до

Тх = 328 К

П р и м е ч а н и я :  1. При Гк = 298 ч- 343 К (при Тх = 328 К 
'Т806А , ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д) м аксим альн о  допусти­
мая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, с тепло- 
|тводом рассчитывается по формуле

Рк. макс =  (358 — Tx)iR-J- п.к.

Не допускается отключение базы при наличии напряжения меж ­
у коллектором и эмиттером. Не рекомендуется р аб о та  транзистора 
ри рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми токами во 
х м  диапазоне температур.

Эксплуатация транзисторов в режимах за пределами областей 
аксимальных режимов, в том  числе с учетом  процессов, про- 
:ходящих при включении и выключении, запрещ ается. При работе 

импульсном режиме при отсутствии откры ваю щ его импульса 
>анзистор должен быть закры т положительным смещ ением базы
5 В ^  ^  2 В.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6 м м
■ корпуса транзистора. При включении транзистора в электри- 
скую цепь, находящ ую ся под напряжением, коллекторный 
нтакт должен подсоединяться последним и отсоединяться пер-
[М.
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ГТ810А
Транзисторы германиевы е диффузионно-сплавные р-п-р низкочас­

тотные усилительные мощные.
Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с жесткими вы вода­

ми. Обозначение типа приводится на корпусе. \ 
М асса транзистора не более 12 г.

Электрические параметры

Граничная частота при £/Кэ = Ю  В, /э  = 0,5 А не
15 МГц

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к 
/Б = 1 А не б о л е е ..............................................................

= 10 А,
0,7 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к  = 
/Б = 1 А не б о л е е ..............................................................

= 10 А,
0,8 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме 
общим эм иттером  при UKэ  = 1 0  В, /э  = 5 А

. с 
не

5
Обратный ток коллектора при С/кб = 200 

б о л ее .............................................................................................
В не

20 мА
Обратный ток эм и ттера при С/Эб = '>4 В не

15 мА

П редельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база 
Г -  298 К - ..............................................................

при
200 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер 
-  100 Ом, Г -  298 К ....................................

при ^ЭБ =
200 В

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер 
= 100 О м, ти = 20 м кс, Т - 298 К . .

при ^ЭБ =
250 В

Постоянное напряжение эмиттер-база 
Г -  298 К .....................................................................

при
1,4 В
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Постоянный ток коллектора при Г = 298 К .......................... 10 А
Постоянный ток базы при Г  = 298 К ......................................  1,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 

Т=  298 К :
с т еп л о о тво д о м .................................................................................  15 Вт

без теплоотвода . ...........................................................................0,75 Вт
Тепловое сопротивление:

п е р е х о д -к о р п у с .................................................................................2,5 К/Вт
переход-среда....................................................................................... 50 К/Вт

Температура п е р е х о д а ........................................................................... 338 К
Температура окружающей с р е д ы ..................................................От 218 до

328 К

1Т813А, 1Т813Б, 1Т813В
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р переклю ­

чательные низкочастотные мощные.
' Предназначены для работы  в схемах переключающих устройств. 

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с ж естким и  вы во­
дами . Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 28 г.

Электрические параметры

'раничное напряжение при /э  = 3 А, ти < 50 м ке,
/  = 20 ч- 50 Гц не м енее:

1 Т 8 1 3 А ...................................................................................................  60 В
1 Т 8 1 3 Б ...................................................................................................  75 В

! 1 Т 8 1 3 В ...................................................................................................  80 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  = 30 А ,

/Б = 3 А не б о л е е .................................................................................  0 ,8  В
1апряжение насыщения база-эмиттер при /к  = 30 А ,

/Б = 3 А не б о л е е .................................................................................  0 ,8 В

18*  547



С татический  коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером (на границе насыщения) при 
/к  =  20 А :

при Г  = 298 К ................................................................................  1 0 -6 0
при Г =  343 К, /к  = 10 А .......................................................  1 0 -6 0

при Г =  213 К ............................................................ .........................1 0 -1 2 0
В рем я выключения при UK э  30 В, /к  = 30 А,

/Б =  5 А  не более:
1 Т 8 1 3 А ..................................................................................................  3 мке
1Т813Б, 1 Т 8 1 3 В ..................................... ..........................................  5 мке

О братны й ток коллектор-эмиттер при С/БЭ = 1 В не 
б олее:

при Т = 298 К и Г  = 213 К ; при 1/к э  = 100 В 
1Т 813А ; при 1/кэ = 125 В 1Т813Б; при 1/кэ =
= 150 В 1Т 813В ................................................................................  16 мА
при Т =  343 К , при 1/кэ = 80 В 1Т813А; при 
£/кэ=  ЮО В 1Т813Б; при 1/к э  = 120 В 1Т813В . . . 25 мА 

О братны й ток эмиттера при £/БЭ = 2 В не более . . .  40 мА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при С/БЭ = 1 В: 
при Г , = 213 ч- 313 К :
1 Т 8 1 3 А ..................................................................................................  ЮО В
1 Т 8 1 3 Б .................................................................................................. 125 В
1 Т 8 1 3 В ..................................................................................................  150 В
при 7 ;  = 213 ч- 343 К :
1Т813А . . ......................................................................................  80 В
1 Т 8 1 3 Б ..................................................................................................  ЮО В
1 Т 8 1 3 В ..................................................................................................  120 В

П остоянное напряжение база-эмиттер при Г , = 213 ч-
358 К ............................................................................................................... 2 В

И мпульсное напряжение база-эмиттер при Гк = 213 ч- 
358 К :
при ти < 1 мс, Q > 2 ...................................................................  4 В
при т„ < 5 мке, Q > 3 .............................................................. 6 В

П остоянны й ток коллектора при Гк = 213 -г 358 К . . . 30 А 
И мпульсны й ток коллектора при Гк = 213 + 358 К,

т„ < 1 м с, Q > 2 ................................................................................ 40 А
П остоянны й ток базы  при Тх = 213 358 К . . . . 5 А 
И мпульсны й ток базы при Г , = 213 -=- 358 К , ти < 1 мс,

Q >  2 ............................................................................................................... 10 А
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г , = 213 ч- 298 К ...................................................................  50 Вт
без теплоотвода при Т = 213 ч- 298 К ,р  = 670 П а . . . 1,5 Вт

Т ем п ер атур а  п е р е х о д а .......................................................................... 358 К
Т ем п ература окружающей с р е д ы ................................................. От 213 К д<

Г( = 343 К
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Тепловая постоянная времени отвода тепла переход-
с р 'е д а * ................................................................................ ...... . . .  5 —10 м и н
типовое з н а ч е н и е .................................................................................  7 мин

Тепловая постоянная времени отвода тепла переход-
корпус * . . . . , ................................................................................. 7 — 25 мин
типовое зн а ч е н и е ................................................................................. 12 мин

Тепловое сопротивление п ер ехо д -ср еда ...................................... 15 — 30 К/Вт
типовое з н а ч е н и е ...........................................................................20 К/Вт

П р и м е ч а н и я :  1. Не допускается отключение б азы  при нали­
чии напряжения между коллектором и эмиттером . Запрещ ается 
использовать транзистор в схемах, у которых цепь базы  р азо м кн у­
та  по постоянному току.

При напряжении {/к э  > 20 В и ЛБЭ > 5 Ом р еком ен дуется  з а ­
пирать транзистор положительным смещением 0,5 В < Usэ  < 2 В.

Эксплуатация транзисторов за пределами областей м ак си м ал ь ­
ных режимов (открытое состояние), в том  числе с  учетом  про­
цессов, происходящих при включении и выключении, зап рещ ается.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6 м м  
от корпуса. Разреш ается производить пайку вы водов м ето до м  по­
гружения не более чем на 2 —3 с в расплавленный припой с т ем ­
пературой не более 533 К.

При включении транзистора в электрическую цепь, находящ ую ­
ся под напряжением, коллекторный контакт должен присоединяться 
последним и отсоединяться первым.

Ч 6810 20 Ч0икэ>В

|>бласть максимальных
мов.

режи- Область м акси м альны х
м о в.

режи-
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Ч 6 10 20 40UK3,B

О 0,4 0,8 1,2 1,биБЭ,В 

Входные характеристики.

Область максимальных режи­
мов.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость напряжений насы­
щений коллектор-эмиттер и ба­
за-эмиттер от тока коллектора
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Зависимость максимально дс 
пустимой постоянной рассеивас 
мой мощности коллектора о 

температуры корпуса.
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КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные р-п-р уни­

версальные низкочастотные мощные.
Предназначены д л я  работы в усилителях низкой частоты, опе­

рационных и дифференциальных усилителях, преобразователях, им­
пульсных схемах.

Выпускаю тся в пластмассовом  корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 1 г.

Электрические параметры 

Граничное напряжение при /э  - 50 мА , ти < 300 мкс,
Q > 100 не менее:

К Т 8 1 4 А ................................................................................................... 25 В
К Т 8 1 4 Б ............................................ ......................................................  40 В
К Т 8 1 4 В .................................................................... ..............................  60 В
К Т 8 1 4 Г ................................................................................................... 80 В

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к  = 0,5 А,
/Б = 0,05 А  не б о л е е .........................................................................  0,6 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к  = 0,5 , А,
/Б = 0,05 А  не б о л е е .........................................................................  1,2 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при С/к э  = 2  В, /к = 0,15 А не 
менее:

КТ814А, КТ814Б, К Т 8 1 4 В .......................................................  40
К Т 8 1 4 Г ...................................................................................................  30

Граничная частота коэффициента передачи тока при
{/к э  = 5 В, /э = 0,03 А  не м е н ее ................................................. 3 МГц

Емкость коллекторного перехода при {Ук э  = 5 В,
/  = 465 кГц не б о л е е ................................................................... 40 пФ

Обратный ток коллектора при С/К б  = 4 0  В не 
б о л е е ......................................................................................................... 50 мкА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
< 100 Ом, Тк = 213 373 К :

К Т 8 1 4 А ....................................................................................................  40 В
К Т 8 1 4 Б ....................................................................................................  50 В
К Т 8 1 4 В ....................................................................................................  70 В
К Т 8 1 4 Г ....................................................................................................  100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Тк = 233 —
373 К ..........................................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Гк = 233 -г- 373 К . . . 1,5 А 
Импульсный ток коллектора при ти < 10 м с , Q > 100,

Г* = 233 -  373 К .................................................................................  З А
Постоянный ток базы  при Гк = 233 -г 373 К . . . . 0,5 А 
Постоянная рассеиваемая мощность ко л лекто р а :

с теплоотводом при Тх = 233 — 298 К ..........................  10 Вт
без теплоотвода при Т = 233 -т- 298 К ..........................  1 Вт

Температура п е р е х о д а ...........................................................................  398 К
Температура окружающ ей с р е д ы ................................................... От 233 до

Тк = 373 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально до п усти м ая  постоянная рас­
сеиваемая мощ ность коллектора без теп ло отво да при Г , = 298 -н 
373 К снижается линейно на 0,01 Вт через 1 К .

2. Пайку вы водов разрешается производить на расстоянии не 
менее 5 мм  от корпуса. При пайке ж ало  п аяльника должно бы ть 
заземлено.

Изгиб вы водов допускается на расстоянии не менее 5 м м  от 
корпуса транзистора с радиусом закругления 1 ,5—2 м м , при этом  
должны приниматься меры, исключающие возмож ность передачи 
усилий на корпус. Изгиб в плоскости вы водо в не допускается.

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от

тока коллектора.
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Зависимость стати ческого  коэф- Зависимость максимально до- 
фициента передачи то ка  от тока пустимой постоянной рассеивае- 

ко ллектора. мой мощ ности коллектора от
температуры  корпуса.

КТ816А, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные р-п-р уни­

версальные низкочастотные мощные.
Предназначены для при­

менения в усилителях низкой 
частоты , операционных и диф­
ференциальных усилителях, пре­
образователях и импульсных 
схемах.

Выпускаю тся в пластмас­
совом корпусе с гибкими вы ­
водами. Обозначение типа 
приводится на корпусе.

М асса транзистора не бо­
лее 0,7 г.

Электрические параметры ,
Граничное напряж ение при /э = 100  мА , ти «  300 мке,

Q > 100 не м ен ее :
К Т 8 1 6 А ............................................ ....................................................... 25 В
К Т 8 1 6 Б .................................................................................................... 45 В
К Т 8 1 6 В .................................................................................................... 60 В
КТ816Г .................................................................................................... 80 В

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к  = 3 А,
/б = 0,3 А  не б о л е е .......................................................................... 1 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к  = 3 А,
/в = 0,3 А не б о л е е .......................................................................... 1,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с
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общим эмиттером при 1/кэ  = 2 В, /к  = 2 А не менее:
КТ816А, КТ816Б, К Т 8 1 6 В .........................................................  20
К Т 8 1 6 Г .................................................................................................... 15

Граничная частота коэффициента передачи то ка  в схеме 
с общим эмиттером при £/кэ  = 5  В, /к  = 0,05 А не
м ен ее ....................................................... ........................................................3 М Гц

Емкость коллекторного перехода при С/к э  = 5 В, / =
= 465 кГц не б о л е е ...........................................................................115 пФ

Обратный ток коллектора при (/КБ = 25 В КТ816А; 
при С/КБ = 45 В КТ817Б; при t/KE = 60 В КТ816В; 
при [/КБ = 100 В КТ816Г не б о л е е ...................................... 100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ = оо 
7^ = 213 ч- 373 К :

К Т 8 1 6 А .................................................................... ............................... 25 В
К Т 8 1 6 Б ...................................................................................................  45 В
К Т 8 1 6 В ...................................................................................................  60 В
К Т 8 1 6 Г ................................................................................. ...... 80 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
< 1 кОм при Г , = 213 ч- 373 К :

К Т 8 1 6 А ...................................................................................................  40 В
К Т 8 1 6 Б ...................................................................................................  45 В
К Т 8 1 6 В ...................................................................................................  60 В
К Т 8 1 6 Г ..................................... ..............................................................  100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при 7'к = 213ч-
373 К ...............................................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Г, = 213 ч - 373 К . . . З А  
Импульсный ток коллектора при ти < 20 м с , Q > 100,

Гц = 213 ч- 373 К ................................................................................. 6 А
Постоянный ток базы  при Тк = 213 ч- 373 К .........................  1 А
Постоянная рассеиваемая мощность ко л л екто р а :

с теплоотводом при Тк = 213 ч- 298 К .........................  25 Вт
без теплоотвода при Т — 213ч- 298 К .........................  1 Вт

Температура п е р е х о д а ........................................................................... 423 К
Температура окружающей с р е д ы ...................................................От 213 до

Тк = 398 К

П р и м е ч а н и е .  Пайку выводов разреш ается проводить на р ас­
стоянии не менее 5 мм  от корпуса. При пайке жало паяльника 
должно быть заземлено.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 м м  от 
корпуса транзистора с радиусом закруглен ия 1,5 — 2 м м , при это м  
должны приниматься меры, исключающие возможность передачи 
усилий на корпус. Изгиб в плоскости вы водов не допускается.

При монтаже транзисторов на теплоотвод крутящий момент при 
нажиме не должен превышать 70 Н • см .
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Зависимость напряж ения насы­
щения коллектор-эм иттер  от то­

ка коллектора.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от то­

ка эмиттера.

Ч 6810 20 40 UKbB

Зависимость м акси м ал ьн о  до­
пустимой постоянной рассеи­
ваемой мощ ности коллектора 

от температуры  корпуса.

Область максимальных режи­
мов.

КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, 
КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ

Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные р-п-р уни­
версальные низкочастотные мощные.

Предназначены д л я  применения в усилителях низкой частоты, 
операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и 
импульсных схем ах.

Транзисторы К Т 818А , КТ818Б, КТ818В, КТ818Г выпускаются 
в пластмассовом  корпусе с гибкими вы водам и  (вариант 1), тран­
зисторы К Т 818А М , КТ818БМ , КТ818ВМ, К Т818ГМ  — в металло­
стеклянном корпусе с  жесткими выводами (вариант 2). Обозначение 
типа приводится н а корпусе.
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II

М асса транзисторов KT818A, КТ818Б, KT818B, К Т 818Г  не более 
2,5 г, транзисторов К Т818АМ , КТ818БМ , К Т818ВМ , К Т 818ГМ  не 
более 15 г.

В ари .а ,н т1

Электрические параметры ~

Граничное напряжение при /к  = 0,1 А, т„ < 300 мке, 
Q > 100 не менее:

КТ818А, К Т 8 1 8 А М ........................................................................... 25 В
------- М В 1 Я Р М .......................................................................................... 40  В

КТ818В, К Т 8 1 8 В М ..................................................................... 60 В
КТ818Г, К Т 8 1 8 Г М ..................................................................... 80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 5 А,
/Б = 0,5 А не б о л е е ..................................................................... 2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 5 А,
/Б = 0,5 А не б о л е е ..................................................................... 3 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с
общим эмиттером при {/КБ = 5 В, /к = 5 А не

менее:
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К Т818А , КТ818В, К Т818АМ , К Т 8 1 8 В М ......................... 15
К Т818Б , К Т818Г, КТ818БМ , К Т 8 1 8 Г М ......................... 12

Граничная частота коэффициента передачи тока при
UKБ = 5 В, /э  = 0,5 А не м е н е е ................................................. 3 М Гц

О братны й ток коллектора при U# Б = 40 В не
более .........................................................................................................  1 МА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ  = 00 
Гк = 233 ч- 373 К :

К Т818А , К Т 8 1 8 А М ..........................................................................  ,25 В
КТ818Б, К Т 8 1 8 Б М .................................................. 40 В
КТ818В, К Т 8 1 8 В М .......................................................................... 60 В

' К Т 818Г , К Т 8 1 8 Г М ..........................................................................  80 В
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ =

= 100 О м, Тк = 233 -  373 К :
К Т818А , К Т 8 1 8 А М ..........................................................................  40 В
КТ818Б, К Т 8 1 8 Б М ..........................................................................  50 В
К Т818В, К Т 8 1 8 В М ..........................................................................  70 В
К Т 8 1 8 Г ................................................................................................... 100 В
К Т 8 1 8 Г М ............................................................................................. 90 В

П остоянное напряжение база-эмиттер при Гк = 233 ч-
373 К ...............................................................................................................  5 В

П остоянны й ток коллектора при Тк — 233 -5- 373 К :
К Т818А , КТ818Б, КТ818В, К Т 8 1 8 Г ...............................  10 А
КТ818А М , КТ818БМ , КТ818ВМ , КТ818ГМ  . . . .  15 А 

И мпульсный ток коллектора при ти < 10 мс, Q > 100,
Гк = 233 ч- 373 К :

К Т818А , КТ818Б, КТ818В, К Т 8 1 8 Г .....................................  15 А
К Т818А М , КТ818БМ , КТ818ВМ , КТ818ГМ  . . . .  20 А

Постоянный ток базы при Г , = 233 ч- 373 К ......................... З А * 4
И мпульсный ток базы при ти < 10 мс, Q > 100,

=  233 -г 373 К ................................................................................  5 А
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

с теплоотводом  при Тк < 298 К :
К Т818А , КТ818Б, КТ818В, К Т 8 1 8 Г ............................... 60 Вт
К Т818А М , КТ818БМ , К Т818ВМ , КТ818ГМ  . . .  100 Вт 

без теплоотвода при Т < 298 К :
КТ818А , КТ818Б, КТ818В, К Т 8 1 8 Г ............................... 1,5 Вт
К Т818А М , КТ818БМ , К Т818ВМ , КТ818ГМ  . . .  2 Вт

Т ем п ература п е р е х о д а ..........................................................................  398 К
Т ем п ература окружающей с р е д ы ....................................................... От 233 до

Гк = 373 К

П р и м е ч а н и я :  1. Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
то р а  без теплоотвода при Т = 298 ч- 373 К снижается линейно на 
0 ,015 Вт через 1 К КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г и на 
0 ,02  Вт через 1 К К Т818АМ , КТ818БМ , КТ818ВМ, КТ818ГМ .
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2. Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не 
менее 5 м м  от корпуса. При пайке ж ало паяльника до л ж н о  
быть заземлено.

При монтаж е в схему транзисторов КТ818А, КТ818Б, К Т 818В , 
КТ818Г допускается одноразовый изгиб вы водов на расстоянии не 
менее 2,5 м м  от корпуса под у гл о м  90 °, радиусом не м ен ее 
0,8 м м . При этом  должны приниматься м еры , исключающие в о з ­
можность передачи усилий на корпус. И згиб в плоскости вы в о д о в  
не допускается.
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Зависимость максимально до­
пустимой постоянной рассеи­
ваемой мощности коллектора 

от температуры  корпуса.

Зависимость максимально д о ­
пустимой постоянной рассеивае­
мой мощности коллектора от  

температуры  корпуса.

Входная характеристика. Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от то ­

ка коллектора.
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КТ820А-1, КТ820Б-1, КТ820В-1
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарны е р-п-р  у н и ­

версальные низкочастотные мощные.
Предназначены для применения в усилителях низкой ч асто ты , 

операционных и дифференциальных усилителях, п р ео б р азо вателях  и 
импульсных охемах герметизированной аппаратуры.

Бескорпусные, с гибкими вы водами, без кр и стал л о дер ж ател я , 
с защ итным покрытием. К аж ды й транзистор уп ако вы вается  в и н ди ­
видуальную  тару. Обозначение типа транзистора п риводи тся н а 
сопроводительной таре.

М асса транзистора не более 0,02 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /к  = 50 м А , ти < 300 мке,
Q > 100 не менее:

К Т 8 2 0 А - 1 ............................................................................................. 40 В
К Т 8 2 0 Б - 1 ............................................................................................. 60 В
К Т 8 2 0 В - 1 ............................................................................................. 80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 1К = 0,5 А,
/Б = 0,05 А не более . ..................................................................... 0 ,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер  при /к = 0,5 А,
/Б = 0,05 А не б о л е е ........................................................................... 1,2 В

Статический ЕГ>яффиЦИ,‘11,1' гтрр'»тТ11,“ тпуя-ц . «ими г  лГчпым! 
эмиттером при i /кв = 2 В, /к = 150 мА  не м ен ее :

КТ820А-1, К Т 8 2 0 Б -1 ....................................................................  40
КТ820В-1 ............................................................................................. 30

'раничная частота коэффициента передачи тока при
^ к э  = 5 В, /э  = 0,03 А не менее ............................................

ёмкость коллекторного перехода при Окъ = 5 В,
/  = 465 кГц не б о л е е ...........................................................................
мкость эмиттерного перехода при (/Б э  = 0,5 В,

3 М Г ц  

65 пФ

/  = 465 кГц не б о л е е ........................................................................... 65 пФ
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Обратный ток коллектора при С/кб = 40 В не
б о л е е ............................................................................................................... 30 мкА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ 
«  100 О м, Т = 233 ч- 358 К :

К Т 8 2 0 А - 1 ............................................................................................  50 В
КТ820Б-1 . ......................................................................................  70 В
К Т 8 2 0 В - 1 ............................................................................................  100 В

П остоянное напряжение база-эмиттер при Т = 233 ч-
358 К ...............................................................................................................  5 В

П остоянны й ток коллектора при Т = 233 ч- 358 К . . . 0,5 А 
И м пульсны й ток коллектора при ти < 10 мс, Q > 100,

Т = 233 ч- 358 К ................................................................................  1,5 А
П остоянный ток базы  при Т = 233 ч- 358 К ......................... 0,3 А
П остоянная рассеиваемая мощ ность коллектора в составе

гибридной схемы при Т = 233 ч- 298 К ............................... 10 Вт
Т ем п ература п е р е х о д а .......................................................................... 398 К
Т ем п ература окружающей с р е д ы ....................................................... От 233 до

358 К

П р и м е ч а н и я :  1. М аксимально допустимая постоянная рас­
сеи ваем ая  мощность коллектора, Вт, в составе гибридной схемы 
при Т = 298 ч- 358 К определяется по формуле

Л<. макс = (398 -  Г)/20.

2. Д опускается пайка выводов на расстоянии не менее 3 мм 
от защ итного покрытия.
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КТ822А-1, КТ822Б-1, КТ822В-1
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиалыю -планарные р-п-р уни- 

ерсальные низкочастотные мощные.
Предназначены для применения в усилителях низкой частоты , 

перационных и дифференциальных усилителях, преобразователях и 
мпульсных схемах.

Бескорпусные, с гибкими вы водам и без кристаллодержателя, 
защ итным покрытием. Каждый транзистор упаковы вается в инди- 

идуальную тару. Обозначение типа приводится на сопроводитель- 
ой таре.

М асса транзистора не более 0,02 г.
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. Электрические параметры
Граничное напряжение при / э= 1 0 0  мА , т„ < 300 мке,

Q > 100 не менее:
К Т 8 2 2 А - 1 .............................................................. ..............................  45 В
К Т 8 2 2 Б - 1 ............................................................................................. 60 В
К Т 8 2 2 В - 1 ............................................................................................. 80 В

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к = 1 А,
/б = 0,1 А не б о л е е .......................................................................... 0,6 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при ' /к = 1 А,
/Б = 0,1 А не б о л е е .......................................................................... 1,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/кэ =  2 В, /к = 1 А не менее . . . .  25 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эм и ттером  при £/к э  = 5 В, /к = 0,05 А не
м ен ее ............................................................................................................... 3 МГц

Емкость коллекторного перехода при UK э  = 5 В,
/  = 465 кГц не б о л е е ..........................................................................115 пФ

Обратный ток коллектора при С/кб = 40 В не 
б о л е е ......................................................................................................... 50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при э
< 1 кОм, Т = 233 4- 358 К:

К Т 8 2 2 А - 1 ............................................................................................. 45 В
К Т 8 2 2 Б - 1 ............................................................................................. 60 В
К Т 8 2 2 В -1 ..............................................................................................  100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Т = 233
358 К ............................................................................................................... 5 В

Постоянный ток коллектора при Т = 233 358 К . . . . 2 А 
Импульсный ток коллектора при ти < 20 мс, Q > 100,

Г =  233 -г 358 К ......................................................................................  4 А
Постоянный ток б азы  при Т  = 233 ч- 358 К .........................  0,5 А
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Постоянная рассеиваемая мощность ко ллектора в составе
гибридной схемы  при Т — 233 298 К .......................................20 Вт

Температура окружающ ей с р е д ы ................................................... От 233 до
358 К

2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, 
КТ825Е

Транзисторы кремниевые меза-планарные р-п-р составные уни­
версальные низкочастотные мощные.

Предназначены для работы в уси ли телях низкой частоты , 
импульсных усилителях мощности, стабилизаторах тока и напряже­
ния, повторителях, электронных системах уп равления, схемах авто ­
матики и защ иты.

Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с  жесткими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 20 г.

Электрические параметры

'раничное напряжение при /к  = 100 мА , ти «  300 м ке,
Q > 100:

2 Т 8 2 5 А .............................................................................................. 80 В
— 2 Т 8 2 5 Б ....................................................................................... —-----------60“ ff

2Т825В, К Т 8 2 5 Д ...........................................................................  45 В
К Т 8 2 5 Г .............................................................................................. 70 В
К Т 8 2 5 Е .............................................................................................. 25 В

|апряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
при /к = 10 A, /g = 40 м А ............................................. 2 В
при /к = 20 А, /Б = 200 мА ............................................. 3* В

1апряжение насыщения база-эмиттер не более:
при /к  = 10 А, /Б = 40 м А ............................................. 3 В
при /к  = 20 А, /Б = 200 м А ............................................. 4* В
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эм и ттер о м  при {/кб = Ю В, /э = Ю А : 

при Г  = 298 К :
2 Т 8 2 5 А .......................................................................................  5 0 0 -1 8 0 0 0
2Т825Б, 2Т825В , КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е . . . 7 5 0 -1 8 0 0 0  

при Т = 398 К :
2 Т 8 2 5 А .......................................................................................  4 0 0 -2 5 0 0 0
2Т825Б, 2 Т 8 2 5 В .............................................................  6 0 0 -2 5 0 0 0

при Т = 2 13 К : •
2 Т 8 2 5 А .......................................................................................1 0 0 -1 8  000

2Т825Б, 2 Т 8 2 5 В ...................................................................  150 -180 00
Статически коэффициент передачи токаев схеме с 

общим эм и ттер о м  * при {/КБ = 10 В, /э  = 20 А
не м е н е е .............................................................................................  100

Коэффициент передачи тока в режиме малого  сигна­
л а*  при UKB =  3 В, /Э = Ю А , / = 5  кГц . . . . 430 -  60000
типовое значение .......................................................................... 1500

Время вклю чения при /к = 10  А , /Б = 40 м А  не
б о л е е ....................................................................................................  1 мке
типовое з н а ч е н и е .......................................................................... 0,4 * мке

Время вы клю чения при /к = 10 А , /Б = 40 м А  не
б о л е е .................................................................................................... 4,5 мке
типовое з н а ч е н и е .......................................................................... 3* мке

М одуль коэффициента передачи тока при {/КБ = 3 В,
/э  = 10 А , / =  1 М Г ц  не м е н е е ............................................ 4

Емкость коллекторного  перехода при {/КБ = 1 0  В,
/ =  100 кГ ц  не б о л е е ........................ ........................................... 600 пФ
типовое з н а ч е н и е .......................................................................... 350* пФ

Емкость эм и ттерн ого  перехода при 1/Бэ  = 3 В,
/ =  100 кГ ц  не б о л е е .............................................................  600 пФ
типовое з н а ч е н и е .......................................................................... 400* пФ

Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при } |
(/Бэ = 1>5 В не менее: 

при Т — 298 К , /к  = 1 м А :
2 Т 8 2 5 А ......................................................................................  100 В
2 Т 8 2 5 Б ....................................................................................... 80 В
2Т825В, К Т 8 2 5 Д ...................................................................  60 В
К Т 8 2 5 Г ....................................................................................... 90 В
К Т 8 2 5 Е ....................................................................................... 30 В

при Т 398 К , /к = 5 мА :
2 Т 8 2 5 А ...................................................................................... ............. 80 В
2 Т 8 2 5 Б ...................................................................................... ............. 60 В
2 Т 8 2 5 В ...................................................................................... ............. 50 В

при Г  = 213 К , /к  = 5 мА :
2 Т 8 2 5 А ......................................................................................  100 В
2 Т 8 2 5 Б ......................................................................................  80 В
2 Т 8 2 5 В ......................................................................................  60 В

/
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Предельные эксплуатационные данные

Достоянное напряжение коллектор-эмиттер при КБэ  <
< 1 кОм или С/БЭ = 1,5 В при Тх = 213 ч- 398 К 
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В и при Тх = 233 -  373 К 
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е:

2 Т 8 2 5 А ................................................................................ ...... 100 В
2 Т 8 2 5 Б ................................................................................................... 80 В
2Т825В, К Т 8 2 5 Д ................................................................................  60 В
КТ825Г . . . ................................................................................. 90 В
К Т 8 2 5 Е .......................................................................... ...... 30 В

1остоянное напряжение база-эмиттер при Г* = 2 1 3 -г 
398 К ............................................................................................................... 5 В

[остоянный ток коллектора при Тк = 213 ч- 398 К 
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В и при Тк = 233 ч- 373 К
К Т825Г, КТ825Д, K T 82SE ..............................................................  20 А

[мпульсный ток коллектора:
при Тк = 213 ч- 398 К 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В . . .  40 А 
при Г , = 233 ч- 373 К К Т825Г, КТ825Д , КТ825Е 30 А

[остоянный ток базы при Тк = 213 ч - 398 К 2Т825А,
2Т825Б, 2Т825В и при Т% = 233 ч- 373 К КТ825Г,
КТ825Д, К Т 8 2 5 Е ................................................................................  0,5 А

остоянная расеиваемая мощность коллектора:
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В при Г , = 213 ч- 298 К . . . 160 Вт
К Т825Г, КТ825Д, КТ825Е при Тк = 233 ч- 298 К . . . 125 В т
без теплоотвода при Т = 298 К .....................................  3 Вт

(мпература корпуса:
2Т825А, 2Т825Б, 2 Т 8 2 5 В ..............................................................  398 К
КТ825Г, КТ825Д, К Т 8 2 5 Е ........................................................  373 К

м п ература перехода:
2Т825А, 2Т825Б, 2 Т 8 2 5 В ........................................................  448 К
К Т825Г, КТ825Д, К Т 8 2 5 Е ........................................................  423 К

мпература окружающей среды :
2Т825А, 2Т825Б, 2 Т 8 2 5 В ........................................................От 213 до

Тк = 398 К
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е ........................................................ От 233 до

Тк = 373 К
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тор-эм иттер  от тем п ер атур ы  

корпуса.

Р а з д е л  с е д ь м о й

ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

п-р-п

КТ604А, КТ604Б, КТ604АМ, КТ604БМ
—Транзисторы—кремниевые—м еза-планарны е—п-р-п универ сал ьн ы е^

ш сокочастотные мощные.
Предназначены для применения в схемах операционных уси - 

1ителей, видеоусилителей и генераторов разверток.
Транзисторы КТ604А, КТ604Б вы п ускаю тся в м еталл о стекл ян - 

юм корпусе (вариант 1), а транзисторы  КТ604АМ , К Т 604Б М  —
I пластмассовом корпусе с гибкими вы водам и  (вариант 2). О б озн а-

(ение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 5 г , 

пластмассовом не более 1 г.

569
/



Электрические параметры

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к =
= 20 мА , /Б = 2 м А  не б о л е е ............................... ...... . 8 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при С/КБ = 40 В, /э  = 20 м А : *

КТ604А, К Т 6 0 4 А М ...................................................................  1 0 -4 0
КТ604Б, К Т 6 0 4 Б М ................................................................... 3 0 -1 2 0

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером  при t/кв = 40 В, /э  = 20 мА
не м е н е е ................................................................................................... 40 МГц

Емкость коллекторного перехода при (/кв  = 40 В,
/ =  2 М Гц не б о л е е ..........................................................................  7 пФ

Емкость эмиттерного перехода при = 0, / =  2 М Гц
не б о л е е ...................................................................................................  50 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при 1/кэ  = 250 В не
б о л ее ................................................................................................................20 мкА

Обратный ток эм и ттера при (/эб = 5 В не более . . .  50 мкА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
при Г  < 373 К ................................................................................. 300 В
при Г  = 423 К ................................................................................  150 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ **
< 1 кО м:

при Т < 373 К ................................................................................  250 В
при Т = 423 К ................................................................................  125 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
при Т «  373 К ........................................................ ...... 5 В
при Г =  423 К ......................................................................................  2,5 В

Постоянный ток ко л л ек то р а ..............................................................  200 м А

Постоянная рассеиваемая мощ ность: 
без теплоотвода:

при Г  <298 К ................................................................................ 0,8 В т
при Г =  373 К ................................................................................ 0,33 В т

с теплоотводом:
при Гк < 298 К . . . ........................................................  3 В т
при Гк = 373 К ................................................................................ 1,25 В т

Температура п е р е х о д а ..........................................................................  423 К

Тепловое сопротивление:
п е р е х о д -к о р п у с ................................................................................ 40 К/Вт
переход-окружающая с р е д а ........................................................150 К/Вт

Температура окружающей среды й ко р п ус а ...............................От 233 до
' 373 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже допускается пайка вы водо в на 
расстоянии не менее 5 м м  от корпуса. Пайку следует производить

Е_аяльником в течение не более 10 с, температура пайки не д о л ж н а  
ревыш ать 533 К. Необходимо осущ ествлять теплоотвод м е ж д у  
орпусом и местом пайки.

Д ля транзисторов в металлостеклянном корпусе изгиб вы в о д о в  
опускается на расстоянии не менее 5 м м  от корпуса с р а ­

диусом закругления не . менее 3 мм, при этом  должны бы ть при­
н т ы  меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность вы - 
ю да между местом изгиба и с т е к л я н н ы м  ичпттятппом

транзисторов в пластмассовом корпусе изгиб вы в о д о в  
ю пускается под углом не более 90 ° в плоскости, перпендикуляр- 
10Й плоскости основания корпуса транзистора, и на расстоянии  
ie менее 3 м м  от корпуса транзистора с радиусом изгиба не 
ленее 1,5 мм.
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Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

О 20 40 60 80 U КБ, В

КТ611А, КТ611Б, КТ611В, КТ611Г
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п усилительные. 
Предназначены для усиления и генерирования напряж ения в 

диапазоне высоких частот.
Выпускаю тся в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во д ам и . 

Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 5 г.

Электрические параметры

Годуль соэффициснта передачи тока при и кэ  = 40 В,
/э  = 20 мА , / = 2 0  М Гц не м е н е е .....................................  3
остоянная времени цепи обратной связи при 
и КБ = 20 В, /э  = 20 мА , / =  2 М Гц не более . . . .  200 пс 

татический коэффициент передачи тока в схеме с общим ■
эмиттером при 1/КБ = 40 В, /э 20 м А : 

при Т = 298 К :
КТ611А, К Т 6 1 1 В ..........................................................................  1 0 - 4 0

КТ611Б, КТ611Г .......................................................................... 3 0 - 1 2 0
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при Т =  373 К :
КТ611А , К Т 6 1 1 В ..........................................................................1 0 -8 0

КТ611Б, К Т 6 1 1 Г ..........................................................................  3 0 -2 4 0
при Г  = 248 К :

К Т 611 А, К Т 6 1 1 В ..........................................................................  5 - 4 0
КТ611Б, К Т 6 1 1 Г ..........................................................................1 5 -1 2 0

Н апряж ение насыщения коллектор-эмиттер при
/к = 20 мА , /в = 2 мА  не б о л е е ........................................... 0,8 В

Е м кость  коллекторного перехода при f/кво = 40 В не
б о л е е ............................... ■ ................................. ..........................................  5 пФ

О братный ток коллектор-эмиттер при Rэб = 0 не более:
при С/к э  = 180 В КТ611А, К Т 6 1 1 Б ,...............................100 мкА
при С/к э  = 150 В КТ611В, К Т 6 1 1 Г ...............................100 мк А

О братный ток эмиттера не более:
при С/ЭБо = 3 В КТ611А, КТ611Б, КТ611В,

К Т 6 1 1 Г ...................................................................................................100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
i?3 B < 1 кО м : 

при Т„ = 248 -г 373 К :
КТ611А, К Т 6 1 1 Б .......................................................................... 180 В
КТ611В, К Т 6 1 1 Г .......................................................................... 150 В

при Тп — 423 К : '
КТ611А, К Т 6 1 1 Б .......................................................................... 90 В
КТ611В, К Т 6 1 1 Г .......................................................................... 75 В

П остоянное напряжение коллектор-база:
КТ611А, КТ611Б:

при Тп = 248 -f- 373 К .............................................................  200 В t
при Гп = 423 К .......................................................................... 100 В

КТ611В, К Т611Г:
при Гп = 248 373 К .............................................................  180 В
при Т„ = 423 К .......................................................................... 90 В

П остоянное напряжение база-эмиттер : 
при Тп = 248 -т- 373 К :

КТ611А, КТ611Б, КТ611В, К Т 6 1 1 Г ............................... 3 В
при Т„ = 423 К :
К Т611А, КТ611Б, КТ611В, К Т 6 1 1 Г .....................................  1,5 В

Постоянный ток коллектора при Т„ = 248 373 К . . . 100 мА 
П остоянная рассеиваемая мощ ность коллектора:

при 7 =  298 К . . .  ..................................... .....  0,8 Вт
при Т = 398 К ................................................................................0,33 Вт

при Тк = 298 К . . . ' . .......................................................  3 Вт
при Тк = 398 К .................................................................... 1,25 Вт

Тепловое сопротивление переход-окружающая
среда . ' .........................................................................................................150 К/Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус КТ611А, КТ611Б,
КТ611В, К Т 6 1 1 Г ................................................................................40 К/Вт

Тем пература перехода КТ611А, КТ611Б, КТ611В,
К Т 6 1 1 Г ......................................................................................................... 423 К
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Температура окружающей среды От 248 К до  
Тк = 398 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов транзисторов КТ611А, КТ611Б, 
КТ611В, КТ611Г допускается на расстоянии не менее 5 м м  от  
корпуса при температуре пайки не более 533 К в течение 10 с. 
Допускается изгиб выводов на расстоянии не менее 5 м м  от корпу­
са с радиусом изгиба 1,5 — 2 мм. Запрещ ается использование тран ­
зисторов без теплоотвода при мощности рассеяния более 0,8 Вт. 
Разреш ается использовать транзисторы в схем е видеоусилителя теле­
визоров при коэффициенте использования по напряжению l /кэ = 
= 0,9С/Кэя. макс-

2Т625А-2, 2Т625Б-2, 2Т625АМ-2, 2Т625БМ-2, 
КТ625А, КТ625АМ

Транзисторы крем­
ниевые эпитаксиально- 
1планарные п-р-п переклю­
чи тельные.

Предназначены для 
работы в импульсных схе­
мах в герметизированной 
аппаратуре.

Бескорпусные, с за- 
цитным покрытием, с гиб­
кими выводами. Обозна- 
lemie типа приводится на 
»тикетке.

М асса транзисторов 
2Т625А-2, 2Т625Б-2, 

<Т625А (вариант 1) не 
юлее 0,015 г , 2Т625АМ-2, 
’Т625БМ-2, КТ625АМ  
вариант 2) не более
04 г.

В ариант  7

Коллектор
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Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­

щим эмиттером  при t/K3 = 1 В, /к  = 500 м А :
2Т625А-2, 2 Т 6 2 5 А М -2 ................................................................... 3 0 -1 2 0
2Т625Б-2, 2 Т 6 2 5 Б М -2 ................................................................... 2 0 -1 2 0

КТ625А, К Т 6 2 5 А М .........................................................................  2 0 -2 0 0
Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к =

- 500 мА, /Б = 50 мА , не менее:
2Т625А-2, 2Т625А М -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 . . . 0,63 В
КТ625А, К Т 6 2 5 А М .........................................................................  1,2 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер при /к = 500 мА,
/Б = 50 м А  не м ен ее :

2Т625А-2, 2Т625А М -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 . . . .  1,2 В
КТ625А, К Т 6 2 5 А М .........................................................................  1,5 В

Граничное напряжение при /к = 10 мА , /Б = 0, <
< 30 мкс, Q > 50 не менее:

2Т625А-2, 2 Т 6 2 5 А М -2 ...................................................................  40 В
2Т625Б-2, 2 Т 6 2 5 Б М -2 ...................................................................  30 В

Время рассасы ван ия при /к = 500 мА , /Б = 50 мА , не 
более: -

2Т625А-2, 2Т 625А М -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 . . . .  30 не
КТ625А, К Т 6 2 5 А М .........................................................................  60 не

М одуль коэффициента передачи тока при и кэ  = 1 0  В,
/к  = 50 м А , /  =  100 М Гц не менее:

2Т625А-2, 2Т625А М -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ -2 . . .  2,5
КТ625А, К Т 6 2 5 А М .........................................................................  2

Емкость коллекторного перехода при (7КБ = 10 В не
более ................................................................................................................ 9 пФ

Емкость эм иттерного  перехода при £/Эб = 0 не более . . .  90 пФ 
Обратный ток ко ллектора при [/КБ = 60 В не более . . .  30 мкА 
Обратный ток эм и ттер а  при 1/э б = 5 В не более . . . .  100 мкА 
Обратный ток коллектор-эмиттер при UK э  = 60 В,

ЛЭб = 0 не б о л е е ............................................................................... 60 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб <
< 5  кО м 2Т625А-2, 2Т625АМ-2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 
при Тк = 213 373 К и КТ625А, КТ625АМ  при Г , =
223 -j- 358 К ................................................................................................... 40 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т625А-2, 2Т625А М -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ -2:

при Тк =  213 -г 373 К .............................................................  60 В
при Тк — 398 К .................................... ....................................  45 В
при Тк =  223 -  358 К КТ625А, К Т625АМ  . . . .  60 В 

Постоянное напряжение эмиттер-база 2Т625А-2, 
2Т625АМ -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 при Тк =  213 ч- 398 К
и КТ625А, К Т 625А М  при Гк = 223 ч- 358 К ......................... 5 В

Постоянный то к  коллектора 2Т625А-2, 2Т625АМ-2,
2Т625Б-2, 2Т625Б М -2 при Г* = 213 ч- 398 К и КТ625А,
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КТ625АМ при Тк = 223 358 К ............................................  1 А
Импульсный ток коллектора при ти < 5 мке, Q > 10 

2Т625А-2, 2Т625АМ -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 при Гк =
= 213 -г 398 К и КТ625А, КТ625АМ при Тк = 223
358 К ................................................................................................................ 1,3 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
2Т625А-2, 2Т625АМ -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 при 
Тк = 213 -г 358 К и КТ625А, КТ625АМ при Тк =
= 223 -н 343 К .......................................................................................  1 Вт
2Т625А-2, 2Т625АМ -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ -2 при 
Гк = 398 К и КТ625А, КТ625АМ при Гк = 358 К . . . 0,7 Вт 

Температура перехода:
2Т625А-2, 2Т625АМ -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 . . .  408 К
КТ625А, К Т 6 2 5 А М ........................................................................... 393 К

Температура окружающей среды :
2Т625А-2, 2Т625АМ -2, 2Т625Б-2, 2Т625БМ-2 . . .  От 213

до  = 398 К
КТ625А, К Т 6 2 5 А М ...........................................................................От 223 до

Гк = 358 К

П р и м е ч а н и е .  М онтаж  транзисторов в микросхемы  осущ ест­
вляется в следующем порядке: место монтаж а в микросхеме см а­
чивается флюсом Ф КСп, затем  уклады вается фольга припоя ПОС-61 
толщиной 30 м км , разм ером  1,9 х 1,9 м м . Д оп ускается  нагрев 
микросхемы до температуры  не выше 473 К в течение не более 
10 с. В момент пайки транзистор прижимается к м есту  мон таж а 
пинцетом. Усилие прилагается к боковым поверхностям кристал- 
лодержателя.

Вависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.
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Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер  от тока 

коллектора.
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Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

2Т629А-2, КТ629А
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п пере 

клю чательны е.
П редназначены для работы в импульсных схемах герметизи 

рованной аппаратуры .
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Бескорпусные, с защ итным покрытием, с гибкими выводами. 
Выпускаются в сопроводительной таре. Обозначение типа приводится 
на этикетке.

М асса транзистора не более 0,02 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером:

2Т629А-2 при С/КБ= 1,2 В, /э  = 500 м А :
при Т = 298 К ...........................................................................2 5 - 8 0
при Т = 398 К . .................................................................... 2 5 -1 5 0
при Г =213  К ........................................................................... 1 0 -8 0

КТ629А при 1/КБ = 5 В, /э  = 500 мА, Т = 298 К . . . 2 5 -1 5 0  
(Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  =

500 мА, /Б = 50 мА не более:
2 Т 6 2 9 А - 2 ........................................................................................ 0,8 В
К Т 6 2 9 А ...................................................................................................  1 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 500 м А ,
/Б = 50 мА не б о л е е ........................................................................... 1,5 В

Время рассасывания при /к = 500 мА , /Б = 50 м А ,
2Т629А-2 не б о л е е ................................................................................. 90 не

Эбратный ток коллектора при (/кб = 50 В, Г  = 213 -т- .
398 К не б о л е е ................................................................................. 5 мкА

Эбратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ  = 50 В, ЛЭБ =
= 1 кОм 2Т629А-2 не б о л е е ...........................................  5 мкА

Эбратный ток эмиттера при £/эб = 4,5 В 2Т629А-2 не
б о л ее ...............................................................................................................  5 мкА

'раничное напряжение при /э  = 10 мА :
2Т629А-? чс рр .— .— .— .—,—,—.— ;— ;— ;— ;— ;— .-------50 В
K T 6 2 9 A ...................................................................................................  40 В

Лодуль коэффициента передачи тока при Uк э  = 5 В,
/к = 50 мА , / = 1 0 0  М Гц не м е н е е ......................................  2,5

ёмкость коллекторного перехода при = 1 0  В не 
более:

2 Т 6 2 9 А - 2 .............................................................................................  20 пФ
К Т 6 2 9 А ...................................................................................................  25 пФ

ёмкость эмиттерного перехода при 1/эб = 0,5 В не 
более:
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2Т629А -2 ............................................................................................100 пФ
К Т 6 2 9 А .................................................................................................. 120 пФ

П остоянная времени цепи обратной связи * при UKБ =
= 10 В, 1Э = 50 мА, / =  30 М Гц 2 Т 6 2 9 А -2 ........................  120 пс

Время вы клю чения * при /к = 500 м А , /Б = 50 мА,
2 Т 6 2 9 А - 2 ..................................................................................................  75 не

Время вклю чения * при /к = 500 м А , /Б = 50 мА,
2 Т 6 2 9 А - 2 ..................................................................................................  30 не

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т =
= 213 ч- 398 К  и ЯЭБ = 1 к О м .................................................  50 В

П остоянное напряжение коллектор-база при Т = 213 ч-
398 К ...............................................................................................................  50 В

П остоянное напряжение эмиттер-база при Т = 213 ч-
398 К ...............................................................................................................  4,5 В

П остоянный ток коллектора при Т = 213 ч- 398 К . . . .  1 А 
П остоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т = 213 ч- 353 К ...................................................................  1 Вт
при Т = 398 К .............................. , .................................................. 0,18 Вт

Т емпература п е р е х о д а .........................................................................  408 К
Т ем п ература окружающей среды . . . . . . . . . От 213 до

Г  = 398 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже транзистора допускается пайка 
выводов на расстоянии не менее 2 м м  до места выхода вывода 
из защ итного покрытия при температуре не выше 473 К в течение 
не более 10 с. Изгиб вывода допускается на расстоянии не 
менее 0,5 м м  от места выхода вы вода из защитного покрытия. 
Запрещ ается соприкосновение вывода и кристалла и перегиб вы­
водов на ребрах металлической подложки и на инструменте с 
острыми краям и .

Зависимость напряжения насы- Зависимость статического коэф-
щения коллектор-эмиттер от то- фициента передачи тока от токе

ка коллектора. коллектора.
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от 

напряжения коллектор-база.

Зависимость емкости ко ллекто р ­
ного  перехода от напряж ения 

коллектор-база.

Зависимость граничной частоты 
. от тока коллектора.

КТ902А
Транзистор кремниевый меза-планарный п-р-п усилительный в ы ­

сокочастотный мощный.
Предназначен для применения в схем ах  высокочастотных у с и ­

лителей мощности.
Выпускается в металлостеклянном корпусе с жесткими вы во д ам и . 

Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 25 г.
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Электрические параметры

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /кэ =
= 2,5 А , /Б = 0,4 А не б о л е е .......................................................  2 В

Входное напряжение база-эмиттер  при 1/кэ  = 10 В, Iк =
= 2 А не б о л е е ....................................................................................... 2 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при £/|<э = Ю В, /к = 2 А не
м ен ее ...............................................................................................................  15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при UK э  = 1 0  В, /э  = 1 А не
м ен ее ............................................................................................................... 35 МГц

Обратный ток коллектора при С/кб = 70 В не более . . .  10 мА 
Обратный импульсный ток коллектор-эмиттер при С/к э  =

= 110 В, КБЭ = 50 О м , /  = 50 Гц не б о л е е .........................60 мА
Обратный ток эм иттера при С/дв = 5 В не более . . . .  100 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т <
^  398 К .........................................................................................................  65 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Т jg
^  398 К, КБЭ ^  5 О м , ти < 15 м к е ...........................................  110 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т < 398 К . . . 5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а .............................................................  5 А
Постоянный ток б а з ы ..................................... ' ...............................  2 А
Постоянная рассеиваем ая мощность:

при Гк < 323 К ........................................... ‘ .................................. 30 Вт
при Гк = 398 К ................................................................................7,6 Вт

Температура перехода ................................................. ...... 423 К
Общее тепловое соп р оти влен и е ....................................................... 3,3 К/Вт
Температура к о р п у с а ................................................................................От 213

до 398 К

П р и м е ч а н и е :  1. С/КБма1С, UKЭ.ИМ!1КС при Гк = 423 К умень­
ш аю тся в 2 раза.

582



2. Пайка выводов производится паяльником в течение не 
более 10 с. Пайка выводов допускается на плоской части выводов 
транзисторов.

Запрещается кручение выводов во кр уг оси. Изгибы и б оковы е 
натяжения выводов не допускаются.
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фициента передачи тока от 
напряжения коллектор-эмиттер.

1висимость емкости коллектор-
эго перехода от напряжения

коллектор-база.

Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения

эмиттер-база.
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273 323 373 ТК)К

Зависимость м аксим ально  до­
пустимого импульсного напря­
жения коллектор-эмиттер от 

температуры.

Зависимость максимально до­
пустимой рассеиваемой мощ­
ности коллектора от темпера­

туры  корпуса.

2Т903А, 2Т903Б, КТ903А, КТ903Б
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п генераторные. 
Предназначены д л я  применения в схемах высокочастотных ге­

нераторов и усилителей.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выво­

дами . Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора не более 24 г.

Эми.ттер

0f2

база Коллектор

Электрические параметры

Выходная мощ ность * при [/кэ  = 30 В, / =  50 МГц,
Гк «г 323 К не м е н е е .........................................................................  10 Вт

Коэффициент усиления по мощности * не менее . . .  3 
Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер при /к = 2 А,

/б = 0,4 А не б о л ее :
2Т903А, 2 Т 9 0 3 Б ...............................................................................  2 В
КТ903А, К Т 9 0 3 Б ...............................................................................  2,5 В
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Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 2 А,
/Б = 0,4 А 2Т903А, 2Т903Б не б о л е е ...............................  2 В

Статический коэффициент передачи то ка  в схеме с об­
щим эмиттером при £/кэ = 10 В, /« = 2 А :

2Т903А, К Т 9 0 3 А ........................................... .....................................  1 5 - 7 0
2Т903Б, К Т 9 0 3 Б .................................................................................4 0 - 1 8 0

Входное напряжение при Vкэ = 10 В, /к = 2 А не 
более:

2Т903А, 2 Т 9 0 3 Б ................................................................................. 2,5 В
КТ903А, КТ903Б .................................................................................  3 В

М одуль коэффициента передачи тока при {/КБ = 1 0  В,
/к = 0,5 А , / = 3 0  МГц не м е н е е ......................................  4

Емкость коллекторного перехода при £/КБ = 30 В, /  =
= 2 М Гц не б о л е е .................................................................................180 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи  при Uк э  =
= 30 В, /к = 100 мА, /  = 2 МГц не б о л е е .........................  500 пс

Обратный ток коллектор-эмиттер:
при {^кэ “  70 В, /?Бэ = 100 О м; Т = 298 К не 
более:

2Т903А, 2 Т 9 0 3 Б ........................................................................... 2 мА
КТ903А, К Т 9 0 3 Б ........................................................................... 10 мА

при UK3 = 60 В, ЛБЭ = 0 Ом, Т = 398 К 2Т903А,
2 Т 9 0 3 Б ...................................................................................................  10 мА

Обратный ток эмиттера при i /эв = 4 В не более:
2Т903А, 2 Т 9 0 3 Б .................................................................................30 мА
КТ903А, КТ903Б . . . ......................................................... 50 мА

Индуктивность эмиттерного вывода не более . . . .  10~8 Гн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т < 373 К 
2Т903А, 2Т903Б и Т < 343 К КТ903А, КТ903Б . . .  60 В 

Импульсное напряжение коллектор-база при Г  < 373 К 
2Т903А, 2Т903Б и Г  < 343 К КТ903А, КТ903Б . . .  80 В 

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ *5 
< 100  Ом, Т < 373 К 2Т903А, 2Т903Б и Т < 343 К
КТ903А, К Т 9 0 3 Б ................................................................................. 60 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
< 100 Ом, при Т < 373 К 2Т903А, 2Т903Б и Т < 343 К 
КТ903А, К Т 9 0 3 Б ................................................................................. 80 В

Постоянное напряжение эмиттрр-бязя . __, . _____ 4 _____
Постоянный ток ко л л ек то р а ............................................................... З А
Импульсный ток коллектора:

при т„ < 10 мкс, Q > 1 0 ...............................................................  5 А
при т„ < 1 мкс, £) > 100 ...............................................................  10 А

Постоянная рассеиваемая мощность:
при Гк «  323 К 2Т903А, 2Т903Б; при Тк < 298 К
КТ903А, К Т 903Б ................................................................................. 30 Вт
при Г* = 393 К 2Т903А, 2Т903Б; при Тк < 358 К 
КТ903А, К Т 903Б .................................................................................  9 Вт
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при Гк = 398 К 2Т903А , 2 Т 9 0 3 Б ..................................... 7,5 Вт

И мпульсная р ассеи ваем ая мощность при т„ < 10 мке,
Q >  10, 1/Кэ  < 30 В : 

при Тк = 323 К 2Т903А , 2Т903Б; при Тк < 298 К
КТ903А, К Т 9 0 3 Б ................................................................................. 60 Вт
при Тк = 343 К 2Т903А , 2Т903Б; при Тк = 358 К
КТ903А, К Т 9 0 3 Б ................................................................................  18 Вт

Температура перехода:
2Т903А, 2 Т 9 0 3 Б ................................................................................  423 К
КТ903А, К Т 9 0 3 Б ................................................................................  388 К

Общее тепловое соп р оти влен и е ....................................................... 3,33 К/Вт

Температура корпуса:
2Т903А, 2 Т 9 0 3 Б ................................................................................ От 213

до 398 К
КТ903А, К Т 9 0 3 Б ................................................................................ От 233

до 358 К

П р и м е ч а н и е .  При повышении температуры постоянное на­
пряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер снижается линейно 
на 10% через каж ды е 10 К.

При работе в схем ах  ВЧ генераторов и усилителей с ампли­
тудной модуляцией допускается мгновенное значение напряжения 
звуковой частоты до  70 В.
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Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

_________ 2Т908А, КГ908А, КТ908Б--------------
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п переключательные 

высокочастотные мощные.
Предназначены для работы в клю чевых стабилизаторах и 

преобразователях напряжения, импульсных м о дулятор ах .
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выво­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса транзистора без накидного ф ланца не более 22 г, 

накидного фланца не более 12 г.
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Электрические параметры

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер не более:
2Т908А, К Т908А при /к  = 10 А, /Б = 2 А .........................  1,5 В
2Т908А при /к  = 5 А , /Б = 1 А .................................................. 0,8 В
КТ908Б при /к  = 4 А , /Б = 0,4 А .....................................  1 В

Напряжение насыщ ения база-эмиттер не более:
2Т908А, К Т908А при /к  = 10 А, /Б = 2 А .........................  2,3 В
2Т908А при /к  = 5 А, /Б = 1 А ...................................... 1,6 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эм иттером  при Т = 298 К : ■ 

2Т908А, К Т908А  при 1/кэ = 2 В, /к = 10 А . . . 8 - 6 0  
КТ908Б при (УКз  = 4 В, /к = 4 А не менее . . .  30 

Отношение статического  коэффициента передачи тока 
при Тк = 398 К к статическому коэффициенту передачи 
тока при Г  = 298 К , 1/кэ  = 2 В, /к = 5 А 2Т908А не
б о л е е ................................................................................................................  3

Время вклю чения при 1К = 5 А, /Б = 1 А , ти = 10 мке
2 Т 9 0 8 А ..........................................................................................................0 ,1 -0 ,3  мке
типовое з н а ч е н и е ................................................................................0,2 мке

Время рассасы вани я при /к = 5 А, /Б = 1 А, ти =
= 10 мке 2 Т 9 0 8 А .................................................................... • .0 ,6 - 2 ,6  мке
типовое з н а ч е н и е ........................................... ....................................  2 мке

Время сп ада при /к  = 5 А, /Б = 1 A , t„ = 10 мке
2 Т 9 0 8 А ..........................................................................................................0 ,1 -0 ,3  мке
типовое з н а ч е н и е ................................................................................0,2 мке

М одуль коэффициента передачи тока при / = 1 0  МГц,
(/ю  = 10 В, А» = 1 А не менее:

2Т908А ...................................................................................................  5
КТ908А, К Т 9 0 8 Б ................................................................................ 3

Емкость коллекторного перехода при 1/|< = 10 В, / =
= 0,3 М Г ц  не б о л е е ........................................... ..............................  700 пФ
типовое з н а ч е н и е ....................................................... ...... 500 * пФ

Обратный ток коллектора не более: 
при Т = 298 К  и Г  = 213 К :

2Т908А , КТ908А при ЯБЭ = 10 О м, UK3 =
= 100 В ............................................................................................ 25 мА
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КТ908Б при Л53 = 250 Ом, С^кэ — 60 В . . > . 50 мА  
при Г  = 398 К 2Т908А при Лбэ = Ю Ом < ^ к э  =
= 80 В .........................................................................................................50 мА

Обратный ток эмиттера при (УБэ  = 5 В не более . . . 300 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т„ =
= 213 -т- 373 К :

2Т908А, КТ908А при ЛБЭ = 10 О м .....................................  100 В
КТ908Б при /?бэ = 250 О м .................................................. 60 В

Постоянное напряжение коллектор-база при 7'п = 213-ь
373 К 2 Т 9 0 8 А ......................................................................................  140 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Г* = 213 4­
398 К ................................................................................ ...... 5 В

Постоянный ток коллектора при Гк = 213 398 К . . . 10 А
Постоянный ток базы при 7'к = 213 — 398 К . . . . 5 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Гк = 2 1 3 -  323 К ......................................................................................  50 Вт
Температура п е р е х о д а ..........................................................................  423 К
Температура ко р п уса ................................................................................  398 К
Температура окружающей с р е д ы ................................................. От 213 до

Гк = 398 К

П р  и м е ч а н и я :  1. Постоянное напряжение коллектор-эм иттер  
и коллектор-база при Тп = 373 -=- 423 К снижается линейно на 
10%  через каждые 10 К.

М аксимально допустимая постоянная рассеиваемая м ощ н ость 
коллектора при Г, = 323 4- 398 К определяется по формуле

^К.макс = (Т„ — TK)/Rln .t,

где Лт.п-к — тепловое сопротивление переход-корпус, оп ределяем ое 
из области максимальных режимов (например, при t/кэ = 1 0  В, 
/к  = 5 А Лт .п.к = 2 К/Вт).

Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах , 
соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем  д и а­
пазоне температур. При конструировании схем следует у ч и ты вать  
возможность сампвочбужлрния трянпнсторп зп счет паразитных свмзей г

2. Механические усилия на вы воды  транзистора не до лж н ы  
превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном 
направлениях к оси вывода.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6  м м  
от корпуса транзистора.
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2Т912А, 2Т912Б, КТ912А, КТ912Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально--планарные-я-р-я- высоко­

частотные генераторные.
Предназначены для работы в усилителях мощности.
Выпускаю тся в металлокерамическом корпусе с жесткими вы ­

водами. Транзисторы поставляются с диодом , смонтированны м внутри 
корпуса и предназначенным для контроля температуры  корпуса. 
Разреш ается поставлять транзисторы без ди о да . Обозначение типа 
приводится на боковой поверхности корпуса. Транзистор без ди ода 
маркируется синей точкой около диодного вы вода .

М асса транзистора не более 45 г.
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Электрические параметры
Выходная мощ ность двухтонового сигнала в пике оги­

бающей на частоте 30 МГц при Ек  = 27 В не
м ен ее ...............................................................................................................  70 Вт

Коэффициент усиления по мощности при РВШ(П0) = 70 Вт
не м ен ее .........................................................................................................  10

Коэффициент полезного действия коллектора при РВЫХ(П0) =
= 70 Вт не м е н е е ................................................................................  50 %

Коэффициент комбинационных составляющих третьего
порядка при Рвых(ПО) = 70 Вт не б о л е е ............................... — 30 дБ

М одуль коэффициента передачи тока при / = 3 0  М Гц,
1/кэ  = 10 В, /к  = 3 А не м е н е е ...........................................  3
типовое з н а ч е н и е ................................................................................ 5,5 *

Емкость коллекторного перехода* при (/Кб = 27 В . . . 200 пФ 
Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­

щим эмиттером при t/кв = Ю В, /к = 5 А :
2Т912А, К Т 9 1 2 А ................................................................................ 1 0 -5 0

2Т912Б, КТ912Б ................................................................................2 0 -1 0 0
Обратный ток коллектор-эмиттер при £/кэ = 70 В, Лэб <

< 10 О м не б о л е е ................................................................................50 мА
Обратный ток эм и ттера при = 5 В не более . . . 250 мА 
Прямое напряжение на диоде при /пр = 20 м А  . . . . 0,3 — 1 В 
Обратный ток ди о да при U = 5 В не б о л е е ...............................  1 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ДЭб <

< 10 О м:
2Т912А, 2Т912Б :

Т„ = 213 4- 398 К .........................................................................  70 В
Г„ = 428 К ......................................................................................  35 В

КТ912А, К Т 912Б :
Гк = 228 ч- 348 К .........................................................................  70 В
Гк = 358 К ...................................................................................... 56 В

И мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при Uэб =
= 1,5 В в схем е высокочастотного усилителя при / =
= 1,5 4- 30 М Г ц  2Т912А, 2Т912Б:

при Гп = 213 4- 398 К .............................................................  80 В
при Тв =  428 К  . ,...................................................................  60 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база 2Т912А, 2Т912Б 
при Гп = 213ч-428 К и КТ912А, КТ912Б при Т % =
= 228 4 - 358 К .............................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора 2Т912А, 2Т912Б при Гп =
= 213 4-428 К и КТ912А, КТ912Б при Тк = 228 4­
358 К ...............................................................................................................  20 А

Постоянный ток базы  2Т912А, 2Т912Б при 7^ = 213 4­
428 К и К Т 912А , КТ912Б при Тк = 228 ч- 358 К . . . .  10 А 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
2Т912А, 2Т912Б:

при Гк = 213ч- 373 К ..............................................................  30 Вт
при Гк = 398 К ........................................................................... 15 Вт

КТ912А, КТ912Б при Тк = 228 4- 358 К .........................  30 Вт
Средняя рассеиваемая мощ ность коллектора в динами­

ческом режиме при Ек < 28 В :
2Т912А, 2Т912Б:

при Гк = 213 4- 373 К ..............................................................  35 Вт
при Гк = 398 К ...........................................................................17,5 Вт

КТ912А, КТ912Б при 7’к = 228 4- 358 К .........................  35 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус..................................... 1,66 К/Вт
(Температура окружающей среды :

2Т912А, 2 Т 9 1 2 Б .................................................................................О т 213 до
= 398 К

КТ912А, К Т 912Б .................................................................................О т 223 до
Г* = 358 К

П р и м е ч а н и е .  Д опускается производить пайку вы во до в на 
расстоянии не менее 2 м м  от корпуса паяльником, н агр еты м  до 
температуры 523 К, в течение не более 10 с. Д опустимы й крутящ ий 
момент на монтажный винт при креплении транзистора 1,8 Н- м .  
Осевое усилие на винт допускается не более 1600 Н.
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2Т917А
Транзистор кремниевый меза-планарный п-р-п универсальный вы­

сокочастотны й мощный.
Предназначен для работы в импульсных схемах, схемах усиле 

ния и генерирования.
В ы пускается в металлокерамическом корпусе с жесткими вы 

во дам и . Обозначение типа приводится на корпусе.
М асса  транзистора не более 20 г.

Электрические параметры

Н апряж ение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 10 А,
/Б = 2 А не б о л е е .......................................................................... 2 В

Н апряж ение насыщения база-эмиттер при /к  = 10 А,
/Б = 2 А не б о л е е ................................................................................  2,2 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером  при 1/кэ = 5 В, /к  = 7 А :

при Г  = 298 К ................................................................................  1 0 -6 0
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при 7"= 213 К ....................................................................................... 8 — 60
при Т = 398 К, /к = 2,5 А ...................................................1 0 -1 8 0

М одуль коэффициента передачи тока при С/к э  = Ю В,
/к = 1 А, / =  30 МГц не м е н е е ............................................  2

Обратный ток коллектор-эмиттер при Л БЭ = 10 Ом,
С/Кэ  = 150 В не более:

при Т=  298 К и Г  = 213 К ...................................................20 мА
при 7 =  398, £/к э = 120 В .........................................................40 мА

Эбрагный ток эмиттера при C/gэ  = 5 В не более . . . 200 мА 
Зыходная мощ ность* при t/K = 30 В, / =  10 М Гц в

классе С .......................................................................................................... 30 — 50 Вт
<оэффициент усиления по мощности* (Рвых < 50 Вт) при

UK = 30 В, / =  10 М Г ц .....................................................................1 0 -2 0
Соэффициент полезного действия при UK = 30 В, /  =

= 10 М Гц (Р вь,х 4  50 В т ) ............................................................... 7 0 -8 0 %

Предельные эксплуатационные данные

1остоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЯБЭ = 
= 10 Ом, Тп < 373 К ........................................... ......  .

[мпульсное напряжение коллектор-эмиттер при ти < 
Q >  2, Т„ = 213ч- 423 К

[остоянное напряжение коллектор-база при Т„ =

1 мс

213

213 -т-

Q > 2

213 4-

150 В

200 В

150 В

5 В

8 В 
10 А

15 А 
5 А

7 А

50 Вт

500 Вт 
Т К / В т"  

423 К 
От 213 до 
Tv = 398 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально д о п усти м ая  постоянная рас- 
иваемая мощ ность коллектора, Вт, при Тк > 323 К определяется 
] формуле

423 К
[остоянное напряжение база-эмиттер при
423 К ................................................................................
мпульсное напряжение база-эмиттер 
Q > 2, /БЭи < 1 А , Тп = 213 4- 423 К . . . . 
остоянный ток коллектора при Гп = 213 4- 423 К 
мпульсный ток коллектора при ти < 1 мс,
Т„ = 213 4- 423 К ....................................................................

остоянный ток базы  при Тп = 213 4- 423 К  . . 
мпульсный ток базы  при ти < 1 мс, Q > 2, Тп =
423 К .............................................................................................
остоянная рассеиваемая мощность коллектора при Г , = 

213 4- 323 К
гновенная рассеиваемая мощность коллектора на фрон 
тах в режиме переключения при длительности фрон 
тов переходных процессов 0 ,1 —0,2 мке, Гп = 213 4­
423 К ............................... ..........................................................................
пловое сопротивление перехил-кирцус . 
мпература перехода . . . .  
мпература окружающей среды

^Кмакс = (423 -  Гк )/2.
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М аксимально допустимое постоянное напряжение коллектор- 
эмиттер при Т„ > 373 К снижается линейно на 10% через каждые 
10 К.

2. Пайка вы водо в допускается на расстоянии не менее 2 мм 
от корпуса транзистора.

2Т920А, 2Т920Б, 2Т920В, КТ920А, КТ920Б, 
КТ920В, КТ920Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п генера­
торные высокочастотные.

Предназначены д л я  применения в схемах усилителей мощности, 
в том числе с амплитудной модуляцией, умножителях частоты 
и автогенераторах на частотах 50 — 200 М Гц при напряжении пи­
тания 12,6 В.

Выпускаю тся в металлокерамическом корпусе с четырьмя изоли 
рованными от корпуса гибкими ленточными выводами и монтаж 
ным винтом. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 4,5 г.

Электрические параметры

Выходная мощ ность при 1/«э= '2 .6  В, / =  175 МГц,
Гк < 313 К :

2Т920А, К Т 9 2 0 А .............................. ................................................ ........2 Вт
2Т920Б, К Т 9 2 0 Б ............................................................................... ........5 Вт
2Т920В, К Т 9 2 0 В ...............................................................................  20 Вт
К Т 9 2 0 Г ...........................................................................................................15 Вт

Коэффициент усиления по мощности:
2Т920А, К Т 920А  не м е н е е ................................................. ........7
типовое зн ач ен и е ....................................................................................... 12*
2Т920Б, К Т920Б  не м е н е е ....................................................... ........4,5
типовое зн ач ен и е ............................................................................... ........9*
2Т920В, К Т920В  не м е н е е ....................................................... ........3
типовое зн ач е н и е .......................................................................................4 *
КТ920Г не м е н е е ........................................................................ ........3
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Коэффициент полезного действия коллектора 2Т920А ,
2Т920Б, 2Т920В не м е н е е ..............................................................  60%
типовое з н а ч е н и е .................................................................................  70 * %

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером* при С/к э  = 5 В:

2Т920А при /к = 50 мА , типовое значение . . . .  30 
2Т920Б при /к = 100 м А , типовое значение . . . .  40 
2Т920В при /к = 250 мА , типовое значение . . . .  25 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер*:
2Т920А при /к = 50 м А , /Б = 10 мА , типовое зн а­

чение ...................................................................................... ...... . . . 0,3 В
2Т920Б при /к = 100 мА , /Б = 20 мА, типовое
зн ачен ие...................................................................................................  0,4 В
2Т920В при /к = 250 мА , /Б = 50 мА, типовое
зн ачен ие...................................................................................................  0,45 В

.М одуль коэффициента передачи тока при f — 100 М Г ц , _
и к э = 10 В : __

2Т920А, КТ920А при /к  = 0,2 А не менее . . . .  4
типовое значение................................................................................. 7,5 *
2Т920Б, КТ920Б при /к  = 0,4 А не м е н е е ..........................  4
типовое значение.................................................................................  7 *
2Т920В, КТ920В при /к = 1,0 А не менее . . . .  4
типовое значение.................................................................................  4,5 *
КТ920Г при /к = 1,0 А не м е н е е ......................................  3,5

рСритический ток коллектора* при 1/кэ  = 10 В, f  —
= 100 М Гц:

2Т920А, КТ920А не м е н е е ........................................................  0,8 А
типовое значение .................................................................................  1,0 А •
2Т920Б, КТ920Б не м е н е е ........................................................  1,5 А
типовое значение .................................................................................  2,0 А
2Т920В, КТ920В не м е н е е ........................................................  4,5 А
типовое значение................................................................................. 7,0 А
КТ920Г не м е н е е ................................................................................. 4,0 А

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/к э  =
= 10 В , / = 5  М Гц: 

при /э  = 30 мА 2Т920А, 2Т920Б, КТ920А, КТ920Б 
и при /э  = 150 мА  2Т920В, КТ920В, КТ920Г не
б о л е е ...............................- ...................................................................... 20 пс
типовое значение................................................................................. 8 * пс

[мкость коллекторного перехода при 1/к э  = 1 0  В, / =
= 5 М Гц:---------------------------------------------------------------------------------

2Т920А не б о л е е ................................................................................. 15 пФ
типовое значение.................................................................................10* пФ

2Т920Б не б о л е е ................................................................................. 25 пФ
типовое значение.................................................................................16* пФ

2Т920В не б о л е е ................................................................................. 75 пФ
типовое значение.................................................................................50 * пФ

|мкость эмиттерного перехода при = 0, / =  5 М Гц не 
5олее:

2 Т 9 2 0 А .............................................................................................  55 пФ
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2 Т 9 2 0 Б .................................................................................................. 100 пФ
2 Т 9 2 0 В .................................................................................................. 410 пФ

О братный ток коллектор-эмиттер при UKэ = 36 В, ЛЭб =
100 О м  не более: 
при Т — 298 К :

2 Т 9 2 0 А ............................................................................................  1 мА
2Т920Б, К Т 9 2 0 А .........................................................................  2 мА
2 Т 9 2 0 В ............................................................................................  5 мА
КТ920Б ............................................................................................ 4 мА

К Т920В, К Т 9 2 0 Г ..........................................................................7,5 мА
при Т = 398 К :

2 Т 9 2 0 А ....................................................... ....................................  2 мА
2 Т 9 2 0 Б ............................................................................................  4 мА
2 Т 9 2 0 В ............................................................................................  10 мА

О братный ток эмиттера при С/Эб = 4 В : 
при 7"= 298 К :

2Т920А , 2 Т 9 2 0 Б ......................................................................... 0,25 мА
2 Т 9 2 0 В ............................................................................................ 2 мА

И ндуктивность вы водов* :
2Т920А , КТ920А:

э м и т т е р н о г о ................................................................................1,7 нГн
ко л л екто р н о го ............................................................................... 2,4 нГн
б а з о в о г о ............................................................................................2,9 нГн

2Т920Б, КТ920Б:
э м и т т е р н о г о ............................................................................... 1,2 нГн
ко л л екто р н о го ................................................................................2,6 нГн
б а з о в о г о ............................................................................................2,4 нГн

2Т920В, КТ920В, КТ920Г:
э м и т т е р н о г о ................................................................................1,0 нГн
ко л л екто р н о го ................................................................................2,4 нГн

б а з о в о г о ...............................................................................  . . 2,4 нГн
Емкости вы водов относительно корп уса* :

э м и т т е р - к о р п у с ......................................................................... 1,84 пФ
колЛ ектор-корпус......................................................................... 1,53 пФ

б а за -к о р п у с .................................................................................. ... 0,96 пФ

Предельные эксплуатационные данные
П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при <

s; 100 О м .................................................................................................. 36 В
П остоянное напряжение эм и ттер -б аза ........................................... 4 В
П остоянный ток коллектора:

2Т920А , К Т 9 2 0 А ...............................................................................  0,5 А
2Т920Б, К Т 9 2 0 Б ...............................................................................  1 А
2Т920В, КТ920В, К Т 920Г .............................................................  З А

И мпульсный ток коллектора при ти < 20 мке, Q > 50:
2Т920А , К Т 9 2 0 А ................................................. .............................. 1 А
2Т920Б, К Т 9 2 0 Б ...............................................................................  2 А
2Т920В, КТ920В, К Т 9 2 0 Г .......................................................  7 А

Постоянный ток базы :
2Т920А, К Т 9 2 0 А ............................................................................... 0,25 А
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2Т920Б, К Т 9 2 0 Б ................................................................................  0,5 А
2Т920В, КТ920В, К Т 9 2 0 Г ........................................................  1,5 А

1мпульсный ток базы при т„ < 10 мке, Q > 100:
2Т920А, К Т 9 2 0 А ................................................................................  0,5 А
2Т920Б, К Т 9 2 0 Б ................................................................................  1 А
2Т920В, КТ920В, К Т 9 2 0 Г ........................................................  3,5 А

редняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме: 
при Тк < 323 К :

2Т920А, К Т 9 2 0 А ..........................................................................  5 Вт
2Т920Б, К Т 9 2 0 Б ..........................................................................  10 Вт
2Т920В, КТ920В, К Т 9 2 0 Г ........................................................  25 Вт

при Тк = 398 К :
2 Т 9 2 0 А ............................................................................................ 1,25 Вт
2 Т 9 2 0 Б ............................................................................................ 2,5 Вт
2 Т 9 2 0 В ............................................................................................ 6,2 Вт

:пловое сопротивление переход-корпус:
2Т920А, К Т 9 2 0 А ................................................................................20 К/Вт
2Т920Б, К Т 9 2 0 Б ................................................................................ 10 К/Вт
2Т920В, КТ920В, К Т 920Г .............................................................. 4 К/Вт

:мпература п е р е х о д а ..........................................................................  433 К
:мпература корпуса:

2Т920А, 2Т920Б, 2Т 920В .............................................................. От 213 до
398 К

КТ920А, КТ920Б, КТ920В, К Т 9 2 0 Г ......................................От 238
до 258 К

П р и м е ч а н и е .  Разрешается обрезать выводы на расстоянии 
менее 5 м м  от корпуса без передачи усилия на керами- 

:кую часть корпуса, без нарушения герметичности и с сохранением 
"«значения коллекторного вывода.

,Вт гтэ 'гоА , 1к
A JtSUM

рв„ Г .X

/ f  =175 МГц 
UK3^1 2 ,6 B -

3 0,1 0 ,2 0,1 0,4 0,5 Р. ,Вт

асимость выходной мощ- 
ги и КПД от входной мощ­
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0,5 1,75 Р1х,В т

Зависимость выходной мощно­
сти и К П Д  от входной мощ ­

ности.
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Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от тока 

коллектора.

0 2 4 - 6 8  101К)А

2Т921А, КТ921А, КТ921Б
Т ранзисторы  кремниевые планарные п-р-п высокочастотные ге­

нераторные.
П редназначены для работы в усилителях КВ и УКВ диапазонов.
В ы пускаю тся в металлокерамическом корпусе с жесткими вы­

водами . Обозначение типа приводится на боковой поверхности 
корпуса.

М асса транзистора не более 6,5 г.

Электрические параметры

Вы ходная мощ ность при / = 6 0  М Гц, Ек = 27 В не
менее ................................................................................................................

В ы ходная м ощ ность двухтонового сигнала в пике оги­
бающей при / = 3 0  М Гц, Ек = 27 В не менее . . . . 

Коэффициент усиления по мощности при Рвых = 12,5 Вт:
2Т921А , КТ921А не м е н е е ........................................................
К Т921Б не м е н е е .........................................................................

Коэффициент полезного действия коллектора при Рвых =
= 12,5 Вт не м е н е е .........................................................................

Коэффициент комбинационных составляю щ их третьего 
порядка при / = 3 0  МГц, РВых(п° )  = *2,5 Вт не бо­
лее ...............................................................................................................

12.5 Вт

12.5 Вт

8
5

50%  

- 3 0  дБ
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М одуль коэффициента передачи тока на / = 3 0  М Гц
при С/кэ = 10 В, /к = 0,4 А не м е н е е ...............................  3
типовое з н а ч е н и е .................................................................................  7,5 *

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при Тк = 303 К , С/КБ = 1 0  В, /« =
= 1 А не м е н е е ....................................................................................... 10
типовое з н а ч е н и е ................................................................................. 45 *

Постоянная времени цепи обратной связи при С/кб =
= 10 В, /к = 1 А . ........................................................................... 22 пс

Емкость коллекторного перехода* при 1/КБ = 20 В 50 пФ
Емкость эмиттерного перехода* при С/Эб = 3 В ......................... 210 пФ
Обратный ток эмиттера при С/ЭБ = 4 В не более . . .  20 м А  
Обратный ток коллектор-эмиттер при 1/Кэ  = 70 В, ЛЭБ =

= 10 Ом не б о л е е ................................................................................. 10 м А
И ндуктивность коллекторного в ы в о д а * ............................... 3,5 нГн
И ндуктивность базового в ы в о д а * .................................................. 3,5 нГн
Индуктивность эмиттерного в ы в о д а * ............................................3,0 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб <
< 10 О м:

2Т921А:
при Тл = 213 -г 398 К ..............................................................  65 В
при Т„ = 428 К ........................................................................... 32 В

КТ921А, КТ921Б:
при Тп = 228 н- 398 К ..............................................................  65 В
при 7",, = 423 К ............................... .................................................  32 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при 1/ЭБ =
= 1,5 В в схеме высокочастотного усилителя при /  =
= 1,5 4- 60 М Гц:

2Т921А:
при Т„ = 213 -н 398 К ..............................................................  80 В
при Т„ = 428 К ........................................................................... 60 В

КТ921 А, КТ921Б:
при Т„ = 228 4- 398 К ..............................................................  80 В

при Т„ — 423 К .......................................................................... ' .  60 В
Постоянное напряжение эмиттер-база 2Т921А при Т„ —

= 213 4-428 К ; К Т921А, КТ921Б при Т„ = 228 и-
398 К .......................................................................................................................4 В

Постоянный ток коллектора 2Т921А при Т„ = 213 -т- 
423 К ; КТ921А, КТ921Б при Т„ = 228 -г 398 К . . . . 3,5 А  

Постоянный ток базы 2Т921А при Тп = 213н -428  К ;
КТ921А, КТ921Б при Гп = 228 4- 398 К ...............................  1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
2Т921А:

при Тк = 213 -г 348 К .............................................................. 12,5 В т
при Г , = 398 К .................................................. ...... 4 ,2 В т
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КТ921А, КТ921Б:
при Тк = 228 -5- 348 К ................................................................... 12,5 Вт
при Гк = 398 К ..........................................................................4,2 Вт

С редн яя рассеиваемая мощ ность коллектора в динами­
ческом режиме при Ек  < 28  В :

2Т921А :
при Гк = 213 -*■ 348 К ............................................................. 12,5 Вт
при Гк = 398 К ..........................................................................4,2 Вт

КТ921 А, КТ921Б:
при Гц = 228 -т- 348 К ............................................................. 12,5 Вт
при Гк = 398 К ..........................................................................4,2 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус..................................... 6 К/Вт

Т емпература окружаю щ ей среды :
2 Т 9 2 1 А ...................................................................................................От 213

до Тк = 398 К
КТ921 А, К Т 921Б ................................................................................От 228

. до
^  = 398 К

П р и м е ч а н и е .  Пайку выводов допускается производить на 
расстоянии не менее 2 м м  от корпуса транзистора. Осевое усилие 
на винт допускается не более 250 Н, на выводы транзистора не 
более 5 Н, изгибающее усилие не более 1 Н.

213

70

S0

50

40

30
20

10

2 Т921А , КТ921А

Um -к 1В

1 2 3 1к,А

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

коллектора.

Зависимость емкости коллекто!
ного перехода от напряжена

коллектор-база.
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Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от тока 

коллектора.

22 24 26 28 UKg,B

ависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка коллектора.

Зависимость коэффициента уси­
ления от напряжения коллек­

тор-эмиттер.

2Т922А, 2Т922Б, 2Т922В, КТ922А, К 1922Б, 
КТ922В, КТ922Г, КТ922Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п генера- 
орные высокочастотные.

Предназначены для применения в схем ах усилителей мощности, 
том числе при амплитудной модуляции, в умножителях частоты  

[ автогенераторах на частотах выше 50 М Г ц  при напряжении 
[итания 28 В.
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Выпускаются в металлокерамическом корпусе с четырьмя изо 
лированными от ко р п уса гибкими' ленточными выводами и мон 
тажным винтом. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не белее 4,5 г.

Электрические параметры

Выходная мощ ность при С/кэ= 28 В, / = 1 7 5  МГц,
Гк < 313 К :

2Т922А, К Т 9 2 2 А ................................................................................ 5 Вт
2Т922Б, К Т 9 2 2 Б ................................................................................ 20 Вт
К Т 9 2 2 Г ...................................................................................................  17 Вт
К Т 9 2 2 Д ...................................................................................................  35 Вт
2Т922В, К Т 9 2 2 В ................................................................................ 40 Вт

Коэффициент усиления по мощности:
2Т922А, К Т922А не м е н е е .......................................................  10
типовое значение .........................................................................  20*
2Т922Б, К Т922Б не м е н е е .................................................  5,5
типовое значение .........................................................................  10*
КТ922Г не м е н е е .........................................................................  5
2Т922В, КТ922В не м е н е е .......................................................  4
типовое зн ач ен и е ................................................................................ 6*
КТ922Д не м е н е е .........................................................................  3,5

Коэффициент полезного действия коллектора не
м е н е е .........................................................................................................  55 %
типовое значение ................................................................................ 6 5*% .

Статический коэффициент передачи тока в схеме с
общим эм и ттер о м *  при С/кэ = 5 В, при /к = 0,1 А 
2Т922А; /к = 0,25 А 2Т922Б; при 1К = 0,5 А 2Т922В,
типовое значение ...............................................................................  50

Напряжение насыщ ения коллектор-эмиттер *, типовое 
значение:

2Т922А при /к  = 100 мА, /Б = 20 м А .........................  0,3 В
2Т922Б при /к = 250 мА, /Б = 50 м А ...............................0,35 В
2Т922В при /к = 500 мА, /Б = 100 м А ......................... 0,4 В
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М одуль коэффициента передачи тока при / =  100 М Гц,
Uк э  = 1 0  В :

2Т922А, КТ922А при /к = 0,4 А не м е н е е ..........................  3
типовое значение ........................................................................... ......... 7*

2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г при /к = 1,5 А не
м е н е е ..........................................................................................................  3
типовое з н а ч е н и е ........................................................................... ..........6,5*
2Т922В, КТ922В при /к = 3 А не м е н е е ..........................  3
типовое значение............................................................................................4,5*
КТ922Д при /к  = 3 А не м е н е е ...................................... ..........2,5

Критический ток коллектора при 1/кэ  = 10 В ,/  = 100 М Г ц :
2Т922А, КТ922 не м е н е е ............................................................... 0 ,6 А
типовое значение ..................................................................... ...... 1,2* А
КТ922Г не м е н е е ........................................................................... ...... 1,8 А
2Т922Б, КТ922Б не м е н е е ........................................................ .......2 А
типовое значение ........................................................................... ...... 3* А
КТ922Д не м е н е е ........................................................................... ...... 4,5 А
2Т922В, КТ922В не м е н е е ........................................................ ...... 5 А

типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 8,5* А

Постоянная времени цепи обратной связи при 
t/K3 = Ю В, / =  5 М Г ц :

2Т922А, КТ922А при /3 = 40 мА не более . . . .  20 пс
типовое значение................................................................................. 7,5* пс

2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г при /э  = 150 м А  не
более ..........................................................................................................  20 пс
типовое з н а ч е н и е ...........................................................................  8* пс
2Т922В, КТ922В, КТ922Д при /э  = 300 м А  не
более .......................................................................................................... 25 пс

типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 20* пс

Емкость коллекторного перехода при UK Б = 28 В,
/ =  5 М Гц:

2Т922А не б о л е е ........................................................................... .....15 пФ
типовое з н а ч е н и е ........................................................................... .....8* пФ
2Т922Б не б о л е е ........................................................................... ..... 35 пФ

типовое з н а ч е н и е ........................................................................... 20* пФ
2Т922В не б о л е е ........................................................................... .....65 пФ

типовое з н а ч е н и е ......................... ..................................................50* пФ

Емкость эмиттерного перехода* при 1/Эб = 0, /  = 5 М Г ц , 
типовое значение:

2 Т 9 2 2 А .................................................................................................... 75 пФ
2 Т 9 2 2 Б .................................................................................................... 200 пФ
2 Т 9 2 2 В .................................................................................................... 500 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при £/к з  = 65 В,
Л3б = 100 Ом не более: 

при Г  = 298 К :
2 Т 9 2 2 А .................................................................................................... 2 м А
К Т 9 2 2 А .................................................................................................... 5 м А
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2 Т 9 2 2 Б ...................................................................................................  10 мА
2Т922В, КТ922Б, К Т 9 2 2 Г ........................................................20 мА
К Т 9 2 2 В ...................................................................................................40 мА

при Т =  398 К :
2 Т 9 2 2 А ................................................................................................... 4 мА

2 Т 9 2 2 Б ...................................................................................................20 мА
2 Т 9 2 2 В ...................................................................................................40 мА

О братный ток эмиттера при С/э б = 4 В не более: 
при Т =  298 К :

2 Т 9 2 2 А ...................................................................................................0,25 мА
К Т 9 2 2 А ................................................................................. 0,5 мА

2 Т 9 2 2 Б ...................................................................................................1,0 мА
2 Т 9 2 2 В ...................................................................................................2,5 мА

К Т 9 2 2 Б ................................................................................................... 3 мА
К Т 9 2 2 Г ..................................................................................................  4 мА
К Т922В , К Т 9 2 2 Д .......................................................................... 6 мА
при Т  =  398 К :

2 Т 9 2 2 А .................................................................................................. 0,5 мА
2 Т 9 2 2 Б ..................................................................................................  2 мА
2 Т 9 2 2 В ..................................................................................................  5 мА

И ндуктивность выводов * .*
2Т922А , К Т 922А :

эмиттерного  ................................................................................ 1,7 нГн
ко л л ек то р н о го ................................................................................2,4 нГн
б а з о в о г о ............................................................................................ 2,9 нГн

2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г:
э м и т т е р н о г о ................................................................................1,1 нГн
ко л л ек то р н о го ................................................................................2,4 нГн
б а з о в о г о ............................................................................................ 2,5 нГн

2Т922В, КТ922В, КТ922Д:
э м и т т е р н о г о ................................................................................0,9 нГн
ко л л ек то р н о го ................................................................................2,4 нГн
б а з о в о г о ............................................................................................ 2,4 нГн

Емкости вы водов относительно корпуса * :
э м и т т е р -к о р п у с ................................................................................1,84 пФ
к о л л е к т о р -к о р п у с ..........................................................................1,53 пФ
б а з а - к о р п у с ......................................................................................0,96 пФ

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
/?бэ ^  100 О м:

при Тп = 298 4- 433 К .................................................................... 65 В
при Т  = 213 К ................................................................................ 55 В

П остоянное напряжение э м и т т е р -б а з а .....................................  4 В
П остоянный ток коллектора:

2Т922А , К Т 9 2 2 А ............................ ................................................... 0,8 А
2Т922Б, КТ922Б, К Т 9 2 2 Г ............................... ...... 1,5 А
2Т922В , КТ922В, К Т 9 2 2 Д .......................................................  З А
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Импульсный ток коллектора при ти < 20 мкс. Q > 50:
2Т922А, КТ922А .................................................................. 1,5 А
2Т922Б, КТ922Б, К Т 9 2 2 Г .................................................  4.5 А
2Т922В, КТ922В, К Т 9 2 2 Д .................................................  9 А

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом 
режиме:

при Гк < 313 К :
2Т922А, К Т 9 2 2 А ............................................................  8 Вт
2Т922Б, КТ922Б, К Т 9 2 2 Г ............................................  20 Вт
2Т922В, КТ922В, КТ922Д ............................................  40 Вт

при Гк =  398 К :
2 Т 9 2 2 А ..................... ; ........................................... 2,3 Вт
2 Т 9 2 2 Б .................................................................................  5,8 Вт
2Т922В . . .......................................................................1,17 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус:
2Т922А, К Т 922А .......................................................................15 К /В т
2Т922Б, КТ922Б, К Т 9 2 2 Г .................................................  6 К /В т
2Т922В, КТ922В, К Т 9 2 2 Д .................................................  3 К /В т

Температура п е р е х о д а ............................................  433 К

Температура корпуса:
2Т922А, 2Т922Б, 2 Т 9 2 2 В ................................................. От 213 до

398 К
КТ922А, КТ922Б, КТ922В, КТ922Г, КТ922Д . . *. От 233 до

358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается работа транзисторов при лю бы х 
1начениях коэффициента стоячей волны по напряжению (по м одулю  
и фазе) при £ пих < (28 +  2,8) В при условии, что предельные эксплуа­
тационные значения Рк макс, Лсмако^Ю ' ^эб  (постоянные состав ­
ляющие) не превышают допустимые.

2. Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 4 м м  
от корпуса без передачи усилия на керамическую часть корпуса 
и без нарушения герметичности с сохранением обозначения кол­
лекторного вывода. . ,

Чистота контактной поверхности теплоотводов должна бы ть не 
иенее 1,6. Неплоскостность контактной поверхности теплоотводов 
должна быть не более 0,04 мм.

20 Полупроводниковые приборы 609
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Зависимость постоянной вре­
мени цепи обратной связи от 

тока коллектора.

2Т926А, КТ926А, КТ926Б
Транзисторы  кремниевые меза-планарные п-р-п переключатель­

ные высокочастотные высоковольтные мощные.
Предназначены для работы в импульсных модуляторах. 
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выво­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 20 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /«  = 15 А,
/Б =  1,5 А (КТ926Б при /к =  10 А ) . ................................ 0 ,4* -2 ,5  В
типовое з н а ч е н и е ..................................................................... 0,6* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  15 А,
/ Б =  1,5 А (К Т926Б при /к =  10 А) не более . . . .  2.5 В 

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эм иттером  при (/Кэ  — ^ В, /к =  15 А, 
тн =  500 мкс, Q > 50:
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при Т  =  ^98 К :
2 Т 9 2 6 А ..................................................................................  1 2 -6 0
КТ926А, К Т 9 2 6 Б ............................................................  1 0 -6 0

при Т  =  213 К 2 Т 9 2 6 А .......................................................  5 - 6 0
Отношение статического коэффициента передачи тока 

при Т  =  398 К к статическому коэффициенту передачи
тока при Т  =  298 К 2Т926А не б о л е е ............................ 3

Модуль коэффициента передачи тока при / = 3 0  МГц,
UK3 =  10 В, /к  =  1 А не м е н е е ....................................... 1,7

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛБэ =  10 Ом не 
более:

при Т = 298 К и Г =  213 К, £/кэ =  150 В -
2 Т 9 2 6 А .......................................................................................  25 мА
при Т  =  298 К, UK3 =  150 В КТ926А, КТ926Б . . .  25 мА

при Т  = 398 К, С/кэ =  120 В 2 Т 9 2 6 А ............................80 мА
Обратный ток эмиттера при £/БЭ = 5 В не более . . . .  300 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
ЛБЭ =  Ю Ом, Т„ =  213 ч- 373 К (при Тк =  228 ч- 373 К
КТ926А, К Т 9 2 6 Б ).................................................................  150 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при 
ти ^  500 - мкс, Q >  50, Тк =  213 -г 398 К (при Гк =
=  228 ч- 373 К КТ926А, К Т 9 2 6 Б ) ......................................  200 В
Постоянное напряжение база-эмиттер при Тк =  213 ч- 

ч- 398 К (при Тк = 228 ч- 373 К КТ926А,
К Т 9 2 6 Б ) .................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Т% — 213 ч- 398 К
(при Тк =  228 ч- 373 К КТ926А, К Т 926Б )......................  15 А

Импульсный ток коллектора при ти < 520 мкс,
Q > 50, Гк =  213 4- 398 К (при Тк =  228 ч- 373 К
КТ926А, К Т 9 2 6 Б ) ............................................................  25 А

Постоянный ток базы при Тк — 213 ч- 398 К 
(при Гк =  228 ч- 373 К КТ926А, КТ926Б) . . . . .  7 А 

Импульсный ток базы при Гк =  213 ч- 398 К (при
Тк =  228 ч- 373 К КТ926А, К Т 926Б )................................. 12 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 
Тк = 213 ч- 323 К (при Гк =  228 ч- 323 К КТ926А,
КТ926Б)— ................................................................................. ...........Я ГВ т--------

Импульсная рассеиваемая мощность при ти < 500 мкс,
Q > 50, Тк =  298 ч- 353 К .................................................  450 Вт

Температура корпуса:
2 Т 9 2 6 А .................................................................................  398 К
КТ926А, К Т 9 2 6 Б ............................................................  373 К

Температура п ер ех о д а ............................................................  423 К
Температура окружающей среды:

2 Т 9 2 6 А ................................................................................. О т 213 до
'  Т’к =  398 К
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КТ926А, К Т 9 2 6 Б ............................................................От 228 до
Tt =  373 К

П р  и м е ч а н и я :  I. Постоянное напряжение коллектор-эмиттер 
при Т„ =  373 -  423 К снижается линейно на 10% через каждые 
10 К. '

М аксимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность 
коллектора,. Вт, при 7* =  323 4- 398 К определяется по формуле

г  К макс — (Тп ~  T k) / R t . п-ю

где /?г. п-к — тепловое сопротивление переход-корпус, определяемое 
из области максимальных режимов (например, при С/кэ = 1 0  В, 
/к  =  5 A, Rr. п-к — 2 К/Вт).

При конструировании схем следует учитывать возможность 
самовозбуждения транзисторов за счет паразитных связей.

2. Для снижения контактного теплового сопротивления необ­
ходимо применять смазку из невысыхающего масла или тонкую 
фольгу из мягкого материала.

Крепление транзисторов к панели осуществляется при помощи 
гайки. Осевое усиление на винт должно быть не более 1176 Н.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм от 
корпуса транзистора. За температуру корпуса принимается темпера­
тура лю бой точки основания диаметром не более 13 мм со 
стороны  опорной поверхности.

Входные характеристики. Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

коллектора.
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Область максимальных режи­
мов.

КТ927А, КТ927Б, КТ927В
Транзисторы кремниевые планарные п-р-п мощные высокочас­

тотны е.
Предназначены для работы в коротковолновых транзисторны? 

передатчиках в диапазоне частот до 30 МГц в составе гермети­
зированной аппаратуры.

Выпускаются в металлопластмассовых корпусах с жесткими вы 
водами. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 10 г.
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1,9

11,1

21,9

Ваза. Диод

Электрические параметры

Выходная мощность при (/кэ = 28 В , / =  30 М Гц . . .  75 Вт 
Коэффициент усиления по мощности при (/кэ  =  28 В,

/ = 3 0  МГц, Р Вых = 7 5  В т .................................................  1 3 -1 6
Коэффициент полезного действия транзистора при

(Укэ =  28 В, / = 3 0  МГц, />вых=75 В т ......................  4 8 -5 2 %
Коэффициент комбинационных составляющ их при

(Укэ =  28 В , / = 3 0  МГц, = 7 5  В т ...................... - ( 3 0 - 3 9 )  дБ
Активная составляющая полного входного сопротив­

ления при Р Вых =  75 Вт, (7КЭ =  28 В, /  =
=  30 М Г ц ............................................................................ 2,65 Ом

Граничная частота коэффициента передачи тока в 
схеме с общим эмиттером при (/Кэ  =  28 В,

/к = 1  А ........................................................................... 105-210 М Гц
типовое зн а ч е н и е .................................................................  150* М Гц

Емкость коллекторного перехода при (УКБ =  28 В не
более . . . ....................................................................... 190 пФ

Емкость эмиттерного перехода при (/Эб =  0 не
б о л е е ....................................................................................... 2850 пФ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при (/|<Б = 6 В, / к =  5 А :

К Т 927А .................................................................................  1 5 -5 0
К Т 9 2 7 Б .................................................................................  2 5 -7 5
КТ927В . . . .................................................................  4 0 -1 0 0

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при
1к = 1 0  А. /с =  2 А не более . . .__ .__ ___ ____— ---------0,7 В--------

Обратный ток эмиттера при (/эб =  3,5 В не
б о л е е ....................................................................................... 40 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер при Лэ  б =  0 и
^ к э  =  ^0 В не б о л е е ......................................................  40 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
при Лбэ =  0 ............................................................................ 70 В
при /?бэ =  0 0 .......................................... ..... ...........................  35 В
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Импульсный ток к о л л е к т о р а ...................................................... 30 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора в ди­

намическом режиме:
при Гк =  213 н- 348 К ...........................................................83,3 Вт

при 7 ; =  423 К ...................................................................... 33,3 Вт
Тепловое сопротивление корпус-переход.................................1,5 К/Вт
Температура п е р е х о д а ........................................................... 473 К
Температура окружаю щ ей с р е д ы ........................................... От 213 до

423 К

Постоянное напряжение эм иттер-база...............................  3,5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ..............................................  10 А

2Т928А, 2Т928Б, КТ928А, КТ928Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п высоко­

частотные универсальные.
Предназначены для работы в быстродействующих импульсных 

схемах, в цепях вычислительных машин, в схемах генерирования 
электрических колебаний.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­
дами.

Масса транзистора не более 3 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эм иттером  при С/кб =  Ю В. Лс =  50 мА, 
не менее:

2Т928А, 2 Т 9 2 8 Б ................................................................  300 МГц
КТ928А, К Т 9 2 8 Б ................................................................  250 МГц
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при [/КБ =  3 В, / э  =  150 мА:

2 Т 9 2 8 А ....................................................................................... 3 0 -1 0 0
2Т928Б, К Т 9 2 8 Б .......................................................................  5 0 -2 0 0

К Т 9 2 8 А ....................................................................................... 2 0 -1 0 0
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =

=  300 мА, / Б =  30 мА не более:
2Т928А, 2Т928Б . ............................................................  0,6 В
КТ928А, К Т 9 2 8 Б .................................................................. 1,0 В

Напряжение насыщения эмиттер-база при /к =  300 мА,
/ Б =  30 мА 2Т928А, 2Т928Б не б о л е е .................................  1,5 В

Емкость коллекторного перехода при t /кв = 1 0  В,
/ = 1 0  МГц не более:

2Т928А, 2 Т 9 2 8 Б .................................................................  10 пФ
КТ928А, К Т 9 2 8 Б .................................................................. 12 пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/КБ =  0 не более:
2Т928А, 2 Т 9 2 8 Б .................................................................. 90 пФ

КТ928А, К Т 9 2 8 Б ..................................................................100 пФ
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой 

частоте при £/КБ =  Ю В, / к = 50 мА, / = 1 0  М Гц
КТ928А, КТ928Б не б о л е е .................................................  100 не

Обратный ток коллектора при 1/КБ =  60 В не более:
2Т928А, 2 Т 9 2 8 Б ....................................................................... 1 мкА
КТ928А, К Т 928Б ....................................................................... 5 мкА

Время рассасывания при /к  =  300 мА, /Б =  30 мА не 
более:

2Т928А, 2 Т 9 2 8 Б .......................................................................  225 не
КТ928А, КТ928Б .................................................................. 250 не

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение к о л л е к т о р -б а за ............................ 60 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

ЛБЭ =  0 ............................................................................................  60 В
Постоянное напряжение э м и тт е р -б а за .................................  5 В
Постоянный ток к о л л ек то р а ......................................................  0,8 А
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке,

Q > 5 0 ............................................................................................  1,2 А
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 
—ти < 10 м&с, Q >  50: 1

2Т928А, 2Т928Б:
при Г =  213 -f- 298 К ......................................................  3,6 Вт
при Г =  398 К .................................................................  3,2 Вт

КТ928А:
при Т = 228 -г 298 К ......................................................  3,5 Вт

при Г =  358 К ................................................................. 3,26 Вт
КТ928Б:

при Т = 228 -г 298 К ......................................................  3,6 Вт
при Т =  358 К ................................................................. 3,36 Вт
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
2Т928А, 2Т928Б:

при Т =  213 -  298 К .................................................0,5 Вт
при Г  =  398 К .................................................................0,1 Вт

КТ928А, КТ928Б:
при Т  =  228 -г 298 К ...................................................... 0,5 Вт
при Т  =  358 К ................................................................ 0,26 Вт

Температура п е р е х о д а ...........................................................  423 К
Температура окружающей среды:

2Т928А, 2 Т 9 2 8 Б ......................................................................От 213 до
398 К

КТ928А, КТ928Б ........................................................... От 228 до
358 К

КТ929А
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п генера­

торный высокочастотный.
Предназначен для применения в схемах усилителей мощности, 

в том числе при амплитудной модуляции, в умножителях частоты 
и ' автогенераторах на частотах более 50 МГц при напряжении 
питания 8 В.

Выпускается в металлокерамическом корпусе с четырьмя изоли­
рованными от корпуса гибкими ленточными выводами и монтаж­
ным винтом. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 4,5 г.

Электрические параметры

Выходная мощность при (7Кэ =  8 В, / = 1 7 5  МГц,
Тк <  313 К не м е н е е ........................................................... 2 Вт

Коэффициент усиления по мощности не м енее.....................  8
типовое з н а ч е н и е ...................................................................... 11,5*

Коэффициент полезного действия коллектора не
м ен ее .................................................................................................  55%
типовое з н а ч е н и е .................................................................  72* °/0
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером * при С/к э  =  5 В, / к = 0.7 А.
типовое значение ....................................................................... 40

Модуль коэффициента передачи тока при / = 1 7 5  МГц,
^ к э  =  8 В, /к =  0,3 А не м е н е е ......................................  4
типовое з н а ч е н и е .................................................................  8*

Критический ток коллектора * при С/Кэ =  8 В, /  =
=  100 МГц, типовое зн а ч е н и е ............................................ 2,5 А

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/кэ =
=  8 В, / =  5 МГц, /к =  50 мА не б о л е е .....................  25 пс
типовое зн а ч е н и е ....................................................................... 9* пс

Емкость коллекторного перехода при С/кб = 8 В,
/а=  5 МГц не б о л е е .................................................................  20 пФ
типовое зн а ч е н и е ...................................................................... 15* пФ

Обратный ток коллектора * при {/кб =  30 В, Т =  298 К, ■
типовое зн а ч е н и е ...................................................................... 0,5 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер при {Укэ = 30 В,
ЛБэ =  '00 Ом не более:

при Т  =  298 К ......................................................................  5 мА
при Т  — 398 К ......................................................................  10 мА

Обратный ток эмиттера при С/ЭБ =  3 В не более:
при Т — 298 К .................................................................  5 мА
при Т  =  398 К ......................................................................  10 мА

Индуктивность выводов*:
э м и т т е р н о г о ............................................................................1,2 нГн
к о л л е к т о р н о г о ...................................................................... 2,4 нГн
базо во го ...................................................................................... 2,6 нГн

Емкости выводов относительно корпуса *
э м и тте р -к о р п у с ...................................................................... 1,84 пФ
к о л л е к т о р -к о р п у с ................................................................. 1,53 пФ
б а з а - к о р п у с ............................................................................0,96 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база ................................  30 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

/?бэ < 100 О м ............................................................................ 30 В
Постоянное напряжение э м и т т е р -б а за ................................  3 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а .................................  . . ■ 0.8 А
Импульсный— гак коллектора I I I ! ! !  ̂ ! . . 1,5 А 
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме

при Г, < 313 К . . .  .......................................................  6 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус.................................20 К /В т
Температура п е р е х о д а ............................................................  433 К
Температура к о р п у с а ................................................. От 233 до

373 К

П р и м е ч а н и я :  1. При <  9 В допускается работа тран  
зистора при К „ и  ^  10 при условии непревышения предельно д о



пустимых режимов эксплуатации. При =  9 4- 12,6 В пиковое 
значение напряжения коллектор-эмиттер не должно превышать 50 В.

2. Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 4 мм 
от  корпуса без передачи усилия на керамическую часть корпуса 
без нарушения герметичности и с сохранением обозначения коллек­
торного вывода.

Чистота контактной поверхности теплоотвода должна быть не 
менее 1,6. Неплоскостность контактной поверхности теплоотводов 
должна быть не более 0,04 мм. Для уменьшения контактного 
теплового сопротивления между корпусом и теплоотводом следует 
применять теплоотводящие смазки.

1
,Вт КТ929А 

Чкэ - 8  В

1
Чн>

\ --0,4 Вт̂
. -

~oJ btI~
0,2Вт

0,3Bi
г6х~и>* от 

1

%

100

80

60

40

20

100 200 300 f ,  МГц

Зависимость выходной мощ но­
сти от входной мощ ности.

Зависимость выходной мощно­
сти и КПД от частоты.

0 4 6 8 10 12 Uкэ,В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,51К,А

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от напряже­

ния коллектор-эмиттер.

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от тока кол­

лектора.
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Зависимость критического тока Зависимость постоянной вре- 
от напряжения коллектор-эмит- мени цепи обратной связи от 

тер. тока эмиттера.

ю го зо икв>8 о

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

коллектора.

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от

напряжения коллектор-база.
623



КТ935А *
Транзистор кремниевый эпитаксиальный меза-планарный п-р-п 

переключательный высокочастотный мощный.
Предназначен для работы в ключевых и импульсных схемах. 
Выпускается в металлокерамическом корпусе с жесткими вы­

водами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 20 г.

точка

Электрические параметры

Граничное напряжение при / к =  1 А не менее . . . .  70 В 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при

/к  =  15 А, / Б =  3 А не б о л е е ......................................  1 В
типовое з н а ч е н и е ......................................................................0,75* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  15 А,
/ Б =  3 А не б о л е е ........................................................ 1,7 В
типовое з н а ч е н и е ...................................................................... 1,3* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при 1/кэ = 4 В, 1К =  15 А:

при Г =  298 К ......................................................................20 -100
типовое значение ................................................................  40*
при Т  398 К, С/кэ = 5  В, /к  =  3 А не
б о л е е ............................................................................................  150

при Т =  213 К ................................ ..................................... 10 -100
Время включения при /к .и =  Ю А, / Б =  2 А не

более ............................................................................................ 0,25 мке
Время выключения* при / к . и = Ю =  2 А не

б о л ее ................................................................................................. 0,7 мке
Модуль коэффициента передачи тока при / = 3 0  МГц,

С/кэ =  Ю В, /к  =  1 А не м е н е е ...................................... 1,7
Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 1 0  В,

/ =  1 М Гц не б о л е е ................................................................  800 пФ
Емкость эмиттерного перехода * при С/Бэ  =  4 В,

/ =  1 М Гц не б о л е е ................................................................  3500 пФ
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Обратный ток коллектор-эмиттер при =  10 Ом не 
более:

при Т =  298 К и Т =  213 К, UK3 =  80 В . . . . 30 мА 
при Т  -  398 К 1/кэ =  60 В ............................................ 60 мА

Обратный ток эмиттера при 1/Бэ  =  4 В не более . . . .  300 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =
=  10 Ом, Гп < 373 К .................................................................  80 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ти <
<  50 мкс, Q >  20, Тф >  15 мкс, ЛБЭ =  Ю О м . . . .  100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при Г.. =  213 4­
398 К ............................................................................................ 5 В

Импульсное напряжение база-эмиттер при ти < 50 мкс,
Q > 20, Гк =  213 -г 398 К ........................... ........................... 6 В

Постоянный ток коллектора при Гк =  213 4- 398 К . . . 20 А

Импульсный ток коллектора при т„ < 1 мс, Q > 20,
Гк =  213 4- 398 К ....................................................................... 30 А

Постоянный ток базы при Тх =  213 4- 398 К ......................  10 А

Импульсный ток базы при ти < 1 мс, Q > 20,
Гк =  213 4- 398 К ...................................................................................... . . . . 15 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
Гк =  213 4- 323 К . .................................................................  60 Вт

Температура п е р е х о д а .................................................................  423 К

Температура корпуса....................................................................... 398 К

Температура окружающей с р е д ы ........................................... О т 213 до
Гк =  398 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, Вт, при Гк > 323 К рассчитывается 
по формуле

-------Р к .  макс — И 2 3 ------ 7 \ ) / Д г .  II-K'----------- — ------------------------------

где R T п.к — тепловое сопротивление переход-корпус, определяемое 
из области максимальных режимов.

Допускается при включении аппаратуры выброс тока коллектора 
до 50 А в течение 1 мс, далее ток коллектора спадает до 
20 А в течение 2 мс.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм 
от корпуса транзистора.
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Зона возможных положений за­
висимости статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка базы.

Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока 

базы.
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Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.



Зависимость максимально до­
пустимой мощности рассеива­
ния коллектора от температуры 

корпуса.

Зависимость напряжения кол­
лектор-эмиттер от сопротивле­

ния база-эмиттер.
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Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от

О бласть максимальных режи­
мов.

--------------КТ940А, КТ940Б, КТ940В--------------
Транзисторы кремниевые меза-планарные п-р-п высокочастотные 

усилительные мощные.
Предназначены для работы в выходных каскадах видеоусили­

телей телевизионных приемников цветного и черно-белого изображ е­
ния.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. О бо­
значение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,7 г.
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Электрические параметры 

Граничная частота при С/кэ =  10 В, /к =  15 мА не
м енее................................................................................................. 90 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при 1/кэ =  Ю В, /к =  30 мА не
м енее............................................ ' .................................................... 25

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  =  30 мА,
/ б =  6 мА не б о л е е ................................................................  1 В

Обратный ток коллектора не более:
при [ /КБ =  250 В К Т 940А ................................................ 50 нА

при С/КБ=  160 В К Т 9 4 0 Б ..................................... .....  . 50 нА
при UKS = 100 В К Т 9 4 0 В ................................................  50 нА

Обратный ток эмиттера при (/э б =  3 В не более . . .  50 нА 
Емкость коллекторного перехода при С/К б  = 30 В, /  =

=  1 МГц не б о л е е ................................................................5,5 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Тк = 228 
318 К:
К Т 9 4 0 А ......................................................................................  300 В
К Т 9 4 0 Б ......................................................................................  250 В
К Т 9 4 0 В ......................................................................................  160 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэб <
< 10 кОм, Тк =  228 4- 318 К:

К Т 9 4 0 А ...................................................... ' ............................  300 В
К Т 9 4 0 Б ......................................................................................  250 В
К Т 9 4 0 В ........................................................................... ..... . 160 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Тк = 228 -т- 
318 К ...........................................................................................  5 В
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Постоянный ток коллектора при Тк =  228 н- 318 К . . . 100 м Л  
Импульсный ток коллектора при ти =  30 мке, Q > 10,

Гк =  228 4- 318 К ............................................................................. 300 мА
Постоянный ток базы при Гк =  228 318 К . . . . 50 мА  
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

без теплоотвода при Тк =  228 4- 298 К ......................  1,2 Вт
с теплоотводом при Тк = 228 318 К, (/кэ =  100 В, 10 Вт
при С/кэ =  160 В .................................................................. 7,5 Вт
при t/к э  =  250 В .................................................................. 3,5 Вт
при С/«э=  300 В ........................... ......................................  I Вт
Тепловое сопротивление:
переход-окружающая с р е д а ................................................. 104 К /В т
п ер ех о д -к о р п у с ........................... ........................................... 10 К /В т

Температура перехода . . . .................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы ............................................О т 228 до

358 К
П р и м е ч а н и е :  Максимально допустимая постоянная рассеивае­

мая мощность коллектора, Вт, без теплоотвода при Т > 298 К 
определяется по формуле

^ К . макс =  (423 — Г)/104.
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ ность 

коллектора, Вт, с теплоотводом при Тк > 318 К определяется 
по формуле

^К.макс =  (423 — Тк) / 10.

КТ943А, КТ943Б, КТ943В, КТ943Г, КТ943Д

Транзисторы кремниевые меза- 

планарные п-р-п усилительные высо­

кочастотные мощные.

Предназначены для работы в им-

пульсных схемах,--------------------------------

Выпускаются' в пластмассовом 

корпусе с гибкими выводами. Обо­

значение типа приводится на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,8 г.

0.2

1,1

2,8

0.6

629



Электрические параметры
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  1 А,

/ б =  0,1 А не более:
КТ943А, КТ943Б, К Т 9 4 3 В ...................................... ..... . 0,6 В
КТ943Г, К Т 943Д ......................................................................  1,2 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при С/кэ = 2 В, /к  =  0,15 А: 

при Г  =  298 К:
К Т 9 4 3 А .................................................................................  40 -  200

К Т 9 4 3 Б .................................................................................4 0 -1 6 0
К Т 9 4 3 В .................................................................................4 0 - 1 2 0
К Т 9 4 3 Г .................................................................................2 0 - 1 6 0
К Т 9 4 3 Д .................................................................................3 0 - 1 0 0

при Г =  358 К:
К Т 9 4 3 А .................................................................................  40 -  400
К Т 9 4 3 Б .................................................................................  40 -  320
К Т 9 4 3 В .................................................................................  4 0 -  250
К Т 9 4 3 Г .................................................................................  20 -  200
КТ943Д . . . ' ................................................................. 30 -  300

при Т  =  228 К не менее:
КТ943А, КТ943Б, К Т 9 4 3 В ...........................................  15
КТ943Г, К Т 9 4 3 Д ................................................................. 5

М одуль коэффициента передачи тока при / = 1 0  МГц,
С/кэ  = Ю  В, /к =  0,25 А не м е н е е ................................  3

О братны й ток коллектора при С/КБ =  45 В КТ943А; 
при С/КБ =  60 В КТ943Б; при С/КБ =  100 В КТ943В,
КТ943Г, КТ943Д не более: 

при Т  =  298 К и Т  =  228 К : '
КТ943А, КТ943Б, К Т 9 4 3 В ........................................... 0,1 мА

КТ943Г, К Т 9 4 3 Д ...........................................................  1 мА
при Т  =  358 К:

КТ943А, КТ943Б, К Т 9 4 3 В ........................................... 0,2 мА
КТ943Г, К Т 9 4 3 Д ................................................................. 3 мА

О братный ток эмиттера при С/Бэ =  5 В не более: ’
КТ943А, КТ943Б, КТ943В ...........................................  1 мА
КТ943Г, К Т 9 4 3 Д ................................................................. 5 мА

Предельные эксплуатационные данные

П остоянное напряжение коллектор-база при Тк =  228 -н 
358 К : _
К Т 9 4 3 А ......................................................................................  45 В
К Т 9 4 3 Б ........................................................................... ..... . 60 В
КТ943В, КТ943Г, К Т 9 4 3 Д ................................................. 100 В

П остоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?БЭ =
=  10 О м -  1 кОм, С/БЭ = 0,5 В, Тк =  228 4- 358 К :

К Т 9 4 3 А ......................................................................................  45 В
КТ943Б, К Т 943Д ......................................................................  60 В
КТ943В, К Т 9 4 3 Г ...................................................... ..... 80 В
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Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =
=  10 Ом, Тк =  228 -г 358 К:

К Т 9 4 3 А ....................................................................................... 50 В
К Т 9 4 3 Б ....................................................................................... 75 В
КТ943В, К Т 9 4 3 Г ......................................................  100 В
К Т 9 4 3 Д ....................................................................................... 80 В

Граничное напряжение при /« =  100 мА, Тк =  228 ч- 358 К:
К Т 9 4 3 А ....................................................................................... 45 В
КТ943Б, К Т 9 4 3 Д .................................................................  60 В
КТ943В, К Т 9 4 3 Г ......................................................................  80 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Тк =  228 ч-
358 К ............................................................................................ 5 В

Постоянный ток коллектора при Гк =  228 ч- 358 К . . . 2 А 
Импульсный ток коллектора при Q > 50, ти < 1 мс,

Гк =  228 -г 358 К ......................................................................  6 А
Постоянный ток базы при Гк =  228 ч- 358 К . . . . 0,3 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Тк =  228 ч- 298 К ......................................................................  25 Вт
Температура п е р е х о д а .................................................................  423 К
Температура окружающей среды . . . ............................От 228 до

7’к =  358 К
П р и м е ч а н и я :  1. Разрешается использование транзисторов 

в схемах кадровой развертки телевизоров при 0  =  2, ти =  10 мс 
и 7к и ** ЗА. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая м ощ ­
ность коллектора, Вт, при Гк = 298 ч- 358 К рассчитывается по 
формуле "

Рк.макс =  (423 -  Гк) / 5.
2. Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 5 мм 

от корпуса транзистора. При пайке температура корпуса не долж на 
превышать 398 К. При эксплуатации транзистора следует учиты­
вать возможность его самовозбуждения за счет паразитных обратных 
связей монтажа.

Входные характеристики. Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от то ­

ка коллектора.
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

15 201К11Б

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

Ло'Лэ

О го  40 ВО 80икв,В
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Зависимость максимально до 
пустимой мощности рассеива 
ния коллектора от температурь 

корпуса.

Зависимость емкости эмиттер 
ного перехода от напряжена 

база-эмиттер.

Зависимость' обратного ток
коллектора от температур!

корпуса.



Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость напряжения кол­
лектор-эмиттер от сопротивле­

ния база-эмитгер.

КТ945А

Транзистор кремниевый эпитаксиальный п-р-п усилительный вы­
сокочастотный мощный.

Предназначен для работы в импульсных модуляторах. 
Выпускается в металлостеклянном корпусе с жесткими выво­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 20 г.

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  15 А,
/Б =  3 А не б о л е е .......................................................................  2,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к  =  15 А,
/ Б =  1,5 А не б о л е е ..................................................................  2,5 В
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при £/кэ =  7 В, / к =  15 А:

при Т  =  298 К не м е н е е ................................................. 10
при Т  =  228 К не м е н е е .................................................  8
при Т =  373 К Ki =  (й21Э при Гк =  373 K)/(h2 ]Э
при Г* =  298 К) не б о л е е ................................................. 3

М одуль коэффициента передачи тока при / = 3 0  МГц,
Окэ  = 1 0  В, / к =  1 А не м е н е е ...................................... 1,7

О братный ток коллектор-эмиттер при С/кэ =150  В,
ЛБЭ =  Ю О м не более:

при Т  =  298 К и Т  = 228 К ...................................... 25 мА
при Т  =  373 К ......................................................................  80 мА

О братный ток эмиттера при (/БЭ =  5 В не более . . . 300 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =
=  10 Ом, Тк = 228 -  373 К ................................................. 150 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Q > 50,
ти < 20 мкс, dU ^jjd t < 0,36 В/нс, Гк =  228 -г 373 К 100 В 

Постоянное напряжение база-эмиттер при Гк =  228 ч-
373 К . ......................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Тк =  223 -=- 373 К . . . 15 А 
Импульсный ток коллектора при Q > 20, ти < 500 мкс,

Тк =  228 ч- 373 К ...........................................................................  25 А
Постоянный ток базы при Тк =  228 ч- 373 К .....................  7 А
Импульсный ток базы при Q > 20, ти < 500 мкс,

Тк =  228 ч- 373 К ...........................................................................  12 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Гк =  228 ч- 323 К ...........................................................................  50 Вт
Тепловое сопротивление при t /кэ  =  Ю В, Гк =  323 К,

Т„ =  423 К ...................................................................................... 2 К/Вт
Температура п е р е х о д а ................................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 228 до

. Тк =  373 К

П р и м е ч а н и я :  1. При Тк > 323 К постоянная рассеиваемая 
мощность коллектора, Вт, снижается в соответствии с формулой

макс =  (Т’п.макс / к )  ^ 7 'п -к '

где R Тп-К — тепловое сопротивление переход-корпус.
При использовании транзистора при t/кэ > Ю В тепловое сопро­

тивление определяется из области максимальных режимов. Так, при 
постоянном напряжении коллектор-эмиттер, лежащем в пределах 
от 10 до 100 В, тепловое сопротивление составляет 5,55 К/Вт.

2. М инимальное расстояние от корпуса до места пайки выво­
дов 5 мм. При пайке температура корпуса не должна превышать 
373 К в течение не более 3 с. Крепление транзистора к панели 
осуществляется при помощи винта или винта с гайкой с усилием 
19,6 Н.
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Транзистор используется только с теплоотводом. Для снижения 
контактного теплового сопротивления необходимо применять поли- 
метилсилоксановую жидкость ПМО-ЮО ГОСТ 13032-77.

За температуру корпуса принимается температура поверхности 
основания диаметром (20 + 1) мм относительно центра основания 
со стороны внешних выводов.

Запрещается даже кратковременная работа транзистора вне об­
ласти максимальных режимов.

При конструировании схем следует учитывать возможность сам о­
возбуждения транзисторов за счет паразитных связей.

0 8 12 1В1К,А

Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от тока 

коллектора.
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Зона возможных положений за ­
висимости напряжения насыщ е­
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она возможных положений за- 
исимости напряжения насыще- 
ия коллектор-эмиттер от тока 

базы.

Зависимость максимально д о ­
пустимого напряжения н асы щ е­
ния коллектор-эмиттер о т  с о ­

противления база-эмиттер.
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Входные характеристики. Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

/к / /Б

Ск,пФ

1000

800

600

400

200

КП145А

\
\

ч f= 1 МГц

\ '
ч . Ч ~—

— ----

О 20 40 ВО 80 иКэ , 2 4 В да-* 2 Ь 5 jg-3 2 4 6 jq-г Т и ,0

Зона возможных положений за­
висимости емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-эмиттер.

Зависимость импульсного теп­
лового сопротивления переход- 
корпус от длительности им­

пульса.
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КТ947А

Транзистор кремниевый планарный п-р-п высокочастотный ге­
нераторный.

Предназначен для усилителей мощности длинно- и средневол­
нового диапазона.

Выпускается в металлокерамическом корпусе с жесткими вы­
водами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности 
корпуса.

Масса транзистора не более 35 г.
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Выходная мощ ность при / = 1 , 5  МГц, UK3 = 27 В не
м енее..................................................................................................  250 Вт

Коэффициент усиления по мощности йри Рвых =  250 Вт,
ц кэ = 27 В, / = 1 , 5  МГц не м е н е е ................................. 10
типовое значение ......................................................................  70*

Коэффициент полезного действия коллектора при Рвъп =
=  250 Вт, 1/КЭ =  27 В, / = 1 , 5  МГц не менее . . .  55%
типовое значение . . ' ...........................................................  70 %*

Модуль коэффициента передачи тока при / = 3 0  МГц,
С/Кэ = 1 0  В, / к =  4 А, не менее . ...........................  2,5

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при UKэ =  5 В, / к =  20 А:

при Тк =  298 К ......................................................................1 0 - 8 0
при Гк =  398 К ......................................................................1 0 - 1 6 0

при 7* =  213 К ...................................................................... ..... 5 - 8 0
Обратный ток коллектор-эмиттер при Тк = 298 К,

1/кэ  =  100 В, /?эб =  10 Ом не б о л е е .................................100 мА
Обратный ток эмиттера при 7~к =  298 К, £/эб =  5 В

не б о л е е ............................................................................................ 150 мА
Емкость коллекторного перехода* прit {/КБ =  27 В . . . 680 пФ

Электрические параметры

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб =
10 О м:

при Гп =  213 4- 373 К . . . ............................................ 100 В
при Гп =  473 К ...................................................................... 70 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Тп = 213 -н
473 К ............................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Та — 213 -г 473 К . . . 20 А 
Импульсный ток коллектора при / >  100 кГц, Q >  2 50 А 
М аксимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ­

ность коллектора:
при Тк = 213 ч- 323 К ...........................................................  200 Вт

при Т к =  398 К ......................................................................100 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус........................... ..... 0,75 К/Вт
М инимальная рабочая ч а с т о т а .................................................100 кГц
Температура перехода ................................................................. 473 К
Температура окружающей с р е д ы ................................. ..... .О т  213 К до

Тк =  398 К

П р и м е ч а н и е .  Допускается осевое усилие на винт не более 
1200 Н.
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.
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Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

КТ957А '

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-п высоко­
частотный генераторный.

Предназначен для широкополосных усилителей мощности в 
диапазоне частот 1,5 — 30 МГц.

Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми 
выводами. Обозначение типа приводится на крышке.

Масса транзистора не более 15 г.
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12,5 8,3

Электрические параметры

Выходная мощность при / = 3 0  МГц, {/кэ =  28 В не
м енее...................................................................... ..........................

Коэффициент усиления по мощности в режиме двух­
тонового сигнала при / >вых(по) =  150 Вт, (/к =  28 В, 
£/эе =  0,45 В, / = 3 0  МГц, b f  =  1 ч- 5 кГц не менее 

Коэффициент полезного действия коллектора в режиме 
двухтонового сигнала при Рвых(по) =  150 Вт, t /K3 =  
=  28 В, и э б =  0,45 В, / = 3 0  МГц, Д /=  1 ч -5 кГц
не м е н е е .......................................................................................

Коэффициент комбинационных составляющих третьего и 
пятого порядков при Р вых(по) =  150 Вт, С/кэ =  28 В, 
С/Эб =  0,45 В, / = 3 0  МГц, Д^= 1 -н 5 кГц не более 

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим
эмиттером при {/кэ =  5 В, /к =  5 А ........................... .
типовое значение............................................................................

Модуль коэффициента передачи тока при 1 /к э =  5 В,
/к =.5 А, / = 3 0  М Гц не м е н е е ......................................

Емкость коллекторного перехода при £/КБ =  28 В не
б о л ее .................................................................................................
типовое значение* ......................................................................

Обратный ток коллектор-эмиттер при ( / к э =  60 В,
&эб =  '0  Ом не б о л е е ..........................................................

Обратный ток эмиттера при £/Эб =  4 В не более. . . . 
Активная составляющ ая входного импеданса* при
Л ш х(по)=150 Вт, / =  30 МГц ................................................
Реактивная составляю щ ая входного импеданса* при
^выхспо) =  >50 Вт, / =  30 М Г ц ................................................
Индуктивности выводов*:

эм иттера......................................................................................
б а з ы ............................................................................................
коллектора .................................................................................

Емкость эмиттерного перехода при J/ эб =  4 В ......................
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125 Вт

17

50%

33 дБ

1 0 - 8 0
50*

3,3

600 пФ 
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1,4 нГн 
2,2 нГн 
2 нГн 

1900 пФ



Предельные эксплуатационные данные

Пиковое напряжение коллектор-эмиттер в режиме уси­
ления высокочастотного сигнала при ЛЭБ =  10 О м и 
7д =  213 -г 473 К .......................................................................  60 В

Постоянное напряжение питания коллектора в режиме 
усиления высокочастотного сигнала при Т п = 213 -е- 
473 К ............................................................................................. 28 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т„ =  213 ч- 
473 К .................................................................................................. 4 В

Постоянный ток коллектора при Г„ =  213 -г- 473 К . . . 20 А

Постоянный ток базы при Т„ — 213 ч- 473 К ....................... 7 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 
С/кэ =  28 В :

при Гк =  303 К .......................................................................  120 Вт
при Тк =  373 К .......................................................................  69 Вт
при Т% =  398 К ....................................................................... 52,5 Вт

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динам и­
ческом режиме при С/Кэ  =  28 В:

при Гк =  213 -  373 К ............................................................ 100 Вт
при Гк =  398 К .......................................................................  75 Вт

Степень рассогласования нагрузки в режиме усиления 
высокочастотного сигнала при Л)ых(по)=  70 Вт,
С/Кэ =  28 В, t =  1 с и любой фазе коэффициента 
отраж ен и я .......................................................................................  30 :1

Тепловое сопротивление п ереход-корпус............................ 1,42 К/Вт
Температура п е р е х о д а .................................................................  473 К

Температура к о р п у с а .................................................................. 398 К

Температура окружающей с р е д ы ............................................ От 213 до
Т, =  398 К

П р и м е ч а н и е .  При пайке температура корпуса не должна пре­
вышать 398 К. При отсутствии контроля за температурой корпуса 
пайка производится паяльником, нагретым до температуры не вы-

1 мм от корпуса. Допускается изгиб выводов на расстоянии не 
менее 3 мм от корпуса.

21 Полупроводниковые приборы 641



Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от то­

ка коллектора.

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от тока 

коллектора.
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Зависимость коэффициента ком­
бинационных составляющих 
третьего порядка от выходной 
мощности в пике огибающей.

Зависимость коэффициента уси­
ления от выходной мощности 

в пике огибающей.

Зависимость тока коллектора от
О 5 10 15 20 25 30 35икэ,В напряжения коллектор-эмиттер.
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КТ958А
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п генератор­

ный высокочастотный.
Предназначен для применения в схемах усилителей мощ ности 

класса С, в умножителях частоты и автогенераторах на частотах 
50 — 200 МГц при напряжении питания 12,6 В.

Выпускается в металлокера­
мическом корпусе с четырьмя изо- 

ft з лированными от корпуса гибкими 
ленточными выводами. Транзис­
тор содержит внутреннее согласую ­
щее LC-звено. Обозначение типаЯ

0,3

приводится на корпусе. 
Масса транзистора

7 г.
не более

Электрические параметры

Выходная мощность при С/кэ  =  12,6 В, / = 1 7 5  МГц,
Тк < 313 К не м е н е е .................................................................  40 Вт

Коэффициент усиления по мощности не менее . . . .  4
типовое значение ......................................................................  6*

Коэффициент полезного действия коллектора не менее 50%
типовое значение................................................................. .....  . 75 %*

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при UK э  =  8 В, /к =  500 мА,
типовое значение ......................................................................  55*

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /«  =
=  500 мА, / Б =  100 мА, типовое зн ач ен и е ......................0,08* В

Модуль коэффициента передачи тока при / =  100 МГц,
{/кэ =  Ю В, /к =  3,5 А не м е н е е ......................................  4
типовое значение.......................................................................................7*______

Критический ток коллектора при t /кэ  =  *0 В, / =  100 МГц,
типовое зн а ч е н и е ......................................................................  20* А

Постоянная времени цепи обратной связи при 
{/кб =  5 В, /э  =  50 мА, / =  5 МГц, типовое зна­
чение ................................................................................................. 12* пс

Емкость коллекторного перехода при С/кб =  12 В, /  =
=  30 МГц не б о л е е ................................................................. 180 пФ
типовое зн а ч е н и е ...................................................................... 130* пФ

Емкость эмиттерного перехода при U3B = 0, / = 5  МГц,
типовое зн а ч е н и е ...................................... ................................ 1920* пФ
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О братный ток коллектор-эмиттер при t/K3 = 36 В,
ЯБЭ =  '0  О м ПРИ Т — 298 К не б о л е е ...........................25 мА

О братный ток эмиттера при £/эБ =  4 В при Т = 298 К
не б о л е е ...........................................................................................  10 мА

Индуктивность внутреннего jLC-звена, типовое значе­
ние ................................................................................................ 0,52* нГн

Емкость внутреннего LC-звена, типовое значение . . . .  1400 пФ 
Индуктивность выводов* при I =  1 мм:

э м и т т е р н о г о ........................................................................... 0,49 нГн
коллекторного...........................................................................1,6 нГн
базового ......................................................................................0,6 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ <
< 10 О м ................................ ..... ..................................................... 36 В

Постоянное напряжение э м и тт е р -б а за ................................  4 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ................................................  10 А
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом ре­

жиме:
при 7^ <313 К ...................................................................... 85 Вт
при Г, =  398 К ...................................................................... 25 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус..................... ..... . 1,4 К/Вт
Температура п е р е х о д а ................................................................  433 К

Температура корпуса . .................................................................От 233 до
358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается работа транзисторов на перемен­
ном сигнале в режиме классов А, АВ, В при условии, что ра­
бочая точка находится в пределах области максимальных режимов.

Допускается работа транзисторов при/ >  200 МГц, Рвхмакс < 10 Вт 
и непревышении предельно допустимых режимов,

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 1 мм от 
корпуса. Пайку производить при температуре не выше 543 К в те­
чение времени не более 5 с.

Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 4 мм от 
корпуса, без нарушения герметичности и с сохранением обозначения 
коллекторного вывода.

Чистота контактной поверхности теплоотводов должна быть не 
менее 2,5.

Неплоскостность контактной поверхности теплоотводов должна 
бы ть не более 0,04 мм.

Тепловое сопротивление корпус-теплоотвод при нанесении тепло­
отводящ ей смазки типа КПТ-8 (ГОСТ 19783-74) на поверхность 
теплоотвода транзистора не более 0,3 К/Вт.
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р-п-р

■ П605, П605А, П606, П606А
Транзисторы германиевые конверсионные р-п-р универсальные 

мощные.
Предназначены для применения в усилительных, генераторных 

и импульсных каскадах низкой и высокой частот (до 30 МГц).
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими (вариант 1) 

и гибкими (вариант 2) выводами.
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.
Масса транзистора варианта 1 не более 11 г, варианта 2 не 

более 12 г.

Покрытие 
под nauKjĵ

Вариант 1

№

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э  =  0,3 А, / =  1 10 кГц, 
т„ =  5 мкс:

П605, П 6 0 5 А ............................................................................  35 -  55* В
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типовое значение......................................................................  45* В
П606, П 6 0 6 А ...........................................................................  20 -  40* В
типовое значение......................................................................  30* В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к = 0,5 А 
П605, П606 при /Б =  60 мА и П605А, П606А при
/  =  30 м А ........................................................... .......................... 0,4* -  2,0 В

типовое значение......................................................................0,7* В
Н апряжение насыщения база-эмиттер при / к =  0,5 А 

П605, П606 при /Б =  60 мА и П605А, П606А при
/ Б =  30 м А ......................................................................................0,3* - 1 , 2  В
типовое з н а ч е н и е ......................................................................  0,5* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером:

при (Укэ  =  3 В, /к =  0,5 А, /  =  0,1 н- 10 кГц: 
при Т  =  293 К :

П605, П606 ...................................................................... 20 -  60
типовое значение ...........................................................  35*

П605А, П 6 0 6 А ....................................................... .  5 0 - 1 2 0
типовое зн ач ен и е ...........................................................  75*
при Т  =  343 К ................................................................ (0 ,5 -1 ,5 )

значения 
при 

Т =  293 К
при Т =  213 К:

П605, П606 ......................................................................14 -  84
П605А, П 6 0 6 А ................................................................ 2 5 - 1 6 8

при Цкэ  =  7 В, / к =  1,5 мА, /  =  0 ,1 т  10 кГц при
Г =  293 К П605, П605А, П606, П 6 0 6 А ........................... 20 -  50*
типовое значение ...................................................................... 30*

Постоянная времени цепи обратной связи при Ек =  20 В,
/э  =  50 мА, / =  5 М Г ц ..................................................... 4 0 * -  500 пс
типовое зн а ч е н и е ...................................................................... 80* пс

М одуль коэффициента передачи тока при (/«Б = 1 0  В,
/э  =  50 мА, / =  10 МГц П606, П 6 0 6 А ................................ 3,0 -  7,0*
типовое зн а ч е н и е ...................................................................... 5,5*

Время включения при Ек = 20 В, / к =  0,5 А, /  =
= 1 ч- 10 кГц, ти > t„„:

П605, П606 при / Б = 60 м А ................................................ 0,06* -
— 0,3 мке

типовое значение......................................................................0,1* мке
П605А, П606А при / Б =  30 мА не более . . . .  0,35 мке

Время рассасывания при £« = 20 В, 1К = 0,5 А, /  =
=  1 - 1 0  кГц:

П605, П606 при /Б =  60 м А ...........................................0,4* — 3,0 мке
типовое значение......................................................................1,0* мке
П605А, П606А при / Б =  30 мА не б о л е е ..................... 4,0 мке

Обратный ток коллектора не более:
при Т  =  293 К П605, П605А при СУКБ = 45 В и 
П606, П606А при {/КБ = 35 В .....................................  2 мА
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при Г =  343 К П605, П605А при UKB =  40 В и
П606, П606А при С/КБ =  30 В ......................................  8 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер при сопротивлении в 
цепи базы 100 Ом П605, П605А при UK3 = 40 В и
П606, П606А при UK3 — 25 В не б о л е е ...................... 3 мА

Обратный ток эмиттера П605, П605А при U3Б =  1_,0 В 
и П606, П606А при и эв = 0,5 В не более:

при Т  =  293 К ......................................................................  I мА
при Т  = 343 К ......................................................................  2 мА

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 20 В,
/ =  5 М Г ц ....................................................................................... 5 0 * - 130 пФ
типовое зн а ч е н и е .......................................................................70* пФ

Емкость эмиттерного перехода* при С/ЭБ = 0,5 В, /  =
=  5 МГц не б о л е е .................................................................  2000 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при подан­
ном {/Б э :

при Т =  213 -г 293 К:
П605, П 6 0 5 А ......................................................................  45 В
П606, П 6 0 6 А ......................................................................  35 В

при Т  =  343 К :
П605, П 6 0 5 А ...................................................................... ‘ 40 В
П606, П 6 0 6 А ......................................................................  30 В

, при ЛБ э  ^  100 Ом, Т = 2 13 293 К:
П605, П 6 0 5 А ......................................................................  40 В

; П606, П 6 0 6 А ................................ .....................................  20 В
при /?БЭ < 10 Ом, Г = 343 К:

П605, П605А ....................................................................... 20 В
П606, П606А . .................................................................  15 В

Постоянное напряжение коллектор-база: 
при Т = 213 -г- 293 К:

П605, П 6 0 5 А ............................................................................ 45 В
П606, П 6 0 6 А ...........................................................................  35 В

при Т = 343 К :
П605, П 6 0 5 А ...........................................................................  40 В
П606, П 6 0 6 А ...........................................................................  30 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
П605, П 6 0 5 А ...........................................................................  1.0 В
П606, П 6 0 6 А ...........................................................................  0,5 В

Импульсный ток коллектора при ти ^  10 мс и Q > 2 1,5 А 
Импульсный ток базы при т„ < 10 мс и Q > 2 . . . . 0,5 А 
Постоянная (средняя) рассеиваемая мощ ность без тепло­

отвода :
при Т =  213 -  333 К ............................................................0,5 Вт
при Г =  343 К ............................................................................0,3 Вт

Постоянная (средняя) рассеиваемая мощность с тепло­
отводом при Лук-с < 5 К/Вт:

при Т =  213 -г 293 К ............................................................3,0 Вт



при Т = 343 К ...................................................................... 0,75 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус*.................................15 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда*.................................50 К/Вт
Температура р-п п е р е х о д а ...................................................... 358' К
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 213 до

343 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рассеи­
ваемая мощность, Вт, с теплоотводом при Т  =  298 343 К и без 
теплоотвода при Т  = 333 ч- 343 К рассчитывается по формуле

Л е .м и с  =  (358 - T ) / R T

2. Минимальное расстояние от корпуса до места пайки 20 мм 
(вариант 2) и 5 мм (вариант 1).
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П607, П607А, П608, П608А, П608Б, П609, 
П609А, П609Б

Транзисторы германиевые конверсионные р-п-р универсальные 
мощные.

Предназначены для применения в усилительных, генераторных 
и импульсных каскадах низкой и высокой частоты.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выво­
дами.

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 12 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э  =  0,1 А, / =  1 -=- 10 кГц, 
ти =  5 м кс: 

при Т — 213 -н 293 К.

651



П607, П607А, П608, П608А, П609, П609А ...................... 2 5 -5 0 *  В
типовое зн ач ен и е ................................................................  35 * В
П608Б, П 6 0 9 Б ......................................................................  4 0 -7 0 *  В
типовое зн ач ен и е ................................................................  50* В

при Т  =  343 К :
П607, П607А, П608, П608А, П609, П609А не
м е н е е ....................................................................................... 20 В
П608Б, П 6 0 9 Б ...................................................................... 30 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 
/к =  0,2 А П607 при /Б =  20 мА; П607А, П608,

П608Б, П609 при / Б =  10 мА и П608А, П609А,
П609Б при / Б =  5 мА не б о л е е ...................................... 2 В

типовое з н а ч е н и е ......................................................................0,94 * В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к =  0,2 А 

П607 при / Б =  20 мА, П607А, П608, П608Б, П609 
при / Б =  10 мА и П608А, П609А, П609Б при
/ Б =  5 мА не б о л е е ..........................................................  0,6 В

типовое значение...........................................................................  0,4 * В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­

щим эмиттером при э  = 3  В, /к  =  0,25 А,
/ =  0,1 -=- 10 кГц, ти =  15 мкс: 

при Г =  293 К :
П607 ............................................................................ 2 0 -8 0
типовое значение ...................................................... 53 *
П 6 0 7 А ......................................................................  6 0 -200
типовое значение...................................................... 139*
П608, П608Б, П609 ................................................  4 0 -1 2 0
типовое з н а ч е н и е ..................................... 80 *
П608А, П609А, П 609Б ...........................................  8 0 -240
типовое значение.....................................................  154*

при Т  =  343 К не б о л е е .....................................  3 значения
при Г =  293 К

при Т  =  213 К ...........................................................  От 0,4 до 2
значения при 

Г = 293 К
Постоянная времени цепи обратной связи при

J/KB =  10 В, / э  =  0,1 А, / =  5 М Г ц ...................... 8 * -  500 пс
типовое зн а ч е н и е ...........................................................  52 * пс

Модуль коэффициента передачи тока при 
UKB =  10 В, /э  =  50 мА, / =  20 МГЦ:
П607, П 6 0 7 А ................................................................  3 - 1 0 *
типовое з н а ч е н и е .....................................................  6*
П608, П608А, П 6 0 8 Б ................................................ 4 ,5 -1 3 *
типовое з н а ч е н и е .....................................................  8 *
П609, П609А, П 6 0 9 Б ................................................ 6 - 1 5 *
типовое з н а ч е н и е .....................................................  11 *

Время рассасывания при / к =  0,2 А, /  =  1 -=- 10 кГц 
П607 при / Б =  20 мА, П607А, П608, П608Б, П609 
при / Б =  10 мА и П608А, П609А, П609Б при 
/Б =  5 м А ........................................................................... 0,6* —3 мкс



типовое зн а ч е н и е .................................................................  1,1 * мке
Обратный ток коллектора не более: 

при Г =  293 К :
П607, П607А, П608, П608А, П609, П609А при

^ кб =  30 В ........................................... : . . . . 300 мкА
П608Б, П609Б при С/КБ =  50 В ................................. 500 мкА
типовое значение............................................................ 9 * мкА

при Т  =  343 К :
П607, П607А, П608, П608А, П609, П609А при
С/КБ =  30 В ......................................................................  3000 мкА
П608Б, П609Б при (/кб =  50 В ...........................  5000 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер:
при Г =  293 К, /гБЭ=  ЮО Ом П607, П607А,
П608, П608А, П609, П609А при С/кэ =  25 В 
и П608Б, П609Б при (/Кэ  =  40 В не более . . . .  500 мкА
типовое зн а ч е н и е ............................................................ 12* мкА

при Г =  343 К, при ЛБЭ =  10 Ом:
П607, П607А, П608, П608А, П609, П609А при
С/кэ =  20 В ...................................................................... .....  3000 мкА
П608Б, П609Б при С/Кэ  =  30 В ................................. 5000 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/ЭБ = 1.5 В не более:
при Т  =  293 К ...................... ..........................................  500 мкА
типовое з н а ч е н и е ............................................................ 2,0* мкА
при Т  =  343 К .................................................................  2000 мкА

Емкость коллекторного перехода при С/кв = 1 0  В,
/ =  5 М Г ц ................................................................................. 16* — 50 пФ
типовое зн а ч е н и е .................................................................  21 * пФ

Емкость эмиттерного перехода при и ^ Б =  0,5 В,
/ =  5 МГц не б о л е е ...........................................................  500 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер: 
при ЛБЭ =  100 Ом, при Т  =  213 -ь 293 К :
П607, П607А, П608, П608А, П609, П 609А ....................... 25 В
П608Б, П 6 0 9 Б ............................................................................  40 В
при ЯБ = Ю Ом, при Т  =  343 К:
П607, П607А, П608, П608А, П609, П 609А ....................... 20 В
П608Б, П 609Б ............................................................................  30 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
П607, П607А, П608, П608А, П609, П609А . . . .  30 В
П608Б, П 609Б ............................................................................  50 В

Постоянное напряжение эмиттер-база....................................... 1,5 В
Постоянный ток к о л л ек то р а ....................................................... 0,3 А
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мс и Q > 2 0,6 А
Импульсный ток базы при ти < 10 мс и Q > 2  0,15 А 
Постоянная (средняя) рассеиваемая мощность при

UKE < 20 В и Т =  213 -г 313 К . .......................................  1,5 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус................................. 15 К /В т
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КТ626А, КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р высоко­

частотные.
Предназначены для работы в радиотехнической аппаратуре ко­

ротковолнового диапазона.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Масса транзистора не более 3,5 г.

Граничная частота при С/кэ =  10 В, / э  =  30 мА не 
менее:

■ КТ626А, К Т 626Б .......................................................................75 МГц
КТ626В, КТ626Г, К Т 6 2 6 Д ................................................. 45 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/кэ =  2 В, /к = 0,15 А :

К Т 6 2 6 А .......................................................................................  4 0 -2 5 0
К Т 6 2 6 Б .......................................................................................3 0 -1 0 0

К Т 6 2 6 В .......................................................................................  1 5 -4 5
КТ626Г . . ' ............................................................................1 5 -8 0

К Т 6 2 6 Д .......................................................................................  4 0 -2 5 0
Обратный ток коллектора не более:

КТ626А при U кб =  30 В .......................................................10 мкА
КТ626Б, КТ626В при С/КБ =  30 В, КТ626Г, КТ626Д

при Uкб =  20 В .......................................................................150 мкА
Обратный ток эмиттера* при С/ЭБ =  4 В не более:
------К Т 6 2 6 А ...........................................................— ...................... 10 мкА

КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, К Т 626Д ..................................  300 мкА
Постоянная времени цепи обратной связи * на / =  5 МГц,

при С/Кб =  Ю В> h  — 30 мА не б о л е е ............................  500 пс
Емкость коллекторного перехода* при С/Кб = 1 0  В не

более ..................................................................................................150 пФ
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ626А,

- КТ626Б при / к =  0,5 А, /Б =  0,05 и КТ626В,
КТ626Г, КТ626Д при /к =  0,5 А, / Б =  0,1 А не 
б ол ее ................................................................................. .....  1,0 В
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база при 

Т  =  233 -г- 358 К:
К Т 6 2 6 А ...................................................................... .....  45 В
К Т 6 2 6 Б ....................................................................................... 60 В
К Т 6 2 6 В ......................................................................................  80 В
КТ626Г, К Т 6 2 6 Д .....................................................................  20 В

Постоянный ток коллектора при Т  =  233 -г- 358 К 0,5 А
Импульсный ток коллектора при Т  = 233 358 К 1,5 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Гк =  233 н- 333 К .......................................................... 6,5 Вт
при Тк =  358 К .....................................................................  4 Вт

Температура п е р е х о д а ..................................... ..........................  398 К
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 233 до

Гк =  333 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
менее 5 мм от корпуса транзистора. Изгиб выводов допускается 
на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с радиусом 
закругления 1,5 — 2 мм.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от токг 

эмиттера.

it. (
Зависимость статического коэф
фициента передачи тока от ток

эмиттера.



1Т901А, 1Т901Б
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р переклю­

чательные высокочастотные мощные.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 25 г. Масса крепежного фланца 

не более 10 г.

Электрические параметры

Граничная частота при £/Кэ  = Ю В, /э  =  0,5 А не
м енее.................................................................................................. 30 МГц

Время нарастания при 1/кэ = 1 0  В, С/БЭ =  0,5 В, / к =
=  5 А .............................................................................................0,5 —0,7 мке

Время спада при 1/кэ =  10 В, С/БЭ = 0 ,5  В, / к =  5 А . .0,2 —0,7 мке 
Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­

щим эмиттером: 
при Г =  298 К: 

при 1/кэ  = 1 0  В, / э  =  5 А:
1Т901А..................................................................................2 0 -5 0

типовое зн а ч е н и е ............................................................  33 *
1Т901Б..................................................................................4 0 -1 0 0

типовое зн ач ен и е ............................................................  72 *
при Uкэ =  Ю В, 1Э =  0,1 А:

1 Т 9 0 1 А ..................................................................................1 0 -2 5 *
типовое зн ачен и е.................................................................. 19*

------- при Т  =  343 К, и къ  =  10 В, / э  =  5 А :-------------------------------------------
1Т901А . . . . . .  ....................................... 1 4 -6 0

1 Т 9 0 2 Б ..................................................................................2 8 -1 2 0
при Т =  213 К, UK3 =  10 В, /э  =  5 А:

1 Т 9 0 1 А ..................................................................................2 0 -6 0
1 Т 9 0 1 Б ................................................................. • • • 4 0 -1 2 0

Граничное напряжение при /э  =  5 А : 
при Т =  298 К :

1 Т 9 0 1 А .................................................................................. 40 -  53* В
типовое значение.................................................................  5 1 * В .
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1Т901Б.......................................................................................3 0 -5 1 *  В
типовое зн ачен и е.................................................................47* В

при Г  = 2 1 3  К и Т =  343 К не менее . . . . .  30 В 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =  5 А,

/ Б =  1 А:
при Т  =  298 К ...................................................................... 0,3 * -0 ,6  В
типовое значение...................................................................... 0,4 * В
при Т  =  213 К не б ол ее ...........................................................  0,7 В
при Т =  343 К не б о л е е ................................................. 1,8 В

Обратный ток коллектора при (/Кб =  40 В не более:
при Т =  298 К и Г =  213 К ...........................................  8 мА
при Т  =  343 К ........................... ...........................................60 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ =  50 В,
{УБЭ =  0,5 В не б о л е е ...........................................................  15 мА

Предельные эксплуатационные данные ,

Постоянное напряжение коллектор-база при 
Тк =  213 н- 343 К:

1 Т 9 0 1 А ......................................................................................  50 В
1 Т 9 0 1 Б ......................................................................................  40 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
11э Б =  0,5 В, Тк =  213 -г 343 К :

1 Т 9 0 1 А ......................................................................................  50 В
1 Т 9 0 1 Б ....................................................................................... 40 В

Постоянный ток коллектора при Тк — 213 ч- 343 К 10 А
Постоянный ток базы при 7’, =  213 -г- 343 К .....................  2 А
Постоянная рассеиваемая мощность при Гк =  213 -г 310,5 К 15 Вт
Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 213 до

Гк =  343 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность при Г, >310,5  К определяется по формуле

Р  макс =  (358 — Тк)/2,5.

Допускается в режиме переключения выброс напряжения кол­
лектор-база длительностью до 10 мке для 1Т901А до 50 В, для 
1Т901Б до 40 В.

2. Расстояние от начала гибкой части составного вывода до 
начала изгиба вывода не менее 5 мм.

1Т905А, ГТ905А, ГТ905Б
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р переклю­

чательные (1Т905А) и усилительные низкочастотные (ГТ905А, ГТ905Б) 
мощные.

Предназначены для применения в переключающих каскадах, им­
пульсных усилителях и выходных каскадах усилителей низкой частоты.

Выпускаются в металлостеклянном (1Т905А) и металлопластмас­
совом (ГТ905А, ГТ905Б) корпусах с жесткими выводами.
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Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 4,5 г 

(с крепежным фланцем не более 6 г), в металлопластмассовом 
корпусе не более 7 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при / э. „ = 3 А, ти =  60 мкс и 
Q > 8000 или ти =  30 мкс и Q > 4000 1Т905А не менее 65 В 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при t/кв =  Ю В, /э  =  0,5 А
1Т905А не м е н е е ...................................................................... 30 М Г ц

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  З А ,
/ Б =  0,5 А не более:

1Т905А, ГТ905А, ГТ905Б при Т =  298 К ...........................  0,5 В
1Т905А:

при Г =  213 К ...................................................... ..... 0,5 В
при Т =  343 К ..................... ................................................  0,8 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  3 А,
/Б =  0,5 А не б о л е е .................................................................  0,7 В

Постоянная времени цепи обратной связи при 
{/кб =  30 В, /э  =  30 мА, / = 2 0  М Гц не более:

ГТ905А, Г Т 905Б ......................................................................  300 пс
1 Т 9 0 5 А ................................................................................. ..... 500* пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при 1/КБ =  10 В, / э  = 3 А:

1Т905А, ГТ905А, ГТ905Б при Т  =  298 К ........................... 35 -  100
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1Т905А:
при Т  =  213 К .................................................................3 5 -100
при Т =  343 К .................................................................20 -1 1 0

М одуль коэффициента передачи тока при С/КБ = 1 0  В,
/э  =  0,5 А, / = 2 0  М Гц ГТ905А, ГТ905Б не менее 3 

Время включения при С/КБ = 30 В, / Б и = 0,5 А,
ти =  20 мке, /  =  50 Гц 1Т905А не б о л е е ...........................0,2 мке

Время рассасывания при С/КБ =  30 В, / Б и =  0,5 А,
ти =  20 мке, /  =  50 Гц 1Т905А не б о л е е ...........................  4 мке

Время спада при С/КБ — 30 В, / Б „  = 0,5 А, т„ =
=  20 мке, / = 5 0  Гц 1Т905А не б о л е е ...........................0,3 мке

Обратный ток коллектора не более:
при Г =  298 К 1Т905А, ГТ905А при UKB = 75 В

и ГТ905Б при С/кБ =  60 В ................................................2,0 мА
при Т  =  213 К ГТ905А при С/КБ = 75 В ...........................2,0 мА
при Т  =  343 К ГТ905А при С/КБ =  75 В ...........................8,0 мА

Обратный ток эмиттера С/ЭБ =  0,4 В не б ол ее ......................5,0 мА
Емкость коллекторного перехода при С/кб = 30 В, .

/ = 1 0  МГц не более:
ГТ905А, Г Т 905Б ......................................................................  200 пФ
1 Т 9 0 5 А ......................................................................................  250* пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/Кб = 30 В,
/ = 1 0  МГц не б о л е е ........................................................... 8000* пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ < 1,0 Ом . . . .  60 В 

при С/Бэ  =  0,4 В :
1Т905А, Г Т 905А ......................................................................  75 В
Г Т 9 0 5 Б ......................................................................................  60 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер:
при ти < 10 м с ......................................................................  60 В
запертого транзистора при т„ < 20 мке и Q > 3
ГТ905А, Г Т 905Б ......................................................................  130 В

Постоянный, импульсный (в режиме переключения) ток
коллектора......................................................................................  3,0 А

Импульсный ток коллектора в режиме переключения
при ти < 20 м к е ...................................................................... _ . 7,0 А

Постоянный, средний прямой или обратный ток базы 0,6 А
Импульсный прямой или обратный ток базы 1,0 А 
Постоянная или средняя (при ти < 1 мс) рассеиваемая

мощность с теплоотводом при Гк = 213 ч- 303 К 6,0 Вт 
Постоянная рассеиваемая мощность без теплоотвода

при Т  =  213 ч- 298 К ................................................................  1,2 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус................................9 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда.......................... .....  50 К/Вт
Температура п е р е х о д а ................................................................  358 К
Температура окружающей с р е д ы .......................................... От 213

до 343 К
П р и м е ч а н и е .  При Тк = 303 ч- 343 К максимально допустимая

постоянная рассеиваемая мощность, Вт, рассчитывается по формуле
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макс -  (3 5 8 - TK)/R T п.к.

При Т  =  298 -г 343 К максимально допустимая постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора, Вт, рассчитывается по формуле

Рк. макс = (358 -  T )/R T п.с.

1б , мА 
250

200

150

100

50

О 0,2 0,4 О,В 0,8 1,0 Uвз, В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 UB3,B

Входные характеристики. Зависимость тока эмиттера от
напряжения база-эмиттер.

Зона возможных положений за­
висимости напряжения насыще­
ния коллектор-эмиттер от тока 

базы.

Зона возможных положений за­
висимости напряжения насыще­
ния база-эмиттер от тока базы.
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1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р переклю­

чательные мощные.
Предназначены для применения в преобразователях напряжения, 

переключающих и других импульсных каскадах радиоэлектронных 
устройств.

Выпускаются в металлостеклянном (1Т906А, ГТ906А) и метал­
лопластмассовом (ГТ906АМ ) корпусах с жесткими выводами.

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 4,5 г 

(с крепежным фланцем не более 6 г), в металлопластмассовом 
корпусе не более 7 г.

/2 41 £> в Эмиттер

База

Коллектор'

База

Эмиттер

ГТ906АМ
662



Электрические параметры
Граничное напряжение при /э„  =  5 А, ти < 50 мкс

и Q >  200 не м е н е е .................................................................  65 В
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером при {/кб =  Ю В, /э  =  0,5 А
1Т906А не м е н е е .......................................................................30 МГц

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к  =  5 А,
/б =  0,5 А не более:

1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ при Т  =  298 К ......................  0,5 В
1Т906А:

при Т  =  213 К ....................................................................... 0,5 В
при Т — 343 К ....................................................................... 1,0 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при / к =  5,0 В,
/ Б =  0,5 А не б о л е е .................................................................  0,6 В

Время включения при {/КБ =  30 В, /Б „ =  0,5 В,
ти =  20 мкс, / = 5 0  Гц не б о л е е ............................................1,0 мкс

Время рассасывания при {/кв =  30 В, / Б „ =  0,5 В,
ти =  20 мкс, /  =  50 Гц не б о л е е ............................................5,0 мкс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общ им 
эмиттером при (/КБ =  10 В, / э =  5 А: .

1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ при Т  =  298 К . . . . 3 0 -1 5 0  
1Т906А:

при Г =  213 К ................................................................. 3 0 -1 7 0
при 7"= 343 К .......................................................................2 0 -1 5 0

Обратный ток коллектор-эмиттер при {/КБ =  75 В,
{/эб =  0,5 В не белее: 

при Г =  298 К и Г  =2 1 3  К 1Т906А, ГТ906А,
Г Т 9 0 6 А М ................................................................................. 8,0 мА

при Т  =  343 К: .
1 Т 9 0 6 А .......................................................................................15,0 мА
ГТ906А, Г Т 906А М ................................................................. 30,0 мА

Обратный ток эмиттера при {/ЭБ =  1,4 В не более:
1 Т 9 0 6 А .......................................................................................8,0 мА
ГТ906А, Г Т 9 0 6 А М ............................................................15,0 мА

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение коллектор-эмиттер при {/БЭ =  0,5 -ь 1,4 В 75 В 
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер запертого 

транзистора при ти < 20 мкс и Q > 3 ГТ906А,
Г Т 9 0 6 А М ....................................................................................... 130 В

Напряжение коллектор-база . ............................................  75 В
Напряжение база-эм и ттер ............................................................  1,4 В
Постоянный или -импульсный (в режиме переключения) 

ток коллектора:
1 Т 9 0 6 А ....................................................................................... 5,0 А
ГТ906А, Г Т 906А М .................................................................  6,0 А

Постоянный или импульсный ток коллектора в режиме 
насыщения при токе выключения 1Т906А не более
5 А и ГТ906А, ГТ906АМ не более 6А ............................ 10,0 А
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Ток коллектора в режиме переключения 1Т906А при . . . 
1/кэ =  36 В и выбросах напряжения до 45 В,
ти < 10 мке и UK3 < 25 В ГТ906А, ГТ906А М .....................

Постоянный или средний (за период не более 2 мс) ток
б а з ы .................................................................................................

П остоянная или средняя (за период не более 2 мс)
рассеиваемая мощность при Т% < 310,5 К ...........................

Импульсная рассеиваемая мощность:
при ти < 10 м к е ......................................................................
при ти < 200 мке, /  < 5 Г ц и < У к < 6 0 В ...........................

Тепловое сопротивление переход-корпус................................
Тепловое сопротивление переход-среда................................
Температура перехода ................................................................
Температура окружающей среды ................................................

П р и м е ч а н и е .  При Г* >310, 5 К максимально 
постоянная рассеиваемая мощность, Вт, рассчитывается

Макс =  ( 3 4 8  -  Г к) /2 ,5 .

0,6

7.0 А 

1,5 А

15.0 Вт

375 Вт 
300 Вт 

2,5 К/Вт 
50 К/Вт 

348 К 
От 213 

до 343 К 
допустимая 
по формуле

1,2

1,0

Ct> 0 ,8

а% 0,6

0,4

0 ,2

0

~гт

I
1Т906А

Ю6А,ГТ906At

V :5А

0,2  0,4 0,6 0,8 1,016,А
Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от то­

ка базы.

0,5

0,4
со

j 0,2 

0,1 

о

1Т906а \ |
П906А.ГТ906АМ

I I I
4  = 5А , h  = 0,5/

213 233 253 273 293 313 333 Т, К
Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

температуры.
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80
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40.

20

1Т906А ,'ГТ906А,

'  Uк6=10 8

0 4 8 12 16 20 и ш В 
Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от 

напряжения коллектор-база.

0 4 8 12 16 20 1Э,А 
Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

эмиттера.
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1Т910А
Транзистор германиевый диф­

фузионно-сплавной р-п-р переклю­
чательный высокочастотный мощ­
ный.

Предназначен для применения 
в схемах мостовых преобразова­
телей напряжения.

Выпускается в металлопласт­
массовом корпусе с жесткими вы­
водами. Обозначение типа приво­
дится на корпусе.

Масса транзистора не более 5 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э  и = 5 А ...................... ; 25 — 31* В
типовое зн а ч е н и е .................................................................  28 * В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:
при Т  =  298 К и 7 =  213 К, / к „ =  Ю А,
/Б„  =  I А ...........................................................  0,15 * -0 ,6  В

'  типовое зн а ч е н и е ................................ ...........................  0,19* В
при Г =  298 К, / к и = 20 А, /Б„  =  2 А ...................... 0 ,2 2 * -0 ,8  В

типовое значение.................................................................  0,25 * В
при Т  = 343 К, /к „ = Ю  А, / Б и = 1  А не
более .......................................................................................  I B

ртатический коэффициент передачи тока в схеме с
I общим эмиттером: 

при Г =  298 К:
при £/Кб „ =  >0 В, /э и = 0,1 А .................................. 3 0 -104*
типовое значение............................................................ 70 *
при 1/КБ.и =  1° в - h  и =  Ю А .................................. 50 -3 2 0
типовое значение............................................................ 167*
при t/кв и =  Ю В, /э „ = 20 А .................................. 5 0 -3 2 0 *

_____типовое значение....................................................................... 223 *_______
при Т  =  343 К, (Укб, м= 1 0  В, / э . и =  0,1 А не
м е н е е ....................................................................................... 35
при 7 = 2 1 3  К, 1/КБ и  = Ю В, /Э и = Ю  А .  .  .  3 5 -3 2 0  

}ремя нарастания при UK и = 10 В, / к „ =  5 А 0 ,6*—1,5 мкс
типовое зн а ч е н и е .................................................................  1 * мкс

1ремя спада при UKэ =  10 В, /к„ =  5 А ............................0,5 * — 1 мкс
типовое зн а ч е н и е .................................................................  0,8 * мкс

'раничная частота коэффициента передачи тока в 
схеме с общим эмиттером при (/кб = 1 0  В,
/э  = 0,1 А не м е н е е ............................................................  30 МГц
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Обратный ток коллектора при 1/кб =  40 В не более
при Г =  298 К и Г =  213 К ...................................... 6 мА
при Т =  343 К ..................................................................  20 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
£/бэ =  0,4 В, Г =  213 4- 343 К . . ................................. 32 В

Постоянное напряжение коллектор-база при Г =  213 4­
343 К ....................................................................................... 33 В

Постоянный ток коллектора при Т =  213 343 К 10 А
Импульсный ток коллектора при т„ < 1 мс, Q > 10,

Т =  213 ч- 343 К ......................................................................  20 А

Постоянный ток базы при Т = 213 343 К ...................... З А
Импульсный ток базы  при ти < 1 мс, Q > 10,

Т =  213 4- 343 К ......................................................................  6А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора (время 

усреднения не более 1 мс) при Тк = 213 293 К:
с теп лоотводом ................................................................. 35 Вт
без теп лоотвода................................................................. 0,9 Вт

Температура п е р е х о д а ...........................................................  358 К
Тепловое сопротивление переход-корпус........................... 1,85 К/Вт

Тепловое сопротивление переход-среда...........................  70 К/Вт
Температура окружаю щей с р е д ы ......................................О т 213 до

Тк =  343 К

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается выброс напряжения коллектор- 
эмиттер до 37 В длительностью не более 10 мкс в схеме преоб­
разователя напряжения.

Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность кол­
лектора, Вт, при 7’к =  293 -ь 343 К определяется по следующим 
формулам:

Л с  ср. макс =  (3 5 8  -  Г к) / 1 ,8 5 ;

без теплоотвода

Л< ср. макс = (358 — Тк)/10.

2. Минимальное расстояние места пайки от корпуса 6 мм, 
температура места пайки не выше 523 К в течение 5 с.

Допускается однократный изгиб вывода на расстоянии 0,5 мм 
от выступа компаунда.
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Входные характеристики.
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1Т910А

0,1 о,г 0,6 1 г  ч 6 ю го чобоюо rB3,Ом

Зависимость пробивного напря­
жения коллектор-эмиттер от 

сопротивления база-эмиттер.

213 253 293 333 373Тк,К

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем­

пературы корпуса.

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1
213 253 293 333 373 Тк,К

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от 

температуры корпуса.



КТ932А, КТ932Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р уси­

лительные мощные.
Предназначены для работы в широкополосных усилителях 

мощности и автогенераторах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выво­

дами. Обозначение типа приводится на корпусе. ’ 
Масса транзистора не более 20 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
£/кэ =  3 В, /к =  1 А не менее:

К Т 9 3 2 А ................................................................................ .....  40 МГц
К Т 9 3 2 Б ........................... .......................................................... 60 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общ им эмиттером при 1/кэ =  3 В, /к =  1,5 А:

К Т 9 3 2 А ...................................................................................... 18 -8 0
К Т 9 3 2 Б ......................................................................................36 -120

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
=  1,5 А, / Б =0,25  А не б о л е е ................................................  1,1 В
типовое зн а ч е н и е ..................................................................... 0,4* В

Емкость коллекторного перехода при £/кб = 20 В, /  =
=  5 М Г ц ......................................................................................110-200 п«

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ =  100 Ом,
Uiсэ =  80 В не б о л е е ................................ ..... 1,2 мА
типовое з н а ч е н и е ......................................................................0,1 * мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т  =  213-н 
373 К:
К Т 9 3 2 А ...................................................................................... 80 В
К Т 9 3 2 Б ........................................................................... 60 В
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Постоянное напряжение коллектор-база при Т — 213 -г 
373 К:

К Т 9 3 2 А ......................> ......................................................... 80 В
К Т 9 3 2 Б ............................................................................ .....  . 60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при l-yS =  5 мА
при Т =  213 -=- 373 К . . ....................................................... 4,5 В

Ток коллектора постоянный при Г = 213 -=- 373 К . . . .  . 2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при 7~к =  213 н- 323 К ............................................................ 20 Вт
при Тк = 373 К ......................................................................  10 Вт

Температура окружающей с р е д ы ............................................ От 213
до

Гк = 373 К

Минимальное расстояние от корпуса до места пайки выводов
6 мм.

Зависимость напряжения кол­
лектор-эмиттер от температуры.

'213
80

S0

40

20

г= 398 К

\
икэ

т=216 К
I

KT932A.KTS 
. L. 1

32Е

0 0,5 1 1,5 2 1 К,А

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

КТ933А, КТ933Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р высоко­

частотные усилительные мощные.
Предназначены для работы в широкополосных усилителях 

Мощности и автогенераторах.
Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 1,5 г.
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Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока при
{/(сэ = 3 В, /э = 0,4 А не м е н е е ......................................... 90 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с . 
общим эмиттером при-С/кэ = 3 В, /к = 0,4 А:

К Т 9 3 3 А ..............................................................................................  18 -80
К Т 9 3 3 Б .............................................................................................. 3 6 -120

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 0,4 А,
/Б = 0,05 А не б о л е е ................................................................ 1,1 В
типовое з н а ч е н и е ............................................................................0,4 * В

Емкость коллекторного перехода при £/КБ = 20 В, /  =
= 5 М Г ц ..............................................................................................  5 0 -7 0  пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 100 Ом 
не более:

при £/кз  = 80 В К Т 9 3 3 А .................................................... 0,3 мА
при С/кэ = 60 В К Т 9 3 3 Б .................................................... 0,3 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Т =  213 -г 

373 К:
К Т 9 3 3 А ..............................................................................................  80 В
К Т 9 3 3 Б .................................... .........................................................  60 В

Постоянное напряжение коллектор-база при 7"= 2 13 -г 
373 К:

К Т 9 3 3 А ..............................................................................................  80 В
К Т 9 3 3 Б ..............................................................................................  60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при /эб = 5 мА,
Г =  213 ч- 373 К ........................ .........................................................  4,5 В

Постоянный ток коллектора при Т=  213-^ 373 К . . . 0,5 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Гк = 213 н- 325 К ...............................................................  5 Вт
при Гк = 373 К ............................................................................2,5 Вт

Температура п е р е х о д а ...................................................................... 423 К
Температура окружающей с р е д ы ...............................................От 213

до
. Гк = 373 К
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П р и м е ч а н и е .  Минимальное расстояние от корпуса до места 
пайки выводов 6 мм.

О 0,1 0,2 0,3 0,41К,А

Зона возможных положений за­
висимости статического коэффи­
циента передачи тока от тока 

коллектора.
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k КТ 93 ЗА,КТ9ЗЗБ
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\  \
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\

\ ^  
N . __

10 20 иКБ,В

Зона возможных положений за­
висимости емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

Р а з д е л  в о с ь м о й

ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНЫЕ 
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

п-р-п

2Т606А, КТ606А, КТ606Б
--------Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п  генера­

торные сверхвысокочастотные.
Предназначены для применения в схемах усилителей мощ­

ности, в том числе при амплитудной модуляции в умножителях 
частоты и автогенераторах на частотах выше 100 МГц при на­
пряжении питания 28 В.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с изолированны­
ми от корпуса жесткими выводами с монтажным винтом. Обозна­
чение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.
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Электрические параметры
Выходная мощность при С/кэ = 28 В, / =  400 МГц,

Гк < 298 К .............................................................................................  1,0 Вт
Коэффициент усиления по мощности не менее . . . .  2,5

типовое зн ач ен и е ...........................................................................  3 *
Коэффициент полезного действия коллектора не ме­

нее .........................................................................................................  35 %
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер * при /к = -

200 мА , /Б = 40 мА не б о л е е ............................................... 1,0 В
Модуль коэффициента передачи тока при / =  100 МГц,

{/кэ = 1 0  В, /к = 100 мА не менее:
2Т606А, К Т 606А ...........................................................................  3,5
КТ606Б .............................................................................................  3

Критический ток коллектора при С/Кэ = 10 В,/ =  100 МГц
не м енее...................................................................................................100 мА

Постоянная времени цепи обратной связи при £/КБ =
10 В, /'= 5 МГц, /э  = 30 мА не более:

2Т606А, КТ606А ...........................................................................  10 не
К Т 6 0 6 Б ............................................................................................. 12 не

Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 28 В, /  =
5 М Гц не б о л е е ...........................................................................  10 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при С/кэ = 65 В, Лэ Б =
100 Ом не более: 

при Т = 298 К :
2 Т 6 0 6 А .......................................................... .....  1 мА

КТ606А, К Т 606Б ..................................................................... 1,5 мА
при Т = 403 К 2Т606А ................................................................ 2 мА

Обратный ток эмиттера при t/эв = 4 В при Г = 298 К 
не более:

2Т606А .............................................................................................0,1 мА
КТ606А, КТ606Б ........................................................................... 0,3 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ < 

sg 10 О м:
2 Т 6 0 6 А ............................................................................................. 65 В

'  КТ606А, КТ606Б ...........................................................................  60 В
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Пиковое напряжение коллектор-эмиттер при f >  100 МГц:
2 Т 6 0 6 А .............................................................................................  7 5 В
КТ606А, КТ606Б............................................................................  70 В

Постоянное напряжение эмиттер-база.........................................  4 В
Постоянный ток коллектора........................................................... 400 мА
Пиковый ток коллектора................................................................. 800 мА
Постоянный ток б а з ы ...................................................................... 100 мА
Средняя рассеиваемая ■ мощность в динамическом ре­

жиме :
при 7~к = 313 К ............................................................................  2,5 Вт
при Ту. = 398 К 2Т606А ...........................................................0,57 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус............................. 44 К/Вт
Температура перехода:

2 Т 6 0 6 А .............................................................................................  423 К
КТ606А, К Т 6 0 6 Б ......................................................................  393 К

Температура корпуса:
2 Т 6 0 6 А ............................................................................................. От 213

.. ДО 
398 К

КТ606А, КТ606Б............................................................................От 233
до 

358 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже транзисторов допускается усилие, 
перпендикулярное оси вывода, не более 50 г, категорически за ­
прещается изгиб выводов, а также их кручение вокруг оси.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее I м м  от 
корпуса транзистора.

Использование транзистора без теплоотвода не рекрмендуется.
Чистота контактной поверхности теплоотводов должна быть 

не менее 2,5. Неплоскостность контактной поверхности теплоот­
вода должна быть не более 0,03 мм.

-ч 12
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г Т606А,К Т606А
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f  = 4UU М1ц
1 .  J 1

Зависимость относительной вы­
ходной мощности от входной.

■,0ft

0,2

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25Рвх,Вт ч 8 12 16 го  икЭ,в
Зависимость относительной вы ­
ходной мощности от напряже­

ния коллектор-эмиттер.
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Зависимость относительного ко­
эффициента полезного действия 

от выходной мощности.

Зависимость коэффициента по­
лезного действия от частоты.
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока коллек­

тора.
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Зависимость относительной по­
стоянной времени цепи обрат­
ной связи от тока коллектора.

Зависимость относительной по­
стоянной времени цепи обрат­
ной связи от напряжения кол­

лектор-эмиттер.

оэ
со<\}
к)

\

О 10 20 30 40 50Um ,B

Зависимость относительной ем­
кости коллекторного перехода 
от напряжения коллектор-база.

О 2 Ч В 8 10 U3E, В

Зависимость относительной ем­
кости эмиттерного перехода от 

напряжения эмиттер-база.

2Т607А-4, КТ607А-4, КТ607Б-4

Транзисторы кремниевые зиигак- 
сиально-планарные п-р-п  генераторные 
сверх высокочастотн ые.

Предназначены для генерирования 
и усиления напряжения в герметизи­
рованной аппаратуре.

Бескорпусные с защитным покры­
тием. Обозначение типа приводится 
в этикетке.

Масса транзистора не более 0,4 г.

Б аза . Коллектор

Э м и .т т е р
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Электрические параметры

Выходная Мощность (медианное значение) при t/кв =
20 В, /к =' 110 мА, /=  1 ГГц 2Т607А-4, КТ607А-4 
при Рт = 0,4 Вт, КТ607Б-4 при Рвх = 0,5 Вт не 
менее.........................................................................................................  1 Вт

Коэффициент усиления по мощности (медианное зна­
чение) при С/кб = 20 В, /к = 110 мА, / =  I ГГц не 
менее: ■

2Т607А-4, КТ607А-4 при Рйх = 0,4 В т .............................  4 дБ
КТ607Б-4 при Р вх = 0,5 В т ....................................................  3 дБ

Коэффициент полезного действия коллектора (медианное 
значение) при и КБ = 20 В, /« = ПО мА, / = 1 ГГц 
2Т607А-4, КТ607А-4 при Рвх = 0,4 Вт, КТ607Б-4 при 
Рвх = 0,5 Вт не м ен ее .....................................................................  45 °0

Модуль коэффициента передачи тока при Uкэ  = '0  В,
/к = 80 мА , /  = 100 МГц не менее ...................................  7
типовое значение.................................................................................  9 *

Постоянная времени цепи обратной связи при (/КБ =
= 10 В, /э  = 30 мА, /=  5 МГц:

2Т607А-4, KJ607A-4 не б о л е е .........................................  18 пс
типовое значение.................................. ........................................ 10* пс
КТ607Б-4 не б о л е е .....................................................................  25 пс

Емкость коллекторного перехода при (У^б = 10 В не 
более:

2Т607А-4, КТ607А-4.....................................................................  4 пФ
К Т 6 0 7 Б -4 .......................................................................................4,5 пФ

Обратный ток коллектора 2Т607А-4, КТ607А-4 при 
^кбо = 40 В, КТ607Б-4 при 1/КБ = 30 В не более . . .  1 мкА 

Обратный ток эмиттера при 0 ЭБ = 4 В не более . . .  0,5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭб =
10 О м:

2Т607А-4 при Т=  213 ч- 358 К и КТ607А-4 при
Г = 228 ч- 358 К ...........................................................................  35 В
2Т607А-4 при Т = 398 К ....................................................  25 В
КТ607Б-4 при Т = 228 ч- 358 К ......................................... 30 В

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т607А-4 при Т=  213 ч- 358 К и КТ607А-4 при
Т — 228 ч- 358 К ........................................................................... 40 В
2Т607А-4 при Т = 398 К ....................................................  30 В
КТ607Б-4 при Т = 228 ч- 358 К ......................................... 30 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:
2Т607А-4 при Т = 213 ч- 358 К и КТ607А-4, КТ607Б-4
при Г  = 228 ч- 358 К ...............................................................  4 В
2Т607А-4 при Т = 398 К ..........................................................  3 В
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Постоянный ток коллектора:
2Т607А-4 при 7" = 213 358 К и КТ607А-4. КТ607Б-4
при Т = 228 -f- 358 К ...................................................................... 150 мА
2Т607А-4 при Т = 398 К .....................................................125 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
2Т607А-4 при Г, = 213 -г 313 К и КТ607А-4, КТ607Б-4
при Гк = 228 ч-313 К ................................................................. 1,5 Вт
2Т607А-4 при Тк = 398 К .....................................................0,34 Вт
КТ607А-4 и КТ607Б-4 при Тк = 358 К ........................0,89 Вт

Температура п ер ехо да ......................................................................  423 К
Тепловое сопротивление переход-корпус................................... 73 К/Вт
Температура окружающей среды: .

2 Т 6 0 7 А - 4 ........................................................................................От 213
до

Гк = 398 К
КТ607А-4, К Т 607Б -4 .................................................................От 228

' до
Тк = 358 К

П р и м е ч а н и е .  Крепление транзистора производится приклеи­
ванием или пайкой. Максимально допустимая температура припоя 
не более 433 К. Время пайки не более 3 с. Нажимное усилие 
на торце каждого вывода не должно превышать 400 г.

[Зависимость выходной мощ- Зависимость выходной мощно- 
ности от входной. сти от напряжения коллектор-

база.
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ни цепи обратной связи от тока 

эмиттера.

пг 1э
70

ВО

50

40

30

20
10
О
50

21г607А-Ч

иЭ* = 'ЮВ

100 150 200 1к ,мА

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

2Т610А, 2Т610Б, КТ610А, КТ610Б

Эми.,
К олл ект ор
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Транзисторы кремниевые эпи­
таксиально-планарные п-р-п  СВЧ 
усилительные.

Предназначены для усилителей 
напряжения и мощности.

Выпускаются в металлокерами­
ческом корпусе с гибкими полоско­
выми выводами. Обозначение тиш 
приводится на крышке корпуса.

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при С/КБ = 10 В, /э  = 150 мА:

2 Т 6 1 0 А .............................................................................................. 5 0 -250
2 Т 6 1 0 Б .............................................................................................. 2 0 -25 0
К Т 6 1 0 А .............................................................................................. 5 0 -300
К Т 6 1 0 Б ................................... ..........................................................  2 0 -30 0

Неравномерность коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером в режиме малого сигнала при 
<УКЭ=Ю В, /к = 30 4-270 мА 2Т610А, КТ610А не
более.......................................................................................................... 2,3

Коэффициент усиления по мощности (медианное зна­
чение) при UKэ = 12,6 В, Лшх = * Вт, / = 4 0 0  МГц
2Т610Б не м е н е е ............................................................................  6,4 дБ
типовое зн ач ен и е ............................................................................  8 * дБ

Коэффициент полезного действия коллектора (медианное 
значение) при Ок э  = 12,6 В, /*„„,( = 1 Вт, /  = 400 МГц
2Т610Б не м е н е е ............................................................................  45%

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при {/к э = 10  В, /к = 150 мА:

2Т610А, КТ610А не м ен ее ..................................................... 1000 МГц
типовое значение............................................................................1250* МГц
2Т610Б, КТ610Б не м ен ее .....................................................  700 МГц
типовое значение............................................................................1100* МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при (УКБ =
= 10 В, /э = 30 мА, /=  30 МГц:

2Т610А не б о л ее ...................................................................... . 35 пс
типовое зн ач ен и е ...................................................................... 20 * пс
2Т610Б не б о л ее ............................................................................  18 пс
типовое значение............................................................................7,5 * пс
КТ610А не б о л е е ......................................................................  55 пс
КТ610Б не б о л е е ......................................................................  22 пс

Емкость коллекторного перехода при (У«б = 1 0  В не
более......................................................................................................... 4,1 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/эб = 0 не более . . . 21 пФ 
Граничное напряжение при I j  = 30 мА не менее . . . .  20 В

типовое зн ач ен и е ............................................................................ 24* В
Обратный ток коллектора при (7кб = 20 В не более . . .  0,5 мА 
Обратный ток эмиттера при {/ЭБо = 4 В не более . . .  0,1 мА 
Коэффициент шума * при /=  2 ч- 200 МГц, /к 30 мА~

Лг 75 О м ........................................................................................ 6 дБ
Индуктивность эмиттерного вывода* (при использовании

двух в ы в о д о в ) .................................................................................. 0,6 нГн
Индуктивность коллекторного в ы во д а* .................................... 2,38 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эб =
100 Ом, Г =  213 ч- 398 К 2Т610А, 2Т610Б и при 
Г=  228 ч- 358 К КТ610А, К Т610Б ..........................................  26 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база при Т =  213 ч- 
398 К 2Т610А, 2Т610Б и при Г = 228 4  358 К KT6IОА,
К Т 610Б .................................................................................................... 4 В

Постоянное напряжение питания в режиме усиления 
мощности 2Т610Б при />  100 МГц при работе в ре­
жиме класса С ........................ ......................................................... 15В

Постоянный ток коллектора при Т = 213 ч- 398 К 2Т610А,
2Т610Б и при Т =  228 ч- 358 К КТ610А, КТ610Б . . .  0,3 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при 7~к = 213 ч- 323 К 2Т610А, 2Т610Б и при Гк =

228 ч- 323 К КТ610А, К Т 610Б ..............................................  1,5 Вт
при Гк = 358 К 2Т610А, 2Т610Б, KT6I0A, КТ610Б. . . I Вт

Температура перехода 2Т610А, 2Т 610Б ...................................  423 К
Температура окружающей среды:

2Т610А, 2 Т 6 1 0 Б ........................................................................... От 213 до
398 К

КТ610А, К Т 610Б ........................................................................... От 228
до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается при температуре 
не выше 423 К. Изгиб выводов допускается на расстоянии 
не менее 3 мм от корпуса транзистора с радиусом не менее 
1,5 мм. Допустимое значение электростатического потенциала 
1000 В.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

коллектора.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

коллектора.



Зависимость граничной частоты Зависимость граничной частоты
от тока коллектора. от гока коллектора.

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от 

напряжения коллектор-база.

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от 

напряжения коллектор-база.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

коллектора.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

коллектора.
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КТ624А, КТ624ЛМ
Вири.а,нт 1 Транзисторы кремниевые эпитак­

сиально-планарные п-р-п переключа­
тельные.

Предназначены для работы в им­
пульсных схемах в герметизирован­
ной аппаратуре.

Бескорпусные с защитным покры­
тием с гибкими выводами. Обозначе­
ние типа приводится в этикетке. Мас­
са транзисторов КТ624А (вариант 1) 
не более 0,015 г. Масса транзисторов 
КТ624АМ (вариант 2) не более 0,004 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с
общим эмиттером при i/кэ = 0,5 В, /к = 300 мА . . . 30—180 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к = 1 А,
/Б = 100 мА не более - ................................................................ 0,87 В
типовое зн ач ен и е ............................................................................0,62 * В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 1 А, /Б =
= 100 мА не б о л е е ...................................................................... 1,7 В
типовое зн ач ен и е ......................................... . ............................ 1,2 * В

Время рассасывания при /к = 1000 мА, /Б = 100 мА не
б о л ее .........................................................................................................  18 не

М одуль коэффициента передачи тока на / = 10 0  МГц
при t/K3 = 5  В, /к = 100 мА не м е н е е ............................. 4,5
типовое зн ач ен и е ............................................................................ 9,7 *

Граничное напряжение при /э  = 30 мА не менее . . .  12 В
типовое зн ач ен и е ............................................................................22* В

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 5 В не
б о л ее .........................................................................................................  15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при С/ЗБ = 5 В не
б о л ее ......................................................................................................... 50 пФ

Обратный ток коллектора при С/Кб = 30 В не более . . . 100 мкА
Обратный ток эмиттера при (/ЗБ = 4 В не более . . . .  100 мкА 
Обратный ток коллектор-эмиттер при (7КЭ = 30 В, ЛЭБ =

= 0 не б о л е е .......................................................................................  200 мкА
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база при Тк = 223 -=-

358 К .......................................................................................................... 30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при Тк  = 223 -=-

358 К .........................................................................................................  4 В

Граничное напряжение при /д = 30 мА при Тк = 223 -е-
358 К .........................................................................................................  12 В

Постоянный ток коллектора при Тк  = 223 4- 358 К . . . 1 А

Импульсный ток коллектора при т„ < 5 мкс, Q>  10,
7  ̂= 223 358 К ............................................................................  1,3 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Г* = 223 4  343 К . . ................................................ 1 Вт
при Гк = 358 К ............................................................................ 0,7 Вт

Температура перехода ......................................................................  393 К
Температура окружающей с р е д ы ................................................От 223

до
Г, = 358 К

П р и м е ч а н и е .  Монтаж транзисторов в микросхемы осу­
ществляется в следующем порядке: место монтажа в микросхеме 
смачивается флюсом ФКСП, затем укладывается фольга припоя 
ПОС-61 толщиной 30 мкс, размером 1,9 х 1,9 мм. Микросхема 
нагревается до температуры 473 К в течение 10 с. В момент 
пайки транзистор притирается к месту монтажа пинцетом. Усилие 
прилагается к боковым поверхностям кристаллодержателя.

Зависимость статического коэф- Зависимость напряжения насы-
фициента передачи тока от тока щения коллектор-эмиттер от то-

коллектора. ка коллектора.
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Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока 

коллектора.

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи- тока от тока 

коллектора.

О Ч в 12 иКБ,В

Зависимость, емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

КТ634А-2

£ З м и , т т е рк
ГЕ Z3---- ------- Й

Коллентор В а за

■ г

- 1  . I -
___

|W4.1 6

Транзистор кремниевый эпи­
таксиально-планарный п-р-п СВЧ 
генераторный.

Предназначен для работы в 
генераторах и усилителях мощ­
ности в диапазоне частот I — 5 ГГц 
в герметизированной аппаратуре 
только в схеме включения с общей 
базой.

Бескорпусной с защитным по­
крытием с гибкими выводами на 
кристаллодержателе. Обозначение 
типа приводится в этикетке.

Масса транзистора не более 
0,15 г.
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Электрические параметры

Выходная мощность (медианное значение) при (УКБ =
= 20 В, /к = 100 мА, / =  5 ГГц не менее . . . .  200 мВт 

Коэффициент усиления по мощности * при /’„ц, = 200 мВт,
£/Кб = 20 В, /к = 100 мА, /=  5 Г Г ц .................................... 1 ,75-3 ,4

Коэффициент полезного действия коллектора * при Р вых =
= 200 мВт, UKB = 20 В, /к = 100 мА, / =  5 ГГц .. . . 17 ,5 -34%
типовое зн ач ен и е ....................................................  22,5*%

Граничная частота при (/Кэ = 10 В, /к = 100 мА не
менее..........................................................................................................1,5 ГГц
типовое зн ач ен и е .............................................................................2 * ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи при (УКБ =
10 В, /э  = 30 мА, / =  100 МГц не б о л е е ......................... 2 пс
типовое зн ач ен и е ..........................................................  0,85 * пс

Емкость коллекторного перехода при (/Кб = 15 В не
более..........................................................................................................2,5 нФ
типовое зн ач ен и е .............................................................................1,9* пФ

Емкость эмиттерного перехода при (/эБ = 0 не более . . .  8 пФ 
Межэлектродные емкости держателя: ‘

между базой и коллектор ом ................................................0,61 пФ
между базой и эм и ттер о м ......................................................0,44 пФ

между коллектором и эмиттером ..........................................  0,003 пФ
Обратный ток коллектора при (/кб = 30 В не более:

при Т = 298 К .............................................................................0,5 мА
при Т = 398 К .............................................................................  5 мА

Обратный ток эмиттера при 1/ЭБ = 3 В не более:
при Т = 213 н- 298 К .......................................................................50 мкА

при 398 К ......................................................................................... 500 мкА
Последовательные индуктивности выводов держате­

ля*:
базового.............................................................................................. 0, И нГн
эм и т т е р н о го ...................................................................................0,3 нГн
к о л л е к т о р н о го .............................................................................0,5 нГн

. Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база при Г« = 298 4­

398 К ..........................................................................................................  30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при 7~„ = 213 4-___________

398 К ..........................................................................................................  3 В
Постоянный ток коллектора при Г* = 213 4- 398 К . . . 0,15 А 
Импульсный ток коллектора при Гк = 213 4- 398 К и

т„ < 10 мкс, Q > 50 .......................................................................  0,25 А
Постоянный ток базы при Г* = 213 4- 398 К .........................75 мА
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­

ческом режиме на частотах более 1 ГГц при Тк =
213 4- 298 К .........................................................................................  1,8 Вт
при Тк = 398 К ............................................................................. ...... 0,36 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус...............................100 К/Вт
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Температура п е р е х о д а ...................................................................... 423 К
Температура окружающей с р е д ы ...............................................От 213

до
Г* = 398 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов производится при температуре 
493 К в течение времени не более 10 с. Держатель транзистора 
является базовым электродом.

800 
700 
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‘I  400 

5 300 

& 200 
100

О ...

Зависимость выходной мощно- Зависимость выходной мощно­
сти от _входной. сти от напряжения коллектор-

база.

Зависимость коэффициента по- Зависимость граничной частоты 
лезного действия от входной от тока коллектора,

мощности.
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Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

Зависимость постоянной врем е­
ни цепи обратной связи от то­

ка коллектора.

КТ635Б
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п  переклю­

чательный.
Предназначен для импульсных и высокочастотных схем. 
Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Масса транзистора не более 3 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при С/кэ =1 В, /к = 500 мА . . . . 2 0 - 150
типовое значение ............................................................................ 40 *

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
= 500 мА, /Б = 50 мА не б о л е е ......................................... . 0,9 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 500 мА,
/Б — 50 мА не б о л е е ....................... * . ' ..................................... 1,2 В

Время выключения при /к = 500 мА , /Б = 50 мА не
более............................. ........................................................................... 60 НС
типовое значение ............................................................................ 45* не
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Время рассасывания при /« = 500, /Б = 50 мА не бо­
лее .........................................................................................................  50 не

Обратный ток коллектора при {/«в = 60 В не бо­
лее ......................................................................................................... 30 мкА

Обратный ток эмиттера при = 5 В не более . . .  20 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при (/«э = 60 В, ЛЭБ =
= 0 не б о л е е .................................................................................. 30 мкА

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при 1/Кэ = '0  В- /к = 50 мА не
менее.........................................................................................................  200 М Гц
типовое значение ............................................................................  460* МГц

Емкость коллекторного перехода при UКБ = 10 В не
более.........................................................................................................  10 пФ
типовое зн ач ен и е ............................................................. 7,4 * пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/ЭБ = 0 не более . . .  90 пФ
Граничное напряжение при /э  = 10 мА не менее . . .  45 В 

типовое зн ач ен и е ............................................................................52 * В
Постоянная времени цепи обратной связи при и къ =

= 10 В, /э  = 30 мА, / =  5 М Г ц ........................................  25 пс

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т = 228 ч-
358 К ......................................................................................................... 60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Т — 228 ч-
358 К ................................................................ ........................................ 5 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ =
= 0 Т = 228 ч- 358 К . - .......................................................... 60 В

Постоянный ток коллектора при Т = 228 ч- 358 К . . . 1 А
Импульсный ток коллектора при Т = 228 ч- 358 К . . . 1,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т = 228 + 298 К . . .  .............................................. 0,5 Вт
при Г =  358 К ............................................................................0,1 Вт

Температура п е р е х о д а ...................................................................... 393 К

Тепловое сопротивление переход-окружающая сре­
да ..............................................................................................................  190 К/Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус...................................63 К/Вт
Температура окружающей с р е д ы ..............................................От 228

^  до
Тк = 358 К
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I

Зависимость статического коэф- Зависимость напряжения насы- 
фициента передачи тока от тока щения коллектор-эмиттер от то- 

коллектора. ка коллектора.

^ш>а Б
9

I Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

3
гго

KT6J5S

Uh> - 5 в

1э  =10 чА

w ВО 80 f ,МГц

Зависимость коэффициента шу­
ма от частоты.

2Т904А, КТ904А, КТ904Б

торные сверхвысокочастотные.
Предназначены для работы в схемах усиления мощности, ге­

нерирования, умножения частоты в диапазоне 100 — 400 МГц в ре­
жимах с отсечкой коллекторного тока.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими вы­
водами.
I  Обозначение типа указывается на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 6 г.
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Электрические параметры

Выходная мощность на /= 400 МГц при 1/кэ = 28 В 
не менее:

2Т904А, К Т 904А ............................................................................ 3 Вт
К Т 9 0 4 Б ..............................................................................................2,5 Вт

Коэффициент усиления по мощности на / = 4 0 0  МГц 
при i/кэ = 28 В не менее:

2Т904А при Рвы, = 3 В т ..................................................... 2,5
КТ904А при /’„ых = 2,5 В т ..................................................... 3
КТ904Б при Р вих = 2,5 В т ...............................................  2,5

Выходная мощ ность* н а / = 1 0 0 .МГц при VKj  = 28 В,
Рвх = 1 Вт 2Т904А, типовое зн ач ен и е .............................  8 Вт

Коэффициент полезного действия коллектора при i/кэ =
28 В, Рвх = 1 Вт 2Т904А:

на / =  400 МГц не м е н е е ...............................................  40%
на / =  100 МГц типовое зн ачен ие................................... 73*%

Модуль коэффициента передачи тока.при / = 1 0 0  МГц,
1/к э  = 28 В, /к = 200 мА не м е н е е .............................  . 3,5

Критический ток при UKэ = Ю В не менее:
2Т904А, К Т 904А ............................................................................ 400 мА
К Т 9 0 4 Б .............................................................................................  300 мА
типовое значение 2Т904А, К Т 904А ............................. .....  800* мА

Емкость коллекторного перехода при {/КБ = 28 В не
более .......................................................................................................... 12 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/Кб =
10 В, /э  = 30 мА, / =  5 МГц не менее:

2Т904А, К Т 904А ...........................................................................  15 пс
К Т 9 0 4 Б .............................................................................................  20 пс

Активная емкость коллектора * при 1/КБ = 28 В, типовое
з н а ч е н и е ............................................................................................. 2,6 пФ

Суммарная активная и пассивная емкость коллектора *
при UKE = 28 В, типовое зн ач ен и е................................... 7,8 пФ

Емкость коллектор-эмиттер *, типовое значение . . . .  0,5 пФ 
Емкость эмиттерного перехода * при (/ЭБ = 0, типовое

з н а ч е н и е ............................................................................................. 130 пФ
Сопротивление эмиттера*, типовое значение........................0,1 Ом
Сопротивление базы *, типовое зн ач ен и е .............................  1 Ом
Индуктивность вывода внутренняя*, типовое значе­

ние ..........................................................................................................2,5 нГн
Индуктивность у конца вывода*, типовое значение , . . 4 нГн

690



Статический коэффициент передачи тока в схеме с
общим эмиттером* при (/кэ = 5 В. /к = 0,25 А . . . 10 — 60 

Граничное напряжение при /к = 0,2 А не менее . . . .  40 В 
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер * при /к =

0,25 А, /Б = 0,05 А, типовое значение.............................. 0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер * при /к = 0,25 А,

/Б = 0,05 А, типовое зн ач ен и е ...............................................  0,9 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при ЛЭб = 100 Ом не 

более:
2Т904А при UK3 = 65 В ..................................................... 1 мА
КТ904А, КТ904Б при t/K3 = 60 В ...................................  1,5 мА

Обратный ток эмиттера при t/g6 = 4 В 2Т904А не
более.........................................................................................................0,1 мА

Емкость выводов эмиттера и базы * на корпус, ти­
повое зн ачен ие.................................................................................. 1,3 пФ

Емкость вывода коллектора на корпус*, типовое зна­
чение ......................................................................................................... 1,8 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база:

2Т904А при Г„ = 213 -  423 К ............................................... 65 В
1 КТ904А, КТ904Б при Гп = 233 398 К ........................ 60 В
'Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?эб =

100 Ом:
2Т904А при Гп = 213 -=- 423 К . .........................................  65 В
КТ904А, КТ904Б при Т„ = 233 -г- 393 К ........................  60 В

Пиковое напряжение на коллекторе в динамическом 
режиме при f >  100 МГц:

2Т904А при Т„ = 213 423 К ...............................................  75 В
КТ904А, КТ904Б при Т„ = 233 н- 393 К ........................ 70 В

Постоянное напряжение база-эмиттер:
2Т904А при Т„ = 213 -  423 К ...............................................  4 В
КТ904А, КТ904Б при Г„ = 233 н- 393 К ........................ 4 В

Постоянный ток коллектора:
2Т904А при Г„ = 213 -=- 423 К ............................................... 0,8 А
КТ904А, КТ904Б при Г„ = 233 -г 393 К .............................. 0,8 А

Импульсный ток коллектора:
2Т904А при Т„ = 213 -  423 К ............................................... 1,5 А
КТ904А, КТ904Б при Тл = 233 4 393 К .............................  1,5 А

Постоянный ток базы:
----- 2Т904А при Т„ -  213 ч- 423 К ...................................-------------- О ^ А  

КТ904А, КТ904Б при Т„ = 233 -=- 393 К ........................  0,2 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­

ческом режиме:
2Т904А:

при 7'к = 2 1 3 н - 3 1 3 К ........................................................... 7 Вт
при Г,; = 398 К ......................................................................  1,6 Вт

КТ904А, КТ904Б:
при Ту. = 233 -н 313 К ........................................................... 5 Вт
при Ts = 358 К ......................................................................  2,2 Вт
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Тепловое сопротивление переход-корпус...................................16 К/Вт
Температура перехода:

2 Т 9 0 4 А ............................................................................................. 423 К
КТ904А, КТ904Б...........................................................................  393 К

Температура корпуса:
2 Т 9 0 4 А .............................................................................................От 213

до 398 К
КТ904А, КТ904Б................................................................'  . От 233

до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Допускается пайка выводов на расстоянии ш 
менее 1 мм от корпуса.

Транзистор должен прижиматься к теплоотводу с осевым уси 
лием 750 Н (крутящий момент 1,2 Н м).

Усилие, перпендикулярное оси вывода, не более 0,5 Н ; за 
лрещается изгиб и кручение выводов.

600  
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400  

5  300

Ч? 200 

100

0 0 ,2 0,4 0,6 0,8 1 ,01К, А 0 10 20 UK3,B

Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора.

Зависимость критического том; 
от напряжения коллектор-эмит 

тер.

тк,п с
10

8

6

4

2

Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения

коллектор-база.
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693



2Т907А, КТ907А, КТ907Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п  генера­

торные сверхвысокочастотные.
Предназначены для работы в схемах усиления мощности, ге­

нерирования, умножения частоты в диапазоне 100 — 400 МГц в 
режимах с отсечкой коллекторного тока и в импульсных схемах.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими вы­
водами. Вывод эмиттера электрически соединен с корпусом.

Обозначение типа указывается на боковой поверхности корпуса.
Масса транзистора не более 6 г.

Электрические параметры
Выходная мощность на /= 400  МГц при (/кэ = 28 В:

2Т907А при Р вх = 4 Вт не м е н е е .............................  8 Вт
2Т907А, КТ907А при Рвх = 4 Вт, типовое зна­
чение ....................................................................................................10* Вт
КТ907Б при Р вх = 4 Вт, типовое значение . . . .  8 * Вт 

Коэффициент полезного действия коллектора при 1/кэ =
= 28 В:

2Т907А при Рвх = 4 В т ,/ =  400 МГц не менее . . .  40%
типовое значение ............................................................................  65* %
при /=  150 М Гц не м е н е е ............................................... 68* %
КТ907А, КТ907Б при Рвх = 4  Вт, /=  400 МГц, ти­
повое зн ач ен и е ............................................................................ 65 * %

Модуль коэффициента передачи тока при /= 100  МГц, 
и к э  = 28 В, /к = 0,4 А не менее:

2Т907А, К Т 907А ............................................................................ 3,5
К Т 9 0 7 Б .............................................................................................. 3

Критический ток* при = 10 В, типовое значе­
ние .........................................................................................................  1,8 А

Емкость коллекторного перехода при 1 / «б  = 30 В не
более......................................................................................................... 20 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при /  = 5 МГц,
Uкб = Ю В, /э = 30 мА не более:

2Т907А, К Т 907А ............................................................................ 15 пс
К Т 9 0 7 Б .............................................................................................. 25 пс

Активная емкость коллектора * при 1/Кб = 30 В, типо­
вое значение........................................................................................3,5 пФ
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при f/кв = 30 В, типовое зн ач ен и е ...................................  10 пФ
Емкость коллектор-эмиттер*, типовое значение . . .  5 пФ 
Емкость эмиттерного перехода * при i/эв = 0, типовое

з н а ч е н и е .............................................................................................  220 пФ
Емкость вывода коллектора на, корпус*, типовое зна­

чение ........................................................................................................  5 пФ
Емкость вывода базы на корпус *, типовое значение . . . 1,3 пФ
Сопротивление эмиттера *, типовое значение....................... 0,4 Ом
Сопротивление базы*, типовое значение . . . .^  . . 1 Ом 
Индуктивность вывода эмиттера внутренняя *, типовое

з н а ч е н и е ............................................................................................. 0,8 нГн
Индуктивность вывода базы внутренняя *, типовое зна­

чение ....................................................................................... .. . . . 2,5 нГн
Индуктивность базы у конца вывода *, типовое зна­

чение ......................................................................................................... 4 нГн
Индуктивность вывода коллектора внутренняя *, типовое

з н а ч е н и е ............................................................................................. 2,5 нГн
Индуктивность коллектора у конца вывода *, типовое

з н а ч е н и е .............................................................................................  4 нГн
Статический коэффициент передачи тока в схеме с 

общим эмиттером при t/K3 = 5 В, /к = 0,4 А не
менее........................................................................................................  10
типовое значение.................................................................................. 50 *

Граничное напряжение коллектор-эмиттер при /к = 0,2 А
не менее................................................................................................... 40 В

1 Напряжение насыщения коллектор-эмиттер * при /к =
0,25 А, /Б = 0,05 А, типовое зн ач ен и е............................. 0,35 В

(Напряжение насыщения база-эмиттер* при /„ = 0,25 А,
. /Б = 0,05 А, типовое зн ач ен и е ...............................................  0,9 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при UK3 = 65 В, ЛЭб =

100 Ом не б о л е е ............................................................................ 2 мА
| Обратный ток эмиттер-база при С/ЭБ = 4 В не более . . . 0,25 мА  
(

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэб =

100 Ом:
2Т907А при Т„ = 213 -  423 К ............................................... 65 В
КТ907А, КТ907Б при 7"п = 233 ч- 393 К .......................  60 В

Пиковое напряжение коллектор-эмиттер в режиме гсне -̂----------------
ратора мощности при / =  100 МГц:

2Т907А при 7",, = 213 ч- 423 К .........................................  75 В
КТ907А, КТ907Б при Тп = 233 ч- 393 К ........................ 70 В

Постоянное напряжение база-эмиттер:
j 2Т907А при Т„ = 213 ч- 423 К ............................................... 4 В
I  КТ907А, КТ907Б при Т„ = 233 -г 393 К ........................ 4 В
Постоянный ток коллектора: '

2Т907А при Т„ = 213 ч- 423 К ............................................... 1 А
КТ907А, КТ907Б при Т„ = 233 ч- 393 К ........................ 1 А

Суммарная активная и пассивная емкость коллектора *
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Импульсный ток коллектора при ти = 10 мке, Q = 100:
2Т907А при Гп = 213 423 К ..............................................  З А
КТ907А, КТ907Б при Гп = 233 н- 393 К ............................. З А

Постоянный ток базы:
2Т907А при Гп.= 213 н-423 К ..............................................  0,4 А
КТ907А, КТ907Б при Т„ = 233 -г 393 К .......................  0,4 А

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­
ческом режиме:

2Т907А:
при Г* = 213 н- 298 К ....................... ..................................  16 Вт
при Г, = 398 К ......................................................................3,3 Вт

КТ907А, КТ907Б:
при Тк = 233 н- 298 К ..........................................................12,6 Вт
при 7’к = 358 К ............................. ........................................4,7 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус...................................7,5 К/Вт
Температура перехода:

2 Т 9 0 7 А ............................................................................................. 423 К
КТ907А, КТ907Б...........................................................................  393 К

Температура корпуса транзистора:
2 Т 9 0 7 А .............................................................................................От 213

до 398 К
КТ907А, КТ907Б ......................................................................От 233

до 258 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
менее I мм от корпуса.

Транзистор должен прижиматься к теплоотводу с осевым уси­
лием 750 Н (крутящий момент 1,2 Н м).

Усилие, перпендикулярное оси выводов, не более 0,5 Н ; за­
прещается изгиб и кручение выводов.

При использовании транзисторов в режимах класса А рекомен­
дуется снижать напряжение питания, при этом постоянная рас­
сеиваемая мощность коллектора не должна превышать 10 Вт при 
Гк < 323 К и 2,5 Вт при Г, = 398 К.

Зависимость граничной частоты
от тока коллектора.
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10 го икэ> в
Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от то­

ка коллектора.

Зависимости выходной мощно­
сти и коэффициента полезного 
действия от входной мощности.

Зависимость выходной мощно­
сти от напряжения коллектор-

эмиттер.

Зависимости выходной мощно­
сти и коэффициента полезного
действия от входной мощности.
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2Т909А, 2Т909Б, КТ909А, КТ909Б, КТ909В, 
КТ909Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п  генера­
торные сверхвысокочастотные.

Предназначены для работы в схемах усиления мощности, ге­
нерирования, умножения Частоты в диапазоне 100 — 500 МГц в режимах 
с отсечкой коллекторного тока.

Выпускаются в герметичном металлокерамическом корпусе, герме­
тизированном пластмассой. Выводы полосковые, вывод эмиттера 
электрически соединен с фланцем корпуса. Условное обозначение 
типа указывается на верхней поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 4 г.

Электрические параметры
Выходная мощность на / =  500 МГц при {/кэ- = 28 В,

Гк < 313 К не менее:
2Т909А при Рм = 10 В т ................................................................ 17 Вт
2Т909Б при Рт = 20 В т ................................................................ 35 Вт
типовое значение*:
2Т909А при Рвх = 10 В т .................................. .....  . . . 24 Вт
2Т909Б при Р вх = 20 В т ................................................................ 42 Вт
КТ909А при Р вх = 10 В т .................................................... ...... 20 Вт
КТ909В при Рш = 10 В т ................................................................ 15 Вт
КТ909Б при Рвх = 20 В т ................................................................ 40 Вт
КТ909Г при Р вх = 20 В т ................................................................ 30 Вт
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Коэффициент полезного действия коллектора на 
/=  500 МГц при (/кэ  = 28 В, Гк <313 К не менее:

2Т909А при Явх= 10 В т ...........................................................  45%
2Т909Б при Рш = 20 В т ...........................................................  45%
типовое значение*:
2Т909А и КТ909А при />вх = 10 В т ....................................  55%
2Т909Б и КТ909Б при Рвх = 20 В т ....................................  55 %

Модуль коэффициента передачи тока при / =  100 МГц,
Uкэ = Ю В не менее:

2Т909А, КТ909А при /к = 1,5 А ..........................................  3,5
2Т909Б, КТ909Б при /к = 3 А ................................................  5
КТ909В при /к = 1,5 А ...........................................................  3
КТ909Г при /к = 3 А ................................................................. 4,5

Граничная частота* при (/кэ = Ю В, типовое значение:
2Т909А, КТ909А при /к = 1,5 А ..........................................  650 МГц
2Т909Б, КТ909Б при /к = 3 А ..........................................  680 МГц

Критический ток при (/кэ = Ю В не менее:
2Т909А, К Т 909А ............................................................................. З А
2Т909Б, К Т 909Б ............................................................................. 6 А
К Т 9 0 9 В ..............................................................................................  2,5 А
К Т 9 0 9 Г ..............................................................................................  5 А
типовое значение:
2Т909А, К Т 909А ............................................................................  4 * А
2Т909Б, К Т 909Б ............................................................................. 8 * А

Емкость коллекторного перехода при С/кв — 28 В не менее:
2Т909А, К Т 909А ............................................................................. 30 пФ

2Т909Б, КТ909Б, К Т 909Г ........................................................... 60 пФ
К Т 9 0 9 В ..............................................................................................  35 пФ

Емкость эмиттерного перехода* при (/ЗБ = 0, типовое 
значение:

2Т909А, КТ909А, К Т 909В .....................................................  250 пФ
2Т909Б, КТ909Б, К Т909Г...........................................................  500 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при/ =  5 МГц,
(/КБ = 10 В не менее:

2Т909А, КТ909А при /э  = 150 м А ....................................  20 пс
2Т909Б, КТ909Б при /э  = 300 м А ..........................................  20 пс
КТ909В при /э = 150 м А .....................................................  30 пс
КТ909Г при /э  = 300 м А .....................................................  30 пс

Активная емкость коллектора * при (/КБ = 28 В, типовое 
значение:

2Т909А К-ТОПОА R~TQfiQR______ ___;— :— :— . — — ------5 ттФ
2Т909Б, КТ909Б, К Т 9 0 9 Г .....................................................  9 пФ

Суммарная активная и пассивная емкость коллектора * 
при 1/КБ = 28 В, типовое значение:

2Т909А, КТ909А, К Т 9 0 9 В .....................................................  15 пФ
2Т909Б, КТ909Б, К Т 909Г ........................................................... 30 пФ

Емкость коллектор-эмиттер*, типовое значение:
2Т909А, КТ909А, К Т 9 0 9 В .....................................................  7 пФ
2Т909Б, КТ909Б, К Т 9 0 9 Г .....................................................  10 пФ

Емкость корпус-коллектор-эмиттер *, типовое значение 1,7 пФ
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Емкость корпус-база-эмиттер *, типовое значение . . . .  0,85 пФ 
Сопротивление эмиттера*, типовое значение: '

2Т909А, КТ909А, К Т 90 9 В ................................... .....  0,15 Ом
2Т909Б, КТ909Б, К Т 909Г ..........................................................0,1 Ом

Сопротивление базы * , типовое значение:
2Т909А, КТ909А, КТ909В..........................................................0,5 Ом
2Т909Б, КТ909Б, К Т 909Г ..........................................................0,25 Ом

Индуктивность вывода эмиттера внутренняя*, типовое
з н а ч е н и е ............................................................................................. 0,45 нГн

Индуктивность вывода базы * на расстоянии 3 мм от осно­
вания, типовое значение................................................................2,5 нГн

Индуктивность вывода коллектора * на расстоянии 3 мм
от основания, типовое значение ...............................................  2 нГн

Граничное напряжение коллектор-эмиттер не менее:
2Т909А при /к = 0,1 А .......................................................... 35 В
2Т909Б при % = 0,2 А .......................................................... 35 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер*, типовое 
значение:

2Т909А, КТ909А, КТ909В при /к = 0,5 А, /Б = 0,1 А 0,18 В 
2Т909Б, КТ909Б, КТ909Г при /к = 1 А, /Б = 0,2 А 0,18 В 

Напряжение насыщения база-эмиттер*, типовое значение:
2Т909А, КТ909А, КТ909В при /к = 0,5 А, /Б = 0,1 А 0,85 В 
2Т909Б, КТ909Б, КТ909Г при /к = 1 А, /Б = 0,2 А 0,85 В 

Обратный ток коллектор-эмиттер при С/«э = 60 В,
ЛЭБ = Ю Ом не более:

2 Т 9 0 9 А ............................................................................................. 25 мА
КТ909А, К Т 909В ........................................................................... 30 мА
К Т 9 0 9 Б ............................................................................................. 50 мА

КТ909Б, К Т 909Г ...........................................................................  60 мА
Обратный ток эмиттера при = 3,5 В не более:

2 Т 9 0 9 А .............................................................................................  4 мА
КТ909А, КТ909В . , ...............................................................  6 мА
2 Т 9 0 9 Б .............................................................................................  8 мА
КТ909Б, К Т 909Г ...........................................................................  10 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?ЭБ =
= 10 Ом:

2Т909А, 2Т909Б:
при Т„ = 298 -  433 К .......................................................... 60 В
при Гп = 213 К .....................................................................  50 В

КТ909А, КТ909Б, КТ909В, КТ909Г:
при Тп = 298 -г- 393 К .............................................. .....  . 60 В
при Г„ = 233 К .....................................................................  50 В

Пиковое напряжение коллектор-эмиттер при ЛЭБ = 10 Ом:
2Т909А, 2Т909Б при Гп = 2 1 3 -  433 К .......................  60 В
КТ909А, КТ909Б, КТ909В, КТ909Г при Гп = 233 н-

. 393 К ............................................................................................. .....  60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер:

2Т909А, 2Т909Б при Гп = 2 1 3 4 3 3  К .......................  3,5 В
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КТ909А, КТ909Б, КТ909В, КТ909Г при Т„ = 233 ч-
393 К .............................................. ..... ..............................................  3,5 В

Постоянный ток коллектора:
2Т909А при Г„ = 213 -г- 433 К ............................................... ........ 2 А
2Т909Б при Т„ = 213 ч- 433 К ............................................... ........ 4 А
КТ909А, КТ909В при Гп = 233 ч- 393 К . . . . 2 А
КТ909Б, КТ909Г при Т„ = 233 ч- 393 К ................................ 4 А

Импульсный ток коллектора при ти = 20 мкс, Q = 50:
2Т909А при' Тл = 213 ч- 433 К ............................................... .........4 А
2Т909Б при Гп = 213 ч- 433 К ............................................... ........ 8 А
КТ909А, КТ909В при Тп = 233 ч- 393 К ................................ 4 А
КТ909Б, КТ909Г при Г„ = 233 ч- 393 К .................................8 А

Постоянный ток базы :
2Т909А при Т„ = 213 ч- 433 К ...............................................  1 А
2Т909Б при Т„ = 213ч- 433 К .........................................  2 А
КТ909А, КТ909В при Т„ = 233 ч- 393 К ........................ 1 А
КТ909Б, КТ909Г при Т„ = 233 ч- 393 К . . . . 2 А

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­
ческом режиме:

2Т909А:
при Гк = 213 ч- 298 В . . . ...............................................  27 Вт
при Гк = 398 К ......................................................................  7 Вт

2Т909Б:
при Гк = 213 ч- 298 К ........................................................... 54 Вт
при Г* = 398 К ......................................................................  14 Вт

КТ909А, КТ909В:
при Тк =г 233 ч- 298 К ........................................................... 25 Вт
при Гк = 358 К ......................................................................  8 Вт

КТ909Б, КТ909Г:
при Тк = 233 ч- 298 К ........................................................... 50 Вт
при Гк = 358 К ......................................................................  16 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус
2Т909А, КТ909А, К Т 9 0 9 В ...............................................5 К/Вт

2Т909Б, КТ909Б, К Т 9 0 9 Г ............................. .....  2,5 К/Вт
Температура перехода 2Т909А, 2Т 909Б ...................................  433 К

КТ909А, КТ909Б, КТ909В, К Т 9 0 9 Г ...................................  393 К
Температура корпуса:

2Т909А. 2Т909Б . ......................................................................  От 7.13 до
398 К

КТ909А, КТ909Б, КТ909В, К Т 90 9 Г ...................................От 233 до
358 К

П р и м е ч а н и е .  Допускается пайка выводов на расстоянии не 
менее 3 мм от корпуса в течение времени не более 10 с при температуре 
пайки не более 533 К. Обрезание выводов разрешается на расстоянии не 
менее 5 мм от корпуса.
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Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора.

Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эмит-

ЧКБ
Г  —У -
- 10В
JIVII Ч

ZT909B,
КТ909Б

9TQ0QA
ктппп л ..Д/DUj л

QQ

О 100 200 13,мА
Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от то­

ка эмиттера.
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эмиттер. мощности.

2Т911А, 2Т911Б, КТ911А, КТ911Б, КТ911В, 
КТ911Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п  генера­
торные сверхвысокочастотные.

Предназначены для применения в схемах усилителей мощности 
в том числе при амплитудной модуляции в умножителях часто­
ты и автогенераторах на частотах более 400 МГц при напряжении 
питания 28 В.

Выпускаются в металлопластмассовом корпусе с четырьмя гиб­
кими ленточными выводами и монтажным винтом. Обозначение 
типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.
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Электрические параметры

Выходная мощность при Uкэ = 28 В, К ур  > 2, Тк < 313 К, 
при /  = 1,8 ГГц:

К Т 9 1 1 А .................................... ..... ..............................................  1,0 Вт
2Т911А, К Т 9 1 1 В ......................................................................0,8 Вт

при / = 1 ,0  ГГц:
КТ911Б . . . . > ..........................................................  1,0 Вт

2Т911Б, К Т 9 1 1 Г ......................................................................0,8 Вт
Коэффициент усиления по мощности при С/кЭ = 28 В,

ЯВых = 0,8 Вт, Г* « 3 1 3  К, /' =1ч-1, 8 ГГц, не менее:
2Т9Г1 А, 2Т911Б, КТ911В, К Т 911Г ...................................  2
КТ911 А, КТ911Б ................................... .....  2,5

Коэффициент полезного действия коллектора * при 
UK3 = 28 В, />вых = 0,8 Вт, 7К < 313 К, / =  1 -г 1,8 ГГц,
типовое зн а ч ен и е ............................................................................ 35 %

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером * при С/«э = 5 В, ! э  = 200 мА, типовое
значение........................................................................................  40

Модуль коэффициента передачи тока при /=  300 МГц,
1)к э = 10 В, /к = 100 мА не менее:

2 Т 9 1 1 А .............................................................................................. 3,34
2 Т 9 И Б ..............................................................................................  2,8
КТ911А, К Т 911В ............................................................................ 2,5
КТ911Б, К Т 91 1 Г .............................................. ............................. 2

Критический ток коллектора при С/Кэ = Ю В ,/=  300 МГц:
2Т911А, КТ911А не м ен ее .................................................... 170 мА

типовое з н а ч е н и е ...................................................................... 220 * мА
2Т911Б, КТ911Б не м е н е е .................................................... 150 мА

типовое значение............................................................................ 220* мА
KT91IB не менее ......................................................................160 мА
КТ911Г не м е н е е ......................................................................140 мА

Постоянная времени цепи обратной связи при (/кб =
= 10 В, /э  = 30 мА, /' = 5 МГц не более:

2Т911А, 2Т911Б, KT91IA, КТ9П Б.........................................  25 пс
К Т 9 1 1 В .................................... ..... .................................................... 50 пс
К Т 91 1 Г ...............................................................................................  100 пс

Емкость коллекторного перехода при (/кб = 28 В, /  =
= 5 МГц не б о л е е ............................................................................ 10 пФ
типовое зн а ч е н и е ............................................................................4* пФ

Емкость эмиттерного перехода* при С/ЭБ = 0, / = 5 МГц,
типовое зн а ч е н и е ............................. .............................................. 18 пФ

Обратный ток коллектора при (/Кб = 55 В не более: 
при Т = 298 К :

2Т911А, 2 Т 9 1 1 Б ...................................................................... 3 мА
КТ911А, КТ911Б, KT91IB....................................................  5 мА
К Т 9 1 1 Г ........................................................................................  10 мА

при 7"= 398 К :
2Т911А, 2 Т 9 1 1 Б ...................................................................... 10 мА
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Обратный ток эмиттера при 1/э б = 3  В. Т = 298 К не
более:

2Т911А, 2 Т 9 1 1 Б ....................................................................... I мА
KT9IIA, КТ911Б, КТ911В, К Т 9 П Г ..............................  2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
2Т911А, 2Т911Б, КТ911А, К Т 911Б .................................... 55 В
КТ911В, К Т 9 И Г ............................................................................  40 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при <
< 100 Ом:

2Т911А, 2Т911Б, КТ911А, К Т 911Б .................................... 40 В
KT9I1B, К Т 9 1 1 Г ......................................................................  30 В

Постоянное напряжение эм и ттер -б аза .................................... 3 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ........................................  . . 400 мА

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме: 
при Гк < 323 К 2Т911А, 2Т911Б; при Тк < 298 К
КТ911А, КТ911Б, КТ911В, К Т 9 1 1 Г .............................. 3 Вт
при Гк = 398 К 2Т911А, 2 Т 9 1 1 Б ....................................0,75 Вт
при Гк = 358 К КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г 1,05 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус....................................33 К/Вт

Температура перехода:
2Т911А, 2Т911Б ......................................................................  423 К
КТ911А, КТ911Б, КТ911В, К Т 911Г .................................... 393 К

Температура корпуса:
2Т911А, 2Т 911Б ............................................................................ От 213 до

398 К
КТ911А, КТ911Б, КТ911В, К Т 911Г ....................................От 233 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  Разрешается трехкратный изгиб выводов на рас­
стоянии не менее 3 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 
1 мм, а также подрезка выводов на расстоянии не менее 5 мм 
от корпуса. При изгибе и подрезке выводов должна быть обеспе­
чена неподвижность выводов на участке от корпуса до места из­
гиба ипи полрезки и исключена возможность передачи усилия на 
место присоединения вывода к корпусу. Допускается изгиб выводов 
на расстоянии от 1 до 3 мм от корпуса и подрезка на расстоянии 
от 3 до 5 мм от корпуса при условии выполнения вышеуказан-

I ных требований и по методике, не приводящей к нарушению 
, конструкции и герметичности транзистора.
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Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

2Т913А, 2Т913Б, 2Т913В, КТ913А, КТ913Б, 
КТ913В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п  гене­
раторные сверхвысокочастотные. «

Предназначены для работы в схемах усиления мощности, ге­
нерирования, умножения частоты в диапазоне 200—1000 МГц в ре­
жимах с отсечкой коллекторного тока.
, Выпускаются в герметичном металлокерамическом корпусе с по­
лосковыми выводами. Обозначение типа указывается на крышке 
корпуса.

Масса транзистора не более 1,6 г.
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Эмиттер
L •*

с<Г
-в.

1 1 , 5  _ 
1 5 , 7

0,15

к
■е-,

Электрические параметры
Коэффициент усиления по мощности на /=  I ГГц при 

UK3 = 28 В:
2Т913А при Р вых = 3 Вт, типовое значение . . . .  2,5 
2Т913Б при Рвых = 5 Вт, типовое значение . . . .  2,5 
2Т913В при Р вих = 10 Вт, типовое значение . . . .  2,5
КТ913А при = 3 Вт не менее......................................... 2
КТ913Б при Р ВЬ1Х = 5 Вт не м е н е е .............................  2
КТ913В при Р вых = 1 0  Вт не м е н е е .............................  2

Коэффициент полезного действия коллектора На / =  1 ГГц 
при (/кэ = 28 В:

2Т913А при Рвых = 3 Вт, типовое значение . . . .  45% 
2Т913Б при Рвых = 5 Вт, типовое значение . . . .  45% 
2Т913В при Рвых — 10 Вт, типовое значение . . . .  55%
КТ913А при Рвых = 3 Вт не м е н е е .............................  40%
КТ913Б при Р„Ь1Х = 5 Вт не м е н е е ...................................  40%
КТ913В при ЯВых = Ю Вт не м е н е е .............................  50%

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
£/к э =Ю В 2Т913А, КТ913А при /к = 200 мА ;
2Т913Б, КТ913Б, 2Т913В, КТ913В при /к = 400 мА
не м е н е е .............................. ..... .........................................................  900 МГц

Критический ток при £/кэ =10 В не менее:
2 Т 9 1 3 А .............................................................................................  0,4 А
2 Т 9 1 3 Б .............................................................................................  0,8 А
2 Т 9 1 3 В .............................................................................................  1,6 А

Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 28 В не 
более:

2 Т 9 1 3 А .............................................................................................  6 пФ
2 Т 9 1 3 Б .............................................................................................  10 пФ
2Т913В, К Т 913Б ...........................................................................  12 пФ
К Т 91 3 А .............................................................................................  7 пФ
К Т 9 1 3 В .............................................................................................  14 пФ ,

Постоянная времени цепи обратной связи при/ = 3 0  МГц, j
С/кб = Ю В, 1=  50 мА не более: >
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2Т913А, КТ913Б, К Т 9 1 3 В .....................................................  15 пс
2Т913Б, 2Т 9 1 3В ............................................................................. 12 пс
K T 9 I3 A ..............................................................................................  18 пс

Активная емкость коллектора * при (УКБ = 28 В, ти­
повое значение:

2Т913А, К Т 913А .............................................................................1,3 пФ
2Т913Б, К Т 913Б .............................................................................2,5 пФ
2Т913В, К Т 913В ............................................................................ 2,7 пФ

Суммарная активная и пассивная емкость коллектора * 
при UкБ = 28 В, типовое значение:

2Т913А, К Т 913А ............................................................................. 4 пФ
2Т913Б, КТ913Б.............................................................................. 8,0 пФ
2Т913В, К Т 913В ............................................................................ 8,2 пФ

Емкость коллектор-эмиттер *, типовое значение:
2Т913А, К Т 913А ............................................................................ 0,7 пФ

2Т913Б, К Т 913Б ............................................................................. 1,5 пФ
2Т913В, К Т 913В .............................................................................1,5 пФ

Сопротивление эмиттера*, типовое.значение:
2Т913А, К Т 913А .................................................... .....  0,15 Ом

2Т913Б, К Т 913Б ............................................................................ 0,1 Ом
2Т913В, К Т 913В ............................................................................ 0,05 Ом

Сопротивление базы*, типовое значение:
2Т913А, К Т 913А ............................................................................  3 Ом

2Т913Б, К Т 913Б ................................... ......................................... 1,5 Ом
2Т913В, К Т 913В ............................................................................ 1,1 Ом

Индуктивность вывода базы * на расстоянии 3 мм от 
корпуса, типовое значение:

2Т913А, К Т 913А ............................................................................  3 нГн
2Т913Б, 2Т913В, КТ913Б, К Т 913В ....................................2,5 нГн

Индуктивность вывода коллектора * на расстоянии 3 мм 
от корпуса 2Т913А, КТ913А, 2Т913Б, КТ913Б, 2Т913В,

КТ913В, типовое значение.....................................................  2 нГн
Индуктивность вывода эмиттера * при заземлении обоих 

выводов у основания, типовое значение:
2Т913А, К Т 913А ............................................................................ 0,55 нГн
2Т913Б, КТ913Б, 2Т913В, KT9I3B..........................................0,25 нГн

Граничное напряжение коллектор-эмиттер при /к = 75 мА
2Т913А, 2Т913Б, 2Т913В не б о л е е ....................................  30 В

Емкость эмиттерного перехода * при {/эб = 0, типовое 
значение:

-------2Т913А, КТ913А .—.—.—.—.—— ——;—;—;—;—;— :—s-----40 пФ
2Т913Б, КТ913Б, 2Т913В, К Т 913В .................................... 80 пФ

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер * при /к =
= 250 мА, /р = 30 мА

2Т913А, КТ913А, 2Т913Б, КТ913Б, 2Т913В, КТ913В,
типовое значение..............................................  0,28 В

Напряжение насыщения база-эмиттера * при /к — 250 мА,
/Б = 30 мА, типовое значение . . .................................... 0,86 В

Обратный ток коллектор-эмиттер при 1/кэ = 55 В,
/ ? э б  = Ю Ом не более:
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2 Т 9 1 3 А .............................................................................................  10 мА
2Т913Б, 2 Т 9 1 3 В ........................................................................... 20 мА
К Т 9 1 3 А .............................................................................................25 мА

КТ913Б, КТ913В ...........................................................................  50 мА
Обратный ток эмиттера при (Уэб = 3,5 В не более 1 мА 
Полное входное сопротивление в динамическом режиме * 

на / =  1 ГГц при и к э  = 28 В, типовое значение:
2Т913А при /’вых = 3 В т .................................................... (3 +/20) Ом
2Т913Б при Рцых = 5 В т .................................................... (1,2 + /16)Ом
2Т913В при ^ых = 10  В т .................................................... (1,2 + /14)Ом

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при =

= 10 О м: .
2T9I3A, 2Т913Б, 2Т913В:

при Гк = 298 4- 398 К . . . ......................................... 55 В
при Гк = 213 К ...................................................................... 45 В

КТ913А, КТ913Б, КТ913В:
при Гк = 298 4- 358 К ..........................................................  55 В
при Гк = 228 К ...................................................................... 45 В

Пиковое напряжение коллектор-эмиттер при Лэ Б = Ю Ом:
2Т913А, 2Т913Б, 2Т913В при Гк = 213 4- 398 К 55 В
КТ913А, КТ913Б, КТ913В при Гк = 228 4- 358 К 55 В 

Постоянное напряжение эмиттер-база:
2Т913А, 2Т913Б, 2Т913В при Гк = 213 4- 398 К 3,5 В
КТ913А, КТ913Б, KT9I3B при Гк = 228 4- 358 К 3,5 В 

Постоянный ток коллектора:
2Т913А при Гк = 213 4- 398 К ............................................... 0,5 А
2Т913Б, 2Т913В при Гк = 213 4- 398 К .............................  1 А
КТ913А при Гк = 228 4- 358 К . ' ......................................... 0,5 А
КТ913Б, КТ913В при Гк = 228 4- 358 К .............................  1 А

Импульсный ток коллектора: .
2Т913А при Гк = 213 4- 398 К ......................................... 1 А
2Т913Б, 2Т913В при Гк = 213 4- 398 К ..............................  2 А
КТ913А при Гк = 228 4- 358 К ......................................... 1 А
КТ913Б, КТ913В при Гк = 228 4- 358 К ............................. 2 А

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­
ческом режиме:

2Т913А:
при Гк = 213 4- 328 К .......................................................... 4,7 Вт

при 7’к = 398 К ...........................................................................  1,2 Вт
2Т913Б:

при Гк = 213 4- 343 К ................................................................ 8 Вт
при Тк = 398 К ..................................................................... 2,5 Вт

2Т913В:
при 7’к = 213 4- 298 К ..........................................................  12 Вт
при Тк = 398 К .....................................................................  2 Вт

КТ913А:
при 7 ; = 228 4- 328 К .......................................................... 4,7 Вт

при Гк = 358 К .....................................................................  3,2 Вт
КТ913Б:

при Гк = 228 4- 343 К ..........................................................  8 Вт
при Гк =  358 К ......................................................................6,5 Вт
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КТ913В:
при Гк = 228 -f- 298 К ...........................................................  12 Вт
при Гк = 358 К ............................................................................ 6 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус:
2Т913А, К Т 913А ............................................................................20 К/Вт
2Т913Б, 2Т913В, КТ913Б, К Т 91 3 В ................................... 10 К/Вт

Температура перехода ......................................................................  423 К
Температура корпуса:

2Т913А, 2Т913Б, 2Т913В ...........................................................От 213 до
398 К

КТ913А, КТ913Б, К Т 913В .....................................................От 228 до
358 К

, П р и м е ч а н и е .  В процессе присоединения выводов температура 
корпуса в любой его точке не должна превышать 358 К. Изгиб 
и обрезание выводов допускается на расстоянии не менее 3 м м  
от корпуса.

При эксплуатации оба вывода эмиттера должны быть симмет­
рично соединены в схеме. На частотах менее 200 МГц должны 
применяться облегченные режимы при пониженном напряжении пи­
тания.

Транзисторы 2Т913А и КТ913А м огут быть использованы в ли­
нейных усилителях в режимах при < б В, /« < 500 мА.

21э [ 
10,0

15

Г ^ :

UK3- -S B ' 5S"4

i
1 1 

7913А,ИТ913А
J,u

2,5
f * -10014 Гц

0 0,2 0,4 0,6 0,81К,А

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока на высокой

частоте от тока коллектора.

5B

U/o =5B
4 " f i

T9131i,KT913B
i

■f = 100 МГц
. .. J. , I

0 0,4 0,8 1,2 1,61К,А

Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока на высокой

частоте от тока коллектора.
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\ 2Т91 ЗА, КТ913А 
— I
^  1

/
2Т9
2Т9

13Б,КТ913
13В,КТ913

S -
8

и'™ = ioB  
Т I

50 100 150 20013,мА

Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эм ит- 

тер.

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от 

тока эмиттера.

Ск,пФ
10

\
2
К

Т913Б,
Т913Б,__
Г913В,
T9138

2
S K

\ 2Т913
КТ913 А̂

О 10 20 30 4 0 % ,в

Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

Зависимость емкости эмиттер- 
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

Зависимость выходной мощно­
сти от входной.
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Зависимости выходной мощно­
сти от входной.



Зависимости выходной мощно­
сти от напряжения коллектор- 

эмиттер.

27913Б К79 13Б

f
-иКЗ 
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= 1 ГГц /■"/ V
j

— 28  В 
- 1  Вт /

* >

Ксти= 3
/

/
/
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ч\[\

\
/

/
ч

\\ f X

п  07С
3  z 3 '# sf ‘

Зависимость выходной мощно­
сти и мощности рассеивания 
коллектора от фазы коэффици­
ента отражения нагрузки при 

рассо гласова ни и.

КТ916А
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п  генератор­

ный сверхвысокочастотный.
Предназначен для работы в схемах усиления мощности, гене­

рирования, умножения частоты в диапазоне 200—1000 МГц в ре­
жимах с отсечкой коллекторного тока.

Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми 
выводами. Обозначение типа указывается на верхней крышке корпуса.

Масса транзистора не более 2 г.
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Коэффициент усиления по мощности на / =  1 ГГц при
•Рвых = 20 Вт, UK3 = 28 В не м е н е е ...................................  2,25
типовое з н а ч е н и е ............................................................................ 2,5 *

Коэффициент полезного действия коллектора н а/ =  1 ГГц
при Рвых = 20 Вт, 1/кэ = 28 В не м е н е е .......................  45%
типовое з н а ч е н и е ...........................................................................  55 * %

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
1/кэ= 10 В :

при /к =1 , 5  А не м е н е е .................................................... 1,1 ГГц
при /к = 2,6 А не м е н е е .....................................................0,8 ГГц
при /к = 1,5 А , типовое значение......................................... 1,4* ГГц

Критический ток* при 1/кэ = 10 В, типовое значе­
ние .......................................................................................................... 2,8 А

Емкость коллекторного перехода при 1/Кб = 30 В не
м енее......................................................................................................... 20 пФ
типовое зн а ч ен и е ........................................................................... 14* пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб =
= 10 В, /э  = 100 мА, / = 3 0  МГц не б о л е е .......................  10 пс
типовое з н а ч е н и е ............................................................................ 4* пс

Активная емкость коллектора * при £/Кэ = 30 В, типовое
з н а ч е н и е ............................................... ..... ........................................  4 пФ

Суммарная активная и пассивная емкость коллектора *
при t/кв = 30 В, типовое значение.........................................  12 пФ

Емкость коллектор-эмиттер*, типовое значение . . .  1,5 пФ
Сопротивление базы*, типовое значение................................... 0,7 Ом
Сопротивление эмиттера*, типовое значение....................... 0,05 Ом
Емкость эмиттерного перехода * при (7эб = 0, типовое

значение....................................................................................................190 пФ
Индуктивность эмиттерного вывода при симметричном

заземлении у основания корпуса*, типовое значение. 0,35 нГн 
Индуктивность базового вывода у основания корпуса *,

типовое з н а ч е н и е ...........................................................................  1 нГн
Индуктивность коллекторного вывода у основания кор­

пуса*, типовое зн ач ен и е ..........................................................0,6 нГн
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 

эмиттером * при 1/кэ  = 5  В, /к = 0,25 А, типовое
з н а ч е н и е .............................................................................................. 35

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер * при /к =
= 0,25 А, /Б = 0,03 А, типовое зн ач ен и е.......................  0,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер * при /к = 0,25 А,
/Б = 0,03 А , типовое зн ачен ие...............................................0,98 В

Обратный ток коллектор-эмиттер при l/кэ  = 55 В,
/?эб = Ю Ом не б о л е е ................................................................25 мА

Обратный ток эмиттер-база при 1/эб = 3,5 В не более 4 мА 
Полное входное сопротивление * при /  1 ГГц, 1/кэ

- 28 В, Рньа = 20 Вт, типовое значение................................... (2,2 + j  17) Ом
Полное сопротивление нагрузки* при /  = 1 ГГц, (Укэ =

= 28 В, Р вык = 20 Вт, типовое значение . . . . (2 + уб) Ом

Электрические параметры
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
при Тк = 298 -г- 358 К ........................................................... 55 В
при Тк = 228 К ......................................................................  45 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Лэб =
=  10 О м :

при Гк = 298 + 358 К ........................................................... 55 В
при Гк = 228 К . . I .....................................................  45 В

Пиковое напряжение коллектор-эмиттер в динамическом
режиме при Тк = 228 358 К ............................................... 55 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Тк = 228 н-
358 К ......................................................................................................... 3,5 В

Постоянный ток коллектора при Тк = 228 -=- 358 К . . . 2 А 
Импульсный ток коллектора при ти = 5 не, Q — 10,

Гк = 228 -н 358 ............................................... ..... ............................  4 А
Постоянный ток базы при Гк = 228 + 358 К . . . . 1 А 
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­

ческом режиме:
при Гк = 228 298 К ........................................................... 30 Вт

при Г, = 358 К ............................................................................16,7 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус............................. 4,5 К/Вт
Температура перехода ......................................................................  398 К
Температура к о р п у с а ......................................................................От 233 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  При температуре менее 433 К ограничений на 
место пайки выводов не накладывается.

Зависимость критического тока
от напряжения коллегтор-эмит-

тер.

Зависимость граничной частоты
от тока коллектора.
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Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от 

тока эмиттера.

Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

Зависимость выходной мощно­
сти от входной.

Зависимость коэффициента по­
лезного действия от входной 

мощности.

10 20 икэ>В

Зависимость выходной мощно­
сти от напряжения коллектор-

эмиттер.
716



КТ918А, КТ918Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п  генера­

торные сверхвысокочастотные.
Предназначены для применения при включении с общей базой 

в схемах усилителей мощности и генераторах на частотах от 1 до 
3 ГГц при напряжении питания до 20 В герметизированной ап­
паратуры. '

Выпускаются в керамическом корпусе с частичной герметизацией 
с гибкими ленточными выводами. Обозначение типа приводится 
на корпусе.

Масса транзистора не более 0,15 г.

§
'

V

16,1

G

Эмиттер К оллект ор

.  _ 1 :------It-----я  ^i = H ------ \ - ц i —  

V —

i

Электрические параметры
Выходная мощность при (/«б = 20 В, / =  3 ГГц, 

типовое значение:
КТ918А при Рвх = 125 м В т ......................................................  250 мВт
КТ918Б при Рт = 250 м В т ......................................................  500 мВт

Коэффициент усиления по мощности не м ен ее ........................ 2
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером при (/|<э = 10  В, /к = 100 мА 
не менее:

------- К Т 9 1 8 А .......................................................... — ..............................— 0,8 ГГц
К Т 9 1 8 Б .............................................................................................. 1,0 ГГц

Постоянная времени цепи обратной связи при t/кв =
= 10 В, /э  = 30 мА, /=  100 МГц не более:

К Т 9 1 8 А ..............................................................................................  15 не
К Т 9 1 8 Б ..............................................................................................  4 не

Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 15 В, /  =
= 10 МГц не б о л е е .......................................................................4,2 пФ

Емкость эмиттерного перехода при и БЭ = 0, / =  10 МГц 
не б о л е е ..............................................................................................  15 пФ
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Обратный ток коллектора при C/«g = 30 В не более 2 мА 
Обратный ток эмиттера при С/Бэ = 2,5 В не более 100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база...................................  30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база.........................................  2,5 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ....................................................  250 мА
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме 

(при f>  1 ГГц):
при Гк = 298 К ............................................................................2,5 Вт
при Гк = 358 К ............................................................................  1,3 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус................................... 50 К/Вт
Температура п е р е х о д а ...................................................................... 423 К
Температура ко р п уса ............................................................................От 213 до

358 К
П р и м е ч а н и е .  М онтаж транзистора в микросхему осуществля­

ется путем припайки корпуса транзистора к теплоотводящей по­
верхности.

Теплоотвод, на который монтируется транзистор, должен быть 
облужен оловом толщиной 10 мкм или серебром толщиной 10 мкм.

Основание корпуса перед пайкой необходимо обезжирить эти­
ловым спиртом с помощью ватного тампона.

В качестве припоя можно использовать сплавы с температурой 
плавления менее 423 К. Например, индий — серебро (3% ) или индий- 
олово (48 %) (применение других припоев не допускается). При­
пой прокатывается до толщины 0,05—0,07 мм и нарезается на 
прямоугольники размером 2,6 х 4 мм, обезжиривается кипячением 
в четыреххлористом углероде.

Место монтажа транзистора на теплоотвод смачивается спирто­
вым раствором канифоли, после чего монтируется транзистор.

Пайка транзистора на теплоотвод производится в печи с инерт­
ной атмосферой при температуре не более 473 К.

Пайка выводов эмиттера и коллектора производится с помощью 
микропаяльника мощностью не более 15 Вт на расстоянии 3 мм от 
корпуса. Время пайки не должно превышать 3 с.

Допускается пайка выводов на расстоянии менее 3 мм от кор­
пуса, если при этом  температура корпуса не превышает 443 К.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не более 3 мм от 
корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5 — 2 мм. При из­
гибе должна быть обеспечена неподвижность участка вывода между 
местом изгиба и корпусом прибора.

2Т919А, 2Т919Б, 2Т919В, КТ919А, КТ919Б, 
КТ919В, КТ919Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиалыю-планарные п-р-п  генера­
торные сверхвысокочастотные.

Предназначены для работы в схемах усиления мощности, гене-
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рирования, умножения частоты в диапазоне 0,7 —2,4 ГГц в режимах 
с отсечкой коллекторного тока.

Выпускаются в металлокерамических корпусах с полосковыми 
выводами. Транзисторы КТ919А, КТ919Б, КТ919В, КТ919Г имеют 
дополнительную пластмассовую оболочку. Условное обозначение типа 
дается на верхней части корпуса: транзисторов 2Т919А — буква А 
и зеленая точка, 2Т919Б — буква Б и черная точка, 2Т919В — 
буква В и белая точка. Обозначение типа дается на этикетке. 
Обозначение типа транзисторов KT9I9A, КТ919Б, КТ919В, КТ919Г 
дается на верхней части корпуса.

Масса транзисторов не более 2,2 г.

Тип т р а н ­
зи ст о р а

А
мм

1Т919А S
2Т919Б 6
2ТЭ19В S
КТ 919 А 7,5
КТ 919 Б 7,5
КТ919 В 7,5
КТ919Г 7 ,5

20
<t>D

Электрические параметры

Выходная мощность на / =  2 ГГц при £/КБ = 28 В,
= 0,4 О м:

2Т919А, КТ919А при Рш = 1 Вт:
не менее.................................................................................  . 3,5 Вт
типовое зн ач ен и е ................................................................  4,4 Вт

2Т919Б, КТ919Б при Рт = 0,5 Вт:_____________________
не менее . . . . ! ! . . . ! . . . . ■ • 1,6 т г г
типовое зн ач ен и е ................................................................  2 Вт
2Т919В, КТ919В при />вх = 0,2 Вт:
не менее.......................................................................................  0,8 Вт
типовое зн ач ен и е................................................................  1 Вт

КТ919Г при Рвх= 1 Вт:
не менее.......................................................... .....  3 Вт
типовое зн ач ен и е ................................................................  3,5 Вт

Коэффициент полезного действия коллектора на 
/  = 2 ГГц при и къ  = 28 В, ЛЭБ = 0,4 Ом:
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2Т919А, КТ919А при Рш = 1 Вт, типовое зна­
чение ............................................... .............................................  33 %
2Т919Б, КТ919Б при Р вх = 0,5 Вт, типовое
з н а ч е н и е .................................................................................  30 %
2Т919В, К T919В при Р т = 0,2 Вт, типовое
з н а ч е н и е .................................................................................  25 %
КТ919Г при Рвх = 1 Вт, типовое значение . . .  30% 

М одуль коэффициента передачи тока при /  = 300 MFц,
С/кб = Ю В не менее:

2Т919А, КТ919А, КТ919Г при /к = 0,5 А . . . . 4,5
2Т919Б, КТ919Б при /к = 0,25 А ............................. 4,5
2Т919В, КТ919В при /к = 0,1 А ................................... 4,5

Критический ток при С/кб = 10 В не менее:
2Т919А, К Т 9 1 9 А ................................................................ 1,1 А
2Т919Б, К Т919Б ...................................................................... 0,5 А
2Т919В, К Т 9 1 9 В ................................................................  0,22 А
К Т 9 1 9 Г .......................................................................................  1 А

Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 28 В:
2Т919А не б о л е е ................................................................  10 пФ
2Т919Б не б о л е е ................................................................ 6,5 пФ
2Т919В не б о л е е .................................................... .....  . 4,5 пФ
КТ919А, типовое зн ач ен и е ......................................... 10* пФ
КТ919Б, типовое зн а ч е н и е ................................... .....  6,5* пФ
КТ919В, типовое зн ачен ие..............................................  4,5* пФ
КТ919Г, типовое значение............................. .....  12* пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при 
/ = 3 0  МГц, 1/КБ = 10 В, /э  = 50 мА не
б о л е е .............................................................................................  2,2 пс

Активная емкость коллектора * при С/кб = 28 В, 
типовое значение:

2Т919А, КТ919А, К Т 9 1 9 Г ..............................................  2,5 пФ
2Т919Б, К Т 9 1 9 Б ................................................................  1,5 пФ
2Т919В, К T91 9 В ................................................................  0,7 пФ

Суммарная активная и пассивная емкость коллек­
тора * при 1/КБ = 28 В :

2Т919А, КТ919А, КТ919Г, типовое значение . . .  7,5 пФ
2Т919Б, КТ919Б, типовое зн ач ен и е .......................  4 пФ
2Т919В, КТ919В, типовое зн ач ен и е .......................  2 пФ

Емкость коллектор-эмиттер*, типовое значение:
2Т919А, КТ919А, К Т 9 1 9 Г ..............................................  0,4 пФ
2Т919Б, К Т 9 1 9 Б ................................................................ 0,2 пФ
2Т919В, К Т 9 1 9 В ................................................................ 0,1 пФ

Емкость вывода эмиттера на корпус *, типовое зна­
чение .............................................................................................  2,6 пФ

Емкость вывода коллектора на корпус *, типовое
значение . .................................................................................  1,9 пФ

Емкость эмиттерного перехода * при {/ЭБ = 0, типо­
вое значение:

2Т919А, КТ919А, К Т 9 1 9 Г ..............................................  50 пФ
2Т919Б, К Т919Б ...................................................................... 25 пФ
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2T9I9B, К Т 919В .......................................................................  12 пФ
Сопротивление эмиттера* 2T9I9A, KT9I9A, КТ919Г,

типовое зн ач ен и е ....................................................................... 0,14 Ом
Сопротивление базы *, типовое значение:

2Т919А, КТ919А, К Т 91 9 Г ................................................ 0,5 Ом
2Т919Б, К Т 919Б ....................................................................... 1 Ом
2Т919В, К Т 919В ....................................................................... 2 Ом

Сопротивление коллектора*, типовое значение:
2Т919А, КТ919А, К Т 91 9 Г ................................................ 0,7 Ом
2Т919Б, К Т 9 1 9 Б .................................................................  1,4 Ом
2Т919В, К Т 9 1 9 В .................................................................  3 Ом

Индуктивность вывода базы внутренняя *, типовое 
значение:

2Т919А, КТ919А, КТ919Г . ........................................... 0,14 нГн
2Т919Б, К Т 919Б ....................................................................... 0,25 нГн
2Т919В, KT9I9B '....................................................................... 0,35 нГн

Индуктивность вывода эмиттера внутренняя *, типо­
вое значение:

2Т919А, КТ919А, К Т 91 9 Г ................................... ...... . 0,5 нГн
2Т919Б, К Т 9 1 9 Б .................................................................  0,8 нГн
2Т919В, К Т 919В ....................................................................... 1,3 нГн

Индуктивность вывода коллектора внутренняя *, ти­
повое значение............................................................................. 0,7 нГн

Обратный ток коллектора при С/КБ = 45 В не более:
2Т919А, КТ919А, КТ919Г . . ..............................  10 мА
2Т919Б, К Т 919Б ....................................................................... 5 мА
2Т919В, К Т 919В ....................................................................... 2 мА

Обратный ток эмиттера при С/Эб = 3,5 В не более:
2Т919А, КТ919А, К Т 9 1 9 Г ..........................................  2 мА
2Т919Б, К Т 9 1 9 Б .................................................................  1 мА
2Т919В, К Т 9 1 9 В .................................................................  0,5 мА

Полное входное сопротивление* при / = 2  ГГц, 
t/KB = 28 ■ В, Р вх= 1 Вт, Рвых = 4,5 Вт 2Т919А,
типовое зн ач ен и е .......................................................................(2,2 + j  16) Ом

Полное сопротивление нагрузки* при / =  2 ГГц,
UKB = 28 В, Рвх= 1 Вт, Рвых = 4,5 Вт 2T9I9A,
типовое зн ач ен и е .......................................................................(2,1 —у2,5) Ом

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база: .
2Т919А, 2Т919Б, 2Т919В при Тк = 213 + 398 К . . . 45 В 
КТ919А, КТ919Б, КТ919В, КТ919Г:

при Гк = 298 -  373 К ...........................................................  45 В
, при Гк = 228 К ........................................................... .....  . 40 В
Постоянное напряжение эмиттер-база:
1 2Т919А, 2Т919Б, 2Т919В при Гк = 213 -=- 398 К . . . 3,5 В 

КТ919А, КТ919Б, КТ919В, КТ919Г при Тк = 228 +
373 К ....................................................................................................  3,5 В
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Постоянный ток коллектора:
2Т919А при Гк = 213 ч- 398 К .........................................  0,7 А

2Т919Б при Тк = 213 398 К ...............................................0,35 А
2Т919В при Тх = 213 -f- 398 К ...............................................  0,2 А
КТ919А, КТ919Г при Tf = 228 -f- 373 К ........................ 0,7 А
КТ919Б при Тк = 228 373 К ............................ . . . 0,35 А
КТ919В при Гк = 228 н- 373 К .........................................  0,2 А

Импульсный ток коллектора при ти = 20 мкс, Q = 50:
2Т919А при Тк = 213 ч- 398 К ...............................................  1,5 А
2Т919Б при Тк = 213 4- 398 К ...............................................  0,7 А
2Т919В при 7’к = 213 -н 398 К ...............................................  0,4 А
КТ919А, КТ919Г при Тк = 228 -н 373 К ........................ 1,5 А
КТ919Б при Гк = 228 -г 373 К ...............................................  0,7 А
КТ919В при Тк = 228 -н 373 К .........................................  0,4 А

Постоянный ток базы :
2Т919А при Тк = 213 398 К ...............................................  0,2 А
2Т919Б при Тк = 213 -  398 К ............................................... 0,1 А

2Т919В при Гк = 213н- 398 К ......................................... 0,05 А
КТ919А, КТ919Г при Гк = 228 -  373 К .......................  0,2 А
КТ919Б при Тк = 228 н- 373 К .........................................  0,1 А

КТ919В при 7^ = 228 373 К ......................................... 0,05 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­

ческом режиме:
2Т919А:

при Тк = 213 -н 298 К ..........................................................  10 Вт
прй Тк = 398 К .....................................................................  1,7 Вт

2Т919Б:
при Гк = 213 -  298 К ..........................................................  5 Вт
при Тк = 398 К .....................................................................  1 Вт

2Т919В:
при Гк = 213 -н 298 К ..........................................................3,25 Вт

при 7’к = 398 К ..................................................................... 0,75 Вт
КТ919А, К Т919Г:

при Тк = 228 ч- 298 К ..........................................................  10 Вт
при 7’к = 373 К .....................................................................  3,8 Вт

КТ919Б:
при 7’к = 228 -  298 К ..........................................................  5 Вт
при 7'к = 373 К .....................................................................  2 Вт

КТ919В:
при 7’к = 228 н- 298 К ..........................................................3,25 Вт
при 7^ = 373 К ..................................................................... 1,35 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус:
2Т919А, КТ919А, К Т 919 Г .................................................... 12 К/Вт
2Т919Б, К Т 9 1 9 Б ........................................................................... 25 К/Вт
2Т919В, К Т 9 1 9 В .............................................. ............................ 40 К/Вт

Температура корпуса:
2Т919А, 2Т919Б, 2Т 919В ..........................................................От 213 до

' 398 К
КТ919А, КТ919Б, КТ919В, К Т 919Г ...................................От 228 до

373 К
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П р и м е ч а н и е .  Изгиб и пайка выводов разрешаются на рас­
стоянии не менее 3 мм от корпуса при Г < 573 К. Допускается 
пайка на расстоянии менее 3 мм от корпуса при Т < 423 К в те­
чение времени не более 3 с.

Допускается применение транзисторов в статических режимах: 
2Т919А, KT9I9A, КТ919Г при £/КБ < 7 В, /к «  0,5 А : 2Т919Б, 
КТ919Б при В, /к < 0,25 А ; 2Т919В, КТ919В при
(/КБ < 9 В, /к < 0,15 А.
Допускаются режимы рассогласования нагрузки при С/КБ = 28 В 

с Кст и = 3 при средней мощности, рассеиваемой на коллекторе, не 
превышающей допустимую.
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0,4

= г
Q 2

SB 
15 ВТ

/ Ф л

г
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I I I I
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•Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора.

Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора.
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0,1 0 ,2  1К,А

ависимость постоянной време-
и цепи обратной связи от то­

ка коллектора.

0 0,1 0 ,2  1К,А

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от то­

ка коллектора.
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Зависимости емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.
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Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.
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Зависимости выходной мощно­
сти, рассеиваемой мощности 
коллектора и коэффициента 
стоячей волны на входе от от­
носительной фазы коэффициента 
отражения нагрузки при рас­

согласовании.

2Т925А, 2Т925Б, 2Т925В, КТ925А, КТ925Б, 
КТ925В, КТ925Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п генера­
торные сверхвысокочастотные.

Предназначены для применения в схемах усилителей мощности 
на частотах 200 —400 МГц при напряжении питания 12,6 В. 
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с четырьмя изо­

лированными от корпуса гибкими ленточными выводами и монтаж­
ным винтом. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 4,5 г.

Электрические параметры

Выходная мощность при (/кэ = 12,6 В, / =  320 МГц,
Гк < 338 К :

2Т925А, КТ925А ...........................................................................  2 Вт
К Т 9 2 5 Б .............................................................................................. 5 Вт
2 Т 9 2 5 Б .............................................................................................. 7 Вт
К Т 9 2 5 Г .............................................................................................. 15 Вт
2Т925В, К Т 9 2 5 В ...................................................................... 20 Вт
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2Т925А, КТ925А не менее .....................................................  6,3
типовое зн ач ен и е ......................................................................  7*
КТ925Б не м е н е е ......................................................................  5
2Т925Б не м е н е е ......................................................................  4
типовое зн ач ен и е ......................................................................  6*
2Т925В, КТ925В не м е н е е ..................................................... 3
типовое зн ач ен и е ......................................................................  3,2*
КТ925Г не менее . ................................................................  2,5

Коэффициент полезного действия коллектора
типовое зн ачен ие:............................................................................  6 0 °0
2 Т 9 2 5 А ..................................................................................................  63 * %
2Т925Б, 2Т925В .................................................................................. 7 0*%

Модуль коэффициента передачи тока при /= 100  МГц, 
и к э  = 10 В:

2Т925А при /к = 0,6 А не м е н е е ...................................  6
типовое зн ач ен и е ......................................................................  14*
2Т925Б при /к = 0,8 А не м е н е е ...................................  6
типовое зн ач ен и е ......................................................................  17*
2Т925В при /к = 1,0 А не м е н е е ...................................  5
типовое зн ач ен и е ......................................................................  10*
КТ925А при /к = 0,6 А не м е н е е ...................................  5
КТ925Б при 1К = 0,8 А не м е н е е .............................  5
КТ925В, КТ925Г при /к = 1,0 А не менее . . . .  4,5 

Критический ток коллектора при t/кэ = Ю В ,/=  100 МГц 
не менее: -

2Т925А, К Т925А ............................................................................ 0,8 А
2Т925Б, КТ925Б ......................................................................  1,0 А
КТ925В, КТ925Г............................................................................ 4,5 А
2 Т 9 2 5 В .......................................................... ' .............................  5,0 А

Постоянная времени цепи обратной связи при t/KB =
= 10 В, / =  5 МГц:

2Т925А, КТ925А при /э  = 30 мА не более . . . .  20 пс
типовое зн ач ен и е ......................................................................  8* пс
2Т925Б, КТ925Б при /э = 30 мА не более . . . .  35 пс

типовое зн ач ен и е ...................................................................... 22* пс
2Т925В, КТ925В, КТ925Г при /э  = 100 мА не
б о л е е ............................................................................................  . 40 пс

типовое зн ач ен и е ...................................................................... 15* пс
Емкость коллекторного перехода при {/|<Б = 12,6 В,
■/ = 5 МГц:----------------------------------------------------------------------------------

2Т925А не б о л е е ......................................................................  15 пФ
типовое зн ач ен и е ......................................................................9,5* пФ

2Т925Б не б о л е е ......................................................................  30 пФ
типовое зн ач ен и е .....................................................• . . . 15* пФ
2Т925В не б о л е е ......................................................................  60 пФ

типовое зн ач ен и е ...................................................................... 44* пФ
>братный ток коллектор-эмиттер при V\о  = 36 В,

/?эб = ЮО Ом не более: 
при Т = 298 К:

Коэффициент усиления по мощности:
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2 Т 9 2 5 А .......................................................................................  5 мА
К Т 9 2 5 А .......................................................................................  7 мА
2 Т 9 2 5 Б .......................................................................................  10 мА
К Т 9 2 5 Б .......................................................................................  12 мА
2Т925В, КТ925В, К Т 925Г .................................................... 30 мА

при Т = 398 К:
2 Т 9 2 5 А ....................................................................................... 10 мА
2 Т 9 2 5 Б .......................................................................................  20 мА
2 Т 9 2 5 В .......................................................................................  50 мА

Обратный ток эмиттера не более: 
при Т = 298 К :

2Т925А при {/ЭБ = 4 В .................................................... 2 мА
2Т925Б при {/ЭБ = 4 В ..............................................  5 мА
2Т925В при (/эб = 3,5 В ..............................................  5 мА

при Т = 398 К :
2Т925А при (/Эб = 4 В .............................................. ' .  4 мА
2Т925Б при (/эб = 4 В ..............................................  10 мА
2Т925В при (/ЭБ = 3,5 В ..............................................  10 мА

Индуктивность выводов*:
2Т925А, КТ925А:

э м и т т е р н о г о ......................................... ..... ............................ 1,2 нГн
коллекторного.......................................................... .....  2,4 нГн

б азо во го .......................................................................................2,6 нГн
2Т925Б, КТ925Б:

эмиттерного . ......................................................................1,0 нГн
коллекторного........................................................................... 2,4 нГн

б азо в о го ...........................................................................  2,4 нГн
2Т925В, КТ925В, КТ925Г:

э м и т т е р н о г о ........................................................................... 1,0 нГн
коллекторного........................................................................... 2,4 нГн
б азо во го .......................................................................................2,4 нГн

Емкости выводов относительно корпуса *:
эм и ттер -ко р п ус ........................................................................... 1,84 пФ
ко л л екто р -ко р п ус ..................................................................... 1,53 пФ
б а з а - к о р п у с ................................................................................. 0,96 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

Ябэ ^ 100 Ом .................................................................................  36 В
Постоянное напряжение коллектор -база ............................. 36 В
Постоянное напряжение эмиттер-база:

2Т925А, КТ925А, 2Т925Б, К Т 925Б ................................... 4 В
2Т925В, КТ925В, К Т 9 2 5 Г .................................................... 3,5 В

Постоянный ток коллектора:
2Т925А, КТ925А . ...................................................................... 0,5 А
2Т925Б, К Т 925Б ...........................................................................  1,0 А

2Т925В, КТ925В, К Т 9 2 5 Г .................................................... 3,3 А )
Импульсный ток коллектора при косинусоидальной '

форме импульса:
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2Т925А, К Т 9 2 5 А ....................................................................... 1,0 А
2Т925Б, К Т 9 2 5 Б ....................................................................... 3,0 А
2Т925В, КТ925В, К Т 9 2 5 Г .....................................................  8,5 А

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме: 
при Гк < 313 К :

2Т925А, К Т 92 5 А ....................................................................... 5,5 Вт
2Т925Б, К Т 9 2 5 Б ................................................................. 11 Вт
2Т925В, КТ925В, К Т 9 2 5 Г ..........................................  25 Вт

при Гк = 398 К :
2 Т 9 2 5 А ........................................................................................ 1,25 Вт
2 Т 9 2 5 Б ............................. : ..................................................... 2,5 В г
2 Т 9 2 5 В ........................................................................................  5,7 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус:
2Т925А, К Т 9 2 5 А ...................................................................... 20 К/Вт
2Т925Б, К Т 9 2 5 Б ...................................................................... 10 К/Вт
2Т925В, КТ925В, К Т 9 2 5 Г ................................................4,4 К/Вт

Температура п ер ех о д а ................................................................  . 423 К
Температура корпуса:

2Т925А, 2Т925Б, 2 Т 9 2 5 В ..................................................... От 213 до
398 К

КТ925А, КТ925Б, КТ925В, К Т 9 2 5 Г .............................. От 233 до
358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
менее 3 мм от корпуса по методике, не приводящей к наруше­
нию конструкции и герметичности транзистора. Пайку необходимо 
проводить при температуре не выше 543 К в течение времени 
не более 5 с.

Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 5 мм 
от корпуса без передачи усилия на керамическую часть, без нару­
шения герметичности и с сохранением обозначения коллекторного 
вывода.

Зависимость граничной частоты Зависимость граничной частоты
от тока коллектора. от тока коллектора.
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Транзисторы кремниевые 

эпитаксиально-планарные п-р-п 
генераторные сверхвысокочас-
тотные.-------------------------------------- -—

Предназначены для приме­
нения в схемах широкополос­
ных усилителей мощности клас­
са С, умножителях частоты и 
автогенераторах на частотах 
100 — 400 МГц при напряжении 
питания 28 В.

Выпускаются в металло- 
керамич'еском корпусе с четырь-

2 от». 032 6
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м я изолированными от корпуса гибкими ленточными выводами. 
Транзистор содержит внутреннее согласующее LC-звено. Обозначение 
типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 7 г.

Электрические параметры
Выходная мощность при С/кэ = 28 В, f=  400 МГц,

Тк < 313 Г:
К Т 9 3 0 А ............................................................................................. 40 Вт
К Т 9 3 0 Б ............................................................................................. 75 Вт

Коэффициент усиления по мощности не менее:
К Т 9 3 0 А ............................................................................................. 5
К Т 9 3 0 Б ............................. ' ........................................................... 3,5

Коэффициент полезного действия
КТ930А не менее ...................................................................... 50 %,
типовое значение........................, .............................................  65* %
КТ930Б не м е н е е ...................................................................... 50 %
типовое значение ...................................................................... 58* %

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером* при (/«э = 5 В, /к = 0,5 А, 
типовое значение:

К Т 9 3 0 А ............................................................................................. 40
К Т 9 3 0 Б ............................................................................................. 50

М одуль коэффициента передачи тока при /=  300 МГц,
UK3 = 10 В:

КТ930А при /к = 2,5 А не м е н е е ..................................  1,5
типовое зн ач ен и е ...................................................................... 3,2*
КТ930Б при /к = 5 А не м е н е е ........................................  2
типовое значение ................................................................ 3,2*

Критический ток коллектора * при £/«э  = 5 В,
/  = 300 МГц, типовое значение:

К Т 9 3 0 А ............................................................................................. 8 А
К Т 9 3 0 Б ............................................................................................. 20 А

Постоянная времени цепи обратной связи * при 
[/КБ = 10 В, /э  = 0,5 А, / =  5 МГц, типовое значение:

К Т 9 3 0 А ............................................................................................. 8 пс
К Т 9 3 0 Б ............................................................................................. И пс

Емкость коллекторного перехода при {/КБ = 28 В,
/ =  30 МГц:

КТ930А не б о л е е ...................................................................... 80 пФ
типовое зн ач ен и е ......................................................................62* пФ
КТ930Б не б о л е е ......................................................................100 пФ
типовое значение ......................................................................130* пФ

Емкость эмиттерного перехода * при {/Эб = 0, /  = 5 МГц, 
типовое значение:

К Т 9 3 0 А ............................................................................................. 800 пФ
К Т 9 3 0 Б ................................................................ ............................  2000 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при l/к j  = 50 В,
R sэ  = Ю Ом, Т = 298 К не более:
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К Т 9 3 0 А ..............................................................................................  20 мА
К Т 9 3 0 Б .............................................................................................. 100 мА

Обратный ток эмиттера при 1/ЭБ = 4 В, Т = 298 не 
более:

К Т 9 3 0 А ..............................................................................................  10 мА
К Т 9 3 0 Б .............................................................................................. 20 мА

Индуктивность внутреннего LC-звена*, типовое зна­
чение:

К Т 9 3 0 А .............................................................................................. 0,44 нГн
К Т 9 3 0 Б .............................................................................................. 0,26 нГн

Емкость внутреннего Z-C-звена*, типовое значение:
К Т 9 3 0 А ..............................................................................................  450 пФ
К Т 9 3 0 Б ...................................................................... ...... 650 пФ

Индуктивность выводов*, типовое значение:
КТ930А: 

эмиттерного:
при /= I м м ...................................................................... 0,35 нГн
при 1 = 3  м м ...................................................................... 0,54 нГн

коллекторного:
при /= 1 м м .................................................................\ 1,6 нГн
при /= 3 м м ...................................................................... 2,03 нГн

базового:
при /= 1 м м ...................................................................... 1,57 нГн
при / = 3 м м ...................................................................... 2,05 нГн

К T9 ЗОБ: '
эмиттерного:

при /= 1 м м ...................................................................... 0,24 нГн
при /= 3 м м ...................................................................... 0,43 нГн

коллекторного: -
при / = 1 м м ......................................................................  1,6 нГн
при / = 3 мм .......................................................................2,03 нГн

базового:
при /= 1 м м ...................................................................... 1,42 нГн
при /= 3 м м ...................................................................... 1,84 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЛБЭ < Ю О м ..................................................................................  50 В

Постоянное напряжение эм и ттер-база ....................................  4 В
Ппгтпянний ток коллектора:________________ ,_______ _______________

к т 9з о а .................................................... : ...................................  6 А
К Т 9 3 0 Б ..............................................................................................  10 А

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме 
при Гк < 313 К :

К Т 9 3 0 А ..............................................................................................  75 Вт
К Т 9 3 0 Б ..............................................................................................120 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус:
К Т 9 3 0 А ..............................................................................................1,8 К/Вт
К Т 9 3 0 Б ..............................................................................................0,8 К/Вт
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Температура к о р п у с а ......................................................................От 233 до
. 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается работа транзисторов в режиме 
классов А, АВ, В при условии, что рабочая точка находится в 
области максимальных режимов.

Допускается работа транзисторов при / >  400 МГц, Я8Х < 7 Вт 
КТ930А и Рт  < 18,75 Вт КТ930Б и непревышении предельных 
эксплуатационных режимов.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 1 мм 
от корпуса методом, не приводящим к нарушению конструкции 
и герметичности транзистора. Пайку разрешается производить при 
Т 543 К в течение времени не более 3 с.

Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 4 мм 
от корпуса без передачи усилия на керамическую часть корпуса, 
без нарушения герметичности и с сохранением обозначения кол­
лекторного вывода.

Чистота контактной поверхности теплоотводов должна быть не 
менее 1,6. Неилоскостность контактной поверхности теплоотводов 
должна быть не более 0,04 мм. Тепловое сопротивление корпус- 
теплоотвод при нанесении теплопроводящей смазки типа КПТ-8 
(ГОСТ 19783-74) на поверхность теплоотвода транзистора не более 
0,3 К/Вт.

Температура п е р е х о д а ...................................................................... 433 К

Зависимость постоянной вре­
мени цепи обратной связи от

тока эмиттера.
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Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от тока кол­

лектора.

4 8 12 16 20 24UK3jB

Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

КТ931А
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п генера­

торный сверхвысокочастотный.
Предназначен для применения в схемах широкополосных уси­

лителей мощности класса С, умно­
жителях частоты и автогенераторах 
на частотах 50 — 200 МГц при на­
пряжении питания 28 В.

Выпускается в металлокера­
мическом корпусе с четырьмя 
изолированными от корпуса гиб­
кими ленточными выводами. Тран­
зистор содержит внутреннее согла­
сующее LC-звено. Обозначение 
типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не бо­
лее 7 г.

Электрические параметры
Выходная мощность при UK э  = 28 В, /'=175 МГц,

Гк < 313 К .......................................................................................  80 Вт
Коэффициент усиления по мощности не менее . . . .  3,6

типовое з н а ч е н и е .......................................................... .....  . 5,5*
Коэффициент полезного действия коллектора не

м енее......................................................................................................... 50 %
типовое зн ач ен и е ...........................................................................  60* %

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером * при £/кэ = 5 В, /к = 0,5 А,
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типовое значение ............................................................................  25
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер * при /к =

= 0,5 А, /б = 0,1 А, типовое зн а ч е н и е ........................ 0,09 В
Модуль коэффициента передачи тока при /  = 100 МГц,

t/«э  = 10 В, /к = 5 А не м е н е е ..........................................  2,5
типовое зн ач ен и е ............................................................................  4,0*

Критический ток коллектора* при { / «э= *0 В,
/ =  100 МГц, типовое значение................................................  22 А

Постоянная времени цепи обратной связи * при 
{/КБ = 10 В, /э = 0,5 А, /=  5 М Гц, типовое
з н а ч е н и е ..............................................................................................  18 пс

Емкость коллекторного перехода при 6/«б = 28 В,
/ = 3 0  МГц не б о л е е .................................................................  240 пФ
типовое зн ач ен и е ............................................................................ 190* пФ

Емкость эмиттерного перехода* при {/эб = 0, / =  5 МГц,
типовое зн ач ен и е ............................................................................  3200 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при (/«э = 60 В,
ЛБЭ = Ю Ом, Т = 298 К не б о л е е .................................... 30 мА

Обратный ток эмиттера при (/э Б = 4 В не более:
при Т = 298 К ............................................................................  10 мА

при Г = 358 К ............................................................................ 20 мА
Индуктивность внутреннего LC-звена*, типовое зна­

чение ..........................................................................................................0,43 нГн
Емкость внутреннего /.С-звена*, типовое значение . . . 1600 пФ 
Индуктивность выводов*, типовое значение: 

эмиттерного:
при /= 1 м м ............................................................................ 0,29 нГн
при 1 = 3  м м .......................................................................0,47 нГн

коллекторного:
при I = 1 м м ............................................................................ 1,6 нГн
при /= 3 м м ............................................................................ 2,03 нГн

базового:
при /= 1 м м ........................................................... ...  1,47 нГн

при /= 3 м м ............................................................................ 1,92 нГн

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

/?бэ < Ю О м ........................................................................................  60 В
Постоянное напряжение пмиттер-пача .—.— .— .—.—.—.—.------- 4 В-----
Постоянный ток к о л л е кто р а ...................................................... 15 А
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом ре­

жиме:
при Гк <313 К .......................................................................150 Вт

при Гк = 358 К ....................................................................... 44 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус.....................................0,8 К/Вт
Температура п е р е х о д а ....................................................................... 433 К
Температура корп уса .............................................. ..............................От 233 до

358 К
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П р и м е ч а н и я :  1. Допускается работа транзисторов в классах 
А, АВ, В при условии, что рабочая точка находится в области 
максимальных режимов.

Допускается работа транзисторов при / >  200 МГц, Рт  < 20 Вт 
и непревышении предельных эксплуатационных режимов.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 1 мм 
от корпуса методом , не приводящим к нарушению конструкции 
и герметичности транзисторов. Пайку разрешается производить при 
Т ^  543 К в течение времени не более 3 с.

Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 4 мм 
от корпуса без передачи усилия на керамическую часть, без нару­
шения герметичности и с сохранением обозначения коллекторного 
вывода.

Чистота контактной поверхности теплоотводов должна быть не 
менее 2,5.

Неплоскостность контактной поверхности теплоотводов должна 
быть не более 0,04 мм.

Тепловое сопротивление корпус-теплоотвод при нанесении тепло­
отводящей пасты типа КПТ-8 (ГОСТ 19783-74) на поверхность 
теплоотвода транзистора не более 0,3 К/Вт.
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ного перехода от напряжения

коллектор-база.
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КТ934А, КТ934Б, КТ934В, КТ934Г, КТ934Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п генера­
торные сверхвысокочастотные.

Предназначены для применения в схемах усилителей мощнос­
ти класса С, в том числе при амплитудной модуляции в умножи­
телях частоты и автогенераторах на частотах более 100 МГц при 
напряжении питания 28 В.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с четырьмя изоли­
рованными от корпуса гибкими ленточными выводами и монтажным 
винтом. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 4,5 г.

Электрические параметры
Выходная мощность при 1/кэ = 28 В, /=  400 МГц,

Гк < 313 К :
К Т 9 3 4 А ............................................................................................. 3 Вт
К Т 9 3 4 Г ............................................................................................. 10 Вт
К Т 9 3 4 Б ............................................................................................. 12 Вт
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К Т 9 3 4 Д ............................................................................................... 20 Вт
К Т 9 3 4 В ..............................................................................................  25 Вт

Коэффициент усиления по мощности
КТ934А не м е н е е .......................................................................  6
типовое значение............................................................................. 8*
КТ934Б не м е н е е .......................................................................  4
типовое значение............................................................................. 5,5*
КТ934В не м е н е е .......................................................................  3
типовое значение............................................................................. 4*
КТ934Г не м е н е е ....................................................................... 3,3
КТ934Д не м е н е е ....................................................................... 2,4

Коэффициент полезного действия коллектора не менее 50% 
Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­

щим эмиттером* при С/кэ = 5 В, /к = 100 мА КТ934А; 
при /к = 150 мА КТ934Б; при /к = 250 мА КТ934В,

типовое значение............................................................................. 50
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер*, типовое зна­

чение :
КТ934А при /к = 100 мА, /Б = 20 мА . . . . 0,2 В 
КТ934Б при /к = 150 мА, /Б = 30 мА . . . . 0,16 В 
КТ934В при /к = 250 мА, /Б = 50 мА . . . . 0,12 В 

Модуль коэффициента передачи тока при / =  100 МГц,
UK3 = 10 В:

при /к = 0,15 А КТ934А; при /к -  0,6А КТ934Б;
при /к = 1,2 А КТ934В не м е н е е ............................... 5

типовое значение............................................................................. 9*
при /к = 0,6 А КТ934Г; при /к = 1,2 А КТ934Д

не м ен ее ............................................................................................... 4,5
Критический ток коллектора при £/кэ  = 10 В ,/ = 100 М Гц:

КТ934А не м ен ее ............................................................................. 230 мА
типовое значение............................................................................. 400* мА

КТ934Б не м е н е е .......................................................................1000 мА
типовое зн а ч ен и е .......................................................................1500* мА

КТ934В не м е н е е ....................................................................... 2000 мА
типовое значение............................................................................. 3000* мА
КТ934Г не м е н е е ....................................................................... 900 мА

КТ934Д не м е н е е .......................................................................1800 мА
Постоянная времени цепи обратной связи при Vкб = Ю В, 

f=  5 МГц:
при /к = 0,1 А КТ934А; при /К = 0,15А КТ934Б;

------ при—1К = 0,2—А—КТ934В—не—более—;--- ;--- ;--- ;--- ;---;------20 пс—
типовое зн а ч ен и е .......................................................................  5* пс

при /к = 0,15 А КТ934Г; при /к = 0,2 А КТ934Д
не б о л ее ..............................................................................................  25 пс

Емкость коллекторного перехода при б = 28 В, /  =
= 5 МГц не более: . .

К Т 93 4 А ............................................................................................... 9 пФ
типовое зн ач ен и е ....................................................................... 6,5* пФ

КТ934Б, К Т 934Г .............................................................................  16 пФ
типовое зн ач ен и е ....................................................................... 10* пФ
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КТ934В, К Т 934 Д ............................................................................ 32 пФ
типовое значение............................................................................22* пФ

Емкость эмиттерного перехода* при {/эб = 0, /  = 5 МГц:
КТ934А, типовое значение..................................................... 30 пФ
КТ934Б, КТ934Г, типовое значение . . . . . . .  100 пФ
КТ934В, КТ934Д, типовое зн ач ен и е .............................  200 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при {/кэ = 60 В,
ЛБэ = Ю Ом, Т = 298 К не более:

К Т 9 3 4 А ..............................................................................................  5 мА
К Т 9 3 4 Б ..............................................................................................  10 мА
К Т 9 3 4 Г ..............................................................................................  15 мА

К Т 9 3 4 В .............................................................................................. 20 мА
К Т 9 3 4 Д ............................................... .............................................. 30 мА

Обратный ток эмиттера при С/Эб = 4 В, Т = 298 К не 
более:

КТ934А, КТ934Б, К Т 934В ..................................................... 5 мА
К Т 9 3 4 Г .............................................................................................. 7,5 мА

К Т 9 3 4 Д ..............................................................................................  8 мА
Индуктивность выводов*:

КТ934А:
э м и т т е р н о г о ........................................................................... 1,3 нГн
коллекторного ........................................................................... 2,5 нГн
б а зо в о го ........................................................................................3,1 нГн

КТ934Б, К Т934Г:
э м и т т е р н о г о ................................................................ ' . . 1,2 нГн

коллекторного ............................................................................2,5 нГн
б а зо в о го ........................................................................................3,1 нГн

КТ934В, К Т934Д :
э м и т т е р н о г о ........................................................................... 1,0 нГн
коллекторного ........................................................................... 2,5 нГн

б а зо в о го ................................................................  2,8 нГн
Межэлектродные емкости корпуса*:

эм и т т е р -к о р п у с ....................... ....................................................1,84 пФ
к о л л е к т о р -к о р п у с ......................................................................1,53 пФ
база-корпус........................................................................................0,96 пФ

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ <

< 10 О м :
при Т = 298 -г- 358 К ................................................................ 60 В
при Г  = 233 К ...........................................................................  50 В

Постоянное напряжение эм и ттер-база ...................................  4 В
Постоянный ток коллектора:

К Т 9 3 4 А ..............................................................................................  0,5 А
КТ934Б, К Т 9 3 4 Г ............................................................................ 1,0 А
КТ934В, К Т 9 3 4 Д ...........................................................................  2,0 А

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме 
при Г, <301 К :

К Т 9 3 4 А ..............................................................................................7,5 Вт
КТ934Б, К Т 93 4 Г ...........................................................................  15 Вт
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КТ934В, КТ934Д ............................................................................  30 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус:

К Т 9 3 4 А ............................................................................................. 17,5 К/Вт
КТ934Б, К Т 934Г............................................................................ 8,8 К/Вт
КТ934В. К Т 9 3 4 Д ...................................................................... 4,4 К/Вт

Температура п ер ех о д а ..........................................................  433 К
Температура корпуса............................................................................От 233 до

358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается работа транзисторов в классах 
А, АВ, В при условии, что рабочая точка находится в области 
максимальных режимов.

В схемах транзисторных генераторов, усилителей мощности, 
умножителях частоты допускается работа при любых значениях 
Кст.и (по модулю и фазе) при напряжении питания не более 
(28 + 2,8) В при условии непревышения предельно допустимых ре­
жимов эксплуатации.

Допустимые значения KQlU при любых значениях фазовых
углов и Тк < 313 К:

КТ934А при Ряш = 3 В т ........................................................... 10
КТ934Б:

при ^  = 6 В т ............................................................................ 10
при Рвых = 7 В т ............................................................................ 5
при Рвых = 8,5 В т ......................................................................  3

КТ934В:
ПРИ Р в ы х  = 12 В т ......................................................................  10
при^ш х = 15 В т ............................................................................ 5
при Рвых = 20 В т ......................................................................  3

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 3 м м  
от корпуса методом, не приводящим к нарушению конструкции 
и герметичности транзисторов. Пайку разрешается производить при 
Т < 543 К в течение времени не более 5 с. Разрешается обре­
зать выводы на расстоянии не менее 4 мм от корпуса без передачи 
усилия на керамическую часть корпуса, без нарушения герметич­
ности и с сохранением обозначения коллекторного вывода. Д опус­
кается пайка выводов на расстоянии не менее 1 мм от корпуса 
методом, не приводящим к нарушению конструкции и герме-

мени не более 3 — 4 с, при Г  ^ 493 К с теплоотводом между кор­
пусом и местом пайки. Необходимо защищать корпус прибора 
от попадания на него брызг флюса и припоя.

Чистота контактной поверхности теплоотвода должна быть не 
менее 2,5. Неплоскостность контактной поверхности теплоотводов 
должна быть не более 0,04 мм. Для уменьшения контактного 
теплового сопротивления между корпусом и теплоотводом следует 
применять теплоотводящие смазки.
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Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

15

10

5

f  = 5  МГц , U/o = 10 В

КТ 934-А

Ш
КТ934Б

КТ93ЧВ

О 0 ,2  0,4 0,6 0,8 1,01К)А

Зависимость постоянной вре­
мени цепи обратной связи от 

тока коллектора.

Зависимость емкости коллектор- Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения ного перехода от напряжения

коллектор-база. база-эмиттер.
745



Зависимость максимально до­
пустимого тока коллектора от 
напряжения коллектор-эмиттер.
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напряжения коллектор-эмиттер.
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КТ937А-2, КТ937Б-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п генера­
торные сверхвысокочастотные.

Предназначены для работы в схемах усиления мощности, ге­
нерирования, умножения частоты в диапазоне 0,9 — 5 ГГц в режимах

с отсечкой коллекторного тока в
2,7

н Г

и
3,7.

1—1

герметизируемои аппаратуре.
Бескорпусные, выпускаются на 

металлокерамическом держателе с 
полосковыми выводами.

Условное обозначение типа 
приводится на верхней части дер­
жателя: КТ937А-2 — буква А и 
две зеленые точки, КТ937Б-2 — 
буква Б и две белые точки. Обо­
значение типа приводится на эти­
кетке.

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры

Выходная мощность на / =  5 ГГц при f/KB = 21 В
КТ937А-2 при /э = 0,22 A, Plx = 1 Вт не менее . . .  1,6 Вт

типовое з н а ч е н и е ......................................................................2* Вт
КТ937Б-2 при /э  = 0,45 А, Рт  = 2 Вт не менее . . .  3,2 Вт
типовое значение...........................................................................3,8 * Вт

Коэффициент полезного действия коллектора- на /  =
= 5 ГГц при и КБ = 21 В, типовое значение:

КТ937А-2 при /э  = 0,22 А, Рвх = 1 В т .............................  35 %
КТ937Б-2 при /э  = 0,45 А, Ри  = 2 В т ........................ 38%

Фаза коэффициента передачи тока при/ =  1 ГГц, Uкб =
= 5 В не более:

КТ937А-2 при /э  = 0,15 А ....................................................  0,297 рад
КТ937Б-2 при /э  = 0,3 А .................................................... 0,279 рад

Граничная частота коэффициента передачи тока* при 
£/кб = 5 В, типовое значение:

КТ937А-2 при /э  = 0,15 А ..............................................  6,5 ГГц
КТ937Б-2 при /э  = 0,3 А ....................................................6,5 ГГц

Критический ток при t/KB = 5 В не менее
К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................ 0,2 А
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................ 0,4 А

Критический ток* при 1/КБ = 5 В, типовое значение:
К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................ 0,4 А
К Т 9 3 7 Б -2 ...................................................................... - . . . 0,8 А

Модуль коэффициента обратной передачи напряжения 
в схеме с общей базой при i/кв = Ю В, / =  100 МГц
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не более: . •
КТ937А-2 при /э  = 50 м А ................................................2 ,Ы 0 ~ з
КТ937Б-2 при /э  = 80 м А ................................................2 .0 -10 -5

Постоянная времени цепи обратной связи* при / = 1 0 0  
МГц, С/|<б = *0 В, типовое значение:

КТ937А-2 при /э  = 50 м А ................................................0,78 пс
КТ937Б-2 при /э  = 80 м А ................................................ 0,6 пс

Емкость коллекторного перехода при t/|ce = 20 В не 
более:

К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................ 5,5 пФ
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................ 7,5 пФ

Емкость коллекторного перехода* при (/КБ = 20 В, ти­
повое значение:

К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................  3 пФ
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................ 4,5 пФ

Активная емкость коллектора* при 1/КБ = 20 В, типо­
вое значение:

К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................ 0,3 пФ
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................ 0,6 пФ

Суммарная активная и пассивная емкость коллектора* 
при 1/КБ = 20 В, типовое значение:

К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................ 1,35 пФ
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................ 2,7 пФ

Емкость коллектор-эмиттер*, типовое значение:
К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................ 0,35 пФ
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................ 0,7 пФ

Емкость коллекторного вывода на основание держате­
ля*, типовое значение.......................................................................1,6 пФ

Емкость эмиттерного вывода на основание держателя*,
типовое зн ач ен и е ............................................................................. 2 пФ

Емкость эмиттерного перехода при 1/ЭБ = 0 не бо­
лее:

К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................  25 пФ
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................  50 пФ

Сопротивление эмиттера*, типовое значение:
К Т 9 3 7 А -2 ............................................................................ ...... . 0,5 Ом

КТ939Б-2 ........................................................................................ 0,3 Ом
Сопротивление базы*, типовое значение:

КТ937А-2 . ................................................................................... 1 Ом
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................ 0,5 Ом

Последовательное сопротивление коллектора*, типовое 
значение:

К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................  1 Ом
К Т 9 3 7 Б -2 .................................................... ' .................................. 0,5 Ом

Индуктивность вывода эмиттера внутренняя*, типовое 
значение:

К Т 9 3 7 А -2 ........................................................................................ 0,9 нГн
К Т 9 3 7 Б -2 ........................................................................................ 0,8 нГн

Индуктивность вывода базы внутренняя*, типовое зна­
чение:
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К Т 9 3 7 А - 2 ......................................................................  . . . 0,35 нГн
К Т 9 3 7 Б - 2 ....................................................................................... 0,25 нГн

Обратный ток коллектора при {/КБ = 25 В не более:
К Т 9 3 7 А -2 .......................................................................................  2 мА
К Т 9 3 7 Б - 2 .......................................................................................  5 мА

Обратный ток эмиттера при С/КБ = 2,5 В не более:
К Т 9 3 7 А - 2 ....................................................................................... 0,2 мА
К Т 9 3 7 Б - 2 ....................................................................................... 0,5 мА

Полное входное сопротивление* КТ937А-2 при /  = 4  ГГц,
^ кб = 21 В, />вх = 0,4 Вт, />вых = 3,6 Вт, Г)к = 40%,
R jБ = 0, типовое значение..........................................................  (0,5 +

+ у 15) Ом
Полное сопротивление нагрузки*, типовое значение . . . (3 +у1) Ом

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Тк = 213 ч-
398 К .......................................................................................................... 25 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при 7”,  = 213 ч-
398 К .......................................................................................................... 2,5 В

Постоянный ток коллектора при Гк = 213 ч- 398 К:
К Т 9 3 7 А - 2 ....................................................................................... 0,25 А
К Т 9 3 7 Б - 2 ....................................................................................... 0,45 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
КТ937А-2 при С/Кб = 6,5 В:

при Тк — 213 ч- 353 К .......................................................... 1,44 Вт
при Тк = 398 К ......................................................................0,44 Вт

КТ937Б-2 при [/кб = 5 'В :
при Гк = 213 -г 353 К .......................................................... 2,25 Вт
при Гк = 398 К ......................................................................0,25 Вт

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­
ческом режиме:

КТ937А-2:
при Тк = 213 ч- 298 К .......................................................... 3,6 Вт
при Тк = 398 К ......................................................................0,7 Вт

КТ937Б-2:
при 7’к = 213 ч- 298 К .......................................................... 7,4 Вт
при 7’к = 398 К ...................................................................... 1,5 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус:
К Т 9 3 7 А - 2 ......................................... ..............................................34,5 К/Вт
К Т 9 3 7 Б - 2 ....................................................................................... 17 К/Вт

Температура п е р е х о д а ...................................................................... 423 К
Температура корп уса ............................................................................От 213 до

398 К
П р и м е ч а н и я :  1. Пайка выводов производится на расстоянии 

не менее 3 мм  от держателя при Т < 533 К, допускается об­
резка и пайка выводов на расстоянии до 1 мм от держателя 
при Т < 423 К в течение времени не более 3 с при условии 
фиксации основания вывода. Допускается пайка и обрезка фланца 
держателя без передачи механических напряжений на керамиче­
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ские детали держателя при Г < 423 К в течение времени не бо­
лее 3 с.

2. Не рекомендуется напряжение питания КТ937А-2 более 14 В 
и КТ937Б-2 более 15 В в диапазоне частот 0 ,9 —1,4 ГГц, для 
всех типов более 18 В в диапазоне частот 1,4 —2,5 ГГц и более 
21 В при частоте более 2,5 ГГц. Статический режим допуска­
ется при (УкБ < 10 В и /к < 50 мА.
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Зависимость емкости коллектор­
ного перехода от напряжения 

коллектор-база.

Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.
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,Р ,Вт
т 1--- г
КТ937А-2 (KctU)sx

f= 2 rr4>(KCTu l= 2 ,  
'UKE=12B, Р. = 0 ,35Вт

Зависимость выходной мощно­
сти, рассеиваемой мощности и 
коэффициента стоячей волны на 
входе от фазы коэффициента 
отражения нагрузки при рас­
согласовании с Kcj и = 2 при 
сопротивлении автоматическо­
го смещения, равном нулю, и 
при компенсации индуктивности 
базы внешней емкостью в ре­
жиме оптимальной нагрузки: 
(*СТ. 1/)вх =  1, Р .ы * =  1 ,4  Вт, /> =  

= 1,1 Вт.

КТ938А-2
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п генератор­

ный сверхвысокочастотный.
Предназначен для работы в схемах усиления мощности, гене­

рирования, умножения частоты в диапазоне до 5 ГГц в режи­
мах с отсечкой коллекторного тока в герметизируемой аппаратуре.

Бескорпусной, выпускается на керамическом держателе с лен­
точными выводами. Условное обозначение типа — черная точка на 
верхней части держателя. Обозначение типа приводится на этикетке.

М асса транзистора не более 0,15 г.

.0,15

Электрические параметры

Коэффициент усиления по мощности на / =  5 ГГц при
UKб = 20 В, Рвых = 1  Вт не м е н е е .........................................
типовое зн ач ен и е ............................................................................

Коэффициент полезного действия коллектора на /  = 
= 5 ГГц при £/кб = 20 В, Р ,ык = 1 Вт не менее . . . 
типовое зн ач ен и е ............................................................................

2
3

26%
33%
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1/кб = 3 В, /к = 0,15 А не м е н е е .................................... 2 ГГц
Критический ток при ЦКБ = 3 В, типовое значение . . . 0,27 А 
Емкость коллекторного перехода при t/KB = 20 В не

более.......................................................................................................... 4 пФ
Постоянная времени цепи обратной связи при /  = 100 МГц,

Uкб = Ю В, /э = 50 мА не б о л е е ....................................  2 пс
типовое значение ......................................... ................................... 0,6* пс

Активная емкость коллектора при U кб = 20 В, ти­
повое зн ач ен и е .................................................................................. 0,3* пФ

Суммарная активная и пассивная емкость коллектора
при UKB = 20 В, типовое зн ачен и е.................................... 1,2* пФ

Емкость коллектор-эмиттер, типовое значение . . . .  0,5* пФ 
Емкость эмиттерного перехода при С/э б = 2,5 В, ти­

повое зн ач ен и е .................................................................................. 7,5* пФ
Емкость вывода эмиттера относительно базы , типовое

з н а ч е н и е .............................................................................................. 0,35* пФ
Емкость вывода коллектора относительно базы, ти­

повое зн ач ен и е .................................................................................. 0,5* пФ
Сопротивление базы, типовое зн ач ен и е .............................. 1,5* Ом
Сопротивление коллектора, типовое зн ачен ие........................ 1 * Ом
Индуктивность вывода базы внутренняя, типовое зна­

чение ..........................................................................................................0,17* нГн
Индуктивность вывода эмиттера внутренняя, типовое

з н а ч е н и е .............................................................................................. 0,3* нГн
Индуктивность вывода коллектора внутренняя, типовое

з н а ч е н и е ..............................................................................................0,5* нГн
Сопротивление эмиттера, типовое зн ач ен и е ........................0,25* Ом
Обратный ток коллектора при С/КБ = 28 В не более . . .  1 мА 
Обратный ток эмиттера при {/эб = 2,5 В не более . . .  0,1 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база при Гк = 228

-г 358 К .......................................................... .........................................  28 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при Тк = 228 ~

-г 358 К .................................................................................................... 2,5 В
Постоянный ток коллектора при Тк = 228 -г- 358 К . . . 0,18 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 

{/кб < 10 В ;
-------при 71, = 228 4- 303 К ........................................................... ^ Вт--------

при Тк = 358 К .............................................................................0,8 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в дина­

мическом режиме:
при Гк = 228 -н 298 К ................................................................. 2,5 Вт
при Г, = 358 К . .......................................................................1,3 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус.................................... 50 К/Вт
Температура п е р е х о д а ....................................................................... 398 К
Температура теплоотвода................................................................. От 228 до

358 К

Граничная частота коэффициента передачи тока при
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П р и м е ч а н и е .  Держатель транзистора должен припаиваться к 
теплоотводу при Т < 473 К за время не более 3 с при усилии 
прижима 5 Н. Допускается прижим держателя к теплоотводу с усилием 
20 Н без пайки.

Пайка выводов должна производиться на расстоянии не менее 
3 мм от держателя, при Т < 423 К допускается пайка на расстоянии 
до 1 мм при условии жесткой фиксации основания вывода от­
носительно держателя.

Зависимость граничной частоты Зависимость критического тока 
от тока коллектора. от напряжения коллектор-база.

Зависимость емкости коллектор- Зависимость постоянной време-
ного перехода от напряжения ни цепи обратной связи от

коллектор-база. тока эмиттера.
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Зависимость выходной мощно­
сти от входной.

Зависимость выходной мощно­
сти от напряжения коллектор- 

база.

КТ939А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п усилитель­
ный сверхвысокочастотный.

Предназначен для усилителей класса А с повышенными требо­
ваниями к линейности.

Выпускается в металлокерамическом корпусе с гибкими полос­
ковыми выводами. Обозначение типа приводится на крышке корпуса.

Масса транзистора не более 2 г.

Электрические параметры
Граничная частота коэффициента передачи тока:

при £/кэ = 12 В, /э  = 0,2 А не менее . . . .  2500 М Гц
типовое значение............................................................................. 3060* М Гц

при и кэ = 15 В, 1К = 50 мА не м е н е е ........................  2000 М Гц
Постоянная времени цепи обратной связи при 1/к = 10 В,

/э  = 50 • мА, / = 3 0  МГц не б о л е е .................................... 10 пс
типовое зн ачен и е.............................................................................4,6* пс
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером:

при UKэ =1 2  В, /к = 200 м А ........................................  40 — 200
типовое значение............................................................................ 113*

при 1/кэ = 5 В, /к = 50 м А ......................................... 35 — 200
Неравномерность коэффициента передачи тока в режиме 

малого сигнала при С/кэ = 12 В, /к = 40 400 мА не
б о л ее .........................................................................................................  1,5
типовое зн ач ен и е ............................................................................ 1,25*

Граничное напряжение при /э  = 30 мА не менее . . .  18 В

типовое зн ач ен и е ............................................................................ 28* В
Емкость коллекторного перехода при (/КБ = 12 В не

более . ................................................................................................... 5,5 пФ
типовое зн ач ен и е ............................................................................3,9* пФ

Обратный ток коллектора при ЦКБ = 30 В не более . . .  1 мА
Обратный ток эмиттера при С/ЭБ = 3,5 В не более . . .  0,5 мА
Емкость эмиттерного перехода* при и ЭБо = 0 . . . . 15 —23 пФ

типовое зн ач ен и е ............................................................................17,5 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер* при 1/кэ = 30 В не

б о л ее .........................................................................................................  2 мА

■ Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база:

при Тк = 298 + 398 К ................................................................ 30 В
при 7 ; = 213 К ............................................................................ 25 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при /?ЭБ =
= 10 Ом:

при Тк = 298 -г 398 К . . ..................................................... 30 В
при Тк = 213 К ............................................................................ 25 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Гк = 2 13 -г 398 К 3,5 В 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при 7^ = 213 + 298 К ................................................................  4 Вт
при Тк = 398 К ...........................................................................  0,8 Вт

Температура п е р е х о д а ................................................................ .....  423 К
Температура окружающей с р е д ы .............................................. От 213 до

Тк = 398 К

I

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации транзисторов в режимах, не 
выходящих за пределы области максимальных режимов, допускается 
их применение на низких частотах вплоть до статического режима. 
Пайка выводов допускается при условии, что температура корпуса 
в любой точке не будет превышать 423 К. Изгиб выводов 
допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора. 
Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 3 мм от 
корпуса. Оба эмиттерных вывода должны быть симметрично соединены 
в электрической схеме.

758



КТ939А"213 
120
110 

100 
90 

80 
70 

60 
50

50 100 150 200 250 300 350 IK, мА

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора.

1к ,мА

400

300

200

100

шисимость емкости коллектор- 
эго перехода от напряжения 

коллектор-база.

КТ939А

V ь ЗК

- Тк=298К
\ ч

-

О Ч 8 12 16 20 24 икэ>В

Зависимость тока коллектора 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

КТ942В

— Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п генера- 
)рный сверхвысокочастотный.

Предназначен для работы в схемах усиления мощности, гене- 
1рования, умножения частоты в диапазоне 0,7 — 2 ГГц в режимах 
отсечкой коллекторного тока.

Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми 
вводами. Условное обозначение типа дается на верхней части 
>рпуса: буква В и красная точка. Обозначение типа дается 
этикетке.

Масса транзистора не более 2 г.
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Электрические параметры

Выходная мощность на / =  2 ГГц при = 28 В,
Рм = 4 Вт не м е н е е ...................................................................... 8 Вт
типовое зн а ч ен и е ............................................................................ 9 Вт

Коэффициент полезного действия коллектора на / =  2 ГГц 
при 1/КБ = 28 В, Рвх = 4 Вт, типовое значение . . .  30 % 

Модуль коэффициента передачи тока при С/Кб = Ю В,
/э = 1,2 А, / =  300 М Гц не м е н е е ...................................  6,5
типовое зн а ч ен и е ............................................................................ 11,4*

Критический ток при С/Кб = Ю В, / =  300 МГц не
менее.......................................................................................................... 1,5 А

Критический ток* , типовое значение....................................  2,5 А
Постоянная времени цепи обратной связи при UKБ = 10 В,

/э = 150 мА, / = 3 0  М Гц не б о л е е ................................... 2,5 пс
типовое зн а ч ен и е ............................................................................1,8* пс

Емкость коллекторного перехода при С/КБ = 28 В не
более......................................................................................................... 22 пФ
типовое зн а ч е н и е ........................................................................... 16,5* пФ

Емкость эмиттерного перехода* при £/дБ = 0, типовое
з н а ч е н и е ..............................................................................................ПО пФ

Суммарная активная и пассивная емкость коллекторного
перехода* при t/кв = 28 В,, типовое значение . . . .  12,5 пФ 

Емкость перехода коллектор-эмиттер*, типовое значе­
ние ......................................................................................................... 2,5 пФ

Активная емкость коллекторного перехода* при £/Кб =
= 28 В, типовое зн ач ен и е ....................................................  2 пФ

Емкость перехода эмиттер-база*, типовое значение . . .  2,7 пФ 
Емкость перехода коллектор-база*, типовое значение. . . 2,0 пФ
Сопротивление базы*, типовое значение............................. 0,25 Ом
Последовательное сопротивление коллектора*, типовое

значение •..............................................................................................0,25 Ом
' Сопротивление эмиттера*, типовое значение........................0,1 Ом

Индуктивность базы  внутренняя*, типовое значение . . . 0,14 нГн
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Индуктивность эмиттера внутренняя*, типовое значе­
ние ......................................................................................................... 0,8 нГн

Индуктивность коллектора внутренняя*, типовое значе­
ние ......................................................................................................... 1,5 нГн

Температурный коэффициент критического тока*, типовое 
з н а ч е н и е ..............................................................................................  0,003 1/К

Температурный коэффициент граничной частоты*, типо­
вое значение........................................................................................  0,0006 1/К

Температурный коэффициент сопротивления базы *, ти­
повое значение . ............................................................................. 0,0003 1/К

Обратный ток коллектора при С/КБ = 45 В не более . . .  20 мА

Обратный ток эмиттера при 1/э б = 3,5 В не более . . .  Ю мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база:

при Гк = 298 ч- 373 К ................................................................. 45 В
при 7  ̂= 228 К ................................... .........................................  40 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Тк = 228 ч- 373 К 3,5 В
Постоянный ток коллектора при Гк = 228 ч- 373 К . . . 1,5 А

Импульсный ток коллектора при ти = 10 мкс, Q = 100,
Гк = 228 -г 373 К ............................................................................  З А

Постоянный ток базы при Гк = 228 ч- 373 К . . . . 0,5 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динами­

ческом режиме:
при Гк = 228 ч- 298 К . ...........................................................  25 Вт
при Гк = 373 К .............................................................................14>3 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус.................................... 7 К/Вт
Температура корпуса............................................................................ От 228 до

373 К

П р и м е ч а н и я :  1. Пайка выводов при Г  < 533 К должна
производиться на расстоянии не менее 3 мм от корпуса. Допус­
кается пайка на расстоянии до 1 мм от корпуса при Т < 398 К 
при времени пайки не более 3 с. Разрешается пайка корпуса 
транзистора к теплоотводу при Т < 423 К и при скорости измене­
ния температуры при пайке не более 1 К/с.

2. Работа транзистора в импульсных режимах класса А до­
пускается при т„ < 10 мкс и в непрерывных режимах при 
U k e ^  7 В и Р к  ^  4,9 Вт.
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Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока на высокой 

частоте от тока эмиттера.

Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от тока 

коллектора.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

'вых > 
10

8

6

4

2

,Вт
... j 

КТ9Ч2В
I

I
Цк>

р  I' 8ыху

ч

h i
f -

-, = 28В, . 
2 ГГ%, —  

=0.5 Ом 
i^63

0 1 2  3 4Рвх,Вт 
Зависимости выходной мощно­
сти и коэффициента полезного 
действия от входной мощности.
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Зависимости выходной мощно­
сти и коэффициента полезного 
действия от входной мощности.

Зависимость выходной мощно­
сти в схеме импульсного авто ­
генератора от напряжения кол­

лектор-база.

Зависимости выходной мощно­
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импульсного автогенератора.
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Зависимость выходной мощ но­
сти от частоты в схеме им­
пульсного усилителя мощности.

КТ960А

------ Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п генера то р ­
ный сверхвысокочастотный.

Предназначен для применения в схемах усилителей мощ ности 
класса С, умножителях частоты и автогенераторах на частотах 
100 — 400 МГц при напряжении питания 12,6 В.

Выпускается в металлокерамическом корпусе с четырьмя изо­
лированными от корпуса гибкими ленточными выводами. Т ранзис­
тор содержит внутреннее согласующее LC-звено. Обозначение типа 
приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 7 г.
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Электрические параметры
Выходная мощность при UKэ = 12 В, / =  400 МГц,

Тк < 313 К .............................................................................................. 40 Вт
Коэффициент усиления по мощности не менее . . . .  2,5

типовое зн ач ен и е ............................................................................  3,5*
Коэффициент полезного действия коллектора не менее 60%

типовое зн ач ен и е ............................................................................  65*%
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

= 500 мА, /Б = 100 мА , типовое значение........................0,08* В
Модуль коэффициента передачи тока при / =  300 МГц,

UKэ = 10 В, /к = 3 А не м е н е е ......................................... 2
типовое значение ............................................................................  4*

Критический ток коллектора* при и кэ = 10 В, /  =
= 300 МГц, типовое зн ач ен и е ..............................................  22 А

Постоянная времени цепи обратной связи* при £/|<Б = 5 В,
/э  = 500 мА, / = 5  М Гц, типовое значение . . . .  12,5 пс 

Емкость коллекторного перехода* при Ukb = 12 В,
/ = 3 0  МГц не более ......................................................................120 пФ
типовое зн ач ен и е .............................. ..............................................82 пФ

Емкость эмиттерного перехода при £/эб = / = 5 МГц,
типовое зн ач ен и е ............................................................................  1200 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при L/кэ — 36 В,
ЛБЭ = 10 Ом не более:

при Г = 298 К ............................................................................20 мА
при Т = 398 К ..................................................................................40 мА

Обратный ток эмиттера при С/эв = 4 В не более:
при Т =298 К ............................................................................ 10 мА

при Т = 398 К ............................................................................20 мА
Индуктивность внутреннего LC-звена*, типовое значение 0,33 нГн
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Емкость внутреннего i C -звена*, типовое значение . . . 610 пФ 
Индуктивность выводов при / =1 мм:

э м и т т е р н о го ...................................................................................0,38 нГн
к о л л е к т о р н о го .............................................................................1,6 нГн
базового.............................................................................................. 0,49 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБэ  <
< 10 О м ..............................................................................................  36 В

Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ....................................  4 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а .....................................................  7 А
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом ре­

жиме :
при Тк < 313 К ............................................................................. 70 Вт
при 7  ̂= 398 К ............................................................................. 20 Вт

Допустимый Кст v при Рзьгх 40 Вт, £/|<э=12,6 В,
7 ; < 313 К:

в течение З с ..................................................................................  10
в непрерывном р е ж и м е ...........................................................  3

Тепловое сопротивление переход-корпус.................................... 1,75 К/Вт
Температура п е р е х о д а ....................................................................... 433 К
Температура корп уса............................................................................ От 233 до

358 К
П р и м е ч а н и я :  1. Допускается работа транзисторов на пере­

менном сигнале в режиме классов А, АВ при условии, что ра­
бочая точка находится в области максимальных режимов.

Допускается работа транзисторов при / > 4 0 0  М Гц, Рт м ж с < 
<16 Вт и непревышении предельно допустимых режимов.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 1 мм 
от корпуса по методике, не приводящей к нарушению конструкции 
и герметичности транзисторов.

Пайку следует производить при температуре ж ала паяльника 
не выше 543 К в течение времени не более 5 с.

Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 4 мм  от 
корпуса без передачи усилия на керамичёскую часть корпуса без 
нарушения герметичности и с сохранением обозначения коллектор­
ного вывода.

Чистота контактной поверхности теплоотводов должна быть 
не менее 2,5, неплоскостность не более 0,04 мм.

Тепловое сопротивление корпус-теплоотвод при нанесении тепло­
отводящей смазки типа КПТ-8 (ГОСТ 19783-74) на поверхность 
теплоотвода транзистора не более 0,3 К/Вт.
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Зависимость постоянной време­
ни цепи обратной связи от тока 

эмиттера.
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Зависимость обратного тока 
коллектор-эмиттер от темпера­

туры.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость максимально до­
пустимого тока коллектора от 
напряжения коллектор-эмиттер.
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Зависимость модуля коэффици­
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Зависимость критического тока 
от напряжения коллектор-эмит­

тер.

р-п-р

______________2Т914А, КТ914А______________

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р мощные 
сверхвысокочастотные.

Предназначены для использования в широкополосных двухтакт­
ных усилителях мощности на частотах до 400 МГц в паре с 
транзистором 2Т904А (КТ904А).

Выпускаются в металлокерамических корпусах с жесткими вы­
водами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса прибора не более 6 г. •
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Электрические параметры

Выходная мощность при Рвх = I Вт, С/кэ = 28 В 2Т914А 
не менее:

на / =  100 М Г ц ...........................................................................  7,2 Вт
на /  = 400 М Г ц ........................................................................... 2,5 Вт

Коэффициент полезного действия коллектора при {/«э =
= 28 В, Рвых = 3 Вт:

2Т914А не менее:
на / = 4 0 0  М Г ц .....................................................................  40%
на / =  100 М Г ц .....................................................................  65%

КТ914А при Рвых = 2,5 Вт,/ = 400 МГц не менее . . .  30 % 
Емкость коллекторного перехода при 1/КБ = 28 В, /=  ■

= 5 МГц не б о л е е .....................................................................  12 пФ
Критический ток при 1/кэ = 10 В, / = 1 0 0  МГц не 

менее:
2 Т 9 1 4 А .............................................................................................  400 м А
К Т 9 1 4 А .............................................................................................  250 мА

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эмиттером при 1/кэ = 28 В, / = 1 0 0  МГц,
/к = 0,2 А не м е н е е .....................................................................  350 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/Кб = Ю В,
/э  = 30 мА , / =  5 МГц не более:

2 Т 9 1 4 А .............................................................................................  15 не
К Т 9 1 4 А .............................................................................................  20 не

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база...................................  65 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер.......................  65 В
Постоянное напряжение эм и ттер -б аза ...................................  4 В
Постоянный ток к о л л е к т о р а ....................................................  0,8 А
Импульсный ток коллектора . . . ...................................  1,5 А
Постоянный ток б а з ы .....................................................................  0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Тк = 213 298 К ...............................................................  7 Вт
при Гц = 398 К ........................................................................... 0,4 Вт

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора в динами­
ческом режиме:
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при 7-к = 213 -ь 313 К ...........................................................  7 Вт
при Гк = 398 К ............................................................................. 1,5 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус................................... 16 К/Вт
Температура п ер ех о д а .......................................................................  423 К
Температура корпуса.............................................................................От 213 до

398 К
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Р а з д е л  д е в я т ы й

ТРАНЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ

п-р-п

1НТ251, 1НТ251А, К1НТ251

Транзисторные сборки, состоящие из четырех кремниевых, 
эпитаксиально-планарных п-р-п переключательных высокочастотных 
маломощных транзисторов.

Предназначены для применения в переключательных схемах.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими вы­

водами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса сборки не более 0,4 г.

п  13 п  п  10 э

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
400 мА, /Б = 80 м А :

1НТ251, 1НТ251А не б о л е е ..............................................  1 В
типовое зн а ч ен и е ...................................................................... 0,7* В
К1НТ251 не более ......................................................................  2 В

Напряжение насыщения эмиттер-база при /к = 400 мА,
/Б " 80 м А '

1НТ251, 1НТ251А не более . . . . . . . . .  1,5 В
типовое зн а ч ен и е ......................................................................  1,1* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при С/Кэ  = 5 В, /э  = 200 м А :

1НТ251, 1Н Т 251А ...................................................................... 30 -150
типовое значение............................................................................  45*
К1НТ251 не м е н е е ......................................................................  10
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Модуль коэффициента передачи тока при [/«э  = Ю В, 
/к = 30 м А ,/=  100 МГц не менее . . . . . . .

типовое зн ач ен и е ............................................................................
Время рассасывания при /к = 150 мА, /Б=15 мА:

1НТ251 не б о л е е .......................................................................
типовое значение .......................................................................
1НТ251А, К1НТ251 не б о л е е .........................................
типовое значение............................................................................

Емкость коллекторного перехода при t/KB = 10 В, /=
= 2 МГц не б о л е е ......................................................................
типовое значение ............................................................................

Емкость эмиттерного перехода при 1/кэ = 0 . / = 2  МГц
не б о л е е .............................................................................................
типовое значение ............................................................................

Обратный ток коллектора при С/КБ = 45 В не более:
при Г = 298 К ............................................................................
при Т = 398 К 1НТ251, 1Н Т 251А ...................................

Обратный ток эмиттера при 6'эб = 4 В не более . . .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор- 
эмиттер при Лэб < 1 кОм:

К 1 Н Т 2 5 1 ...................................................................... .....  . .
1НТ251, 1НТ251А:

при Т„ *5 373 К ......................................................................
при Г„ = 423 К ......................................................................

Постоянное напряжение эмиттер-база.........................................
Импульсное напряжение эмиттер-база при х„ < 10 мке,

Q > 2 . . . .  ......................................................................
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при ти <

< 10 мке, Q > 2:
К 1 Н Т 2 5 1 ........................................................................................
1НТ251, IHT251 А:

при Гп «  373 К .................................................................
при Тп = 398 К ......................................................................
при Г„ = 423 К .................................................................

Постоянный ток к о л л екто р а .....................................................
Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке, Q > 2 
Постоянная рассеиваемая мощность:

-------при—Т < 333—К—i—I—.—.—.— .— .—.—.—.—.—.—.—.
при Т = 358 К К 1Н Т 25 1 .....................................................
при Г  = 398 К 1НТ251, 1 Н Т 251А ...................................

Импульсная рассеиваемая мощность 1НТ251, 1НТ251А:
при Т < 333 К ..................................................................................
при Г  = 398 К ............................................................................

Температура перехода:
1НТ251, 1Н Т 251А .......................................................................
К 1 Н Т 2 5 1 ........................................................................................

Тепловое сопротивление переход-среда...................................

25*

100 не 
65* не 
200 не 
120* не

15 пФ 
8* пФ

50 пФ 
30 * пФ

6 мкА  
30 мкА  
10 мкА

2

4,5*

45 В

45 В 
22 В 
4 В

6 В

60 В

60 В 
40 В 
30 В 

400 мА  
800 мА

0.4 Вт
0,16 Вт 
0,1 Вт

10 Вт 
2,5 Вт

423 К 
393 К 

218 К/Вт



Температура окружающей среды:
1НТ251, 1Н Т 251А ......................................................................От 213 до

398 К
К 1 Н Т 2 5 1 ....................................................................................... От 238 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  Расстояние от корпуса до места пайки (по 
длине вывода) не менее 1 мм. Радиус изгиба выводов должен 
быть не менее 0,3 мм, расстояние от корпуса до центра окруж­
ности изгиба не менее 1 мм .

При монтаже на плату необходимо учитывать, что корпус 
сборки имеет металлическое дно и металлическую крышку и ни один 
из выводов не имеет соединения с дном и крышкой корпуса. 
Выводы 1 и 8 свободные.

h213 
100

80

60

40

20

0 50 100 150 200 250 1К)мА

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

0 4 Я 12 16 20 UK3,B

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от 
напряжения коллектор-эмиттер

Зависимость напряжения насы- Зависимость напряжения насы
щения коллектор-эмиттер от щения база-эмиттер от токе

тока коллектора. коллектора.
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Зависимость модуля коэффици­
ента передачи тока от частоты

О 10 20 30 40 50 UKg,В

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

10 100 100010000 RБ3,0м

Зависимость емкости эмиттер­
ного перехода от напряжения 

база-эмиттер.

Зависимость максимально до­
пустимого напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

2Т381А-1, 2Т381Б-1, 2Т381В-1, 2Т381Г-1, 
2Т381Д-1

Парные транзисторы, состоящие из двух отдельных кремниевых 
эпитаксиально-планарных п-р-п транзисторов с раздельными выво­
дами. Транзистор 2Т381Г-1 одиночный.
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Бескорпусные без кристалло- 
держателя с гибкими выводами 
и защитным покрытием. Постав­
ляются в сопроводительной таре, 
позволяющей без извлечения из 
нее производить измерение электри­
ческих параметров транзисторов, 
или в таре-спутнике парами, а 
транзисторы 2Т381Г-1 по одному 
либо по два транзистора. Обозна­
чение типа приводится на этикетке.

Масса каждого транзистора не 
более 0,01 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при = 5 В, /3 = 10 мкА, 
не менее: 

при Г =  298 К и Г =  346 К:
2Т381А -1........................................................................................  50
2Т 381Б -1 ........................................................................................  40
2Т381В-1 . . ............................................................................  30
2Т381Д -1........................................................................................  20

при Г = 298 К 2Т 381Г -1 ..........................................................  20
при Т =  213 К :

2Т381А -1.................................................................................. .....  15
2Т 381Б -1 ........................................................................................  12
2Т 381В -1 ...............................' ........................................................ 10
2Т 381Д -1 ........................................................................................  4

Отношение статических коэффициентов передачи тока 
в схеме с общим эмиттером при UK э  = 5 В,
/э  = 10 мкА не менее: 

при Т = 298 К :
2Т381А-1, 2Т 381Б -1 ................................................................ 0,9
2Т 381В -1 ........................................................................................  0,85

при Т = 213 К и Т =  346 К .........................................  0,6
Разность прямых падений напряжения на переходах 

эмиттер-база при и к э  = 5 В, /э = 10 мкА 2Т381А-1,
2Т381Б-1, 2Т381В-1 не более:

при Т — 298 К .............................................. .....  4 . мВ
при Г = 2 1 3  К и 7 =  346 К ............................................... 6 мВ

Разность прямых падений напряжения на переходах 
коллектор-база при 7К = 100 мкА, Т = 298 К 2Т381Д-1
не б о л е е ..............................................................................................  3 мВ

Обратный ток коллектора не более: 
при £/кб = 5 В :

при Т = 298 К ............................. ........................................  10 нА
при Т =  213 К 2Т381А-1, 2Т381Б-1, 2Т381В-1 . . .  10 нА 
при Г =  346 К 2Т381А-1, 2Т381Б-1, 2Т381В-1 . . .  200 нА 

при {/Кб — 25 В ............................................................................  200 нА
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Обратный ток эмиттера при U j Б = 6,5 В не 
более.......................................................................................................... 1 нА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при Т = 213 4-
346 К . . . .  . ............................................................................. 25 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
U3B = 1 кОм, Г =  213 ч- 346 К:

2Т381А-1, 2Т381Б-1, 2Т381В-1, 2Т 381Д -1 ........................  15 В
2Т381Г-1..............................................................................................  25 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Г = 2 1 3 ч -
346 К .......................................................................................................... 6,5 В

Постоянный ток коллектора при Т = 213 ч- 346 К . . . 15 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

Т= 213 ч- 313 К .............................................................................15 мВт
Температура п ер ех о д а .........................................■............................  363 К
Температура окружающей с р е д ы ................................................От 213 до

346 К
П р и м е ч а н и е .  Максимально допустимая постоянная рассеивае­

мая мощность коллектора при Т > 313 К определяется по формуле

РК. макс = (363 — T)/RT п.к.
При монтаже транзисторов в микросхемы они должны быть 

смонтированы на расстоянии не более 2 мм друг от друга. Пайка 
(сварка) выводов допускается на расстоянии не менее 0,6 мм  от 
края поверхности покрытия кристалла. При монтаже транзисторов 
должны быть приняты меры, исключающие нагрев защитного по­
крытия кристалла до температуры более 453 К в течение вре­
мени более 5 с. При эксплуатации транзисторов в аппаратуре 
теплоотвод кристалла должен обеспечивать RT < 4 К/мВт.

КТС395А, КТС395Б
Транзисторные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых 

эпитаксиально-планарных п-р-п универсальных маломощных транзис­
торов с раздельными выводами.

Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре 
-и 6nnni4-ni.iv, пиффрррнчияпьныу и ппрряпионных усилителях, пере­
ключающих, импульсных и других каскадах, в которых требуется 
идентичность параметров двух транзисторов.

Сборки поставляются в виде наборов из двух отдельных тран­
зисторов. Транзисторы бескорпусные с гибкими выводами, защит­
ным покрытием, на металлических подложках, электрически соеди­
ненных с выводами коллекторов. Сборки упаковываю тся в герме­
тичную сопроводительную тару. Обозначение типа приводится на 
сопроводительной таре.

Масса сборки не более 0,5 г.
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Эмиттер |__ ——Коллектор
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Электрические параметры

Граничное напряжение при /э  = 5 мА не менее:
К Т С 3 9 5 А .......................................................................................  45 В
К Т С 3 9 5 Б ............................. .........................................................  30 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при
/к = 10 мА , /Б = 1 мА не б о л ее ............................................... 0,3 в

Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА,
/Б = 1 мА не б о л е е ...................................................................... 1,0 В

Модуль коэффициента передачи тока при (7КЭ = 5 В,
/э  = 10 мА , / = 100  МГц не м е н е е ...................................  3,0

Разность напряжений база-эмиттер транзисторов сборки 
при С/КБ = 5 В, /к = 1 мА для КТС395А не
более ........................................................................................  10,0 мВ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при t/кв = 5 В, /э  = 1 м А : 

при Т — 298 К:
К Т С 3 9 5 А ................................................................................. 4 0 -12 0

К Т С 395Б .......................................................................................  100-300
при Т = 228 К :

КТС395А ................................................................................. 2 0 -1 2 0
К Т С 395Б .......................................................................................  5 0 -300

при Т = 358 К:
КТС395А не м е н е е ................................................................ 40
КТС395Б не м е н е е ..........................................................  100

Обратный ток коллектора при U fa — 45 В не более:
при Т = 298 К и Г =  228 К .........................................0,5 мкА
при Г  = 358 К ........................................................................... 1,0 мкА

Обратный ток эмиттера при С/Бэ = 4 В не более . . . .  0, 5 мк А
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Емкость коллекторного перехода при {/КБ = 10 В,
/ = 1 0  МГц не б о л е е ................................................ .....  8,0 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ = 10 кОм,

/кбо = Ю м к А ..................................................................................  45 В
Напряжение коллектор-база при /КБ0 = 10 мкА . . . .  45 В 
Напряжение база-эмиттер при /ЭБ0 = 10 мкА . . . .  4,0 В
Ток коллектора одиночного тр ан зи сто р а ............................. 100 мА
Ток базы одиночного тр ан зи сто р а .........................................  30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность двух транзисторов 

сборки с дополнительным теплоотводом при обеспе­
чении теплового сопротивления подложка-среда не
более 200 К/Вт и Т < 333 К ................................................ 300 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность двух транзисторов 
сборки с дополнительным теплоотводом при обеспе­
чении теплового сопротивления подложка-среда не 
более 200 К/Вт, т„ < 10 мке, Q > 2 и Т < 333 К . . . 500 мВт: 

Постоянная рассеиваемая мощность одиночного тран­
зистора при постоянной рассеиваемой мощности
сборки, не превышающей п р ед ел ьн ую .............................  250 м В т

Импульсная рассеиваемая мощность одиночного тран­
зистора при импульсной рассеиваемой мощности
сборки, не превышающей п р ед ел ьн ую .............................  500 м В т

Тепловое сопротивление переход-подложка.............................100 К/Вт
Температура п ер ех о д а ........................................................... .....  . 423 К
Температура окружающей с р е д ы ................................................От 228 д

358 К

П р и м е ч а н и я :  1. При монтаже в микросхему максималы 
допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, м В т, 
рассчитывается по формуле

_  (423 -  Т)
* К .макс ~ D »

*»Т п-г

где Яг.п-с = Я г .п -п д  + r t  пд-т + Rт. т-с; Я т-.п -п д  -  тепловое сопротивление 
переход-подложка; R r.m.T ~ тепловое сопротивление подложка-тепло- 
отвод; Rj- т< — тепловое сопротивление теплоотвод-среда.

____ 2. Извлечение сборок из герметичной упаковки, входной контроль
параметров, монтаж в микросхемы, герметизации микросхем долж ны  
осуществляться в помещениях при соблюдении правил вакуумной 
гигиены, влажности воздуха не выше 65 % и температуре 
(298 ± 10) К.

Минимальное расстояние от места пайки (сварки) до защ ит­
ного покрытия должно быть не менее 4 мм. Температура ж ал а  
паяльника должна быть не более 513 К, время пайки — не более
1 мин. Допускается трехкратная перепайка сборок.

Необходимо принимать меры защ иты от статического заряда .
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КТС398А-1, КТС398Б-1
Транзисторные сборки, состоящие каждая из двух изготовленных 

на одном кристалле кремниевых эпитаксиально-планарных п-р-п уси­
лительных сверхвысокочастотных маломощных транзисторов с раз­
дельными выводами.

Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре 
в широкополосных балансных, дифференциальных и операционных 
усилителях и других каскадах, в которых требуется идентичность 
параметров двух транзисторов.

Сборки бескорпусные с гибкими выводами, защитным покры­
тием без кристаллодержателя. Поставляются в сопроводительной 
таре, позволяющей без извлечения из нее сборок проводить из­
мерение их электрических параметров.

Обозначение типа приводится на этикетке.
Масса сборки не более 0,005 г.

Электрические параметры

Модуль коэффициента  передачи тока—при_t/к в = I__В,__________
/э = 2 мА, /  = 100 МГц не м е н е е ....................................  10

Постоянная времени цепи обратной связи при
С/КБ = 5 В, /э  = 1 мА, / = 3 0  МГц не б о л ее ......................... 50 пс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при t/«б = 1  В. /э = 1 МА при
Г = 298 К ............................................................................................... 4 0 -2 5 0

Отношение статических коэффициентов передачи тока в 
схеме с общим эмиттером при 1/кб = 1 В, /э = 1 мА 
при Г = 298 К:
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К Т С 398А -1 .......................................................................................
К Т С 398Б -1 .......................................................................................

Разность прямых падений напряжений эмиттер-база 
при t/кв = 5 В, /э  = 1 мА не более:

КТС398А-1 при Г = 298 К .........................................
КТС398Б-1 при Г  = 298 К .........................................

Обратный ток коллектора при = 10  В, Г=  298 К
не б о л е е ................................................................

Обратный ток эмиттера при и эБ = 4 В не более . . . 
Емкость коллекторного перехода при £/Кб = 5 В

/ = 1 0  М Гц не б о л е е ................................................................
Емкость эмиттерного перехода при i /эв = 1 В 

/ = 1 0  М Гц не б о л е е ..........................................................

0 ,8 ­
0,9-

1,25
1,1

1.5 мВ
3.0 мВ

0,5 мкА
1.0 мкА

1.5 пФ

2.0 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
ЯБЭ «  10 к О м .................................................................................  10 В

Постоянное напряжение коллектор-база...................................  10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база.........................................  4,0 В
Постоянный ток коллектора каждого транзистора

с б о р к и ...................................................................................................  10 мА
Импульсный ток коллектора каждого транзистора сборки

при ти < 10 мкс и Q > 2 ................................................................20 мА
Постоянный ток эмиттера каждого транзистора

с б о р к и ...................................................................................................  10 мА
Импульсный ток эмиттера каждого транзистора

сборки при ти < 10 мкс и Q > 2 ...................................20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность двух транзисторов

сборки при Rt.„-c < 1 К/мВт и Т = 213 -г 358 К . . . . 30 мВт
Температура окружающей с р е д ы ...............................................От 213 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже сборки в гибридную интеграль­
ную микросхему и в процессе технологического цикла изготов­
ления микросхем не допускается использование материалов, вступаю­
щих в химическое и электрохимическое взаимодействие с защитным 
покрытием и другими элементами конструкции прибора (защитное 
покрытие кристалла изготовлено на основе кремнийорганического 
лака).

Пайка (сварка) выводов допускается на расстоянии не менее
1 мм от кристалла; должны быть приняты меры, исключающие 
возможность натяжения и деформации выводов, нарушения защит­
ного покрытия, касания выводами незащищенных частей кристалла 
и токоведущих частей платы, а также должен быть обеспечен 
небольшой свободный провис закрепленного вывода.

Температура нагрева сборки не должна превышать 398 К 
(при пайке или сварке выводов допускается превышение указанной 
температуры до значения не более 453 К в течение времени, не 
превышающего 5 с).
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Зависимость относительного 
модуля коэффициента пере­
дачи тока от напряжения кол- 

лектор-база.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока эмиттера.

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от напряжения кол- 

лектор-база.

Зависимость относительной раз­
ности прямых падений напря­
жений эмиттер-база от тока 

эмиттера.

Зависимость относительной раз­
ности прямых падений напряже­
ний эмиттер-база от напряжения 

коллектор-база.
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Зависимость относительной по­
стоянной времени цепи обрат­

ной связи от тока эмиттера.

Зависимость относительной по­
стоянной времени цепи обрат­
ной связи от напряжения кол­

лектор-база.

Зависимость относительной ем- Зависимость относительной ем­
кости коллекторного перехода кости эмиттерного перехода от 
от напряжения коллектор-база. напряжения эмиттер-база.

2ТС613А, 2ТС613Б, КТС613А, КТС613Б, 
КТС613В, КТС613Г

Транзисторные матрицы кремниевые эпитаксиально-планарные 
п-р-п переключательные.

Предназначены для быстродействующих импульсных схем. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
М атрица содержит четыре изолированные транзисторные структуры. 

М асса матрицы не более 4 г. %
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при 1/КБ = 5 В, /к = 200 м А : 

при Т = 298 К:
2ТС613А, К Т С 6 1 3 А ........................................................... 2 5 -10 0

2ТС613Б, К Т С 613Б .................................................................  40 -  200
КТС613В.........................................................................................2 0 -12 0

КТС613Г . ...................................................................................  5 0 -30 0
при Т= 358 К :

К Т С 6 1 3 А ................................................................................... 2 0 -2 0 0
КТС613Б......................................................................................... 3 0 -30 0

---------КТС613В............................. .....  ................................— 1 0 -1 20
К Т С 613Г ......................................................................................... 3 0 -30 0

при Т = 398 К:
2Т С 613А ......................................................................................... 2 0 -20 0
2Т С 613Б ......................................................................................... 3 0 -3 0 0

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
= 400 мА, /Б = 80 м А :

2ТС613А, 2ТС613Б не б о л е е .......................................... .. 1 В
типовое значение.............................................................................0,5* В

КТС613А, КТС613Б, КТС613В, КТС613Г не более 1,2 В
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Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 400 мА,
/б = 80 мА не б о л е е ...................................................................... 2 В
типовое з н а ч е н и е ............................................................................ 1,1* В

Время рассасывания при /к = 150 мА, /Б = 15 мА не
более ..........................................................................................................100 не
типовое значение ............................................................................45* не

М одуль коэффициента передачи тока при 1/КБ = Ю В.
/э = 30 мА, / = 1 0 0  МГц не менее . .............................. 2

Емкость коллекторного перехода при С/кб = 10  В не
болеё ....................................................................................................  15 пФ
типовое з н а ч е н и е ............................................................................8* пФ

Емкость эмиттерного перехода при {/э  б = 4 В не
более ................................................ ......................................................... 50 пФ

Граничное напряжение при /э = 50 мА 2ТС613А,
2ТС613Б не м е н е е ............................................................................ 40 В

Обратный ток коллектора не более:
2ТС613А, 2ТС613Б при С/Кб = 60 В .............................. 5 мкА
КТС613А, КТС613Б при i/KB = 60 В .............................  8 мкА
КТС613В, КТС613Г при {УКБ = 40 В .............................  8 мкА

Обратный ток эмиттера t/эв = 4 В не б о л е е ........................10 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база:

2ТС613А, 2ТС613Б:
при Т„ = 213 -=- 373 К ..........................................................  60 В
при Тп = 398 К ...................................................................... 45 В
при Т„ = 423 К ...................................................................... 30 В

КТС613А, КТС613Б:
при Тп = 228 -г- 343 К ..........................................................  60 В
при Гп = 393 К ...................................................................... 30 В |]

КТС613В, К ТС613Г:
при Тп = 228 ч- 343 К ..........................................................  40 В
при Тп = 393 К ...........................................................................  20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
/?эб = 1 кО м :

2ТС613А, 2ТС613Б:
при Т„ = 213 4- 373 К ..........................................................  50 В
при Тп = 398 К .....................................................................  37 В
при Гп = 423 К ...................................Г ............................  25 В

КТС613А, КТС613Б:
при Тп = 228 4- 343 К . . ...............................................  50 В
при Тп — 378 К ...................................................................... 42 В
при Тп = 393 К ...................................................................... 25 В

КТС613В, К ТС613Г:
при Гп = 228 4- 343 К ..........................................................  30 В
при Гп = 378 К ...................................................................... 25 В
при Гп = 393 К ...................................................................... 15 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при 
^ эб = 0:

2ТС613А, 2ТС613Б: -
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при Тп = 213 — 373 К ...........................................................  60 В
при Т„ = 398 К ....................................................................... 45 В
при Т„ = 423 К ............................................................................  30 В

КТС613А, КТС613Б:
при Тп = 228 -г- 343 К ...........................................................  60 В
при Т„ = 378 К ....................................................................... 50 В
при Гп = 393 К ....................................................................... 30 В

КТС613В, КТС613Г:
при Т„ = 228 -г- 343 К ...........................................................  40 В
при Тп = 378 К ....................................................................... 34 В
при Тп = 393 К ............................................................................  20 В

Постоянное напряжение база-эмиттер 2ТС613А, 2ТС613Б 
при Тп = 213 + 398 К и КТС613А, КТС613Б, КТС613В,
КТС613Г при Тп = 228 + 393 К .........................................  4 В

Импульсное напряжение коллектор-база при ти < 10 мке,
Q > 2:

2ТС613А, 2ТС613Б:
при Тп = 213 + 373 К ............................................... .....  . 80 В
при Тп = 398 К ....................................................................... 60 В
при Т„ = 423 К ....................................................................... 40 В

КТ613А, КТС613Б:
при Гп = 228 + 343 К ...........................................................  80 В
при Тп = 393 К ...........................................................  40 В

КТС613В, КТС613Г:
при Тп = 228 -г- 343 К ...........................................................  60 В
при Тп = 393 К ....................................................................... 30 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при 
ти < 10 мке, Q > 2, ЛЭБ = 1 кОм:

2ТС613А, 2ТС613Б при Гп = 213 + 373 К . . . 70 В 
КТС613А, КТС613Б при Тп = 228 + 343 К . . . 70 В 
КТС613В, КТС613Б при Г„ = 228 + 343 К . . . . 50 В 

Постоянный ток коллектора 2ТС613А, 2ТС613Б при 
Г =  213 + 398 К, КТС613А, КТС613Б, КТС613В,
КТС613Г при Т= 228 + 358 К ...............................................  400 мА

Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке, Q > 2 
2ТС613А, 2ТС613Б при Г =  213 + 398 К и КТС613А,
КТС613Б, КТС613В, КТС613Г при Т =  228 +
358 К .........................................................................................................  800 мА

Постоянная рассеиваемая мощность транзисторной 
матрицы:

------ 2ТС613А, 2ТС613Б:__________________________________________
при Г =  213 + 323 К ........................ ..... ...................................0,8 Вт
при Г  = 398 К .......................................................................0,2 Вт

КТС613А, КТС613Б, КТС613В, КТС613Г:
при Г  = 228 + 323 К ........................................................... 0,8 Вт
при Г  = 358 К .......................................................................0,2 Вт

Постоянная рассеиваемая мощность одной структуры 
транзисторной матрицы 2ТС613А, 2ТС613Б при 
Т =  213 + 323 К и КТС613А, КТС613Б, КТС613В,
КТС613Г при Т = 228 + 323 К ................................................0,5 Вт
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при Г = 398 К 2ТС613А, 2 Т С 6 1 3 Б ........................0,125 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность транзисторной мат-

рицы при тн < 10 мкс, Q > 2:
2ТС613А, 2ТС613Б:

при Т=  213 -  323 К .......................................................... 3,2 Вт
при Г = 398 К ...................................................................... 0,8 Вт

КТС613А, КТС613Б, КТС613В, КТС613Г:
при Т = 228 ч- 323 К .......................................................... 3,2 Вт
при Г = 358 К ...................................................................... 0,8 Вт

Импульсная рассеиваемая мощность одной структуры 
транзисторной матрицы 2ТС613А, 2ТС613Б при 

ти < 10 мкс, Q> 2 Г =  213 ч- 323 К и КТС613А, 
КТС613Б, КТС613В, КТС613Г при Г =  228 +-
322 К ......................................................................................................... ...... 2 Вт
при Т = 398 К 2ТС613А, 2Т С 613Б .........................................0,5 Вт

Температура перехода:
2ТС613А, 2Т С 613Б ...................................................................... ......423 К
КТС613А, КТС613Б, КТС613В, К ТС613Г..............................393 К

Тепловое сопротивление переход-корп ус .............................60 К/Вт

Тепловое сопротивление переход-окружающая среда . . 125 К/Вт
Температура окружающей среды:

2ТС613А, 2Т С 613Б ...................................................................... От 213 до
398 К

КТС613А, КТС613Б, КТС613В, КТС613Г....................... От 228 до
358 К

П р и м е ч а н и е .  Пайка выводов допускается на расстоянии не 
менее 3 мм от корпуса матрицы при температуре жала паяль­
ника не выше 523 К в течение времени не более 5 с. Изгиб 
выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса 
матрицы с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Допускается 
лю бая комбинация и последовательность включения транзисторных 
структур в матрице при условии, что Лс м акс, ° Д н ° й  транзистор­
ной структуры не превышает 0,5 Вт, а мощность, рассеиваемая 
всей матрицей, 0,8 В при Гп = 228 323 К. Допустимый электро­
статический потенциал не более 1000 В.

КТС631А, КТС631Б, КТС631В, КТС631Г
Транзисторные сборки, состоящие из четырех кремниевых эпи­

таксиально-планарных п-р-п переключательных сверхвысокочастотных 
мощных транзисторов с раздельными выводами.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выво­
дам и . Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса сборки не более 4 г.
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Электрические параметры

Граничная частота при [/кэ = 10 В, /э = 50 мА не
менее..........................................................................................................

КТС631А, К Т С 6 3 1 Б .................................................................  350 МГц
КТС631В, К Т С 6 3 1 Г .................................................................  200 МГц

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =
= 450 мА, /Б = 45 мА КТС631А, КТС631Г и 
/к = 100 мА, /Б = 10 мА КТС631Б, КТС631В не 
более..........................................................................................................  1,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при = 450 мА,
/б = 45 мА КТС631А, КТС631Г и /к = 100 мА,
/Б = 10 мА КТС631Б, КТС631В не более . . . .  2 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при 1/кэ = 1 В, /к  = 300 мА 
КТС631А, КТС631Г и /к = 150 мА КТС631Б, КТС631В 
не м е н е е ..............................................................................................  20

Емкость коллекторного перехода при {УКБ = 10 В,
/ = 1 0  МГц не б о л е е .................................................................  15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при [/БЭ = 0,5 В,
/ = 1 0  МГц не б о л е е ................................................................. 100 пФ
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Постоянная времени цепи обратной связи при
UK3 = 10 В, /э = 30 мА, /=  5 МГц не более . . .  40 не

Время рассасывания при /к = 150 мА, /Б = 15 мА не 
более:

КТС631А, К Т С 6 3 1 Б ............................  30 не
КТС631В, К Т С 6 3 1 Г ...............................................................  60 не

Обратный ток коллектора при Г/кэ = ^кэ.макс не 
более:

КТС631А, К Т С 631В .....................................................................  200 мкА
КТС631Б, К Т С 631Г .................................. ...................................50 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/БЭ = 4 В не более . . .  100 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =

= 0, 7  = 308 К :
КТС631А, К Т С 6 3 1 Б .................................................... .....  . 30 В
КТС631В, К Т С 6 3 1 Г .................................. ............................. 60 В

Постоянное напряжение коллектор-база при 7  = 308 К :
КТС631А, К Т С 6 3 1 Б ................................................................ 30 В
КТС631В, К Т С 631Г .....................................................................  60 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при 7  = 308 К . . . 4 В

Постоянный ток коллектора при 7 =  308 К:.
КТС631А, К Т С 6 3 1 Г ...............................................................  1 А
КТС631Б, К Т С 6 3 1 В ...............................................................  0,3 А

Импульсный ток коллектора при ти < 10 мкс, Q > 50,- 
7 =  308 К :

КТС631А, К Т С 6 3 1 Г ...............................................................  1,3 А
КТС631Б, К Т С 631В .....................................................................  0,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность транзисторной ма­
трицы при 7К «  328 К ................................................................ 1 Вт
7К = 358 К .............................................................................................. 0,5 В

Импульсная рассеиваемая мощность транзисторной ма­
трицы при т„ < 10 мкс, Q > 50, 7К < 328 К . . . 3 Вт 
при 7„ = 358 К

КТС631 А, К Т С 631Г .....................................................................  1,5 Вт
КТС631Б, К Т С 6 3 1 В ............................................................... 0,9 Вт

Температура п е р е х о д а .....................................................................  393 К
Температура окружающей с р е д ы ...............................................От 228 до

358 К
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К1НТ661А
Транзисторная сборка, состоящая из четырех кремниевых эпи- 

шсиально-планарных п-р-п переключательных высокочастотных ма- 
эмощных транзисторов.

Предназначена для приме­
нения в переключательных схе­
мах.

Выпускается в металлокера­
мическом корпусе с гибкими 
выводами. Обозначение типа 
приводится на корпусе.

Масса сборки не бо­
лее 0,4 г.

73 12 5 В
I 11 III IV

Электрические параметры

апряжение насыщения коллектор-эмиттер при /« =
= 5 мА, /Б = 2 мА не б о л е е .......................................... 5 В

татический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим э\1иттером при С/«в = W В, /э = 10 мА не
м е н е е ....................................................................................................  5
братный ток колле^гор-эмиттер при t/K3 = 250 В,
Лэб = 1 кОм не б о л е е ................................... ...... 30 мкА

Предельные эксплуатационные данные
остоянное напряжение коллектор-база.................................... 300 В
остоя!пюе ^напряжение коллектор^миттир  ̂  ̂ при ^  в

остоянный ток к о л л е к т о р а ...................................................... 5 мА
мпульсный ток коллектора при/= 400 ч- 10000 Гц . . . 10 мА
остоянный ток б а з ы .......................................................................  5 мА
остоянная рассеиваемая мощность (для всей сборки):

при Т <. 323 К .............................................................................  0,1 Вт
при Г = 343 К .............................................................................0,06 Вт

емпература перехода .......................................................................  373 К
епловое сопротивление переход-среда....................................  500 К/Вт
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Температура окружающей с р е д ы ...............................................От 238 до
343 К

П р и м е ч а н и е .  Сборка должна устанавливаться на печатную 
плату плотно по всей поверхности корпуса с помощью клея, не 
имеющего кислотных и щелочных составляющих и не допускаю­
щего деформацию корпусов в процессе монтажа и эксплуатации 
(например, клей АК-20 или мастика «ЛН»).

Расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не 
менее 1 мм, жало паяльника должно быть заземлено. .

Радиус изгиба выводов должен быть не менее 0,3 мм, рас­
стояние от корпуса до центра окружности изгиба не менее 1 мм.

п-р-п и р-п-р

КТСЗОЗА-2
Транзисторная сборка, состоящая из двух кремниевых эпитак­

сиально-планарных р-п-р и п-р-п универсальных высокочастотных 
маломощных транзисторов с раздельными выводами.

Предназначена для работы в выходных каскадах операцион­
ных усилителей, усилителях и генераторах низкой и высокой частот 
и генераторах импульсных сигналов герметизированной аппаратуры.

Бескорпусная с гибкими 
выводами и защитным по­
крытием на кристаллодержа- 
теле. Сборка помещается в 
сопроводительную тару, поз­
воляющую без извлечения из 
нее производить измерение их 
электрических параметров. 
Обозначение типа приводится 
на крышке возвратной тары.

Масса сдвоенных транзи­
сторов не более 0,1 г.

Электрические параметры

Параметры одиночного транзистора
Граничное напряжение* при /э = 20 м А .............................  45 —80 В

типовое зн ач ен и е ............................................................................55 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при /к =

= 10 мА, /Б = 1 мА не б о л е е ............................................... 0,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при /к = 10 мА,

/Б = 1 м А ............................................................................................. 0 ,7 * -0 ,9  В
типовое зн ач ен и е ............................................................................0,75 * В

7*

База,]_ 
Коллектор 
Зми,ттер I

Зми.ттер 2 
/Коллектор 2 

'  /5а,за.2
/ у
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Статический коэффициент передачи тока в схеме "с 
общим эмиттером при £/Кб = 5 В, /э  = 1 мА:

при Т = 298 К .................................................................................. 4 0 -1 8 0
при Г =  398 К ............................................................................  4 0 -2 8 0
при Г =213 К ..................................................................................2 0 -1 8 0

Модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим 
эмиттером на /= 100  МГц при С/Кб = 5 В, /э =
= 10 мА не м е н е е ......................................................................  3

Постоянная времени цепи обратной связи* щ  /  = 30 МГц
при 1/КБ = 10 В, /э  = 30 м А .............................. .....  30 — 80 не
типовое зн ач ен и е ............................................................................  50 не

Емкость коллекторного перехода при t/KB = 5 В, /=
= 10 МГц не б о л е е ......................................................................  8 пФ

Обратный ток коллектора при = 45 В не более:
при Г =  298 К и Г =  213 К ............................................... 0,5 м кА
при Г = 398 К ............................................................................ 10 мкА

Обратный ток эмиттера при С/Бэ = 4 В не более . . .  1 мкА

Параметры сдвоенных транзисторов
Отношение статических коэффициентов передачи тока 

транзисторов при (/КБ = 5 В, /э  = 1 мА не менее:
при Г  = 298 К ............................................................................  0,7
при Т =213 К и Т= 398 К ...............................................  0,6

Разность входных напряжений * при 1/кБ = 5 В, /э =
= 1 мА не б о л е е ............................................................................  30 мВ
типовое значение..................................................................................  15 мВ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при ЛБЭ =
= 10 кОм, Т = 213 398 К .....................................................  45 В

Постоянный ток коллектора при Т = 213 398 К . 1 . 0,1 А 
Импульсный ток коллектора при тн < 40 мкс, Q >

> 500, Т = 213 ч- 398 К ................................................................. 0,5 А
Постоянный ток базы при 7 '= 213-н  398 К ........................0,03 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллекторов сдвоен­

ных транзисторов (в составе микросхемы):
при Г =  213 323 К .................................................................0,5 Вт
при Г = 398 К ............................................................................ 0,125 Вт

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора одного 
— транзистора (в составе микросхемы):

при Т =  213 -г 323 К ...................................................................... 0,25 Вт
при Т = 398 К ....................................................................... . . 0,0625 Вт

Температура п ер ех о д а ......................................................................  423 К
Температура окружающей с р е д ы ...............................................От 213

до 398 К
П р и м е ч а н и я :  1. При извлечении сдвоенных транзисторов 

из тары," измерении параметров, а также применении и монтаже 
должны быть приняты меры, исключающие возможность поврежде­
ния транзисторов, в том числе статическим электричеством.
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2. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность 
коллектора, Вт, одного транзистора при Тк =  323 -г- 398 К опре­
деляется по формуле

макс =  (423 — 7’]с)/(400 +  R n  „д-к)>

где Лг.к.пд-к— тепловое сопротивление участка керамическая под­
ложка — корпус микросхемы.

•ч:
*
5

Зависимость тока базы от 
напряжения база-эмиттер.

Зависимость относительного 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от 
сопротивления база-эмиттер.

Зависимость напряжения насы­
щения коллектор-эмиттер от ко­

эффициента насыщения.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

коллектора.
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ависимость статического коэф- 
>ициента передачи тока от тем­

пературы.

р-п-р

2ТС393А-1, 2ТС393Б-1, КТС393А, КТС393Б
Транзисторные сборки, состоящие каждая из двух кремние- 

ых эпитаксиально-планарных р-п-р усилительных сверхвысокочастот- 
ых маломощных транзисторов на одном кристалле с раздельными 
ыводами.

Предназначены для применения в широкополосных балансных, 
;ифференциальных и операционных усилителях и других каскадах, 

которых требуется идентичность параметров двух транзисторов 
ерметизированной аппаратуры.
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Сборки бескорпусные с гибкими выводами, защитным покры­
тием без кристаллодержателя. Поставляются в сопроводительной 
таре, позволяю щ ей без извлечения из нее проводить измерение 
электрических параметров транзисторов. Обозначение типа приводится
на этикетке.

Масса сборки не более 0,005 г.

Электрические параметры

Параметры одиночного транзистора

Коэффициент шума при UKэ =  6 В, /к  =  1 мА, / =
=  60 М Гц, Яг =  250 О м ......................................................3 - 6  дБ
типовое з н а ч е н и е ........................................... .......................... 4,5* дБ

Модуль коэффициента передачи тока при £/КБ =  1 В,
/э  =  1 мА, / = 1 0 0  МГц не м е н е е ................................. 5

Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб =
=  2 В, / э  =  2 мА, / = 1 0  МГц не б о л е е ...................... 80 пс

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  10 мА,
/ Б = 1  мА 2ТС393А-1, КТС393А не более . . . .  0,6 В 

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером  при С/КБ =  1 В, /э  =  1 мА: 

при Т  =  298 К:
2ТС393А-1, К Т С 3 9 3 А ......................................................4 0 -1 8 0
2ТС393Б-1, К Т С 3 9 3 Б ......................................................30 -140

при Т  =  358 К :
2ТС393А-1, КТС393А не б о л е е ................................. 360

„ 2ТС393Б-1, КТС393Б не б о л е е ................................. 280
при Г  = 2 1 3  К (Т  =  228 К КТС393А, КТС393Б):

2ТС393А-1, КТС393А не м ен ее......................................  16
2ТС393Б-1, КТС393Б не м ен ее ......................................  12

Емкость коллекторного перехода при UKE =  5 В, /  =
=  10 М Гц не б о л е е ................................................................  2 пФ

Емкость эмиттерного перехода при £/БЭ =  0, / =  10 МГц
не б о л е е ............................................................................................  2 пФ

Обратный ток коллектора не более:
при Т  =  298 К и Г =2 13  К (Г =  228 К КТС393А, 
КТС393Б):

2ТС393А-1, КТС393А (при (/КБ =  10 В ) ......................0,1 мкА
2ТС393Б-1, КТС393Б (при С/КБ =  15 В) . . ' . . . 0,2 мкА 

при Г =  358 К, С/КБ =  10 В 2ТС393А-1, КТС393А
и при t /KB =  15 В 2ТС393Б-1, К Т С 3 9 3 Б ......................10 мкА

Обратный ток эмиттера при (/Б э  =  4 В не более: 
при Т  =  298 К и Т  = 213 К ( Г =  228 К КТС393А, 

КТС393Б):
2ТС393А-1, К Т С 3 9 3 А .................................................0,1 мкА
2ТС393Б-1, К ТС 393Б ......................................................0,2 мкА

при Т  = 358 К ......................................................................10 мкА
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Отношение статических коэффициентов передачи тока 
'  в схеме с общим эмиттером при t/кв = 1  В, / э =

=  1 мА не менее: 
при Г =  298 К:

2ТС393А-1, К Т С 3 9 3 А ....................................................... 0,9
2ТС393Б-1, К Т С 3 9 3 Б ....................................................... 0,8

при Т  =  358 К и Т = 213 К (Г  =  228 К КТС393А,
КТС393Б):

2ТС393А-1, К Т С 3 9 3 А ............................................ ..... . 0,8
2ТС393Б-1, К Т С 3 9 3 Б ....................................................... 0,7

Модуль разности прямых напряжений эмиттер-базы при 
(/кб =  5 В, / э  =  1 мА не более:

2ТС393А-1, К Т С 393А ............................................................  3 мВ
2ТС393Б-1, К Т С 3 9 3 Б ............................................................  5 мВ

Ток утечки между транзисторами не более:
при Г =  298 К и 2"= 213 К (Г  =  228 К КТС393А,
КТС393Б):

2ТС393А-1, КТС393А (при t /KiK2 =  Ю В) . . . . 0,1 мкА  
2ТС393Б-1, КТС393Б (при t / K iK 2 =  15 В) . . . . 0,2 мкА  

при Т =  358 К .......................................................................5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор- 
эмиттер при ЛБЭ < 5 кОм, Т  = 213 +  358 К (Т  =  228 +
358 К КТС393А, КТС393Б): .

2ТС393А-1, К Т С 393А ............................................................  10 В
2ТС393Б-1. К Т С 3 9 3 Б ............................................................  15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при 7”=  2ГЗ +
358 К (Г  =  228 + 358 К КТС393А, КТС393Б) . . . 4 В 

Постоянный ток коллектора при Т =  213 + 358 К (Т  =
= 228 + 358 К КТС393А, КТС393Б) .................................  10 мА

Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке, Q > 2,
Т =  213 + 358 К ( Г =  228 + 358 К КТС393А,
К Т С 3 9 3 Б ).......................................................................................20 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора (сум­
марная двух транзисторов): 

при Т  = 213 + 318 К (Т  = 228 +  318 К КТС393А,
К Т С 3 9 3 Б ) ................................................................................. 20 мВ т
при Т  = 358 К .......................................................................10 м В т

Температура перехода . ; . :— .— .— ;— .— :— .— ;— .— ;----- 398 К ------
Температура окружающей среды:

2ТС393А-1, 2 Т С 3 9 3 Б -1 .......................................................От 213
до 358 К

КТС393А, К ТС393Б................................................................. От 228
до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Монтаж кристаллов на подложку м и к ро­
схемы производить клеем холодного отвердения на основе см олы  
ЭД-5.

Параметры сдвоенных транзисторов
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Допускается изгиб выводов на расстоянии 0,5 мм, сварка не 
менее 1 мм от края кристалла. При длине выводов более 
3 мм выводы должны быть дополнительно закреплены лаком.

При обнаружении обрыва золотого вывода от вывода инди­
видуальной тары у потребителя допускается приварка золотого вы­
вода к выводу индивидуальной тары.

2. Не рекомендуется эксплуатация транзисторных пар при ра­
бочих токах, соизмеримых с обратными неуправляемыми токами 
эмиттера и коллектора во всем интервале температур.

При значениях R r.n-c, отличающихся от значения 4 К/мВт, 
максимально допустимая постоянная мощность рассеивания кол­
лектора должна быть не более 40 мВт и определяется по формуле

^К.мцкс =  (398 -  Г)/(0,2 + Rf.n-c)'

где Rr.n-c — тепловое сопротивление микросхемы на участке нижняя 
поверхность кристалла — окружающая среда.
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Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока эмиттера.

5о*ч->
II05Ю

Cfc

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

2ТС J93А -1.2ТСШ Б-1,
Л 1 иJJO/Л

'С 393
}
■Б\

\
102 103 10ч 10s 106 RB3,0m 

Зависимость относительного 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от 

сопротивления база-эмиттер.
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КТС394А, КТС394Б
Транзисторные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых 

эпитаксиально-планарных р-п-р универсальных маломощных транзи­
сторов с раздельны ми выводами.

Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре 
в балансных, дифференциальных и операционных усилителях, пере­
ключающих и других каскадах, в которых требуется идентичность 
параметров двух транзисторов. ■

Сборки поставляю тся в виде наборов из двух отдельных тран­
зисторов. Транзисторы  бескорпусные с гибкими выводами, защит-

Эмиттер 
\

csj ш

Коллектор 
j База

2,5

2,5

База  I  ХЭЭмиттер 

*Коллектор
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ным покрытием, на металлических подложках, электрически соеди­
ненных с выводами коллекторов. Сборки упаковываются в герме­
тичную сопроводительную тару. Обозначение типа приводится на 
сопроводительной таре.

Масса сборки не более 0,5 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при /д  =  5 мА не менее:
КТС394А .................................................................................. 45 В
К Т С 3 9 4 Б .................................................................................  30 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  10 мА, / Б =  1 мА не б о л е е ......................................  0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при /«  =  10 мА,
/ б =  1 мА не б о л е е .................................................................  1,0 В

Модуль коэффициента передачи тока при UKэ  =  5 В,
/э  =  10 мА, /= 1 0 0  М Гц не м е н е е .................................  3,0

Разность напряжений база-эмиттер транзисторов сборки 
при (/КБ =  5 В, /к =  1 мА КТС394А не более . . . 10,0 мВ 

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при С/КБ =  5 В, /э  = 1 мА: 

при Т  =  298 К:
КТС394А................................................................................. 4 0 -1 2 0
К Т С 394Б.................................................................................  100 -300

при Т  = 228 К:
КТС394А................................................................................. 2 0 -1 2 0
К Т С 394Б.................................................................................  5 0 -3 0 0

при Т =  358 К:
КТС394А не м е н е е ............................................................  40
КТС394Б не м е н е е ............................................................  100

Обратный ток коллектора при 1/КБ =  45 В не более:
при Г =  298 К и Т =  228 К ...................................... 0,5 мкА
при Т =  358 К ............................................................................ 1,0 мкА

Обратный ток эмиттера при 1/ЭБ =  4 В не более . . . .  0,5 мкА 
Емкрсть коллекторного перехода при t/кв = 1 0  В, /  =

=  10 МГц не б о л е е ..................................................................8,0 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Л Бэ  =
=  10 кОм, /кв =  Ю м к А ......................................................  45 В

Постоянное__ напряжение__ коллектор-база при / КЕ ______________
=  10 м к А ....................................................................................... 45 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при /чк =
=  10 м к А ....................................................................................... 4,0 В

Постоянный ток коллектора одиночного транзисто­
ра ..................... .................................................................................100 мА

Постоянный ток базы одиночного транзистора . . . .  30 мА  
Постоянная рассеиваемая мощность двух транзисторов 

сборки с дополнительным теплоотводом при R t  пд-с <
< 200 К/Вт и Г =  333 К ......................................i . . 300 мВт
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И мпульсная рассеиваемая мощность двух транзисторов 
сборки с дополнительным теплоотводом Rr.na< <
< 200 К/Вт, ти < 10 мкс, Q > 2 и Т  — 333 К . . . . 500 мВт 

П остоянная рассеиваемая мощность транзистора при 
постоянной рассеиваемой мощности сборки, не пре­
выш аю щ ей п редельн ую ...........................................................  250 мВт

И мпульсная рассеиваемая мощность одиночного транзи­
стора при импульсной рассеиваемой мощности сборки,
не превышающей п р ед ел ь н у ю ...........................................  500 мВт

Тепловое сопротивление переход-подложка...........................100 К/Вт
Температура п е р е х о д а ................................................................  423 К
Температура окружающей среды ............................................... От 228

до 358 К

П р  и м е ч а н и я :  1. При монтаже в микросхему максимально 
допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, 
рассчитывается по формуле

^К .м акс =  (4 2 3  — T)/RTn.c,

где Д г.п-с =  Лгп-пд +  Лг.пд-т +  Дг.т-с; Лт-п-пд -теп л овое  сопротивление 
переход-подложка; R r . n a -т  ~  тепловое сопротивление подложка-тепло- 
отвоц; R t.t-c — тепловое сопротивление теплоотвод-среда.

2. Извлечение сборки из герметичной упаковки, входной 
контроль параметров, монтаж в микросхемы, герметизация микро­
схем должны осуществляться в помещениях при соблюдении пра­
вил вакуумной гигиены, влажности воздуха не выше 65 % и Т  =  
=  (298 ± 1 0 )  К.

Минимальное расстояние от места пайки (сварки) до защитного 
покрытия должно быть не менее 4 мм. Температура жала паяль­
ника долж на быть не более 513 К, время пайки не более 1 мин. 
Допускается трехкратная перепайка сборок. Необходимо принимать 
меры, предохраняющие сборки от статического заряда.

Ь мА 
10

8

6

Ч

2

Г I 
КТС39ЧА,
KI c j y ЧЬ

1 II*Jc А

иКЗ =5£

ъ
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0иБЭ,В 

Входные характеристики. Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока

эмиттера.
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213 233 253  273 293 313 333 Т,К

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тока 

коллектора.

Зависимость статического коэф­
фициента передачи тока от тем­

пературы.

Зависимость относительного 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от 

сопротивления база-эмиттер.

1,2

1,1

i 1’0 
* 0,9

\ 0 , 8
$
^  0,7

0,6

КТС39‘М , КТОсm s
■

1к = 10 Vf кА

102 103 10ч 10s 10s R ssfiM

КТС3103А, КТС3103Б
Транзисторные сборки, состоящие из двух кремниевых планарных 

р-п-р усилительных сверхвысокочастотных маломощ ных транзисторов 
с раздельными выводами.

Предназначены для работы в дифференциальных усилительных 
каскадах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими 
выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса сборки не более 1,5 г.

1 -к о л л е к т о р l-6a.3a.1i 3-зни.ттер

Ч - Коллектор •, 5 - база I ) 6 - эмиттер
1/2 2 6  Полупроводниковые приборы



. Параметры одиночного транзистора

Модуль коэффициента передачи тока при t/кв =  5 В,
/э  =  3 мА, / =  100 М Г ц ...........................................................6 -1 3 *
типовое зн а ч е н и е ................................ .......................................  9*

Постоянная времени цепи обратной связи при £/кб =
=  5 В, / э  =  3 м А , / = 3 0  М Г ц ................................ .....  . 10 * — 80 пс
типовое з н а ч е н и е ......................................................................2 2 * пс

Коэффициент шума* при 1/кэ = 5 В, / э  =  1 мА, R T =
=  150 Ом, / = 6 0  М Гц . . .................................................3,6 —5 дБ
типовое з н а ч е н и е ......................................................................4,2 дБ

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер п р и /к =  10 мА,
/Б = 1  м А ...................................................................................... 0 ,16*-0 ,6  В
типовое з н а ч е н и е ......................................................................0,29 * В

Напряжение насыщения база-эмиттер* при / к =  10 мА,
/ Б =  1 м А .......................................................................................0 ,8 -1 ,1  В
типовое з н а ч е н и е ...................................................................... 0,9 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при Uкб =  1 В, /э  =  1 м А :

при Г  =  298 К ...................................................................... 4 0 -2 0 0
типовое зн ачен и е...................................................................... 113 *
при Г  =  358 К ...................................................................... 32 -600
при Т  =  228 К не менее ................................................. 16

Емкость коллекторного перехода* при UKg = 5 В, /  =
=  10 М Г ц ....................................................................................... 1,1 —

2.5 пФ
типовое з н а ч е н и е ......................................................................1,3 пФ

Емкость эмиттерного перехода* при l / в э =  0, /  =
=  10 М Г ц ....................................................................................... 1,05 —

2.5 пФ
типовое з н а ч е н и е ...................................................................... 1,26

Обратный ток коллектора при t/KB = 1 5  В не более:
при Г  =  298 К и Т  =  228 К ......................................0,2 мкА
при Т  =  358 К ......................................................................5 мкА

Обратный ток эмиттера при (УБЭ =  5 В не более:
при Г  =  298 К и Г =  228 К .......................................... 0,5 мкА
при Т  =  358 К ......................................................................5 мкА

Параметры сдвоенных транзисторов

Отношение статических коэффициентов передачи тока 
в схеме с общ им эмиттером при С/кб = 1  В, /э  =
- 1 мА, Т  =  298 К не менее:

К Т С З Ю З А .................................................................................  0,9
К Т С З Ю З Б .................................................................................  0,8

Модуль разности прямы х напряжений эмиттер-база при 
t/к б =  5 В, / э  =  1 мА  не более:

К Т С З Ю З А ...................................................... ..........................  3 мВ
КТСЗЮЗБ ................................................................................. 5 мВ

Электрические параметры
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Ток утечки между транзисторами при U =  20 В не 
более:

при Г =  298 К и Т  =  228 К ......................................0,1 мкА
при Т = 358 К ........................................................................... 5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор- 
эмиттер при Лб э < 1 5  к О м ,  Т  =  228 358 К . . . 15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при Г =  228 ч- 
358 К ...........................................................................................  5 В

Постоянный ток коллектора при Т  = 228 358 К . . . 20 мА

Импульсный ток коллектора при ти < 10 мке, Q > 2,5,
Т = 228 -  358 К ...........................................................................  50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора (суммар­
ная двух транзисторов):

при Т  =  228 н- 328 К ...........................................................  300 мВт
при Т  =  358 К ........................................................................... 120 мВт

Температура п е р е х о д а ................................................................  448 К

Температура окружающей с р е д ы ...........................................От 228
до 358 К

Тепловое сопротивление переход-среда . ........................... 0,4 К /м В т

П р и м е ч а н и е .  Пайка и изгиб выводов допускается на рас­
стоянии не менее 1 мм от корпуса транзисторной сборки.

Входные характеристики.

Чг 26 '

Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от напряжения кол­

лектор-база.

803



Зависимость относительного 
статического коэффициента пе­
редачи тока от тока эмиттера.

I  5<м

JNJ 
£  ,

s 1
I

ктс3103/\,ктс 3103 5

% = --5В

1м А

-5 . 213 253 293 333 3737,К

Зависимость модуля относи­
тельной разности прямых паде­
ний напряжений база-эмиттер 

от температуры.

Зависимость емкости коллек- Зависимость емкости эмиттер- 
торного перехода от напряже- ного перехода от напряжения 

ния коллектор-база. база-эмиттер.

1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609А, 
ГТС609Б, ГТС609В

Транзисторные сборки, состоящие из четырех германиевых диф­
фузионно-сплавных р-п-р переключательных высокочастотных мало­
мощных транзисторов.

Предназначены для применения в переключательных схемах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы­

водами. Обозначение типа приводится на корпусе
Масса сборки не более 4 г
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Обозначение выводов:
1,6,7,11 -эмиттер-, 3,4,9,10-б а ш ) 

1 ,5 ,9 ,1 1 - коллектор i
I ,  Ж, Ж , ИГ -единичны й трлнгистор

Электрические параметры

Граничное напряжение при /э  = 0,5 А не менее . . .  30 В
типовое з н а ч е н и е .......................................................................40 * В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =  0,5 А,
/ Б =  70 мА 1ТС609А, ГТС609А и при / Б =  40 мА 
1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609Б, ГТС609В не более . . .  1,6 В
типовое з н а ч е н и е .......................................................................0,74* В

Напряжение насыщения эмиттер-база при /к  =  0,5 А,
/ Б =  70 мА 1ТС609А, ГТС609А и при / в =  40 мА,
1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609Б, ГТС609В не более . . .  1 , 1В
типовое з н а ч е н и е .......................................................................0,57 * В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при 1/кэ = 3 В, / э =  0,5 А : 

при Т  =  298 К :
1Т С 609А ..................................................................................33 -1 0 0
ГТС 609А ..................................................................................30 -1 0 0
1 Т С 6 0 9 Б ..................................................................................53 -1 6 0
Г Т С 6 0 9 Б ................................ ' ................................................50 -1 6 0
1Т С 609В ................................ .................................................40 -1 2 0

ГТС 609В .................................................................................. 80 -420
при Т =  343 К:

1ТС 609А ..................................................................................16,5-200
Г1С609Ь ■ . ■ .................................................................. 26,5 -3 2 0
1ТС609В . . . .................................................................. 2 0 -2 4 0

при Т =  333 К:
Г Т С 609А ..................................................................................15 -200

Г Т С 6 0 9 Б .................................................................................. 2 5 -3 2 0
Г Т С 609В .................................................................................. 4 0 -4 8 0

Статический коэффициент передачи тока в схеме с 
общим эм иттером : 

при UK3 = 3  В, /э  =  0,25 А 1ТС609В, ГТС609В 
не м ен ее .......................................................................................  80

26 Полупроводниковые приборы



при и к э  =  5 В, / э  =  0,7 А 1ТС609А, ГТС609А,
1ТС609Б, ГТС609Б не м е н е е ...........................................  15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
с общим эм иттером  при (/кэ =  3 В, / к =  0,5 А не
м енее..................................................................................................60 МГц

Время включения при / к =  0,5 А, / =  2 кГц, / Б =  70 мА 
1ТС609А, ГТС609А при / Б =  40 мА 1ТС609Б, ГТС609Б,
1ТС609В, ГТС609В не более . . ...................................... 0,1 мке
типовое з н а ч е н и е ...................................................................... 0,048 * мке

Время рассасывания при / к = 0,5 А, / =  1 кГц, / Б =
=  70 мА 1ТС609А, ГТС609А, при / Б =  40 мА 1ТС609Б,
ГТС609Б, 1ТС609В, ГТС609В не б о л е е ........................... 0,7 мке
типовое з н а ч е н и е ......................................................................0,43* мке

Емкость коллекторного перехода при (/«б = 1 0  В, /  =
=  5 М Гц не б о л е е .....................................................................  50 пФ
типовое з н а ч е н и е ......................................................................19,8* пФ

Емкость эмиттерного перехода при t/кв =  0, / = 2  МГц
не б о л е е ............................................................................................  250 пФ
типовое з н а ч е н и е ......................................................................111,6 * пФ

Обратный ток коллектора при t/кв =  30 В не более: 
при Т  =  293 К :

1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В........................................... 30 мкА
' ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В...................................... 40 мкА
при Т  =  333 К ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В . . . .  600 мкА 
при Г  =  343 К 1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В . . .  500 мкА 

Обратный ток эмиттера при 1/ЭБ =  2,5 В не более: 
при Т  =  293 К :

1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В........................................... 100 мкА
ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В......................................  200 мкА

при Т  =  333 К ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В . . . . 1 0 0 0  мкА 
при Т  =  343 К 1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В . . . .  500 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-
эмиттер ............................................................................................  50 В

Постоянное напряжение эмиттер-база ......................................  2,5 В
Импульсное напряжение эмиттер-база при ти < 10 мке . . 3 В
Импульсный ток коллектора при ти < 10 м к е ...................... 0,7 А
Импульсный ток базы  при х„ < 10 м к е ...........................  0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность (для всей сборки)

при Т «  316 К ...........................................................................  500 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность (для одного тран­

зистора) при т„ <  10 м к е .....................................................  5 Вт
Температура п ер ех о д а ....................................................................  358 К
Тепловое сопротивление переход-среда.................................0,084 К/мВт,
Температура окружающей среды в пределах:

1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В........................................... От 2 1 3
до 343 К

ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В........................................... От 233
до 333 К
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П р и м е ч а н и е .  Изгиб выводов и пайка допускаются на рас­
стоянии не менее 3 мм от корпуса.
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Зависимость времени рассасыва­
ния от тока базы.

Зависимость максимально до­
пустимого напряжения коллек­
тор-эмиттер от сопротивления 

база-эмиттер.

2ТС622А, 2ТС622Б, КТС622А, КТС622Б
Транзисторные сборки, состоящие из четырех кремниевых эпи­

таксиально-планарных р-п-р переключательных высокочастотных мало­
мощных транзисторов.

Предназначены для применения в переключательных схемах. 
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса сборки не более 0,4 г.

14 13 12 11 10 3 8

1 2  J  4 5 6  7

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при / к =
=  400 мА, / Б =  80 м А :

2ТС622А, 2ТС622Б, КТС622А не б о л е е ...................... 1,3 В
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типовое з н а ч е н и е ..................................................................0,7* В
КТС622Б не б о л е е .................................................................  2 В

Напряжение насыщения эмиттер-база при /к  =  400 мА,
/Б =  80 м А :

2ТС622А, 2ТС622Б, КТС622А не б о л е е ....................... 2,2 В
типовое з н а ч е н и е .................................................................  1,1 * В
КТС622Б не б о л е е .................................................................  2,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при t /KB =  5 В, /э  =  200 мА:

2ТС622А, 2ТС622Б, КТС622А ............................................ 2 5 -1 5 0
типовое з н а ч е н и е .................................................................  70*
КТС622Б не м е н е е .................................................................  10

Модуль коэффициента передачи тока в схеме с об­
щим эмиттером при t/ K3 = 1 0  В, / к =  30 мА, / =
=  100 МГц:

2ТС622А, 2ТС622Б, КТС622А не м е н е е ....................... 2
типовое з н а ч е н и е .................................................................  4,5 *
КТС622Б не м е н е е .................................................................  1,5

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/кэ  =
=  10 В, /к  =  30 мА не б о л е е ............................................  60 не
типовое зн а ч е н и е .......................................................................22 * не

Время включения * при / к =  200 мА, / Б =  20 мА не
б о л ее .................................................................................................  35 не
типовое зн а ч е н и е ....................................................................... 26 не

Время рассасывания * при / к =  200 мА, / Б =  20 м А :
2ТС622А, КТС622А не б о л е е ............................................  120 не
типовое значение .................................................................. 65 не
2ТС622Б, КТС622Б не б о л е е ............................................  200 не
типовое з н а ч е н и е .................................................................  140 не

Емкость коллекторного перехода* при t /KB =  10 В, /  =
=  2 МГц не б о л е е .................................................................  15 пФ
типовое зн а ч е н и е .......................................................................4,5 пФ

Емкость эмиттерного перехода* при £/БЭ =  0, / =  2 М Гц
не б ол ее ............................................................................................  60 пФ
типовое зн а ч е н и е ....................................................................... 27 пФ

Обратный ток коллектора при С/КБ =  45 В не более:
при Т =  298 К .......................................................................10 мкА

при Г =  398 К 2ТС622А, 2ТС622Б . . . . . .  100 мкА
Обратный ток эмиттера при (/ЭБ =  4 В не более . . .  20 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор- 
эмиттер при ЛБЭ < 1 кОм 2ТС622А, 2ТС622Б:

при Г < 373 К ............................................................................  45 В
при Г = 423  К ....................................................................... 22 В
при Т  < 343 К:

КТС622А.................................................................................. 45 В
К ТС 622Б.................................................................................. 35 В
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при Т  = 393 К :
К Т С 622А ................................................................................  30 В
К Т С 6 2 2 Б ................................................................................. 20 В

Импульсное напряжение коллектор-база при ти < 10 мкс,
Q > 10:

2ТС622А, 2ТС622Б, К ТС 622А ...........................................  60 В
К Т С 6 2 2 Б ..................................................................................... 50 В

Постоянное напряжение эм иттер-база...................................... 4 В
Импульсное напряжение эмиттер-база при ти < 10 мкс,

Q > 10 К Т С 6 2 2 А ...................................................................... 6 В
Постоянный ток кол лек тора ...................................................... 400 мА
Импульсный ток коллектора...................................................... 600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллекторов рабо­

чих элементов матрицы:
при Т «  333 К 2ТС622А, 2 Т С 6 2 2 Б ...........................0,4 Вт
при Т «  298 К КТС622А, К Т С 6 2 2 Б ...........................0,4 Вт
при Г =  398 К 2ТС622А, 2 Т С 6 2 2 Б ...........................0,1 Вт
при Г  =  358 К КТС622А, К Т С 6 2 2 Б ...........................0,24 Вт

Импульсная рассеиваемая мощность коллекторов рабо­
чих элементов матрицы при ти <  10 мкс, Q > 10,
Г <  298 К ......................................................................................  Ю Вт

Температура п е р е х о д а ................................................................  423 К
Тепловое сопротивление переход-среда................................ 218 К/Вт
Температура окружающей среды:

2ТС622А, 2 Т С 622Б ................................................................ От 213
до 398 К

КТС622А, КТС622Б................................................................ От 238
-до 358 К

П р и м е ч а н и е .  Расстояние от корпуса до места пайки (по
длине вывода) не менее 1 мм, жало паяльника должно быть 
заземлено.

Радиус изгиба выводов должен быть не менее 0,3 мм, рас­
стояние от корпуса до центра окружности изгиба не менее 1 мм.

Зависимость статического коэф- Зависимость напряжения насы-
фициента передачи тока от тока щения коллектор-эмиттер от

коллектора. тока коллектора.
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Зависимость напряжения насы­
щения база-эмиттер от тока 

коллектора.

Зависимость емкости коллек­
торного перехода от напряже­

ния коллектор-база.

Зависимость емкости эмиттер- 
ного перехода от напряжения 

эмиттер-база.

Зависимость относительного» 
максимально допустимого на­
пряжения коллектор-эмиттер от 

сопротивления база-эмиттер.

Зависимость максимально до­
пустимого напряжения коллек-

тор-эмиттер от температуры.

60

5 0

W

3 0

20

10

2ТС6.22 А, 2 TCS22i

X ,
N

V

3 4 8  373 398 4 2 3  Т, К 
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Ч а с т ь  т р е т ь я

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЕВЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ

Р а з д е л  д е с я т ы й

ТРАНЗИСТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ

2П101А, 2П101Б, 2П101В, КП101Г, КП101Д, 
КП101Е

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с за­
твором на основе р-п  перехода и каналом р-типа.

Предназначены для применения во входных каскадах усилителей 
низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопро­
тивлением.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво­
дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности кор­
пуса.

Масса транзистора не более 1,0 г.

Электрические параметры

Коэффициент шума при t /си  =  5 В, 1/зи =  0, / =  1000 Гц,
RT =  1,0 МОм не более:

2П101А, 2П101Б, К П 1 0 1 Г ................................................  5 дБ
2П101В, К П 1 0 1 Д ...................................................................... 10 дБ

Крутизна характеристики при 1/си = 5 В, 1/зи =  0: 
при Т  =  298 К :

К П 1 0 1 Г ................................................................................. 0,15 мА/В
2П101А, 2П101Б, КП101Д, К П 101Е ........................... 0,3 мА/В
2Ш 01В ................................................................................. 0,5 мА/В

при Г =  398 К 2П101А, 2П101Б, 2П101В не более. . .0,4 значения
при 

Т  — 298 К
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при 7"= 213 К 2П101А, 2П101Б, 2П101В не бо­
лее ...................................................................... ............................2 значения

при
. Т =  298 К

Начальный ток стока при t/c и =  5 В, t/3M =  0:
2 П 1 0 1 А ........................................................................................0 ,3 -1 ,0  мА
2 П 1 0 1 Б ........................................................................................0 ,7 -2 ,2  мА
2 П 1 0 1 В ....................................................................................... 0,5 —5,0 мА

КП101Г, КП101Д, КП101Е не м е н е е ............................  0,3 мА
Напряжение отсечки (положительное) при t/CH =  5 В, /с =

=  1 мкА не более:
2П101А, 2П101Б, К П 1 0 1 Г .................................................. 5 В
2 П 1 0 1 В .......................................................................................  8 В
КП101Д, КП 101Е...................................... ................................. 10 В

Ток утечки затвора при t/c и =  0, t/зи =  5 В не бо­
лее:

при Т  = 298 К:
2П101А, 2П101Б, 2П101В, К П 1 0 1 Г ............................  10 нА
КП101Д, К П 101Е .................................................................. 50 нА

при Т  =  398 К :
2П101А, 2 П 1 0 1 Б .................................................................. 1 мкА

2 П 1 0 1 В .................................................................................. 5 мкА
Емкость входная при t/CH =  5 В, t/3M =  0 не бо­

лее ..................................................................................................  12 пФ
Емкость выходная * при короткозамкнутом входе не

б о л ее ..................................................................................................0,4 пФ
Емкость проходная * при t/си =  5 В, 1/зи =  0:

2 П 1 0 1 А ....................................................................................... 2,2 —2,7 пФ
типовое з н а ч е н и е ..................................................................2,5 пФ

2 П 1 0 1 Б ........................... ............................................................2,4 —2,9 пФ
типовое з н а ч е н и е ..................................................................2,5 пФ

2 П 1 0 1 В ....................................................................................... 2,5 —3,0 пФ
типовое з н а ч е н и е ..................................................................2,7 пФ

Активная составляющая выходной проводимости* при 
t /CH =  5 В, 1/зи =  0:

2 П 1 0 1 А .......................................................................................  9 0 ­
400 мкСм

типовое з н а ч е н и е ..................................................................190* мкСм
2 П 1 0 1 Б .......................................................................................  2 0 ­

120 мкСм
типовое значение__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. 50* мкСм
2 П 1 0 1 В ....................................................................................... 6 — 24 мкСм

типовое з н а ч е н и е ................................................. .....  12* мкСм

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток (отрицательное) при 1/зи =  0 .  . . 10 В
Напряжение затвор-сток.................................................................. 1 0 В
Напряжение затв о р -и сто к ............................................................  1 0 В
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Ток стока:
К П 1 0 1 Г .......................................................................................  2 мА
КП101Д, К Ш 0 1 Е ................................................................. 5 мА

Постоянная рассеиваемая мощность 2П101А, 2П101Б,
2П101В .............................................................................................50 мВт

Температура окружающей среды:
2П101А, 2П101Б, 2П 101В ......................................................От 213

до 398 К
КП101Г, КП101Д, К П 1 0 1 Е .................................................От 233

до 358 К
П р и м е ч а н и е .  Значение максимальной рассеиваемой мощ­

ности для каждого транзистора ограничивается значениями на­
чального тока стока и максимально допустимого напряжения сток- 
исток.

Сумма напряжений на затворе и стоке не должна превы­
ш ать предельно допустимого напряжения на стоке во всем интер­
вале температур окружающей среды.

Запрещается подавать отрицательное напряжение на затвор и 
работать в электрическом режиме с отключенным затвором.

Кщ.}ДБ
15

10

Т,К

Зависимость крутизны харак­
теристики от температуры.

1 1 иси'=-5В,(1м=о1
f= 1  кГц , Rr =1 МОм

I I I I
2П101В.КП101ЕГ^  , 
i I I  ; ^ у

| /
/

2

2П11

ПОП

НА,

5,КП

<ПЮ

101Д

1 Г ^

/

ж / '/

213 273 333 393 Т,К
Зависимость коэффициента шу­

ма от температуры.

2П103А, 2П103Б, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д, 
2П103АР, 2П103БР, 2П103ВР, 2П103ГР, 
2П103ДР, КП103Е, КП103Ж, КШОЗИ, 

КП103К, КП103Л, КШОЗМ, КШОЗЕР, 
КП103ЖР, КП103ИР, КП103КР, КШОЗЛР,

КП103МР
Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с затво­

р о м  на основе р-п перехода и каналом />-типа — 2П103А, 2П103Б, 
2П103В, 2П103Г, 2П103Д, КП103Е, КП103Ж, КШОЗИ, КП103К,
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Выводы 
луженые j

■©-
t

lo
cj
•©I

13,5

Место 
маркировки

Вариант 1

5,3

Затвор-корпус

Ф2,5Х N

ИстокСток
Отличительная метка-точка для 
транзисторов, подобранных В пары

Ва,ри.а.нт I

Отличи-тельная м е т к а -  т очна д ля  
транзисторов, подобранных 8 пары

Ви.д А

Сток-

Зат вор  

I /  И сток

1,5

0,15

КПЮЗЛ, ПКЮЗМ и подобранные в пары по основным электри­
ческим параметрам (начальному току стока, крутизне характеристики, 
напряжению отсечки) — 2Ш 03АР, 2Ш 03Б Р , 2ПЮЗВР, 2П 103ГР, 
2Ш 03Д Р, КПЮЗЕР, КПЮЗЖР, КП Ю ЗИ Р, КПЮ ЗКР, К П 103Л Р, 
КП103МР.

Предназначены для применения во входных каскадах усилителей 
низкой частоты и постоянного тока с высоким входным соп ро­
тивлением (2П103А, 2П103Б, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д, К П 103Е , 
КП103Ж, КП103И, КП103К, КПЮ ЗЛ, КП103М), а также во вход­
ных каскадах дифференциальных усилителей низкой частоты и п о­
стоянного тока с высоким входным сопротивлением (2П 103А Р,
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2П103БР, 2П103ВР, 2П 103ГР, 2П103ДР, КП103ЕР, КП103ЖР, 
ПК103ИР, КП103КР, К П 103Л Р, КП103МР).

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами 
(вариант 1). Транзисторы КП103Е, КП103Ж, КПЮ ЗИ, КП103К, 
КПЮ ЗЛ, КПЮЗМ, К П 103ЕР, КПЮЗЖР, КПЮ ЗИР, КП103КР, 
КП103ЛР, КП103МР выпускаются также в пластмассовом корпусе 
с гибкими выводами (вариант 2).

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.
Пары транзисторов упаковываются в тару, исключающую воз­

можность их разукомплектования. Транзисторы маркируются цвет­
ными точками на верхней части корпуса: черной — группа 1 точ­
ности подбора пар по основным электрическим параметрам тран­
зисторов 2П103АР, 2П 103БР, 2П103ВР, 2ПЮЗГР, 2П103ДР и группы 
О и 1 транзисторов К П 103ЕР, КПЮЗЖР, КПЮ ЗИР, КП103КР, 
КПЮ ЗЛР, КП103М Р; синей — группа 2 точности.

Масса транзистора не более 1,0 г.

Электрические параметры

Максимальная рабочая частота* 2ПЮЗА, 2ПЮЗБ,
2ПЮЗВ, 2ПЮЗГ, 2П103Д, 2П103АР, 2ПЮЗБР,
2П103ВР, 2ПЮЗГР, 2 П 1 0 3 Д Р ...............................  3 МГц

Коэффициент шума при £/Си =  5 В, 1/зи =  0,
/= 1 0 0 0  Гц, Лг =  1,0 М О м, /?с  =  2 кОм не
более .................................................................................  3 дБ

Крутизна характеристики при (Уси = 10 В, £/зи =  0: 
при Т  =  298 К:

2ПЮЗА, 2 П Ю З А Р ................................................ 0 ,7 -2 ,1  мА/В
типовое з н а ч е н и е ................................................  1,6* мА/В
2ПЮЗБ, 2 П Ю З Б Р ................................................ 0 ,8 - 2 ,6 мА/В
типовое з н а ч е н и е ................................................  1,6* мА/В
2П103В, 2 П Ю З В Р ................................................ 1 ,4 -3 ,5  мА/В
типовое з н а ч е н и е ................................................  2,4* мА/В
2П103Г, 2 П Ю З Г Р ................................................ 1 ,8 -3 ,8  мА/В
типовое з н а ч е н и е ................................................  2,8* мА/В
2ПЮЗД, 2 П Ю З Д Р ................................................ 2 ,0 -4 ,4  мА/В
типовое з н а ч е н и е ................................................  3,2* мА/В
КПЮЗЕ, К П 1 0 3 Е Р ................................................ 0 ,4 -2 ,4  мА/В
КПЮЗЖ, К П Ю З Ж Р .......................................... 0 ,5 - 3 ,8 мА/В
КПЮЗИ, К П Ю З И Р .......................................... 0 ,8 - 2 ,6 мА/В
КПЮЗК, К П 1 0 3 К Р ................................................ 1 ,0 -3 ,0  мА/В

. КПЮЗЛ, К П Ю З Л Р ................................................ 1,8 —3,8 мА/В
КПЮЗМ, К П Ю З М Р .......................................... 1 ,3 -4 ,4  мА/В

при Т  =  358 К : .
2П103А, 2 П Ю З А Р ................................................ 0 ,42 -2 ,1  мА/В
2ПЮЗБ, 2 П Ю З Б Р ................................................  0 ,4 8 -2 ,6  мА/В
2ПЮЗВ, 2 П Ю З В Р ................................ / . . . 0 ,8 4 -3 ,5  мА/В
2ПЮЗГ, 2ПЮ ЗГР ................................................  1 ,0 -3 ,8 мА/В
2П103Д, 2 П 1 0 3 Д Р ................................................ 1 ,1 -4 ,4  мА/В
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КП103Е, К П 1 0 3 Е Р .................................................0 ,2 4 -2 ,4  мА/В
КП103Ж, К П 1 0 3 Ж Р ............................................0 ,3 - 2 ,8 мА/В
КП103И, К П 103И Р .................................................0 ,4 8 -2 ,6  мА/В
КП103К, К П 1 0 3 К Р .................................................0 ,6 -3 ,0  мА/В
КП103Л, К П 1 0 3 Л Р .................................................1 ,0 - 3 ,8 мА/В
КП103М, К П 1 0 3 М Р ............................................0 ,7 5 -4 ,4  мА/В

при Т = 218 К:
2П103А, 2 П 1 0 3 А Р .................................................0 ,7 -3 ,3  мА/В
2П103Б, 2 П 1 0 3 Б Р .................................................0 ,8 -4 ,1 5  мА/В
2П103В, 2 П 1 0 3 В Р .................................................1 ,4 - 5 ,6 мА/В
2П103Г, 2 П 1 0 3 Г Р .................................................1 ,8 -6 ,1  мА/В
2П103Д, 2 П 1 0 3 Д Р .................................................2 ,0 -7 ,0  мА/В
КП103Е, К П 1 0 3 Е Р .................................................0,4 - 4 ,0  мА/В
КПЮЗЖ, К П 1 0 3 Ж Р ........................................... 0 ,5 - 4 ,6 мА/В
КШОЗИ, К П 1 0 3 И Р ........................................... 0 ,8 -4 ,1 5  мА/В
КП103К, КТ1103КР.................................................1 ,0 -4 ,9  мА/В
КП103Л, К П 1 0 3 Л Р .................................................1,8 —6,1 мА/В
КП103М, КП103М Р . . . . ......................1 ,3 -7 ,0  мА/В

Начальный ток стока при t /си =  10 В,
С/э и -  0 :

2П103А, 2П103АР ................................................. 0 ,5 5 -1 ,2  мА
типовое з н а ч е н и е ................................................. 0,85* мА
2П103Б, 2 П 1 0 3 Б Р ........................................... .....  1,0 -2 ,1  мА
типовое з н а ч е н и е ................................................. 1,5* мА
2П103В, 2 П 1 0 3 В Р ................................ ..... 1 ,7 -3 ,8  мА
типовое з н а ч е н и е ................................................. 2,7* мА
2П103Г, 2 П 1 0 3 Г Р ................................................  3 ,0 - 6 ,6 мА
типовое з н а ч е н и е ................................................. 4,5* мА
2П103Д, 2 П 1 0 3 Д Р ................................................. 5 ,4 -1 2  мА
типовое з н а ч е н и е ................................................. 7,3* мА
КП103Е, К П 1 0 3 Е Р ................................................. 0 ,3 -2 ,5  мА

КП103Ж, К П 1 0 3 Ж Р ........................................... 0 ,3 5 -3 ,8  мА
КП103И, К П 103И Р ................................................. 0 ,8 -1 ,8  мА
КП103К, К П 103К Р .................................................  1 ,0 -5 ,5  мА
КП103Л, К П 103Л Р ................................................. 1 ,8 - 6 ,6 мА

КП103М, К П 1 0 3 М Р ............................................3 ,0 -1 2 ,0  мА
Напряжение отсечки при Uc и =  Ю В, /с  =  10 мкА:

2П103А, 2 П 1 0 3 А Р ................................................. 0 ,5 -2 ,2  В
типовое значение . . ................................. 1,3* В
2П130Б, 2 П 1 0 3 Б Р .................................................  0 ,8 -3 ,0  В

_______ типовое значение__.— .— .— .— .— .—.— .— .— ----------- 1,9* В---------
2П103В, 2 П 1 0 3 В Р .................................................  1 ,4 -4 ,0  В
типовое з н а ч е н и е ................................................. 2,1 * В
2П103Г, 2 П 1 0 3 Г Р .................................................  2 ,0 -6 ,0  В
типовое з н а ч е н и е ................................................. 2,8 * В
2П103Д, 2 П 1 0 3 Д Р ...................................................  2 ,8 -7 ,0  В
типовое з н а ч е н и е .................................................  3,7 * В
КП103Е, КП103ЕР . . . .................................  0 ,4 -1 ,5  В
КПЮЗЖ, К П 1 0 3 Ж Р ............................................ 0 ,5 -2 ,2  В
КП103И, К П 103И Р .................................................  0 ,8 -3 ,0  В
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КП103К , К П 1 0 3 К Р ................................................. 1 ,4 -4 ,0 В

КПЮ ЗМ , К П 1 0 3 М Р ...........................................  2 ,8 -7 ,0 В
Активная составляющ ая входной проводимости при 

l /си  =  Ю В, 1/зи =  0 не более:
2ПЮ ЗА, 2 П 1 0 3 А Р ..................... ...........................................40 мкСм
типовое з н а ч е н и е .................................................................10 мкСм
2П103Б, 2 П Ю З Б Р .................................................................50 мкСм
типовое з н а ч е н и е .................................................................15 мкСм

2ПЮЗВ, 2П Ю ЗВ Р.................................................................80 мкСм
типовое зн ачение.................................................................20 мкСм
2ПЮ ЗГ, 2П Ю ЗГ Р .................................................................130 мкСм
типовое зн ачен и е.................................................................40 мкСм

2ПЮ ЗД, 2 П Ю З Д Р .................................................................160 мкСм
типовое зн ачение.................................^ ..........................70 мкСм
КП103Е, К П Ю З Е Р .......................................................... 5 мкСм
КПЮ ЗЖ , К П Ю ЗЖ Р........................................................... 10 мкСм
КПЮ ЗИ, К П Ю З И Р ........................................................... 15 мкСм
КПЮ ЗК, К П Ю З К Р ........................................................... 20 мкСм
КПЮ ЗЛ, К П Ю З Л Р ........................................................... 40 мкСм
КПЮ ЗМ , К П Ю ЗМ Р........................................................... 70 мкСм

Ток утечки затвора не более:
2ПЮЗА, 2ПЮЗБ, 2ПЮЗВ, 2П103Г, 2ПЮЗД, 2ПЮЗАР,
2ПЮ ЗБР, 2ПЮЗВР, 2ПЮЗГР, 2ПЮЗДР при {/си =  0, 
t/зи =  5 В:

при Г  =  298 К ................................................................  10 нА
при Т  =  358 К ................................................................ 2 мкА
при 7-=  213 К ......................................................................20 нА

КПЮ ЗЕ, КПЮЗЖ, КПЮЗИ, КПЮЗК, КПЮЗЛ,
КПЮ ЗМ , КПЮЗЕР, КПЮЗЖР, КПЮ ЗИР, КПЮЗКР,
КПЮ ЗЛР, КПЮ ЗМР при 1/си  =  0, t/зи =  10 В:

при Т  =  298 К и Г =  218 К ........................... ..... 20 нА
при Т  =  358 К ......................................................................2 мкА

Емкость входная при t /си =  Ю В, t/зи =  0 не более:
2ПЮЗА, 2ПЮЗБ, 2ПЮЗВ, 2П103Г, 2ПЮЗД, 2ПЮЗАР,

2ПЮ ЗБР, 2ПЮЗВР, 2ПЮЗГР, 2 П Ю З Д Р ..................... 17 пФ
КПЮ ЗЕ, КПЮЗЖ, КПЮЗИ, КПЮ ЗК, КПЮЗЛ,
КПЮ ЗМ , КПЮ ЗЕР, КПЮ ЗЖР, КПЮ ЗИР, КПЮЗКР,

КП Ю ЗЛР, К П Ю З М Р ........................................................... 20 пФ
Емкость проходная при t/си  = 1 0  В, t/зи =  0 не более 8 пФ 
Температурный уход разности напряжений затвор-исток 

подобранной пары транзисторов* при Т  = 213 358 К 
не более:

2П103АР:
группа 1 точности подбора:

для 80%  п а р ................................................................  250 мкВ/К
для 20 % п а р ................................................................  450 мкВ/К

группа 2 точности подбора для
80%  п а р ...........................................................................  300 мкВ/К

2ПЮ ЗБР:



группа 1 точности подбора:
для 80% п а р .................................................................. 250 мкВ/К
для 20%  п а р ............................................................ .....  550 мкВ/К

группа 2 точности подбора для 80 % пар . . . .  300 мкВ/К 
2П103ВР: 

группа 1 точности подбора:
для 80% п а р ......................" ........................................ 300 мкВ/К
для 20 °0 п а р .......................................................................  550 мкВ/К

группа 2 точности подбора для 80 п а р ......................  450 мкВ/К
Относительная разность крутизны характеристики при

t /си =  '0  В- ^зи =  0 не более:
2П103АР, 2П103БР, 2П103ВР, 2П103ГР, 2П103ДР:

группа 1 ........................... ......................................................  10%
группа 2 .................................................................................. 20'%

КП103ЕР, КП103ЖР, КП103ИР, КП103КР, 
КП103ЛР, КП193МР:

группа 0 .................................................................................. 5 %
группа 1 .................................................................................. 10 %
группа 2 .................................................................................  2 0 %

Относительная разность начального тока стока при 
t/си =  Ю В, 1/зи =  0 не более:

2П103АР, 2П103БР, 2П103ВР, 2П103ГР, 2П103ДР:
группа 1 . . .......................................................................  10%
группа 2 .................................................................................. 2 0 %

КП103ЕР, КП103ЖР, КП103ИР, КП103КР, КП103ЛР, 
КП103МР:

группа 0 ...................................................................... .....  . 5 %
группа 1 .................................................................................. 1 0 %
группа 2 .................................................................................. 2 0 %

Относительная разность напряжений отсечки при t /си  —
=  10 В, /с  =  10 мкА не более: -

2П103АР, 2П103БР, 2П103ВР, 2П103ГР, 2П103ДР:
группа 1 .................................................................................. 1 0 %
группа 2 .................................................................................. 10%

КП103ЕР, КП103ЖР, КП103ИР, КП103КР, КП103ЛР, 
КП103МР:

группа 0 .................................................................................. 5%
группа 1 .................................................................................. 5 %
группа 2 .................................................................................  Ш %

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток:
2П103А, 2П103Б, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д, 2П103АР, 
2П103БР, 2П103ВР, 2П103ГР, 2П103ДР при Т =  213 -=- 
358 К и КП103Е, КПЮЗЖ, КП103К, КП103М ,
КП103ЕР, КПЮЗЖР, КП103КР, КПЮ ЗМР при
Т  =  218 -г 358 К .......................................................................  10 В
КПЮЗИ, КП103Л, КПЮ ЗИР, КПЮ ЗЛР при 
Т =  218 358 К .......................................................................  12 В
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Н апряжение затвор-сток:
2П103А, 2П103Б, 2П103В, 2П103АР, 2П103БР,
2П103ВР при Т  =  213 -г 358 К . . . . . . . . .  15 В
2П103Г, 2П103Д, 2П103ГР, 2П103ДР при Г =  213 +
358 К ...................................................................................... ..... 17 В

Напряжение затвор-исток 2П103А, 2П103Б, 2П103В,
2П103Г, 2П103Д, 2П103АР, 2П103БР, 2П103ВР,
2П103ГР, 2П103ДР при Т  =  213 + 358 К ........................... 10 В

Напряжение затвор-исток (отрицательное) 2П103А,
2П103Б, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д, 2П103АР, 2П103БР,
2П103ВР, 2П103ГР, 2П103ДР при Г =  213 + 358 К 0,5 В

С ум м а напряжений сток-исток и затвор-исток:
КПЮ ЗЕ, КПЮЗЖ, КПЮ ЗИ, КПЮЗК, КПЮЗЕР,
КПЮ ЗЖ Р, КПЮ ЗИР, КПЮ ЗКР при Т  =  218 + 358 К 15 В
КПЮ ЗЛ, КПЮЗМ, КПЮ ЗЛР, КПЮ ЗМР при
Г =  218 +  358 К ......................................................................  17 В

П остоянная рассеиваемая мощность:
2П103А, 2ПЮЗБ, 2ПЮЗВ, 2ПЮЗГ, 2ПЮЗД и каж­
дого транзистора пары 2ПЮЗАР, 2ПЮЗБР, 2ПЮЗВР,
2ПЮ ЗГР, 2ПЮЗДР:
при Т =  213 +  298 К ........................................................... 120 мВт

при Т  =  298 + 358 К ......................................................60 мВт
при Г =  218 + 358 К:

КПЮ ЗЕ и каждого транзистора пары КПЮЗЕР 7 мВт 
КПЮ ЗЖ  и каждого транзистора пары КПЮ ЗЖР 12 мВт 
КПЮ ЗИ и каждого транзистора пары КПЮ ЗИР 21 мВт 
КПЮ ЗК и каждого транзистора пары КПЮ ЗКР 38 мВт 
КПЮ ЗЛ и каждого транзистора пары КПЮ ЗЛР 66 мВт 
КПЮ ЗМ  и каждого транзистора пары КПЮЗМР 120 мВт 

Температура окружающей среды:
2ПЮЗА, 2ПЮЗБ, 2ПЮЗВ, 2П103Г, 2ПЮЗД, 2П103АР,
2ПЮ ЗБР, 2ПЮЗВР, 2ПЮЗГР, 2ПЮЗДР . . . . .  От 213

до 358 К
КПЮ ЗЕ, КРЮЗЖ, КПЮ ЗИ, КПЮЗК, КПЮЗЛ,
КПЮ ЗМ , КПЮЗЕР, КПЮ ЗЖ Р КПЮ ЗИР, КПЮЗКР,
КПЮ ЗЛР, К П Ю З М Р ........................................................... От 218

до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Значение максимальной рассеиваемой мощ­
ности транзисторов 2ПЮЗА, 2П103Б, 2П103В, 2ПЮЗГ и каждого 
транзистора пары 2П103АР, 2П103БР, 2ПЮЗВР, 2ПЮЗГР ограничи­
вается значениями начального тока стока и максимально допусти­
м ого напряжения сток-исток.

2. П ри пайке выводов жало паяльника должно быть заземлено 
Расстояние от корпуса до места пайки должно быть 3 — 5 мм.

П ри работе с транзисторами необходимо применение мер за­
щ иты от статического электричества.
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1ависимость коэффициента шу- 
ла от напряжения затвор-исток.

1ависимость коэффициента шу­
ма от частоты.
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Зависимость коэффициента шу­
ма от сопротивления генера­

тора.

Я1201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П201Г-1, 
1П201Д-1, КП201Е, КП201Ж, КА201И, 
КП201К, КП201Л

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с зат- 
юром на основе р-п перехода и каналом р-типа.

Предназначены для применения во входных каскадах усилителей 
шзкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивле- 
шем.
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Бескорпусные с гибкими выводами без 
кристаллодержателя с защитным покры­
тием. Каждый транзистор упаковывается 
в сопроводительную тару, позволяющую 
без извлечения из нее производить из­
мерение электрических параметров тран­
зисторов. Обозначение типа приводится 
на сопроводительной таре.

Масса транзистора не более 0,005 г.

Электрические параметры

Коэффициент ш ума при Uc и =  5 В, С/зи =  0 , / =  1000 Гц,
Яг =  1 М Ом . ...................................................................... 0,6 * — 3,0 дБ
типовое з н а ч е н и е ................................................................. 1,0* дБ

Крутизна характеристики при Uc и =  10 В, £/зи =  0: 
при Г =  298 К :

2П201А-1........................................................................... 0 ,4 -1 ,8  мА/В
2П 201Б-1............................................................................0 ,7 -2 ,1  мА/В
2П201В-1............................................................................0 ,8 -2 ,6 мА/В
2П 201Г-1........................................................................... 1 ,4 -3 ,5  мА/В
2П201 Д -1 ........................................................................... 1 ,8 -3 ,8  мА/В
2П201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П201Г-1,
2П201 Д -1 :

при Т  =  358 К ...........................................................От 1 до 0,6
■ значения при

Г = 298 К
при Г =  213 К не б о л е е ......................................1,6 значения

при Г =  298 К
при Г =  298 К не менее:

К П 2 0 1 Е ............................................................................ 0,4 мА/В
К П 201Ж ............................................................................ 0,7 мА/В
К П 2 0 1 И ............................................................................0,8 мА/В
К П 2 0 1 К ............................................................................  1,4 мА/В
К П 2 0 1 Л ............................................................................  1,8 мА/В

при Т =  358 К :
К П 2 0 1 Е ............................................................................0,24 мА/В
К П 2 0 1 Ж ............................................................................ 0,42 мА/В
К П 2 0 1 И ............................................................................ 0,48 мА/В
К П 2 0 1 К ............................................................................ 0,84 мА/В
К П 2 0 1 Л ............................................................................ 1,08 мА/В

при Г  =  233 К :
К П 2 0 1 Е ............................................................................ 0,64 мА/В
К П 2 0 1 Ж ............................................................................1,12 мА/В
К П 2 0 1 И ............................................................................ 1,28 мА/В
К П 2 0 1 К ............................................................................ 2,24 мА/В
К П 2 0 1 Л ............................................................................ 2,88 мА/В
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Начальный ток стока при {/Сц =  10 В, С/зи =  0:
2П201А-1, К П 2 0 1 Е ............................................................0 ,3 -0 ,6 5  м А
2П201Б-1, К П 201Ж ............................................................0 ,5 5 -1 ,2  м А
2П201В-1, К П 201И ............................................................1 ,0 -2 ,1  мА
2П201Г-1, К П 201К ............................................................1 ,7 - 3 ,8 мА
2П201Д-1, К П 201Л ............................................................3 ,0 -6 ,0  м А

Напряжение отсечки при С/си  =  10 В, /с  =  10 мкА:
2 П 2 0 1 А -1 ........................................................................... 0 ,4 -1 ,5  В
2 П 2 0 1 Б - 1 ...................................................................... ..... 0 ,5 -2 ,2  В
2 П 2 0 1 В - 1 ........................................................................... 0 ,8 -3 ,3  В
2 П 2 0 1 Г -1 ........................................................................... 1 ,4 -4 ,0  В
2П201 Д - 1 ........................................................................... 2,0 - 6 ,0  В
КП201Е не б о л е е ............................................................ 1,5 В
КП201Ж не б о л е е ............................................................ 2,2 В
КП201И не б о л е е ............................................................ 3,0 В
КП201К не б о л е е ............................................................ 4,0 В
КП201Л не б о л е е ............................................................ 6,0 В

Ток утечки затвора при 1/си =  0, С/зи =  5 В не 
более:

2П201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П201Г-1,
2П201Д-1:

при Т =  213 К и Г =  298 К ................................. 5 нА
при Т  = 358 К .................................................................  0,5 мкА

КП201Е, КП201Ж, КП201И, КП201К, КП201Л:
при Г =  233 К и Г =  298 К ................................. 10 нА
при Т  =  358 К .................................................................  1,0 мкА

Емкость входная при 1/<_-и =  Ю В, С/зи =  0 не более:
2П201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П201Г-1,
2 П 2 0 1 Д -1 ...........................................................................  17 пФ
КП201Е, КП201Ж, КП201И, КП201К, КП201Л 20 пФ

Емкость проходная при Uqh =  10 В, £/3ц =  0 не более 8 пФ 
Активная составляющая выходной проводимости при 

^ си  =  Ю В, (Узи =  0 не более:
2 П 2 0 1 А -1 ...........................................................................  15 мкСм
2 П 2 0 1 Б - 1 ...........................................................................  20 мкСм
2 П 2 0 1 В -1 ...........................................................................  30 мкС м

2 П 2 0 1 Г -1 ...........................................................................  50 мкСм
2 П 2 0 1 Д -1 ...........................................................................  80 мкСм

; Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток...................................... . . . . 10 В
Напряжение затвор-сток (затвор-исток)...........................  15 В
Напряжение затвор-исток (отрицательное)...................... 0,5 В

’ Рассеиваемая мощность (в составе условной микро- 
( схемы) 2П201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П201Г-1,

2П201Д-1 при Т =  213 + 303 К и КП201Е, КП201Ж,
КП201И, КП201К, КП201Л при Т =  233 + 303 К 60 мВт 
Температура окружающей среды:

2П201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П201Г-1,

\
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2 П 2 0 1 Д -1 ...........................................................................  От 213
до 358 К

КП201Е, КП201Ж, КП201И, КП201К, КП201Л От 233
до 358 К

П р  и м е ч а н и я :  1. П ри Г =  303 358 К максимальная рассеивае­
мая мощность, мВт, рассчитывается по формуле

Лиакс = (408 -  Л/1,75.

При монтаже транзисторов в гибридную микросхему не допус­
кается использование материалов, вступающих в химическое и электро­
химическое взаимодействия с защитным покрытием, а также должны 
быть приняты меры, исключающие соприкосновение выводов с крис­
таллом (минимальное расстояние от места изгиба выводов до 
кристалла 1 мм, радиус закругления не менее 0,5 мм).

Тепловое сопротивление кристалл-корпус при монтаже в гибрид­
ной микросхеме должно бы ть не более 1,75 К/мВт.

2. При пайке (сварке) выводов (на расстоянии не менее 1 мм) 
и при заливке транзисторов компаундами нагрев кристалла не 
должен превышать 358 К.

При извлечении транзисторов из сопроводительной тары (после 
отсоединения выводов от тары) и при монтаже транзисторов в мик­
росхему должны применяться приспособления, не вызывающие по­
вреждения кристалла и его защитного покрытия.

Зависимости крутизны характе­
ристики от напряжения затвор- 

исток.
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2П301А, 2П301Б, КП301Б, КП301В, КП301Г
Транзисторы кремниевые планарные полевые с изолированным 

затвором и индуцированным каналом р-типа.
Предназначены для применения во входных каскадах малошу- 

мящих усилителей и нелинейных малосигнальных схемах с высоким 
входным сопротивлением.

_____Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы-

Исток 3a.mSop

Корпус - подложно, Сток
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водами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности 
корпуса.

М асса транзистора не более 0,7 г.

Электрические параметры

М аксимальная рабочая частота КП301Б, КП301В,
К П 3 0 1 Г ....................................................................... .....  100 МГц

Коэффициент шума при С/Си =  15 В, /с  =  5 мА,
/ =  100 М Гц, Лг =  1 кОм не более:

2 П 3 0 1 А ....................................................................................... 5 дБ
КП301Б, КП301В, К П 3 0 1 Г .................................................9,5 дБ

Крутизна характеристики при (/си = 1 5  В, /с  =  5 мА 
не менее:

при Т =  213 +  298К2П301А, 2П 301Б.................................1 мА/В
при Г  =  228 +  298 К

К П 3 0 1 Б .................................................................................1 мА/В
КП301В ................................................................................. 2 мА/В
К П 3 0 1 Г ...................... ......................................................... 0,5 мА/В

при Т  =  343 К :
К П 3 0 1 Б .................................................................................0,6 мА/В
КП301В . . ...................................................................... 1,2 мА/В
К П 3 0 1 Г .................................................................................0,3 мА/В

при Т =  358 К 2П301А, 2П 3 0 1 Б ......................................0,6 мА/В
Начальный ток стока при f/си =  15 В не более:

при Т =  213 -г 298 К 2П301А, 2 П 3 0 1 Б ...........................0,5 мкА
при Т =  228 +  298 К КП301Б, КП301В, КП301Г 0,5 мкА

при Г =  343 К КП301Б, КП301В, К П 301Г ......................5 мкА
при 7"= 358 К 2П301А, 2П 3 0 1 Б ......................................5 мкА

Ток утечки затвора при Uc и =  30 В не более:
2П301 А, 2П301Б, КП301Б, К П 301В .................................0,3 нА

К П 3 0 1 Г .................................................................................  . 0,5 нА
Ток порога при £/зи =  6,5 В, t/c и =  6,5 В не менее 10 мкА 
Пороговое напряжение при С/си = 1 5  В, /с  =  0,3 мА 2,7 —5,4 В 
Активная составляю щ ая выходной проводимости при 

Uc и = 1 5  В, /с  =  5 мА, / =  50 +  1500 Гц не более:
2П301 А, 2П301Б, К П 3 0 1 Б .................................................150 мкСм

К П 3 0 1 В ....................................................................................... 250 мкСм
К П 3 0 1 Г .......................................................................................100 мкСм

Входная и выходная емкости при (/Си =  15 В, /с  =  5 мА
не б о л е е ............................................................................................ 3,5 пФ

Проходная емкость при i/си  -  * 5 В, /с  =  5 мА не 
более:

2 П 3 0 1 А .......................................................................................0,7 пФ
2П301Б, КП301Б, К П 301В ,К П 301Г .................................1,0 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение зат в о р -и с т о к ...........................................................  30 В
Напряжение сто к -и с то к ...................................................... ..... . 20 В
Ток с т о к а .............................................................................................15 мА
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Рассеиваемая мощность:
при Г =  213 ч- 298 К 2П301А, 2П301Б, при Г  =
=  228 -т- 298 К КП301Б, КП301В, КП301Г . . . . 200 мВ т

при Т  =  343 К КП301Б, КП301В, К П 3 0 1 Г ......................132,5 мВ т
при Т = 358 К 2П301 А, 2 П 3 0 1 Б .......................................110 мВт

Температура окружающей среды:
2П301 А, 2 П 301Б ...................................................................... От 213

до 358 К
КП301Б, КП301В, К П 301Г ..................................................От 228

до 343 К
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2П302А, 2П302Б, 2П302В, КП302А, КП302Б, 
КП302В, КП302Г, КП302АМ, КП302БМ, 

КП302ВМ, КП302ГМ
Транзисторы кремниевые планарные полевые с затвором на ос­

нове р-п перехода и каналом  л-типа.
Предназначены для применения в широкополосных усилителях 

в диапазоне частот до 150 МГц, а также в переключающих и ком­
мутирующих устройствах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами: 
2П302А, 2П302Б, 2П302В, КП302А, КП302Б, КП302В, КП302Г -  ва­
риант 1, КП301АМ, КП302БМ , КП302ВМ, КП302ГМ -  вариант 2. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 1,5 г.
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Cr>

л-oo

73,5
В ариант  1

13,S

Корпус 
Зчт Еор'' ' 

2П302А-2П302В, КГН02А-КП302Г 

В ар и ан т  I 

Сток 
Истон

Истон

Стон

ЗатВор

ПП302АМ-Ш02ГМ

Электрические параметры

Крутизна характеристики при t /си =  7 В, £/зи =  0 не 
менее: 

при Г =  213 +  298 К:
2П302А, КП302А, К П 302А М .............................................5 мА/В

2П302Б, КП302Б, КП302Г, КП302БМ, К П302ГМ  7 мА/В
при Т  =  373 К:

КП301А, К П 3 0 2 А М .......................................................2,5 мА/В
КП302Б, КП302Г, КП302БМ, К П 302ГМ .......................3 мА/В

при Т  =  398 К:
2 П 3 0 2 А .................................................................................. 2,5 мА/В

2 П 3 0 2 Б .................................................................................. 3 мА /В
Коэффициент шума* при UCii = 8 В, (Узи =  О, Лг =  1 М О м, ’

/ =  1 кГц 2 П 3 0 2 А ...................................................... 0 ,2 -0 ,6 -2 ,7 5  дБ
Время включения* при £/си = 10 В, 1/зи =  0 не более 4 не
Время выключения* при £/си =  Ю В, (/3и =  0 не более 5 не 
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии при 

С/гм =  0,2 В, СЛ)и =  0 не более:
2П302Б, КП302Б, КП302Г, КГ1302БМ, КГ1302ГМ 150 Ом

КП302В, К П 302В М ..................................................................100 Ом
при Т =  213 +  298 К 2 П 302В .............................................100 Ом

при Т  =  398 К 2 П 3 0 2 В .......................................................  200 Ом
Начальный ток стока при £/зи =  0: 

при t/си  =  7 В:
2П302А, КП302А, К П 3 0 2 А М ....................................... 3 - 2 4  мА
2П302Б, КП302Б, К П 302Б М .............................................1 8 -4 3  мА
КП302Г, К П 3 0 2 Г М ............................................................ 1 5 -6 5  мА
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при t /си  =  10 В 2П302В, КП302В, КП302ВМ не
м е н е е ....................................................................................... 33 мА

Ток утечки затвора при 1/зи =  10 В не более: '
при Г  =  213 ч- 298 К ...........................................................  10 нА
при Г  =  373 К КП302А, КП302Б, КП302В, КП302Г,
КП302А М , КП302БМ , КП302ВМ, КП302ГМ . . . .  5 мкА

при Т  =  398 К 2П 302А, 2П302Б, 2П 302В ......................50 мкА
Обратный ток р-п  перехода затвор-сток при Ujc — 20 В

не б о л е е .......................................................................................1 мкА
Напряжение отсечки при t/CH =  7 В, /с  =  10 мкА не 

более:
2П302А, КП302А, К П 3 0 2 А М ...........................................  5 В
2П302Б, КП302Б, КП302Г, КП302БМ, КП302ГМ 7 В
2П302В, КП302В, К П 3 0 2 В М ...........................................  10 В

Входная емкость при t /си  =  Ю В, / =  10 мГц, /с  =  3 мА 
2П302А, КП302А, КП302АМ, /с =  8 мА, 2П302Б,
КП302Б, К П 302БМ , / с =  18 мА КП302Г, КП302ГМ,
/с  =  33 мА  2П302В, КП302В, КП302ВМ не более 20 пФ 

Проходная емкость при и Си = Ю В, / = 1 0  мГц, „
/с =  3 мА  2П302А, КП302А, КП302АМ, /с  =  8 мА 

2П302Б, КП302Б, КП302БМ, / с =  18 мА КП302Г, 
КП302ГМ , / с  =  33 мА 2П302В, КП302ВМ не более 8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение затвор-исток:
2П302А, 2П302Б, КП302А, КП302Б, КП302Г,
КП302АМ , КП302БМ , К П 302ГМ ......................................  10 В
2П302В, КП302В, К П 3 0 2 В М ...........................................  12 В

Напряжение затвор-сток ................................................................  20 В
Напряжение с т о к - и с т о к ...........................................................  20 В
Постоянный ток стока:

2П302А, КП302А, К П 302А М ........................................... 24 мА
2П302Б, КП302Б, КП302БМ ^ ........................................... 43 мА

Прямой ток з а т в о р а ................................................................  6 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Г =  213 ч- 298 К ...........................................................  300 мВт
при Г  =  373 К КП302А, КП302Б, КП302В, КП302Г,
КП302АМ , КП302БМ , КП302ВМ, КП302ГМ . . . . 150 мВт

при Т  =  398 К 2П302А, 2П302Б, 2П 302В ......................100 мВт
Температура окружающей среды:

2П302А, 2П302Б, 2П 302В......................................................От 213
до 398 К

К П 302А ,. КП302Б, КП302В, КП302Г, КП302АМ,
КП302БМ , КП302ВМ, К П 3 0 2 Г М .................................От 213

до 373 К
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2П303А, 2П303Б, 2П303В, 2П303Г, 2П303Д, 
2П303Е, 2П303И, КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ, 
КПЗОЗГ, КПЗОЗД, КПЗОЗЕ, к п зо зж , к п зо зи

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с зат­
вором на основе р-п перехода и каналом и-типа.

Предназначены для применения во входных каскадах усилителей 
высокой (2ПЗОЗД, 2П303Е, 2П303И, КПЗОЗД, КПЗОЗЕ) и низкой 
(2П303А, 2П303Б, 2ПЗОЗВ, КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ, КПЗОЗЖ, 
КПЗОЗИ) частот с высоким входным сопротивлением. Транзисторы 
2П303Г, КПЗОЗГ в основном предназначены для применения в за­
рядочувствительных усилителях и других схемах ядерной спектро­
метрии.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

Коэффициент шума на частоте 100 М Гц при
i/си  ..10 В, t/зи — 0, /?г =  1,0 кОм

2П303Д, 2П303Е, 2П303И, КПЗОЗД, КПЗОЗЕ не более 4 дБ 
Электродвижущая сила шума при 1/си = 1 0  В, 

t/зи =  0 не более :
на /  =  20 Гц 2П303А, К П З О З А ............................ 30 нВ /|/Г ц
на / =  1,0 кГц:

2ПЗОЗБ, 2П303В, КПЗОЗБ, КПЗО ЗВ.......................20 нВ/1/Гц
______ КПЗОЗЖ, К П З О З И .......................................................100 нВ /|/Г ц
Среднеквадратичный шумовой заряд при 1/си =  Ю В, 

t /зи =  0, Сг =  10 пФ, тф =  1 мке 2П303Г, КПЗОЗГ
не б о л е е ..................................................................................0 ,6 -10~ 16 Кл

Крутизна хатактеристики при t/си =  10 В, t /3H =  0,
/ =  50 -г 1500 Гц: 

при Т  =  298 К :
2П303А, 2П303Б, КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗЖ 1 - 4  мА/В
2П303В, КПЗОЗВ............................................................ 2 - 5  мА/В
2П303Г, К ПЗО ЗГ................................ ........................... 3 - 7  мА/В
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2ПЗОЗД, КПЗОЗД не м е н е е ...................................... 2,6 мА/В
2ПЗОЗЕ, КПЗОЗЕ не м е н е е .................................4,0 мА/В

2ПЗОЗИ, К П З О З И ...................................................... 2 - 6  мА/В
при Т  =  213 К не менее:

2ПЗОЗА, 2П ЗО ЗБ ...........................................................  1,0 мА/В
2ПЗОЗВ, 2 П 3 0 3 И ........................................................... 2,0 мА/В
2 П З О З Г ............................................................................3,0 мА/В

2 П 3 0 3 Д .................................................................  2,6 мА/В
2 П 3 0 3 Е ............................................................................4,0 мА/В

при Т  =  233 К не менее:
КП303А, КПЗОЗБ, КПЗОЗЖ ......................................  1,0 мА/В

КПЗОЗВ, К П З О З И ......................................................2,0 мА/В
К П З О З Г ............................................................................ 3,0 мА/В

К П З О З Д ............................................................................2,6 мА/В
К П З О З Е ............................................................................4,0 мА/В

при Т  =  398 К не менее:
2П303А, 2 П 3 0 3 Б ........................................................... 0,5 мА/В

2П303В, 2 П 3 0 3 И ...........................................................  1,0 мА/В
2 П 3 0 3 Г ............................................................................ 1,5 мА/В
2 П 3 0 3 Д ...................................................... .....  1,3 мА/В

2 П 3 0 3 Е ............................................................................2,0 мА/В
при Т  — 358 К не менее:

КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗЖ ......................................0,5 мА/В
КПЗОЗВ, К П З О З И ......................................................1,0 мА/В

К П З О З Г ............................................................................ 1,5 мА/В
КПЗОЗД . ; ................................................................  1,3 мА/В

К П З О З Е ........................................................................... 2,0 мА/В
Начальный ток стока при t /си =  10 В, {/зи =  0:

2ПЗОЗА, 2П303Б, КПЗОЗА, КПЗОЗБ........................... 0 ,5 -2 ,5  мА
2П303В, К П З О З В ........................................................... 1,5 —5,0 мА
2П303Г, КПЗО ЗГ.................................................................3 ,0 -  12 мА
2П303Д, К П З О З Д ........................................................... 3,0 —9,0 мА
2П303Е, КПЗОЗЕ.................................................................5 ,0 -2 0  мА
К П З О З Ж ........................................................................... 0,3 —3,0 мА
2П303И, КПЗОЗИ . ...................................................... 1,5 —5,0 мА

Напряжение отсечки при Uq h = 10 В, / с  =  0,01 мА:
2П303А, 2П303Б, КПЗОЗА, КПЗОЗБ........................... 0 ,5 -3 ,0  В
2П303В, КПЗОЗВ.................................................................1 ,0 -4 ,0  В

2ПЗОЗГ, 2П303Д, 2П303Е, КПЗОЗГ, КПЗОЗД,
КПЗОЗЕ не б о л е е ...........................................................  8,0 В

К П З О З Ж ........................................................................... 0 ,3 -3 ,0  В
2 П ЗО ЗИ ................................................................................. 1 ,0 -3 ,0  В
К П ЗО ЗИ ................................................................................. 0 ,5 -2 ,0  В

Ток утечки затвора при 1/щ = 10 В не более: 
при Г  =  298 К :

2П303А, 2П303Б, 2П303В, 2ПЗОЗД, 2П303Е,
2П303И, КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ, КПЗОЗД, .
К П З О З Е ............................................................................ 1,0 нА
2П303Г, КПЗОЗГ ...........................................................  0,1 нА
КПЗОЗЖ, К П З О З И ...................................................... 5,0 нА

834



при Т  =  398 К 2П303А, 2ПЗОЗБ, 2П303В, 2ПЗОЗГ,
2ПЗОЗД, 2ПЗОЗЕ, 2 П З О З И ............................................ 1,0 мкА
при Т  =  358 К КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ,
КПЗОЗГ, КПЗОЗД, КПЗОЗЕ, КПЗОЗЖ, КПЗОЗИ 1,0 мкА  

Ток утечки затвора при С/Зц =  30 В не более 10 мкА 
Емкость входная при Uси =  М В, f/зи =  0 / =  10 МГц

не б о л р е .................................................................................  6,0 пФ
Емкость проходная при С/Си =  Ю В, (/зи =  0, / =  10 МГц

не б о л е е .................................................................................  2,0 пФ
Сопротивление изоляции канал-корпус не менее 20 М О м

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток................................................................. ..... 25 В
Напряжение затвор-сток, затв о р -и ст о к ...................................... 30 В
Постоянный ток с т о к а ................................................................. 20 мА
Прямой ток з а т в о р а ...................................................................... 5,0 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

2ПЗОЗА, 2ПЗОЗБ, 2ПЗОЗВ, 2ПЗОЗГ, 2П303Д, 2П303Е, 
2П303И при Г =  213 + 298 К ; КПЗОЗА, КПЗОЗБ,
КПЗОЗВ, КПЗОЗГ, КПЗОЗД, КПЗОЗЕ, КПЗОЗЖ, КПЗОЗИ
при Г =  233 + 298 К .................................................................  200 мВт
при Т  =  358 К ............................................................................100 мВт

Температура окружающей среды:
2П303А, 2ПЗОЗБ, 2П303В, 2ПЗОЗГ, 2П303Д, 2П303Е,
2П303И . ................................................................................. От 213

до 398 К
КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ, КПЗОЗГ, КПЗОЗД,
КПЗОЗЕ, КПЗОЗЖ, КПЗОЗИ..................................................От 233

до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рассеи­
ваемая мощность, мВт, 2ПЗОЗА, 2П303Б, 2П303В, 2П303Г, 2П 303Д, 
2ПЗОЗЕ, 2П303И при Т  =  298 +  398 К рассчитывается по ф ормуле

Люкс =  200— 1,45 (Г  — 298),
а КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ, КПЗОЗГ, КПЗОЗД, КПЗОЗЕ, КПЗОЗЖ, 
КПЗОЗИ при Т  =  298 + 358 К по формуле

Л,™  =  2 0 0 - 1 ,6 6 (Г -  298).
2. Соединение выводов транзистора с элементами аппаратуры  

разрешается на рассл оянии не менее 4  м м  от корпуса. Жало паяльника 
должно быть заземлено. -

Минимальное расстояние места изгиба вывода от корпуса тр ан ­
зистора 3 мм, радиус изгиба не менее 1,5 мм.

Допускается однократный изгиб вывода на расстоянии 3 м м  
от корпуса с радиусом 0,5 мм.

При повышенной влажности для обеспечения тока затвора не 
более 10-9  А рекомендуется использовать транзисторы в составе 
герметизированной аппаратуры или при местной защите прибора от 
воздействия влаги.
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Транзисторы КПЗОЗГ допускается однократно использовать при 
Г =  233 -4- 123 К.
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Хг2П 303Б,— 
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'Л303Б/П305Ж
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пряжения затвор-исток.
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U
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ристики от тока стока.

Згги >шСм 2П303Е, К П З О З Е П  
I I I 

■2П303Г,2П303Д~
. КПЗОЗГ, КПЗОЗД _  

2П303В,2П303И',. 
КПЗОЗВ,- 
КПЗОЗИ

О 5 10 15 20 25 иГи.В

Зависимость активной состав­
ляющей выходной проводимо­
сти от напряжения сток-исток.
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2П304А, КП304А
Транзисторы  кремниевые диффузионно-планарные полевые с изо­

лированным затвором и индуцированным каналом р-типа.
Предназначены для применения в переключающих и усилитель­

ных схемах с высоким входным сопротивлением.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
М асса транзистора не более 1,0 г.

Исток П одложка

Электрические параметры

Сопротивление сток-исток в открытом состоянии при
и зи  =  20 В, / с _,  = 1 мА не б о л е е ...............................
типовое значение.....................................................................

Крутизна характеристики при С/си = 1 0  В, /с =  10 мА:
при Т  =  298 К не м е н е е ................................................
типовое значение.....................................................................
2П304А при Г =  398 К и КП304А при Г =  358 К
не м е н е е ................................................................................
2П304А при Т  =  213 К и КП304А при Г =  228 К
не м е н е е ......................................................................................

Начальный ток стока при {/си = 25 В, {Узи =  0 не более:
2П304А и КП304А при Г = 298 К ................................
2П304А при Г =  398 К и КП304А при Г =  358 К 

Пороговое напряжение при {/си =  10 В, /с  =  10 мкА не
м енее.................................................................................................

Ток утечки затвора при Ucvi = 0, 11 m  =  30 В не более 
Емкость входная при £/си =  15 В, / с =  0 не более

типовое значение ......................................................................
Емкость выходная при £/си =  15 В, /с  =  0 не более

типовое значение .....................................................................
Емкость проходная при £/си =  15 В, / с  =  0 не более 

типовое значение .....................................................................
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2 пФ 
1 * пФ



Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток при выводе подложки, соединен­
ном с выводом и с т о к а ............................................................ 25 В

Напряжение затвор-сток при выводе подложки, соединен­
ном с выводом и с т о к а ......................................................  30 В

Напряжение затвор-исток при выводе подложки, соединен­
ном с выводом и с т о к а ...........................................................  30 В

Напряжение исток-подлож ка......................................................  20 В

Постоянный ток с т о к а .................................................................30 мА
Импульсный ток стока при т„ < 10 мс, Q > 10 и 

Тф < 10 м к е ...................................................................................... 60 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:
2П304А:

при Т  =  213 -г 358 К ......................................................  200 мВт
при Т  =  398 К ......................................................................75 мВт

КП304А:
при Г =  228 ч- 328 К ......................................................  200 мВт

при Г =  358 К ................................................................ 100 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность при ти < 10 мс,
Q > 10 и Тф < 10 мке:

2П304А при р > 6650 Па:
при Т  =  213 -г 358 К ...........................................................  400 мВт

при Г =  398 К .................................................................110 мВт
КП304А:

при Г =  228 -  328 К ...........................................................  300 мВт
при Т  =  358 К ......................................................................150 мВт

Температура окружающей среды:
2 П 3 0 4 А ......................................................................................От 213

до 398 К
К П 3 0 4 А ......................................................................................От 228

до 358 К

П р и м е ч а н и я :  1. Выбранные напряжения с учетом их знаков 
должны удовлетворять следующим неравенствам:

ЮСц -  {/и nl < Ik'cM .мак̂ »

1̂ 'зи — < \Щ» .мак -̂

2. При работе с транзисторами необходимо принимать меры п о  
их защите от статического электричества.

В нерабочем состоянии все выводы транзистора должны бы ть  
закорочены.
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2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2П305Г, 
КП305Д, КП305Е, КП305Ж, КП305И

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с изо­
лированным затвором и каналом л-типа.

Предназначены для применения в усилительных каскадах высокой 
и низкой частот с высоким входным сопротивлением.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 

Масса транзистора не более 1,0 г.

6.5 дБ
7.5 дБ

13 дБ

6 - 1 0  мА /В  
От 1 до 0,65 
значения при 

Т  =  298 К 
1,5 значения 

при Г  =  298 К 
КП305Д, КП305Ж:

при Т  -  298 К ............................................ . . . .5 ,2 -1 0 ,5  мА /В
при Т  =  398 К не более . . . . . . . .  6,3 мА /В
при Г =21 3  не б о л е е ........................... . . . .  15,75 м А /В

КП305Е: -
при Т  — 298 К ......................................
при Г -  398 К ...................................... . . . .  2 ,4 -4 ,8  мА /В
при Т  =  213 К ............................................ . . . .  6 - 1 2  м А /В

КП305И:
при Г -  298 К ......................................

27 Полупроводниковые приборы 841

Электрические параметры

Коэффициент шума при (/с и = 1 5  В, /с  =  5 мА, 
/ =  250 МГц не более:

2П305А, 2П 305В.................................................................
КП305Д, К П 3 0 5 Ж ............................................................

Коэффициент усиления по мощности * при С/си =  15 В,
/с  =  5 мА, / =  250 МГц не м е н е е ...........................

Крутизна характеристики при t/си  =  Ю В, /^  =  5 мА: 
2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2П305Г:

при Т  =  298 К ...................................... . . . .
при Т  398 К .................................................................

при Т  =  213 К не более



при Т  =  398 К ............................................................2,4 —6,3 мА/В
при Т  =  213 К .................................................................4 -1 5 ,7 5  мА/В

Напряжение затвор-исток при (/гм =  10 В, /г  =  5 мА:
2 П 3 0 5 А ................................................................................. 0 ,2 -1 ,5  В
2П305Б, К П 3 0 5 Д .................................................: . 0 ,2 -2 ,0  В

2П305В, КП305Е, К П 3 0 5 Ж ........................................... -0,5 ч- +0,5  В
2 П 3 0 5 Г ................................................................................. -1,5 -=--0,2 В
К П 3 0 5 И ................................................................................. -2,5 +  -0,2 В

Напряжение отсечки при С/си  =  10 В, / с  =  0,01 мА 
не м е н е е ...................................................... ' ........................  6 В

Ток утечки затвора при £/си  =  0, С/Зи =  -30 В не 
б олее:

2П305А, 2П305В, 2П305Г, КП305Д, КП305Ж,
К П 3 0 5 И .................................................................................  1,0 нА
2 П 3 0 5 Б .................................................................................  1.10“3 нА
К П 3 0 5 Е .................................................................................  5,0 нА

Емкость входная при (/си  = 1 0  В, /с  =  5 мА не
более . . . ...........................................................................  5 пФ
Емкость проходная при <УСИ = 1 0  В, / с =  5 мА
не б о л е е ......................................................................................  0,8 пФ
Выходная проводимость* при Uqц — 10 В, /^  =  5 мА, 

типовое зн а ч е н и е .................................................................150 мкСм

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток...........................................................  15 В
Напряжение затвор-сток:

2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2 П 3 0 5 Г ........................... ±  30 В
КП305Д, КП305Е, КП305Ж , К П 3 0 5 И .....................  ±  15 В

Напряжение затвор-исток:
2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2 П 3 0 5 Г ........................... ±  30 В
КП305Д, КП305Е, КП305Ж , К П 3 0 5 И .....................  ±  15 В

Напряжение сто к -п о д л о ж к а ................................................  15 В
Ток с т о к а ................................................................. ..... 15 мА
Рассеиваемая мощность:

2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2П305Г при Г  =213-=- 
313 К и КП305Д, КП305Е, КП305Ж, КП305И
при Т  =  213 -5- 298 К ......................................................  150 мВт
при Т  =  398 К ........................... ..... ...............................  50 мВт

Т емпература окружающей с р е д ы ...................................... От 2 1 3
до 398 К

П р и м е ч а н и е .  При работе с транзисторами необходимо 
принимать меры защиты от статического электричества.

В нерабочем состоянии все выводы транзистора должны быть 
закорочены.
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2П305А-2, 2П305Б-2, 2П305В-2, 2П305Г-2
Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с изо­

лированным затвором  и каналом «-типа.
Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре 

в усилительных каскадах высокой и низкой частот с высоким 
входным сопротивлением.

Бескорпусные с гибкими выводами на кристаллодержателе с 
защитным покры тием . Каждый транзистор упаковывается в сопрово­
дительную тару, позволяющую без извлечения из нее производить 
измерение их электрических параметров. Обозначение типа при­
водится на сопроводительной таре.

Масса транзистора не более 0,005 г.
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Электрические параметры

Максимальная рабочая ч а с то т а * ................................. 250 МГц
Коэффициент усиления по мощности * при

i/CH = 1 5  В, / с =  5 м А , / = 2 5 0  МГЦ . . . .  12 -1 7  дБ
типовое з н а ч е н и е ...........................................................  15 дБ

Коэффициент ш ума при (/си =  15 В, /с  =  5 мА,
/= 2 5 0  М Г ц ......................................................................  3 * -6  дБ
типовое зн а ч е н и е ...........................................................  4,8* дБ

Крутизна характеристики при С/си  = 1 0  В,
/с  =  5 м А :

при Т  =  298 К ...........................................................  6 - 1 0  мА/В
при Т  =  358 К ........................................................... От 1 до 0,65

; _ значения при
Т  =  298 К

при Т  =  213 К  не б о л е е ..................... ; . . 1,5 значения
при Г =298  К

Напряжение затвор-исток при (/Си =  10 В,
1с = 5 м А :

2 П 3 0 5 А -2 ......................................................................  0 ,2 -1 ,5  В
2 П 3 0 5 Б -2 ......................................................................  1 - З В
2 П 3 0 5 В -2 ...................................................................... -0 ,5  +  +0,5 В
2 П 3 0 5 Г -2 ...................................................................... —1,5 —  0,2 В
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Напряжение отсечки при t/си  =  Ю В- =  0,01 мА 
не менее:

2П305А-2, 2П305В-2, 2 П 3 0 5 Г -2 ...........................  6 В
2 П 3 0 5 Б -2 ......................................................................  2 В

Ток утечки затвора при (/си =  0, (/зи =  — 30 В
не б о л е е ...................................................... .....  1 нА

Емкость входная при Uc  и = Ю В, /с  =  5 мА
не б о л е е ...................................................... .....  6,8 пФ

Емкость проходная при £/С'и =  10 В, /с =  5 мА 
не б о л е е ............................................................................ 0,8 пФ

Полная входная проводимость* при С/си =  15 В,
/с  =  5 мА, / =  250 МГц не б о л е е ...................... 1 мкСм

Полная выходная проводимость* при С/си =  15 В,
/с  =  5 мА, / =  250 МГц не б о л е е ...................... 1 мкСм

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток.................................................................. 15 В
Напряжение затвор-сток:

при Г =  213 -н 298 К ............................................................  ± 3 0  В
при Т = 358 К ....................................................................... ± 1 5  В

Напряжение затвор-исток:
при Т  =  213 -  298 К ............................................................  ± 3 0  В
при Т  =  358 К ....................................................................... ± 1 5  В

Напряжение сто к -п о д л о ж к а ....................................................... 15 В
Ток с т о к а ............................................................................................ 15 мА
Рассеиваемая мощность с теплоотводом:

при Т  =  213 н- 323 К ............................................................ 80 мВт
при Т  =  358 К .......................................................................50 мВт

Температура окружающей с р е д ы ............................................О т 213 до
358 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже транзисторов в гибридной Микро­
схеме не допускается использование материалов, вступающих в 
химическое и электрохимическое взаимодействия с защ итным по­
крытием, изготовленным из диализофталатного лака, а также долж ны 
быть приняты меры, исключающие соприкосновение выводов с 
кристаллом (минимальное расстояние от места изгиба выводов до 
кристалла 1 мм, радиус закругления не менее 0,5 мм).

При пайке (сварке) выводов (на расстоянии не менее 1,5 мм) 
и при заливке транзисторов компаундами температура кристалла не 
должна превышать 373 К.

При извлечении транзисторов из сопроводительной тары  (после 
отсоединения выводов от тары) и при монтаже транзисторов в 
микросхему должны применяться приспособления, не вызывающие 
повреждения кристалла и его защ итного покрытия.
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2П306А, 2П306Б, 2П306В, КП306А, КП306Б, 
КП306В

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с дву­
м я изолированными затворами, каналом п-типа и нормированным 
участком переходной характеристики.

Предназначены для применения в преобразовательных и уси­
лительных каскадах высокой и низкой частот с высоким входным 
сопротивлением.

Выпускается в металлостеклякном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

М асса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры

Предельная частота у с и л е н и я * ................................  800 МГц
Коэффициент шума при i/си  =  20 В, С/32И =  10 В,

/с  =  5 мА, /  =  200 М Гц: '
2П306А, 2П306Б, 2 П 3 0 6 В ...................................... 2 ,5 - 6  дБ
типовое зн а ч е н и е ......................................................  3,5* дБ
КП306А, КП306Б, КП306В не более . . . .  7,0 дБ 

Коэффициент усиления по мощности * при 
1/си  =  15 В, U32И = Ю  В, /с =  5 мА, /  =
=  200 М Гц 2П306А, 2П306Б, 2П 306В .....................  1 0 -2 0  дБ
типовое зн ач ен и е ............................................................ 15 дБ

Входное сопротивление* при £/си =  15 В, {/32и =
=  10 В, /с  =  5 мА: 

на / = 6 0  М Гц:
2П306А, 2П306Б, 2 П 3 0 6 В ................................  1 2 -1 8  кОм
типовое з н а ч е н и е ................................................. 14 кОм
КП306А, КП306Б, КП306В не менее . . . .  12 кОм 

на / =  100 МГц:
2П306А, 2П306Б, 2 П 3 0 6 В ...........................  5 -1 0  кОм
типовое зн а ч е н и е ................................................. 8 кОм
КП306А, КП306Б, КП306В не менее . . . .  5 кОм 

Участок квадратичности переходной характеристи­
ки по напряжению первого затвора (при ослаб­
лении комбинационных составляющих третьего 
порядка не менее 80 дБ) при 1/си =  15 В> 
U-хял =  Ю В, /с  =  0,2 -=- 10 мА, / =  0,465 МГц
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2П306А, 2П306Б, 2 П 3 0 6 В .......................................  1 -2 ,5*  В
типовое зн ач ен и е ............................................................  1,5* В

Крутизна характеристики при £/си = 1 5  В, 
и 32ц - Ю В, /с  =  5 мА: 

при Т  =  298 К :
2П306А, 2П 306Б, 2 П 3 0 6 В .................................. 3 - 8  мА/В
типовое з н а ч е н и е .................................................  4,8* мА/В
КП306А, КП306Б, К П 306В .................................. 4 - 8  мА/В

2П306А, 2П306Б, 2П306В:
при Т  -  398 К .......................................................От 1 до 0,65

значения при 
. Г =  298 К

при 7"= 213 К не б о л е е .................................. 1,5 значения
при Г  = 2 9 8  К

КП306А, КП306Б, КП306В:
при Т  =  398 К не б о л е е ...................... . . 5,2 мА/В

при Т  =  213 К не б о л е е ...................... .....  . 12 мА/В
Напряжение первый затвор-исток при (/си  =  15 В,

С/32И = 1 0  В, Iq =  5 м А :
2П306А, К П 306А ...................................................... -0 ,5  +  +0,5  В

2П306Б, К П 3 0 6 Б ......................................................  0 - 2  В
2П306В, К П 3 0 6 В ....................................................... -3 ,5  +  0 В

Напряжение отсечки при С/си =  15 В, =
=  10 В, / с  =  10 MfcA:

2П306А, К П 3 0 6 А ......................................................  4 -0 ,8 *  В
типовое зн а ч е н и е ......................................................  1,6* В
2П306Б, К П 3 0 6 Б ....................................................... 4 -0 ,2 *  В
типовое значение ....................................................... 0,8* В
2П306В, К П 3 0 6 В ......................................................  6 —1,3* В
типовое зн а ч е н и е ......................................................  2,2* В

Ток утечки первого затвора при (Уси =  С/32и =  0,
^31 и =  20 В не более:

2П306А, 2П306Б, 2П 306В .......................................  1 нА
КП306А, КП306Б, К П 3 0 6 В .................................. 5 нА

Емкость входная при Uc и =  20 В, t /32M =  Ю В,
/с  =  5 мА не более . . .......................................  5 пФ

Емкость проходная при (7СИ = 20 В, Uj2h =  10 В,
/с  =  5 мА не б о л е е ................................................. .....  0,07 пФ

Электрические параметры* по второму затвору

Коэффициент шума при Ucif =  15 В, £/3(и =  10 В,
/с  =  5 мА, / =  200 МГц не б о л е е ....................... 10 дБ

Участок квадратичности переходной характерис­
тики по напряжению второго затвора (при 
ослаблении комбинационных составляющ их 
третьего порядка не менее 80 дБ ) при 
t/^и =  15 В, (/31и Ю мА, Iq = 0,2 -г 10 мА,

/ =  0,465 МГц не м е н е е ............................................  1 В



Крутизна характеристики при i/си  =  15 В,
С/31И =  10 В, Iq — 5 м А ...........................................2 — 4,5 мА/В
типовое зн а ч е н и е ............................................................ 3,7 мА/В

Ток утечки второго затвора при t/cи =  ^зш  =  0, 
i/32 и =  20 В не б о л ее :

2П306А, 2П306Б, 2 П 3 0 6 В ................................  1 нА
КП306А, КП306Б, К П 3 0 6 В ................................  5 нА

Емкость входная при (/с и = 1 5  В. ( / Ш1 =  10 В,
/с =  5 м А ............................ ..........................................  1,5 — 4 пФ
типовое зн ач ен и е ........................... ................................ 2 пФ

Емкость проходная при 1/си =  15 В, 1/31И =  10 В,
Iq =  5 мА .......................................................................  0,3—1 пФ
типовое зн а ч е н и е ............................................................ 0,35 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение с то к -и с то к ................................................................. 20 В
Напряжение первый з а т в о р - с т о к ......................................  20 В
Напряжение второй за т в о р -с т о к ...........................................  20 В
Напряжение первый затвор -и сток ...........................................  20 В
Напряжение второй затвор -и сток ...........................................  20 В
Напряжение первый затвор-второй з а т в о р ......................  25 В
Постоянный ток с т о к а ...........................................................20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т =  213 -  308 К ...........................................................150 мВт
при Т  =  398 К ...................................................................... 50 мВт

Температура окружающей с р е д ы ........................................... От 213 до
398 К

П р и м е ч а н и е .  При работе с транзисторами необходимо при­
нимать меры защ иты  от статического электричества.

В нерабочем состоянии все выводы транзистора должны быть 
закорочены.

S,mA/B 
В

5

Ч 

3 

2 

1

0 2 Ч 6 8 101с,мА 0 2 Ч 6 8 101С)мА

Зависимости крутизны характе- Зависимость крутизны харак-
ристики по первому затвору теристики по второму затвору

от тока стока. от тока стока.

848



20
18

16
ю
Ч 14

10

Я

г
— к

гЧ
<г>

 о 
1 -----

S A -
6 А -

2П306В
КП306В

и  СИ = 15 В,
и32и = 10В,
■ f  -  200 МГц

I I

20
18

16

ЧЛ 14

12

10
Я

гпзобА -гп зо в в ;  
-К П 3 0 6 А -К П 3 0 6 В -

/  Uct, =  15B, 
-1- + 1 с = 5мА,

. f  =  ZOO МГ4

0 4 8 12 16 201С)мА О 4 8 12 16 20U3gH)B

Зависимость коэффициента уси­
ления по мощности от тока 

стока.

20

18

16
LQ
Ч П

2  П306А -2П 306в\
KII3иьд- КПЗ068

Оси = 1513
и3ги = ю в
г -С ..Л-Ч'

8 
150 200 250 f ,  МГц

Зависимость коэффициента уси­
ления по мощности от напря­

жения второй зат*вор-исток.

9

8

7

Ч 6

=* 5

4

5

I I I
2П306А-2П306В,
KIMUbi

|
■Цен- 1 5
Ir  = 5 mi

q-Л/ 4Ub a

u
4

f=<WOK
f

Зависимость коэффициента уси­
ления по мощности от частоты.

О Ч 8 12 16 и3гИ,В

Зависимость коэффициента шу­
ма от напряжения второй за­

твор-исток.

2П307А, 2П307Б, 2П307В, 2П307Г, 2П307Д, 
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, 

КП307Д, КП307Е, КП307Ж
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с 

затвором на основе р-n перехода и каналом «-типа.
Предназначены для применения во входных каскадах усилите­

лей высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением. 
Транзисторы КП307Ж в основном предназначены для применения 
в зарядочувствительных усилителях и других схемах ядерной спектро­
метрии.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вы во­
дами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 0,5 г.
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Электрические параметры

Коэффициент шума на / =  400 МГц при Uqm =  Ю В,
/с  =  5 мА 2П307В, 2П307Д, КП307В, КП307Д
не б о л е е ...................................... .......................................... 6 дБ

Электродвижущая сила ш ума на / =  1 кГц при
1/си  =  10 В, Um  =  0 2П307А, КП307А, КП307Е __

■ не более . . ................................................................. 20 нВ/)/Гц
Электродвижущая сила ш ума на /= 1 0 0  кГц при 

и с и  =  10 В, и ш  =  0 2П307Б, 2П307Г, КП307Б,
К П307Г не б о л е е ................................................................. 2,5 hB/j/ Г ц

К рутизна характеристики при Uc и =  10 В, (/зи =  0,
/ =  50 ч- 1500 Гц 

при Т  =  298 К :
2П307А, К П 307А ............................................................4 - 9  мА/В
2П307Б, 2П307В, КП307Б, К П 307В ..................... 5 - 1 0  мА/В
2П307Г, 2П307Д, К П307Г, К П 3 0 7 Д ..................... 6 - 1 2  мА/В
К П 3 0 7 Е ............................................................................3 - 8  мА/В

КП307Ж не м е н е е ...................................... ..... 4 мА/В
при 7"= 213 К не менее:

2 П 3 0 7 А .......................................•  . ........................... 4 мА/В
2П307Б, 2П307В . . ; ........................................... 5 мА/В
2П307Г, 2П 3 0 7 Д ...........................................................  6 мА/В

при Т  =  233 К не менее:
КП307А, К П 3 0 7 Ж ......................................................  4 мА/В
КП307Б, К П 3 0 7 В ......................................................  5 мА/В
КП307Г, К П 3 0 7 Д ......................................................  6 мА/В
К П 3 0 7 Е ...........................................................................  3 мА/В

при Т  =  398 К не менее:
2 П 3 0 7 А ...................................................................... ..... 2 мА/В
2П307Б, 2 П 3 0 7 В ........................................................... 2,5 мА/В
2П307Г, 2 П 307Д ............................................................ 3 мА/В

при Т  = 358 К не менее:
КП307А, К П 3 0 7 Ж ......................................................  2 мА/В
КП307Б, К П 3 0 7 В ......................................................2,5 мА/В
КП307Г, К П 3 0 7 Д ......................................................  3 мА/В
К П 3 0 7 Е ............................................................................ 1,5 мА/В

Начальный ток стока при Uc и =  10 В, 1/зи =  0:
2П307А, К П 3 0 7 А ...................................... ..... 3 - 9  мА

2П307Б, 2П307В, К П 307Б, К П 3 0 7 В ..................... 5 - 1 5  мА
2П307Г, 2П307Д, К П 307Г, КП307Д . . . . .  8 - 2 4  мА
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К П 3 0 7 Е ................................................................................. 1 ,5 -5  мА
К П 3 0 7 Ж ............................................................................3 - 2 5  мА

Напряжение отсечки при t/си =  Ю в , Iq =  10 мкА:
2П307А, К П 3 0 7 А ............................................................  0 ,5 - 3  В
2П307Б, 2П307В, КП307Б, К П 3 0 7 В ...................... 1 - 5  В
2П307Г, 2П307Д, КП307Г, К П 3 0 7 Д ...................... 1 ,5 - 6  В
КП307Е не б о л е е ............................................................  2,5 В
КП307Ж не б о л е е ............................................................  7 В

Активная составляющая выходной проводимости при 
t/CM = Ю  В, Um  = 0, / = 5 0 +  1500 Гц 2П307Г,
2П307Д, КП307Г, КП307Д не б о л е е ...................... 200 мкС м

Ток утечки затвора при {Узи =  —10 В не более: 
при Г =  298 К:

2П307А, 2П307Б, 2П307В, 2П307Г, 2П307Д,
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д,
К П 3 0 7 Е .................................................................................  1,0 нА
К П 3 0 7 Ж ................................................. ........................... 0,1 нА
при Г =  398 К 2П307А, 2П307Б, 2П307В,
2П307Г, 2П307Д и при Т  =  358 К КП307А,
КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е,
К П 3 0 7 Ж ............................................................................  1,0 мкА

Ток утечки затвора при (/зи =  — 30 В не более . . .  10 мкА 
Емкость входная при (/си = 1 0  В, t/3 и =  0,

/ = 1 0  МГц не б о л е е ....................................................... 5 пФ
Емкость проходная при t/си  =  Ю В, С/Зи =  0,

/ = 1 0  МГц не б р л е е ................................................. ..... 1,5 пФ
Среднеквадратичный шумовой заряд при t/си  =  7 В,

Um  =  0, Сг =  10 пФ КТО07Ж не б о л е е ......................0,4- 10“ 16 Кл

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток:
2П307А, 2П307Б, 2П307В, 2П307Г, 2П307Д . . . 25 В 
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д,
КП307Е, К П 3 0 7 Ж .................................................................  27 В

Напряжение затвор-сток, затвор-исток:
2П307А, 2П307Б, 2П307В, 2П307Г, 2П307Д . . . .  30 В 
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д,
КП307Е, К П 3 0 7 Ж .................................................................  27 В

Постоянный ток стока:
2П307А, 2П307Б, 2П307В, 2П307Г, 2П307Д . . . .  30 мА 
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д,
КП307Е, К П 3 0 7 Ж ............................................................ ..... 25 мА

Прямой ток з а т в о р а .................................................................  5 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

2П307А, 2П307Б, 2П307В, 2П307Г, 2П307Д:
при Г =  213 -  298 К . \  . . .................................  250 мВт
при Т  =  398 К .................................................................  50 мВт

КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д,
КП307Е, КП307Ж:
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при Т = 233 ч- 298 К ...........................................  . . 250 мВт
при Т  =  358 К .................................................................130 мВт

Температура структуры 2П307А, 2П307Б, 2П307В, 2П307Г,
2 П 3 0 7 Д ................................. ..........................................................  413 К

Температура окружающей среды:
2П307А, 2П307Б, 2П307В, 2П307Г, 2П307Д . . . . От 213 до

398 К
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д,
КП307Е, К П 3 0 7 Ж .................................................................От 233 до

358 К

П р и м е ч а н и я :  1. П ри Т  > 298 К максимально допустимая 
постоянная рассеиваемая мощность, мВт, рассчитывается по формуле

*макс = 250  — 2 ( Г -2 9 8 ).

2. Соединение транзисторов с элементами аппаратуры разре­
шается на расстоянии не менее 4 мм от корпуса. Допускается 
однократная пайка выводов на расстоянии менее 4 мм от корпуса. 
Ж ало паяльника при пайке должно быть заземлено. Обязательно 
применение мер, предохраняющих корпус транзистора от попадания 
флюса и припоя.

При повышенной влажности для обеспечения тока затвора не 
более 10-9  А рекомендуется использовать транзисторы в составе 
герметизированной аппаратуры или при местной защите прибора от 
воздействия влаги. ^

Транзисторы КП307Ж допускается однократно использовать при 
Т =  233 -  123 К.
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КП308А, КП308Б, КП308В, КП308Г, КП308Д
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с 

затвором на основе р -п  перехода каналом «-типа.
Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре 

во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного 
тока (КП 308А , КП308Б, КП308В), в переключающих схемах и 
схемах коммутаторов (КП308Г, КП308Д) с высоким входным со­
противлением.

Бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя с 
защитным покрытием. Каждый транзистор упаковывается в сопро­
водительную тару, позволяющую без извлечения из нее произво­
дить измерение их электрических параметров. Обозначение типа 
приводится на сопроводительной таре.

М асса транзистора не более 0,005 г.

А 7

Зат вор

Электрические параметры

Электродвижущ ая сила шума при t/си = Ю В.
^зи — 0, / =  1 кГц КП308А, КП308Б, КП308В
не б о л е е ................................................................. .....  20 нВД/Гц

Крутизна характеристики при t/си = Ю В. t/зи = 0: 
при Т — 298 К:
КП308А, К П 3 0 8 Б ................................................................ 1 - 4  мА/В
К П 30 8 В ........................................................................................2 - 5  мА/В

Начальный ток стока при 1/си = 10  В, 1/зи = 0:
К П 308А ........................................................................................0 ,4—1 мА
К П 30 8 Б ........................................................................................0 ,8—1,6 мА
К П 30 8 В ........................................................................................1,4 — 3 мА

Активная составляющая выходной проводимости 
при t/си = Ю В, t/зи = 0 не более:

К П 308А ........................................................................................ 10 мкСм
КП308Б, К П 3 0 8 В ................................................................  20 мкСм

Сопротивление сток-исток в открытом состоянии 
при t/си = 0,2 В, t/зи = 0: 

при Г  = 298 К:
КП 308Г не б о л е е ..........................................................  250 Ом
КП308Д ..................................................................................  230 -500  Ом

при Т = 213 К :
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КП308Г не б о л е е ...........................................................  250 Ом
КП308Д не б о л е е ...........................................................  500 Ом

при Г =  398 К:
К П 308 Г не б о л е е ...........................................................  500 Ом
КП308А не б о л е е ...........................................................  1000 Ом

Время включения* при (/си = 10 В, (/зи = 0
КП308Г, КП308Д не б о л е е ................................................  20 не

Время выключения* при Uqvi = Ю В, г/эи = 0
КП308Г, КП308Д не б о л е е ................................................  20 не

Напряжение отсечки при С/си = 10 В, 1С = 10 нА:
КП308А ....................... ................................... .......................... 0 ,2 -1 ,2  В
К П 308Б ........................................................................................0 ,3—1,8 В
К П 308В ........................................................................................0 ,4 -2 ,4  В
К П 308Г ........................................................................................  1 - 6 В
К П 308Д ........................................................................................ 1 - З В

Ток утечки затвора при £/си = 0, £/зи = —10 В не 
более:

при Т = 298 К ....................................................................... 1 нА
при Т = 398 К ....................................................................... 1 мкА

Емкость входная при {/си = 10 В, i/3M = 0  не
б о л е е ..............................................................................................  6 пФ

Емкость выходная при (Уси = 10  В, £/зи = 0 не 
б о л е е .............................................................................................. 2 пФ

/

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение сток-исток....................................................................... 25 В
Напряжение за тв о р -сто к .................................................................  30 В
Напряжение затвор-исток.................................................................  30 В

Постоянный ток с т о к а .......................................................................20 мА
Прямой ток з а т в о р а ....................................................................... 5 мА
Рассеиваемая мощность при Т =  213 + 298 К .................. 60 мВ т

Температура перехода .......................................................................413 К
Температура окружающей с р е д ы ................................................От 213 до

398 К

П р и м е ч а н и я :  1. При Г = 298 398 К максимально допусти­
мая постоянная рассеиваемая мощность, мВт, рассчитывается по 
формуле

Л,акс = 6 0 - 0 , 5 ( Г -  298).

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 1,0 м м  
от транзистора. При заливке транзисторов компаундами темпера­
тура кристалла не должна превышать предельно допустимую тем ­
пературу окружающей среды.
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КП310А, КП310Б
Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с изо­

лированным затвором и каналом и-типа. ■
Предназначены для применения в приемно-передающих устрой­

ствах сверхвысокочастотного диапазона.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вывода­

ми. На торцевую поверхность баллона каждого транзистора нано­
сится красная точка.

Масса транзистора не более 0,7 г.

Электрические параметры

Коэффициент шума на /  = 1 ГГц при (/Си = 5 В,
Iq — 5 м А !

КП310А не б о л е е .................................................... 6,0 дБ
К П 3 1 0 Б .......................................... ..................................5 ,0*-7 ,0 *  дБ
типовое зн ач ен и е ..........................................................  5,5* дБ

Коэффициент усиления по мощности* на /=  1 ГГц
при Uc l i  = 5 В, 1с  = 5 м А ............................ .....  5,0—7,0 дБ
типовое з н а ч е н и е ..........................................................  5,5 дБ

Крутизна характеристики при 1/си = 5 В, /с = 5 мА,
/  = 50 -г 1500 Гц:

при Г = 298 К ............................. ............................ 3 ,0 -6 ,0 *  мА/В
типовое значение ..........................................................  4,0* мА/В
при Т =  213 К . . .  ..............................................1 ,5 -6 ,0*  мА/В
типовое зн ач ен и е ........................: . . . . .  4,2* мА/В
при Г = 398 К ..........................................................1,5 —4,7* мА/В
типовое зн ач ен и е ..........................................................  3,5* мА/В

Начальный ток стока при Uch = 5 В, £/зц = 0:
при Т = 298 К ..........................................................0,03* -  5,0 мА
типовое зн ач ен и е .............................................. '. . 0,1* мА
при 7’ =213 К не б о л е е ........................................ 15 мА
при Т = 398 К не б о л е е ........................................ 8,0 мА

Остаточный ток стока при 1/си = 5 В, Чш  =
= - 5  В ............................... ...................................................  1 * -  100 мкА
типовое зн ачен и е................................................................  10* мкА

Ток утечки затвора при и ш  = —10 В . . . . 1 • 10-4* — 3 нА
типовое зн ачен и е................................................................  1* нА

Емкость входная при Ucw  = 5 В, и-$н — 0,
/ =  10 М Г ц ............................................................................. 1,4* —2,5 пФ
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типовое значение.................................................................  1,8* пФ .
Емкость проходная при (Уси = 5 В, i/зц = О,

/ =  10 М Г ц ............................................................................  0 ,2 * -0 ,5  пФ
типовое значение.................................................................  0,3* пФ

Емкость выходная при (/си = 5 В, (/зц = — 1 В,
/ =  10 М Г ц ............................................................................  1,2* — 2,0 пФ
типовое значение................................................................. 1,4* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток.......................................................................  8,0 В
Напряжение за тв о р -сто к .................................................................  10 В
Напряжение затвор-исток.................................................................  10 В
Ток с т о к а .................................................................................. .....  . 20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т =  213 -г-

298 К ....................................................................................................  80 мА
Температура окружающей с р е д ы ................................................От 213 до

398 К

П р и м е ч а н и я :  1. При Г = 298 -=- 398 К максимально допусти­
мая постоянная рассеиваемая мощность, мВт, рассчитывается по 
формуле

Рмакс = 80 — 0,55(7- — 298). '

2. Пайка выводов транзисторов допускается на расстоянии не 
менее 3 мм от корпуса. Пайку производить отключенным от сети 
паяльником мощностью не более 60 Вт. В момент пайки все 
выводы должны быть закорочены.

Минимальное расстояние места изгиба выводов от корпуса
3 мм, радиус изгиба не менее 1,5 мм.

При работе с транзисторами необходимо учитывать возмож ­
ность их самовозбуждения как высокочастотных элементов и при­
нимать меры к его устранению, а также принимать меры защ иты 
от статического электричества.

Зависимость тока стока от Зависимость сопротивления 
напряжения затвор-исток. сток-исток в открытом состоя­

нии от тока стока.
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Зависимость крутизны характе­
ристики от напряжения затвор- 

исток.

Зависимость крутизны характе­
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от напряжения сток-исток.
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от напряжения сток-исток.
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Зависимость коэффициента шу- 3,6
ма от тока стока. 4 5  6 7 8 9 I q, mA

КПЗ 12А, КП312Б
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с 

затвором на основе р-п  перехода и каналом и-типа.
Предназначены для применения во входных усилительных и 

преобразовательных каскадах сверхвысокочастотного диапазона.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими полос­

ковыми выводами. Транзисторы маркируются цветными точками: 
КП312А — двумя желтыми, КП312Б — двумя синими.

Масса транзистора не более 0,2 г.

о,е

0,1

Электрические параметры

Коэффициент шума при t/CH = Ю В, / = 4 0 0  М Гц
К П 3 1 2 А ............................................................................
типовое значение ...........................................................
КП 312Б..................................................................................
типовое значение ...........................................................

Коэффициент усиления по мощности * при U cvi — 
= 10 В, Iq = 5 мА, /  = 400 МГц не менее.........................

1 ,0 * -4  дБ 
2,0* дБ 

1 ,0 * -6  дБ 
2,3* дБ

2 дБ
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Крутизна характеристики при Uc и = 15 В, £/зи = О,
/ =  1 -т- 10 кГц не менее: 

при Т  = 213 -г 298 К :
К П 3 1 2 А ................................................................ .....  4 мА/В
К П 3 1 2 Б ......................................... ..... ................................... 2 мА/В

при Т  = 373 К:
К П 3 1 2 А .................................................................................. 1,5 мА/В
К П 3 1 2 Б .................................................................................. 1,0 мА/В

Начальный ток стока при С/си = 15 В, С/Зи = 0 
не более:

К П 3 1 2 А .................................................................................. 8 мА
К П 3 1 2 Б .................................................................................. 1,5 мА

Ток утечки затвора при [/зи = —10 В, и С]л = 0 
не более:

при Т  = 213 К ...................................................................... 100 нА
при Т =  298 К . ..................................................................  10 нА
при Т =  373 К ...................................................................... 1 мкА

Напряжение отсечки при {/Си = 15 В, /с  = 10 мкА 
не более:

К П 312А ............................................................................ .....  . 8 В
К П 312Б ........................................................................................ 6 В

Активная составляющая выходной проводимости при 
Uси = 1 5  В, / =  1 кГц не более:

К П 312А ........................................................................................130 мкСм
КП312Б ........................................................................................110 мкСм

Входная емкость при U cn  = 15 В не более . . . .  4 пФ
Проходная емкость при Uc и = 15 В не более . . . .  1 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение затво р -и сток ................................................................ 25 В
Напряжение з а т в о р -с т о к ................................................................ 25 В
Напряжение сток-исток ...................................................................... 20 В
Постоянный ток с т о к а ..................................................................... 25 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т’ = 213 -г- 313 К ..........................................................100 мВт
при Т  = 373 К ........................................................................... 40 мВт

Температура окружающей с р е д ы .........................................От 213 до
373 К

П р и м е ч а н и я :  1. Крутизна характеристики и начальный ток 
стока измеряются импульсным методом при т„ = 10 мс, 6  = 10.

2. Для приборов с Iq.нач 5 мА измерение активной со­
ставляющей выходной проводимости, входной и выходной емкос­
тей, коэффициента шума производят при Uзи = 0, для приборов 
с с̂.нач > 5 м А  при I  = 5 мА.
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2П313А, 2П313Б, 2П313В, КП313А, КП313Б, 
КП313В

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с изо­
лированным затвором и каналом л-типа.

Предназначены для применения в усилительных каскадах высо­
кой и низкой частот с высоким входным сопротивлением.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 

Масса транзистора не более 1,0 г.

Ключ Место маркировки.

Электрические параметры
Максимальная рабочая ч а с т о т а * .................................... 300 МГц
Коэффициент шума при t/си = 15 В, Iq = 5 мА,

/ = 250  МГц КП313А, КП313Б, КП313В не '
б о л е е ........................................................................................  7,5 дБ

Коэффициент усиления по мощности при Uqи =
= 15 В, /с = 5 мА, /= 250  МГц КП313А,
КП313Б, КП313В не м е н е е .......................................... 10 дБ

Крутизна характеристики при t/си = 10 В,
/с = 5 м А :

2П313А, 2П313Б, 2П313В:
при Г = 298 К ...........................................................  5 - 1 0  мА/В
при Т = 358 К ........................................................... От I до 0,6

• значения при
’ Г  = 298 К

при 7"= 213 К не б о л е е .................................... 1,5 значения
, при Г  = 298К
КП313А, КП313Б, КП313В при Г  =

= 298 К ............................................... .............................4 ,5 -1 0 ,5  мА/В
Напряжение затвор-исток при Uq и  = Ю В,

/с = 5 м А :
2П 313А ............................................................................  0 ,4 -1 ,5  В

2 П 3 1 3Б ............................................................................ - 0 ,6  -=- +0,6 В
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2 П 3 1 3 В ............................................................................ ........  1 ,5 -г - 0 ,4  В
КП313А ......................................................................  0 ,3 -1 ,8  В
К П 31 3 Б ............................................................................ —0,5 -г +0,5 В
К П 3 1 3 В ...................................................................... .....  —2,0 н— 0,3 В

Ток утечки затвора при (/си = 0, t/зи = Ю В
не б о л е е ............................................................................  10 нА

Напряжение отсечки при t/си = Ю В, /с = 10 мкА
не м е н е е ..................................................................................  6 В

Емкость входная при t/CH = 10 В, /с  = 5 мА:
2П313А, 2П313Б, 2 П 3 1 3 В ...................................4.1* —6,8 пФ
типовое зн ач ен и е ..........................................................  4,8* пФ
КП313А, КП313Б, КП313В не более........................ 7 пФ

Емкость проходная при t/CM = 10 В, /с = 5 мА:
2П313А, 2П313Б, 2П 313В ................................... .....  0 ,3 * -0 ,8  пФ
типовое зн ач ен и е ..........................................................  0,4* пФ
КП313А, КП313Б, КП313В не более . . . .  0, 9 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение сток-исток 
Напряжение затвор-сток 
Напряжение затвор-исток
Ток с т о к а ........................
Рассеиваемая мощность:

2П313А, 2П313Б, 2П313В.
при Т = 233 -=- 308 К .................................................... .....  120 мВт
при Т = 358 К ......................................................................80 мВт

КП313А, КП313Б, КП313В:
при Т = 228 -f- 298 К .......................................................... 75 мВт
при Т  = 358 К . . . .................................................... 40 мВт

Температура окружающей среды:
2П313А, 2П313Б, 2 П 3 1 3 В ....................................................От 213 до

358 К
КП313А, КП313Б, К П 313В ....................................................От 228 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  При работе с транзисторами необходимо при­
нимать меры защиты от статического электричества.

В нерабочем состоянии все 
выводы транзистора должны быть 
закорочены.

Зависимости крутизны характе­
ристики от тока стока.

15 В 
15 В 
10 В 

15 мА
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КП314А

Транзистор кремниевый планарный полевой с затвором на 
основе р-п  перехода и каналом и-типа.

Исток

13,5 5,3
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Предназначены для применения в охлаждаемых каскадах пред­
усилителей устройств ядерной спектрометрии.

Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Электрические параметры
Крутизна характеристики при С/си = 10 В, {/зи = 0,

/ =  0,5 ч- 1,5 кГц не м е н е е ..........................................................4 мА/В
Начальный ток стока при Uc и = W В, и ш  = 0 . . . .2 ,5  — 20 мА 
Емкость входная при £/си = 10 В, / = 1 0  МГц не

более ..........................................................................................................  6 пФ
Емкость проходная при i /си = Ю В , / = 1 0 М Г ц н е  более 2 пФ 
Среднеквадратичный шумовой заряд при {/си = 5 В,

/с = 3 мА, Сг = 0 ,  Тф = 5 мке, не б о л е е ........................1,32■ I0-17 Кл

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение сток-исток при Г = 308 К .............................. 25 В
Напряжение затвор-исток, затвор-сток при Т = 308 К 30 В
Постоянный ток стока при Т = 308 К ..............................20 мА
Прямой ток затвора при Т  = 308 К ...................................  5 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 308 К . . . 200 мВт
Температура окружающей с р е д ы ............................. ..... ............... 358 К

2П350А, 2П350Б, КП350А, КП350Б, КП350В

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с двумя 
изолированными затворами и каналом л-типа.

Предназначены для применения в усилительных, генераторных 
и преобразовательных каскадах сверхвысокой частоты (до 700 МГц).

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. 
Транзисторы КП350А, КП350Б, КП350В на торцевой поверхности 
корпуса дополнительно маркируются двумя черными точками.

Масса транзистора не более 0,7 г.

Электрические параметры
Коэффициент ш ума при Uc и,= Ю В, {/з2и = 6 В, /с 

= 10 мА :
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при / = 400 МГц:
2 П 3 5 0 А ......................................... . .........................................4,8* -  6 дБ
типовое значение....................................................................... 5,5* дБ
К П 3 5 0 А ........................................................................................ 3,7* -  6 дБ
типовое значение.......................................................................3,8* дБ
К П 3 5 0 В ........................................................................................ 4,1* -  8 дБ

типовое значение..................................................................................4,8* дБ
при /  = 100 МГц:

2 П 3 5 0 Б ........................................................................................ 4 ,1 5 * -6  дБ
типовое значение.......................................................................4,9* дБ

К П 350Б ..............................................................................................2,0* -  6 дБ
типовое значение.............................................................................3,0* дБ

Крутизна характеристики при (/си = 10 В, (/32ц = 6 В,
/с = 10 мА, /=  50 1500 Гц:
2П350А, 2П350Б: 

при Г = 298 К ....................................................................... 6 ,0­
11,5* мА/В

типовое значение.......................................................................9,4* мА/В
при Т = 213 К ............................................................................. 6,0 —

15,0* мА/В
типовое значение.......................................................................11,7* мА/В

при Т = 358 К ....................................................................... 4 ,0 ­
10,0* мА/В

типовое значение.......................................................................8,0* мА/В
КП350А, КП350Б, КП350В: 

при Г = 298 К ....................................................................... 6 ,0­
13,0* мА/В

типовое значение.......................................................................10,0* мА/В
при Г = 228 К ............................................................................. 6 ,0 ­

13,0* мА/В
типовое значение............................................... .....  11,5* мА/В
при Г = 358 К ............................................................................. 4 ,0 ­

10,0* мА/В
типовое значение.......................................................................8,0* мА/В

Крутизна характеристики по второму затвору* при
Uqи = 10 В, £̂ з2и =  6 В, Iq ~ 10 м А ..............................  0,6

0,85 мА/В
типовое зн ач ен и е .............................................................................0,7 мА/В

Начальный ток стока при (/си = 15 В, (/3и = 0 не более:
2П350А, 2П350Б:

при Т = 298 К ......................................... • .................................3,5 мА
при Т =213 К и Т = 358 К ..........................................6,0 мА

КП350А, КП350Б, КП350В:
при Т = 298 К .......................................................................3,5 мА
при Г =  228 К и Т =  358 К ..........................................6,0 мА

Напряжение отсечки при (/си = 15 В, ГУ32И = 6 В, =
= 0,1 мА:

2П350А, 2П 350Б .............................................................................0 ,1 7 * -6 ,0  В
типовое значение......................................... ................................... 0,29* В
КП350А, КП350Б, К П 350В ......................................................0 ,0 7 * -6 ,0  В
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Напряжение отсечки по второму затвору* при t/си = 15 В,
t/3i И = 5 В, /с  = 0,1 мА . . . .........................................0 ,1 5 -4 ,5  В

типовое зн ач ен и е ............................................................................ 0,5 В
Ток утечки затвора при t/3(1 = 15 В не более . . . .  5,0 нА 
Емкость входная при Uc  и = Ю В, t/3in = t/зги — 0,

/ =  10 М Гц:
2П350А, 2П 350Б ............................................................................3 ,0 * -6 ,0  пФ

типовое значение............................................................................ 3,2*
КП350А, КП350Б, К П 350В ............................. ,  . . .2 ,9 * -6 ,0 п Ф

типовое значение............................................................................3,5* пФ
Емкость проходная при Uc и = 10 В, 1/31И = t/32H = 0,

/ =  10 М Гц:
2П350А, 2П 350Б ............................................................................0 ,03*­

0,07 пФ
типовое значение............................................................................0,04* пФ
КП350А, КП350Б, К П 350В .................................................... 0,03* —

' - . 0,07 пФ
типовое значение ............................................................................0,05* пФ

Емкость выходная при UCii = 10 В, t/3]H = t/32n = 0,
/ =  10 М Гц:

2П350А, 2П350Б . ......................................................................  3,2* —
6,0 пФ

типовое значение........................................................................... 4,0* пФ
КП350А, КП350Б, К П 350В ....................................................  2 ,9*­

6,0 пФ
типовое значение............................................................................3,2* пФ

Активная составляющая выходной проводимости при 
t/CH = Ю В, и 32и = 6 В, /с  = 10 мА КП350А, КП350Б,

КП350В не б о л е е ...........................................................................  250 мкСм

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток (положительное) 2П350А, 2П350Б 
при Т  = 213 + 358 К и КП350А, КП350Б, КП350В при
Т =  228 + 358 К ................................... ' ............................................  15 В

Напряжение первый затвор-сток КП350А, КП350Б,
КП350В при Т  = 228 + 358 К ..............................................  21 В

Напряжение второй затвор-сток КП350А, КП350Б, КП350В
при Т  = 228 + 358 К ...................................................................... 15 В ‘
Напряжение первый (второй) затвор-исток 2П350А,
2П350Б при Г =  213 + 358 К и КП350А, КП350Б,
КП350В при Т — 228 + 358 К ..............................................  15 В

Ток стока 2П350А, 2П350Б при Г =  213 + 358 К и 
КП350А, КП350Б, КП350В при Т =  228 + 358 К . . . 30 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность 2П350А, 2П350Б при 
Г =  213 + 298 К и КП350А, КП350Б,- КП350В при
Г  = 228 + 298 К .................................................................................  200 мВт
2П350А, 2П350Б, КП350А, КП350Б, КП350В при 
Г  = 358 К ............................................................................................. 100 мВт

типовое значение............................................................................0,7* В



Температура окружающей среды:
2П350А, 2П 350Б .............................................................................От 213 до

358 К
КП350А, КП350Б, К П 350В ......................................................От 228 до

358 К
П р и м е ч а н и е .  Расстояние от корпуса до начала изгиба вы­

вода 3 мм, радиус изгиба не менее 1,5 мм. При изгибе усилие 
не должно передаваться на стеклоизолятор.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от 
корпуса транзистора паяльником мощностью не более 60 Вт напря­
жением 6 —12 В. При пайке необходимо принимать меры защиты 
корпуса транзистора от попадания флюса и припоя. В момент 
пайки все выводы транзистора должны быть закорочены. Д ля 
обеспечения тока утечки затвора не более 5- 10-9  А необходимо ис­
пользовать транзисторы в составе герметизированной аппаратуры 
или при местной защите транзисторов от воздействия влаги.

При работе с транзисторами необходимо принимать меры за­
щиты от воздействия статического электричества.

2ПЗ50А 
-КП350А -
и Сц = ю в

2ПЗ
-КПЗ

50Б 
50 В

ЗВ
Т Р
%£/124 =

ит \и=<В

0 4 8 12 16 201с ,мА

Зависимости крутизны характе­
ристики от тока стока.

-1 ,0 -0 ,5  0 0,5 1,0 1,5 2,0 U3,и,В

Зависимости тока стока от на­
пряжения первый затвор-исток.

Зависимость коэффициента шу­
ма от частоты.

Зависимость коэффициента шу­
м а от напряжения сток-исток.
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ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНЫЕ 

КП901А, КП901Б
Транзисторы кремниевые планарные полевые с изолированным 

затвором и индуцированным каналом «-типа.
Предназначены для применения в усилительных и генератор­

ных каскадах в диапазоне коротких и ультракоротких длин волн.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими вывода­

ми. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 6 г.
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Электрические параметры

Выходная мощность в непрерывном режиме при (/си =
= 50 В, (/зи = 0, / =  100 МГц не менее:

К П 901А ......................................... .....................................................10* Вт
К П 901Б .............................................................................................. 6,7* Вт

Коэффициент усиления по мощности при (/си — 50 В,
(Узи = 0, Рвь|х = 10 Вт не менее:

при /=  100 МГц К П 901А .....................................................  7* дБ
при/  = 60 МГц К П 901А ........................................................... 10* дБ

Коэффициент полезного действия при Uq и = 50 В,
Um  = 0, />вых = 10 В т , ./ = 6 0  МГц КП901А не ме­
нее .........................................................................................................  35*%

Крутизна характеристики при Uqи = 20 В, /с = 500 мА не 
менее: .

при Г =  213 К:
К П 9 0 1 А ........................................................................................ 30 мА/В
К П 9 0 1 Б ........................................................................................ 40 мА/В

при Г =  298 К:
К П 9 0 1 А ........................................................................................ 50 мА/В
К П 9 0 1 Б ........................................................................................ 60 мА/В

при Г =  373 К:
К П 9 0 1 А ........................................................................................ 20 мА/В
К П 9 0 1 Б ........................................................................................ 30 мА/В

Начальный ток стока при (/с и = 20 В, (/зи = 0 не более:
при Г =213 К ............................................................................. 500 мА
при Т = 298 К ............................................................................. 200 мА
при Т = 373 К ..................................................................................  400 мА

Остаточный ток стока при Ucи = 85 В, (/зи = 15  В не
более.........................................................................................................  50 мА

Ток стока при (/си = 20 В, 1/зи = 20 В КП901А не
менее.........................................................................................................  1,6 А

Емкость затвор-исток' при (/зи = — 30 В не более . . .  100 пФ 
Проходная емкость при С/с и = 25 В, (/зи = —15 В не 

более.......................................................... -.............................................  10 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение затвор-исток.................................................................  30 В
Напряжение сток-исток.......................................................................  70 В
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Импульсное напряжение сток-исток при тп < 1 мс . . . 85 В
Напряжение затвор-сток ................................................................  85 В
Импульсное напряжение затвор-сток при тп < 1 мс 100 В
Постоянный ток с т о к а ................................................................  . 4 А
Постоянная рассеиваемая мощность:

при 213 -г 298 К . : ....................................................  20 Вт
при Т = 373 К . . ......................................................................  8 Вт

Температура окружающей с р е д ы ...............................................От 213 до
373 К

П р и м е ч а н и е .  При Т = 298 ч- 373 К максимально допустимая 
постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно.
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2П902А, 2П902Б, КП902А, КП902Б, КП902В

Транзисторы полевые кремниевые планарные с изолированным 
затвором и каналом л-типа.

Предназначены для применения в приемно-передающих устрой­
ствах в диапазоне частот до 400 .МГц.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими вы­
водами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.
28 Полупроводниковые приборы 873



Сток

З ат В ор

Исток

Электрические параметры
Минимальный коэффициент шума при 1/с и  = 50 В,

/с  = 50 м А : 
при / =  250 М Гц :

2П902А, К П 902А .................................................................3,4* -  6 дБ
типовое значение ................................................................. 5,0* дБ
КП902В не б о л е е ..........................................................  8 дБ

при / = 1 0 0  М Гц 2 П 9 0 2 А ...............................................4 ,3*—4,9* дБ
типовое з н а ч е н и е ................................................................  4,6* дБ

Коэффициент усиления по мощности при С̂ си = 50 В,
/с  = 50 мА, /  = 250 М Г ц .....................................................8,0 -  12* дБ
типовое зн ач ен и е ....................................................................... 11,0* дБ
при UCK = 50 В, Um  = 0, Рвх = 0,3 Вт, / =  400 МГц
2П902А, 2 П 9 0 2 Б ...................................................................... 2 ,3 * -6 ,0 *  дБ
типовое зн ач ен и е ............................................... ..  4,6* дБ

Максимальная отдаваем ая мощность* при/ =  60 МГц
КП902А, КП902Б, КП902В не м е н е е ........................  0,8 Вт
при Uc i l  = 50 В, и ш  = 0, Рв% = 0,3 Вт 2П902А,
2П 902Б ...............................................................................................0,8 -  1,8 Вт
типовое зн ач ен и е ......................................................................  1,2 Вт

Крутизна характеристики при (Уси = 50 В, Iq = 50 мА 
не менее:

при 7  = 213 -=- 298 К 2П902А, 2П902Б . . . .  ЮмА/В 
при Т =  228 ч- 298 К КП902А, КП902Б, КП902В 10 мА/В 
при Г  = 358 К КП902А, КП902Б, КП902В . . .  8 мА/В
при Т = 398 К 2П902А, 2 П 9 0 2Б .............................. 8 мА/В

Начальный ток стока при С/си = 50 В, £/3ц = 0 не 
более: П

при Г = 213 К 2П902А, 2 П 9 0 2Б .............................. 15 мА
при Г = 298 К 2П902А, 2 П 902Б .............................. 10 мА
при Т  = 228 + 298 К КП902А, КП902Б, КП902В 10 мА 
при Г = 358 К КП902А, КП902Б, КП902В . . .  15 мА
при Г = 398 К 2П902А, 2 П 9 0 2Б .............................. 15 мА

Ток утечки затвора при 1/си = 0, 1/зи = 30 В не 
более:

КП902А, КП902Б, К П 902В ............................................... 3 нА
2П902А, 2П902Б ....................................................................... 3* нА

Остаточный ток стока при Vqи = 60 В, 1/зи = 10 В 
не б о л е е .........................................................................................  0,5 мА
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Активная составляющая выходной проводимости* при 
{/си = 50 В, /с = 50 мА не более:

КП902А, КП902Б, К П 902В................................................  30 мкСм
2П902А, 2П902Б....................................................................... 1 2 - 1 9 0  мкСм

типовое зн ач ен и е .................................................................  30 мкСм
Входная емкость при t/си = 25 В, t/зи = 0, 1С — 0 

не более:
2П902А, 2П902Б.......................................................................  11 пФ
КП902А, КП902Б, К П 9 0 2 В ..........................................  11 пФ

Выходная емкость при С'си = 25 В, t/3l1 = 0, /с = 0 
не более:

2П902А, 2П902Б.......................................................................  11 пФ-
КП902А, КП902Б, КП 902В................................................  11 пФ

Проходная емкость при 0 Сц = 25 В, / = 1 0  мГц, 
t/зи = 0, 1с — 0 не более:

2П902А, 2П902Б.......................................................................  0,6 пФ
КП902А, К П 9 0 2 Б .................................................................  0,6 пФ
КП 902В......................................................................................... 0,8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение затвор-и сток .................................................................  30 В
Постоянное напряжение сток -и сто к ..........................................  50 В
Постоянное напряжение сток-исток при 1/зи = 0 . . . 60 В
Пиковое напряжение сток-исток при т„ < 1 мс, Q > 100 

не более....................................................................................................  70 В
Постоянный ток стока:

при Г =  213+ 298 К 2П902А, 2 П 9 0 2Б ..............................200 мА
при Г =  228 + 298 К КП902А, КП902Б, КП902В . . 200 мА
при Г = 358 К КП902А, КП902Б, КП902В . . .  130 мА

при Т = 398 К 2П902А, 2 П 9 0 2 Б .................................... 130 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:
при Г =  213 + 298 К 2П902А, 2 П 9 0 2 Б .........................3,5 Вт

при Г  = 228 + 298 К КП902А, КП902Б, КП902В 3,5 Вт
при Г = 358 К КП902А, КП902Б, КП902В.........................2,5 Вт

при Т = 398 К 2П902А, 2 П 9 0 2 Б ....................................  1 Вт
Температура окружающей среды:

2П902А, 2П 902Б .............................................................................От 213 до
398 К

КП902А, КП902Б, К П 902В ......................................................От 228 до
358 К
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2П903А, 2П903Б, 2П903В, КП903А, КП903Б, 
КП903В

Транзисторы полевые кремниевые эпитаксиально-планарные с 
затвором на основе /)-«-перехода и каналом /7-типа.

Предназначены для  применения в приемно-передающих и пере­
ключающих устройствах низкочастотного диапазона (до 30 МГц).

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими вы­
водами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.

Сток Затвор

Электрические параметры
Электродвижущая сила ш ума на /= 100 кГц при 

Uqи = Ю В, Iq = 10 м А :
КП903А, КП903Б, К П 903В ........................................ 0 ,5 -5 ,0  hB/J/Гц

2П 903А ...................................................................................0,5* -1 ,0  нВД/Гц
типовое зн а ч ен и е .......................................................... 0,7* hB/j/Гц

2П903Б не б о л е е ..........................................................  2,5 hB/J/Гц

2П903В не б о л е е .......................................................... 4,6* нВ/[/Гц
Выходная мощность* в схеме резонансного усили­

теля в режиме класса А на / = 30  МГц при
Ес  = 10 В, (/зи = 0 ................................................................. 90 -  600 мВт
типовое зн ачен и е................................................................. 450 мВт

Коэффициент усиления по мощности* в схеме 
резонансного усилителя в режиме класса А на 
/ = 3 0  МГц при (7Си = Ю В, ^зи = 0 . . . .  7,6 — 16,0 дБ
типовое зн ачен и е................................................................. 11,0 дБ

Сопротивление сток-исток в открытом состоянии 
(/си — 0,2 В, (/зи = 0 не более:

при Т = 213 373 К К П 903В .............................  10 Ом
при Т = 213 -=- 298 К 2П 903В ................................... 10 Ом
при Г = 398 К 2П903В . ...................................  18 Ом

Крутизна характеристики при (/Си = Ю В, (/Зи = 0,
/ =  1 -5- 10 кГц, %„ < 10 мс, Q > 10 не менее: 

при Т = 213 -т- 298 К :
2П903А, К П 9 0 3 А ........................................................... 85 мА/В
2П903Б, К П 9 0 3 Б ..........................................................  50 мА/В
2П903В, К П 9 0 3 В ..........................................................  60 мА/В
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при Т = 373 К:
КП 903А ........................................................................................50 мА/В
К П 903Б ........................................................................................30 мА/В
К П 903В ............................................................................ ...........40 мА/В

при Т = 398 К:
2 П 903А ............................................................................ ...........50 мА/В
2 П 9 0 3 Б ............................................................................ ...........30 мА/В
2 П 9 0 3 В ............................................................................ ...........40 мА/В

Начальный ток стока при t/c и = 10 В, 1/зи = 0 
2П903А, КП903А не б о л е е .......................................... 700 мА

Ток утечки затвора при t/си= О, ^ з и = ~15 В
не б о л е е ..................................................................................  0,1 мкА

Обратный ток перехода затвор-сток при Ujc  =
= — 20 В не б о л е е ........................................................... 1 мкА

Остаточный ток стока при Uc и = 5 В, t/зи = — 15 В
2П903В, КП903В не б о л е е .........................................  50* нА

Напряжение отсечки при Uc и = 5 В, /с = 10 мкА 
не более:

2П903А, К П 90 3 А ........................................................... 12 В
2П903Б, К П 9 0 3 Б ........................................................... 6,5 В
2П903В, КП903В . .....................................................  10 В

Емкость затвор-исток при t/3n = —15 В, /=
= 0,1 -г 10 МГц не б о л е е .........................................  18 пФ

Емкость затвор-сток при t/3 с = — 20 В, /  =
= 0,1 -г- 10 МГц не б о л е е .........................................  15 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение затвор-и сток .................................................................  15 В
Напряжение за т в о р -с т о к .................................................................  20 В
Напряжение сток-исток.......................................................................  20 В
Постоянный ток с т о к а .......................................................................  0,7 А
Прямой ток за тв о р а ............................................................................. 15 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т =  213+ 298 К .................................................................  6 Вт
при Г  = 373 К КП903А, КП903Б, КП903В . . . .  2 Вт 
при Г = 398 К 2П903А, 2П903Б, 2П903В . . . .  1,2 Вт

Температура структуры .......................................................................  428 К
Температура окружающей среды:

2П903А, 2П903Б, 2 П 9 0 3 В ......................................................От 213 до
398 К

КП903А, КП903Б, К П 903В ......................................................От 213 до
373 К

П р и м е ч а н и е .  При увеличении напряжения на затворе свыше 
10 В t/си.макс определяется по формуле

^СИ.макс =  ^СИ — ( I t W — 10)-
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КП904А, КП904Б

Транзисторы кремниевые планарные полевые с изолированным 
затвором и индуцированным каналом и-типа.

Предназначены для применения в усилительных, преобразова­
тельных и генераторных каскадах в диапазоне коротких и ультра­
коротких длин волн.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими вы­
водами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 45 г.

Электрические параметры
Выходная мощность* при (/си = 55 В, (/зи = 0 ,/  = 60 МГц 

не менее :
К П 904А ..............................................................................................  50 -  75 Вт
К П 904Б ..............................................................................................  30 -  40 Вт

Коэффициент полезного действия* при Uq и = 55 В,
^зи = 0, / = 6 0  М Гц не м е н е е ..............................................  49 — 53%
типовое зн ач ен и е ............................................................................. 51%

Коэффициент усиления по мощности* при £/Си = 55 В,
•̂ вых > 50 Вт, / = 6 0  М Гц (в режиме класса В) не
менее.......................................................................................................... 11 — 14 дБ
типовое зн ач ен и е ............................................................................. 13 дБ

Крутизна характеристики при £/си = 20 В, /с = 1 А не 
менее:

при 7 =  213 К .............................................................................150 мА/В
при Г =298 К ............................................................................. 250 мА/В
при Г  = 373 К .............................................................................100 мА/В

Начальный ток стока при Uqu = 20 В, (/зи = 0 не 
более:

при 7  = 213 К ................................................................................... 500 мА
при 7  = 298 К ................................................ . . . .  350 мА
при 7 =  373 К ............................................................................. 500 мА

Остаточный ток стока при Uqи = 100 В, £/зи = — 20 В
не б о л е е ............................................................................................... 200 мА
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Ток стока при б^ц = 20 В, U-щ = 20 В не менее:
К П 904А ..............................................................................................
К П 904Б ..............................................................................................

Емкость затвор-исток при разомкнутом выводе стока прц 
1/-}И = 30 В не б о л е е .................................................................

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение затвор-исток.................................................................
Постоянное напряжение сто к -и сто к ..........................................
Пиковое напряжение сток-исток при х„ < 1 мс, Q > 2 . . .
Постоянное напряжение затво р -сто к ..........................................
Пиковое напряжение затвор-сток при ти < 1 мс,

Q >  2 ....................................................................................................
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Т  = 213 + 298 К .................................................................
при Т = 373 К ...................................................................................

Температура окружающей с р е д ы ................................................

300 пФ

5 А
3 А

30 В 
70 В 
100 В 
90 В

120 В

75 В 
30 Вт 

От 213 до 
373 К

600

500

400

300

200

100 
О

КП904А 7
Л//Йич-ь

Ти =40мНС
1С-1А
Щщ^20 9

273 298 327 348 373 398 Т,К
Зависимость крутизны характе­

ристики от температуры.
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Зависимость начального тока 

стока от температуры.
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Зона возможных положений за­
висимости тоха стока от на­

пряжения затвор-исток.

Зависимость крутизны характе­
ристики от напряжения сток-

исток.
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от напряжения затвор-исток.
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Зависимости коэффициента уси­
ления по мощности и выходной 
мощности от напряжения сток- 

исток.

КП905А, КП905Б

Транзисторы кремниевые планарные полевые с изолированным 
затвором и каналом и-типа.

Предназначены для усиления и генерирования сигналов в диапа­
зоне частот до 1500 МГц.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми 
выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 3,0 г.
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2 ,6

11,5

15,7

<м
■кГ
'О .' г

0,15

1 ,0 -  1,4 Вт

8 .0 -  15* дБ
6 .0 -  10* дБ

6,0* дБ 
6,5 дБ

Электрические параметры

Выходная мощность* при t/си = 50 В, 6'зИ = 0,
/  = 1000 МГц К П 90 5 А ...............................................

Коэффициент усиления по мощности при Uc и = 50 В,
/с = 30 мА, /  = 1000 МГц:

К П 905А .........................................................................................
К П 905Б .........................................................................................

Коэффициент шума при (/си = 50 В, /с  = 30 мА,
/=  1000 МГц не более:

КП 905А .........................................................................................
К П 905Б .........................................................................................

Крутизна характеристики при С/Си = 20 В, /с  =  50 мА,
Т=  298 К .........................................................................................1 8 -3 9 *  мА/В
типовое зн ач ен и е ....................................................................... 29* мА/В

Ток стока при t/си = 20 В, (/зи = 20 В:
КП 905А ......................................................................................... 225 -350*  мА
К П 905Б ......................................................................................... 150-350* мА

Начальный ток стока при 1/Си = 20 В, f/зц = 0,
Т = 298 К .........................................................................................0 ,5 * -2 0  мА
типовое зн ач ен и е .......................................................................  4* мА

Остаточный ток стока при t/си = 60 В, t/зи = — 10 В 0,06*— 1,0 мА
типовое зн ач ен и е .......................................................................  0,1* мА

Емкость входная при Ucи = 25 В, = 0, / =
= 10 М Гц:

типовое значение. . 5,0* пФ
КП905Б не более . . . . ............................... 11,0 пФ

Емкость проходная при t/CH = 25 в , 5= S II о II

-  10 М Г ц ........................ 0,14* —0,6 пФ
0,25* пФ

Емкость выходная при ^си = 25 В, t/зи = — 5 В,
/ -  10 МГц . . . . 1,4* ,0* пФ

2,0* пФ
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток-и сто к .......................................... 60 В
Постоянное напряжение затвор-сток .........................................  70 В
Напряжение за тв о р -и сто к ................................................................ ± 30 В
Постоянная рассеиваемая мощность при Г = 213 -г 298 К 4 Вт
Тепловое сопротивление* кристалл-корпус..............................10—15 К/Вт
Температура окружающей с р е д ы ............................................... От 213 до

373 К

П р и м е ч а н и я .  1. Максимально допустимая постоянная рассеи­
ваемая мощность, Вт, при Т% = 298 373 К рассчитывается по 
формуле

•Рмакс = 4[1,05 — (Тг — 298) / 398].

2. Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 3 мм. 
В момент пайки все выводы должны быть закорочены. Жало 
паяльника должно быть заземлено. Запрещается формовка выводов 
и вращение их вокруг оси. При установке транзистора на тепло­
отвод чистота контактной поверхности теплоотвода должна быть 
не менее 2,5; неплоскостность контактной поверхности — не более 
0,03 мм.

При работе с транзисторами необходимо принимать меры за­
щиты от воздействия статического электричества и учитывать воз­
можность их самовозбуждения как высокочастотных элементов.

Зависимости тока стока от на­
пряжения затвор-исток.
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Зависимость сопротивления
сток-исток в открытом состоя­

нии от тока стока.
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Зависимости крутизны характе­

ристики от тока стока.

Зависимости коэффициента шу­
ма и коэффициента усиления 
по мощности в режиме малого 

сигнала от частоты.

Зависимости коэффициента шу­
ма и коэффициента усиления 
по мощности в режиме малого 
сигнала от напряжения сток- 

исток.
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Зависимости выходной мощно­
сти, коэффициента усиления по 
мощности и коэффициента по­
лезного действия в режиме боль­
шого сигнала от напряжения 

сток-исток.
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Зависимость выходной мощно­
сти от тока стока, измеренного 

при (/си 20 В, U jn  — 20 В.
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КП907А, КП907Б

Транзисторы кремниевые планарные полевые с изолированным 
затвором  и каналом л-типа.

Предназначены для усиления и генерирования сигналов на 
частотах до 1500 МГц, а также для применения в быстродей­
ствую щих переключающих устройствах наносекундного диапазона.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми 
выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

М асса транзистора не более 3,0 г.

<м
сх '
•в.

11,5

15,7

<М
VT
•О., Г

0,15

Электрические параметры
Выходная мощность при Uc и = 40 В, {/зи = 0: при

/ =  1000 МГц, Рт = 2,0 Вт:
К П 9 0 7 А ....................................................................................... 4 ,0 -6 ,0 *  Вт
типовое значение...................................................................... 5,0* Вт

К П 9 0 7 Б .......................................................................................  3,0*­
4,0* Вт

типовое значение...................................................................... 3,5* Вт
при /  = 400 МГц, Рвх = 3,0 Вт:

КП907А, типовое зн ачен и е .............................................. 10* Вт
КП907Б не м е н е е ................................................................ 7,0 Вт

Время включения и выключения при {/си 30 В,
RH = 10 Ом не б о л е е ................................................................ 2,0* не

Крутизна характеристики при UCH = 20 В, /с = 500 мА,
Г  = 298 К .............................................................................................  110 —

200* мА/В
типовое зн ач ен и е ............................................................................185* мА/В

Ток стока при UCu  = 20 В, U™ = 20 В:
КП907А . . . . .  ....................................................  1700­

2700* мА
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типовое значение.............................................................................  2200* мА
К П 9 0 7 Б ..................................................................................................... 1300 —

1700* мА
типовое значение.............................................................................  1550* мА

Начальный ток стока при Uc и  = 20 В, С/Зи = 0, Т =
= 298 К ..................................................................................................... 20*­

100 мА
типовое зн ач ен и е .............................................................................50* мА

Остаточный ток стока при £/с и = 60 В, С/Зи = — 10 В 0 ,6*—10 мА 
типовое зн ач ен и е .............................................................................1,0* мА

Емкость проходная при 1/Си = 25 В, и зи  = — 10 В,
/ = 1 0  М Г ц ............................................................................................... 0,8* —

3,0 пФ
типовое зн ач ен и е ........................................ ....................................1,5* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сто к-и сто к .......................................... ......60 В
Постоянное напряжение затвор-сток.......................................... ......70 В
Напряжение затвор -и сток ................................................................. ± 30 В
Постоянная рассеиваемая мощность при Г  *= 213 4- 298 К 11,5 Вт
Температура окружающей среды ......................................................От 213 до

373 К

П р и м е ч а н и я :  1. Максимально допустимая постоянная рассеи­
ваемая мощность, Вт, при Тк = 298 373 К рассчитывается по формуле

Л,акс= 1 0 [1 .1 5 -(Г 1 -  298)/398].

2. Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 
3 мм. В момент пайки все выводы должны быть закорочены. 
Жало паяльника должно быть заземлено.

Запрещается формовка выводов и вращение их вокруг оси. 
При установке транзистора на теплоотвод чистота контактной по­
верхности теплоотвода должна быть не менее 2,5, неплоскост- 
ность контактной поверхности — не более 0,03 мм.

При работе с транзисторами необходимо принимать меры за­
щиты от воздействия статического электричества и учитывать воз­
можность их самовозбуждения как высокочастотных элементов.



Зависимость тока стока от на­
пряжения затвор-исток.

Зависимость выходной мощно­
сти от тока стока, измеренного 

при С/си = 20 В, = 20 В'.

Зависимость крутизны характе­
ристики от напряжения сток- 

исток.

Зависимость крутизны характе­
ристики от тока стока.
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Зависимости выходной мощно­
сти, коэффициента усиления по 
мощности и коэффициента по­
лезного действия от напряжения 

сток-исток.
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Зависимости выходной мощно­
сти, коэффициента усиления по 
мощности и коэффициента по­
лезного действия от входной 

мощности.

Зависимости выходной мощно­
сти и коэффициента полезного 
действия от тока стока, измерен­
ного при t/си = 20 В, 1/зи = 

= 20 В.

Р а з д е л  д в е н а д ц а т ы й

ТРАНЗИСТОРЫ СДВОЕННЫЕ

КПС104А, КПС104Б, КПС104В, КПС104Г, 
КПС104Д, КПС104Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные ионно-ле­
гированные полевые с затвором на основе />-я-перехода и каналом 
я-типа сдвоенные.

Предназначены для применения во входных каскадах дифферен­
циальных малошумящих усилителей низкой частоты и постоянного 
тока с высоким входным сопротивлением.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г.

1

So •©.

М ест о
м аркировки

го e , f

Исток 2 Сток1

ЗатВор2 
Сток 2
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Шумовое напряжение при / =  0,1 ч- 10 Гц, (/с и = Ю В,
Rr — 30 кОм не более:

КПС104А при 2/с = 0,18 м А ...................................  0,4 мкВ
КПС104Б при 2/с = 0,18 мА и КПС104Г при
2/с  = 1,5 м А ............................................................................  1,0 мкВ
КПС104В при 2/с = 0,5 мА и КПС104Д при
2/с  = 1,5 м А ......................................................................  5,0 мкВ

Крутизна характеристики при (/Си = Ю В, (/зи = 0,
Т =  298 К:

КПС104А, КПС104Б не м е н е е ...................................0,35 мА/В
типовое зн ач ен и е .................................................................0,8* мА/В
КПС104В, КПС104Е не м е н е е .............................0,65 мА/В
типовое зн ач ен и е .................................................................1,0* мА/В

КПС104Г, КПС104Д не м е н е е ...................................  1,0 мА/В
типовое зн ач ен и е ................................................................ 1,7* мА/В

Разность напряжений затвор-исток при 1/си =10 В,
Т — 298 К не более:

КПС104А, КПС104Б при 2/с = 0,18 мА . . . .  30 мВ 
КПС104В при 2/с  = 0,5 мА и КПС104Г,
КПС104Д при 2/с = 1,5 м А ......................................... 50 мВ
KIIC104E при 2/с = 0,5 м А ......................................... 20 мВ
типовое значение,................................................................  10* мВ

Температурный уход разности напряжений затвор-ис­
ток при 1/си = Ю В не более:

КПС104А при 2/с = 0,18 м А .........................................50 мкВ/К
КПС104Б при 2/с  = 0,18 мА, КПС104В при
2/с  = 0,5 мА и КПС104Д при 2/с =1,5 мА 150 мкВ/К

КПС104Г при 2/с = 1,5 м А .........................................100 мкВ/К
КПС104Е при 2/с = 0,5 м А .........................................20 мкВ/К

Отношение начальных токов стока при (Ус и = 10 В,
£/зИ = 0 не менее:

при Г  = 298 К ......................................................................  0,9
при Г  = 233 К и Г  = 358 К ...................................  0,85

Отношение напряженной отсечки при (/Си = Ю В,
/с = 10 мкА не менее:

при Г  = 298 К ......................................................................  0,9
при Т  = 233 К и Г  = 358 К ................................... 0,85

Начальный ток стока при t/си = Ю В, t/3M = 0:
КПС104А, К П С 104Б .......................................................... 0 ,1 -0 ,8  мА

типовое зн ач ен и е ................................................................  0,5* мА
К П С 1 0 4 В ..................................................................................0,35 -  1,5 мА

типовое зн ач ен и е ........................ ........................................ 0,8* мА
КПС104Г, КПС104Д, К П С 104Е ...................................1,1 -  3,0 мА

типовое зн ач ен и е ................................................................  2,0* мА
Напряжение отсечки при f/си = 10  В, /с = 10 мкА:

КПС104А, К П С 104Б .......................................................... 0,2 -  1,0 В
типовое зн ач ен и е ................................................................. 0,6* В

КПС104В, К П С 104Е .......................................................... 0,4 -  2,0 В
типовое зн ач ен и е ................................................................  1,0* В

Электрические параметры
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КПС104Г, К П С 10 4Д ............................................................1 ,0 - 3 ,0  В
типовое зн ач ен и е .................................................................. 1,5* В

Ток утечки затвора при t/си = 0, t/зи = — Ю В не бо­
лее:

при Т — 298 К
КПС104А, КПС104Б, К П С 104Е ...............................  0,3 нА
КПС104В, КПС104Г, К П С 104Д ...............................  1,0 нА

при Т = 358 К:
КПС104А, КПС104Б, К П С 10 4 Е ...............................0,15 мкА

КПС104В, КПС104Г, К П С 104Г .....................................  0,5 мкА
Емкость входная при t/си = '0  В, ^зи = 0 не более 4,5 пФ
Емкость проходная при t/Cn = Ю В, t/зи = 0 не

б о л е е ............................................................................................... 1,5 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение сток-исток .......................................................................  25 В
Напряжение затвор-сток.......................................................................  30 В
Напряжение затвор-исток (отрицательное).............................. — 30 В
Напряжение затвор-исток (полож ительн ое)........................  0,5 В
Прямой ток затвора при закороченных выводах сток-

исток .......................................................................................................... 0,5 мА
Постоянная рассеиваемая мощность для каждого из 

пары транзисторов:
при Т = 233 -г 298 К ................................................................. 45 мВт
при Т = 358 К .............................................................................25 мВт

Температура окружающей с р е д ы ................................................ От 233 до
358 К
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Зависимости крутизны характе­
ристики от напряжения затвор-

исток.

Зависимости крутизны характе­
ристики от тока стока.
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Зависимости разности напряже­
ний затвор-исток, приведенной 
к значению при Т = 303 К, от 

температуры.

2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 
2П202Д-1, 2П202Е-1, КПС202А-2, КПС202Б-2, 
КПС202В-2, КПС202Г-2, КП202Д-1, КП202Е-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные ионно-леги­
рованные полевые с затвором на основе р-п-перехода и каналом 
л-типа сдвоенные и одинарные.

Предназначены для применения в герметизированной аппара­
туре во входных каскадах усилителей и дифференциальных уси­
лителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным 
сопротивлением.

Бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием 
сдвоенные на кристаллодержателе, одинарные без кристаллодержа-



теля. Сдвоенные (вариант 1) и одинарные (вариант 2) транзисторы 
упаковываются в сопроводительную тару, позволяющую без извле­
чения из нее производить измерение электрических параметров 
транзисторов. Сдвоенные транзисторы выпускаются также без крис- 
таллодержателя в виде двух одинаковых транзисторов, подобранных 
по основным электрическим параметрам и упакованных в сопро­
водительную тару. Обозначение типа приводится на сопроводитель­
ной таре.

Масса сдвоенного транзистора не более 0,5 г, одиночного 0,2 г.

Электрические параметры

Максимальная рабочая частота* 2ПС202А-2, 2ПС202Б-2,
2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 2П202Д-1, 2П202Е-1 . . . .  30 М Гц

Электродвижущая сила шума U c и = 10 В, (/зи = 0, __
/ =  1 кГц не более 2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В-2 20 hB/J/Гц 

Крутизна характеристики при Vqw = 10 В, С/Зи = 0 не 
менее: 

при Т = 298 К:
КПС202А-2, К П С 202Б-2 ..................................................... 0,5 мА/В

2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2П202Д-1, КПС202В-2,
К П 2 0 2 Д -1 .................................................................................. 0,65 мА/В

2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 2П202Е-1, КПС202Г-2,
К П С 202Е -1.................................................................................. 1,0 мА/В

при Г =  213 К (в составе условной микросхемы):
2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2 П 2 0 2 Д -1 ..............................0,65 мА/В
2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 2П 202Е -1................................... 1,0 мА/В

при Т = 398 К (в составе условной микросхемы):
2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2П 202Д -1................................... 0,3 мА/В
2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 2 П 2 0 2 Е -1 ..............................0,5 мА/В

Разность напряжений затвор-исток при Uc и = 10 В не 
более:

при Г  = 298 К :
2ПС202А-2, 2ПС202Б-2 при 2 /с = 0,5 мА и 

2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, КПС202В-2, КПС202Г-2
при 2 1с =1, 5 м А ...........................................................
КПС202А-2, КПС202Б-2 при 2 /с  = 0,5 мА . . . 

при Т = 398 К (в составе условной микросхемы)
2ПС202А-2, 2ПС202Б-2 при 2 /с  = 0,5 мА и 
2ПС202В-2, 2ПС202Г-2 при 2 /с = 1,5 мА . . .

Температурный уход разности напряжений затвор- 
исток при Uс  и = 10 В:

2ПС202А-2 при 2 /с  = 0,5 мА  не более . . .
типовое значение .................................................................

2ПС202В-2 при 2 Iq = 1,5 мА  не более . . .
типовое значение .................................................................

2ПС202Б-2 при 2 1С = 0,5 мА  и 2ПС202Г-2
при 2 /с = 1,5 мА не б о л е е ...................................

типовое значение .................................................................
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Начальный ток стока при £/си = 10 В, {/зи = 0:
2П С202А -2.................................................................................. 0,35 -  0,8 мА
типовое зн ач ен и е ................................................................ 0,65* мА

2ПС202Б-2, 2П202Д-1, КПС202А-2, КПС202Б-2,
КПС202В-2, К П 2 0 2 Д -1 .................................................... 0 ,35 - 1 ,5  мА
типовое зн ач ен и е ................................................................ 0,95* мА

2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 2П202Е-1, КПС202Г-2,
КП202Е-1 ..................................................................................1,1 — 3,0 мА

типовое зн ач ен и е ................................................................  1,9* мА
Напряжение отсечки при (/си = 10 В, /с = 10 мкА:

2ПС202А-2..................................................................................0 ,4 - 1 ,0  В
типовое зн ач ен и е ................................................................  0,6* В
2ПС202Б-2, 2П202Д-1, КПС202А-2, КПС202Б-2,

КПС202В-2, К П 2 0 2 Д -1 .................................................... 0,4 -  2,0 В
типовое зн ач ен и е ................................................................  1,1* В
2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 2П202Е-1, КПС202Г-2,

КП202Е-1 ..................................................................................1 ,0 - 3 ,0  В
типовое зн ач ен и е ................................................................  1,8* В

Ток утечки затвора при i /си= 0, t/зи = —10 В 
не более: 
при Т = 298 К :

2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В-2, 2ПС202Г-2,
2П202Д-1, 2 П 2 0 2 Е -1 ....................................................  0,3 нА
КПС202А-2, К П С 202Б -2 ..............................................  0,6 нА
КПС202В-2, КПС202Г-2, КП202Д-1, КП202Е-1 1,0 нА 

при Т = 398 К:
2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В-2, 2ПС202Г-2,
2П202Д-1, 2 П 2 0 2 Е -1 ......................................... ' . . 300 нА

Емкость входная при (Уси = 1 0  В, 1/зИ = 0 не бо­
лее ...................................................................................................  6 пФ

типовое зн ач ен и е ................................................................ . 3 *  пФ
Емкость проходная при Uси = 10 В, UзИ = 0 не

б о л е е ..................................................................................\ . 2 пФ
типовое значение ......................................................................  1* пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение сток-исток...................................................................... 15 В
Напряжение за тв о р -сто к ................................................................  20 В
Напряжение затвор-исток................................................................  0,5 В
Постоянная рассеиваемая мощность (в составе условной 

микросхемы) каждого из пары транзисторов:
2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В-2, 2ПС202Г-2:

при Г  =213ч-  328 К .......................................................... 30 мВт
при Т = 398 К ......................................................................  7 мВт
2П202Д-1, 2П202Е-1:

при Т =  213 ч- 328 К .......................................................... 60 мВт
при Г  = 398 К ...................................................................... 14 мВт

КПС202А-2, КПС202Б-2, КПС202В-2, КПС202Г-2,
при Т  = 233 ч- 343 К .......................................................... 60 мВт
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КП202Д-1, КП202Е-1 при 7 =  233 + 358 К 60 мВт
Температура окружающей среды:

2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В-2, 2ПС202Г-2,
2П202Д-1, 2П202Е-1................................................................. От 213 до

398 К
КПС202А-2, КПС202Б-2, КПС202В-2, КПС202Г-2 От 233 до

343 К
КП202Д-1, К П 202Е -1 ............................................................От 233 до

358 К

П р и м е ч а н и е .  При монтаже транзисторов в гибридную микро­
схему не допускается использование материалов, вступающих в 
химическое и электрохимическое взаимодействие с защитным покры­
тием, а также должны быть приняты меры, исключающие воз­
можность соприкосновения выводов с кристаллом (минимальное 
расстояние от места изгиба выводов до кристалла 1 мм, радиус 
закругления не менее 0,5 мм).

Тепловое сопротивление кристалл-корпус при монтаже в гибридную 
микросхему сдвоенного транзистора должно быть не более 3 К/мВт, 
одиночного — не более 1,5 К/мВт.

При пайке (сварке) выводов (на расстоянии не менее 1 мм) 
и при заливке транзисторов компаундами нагрев кристалла не 
должен превышать Т = 398 К.

При извлечении транзисторов из сопроводительной тары (после 
отсоединения выводов от тары) и при монтаже транзисторов в 
микросхему должны применяться приспособления, не вызывающие 
повреждения кристалла и его защитного покрытия.

С 2 0 2J I

2 ПС202В-2

иС1
= 1
= 5

1 = 1  
*101V - 1кП

0 -0 ,4 -0 ,8  -1 ,2  4 ,6  -2 ,0  Um ,B

Зависимость крутизны характе­
ристики от напряжения затвор-

исток.

0 -0,1 -0 ,2 -0 ,3 -0 ,4 -0 ,5  изи ,В

Зависимость ЭДС шума от на­
пряжения затвор-исток.
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2ПС202В- 2 , 2ПС202Г-2 
3  012П 202Е-1, КПС202В-2, 

КПС202Г-2,  КП202Е-1
-IA— I------1------|_

2ПС202В-2, 
2П202Д-1, 

ПС202В-2 
'П202Д-1

193 233 273 313 3 5 3  Т,К

Зависимость крутизны характе­
ристики от температуры.

У  313 333 т, к
7^2П С 202Б -2 -\  

-2П С 202В -2  
-2П С202Г- 2

Зависимость разности напряже­
ния затвор-исток, приведенной 
к значению при Т = 303 К, от 

температуры.

КПС315А, КПС315Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с 
затвором на основе р -п  перехода каналом л-типа сдвоенные.

Предназначены для применения во входных каскадах дифферен­
циальных усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким 
входным сопротивлением.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 1,5 г.

Электрические параметры
Максимальная рабочая ч а с т о т а ...............................................60 МГц
Крутизна характеристики при £/си = 5 В, (/зи = 0

КПС315А не м е н е е ................................................................ 2,8 мА/В
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Разность напряжений затвор-исток при Uqи = 5 В, /с =
= 0,3 мА не более:

при Т = 298 К ..................................................... .....  . 30 мВ
при Г  = 373 К ............................................................................. 32,25 мВ
при Г = 213 К ............................................................................. 32,55 мВ

Температурный уход разности напряжений затвор-исток
при t/си = 5 В, /с = 0,3 м А  не б о л е е ........................30 мкВ/К

Начальный ток стока при t/си = Ю В, t/зи = 0 . . . . 1  — 20 мА 
Напряжение отсечки при t/си = 5 В, Iq = 10 мкА :

К П С 3 1 5 А ........................................................................................ 1 ,0 - 5 ,0  В
К П С 3 1 5 Б ........................................................................................ 0 ,4 - 2 ,0  В

Ток утечки затвора при Uc и = 0, t/3H = — 5 В не более: 
при Г  = 298 К

К П С 3 1 5 А ........................................................................................ 0,25 нА
К П С 3 1 5 Б ........................................................................................  1,0 нА

при Г = 373 К КПС315А, К П С 3 1 5 Б ........................100 нА
Отношение начальных токов стока при Uqh = 10  В,

t/зи = 0 не м е н е е ............................................................................. 0,9
Отношение значений крутизны характеристики при t/си =

= 10 В, t/зи = 0 не м е н е е .....................................................  0,9
Емкость входная при Uc  и = 1 0  В, t/3H = 0 не бо­

лее .........................................................................................................  8 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение сток-исток....................................................................... 25 В
Напряжение затвор-сток....................................................................... 30 В
Напряжение затвор-исток.................................................................  30 В
Напряжение сток-подложка при напряжении затвор- 

подложка, равном н у л ю ...........................................................  30 В
Прямой ток затвора каждого тр ан зи сто р а........................ 1 мА
Постоянная рассеиваемая мощность обоих транзисторов 

при Т = 213 -г 298 К ....................................................................... 300 мВт
Температура окружающей с р е д ы ...............................................От 213 до

373 К

П р и м е ч а н и е .  При Г = 298 — 373 К максимально допустимая 
постоянная рассеиваемая мощность, мВт, рассчитывается по формуле

К П С 3 1 5 Б ............................................................................................. 1 — 5 мА/В

^макс = 300 -  2 , 6 ( Г -  298).
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Зависимость крутизны характе­
ристики от напряжения затвор- 

исток.

5UMng,B

Зависимость крутизны характе­
ристики от напряжения исток- 

подложка.

- 0 ,5  -1 ,0  и3„=иИпЬВ 0 -0 ,5 -1 ,0 -1 ,5 -2 ,0 -2 ,5 из и ,В

Зависимость крутизны характе­
ристики от напряжения затвор- 

исток.

Зависимость выходной проводи­
мости от напряжения затвор- 

исток.

Зависимость отношения тока 
стока к крутизне характеристики 

от напряжения затвор-исток.
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чального тока стока от кру­

тизны характеристики.



АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ТРАНЗИСТОРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ В СПРАВОЧНИКЕ

Тип прибора Стр. Тип прибора Стр. Тип прибора Стр.

1НТ251 770 2П903 878 2Т606 671
1Т101 106 2ПС202 894 2Т607 675
1Т102 106 2Т117 123 2Т608 233
1TU6 121 2Т118 125 2Т610 678
1Т305 243 2Т118-1 128 2Т625 575
1Т308 247 2Т201 51 2Т629 578
1Т311 313 2Т202 135 2Т704 459
1Т313 416 2Т203 137 2Т803 466
1Т320 254 2Т205 54 2Т808 473
1Т321 258 2Т208 141 2Т809 476
1Т329 330 2Т301 166 2Т824 493
1ТЗЗО 333 2Т306 307 2Т825 565
1Т335 425 2Т307 310 2Т903 584
1Т341 341 2Т312 168 2Т904 689
1Т362 348 2Т316 318 2Т907 694
1Т374 363 2Т317 178 2Т908 587
1Т376 442 2Т318 321 2Т909 698
1Т383 368 2Т324 325 2Т911 703
1Т386 445 2Т325 327 2Т912 591
1Т387 375 2Т326 420 2Т913 707
1Т3110 994 2Т331 336 2Т914 767
1Т403 154 2Т332 338 2Т917 594
1Т612 405 2ТЗЗЗ 181 2Т919 718
1Т614 407 2Т336 184 2Т920 596
1Т702 534 2Т348 193 2Т921 602
1Т806 541 2Т354 344 2Т922 605
1Т813 547 2Т355 347 2Т925 726
1Т901 657 2Т360 435 2Т928 618
1Т905 658 2Т363 437 2ТМ103 48
1Т906 662 2Т364 277 2ТМ104 112
1Т910 665 2Т366 350 2ТС393 793

1ТМ115 119 2Т368 354 2ТС613 782
1ТМ305 243 2Т370 440 2ТС622 808
1ТС609 804 2Т371 357 ГТ108 115
2П101 812 2Т372 360 ГТ 109 117
2П103 814 2Т381 773 ГТ115 118
2П201 821 2Т382 365 ГТ122 49
2П301 825 2Т384 370 ГТ124 132
2П302 828 2Т385 210 ГТ125 133
2П303 833 2Т388 283 ГТ305 243
2П304 838 2Т389 286 ГТ308 247
2П305 841 2Т392 447 ГТ309 250

2П305-2 844 2Т396 383 ГТ310 252
2П306 846 2Т397 386 ГТ311 313
2П307 849 2Т3115 397 ГТ313
2П313 863 2Т3120 402 ГТ320 254
2П350 866 2Т602 222 ГТ321 258
2П902 873 2Т603 226 ГТ322 262
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Продолжение

Тип прибора Стр. Тип прибора Стр. Тип прибора Стр.

ГТ328 423 КПС315 898 КТ359 198
ГТ329 330 КТ 104 114 КТ360 435
ГТЗЗО 333 КТ117 123 КТ361 274
ГТ337 429 КТ118 125 КТ363 437
ГТ338 264 КТ119 129 КТ364 277
ГТ341 341 КТ 120 131 КТ366 350
ГТ346 430 КТ 127 50 КТ368 354
ГТ362 348 КТ201 51 КТ369 199
ГТ376 442 КТ202 135 КТ370 440
ГТ383 368 КТ203 137 КТ371 357
ГТ402 151 КТ206 56 КТ372 360
ГТ403 154 КТ207 139 КТ373 200
ГТ404 63 КТ208 141 КТ375 204
ГТ405 157 КТ209 143 КТ379 207
ГТ612 405 КТ210 146 КТ380 279
ГТ701 532 КТ211 147 КТ382 365
ГТ703 537 КТ214 149 КТ384 370
ГТ705 539 КТ215 57 КТ385 210
ГТ806 541 КТ301 166 КТ388 283
ГТ810 546 КТ 302 60 КТ389 286
ГТ905 658 КТ306 307 КТ39Г v 379
ГТ906 662 КТ307 310 KJ392 447
ГТС609 804 КТ312 168 КТ396 383
К1НТ251 770 КТ314 172 КТ397 386
К1НТ661 789 КТ315 175 КТ399 388
КП101 812 КТ316 318 КТ3101 391
КП103 814 KT3I7 178 КТ31С2 215
КП201 821 КТ318 321 КТ3104 289
КП202 894 КТ324 325 КТ3106 394
КП301 825 КТ325 327 КТ3107 290
КП302 828 КТ326 420 КТ3108 293
КПЗОЗ 833 КТ331 336 КТ3109
КП304 838 КТ332 338 КТ3115 399
КП305 841 КТЗЗЗ 181 КТ3117 217
КП306 846 КТ336 184 КТ3120 402
КП307 849 КТ339 186 КТ501 161
КП308 854 КТ340 188 КТ502 163
КП310 856 КТ342 189 КТ503 65 .

. КП312 859 КТ343 265 КТ601 220
КП313 863 КТ345 267 КТ602 222
КП314 865 КТ347 432 КТ603 226
КП350 866 КТ348 193 КТ604 569
КП901 870 КТ349 433 КТ605 230
КП902 873 КТ 350 268 КТ606 671
КП903 878 КТ351 269 КТ607 675
КП904 882 КТ352 271 КТ608 . 233 •
КП905 884 КТ354 - 344 КТ610 678
КП907 888 КТ355 347 КТ611 573
КПС104 891 КТ357 272 КТ616 236
КПС202 894 КТ358 196 КТ617 238
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